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Rohren - Tubes
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D7-15GM, ....

D7-16 GJ

D7-16GM ....
D7-17BG .....

D7-17 GH
D7-17 GJ
D7-17 GL

D7-17.GM ....
D7-150 GH ...
D7-150 GM ...
D7-170 GH ...
D7-170 GM ...

D 811 BG
D811 GJ

DE-11 GM ....

D 9-10 GH

D9-I0GM ....
DI10-17 BG ...
DI10-19 GH ....
D 10-191 GH ..
D 10-191 GM .
D 13-20 BG ..
D13-21 BG ....
D13-21 GH ...
DI13-21GL ....
D13-25BG ....
D13-25GH ....
D13-25GL ....
D13-25GM ..
D 13-40 GH ...
D 13-40 GM ...
D 13-41 GH ....
D13-41 GM ...
D 13-42 GH ...
DI13-42GM ...
D13-43GH ....
D 13-44 GH/15 .
D 13401 GH ...
D 14-11 BG ....
D 14-11 GH ..
D 1411 GM ...
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399
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404
404
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406
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409
410
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all
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E1311 BG. ...
E13-11 GH ...

E13-11 GL

E13-11 GM ....
E13-13BG ....
EI13-13GH ....

E13-13 GL

E13-13GM ....
EARL ouve s

E80CC ..
EBOCF ...
E8F ....
E84L ....
EBC ....
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EC . WFumadiu B Bl &0
EC | 1103051 EF A - 146
EC . J03lis1s. EF b 146
EC  8010.. EF 183 o wnie -1
EC 8020 ... EF 184 . ooi &2
ECC:| 1B iinitsn EF: 800, s 0332
ECC BTN EF BOZ Flte., 233
ECEART . EF BO4 . ..... 233
ECC 85. 3 EF BO4S ... 234
ECC. 88 oany EF BO5S ... 235
ECC 8015 EF BO&S ... 236
ECC 8025 EF 8010, .... 237
ECC 8035 EFM 1 i 144
ECE 80855 EH  Woepesvan &3
ECC 2000 ..... EH %005 .... 238
ECC B8I100..... EL L[ e 144
| el S [ A EL 34 Db o 1R08
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ECF 8070 ... EL 158 a0
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Kurzzeichen fir Elektrodenanschlisse

Die Sockelschaltungen sind gegen den
Réhrenboden gesehen abgebildel. Freie
Stifte bzw. freie Fassungskontakle dirfen
nicht als Stitzpunkte benutzt werden und
nicht geerdel werden,

a Ancde

d Dicden-Anode

f Heizfodenanschiub®

n Heizfaden-Mitte

+ f positiver Heizfodenonschluf
—f negativer Heizfadenanschluf
o Gitter

k Kathode

L Leuchtschirm fiir Abstimm-

onzeigershre

m aubere Abschirmurg
DI, 02 schirmnahes Ablenkplottenpaar
3 Dy kathodennahes Ablenkplatten-

podr

Te Roumlodegitter

] innere Abschirmung

5 Schirm bel Oszillographen-
und Fernsehbild-Réhren

st Starter

Steversieg

Durch arabische Ziffern als Indizes werden
mehrere Gitter [Anoden) desselben Systems
in der Reihenfolge von Her Kathode zur
Anode bezeichnet. Durch hinzugsilgte ra-
mische Ziffern werden bel Verbundrohren
mit gleichwertigen Systemen (ECC 83} die
Elektroden der einzelnen Systeme wunter-
schieden.

Symbols for electrodes

The bottom view of base con-
nections is shown, Free pins and
contacts may neither be used as
wiring tie poinls nor grounded.

plate

diode-plate

filament terminal

filament center tap
positive filament terminal
negotive filament terminal
grid

cothode

target

external shield
screen-side deflection plotes

cathode-side deflection plates

space charge grid
internal shield

fluprescent-screen of cathoda-
ray and TV kinescope 1ubes

starter
roy control electrode

Arobic numerols as index indi-
cate the arder of several grids
[plates) of the same tube section,
counting from the cathode to
the plote. Remon numerals core
ndded to distinguish between
electrodes. in multi-unit tubes
with eguivalent seclions.

ROHREN. 11



The electrodas of domposite: Uiin Geometriekorrekiurspannung

Bei Verbundréhren mit unterschiedlichan Sy«
stemen (ECH 81} dogegen warden die Elek-
froden der einzelnen Systeme durch hinzu-
gefiigte grofie Buchstaben gskennzeichnar
Dabei bedeuten

H Heptode/Hexode
Ik Leuchtsystem

P Pantode

T Triode

Te Tetrode

Kurzzeichen fiir Spannungen

van einem Gleichrichter
gelieferte Gleichsponnung

Gleichsponnung zwischen
Anode und Kathode

Wedhselspannung zwischen
Anode und Masse

Brennspannung (Ancde-
Kathade)

Gleichspannung Anode und
Schirmgitter pegen Kathode
bei Pantoden, die ols Trioden
geschaltet sind

Anodenspiizenspannung
Anodenzindspannung

Anodenkaltspannung, Gleich-
spannung, die entweder im
nichtgeheizien Zustand und/
oder im gesperrten Zustand
der RGhre (1, = 0'mA) zwischan
Anode und Kathode stehen darf

Anodenspannung
Astigmertismuskorrakiur

12 ROHREN

tubes consisting of different sec-
tions, however, are indicated
by added capital letters. They
designote

heptode/hexodsa
magic eye section
pentoda

tricde

tetrode

Symbols for voltages

DC-voltage supplied by a
ractifier

DC.voltage between plate and
cathode

signal-valtags between plate
ond ground

operating valtage in gcs-ﬂlie&
tubes (plote-cathode]

DC-voltage between plate and
screan-grid and cothode In
pentodes connectéd as |riodas

plate peak valiage
plate breakdown yaltage

cold-cathede plate yoltege,
the DC-voltage allawad belween
plate and cothoda af the un-
heaoted tuba and/or the fube
aparation under plate-current
cutoff condition [I“ = [ mA)

astigmatism cantrol veltage

Uare Linearitatskorrekturspannung

Unlmsp Spitzenspannung xwischen
Anode | und einer Ablenkplatte
bai Oszillographenrdhren

Uia Gesamtbeschleunigungs-
spannung

Uy, Betriebsspannung bzw. Speise-
spannung, Gleichspannung,
die der Réhre Gber R, oder R
oder Rgagd zugsfihrt wird

Ug Auffangerspannung

Ug Diodenspannung

Uu.. Eingangswechselspannung

Uy Heizspannung

Utfk Spannung zwischen Faden und
Kathods

9] t/ksp Spitzenspannung zwlischen

Faden und Kathede
u,u Vorspannung des Gitter |

Gitterstromelnsatzpunkt
Il S +03pA)

Uy e (N) Wecdhselspannung am Gitter 1
fir die angegebena
Sprechleistung

Ug1eft 150 mW) Empfindlichkelt, notwendige
Gltterwechsalspannung fir
50 mW Ausgangsleistung

Uz api Umﬁ.ap Waechselspannung (Spitze)
am Gitter 1
U.::l...: Gleichspannung, die zwischen

Gltter 2...7 und Kathode
gemessen wird

voltage for adjustment
of pattern

voltage for adjustment
of deflection unifarmity

peak voltage between plate 1
and one deflaction plate of
cathede-ray tubes:

total acceleration voltoge

supply voltage, f.e. the DC-
voltage applied directly to the
tube or the plate load or
series dropping resistor

collector valtage

diode plate voltage

input AC-voltage

heater or fillament voltags

volloge between heater and
cathode

peak voltage between heater
and cathode

grid 1 bias

contact patential
HB"I < +0.3pA)

signal rms volts required at
grid 1 to obtain given power
output

power sensifivity, the necessary
AC-signal voltage at the grid
in volts rms to obtain 50 m\W
power output

signal peak voltage

DC-voltage measured between
grids 2...7 and cathode

ROHREN 13



Schirmgitterkaltspannung,

#20

Gleichspannung, die entweder
im nichtgehelzten Zustand
und/ader im gesperrien Zustand
der Rohre (1, = 0 mA) zwischen
Schirmgitter und Kathode
stehen darf

Um!paﬂ, negative Gittervorspannung
fir Fernsehbild- und Oszillo-
graphenrahren, bei der der
nichtabgelenkts, aber fokus-
siarte Leuchtflack verschwindet

Uy Wendelspannung

Upp Hochfrequenzspannung

Ugsperp  Kothodenspannung fiir Fernseh-
bild-und Oszillogrophenréhren,
bel der der nichtabgelenkte,
ober fokussierte Leuchtfleck
verschwindet

Uy, Leuchtschirmspannung bei
Abstimmanzalgerdhren

Ui Leuchtschirm-Kaltspannung

Usos Resonator-Gleichspannung

Usenett  Oszlllotorspannung, Efektivwert

Uil Reflektor-Glelchspannung

Ure Spannung am Raumladegitter

Usicht Richtspannung

Usl.' Starterspannung

Ust Spannung am Steversteg

. von Abstimmanzeigerdhren

Usin Brennspannung (Starter-
Kathaode)

Ustap Startersteuerspannung

Uiz Starterzindspannung

Uy Trafospannung in V [eff)

Uy Wehnaltspannung

14 ROHREM

cold cathode screen-grid
voltage, the DCrvoltage allowed
between the screen-grid and
the cathode of the unheoted
tube and/or the tube operating
under plate-current cutoff
candition

negative grid bias for TV kine-
scope and cathode-ray tubas
necessary to make an un-
daflected but focussed light
spot disoppear

helix voltage
RF-voliage

cathodes vollage for

TV kinescope and cathode-ray
tubes necassary to make an
undeflected but focussed light
spot disappear

target voltage
lof magic eye tubes)

cold cathode target voltogs
DC-resonatar voltage
osclllator voltoge in valt rms
DC-reflector yoliage

voltage of the space-charge grid
rectified voltage

starter voltage

ray contrel voltoge

conducting voltoge
(starter-cathode)

starter contral voliage
starter breakdown voltage
transformer voltoge in rms volts

voltage of the Wehnelt cylinder

Kurzzeichen fiir Stréme

n anegest,

a4l

g+ pa

22 nusgest.

®20

L

Anodenstrom

Anodenstrom, der bel Aus-
stauerung flieht

Strom der Anode 4 Strom des
Schirmgitters bel Pentoden,
die als Trioden geschaltet sind

Anodanruhestrom, der bei
Réhran, z. B. in Gegentakt-B-
Schaltung, in nichtausgesteuer-
tem Betriebszustand
Uy = 0V) flieft

bl

Anodenspltzenstrom
Aulféngerstrom
Diodenstrom
Haizstrom
Sehirmgilterstrom

Strom des Gitter 2 4+ Strom des
Gitier 4

Schirmgitterstrom ausgesteuert

Schirmglttarruhestrom

Gitterstrom der Triode +
Gitter 3-5trom der Hexode bel
Oszillatar/Mischer, z. B. ECH 81

Wendelstrom
Kathodenstrom

Dunkelstrom bei Photozellen
Resonatorstrom

Schirmstrom bei Fernsehbild-
bizw. Oszillographenréhren

Starterstrom

von einem Gleichrichter
geliefarter Strom

Symbols for current values
plati current

maximum signal plate current

current of plate and screen-
arid of pentodes connected
as fricdes

quiescent plate current e.g.

in tubes operating as push-pull
class B amplifiers under zero
signal condition |U31~= oy)

peak plate current
collector current

diode plate current
heater of filament currént
screan-grid-current

current of grid 2 -+ current
of grid 4

maximum-signal grid 2 current

screen-grid current flowing
underzero signal condition

grid current of the iriode section
+ current of grid 3 of the
hexode section of converter-
tubes e.g. ECH 81

helix current

cathode current

dark currant in photo tubes
resonafor current

fluorescent screen current of
TV kinescope andfor cathode-
ray fubes

starter currant

DC-currant dellverad by
rectifier

ROHREN 15



Kurzzeichen fir Widerstdnde

R

a
Te 100
RF" RIH

’
41
Rz

CRIRA

gen
gTga

Schutzwiderstand be| Gleich-
richterréhren IMinimalwert)

Auflenwiderstand

Aufienwiderstond bei Gegen-
toktstuien von Anode zu Anode

aquivalenter Gitterrausch-
widerstand

fir Anode und Schirmgitter
aemeinsamer Aubenwiderstand
bei Pentoden, die als Trioden
geschaltet sind

Widerstand zwischen Faden
und Kathode

Plattenableitwidarstand bei
Oszillographenrdhren

Eingangswiderstand
Eingangswiderstand bel 100 MHz
Gitterableitwiderstand

Gitterableitwiderstand der
folgendén Stufe

Schirmgitterverwidarstund

gemeinsamer Schirmgitter-
vorwiderstand fir Gitter 2 und
Gitter 4

Generator-Innenwiderstand

gemeinsamer Gitterableit-
widerstond von Gitter (Triode)
und Gitter 3 (Hexode} bei
Mischstulen

Innenwiderstand

dynamischer Innenwiderstand
einer Mischréhre

Kathodenwiderstond

Siebwiderstand bei
MNF-Vorstufen

Wachsalstromwiderstond

16 ROHREN

Symbols for resistances
[safety) protection resistor for
rectifier fubes, minimum value
load resistance

load resisiance for push-pull
amplifiers {plate to plate)

equivalant noise resistance

common load resistance for
plate'and screen-grid of
pentades connacted os Irjodes

resistance between
filament ond cothode

rasistance in deflection elec-
trode for cathode-ray tubes

input resistance
input resistance for 100 Mc/fs
grid resistanca

grid resistance for naxt stage

gricl 2 series dropping resistor

common screen-grid resistonce
for screen-grid 2 and 4

generator internal resistance

common grid resistance for grid
of the triode section and grid 3
of the hexode section

plate resistance

dynamical plate reslstance
of mixer

cothode resistor

filter-resistonce ot AF-pre-stages

AC-rasistance

iy Wechselstromwiderstand
zwischen Faden und Kathode

Woacdhselstromwiderstand am

71
Gitter |

Kurzzeichen fir Leistungen

N Sprachleistung von Endréhren

N 110%)  Sprechieistung von Endréhren
bei k=10%

N, Anodenbelastung

M, Auffangerbelastung

N, Schirmgittarbelastung

Nesdigi Schirmgitterbelastung bei
Heptoden

Ny, Weandelbelasting

Q, Anodenverlustleistiung
Q, =N, -N

Qiry Stevergitterverlustlaistung

Gm Schirmgitterverlustieistung

Sonstige Kurzzeichen

b Bandbreite
] Anodendurchgrifl = _|!|_
D Spannungsrickwirkung
|Eingang offen)
D! Schirmgitterdurchgriff =
Pgaim
D, b, Ablankkosffizlent des schirm-
nahen Ablenkplattenpoares
in ¥jem
D, D, Ablenkkoeffizient des kathoden-

nohen Ablenkplattenpaares
in Viem

AC-resistance bhetwesn
flament and cathode

impedance to grid 1

Symbols for power values
AF-power output of power tubes

AF-power output of power lubes
at a distortion of 109

plate Input

collector dissipation
screen-grid input
screen-grid 2 4 4 input

helix dissipation
plote dissipation

control-grid dissipation
screan-grid dissipation

Other Symbols
bandwidth

reciprocal of amplification

1
factor =-—
mn

voltage reaction (ingut open)

reciprocol of amplification

factor of grid 2/grid 1 =

Heala
daflection coefficient of the
screan-side deflaction plates
in Wiem

deflection caefficient of the
cathade-side deflection plates
In Viem

RTIHREN 17
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Rauschzahl, Rauschiaklor
Kathodenflache
Eingangsfrequenz

zusdtzliche Rauschzahl
Leistungsverstarkung
Rauschkennwert

Klirrfaktor, Klirrgrad
Koppelfaktor

Empfindlichkeil bei Photozallen

Steilheit im angegebenen
Arbeitspunkt

Mischsteilheit, bestimmt durch
den Zwischenfraquenzsirom im
Anodenkrais, bezogen ouf eine
HE-Eingangsspannung von 1V lefl)
mittlere Stailheit beim Arbelten
auf der gesamten Kennlinie
einer Réhre, z. B. beim Schwing-
betrieb

Anschwingsteilheit, U, =0V

Umgebungstempearatur
Entlonisierungszeit
Abfallzelt
Farbtemperatur
Gehausetemperatur
Anheizzait
lonisationszeit

Kolbentemparatur

Verstarkung U, U,
z. B, bej Widersmncrsverstar!-cer-
Schaltungen

1
Varstarkungslokior = B

Varstérkungsfaktor

Gitter 2/Gitter 1 = gl
b,
Integrationszeil

18 ROHREN

noise factor

cothode surface

input frequency

additional neise figure
power amplification

noise charactaristic
distortion percentoge
coupling loctor

sensitivity of photo tubes
mutual conductonce ar the
given operating point
conversion transcanductance ‘os
fixed by the IF-current in the

plate circult for o RF-signal
voltage of 1V rms

medium transconductance when
operaling on the entire charac-
teristic of a tubse, e.g. when
operafing as an oscillator

oicillation bulld-up trans-
conductunce, U“ =0V

ambieni temperafure
delenisation tima
decraase fime
colour femperature
case temperature
warm-up fime
jonisation time

bulb temperature

voltage goin U, /U,

= Lt N e
a.a. lor resistance coupled
amplifiers

amplification foctor

of =

amplification factor
1

of grid 2/grid 1 = Bo
2

Integration time

Empfinger- und Verstirkerrohren

Receiving and amplifying tubes

Mahere Auvskinite und ausfihrliche

Datenblatter:

Additianal informotion and detailed
dota sheets to be obtained from:

ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT
AEG-TELEFUNKEN
FACHBEREICH RUHREN
7900 Ulm, Postiach B37
Soflinger Strafie 100

Telephon (0731) 1911

Telex 712601

Telegramm teleroehr ulm




Tyoe Allgemeine Dalen Belriebswerle Grenzwerle
8 L General data Typical operation Maoximum ratings
sl
% DY 51 Grabe 56 Ug = 14V Gleichrichtung von Zeilenricklouf-lmpulsen Gleichrichtung
= Outlines 56 1, ca. 550 mA | Rectification of line flyback pulse von Zeilenricklavf-
i - o=y
sHpoud:nungs feBinalrgkatiz :J= B ‘;‘; k: ::::rl;fli,c::mn
1 - » . - h = = :.l
Gleichrichter indir-heated ‘of line flyback pulse
for Fe_rnseh- Uuﬂp 1) = =15kV
Emplanger = = 350 pA
1.1 = 40 mA
Half-wave Cgmp = 2000 pF
raetines . Filter P
for TV 1] Impulsdaver = 109%
receivers einer Periode,
Ve 10 us
Pulse time = 10%
per period,
l’mu =10 us

Kapazitét - Capacitance

ey = 08 pF

DY 80 Pico Uf = 1,25V U;an = BkV
Moval ly co. 200 mA Ls = 1 mA
ch . P . =5, s - 1 =
T:ngigfe:m ' gmﬁe MM At A 50;3 :FA
- | Qutlines directly haated| L ~
richter |
fir Fernseh- Stift - Pin I} Impulsdaver = 15%
Empfanger ]2 !z einer Perioda,
f =
Haolf-wave 3 i1 s W il
f Pulse time = 15%
rectifier ) 4 f2 per period,
for TV receivers; § l1 t =10
% I: max B
| 5
] é I|'|
9 l2
Kaoppe a
Capa

Kapazitat « Capocifanca t

12 MNIFHOY

S = 1,25 pF




Allgemeine Daten

Betriehswerte

Grenzwerle
Maximum ratings

Gleichrichtung
von Zeilenrbcklauf-

| Impulsen
| Rectification
| of line flyback pulses

| U:I‘E:I!i |t -2? kV
gy = 22KV
= 0.8 mA
Lispl = 4mA
o = 2000 pF

Gleichrichtung von
sinusformiger Wechsel-
spannung, =50 Hz
Rectification of
sinvsoidal AC voltoge,
f=50¢c/s

Uprgrt = S WY
I 3 mA
G, = 02uF
Rpe min. 0,1 MQ

Gleichrichtung
von Zeilenrbckiauf-
Impulsen

1

|
| :'Im-

.“
bt
_asp

=

Rectification
| of line fiyback pulses

= =25ky
= 0.8 mA
= 5 mA
= 3000 pf

13 Tipe | General data Typical operation
= i
Q DY 86 .I Pico 9 Uy = 14V | Gleidhrichtung von Zeilenricklauf-Impulsen
E‘ Moval lp ca, 550 mA | Rectification of line flyback pulses
= S Gréle 15 | indirekt geheizi| U= = 1Bk
:,L;:?;f‘m"' Outlines 18| ndie hoated | 1= = 1504A
1< S —
far Fernseh- | Stift - Pin | I Absoluter Grenzwert Beil =0
Empfangsr | | K hs | Absolute maximum rating =
Half & g f | % Impulsdouer = 22%, einer Periode,
alf-waw — iR
rectifier | 4 kLs | tmax = 18ms |
’ohl:\-“ o ‘,‘ : Pulsa time = 229, per period, | Pt 18 ps
1or v 2 3
; & Kt 3} |mpulsdaver = 109 einer Periode,
| T tIn_:l: = 10 ps
| 8 f Pulse time = 10% per period, t;,, - =10 jis
¢ kfs
I Kappe a
‘ Capa
|
ll Kapozitat - Capacitance
| ¢, =18 pF
DY 87 Elektrisch jdentisch mit der DY BS. Der Kolben dieser Réhre ist mit wasserobstofiendem Uberzug
versehen, um Uberschiage ouch bei hoher Umgebungsfeuchiigkeit zu vermelden.
Electrical data identical with DY 86. The envelope is coated with a water-repellent layer 1o
preclude flash-overs even ot high ambient humidity.
DY 802 " Pica 2 Uf = 1,4V | Gleichrichtung von Zeilenricklouf-Impulsen
Moval Iy ca.600 mA | Rectification of line flyback pulses
Hod'tspr[:m.;b | Gréf.ia 15 \indirekt geheiz| l[J= : 2;3 k:
::uchnlge:rg ol Outlines 15 | jndir. heated | = e
tir Eernseh- | Stift - Pin | W Impulsdauver =229 einer Periode,
Empianger bokofos toax = 18 ps ]
2 i Pulse time =229 per period, t,,.. =18 us
Half-wave 3 — ) In Schaltungen mit konstanter Belastung
rectifler 4 k5 max. 0.5 mA.
far TV 51 In circuils with constant load mox. 0.5 mA.
receivers 8 ‘kiks
i b
B
o
a
4
ol
m —
Fd 27" S
Kapazitat - Capacitance
8

Calk 1 pE




Allgemeine Daten

Betriebswerte

Grenzwerle
Maximum ratings

Gleichrichtung

von Zeilenrucklauf-
Impulsen
Rectification

of line fiyback pulses |

Uasp =-19.5 kV |
H = 045 mA |
) = 10 mA |
Fitter = 2000 oF |
1} Impulsdover = 109, |
einer Periode, |
e 10 ps .
Pulse time = 109, |
per period, |
'IH:l& = 10ns

8 Type ! General data Typical operation
= i
g DY 900 Pico 7 Up = 14V l Gleichrichtung von Zeilenriicklauf-Impulsen
= Miniatur Iy ca. 170 mA Rectification of line flyback pulses
<. | Hoch- Grobe 48 | indirekt geheizt U= = 16kV
spennungs- | Qutlines 48 | jqdir. heated | | = 150k
Gleichrichter }
{Gr Farnseh- Sﬁlﬂ ;P:n |
E fannge o b 5 |
Empfanger gL
Hall-waove 3 ki
rectifier 4 1
for TV 5 =
recaivers & kyf,s
? P
Kappe o |
Cap o
|
Kapazitat «- Capacitance
[ O = « FE S i
EAA 91 Pico 7 Uy = 63V
F Miniatur Iy co.300mA |
Zweifach- Grabe 2 — i
Diode mit , | Sie 0 |l =3WmA |
geirennien Upca.63V |
Kathoden [ Sift-Pin | ingireka geheia
AM-Demodu- | 1k indir. heoted |
lator 2 oy !
FM-Demody- | 3 f
later 41 |
Ratiodetektor | 5 ky
8 %
Twin diode 7 oq ‘
with seporate
cathodes
AM demodu-
lators
FM demodu-
lators
ratio detectar
™ Kopaozitaten - Capacitances
g CAI/KI+1+8 = o2 pF
] 107131 0 T S
z Cat/ar < 2025 pF
B CklalEtes = 35 pf
Wil + 4+ = 35 pF

per System

Ugap = 420V

Iy = 9mA
Lsp = 54 mA
flksp!) = SOV

) k pos., Gleich-
spannungsonteil
mox. 200 V
DC companent
max. 200V




1 Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
<] ype General dota Typical operation Maximum ratings
o~
b
a Pico 9 Uy = 63V | NF-Verstarker Triode
f
% EABC 80 Noval I¢ co.450 mA | in Widerstandsverstarkerschaltung Uy = 300V
.4 Nf-Triqﬁe Grébe 10 indirek!ge;eizt Res:srcncelcoupiei amplifier Na i 1w
mit 3 Diodan Outlines 10| indir. heated | Fe = 10M2, R =00 lie = 5mA
NF-Verstarker | o o == Uy = 250 250 250 V (R, = 3Mme
AM-Demodu- Stift - Pin Triode R“ = 290 100 4 ko Rg" = 22M0
lator ] fgr  (My=20V 1g s = 60 30 150 k9 Ry = 0k
FMDemodu- | 2 di Uy = =8V | = 076 14 22 mA |Up?d = 15V
{53 3 kg ly. = 1mA |y = S 4 % foch | oo
Ratiodetektor ) 3 j LiaiiV ik Wyeg=3V1 = 02 025 03 % U = -350 V
3 f po= 70 ktUjer=5V) = 025 05 048 % |, @ 0
AF triode 6. dy Ri = KR |k =8V = 05 08 10 9% | & 2iA
with 3 diod 7 kpkp | Tpicden dlsp 2
diodes T- *1' | Dioden v
) Kver, S ) U, nurdurch R erzeugt L!dllm:u —230
AF amplifiers 111 | = 2mA B ; v
AM demodu. 8 g ‘IIIIJ —10V) U, preduced by voltage drop across R, only lan = lomA
lﬂ'm:m - 9 a i dar 25 mA ?) Fir olle Kathoden - For all cathodes :JdLIsp = 3;.:3 T\
t i = -
M demodu- | lU‘.T”=5W | 11{‘['1;?59 = 10 mA
arors gz e Lymitep = 75 mA
ratio detector Ui =3V ap
| lan/lam " L
SHaBew: >4 Kapazitaten - Capacitonces
Triode Dicden
(= = 192 pF ¢y = 08 pE
o = 14 pF cqp = 48 pf
Saln 2 pF Sqir = 48 pfF
—
EAF 8061 Pico 9 Up =63V Pentode 7 . Pentode
Rosail Noval !f ca.300 mA | HFfZF-Yerstarker « RF/IF amplifier Uy = 300 V
o g : u,=Uu, = 200 250 v N, = 225 W
HF/ZF-Pentode Sl I = 300mA | Tbe =
it Diod Outlines 10 U, ca. 63V L,,r_! o 0 A U._g? = 30V
ikl i il R., = 43 @ ke [N =04W
Remote cutoi | ST - PN Findireks geheiz Ry - 82 82 Q I = 155 mA
RF/IF pentode | % indir. heated (U, = 0 -2 RS
with diode 1 | = "9 = 9 — mA - = 10k
3 k feode v Ll = 28— 27— mA |Up  =2l00V
; : v = o (3 = 45 002 45 02 mAN|Ry = DA
. ; _ g L =
6 o U:;' wov | B iz 0% M2 | biode
I zied Uul'— -2V Ug = -0V
8 d I, = 9mA | Iy = 08 mA
9 | lpa= 27 mA lis = 5SmA
| % _ §7 = 38 mAN | din
| R, = 1Mo L Auch fir Upy ragy
gy =20 | Alsofor
gus] fixed grid bias
Diode
Uy = 10V
Iy’ =07 mA
=
a Kapazitaten « Copacitances
= g =5 pF  cgp = 25 pf
z e, = 52 pF e,y < 05 pF
N ‘ Corita S 0,0025 pF Coif—<< 0,060 pF
1- Ceia < 0,001 pf
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Allgemeine Daten

Betriebswerte

Grenzwerte

T
yEa General data Typical operation Maximum rotings
EAM 86 Pico 9 Uf =§3V Trieden- und Anzeigesysiem Triodensystem (T) und
o Noval Iy €a.300 mA | Triode system and indicating system Anzeigesystem (L}
stimm- 2 LGRS Zguit i
gt Grabe7 | indirek: geheizil Stift 3mit Stift 9 und Stift 1 mit Stift 6 verbunden | Triode system (T) ond
ATaiiB s Outlines7 | indir. heated | Pin 3 connected to pin 9 and pin 1 to pin 6 l';d‘m"“g SV"Z'E' LEJ
Anzeigerchre | Sfift- Pin | Diode up=Yy =" 29 20 Y =
Leuchischirm 1 ap Ug= SV iu’!‘nal. - 2{)2 )ﬂg Qﬂg .I:::} I.iun — o
- t
auf Glos- 2 d Igca05mA | f o i Nop = O05W
2 d o 0.7 0.-8 0.-8Y |Nap .
kolbenflache 3 Ky, g nusst,
kL a gschlivas — —4.2 ~4 -5V lk[" w S
Toning and g proL L = 15.83 2.4 2.4mAllkr = SmA
T 2 laraey = 12202 18.05 15.03mA Ef o e
e 3 & all =16.-1,5 13.-25 7.2 mm|Ypeqy =200V
fluorescent Uik =208
7L 1 x E
A e T 5 | Negative Werte der Schottenlange kL = 0ka
Sloss bl ar bedeuten Dberschnaidung Rikt = 100 k2
9 kp Megative values of the shode length tKolben: = 130°C

| Sl 5L

mean overlapping

Kapazitalen » Copacitances

Cart

Diodensystem
Diode system

dep = -150'V
|d = 1 mA
lgan = A
Ufﬂi =+200 V
kfﬂi = 20 kR

EBC 81

MNF-Triede
mit

Doppeldiode |

Far

NF-Verstarker

und HF-
Gleichrichter

AF tricde
with

twin diode
for
AFamplifiers
and

RF rectifiers

| Pico @ Up = 63V
Noval If ca. 230 mA
l 5'5?99 indirettgeheizr.
Outlines ? | jndir heoted
Stift -« Pin Tricde
b g U, =250V |
29 U, = -8V
S & LI, = 1mA
| 4t |s = 12mAN
FVR S
7 I Ty < 150k
5
8 dy Dioden
T | Uf]. = SV
lgr= 0,4 mA

B

MNF-Verstarker
in Widerstandsverstarkerschaltung
Resistance-coupled amplifier

b = 25 25 250 250 V
W = 20 100 220 100 kn
oF = ¢ Ry a2 AR o
“ 1 1 »  » Mg
s = 0468 033 06 033 Ma
l, = 07 115 076 14 mA
v = 51 4 52 4 fach
kU, opp =5V

= b5 08 05 07 %
k Uy ggp="10V)

S S e RN

Kapazitalen [chne avflere Abschirmung)
Copacitances (without external screening)

Triode

Coiks 48 23 pf
Calk+T+s8 = 23 pf
Caln = 12 pF
el <. I305=pF
Dioden

Cdlk+t+s = 09 pF
Sk +f+w = 02 pF
cai/att A
<qi/f C S
C.”I” < 0.05 pF

Triode
u, = 300V
N, = 05W
Iy = 5 mA
Rg = 3 Mo
R.1) = 2 M0
tk = oV
Ripe = 20ko
Dioden
Uds;: = -350 V
lq = 08 mA
I']sp = 5 mA
Uppe = 100V
Ry = 20k
] UI; nur durch RR
grzeugt

U{_, produced by
voitage drop across
Rg anly
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T | Allgemeine Daoten Betriebswerte Grenzwerle
Re | Ganeral data Typical operation Maximum ratings
EBC 91 Pico 7 Up = 63V NF-Verstarker Triode
= Miniatur Iy ca.300 mA in Widerstandsverstarkerschaltung Un = 300V
NF-Triode Gréle 3 I — 300 mA | Resistance-coupled amplifier N, = 05W
g" sldiode Qutlines 3 Uif 063V | U, = 200 200 25 250 V I = SN
2ORPOIAIOT it e LR = (02 02 02 0,2 M2 Ug = 0V
for | SHft-Pia liadicekigeheiztl R = 33  — 27 — Ug = =50V
NZV:;W“H ; g indir.heoted |R, = 1 10 1 10 Mo |R, = 3Mma
=, 3 —— R/ = 06 048 06 0 Mo |RH = 2M
eidwithtag Triode [1, = 035 03 048 05 mA Ry = Wkn
5.0 4 f Uy =20V |0 gp= 24 24 2 BV k= loov
F triode § dy U, = 2V xS R A SR ;
""Th : & dy I, =12mA |y = 44 46 24 27 o, Dioden per System
twin diode 7 o § = 1,6mANV uliéD = =200 V
i R —625ke Iy = 1mA |
::dompllﬁ&rs n =100 - I'ds,u = & mA
RF rectifiers Diod""l Kapazitdten - Copocitances L] Ug nur durch Rg
li'l‘l ‘_ HE:A Triode Dioden erzeygt
a = U gy = 59 pF Cat 07 pf Ugipmducad by
c, = 08 pf carrr =V pF voltoge drop ocross
Cgla = 2 BF cgrrart < 12 pF Bg only
| Cair < 0,1 pF capp < 0,06 pF
i e < 92 pf
Triode/Dioden
| Copar < 0,06 pF cudr < 0.5 pF
| Sprar < O0UPF  Cogr < 0. pF

EBF 80

Regelbare
HF/ZF-Pentode
mit 2 Dicden
HFIZF-
Verstarker
HF-Gleich-
richter
AM-Demodu-
lator

Remote cutoff
RFjIF pentode
with 2 diodes
RF/IF
omplifiars

RF rectifiers
AM-demodu-
lotors

| Pico?
Moval

Grabe 10
Cutlinas 10

| stift - Pin
9
9
k., s

W@ Nonn DY -
-

Up =63V | HF/ZF-Verstarker

lg €0.300mA | RF/IF amplifier
lp =30mA [ = 20V
Ypcab3V [p® - esia
indirekt gahaizt) Rk = 300 @
indir. heated Ugl = 2V
Pentode :-" = H;j :::
U, =20V | & e 0
U= 0V el
| B3 U, (5=0022mAlV)=—415V
e | = 48kQ
Ug= 2v | Maeq
i“ = S5mA
Iy =175 mA |
S = 22mAN
Ry = 15Ma
Py = 18
Dioden |
Uy = 10V
|d = 05 mA |

| Kapazitdten « Caopacitances

@ = 42 pF g
'€ ——="45— pF— ey
Cerfa < 00025 pF I:'n_;dn

N

22 pfF
2,35 pF
035 pF

U, = 300V
N, = 1L5W
U . (1. =5mA)
g2 ''a
= 125V
U, (1, <25mA)
2 ’
U2 sov
Ny = 03W
I = 10 mA
RgT = 3 M
Rh’l” = 22 M2
Upe = l0v
Re/k = 2k

Dioden per Systam
Uiy n
g
e
&R

0.8 mA
5 mA

I

o

1) U, nur durch Rg]

erzeugt

Uﬂ proeduced by
voltage drop across
ﬁ.h.‘ only
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Allgemeine Daten

Betriebswerte

Grenzwerle

Type General data Typical operation Maximum ratings
EBF 89 Plco 9 Uy = 63 v HF/ZF-Verstarker Pentode |
Noval lg co.300 mA | RF/IF omplifier u, 300 vV |
Regelbare Grébe 10 _1' —= 330;— Un= Ub = 250 250 \' Na = 225 W |
HFfZF-Pentede | Ouytlines 10 U ca .63V = = 0 0 v | Ugsy = 300V
mit 2 Dioden | it R = 56 @ ke | N, = 045 W
HF/ZE- Stift-Pin - indirektgeheizt| Uy, = -2 20 -1 =20 v Iy, = 165 mA
Verstarker ; g? indir. heated ::l = ?g —_ 5 3 = m: zﬂ_\ 3 = 22 t}:i
HF-Gleich- ! | Yeo 7 = 7 = m i - 0
i Pk |fmie. s = 38 02 45 02 mAN Ry = 10k8
AM-Demodu- ; i Up= eV R et =2 09 — Ma ‘RJ'f.k = ‘;‘Dﬂ :ﬂ
i 6 a U= 100V 'l Uy, nur durch R, erzeugt r_’k ;-
Ramote oatoff | ¥ dy Ug= -2V U, produced by voltage drop across Dioden per System
=5 8 d I, = 9mA R, only UIIEIP = =350 V
RF/IF pentfode 5 11 (Rl o o1 _ g
b i g = 2 dsp ~
Wi 2dloges = S = 38 mAN lda = 0,8 mA
RE/IF R, = 1Me
amplifiers —2
Hiom fon
RF ractifiers K2/
AM demodu- Dioden
lotors U.j = 1oV
Ij = 0.5mA
Kapazitdlen - Capacitonces
ICe = § pF Cal/k = 25 pf
A =::52  pF S = 25 pF
Cuq/a < 0,0025 pF Capany < 025 pf

EC &6

Steile
UHF-Triode
HF-Verstarker
Mischer,
salbsi-
schwingend

UHF triode
RF amplifiers
mixer,

self axcited

Pico Uy = 63V HF-Yerstarker in Mischer, selbstschwing.
Noval I ca. 170 mA | Gitterbasis-Schaltung  Mixer, self-excited
& — —.| RF amplifier in U = 20V
g:r::easg Iinnl::jl;'rm::;!;?ﬂ grounded grid circuit R:‘_"l = 54kQ
| : L U, = 175V Ry = 50ka
Sift-Pin |y —wsv (R, = 1%5@ I, = 12mA
1 o Ug=-15V [l = 2mA 1. co SpA
29 I, = 12mA |S = l4mAV
3k § = l4mAN
4 ! 1} kapazitiv Uberbrickt
5 i - =200 copacitively by-passed
6 g ac: = 2pF
Z k G, (100 MHz)
8 g = 0,5mS
7@ q:BHNMHzi
= -?‘7
Kapazitaten - Capacitances
Sty = 2 PF Chfeg = 66 pPF
€y = 02 pF Ceker = 39 pf
Cerp = 36 pF Suksp — 03 pF
e < 03 pf Clast = L pf

u, = 20V
N, = 22W
Iy = 20 mA
U, = =50¥
Ry = 1 M
| gffk = 20 k22
Ui & = 100V
Uge — = 50V
fmag® = 800 MHz

3 U, mittels Ry
Ug by Rk

3) fir Betrieb als
HFE-Verstarker
for operation as
RF amplifier
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Type ‘

Allgemeine Daten
General data

Batriebswerle
Typical operation

Grenzwerle
! Maximum ratings

EC88

Steile
UHF-Triode
HF-Verstarker

UHF triode
RF amplifiers

i .
| =63v |

Pico @
MNaval | Iy co: 165 mA |
Gréf?e? [lindtirakt geheizi|
©utlines 7" | jndir heated I
Sh]fl + Pin Ut-,;.= 160V |
5 R = 100
5 I, =125 mA
4 \I: 15 =135 mAIV
5 f [, S
% fioq = 2002 |
R | (850 MHz)
| = g
B a
g

U:L = 175V
N:l o 2w
Iy = 13 mA
U, = =50V
N:', = 50mwW
RN = 05Ma
Uf'lk =+100V
B = WNka

1
! Uguutnm.

Kapazitaten + Capacitonces
| dufere Abschirmung (m) an g
extarnol screening (mi lo g

Ceomfksy = S8 pf
Cafsm = 17 pf
Cokag €O 0,085 pf

ohne duliare Abschirmung
without external scréening
G = 12 pF

wa

EC92

HF-Triode
HF-Verstarker
UKW-Mischer, |
<elbst-
schwingend

RF trioda
RF amplifiers

VHF mixers, |
self excited

Pica 7 Up = 63V | Mischer, selbstschwingend
Miniaiur If ca. 150 mA | Mixer, self-excitad
g"a’_m 3 5 | indirekt geheiz| Up B ﬁg ::‘
uthines s | Bu = 25
i : | indir. heated R, = 1 Me
S!llft - Pin | U:l =250V Rk = 2:2.kQ
a =
e UK = 2V Ut)u'{. eff ca. 3y
Iy = 10omA | S, ca. 1.8 mANV
3 i S =56mANV , e
4 f po= & | [1] o y 2
5 — . fuqgg el Mischbetrish ca.
&G Faen = 500 @ mixing operation
7k

8 ka
12 kR

Uy 300 V
N, = 25W
b = 15mA
ff = Mo
e =iV
Rk = 20ka

Kapazitaten - Copacitances

S = 28 pF
[ = [,55 pF
g = 18 pF
S = 2 BT
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Allgemeine Daten

Betriebswerte

Grenzwerte

Type Ganaral dota Typical operation Maximum ratings
ECC 81 Pico 9 Uy = 6,312,6V| System | = System || per System
H::D 8 : Noval lgca300150mA ruey = 5002 U, = 300V
-Doppel- " i X ; = w
triode Grote Iy =30mA fown o Bka I;q" = 2{: mA
mit getrennten Outlines 8 Uj ec.63V :':‘:’:"; sl‘?}:’l?f‘:iﬂg"‘“d ng - =5V
Kotheden SHift+Pin | indirekt geheizt ul PR "mav R = 1Me
HF-Verstarker | | apg indir. heated Rh - o Lﬁ!k ='t90 ¥
UKW- 2 ay av R = 20k
per Systam R = 1 M2 ik
Oszillator 3 :][ U, =250V | Ug o a3y
W-Mi 4 4= oszell
UKW-Mischer 3 Ug = 2V I Se = 18 mAN
RF twin triode | 6 of = Wmh |
with separate 7 gy § = 55mAV
cathodss 8 kg w =&
RF amp'ifiers ? Iy |
VHF oscillators [
VHF mixers
1
|
Kopaozitaten « Capocitances
System | System 11
5 = 25 2,5 pF
Cy = 0,45 0,35 pF
Cola = 18 18 pf
L = 24 24 pfF
e —————— =
Ecc 82 Pico 9 Uf = 6,312,6V| NF-Verstarker per System
Moval 13c0.300/150mA| in Widerstandsverstarkerschaltung Uy = 300V
N}:;)Oppe?- Grote 8 m Resistence-coupled amplifier T-la = 2.;3 WA
i Outlines 8 | (J, ca.853V per System k = o
mit getrennten | , s et R. = 100kQ, R’ —330kD, R, =22k Iksrlll = 100 mA
Kathoden Stift « Pin i direkt geheizt| '3 - L 8 o=k o Ry = 1M
5 1 ay Indinhocted: |08 o0 2W 309 9% 0N Rpp ) = 20k
MNF-Verstarker 2 gy ‘ 3 = 13 1.6 19 23 24 mA ij‘ S
‘irmpms—f 3 Ky per System | U gl % S 8 A SSERY ERS0=
¢ 2 _ L
h;j:in:i;rz::r 4 i Un =250V Ui = 14 14 14 14 1) biszum Gifterstrom-
5 f U, =85V Ikz] = 58 52 60 61 Einsatz ausgestevert
ool I, =105 mA et 3
AF twintriode [ 2 ©F & 22 mAn Ry =20k, R —¢80kn, R, =39k drivea to.grid
with seporate | 7 9] il fd fi: e 8 3 current starting
X 8 & B=7zkn [Yy = 00000 3D MOV g Rl etwa
cohodes 0 £ W=7 |l = 0% 082 098 116 9
AF amplifiers m Uperh= 22 28" 2% & Peepoiioegl
pulse sepo- JUi = 145 145 145 145 s SN
rator singes ki) = | W AL DA R propothionaliio Yo
multivibrators " \mpulsdavar=4%
siner Periode,
1max=D-B ms
pulsetime =49%
per period,
Ymax = 0.8 ms
Kapazitdaten « Capacitances 1} in Phasenumkehr-
System | System || stufe « in phase-
O = 18 18 pf splitting stoge
<, = 0,37 0.25 pF mox. 150 k@
Cala = a5 1.5 pF
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T | Allgemeine Dalen Betriebswerte Grenzwerte
¥pe | General data Typical operation Maximum ratings
| |
ECC 83 Pico ¢ | Up = 63012,6V, NF-Verstérker U, = 3wV
| Neval | 14c0 300/ 150mA, in Widerstandsverstarkerschaltung mit Ry N, = Tw
NF-Doppel- GrofeB || — 350mA | Resistance-coupled amplifier [ = B8'mA
triode Outlines 8 LIF 63V cathode grid bios U, = -8V
KIEereiarkar 1o o g bl Uy, = 250 400 250 400 250, 400 V [ R = 2Ma
Blieane Stift«Pin | jndirekrgeheizt) R, = 47 47 100 100 220 220 ke R, = 2 Ma
SnReiastoten: b & On indir. heated | R,” = 150 150 330 300 630 680 ke |Ug, = 180V
2 oy o Re = 12068 15082 27 12 k@t |Rpd = 20k
AF twintriode | 3 ¥gp perSysiem | C 11§ 545 0,86 172,048 1,02 mA |
4 U, =250V . is 5 U, mittals Rk
i a V. =75 44 545 63 665765 lach C
AF amplifiers U. .= -2V : U, by R
<plit- 51 = U= 28 & 2 3 2 3B V 5 2 K
Rl 6 o ly =12mA | 2o 5 56 89 17 34 119 3 D gur ducsh
ting stuges 7 g § = 1.46mAlV = * £ ! A% erzeugt
8 ki R, =£25k0 U, produced by
9 ir.n Jn =100 voltoge drop across

-2y

Kopazilaten « Capacitances

System I
1.6 pF
023 pF
pF

System |
1.6
.33
17

o

17

R, only

af's Phasenumkehr-
Rahre unmittelbar
vor der Endstufe
Rﬂk mox. 150 k9
as phase-splitting.
stuge before
output sioge ;
Ryp max. 150 k2

ECCB85

HF-Doppel-
triode
mit.gatrannten
Kathoden
Cascede-

tufen

Mischer, selbst-
schwingend
Cszillalor

RF twin trioda
with-separate
cathodas
cascode
stages
mixers,
self-=xcited
oscillators

Pico 9.
Naval

Grofe 8
Outlines &

Stift « Pin

OO SO B WORY -

o
g1
ki
f
i

a1
a1
L
-3

Up = 63V |

per Systel

m

Iy co.435 mA ] HF-Verstarker
RF amplifier

indirskt geheizt
indir, heated

per System
U, =2%V
=-22V
I, = 10mA

= 6mAV
w =5

Mischer, selbstschwing.
Mixer, self-excited

U, = 250V U, = 280V
Rail =2k BN = 02ka
Uy, o= 240V R, = 1Ma
Ry = 202  Ugep= 3V
l, = 1omA I = 53mA
S = 62 mAN S, = 27 mAfV
’; = 94 k0 R = 20 ko
Theq 500 Q g = 15 k2
fowg = ke
W) kapozifiy Gherbrodit

capocitively by-passad
Kopozitoten - Capacilances
CelkIbfis ™ CellkIl=tes — 5 BF
CALKT = FalTiKIL = 0.18:pF
Calizl = Call/ell = 15 pf

per Systam
u, = 300V
N2 = 25W
% = 15 mA
Ug = -100 V
| RL‘" = 1 Mo
! Rek = 0ka
| UI-'k = 0V

4 Ny Ry = 45W
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Tios Allgemeine Dalen ‘ Betriebswerte | Grenzwerle
bk General dato | Typical operation Moximum ratings
ECC 808 Pico ? Up =63V !NIF-V_ersiﬁrker . per System
MNoval lpca. 380 mA | in Widerstandsversiarkerscholtung U, = 300 V
= i- : —————————| Ragj -coupl lif -
N‘F Doppe Grépe 8 indirekl geheid esistance-caupled amplifier Ml 0.5 W
triode Outlines & | ‘indir. heated | P=" System I = 4 mA
rauscharm . - : Uy = 250 250V R 2 = 1Ma
brummarm Stift=Pin | per System. | R, = 20 70 ke R = 2Me
MF-Eingangs- 1 a1 LI“ =250V RE' = 1 0,68 Mo RW'] = 22 Mo
stufen 2 'k Up =-13V [ Ry = 10 1 Me Z, (50 Hz) = 05 M2
3 ragy ly = 1204 | Rupn - 20 100 ke Upe = 0OV,
AF pentode 4 | S = 16mAV R = — 17 ke Reic = 20k
low noiss 5 f |n = 100 Iy - 046 05 mA =
low hum 6 s ) = &9 145 mV 4 U rast
g eeff . yig
pre-amplifisrs 7 = | U",_“ = 5 10V fixed grid bias
8 kg V' = 72 & 1 Uy mittels Ry
9 g | Sioi = 25 05 % Uy by R,
=== Y) Ug nur durch Ry
| M Cp = 50 pf erzeugt
\ Ug produced by
| valtoge drop ccross
Rg only
Kopazitdten « Capacitances
System | System 11
Ty = 2% pF o = 22 pfF
T 1.5 pF c = 15 pf
cg = VW8 PF gy = 15 pF
Teit < 0,006 pF ep < 0.006 pF
B
| .
Pico 9 U =63V Pentode als Mischer Triode
ECF 80 Noval I; co.430 mA I Pentode as mixer u, = 250V
Tri ; P = 70 W v M = 15w
HE-Triode/ Grofe 8 indirekt geheizt) Ea e ohe 0 v l & L
Pemode Outlines 8 | jndir. tad £2 - e =
Triode ' e = 0] 01 Mo | R, ~ 05 Mo
O”sjillc‘!cr | Stift « Pin Triode | E; e 330 820 @ Ul.'k = 10V
Pentode: ) iy Uu =10V | Ussore 35 35 v Pentode
Mischar ; g, U,,- = 2y I = 6,5 52 mA u, — 20y
for Fernseh- 4 [gz I, = MmA (1, S “2 L5 mA % = 17 W
Empiangar %) l¢ S = SmANV g o :5 ,‘D nA Uyl =10 mAl
% B = bt .sl,', = 22 &, mayV - = 175 ¥
RF triode! 7 fr' Pentode Rie = B 870 ko Ug, 1y, <10 mAl
pentode g}“s U, =1V = MV
Triode: 8 R; U= 7oV Ny = 05W
oscillator 9 Ug= =2V | Ny INg S 1.2W)
Pentode: °r 1) = 10mA = 075 W
mixer lgy = 28 mA l I = 14 mA
for S = a2mAlV Ry = 1 Mo
TV receivers R, = 0A4MR | Rm’} = 05 M2
Meaiemy = ;L: , | Yk =i %
Farng =25 kS ——
\ 100 .
foan =15k I Upirent
128 | — fixed agrid bios
I Kapazitaten + Copacitonces
Triode Pentode
Ta = 25" "pF G = 52 pF
¢, = 18 pF cy = 34 pf |
Celn 1.5 pF Sela < 0,025 pF E




< Ty Allgemeine Daten ' Belriebswarte Grenzwerta
& General dato Typical operation Moximum rotings
b
F= I
91ECF82 | Pico? Uy = 63V | Triode ols Oszillator Triode
g e Noval ly ca.450 mA | Triode os oscil|ator u, = 400V
F-Triode | A = =
Baatoils / i Gm!?eﬁ indirekt geheizt Yy 170 200 50 v Ny = azw
- | Qutlines8 | jndir. heated ] - 2 2 A k2 e = 2mA
Triode: S Pln Ry = 20 20 20 ko Ry = 1 M
Oszillator A0 Triode | oszell T 3 3 3N Upe = 100 V
Pentode: B U, =150V | la = 33 41 57 mA Rypk = 20kn
Mischer 3 1 | Ug = =N lg i 160 160 160 pA
fir Fernseh- 9z 1. = 11 mA Pentode
EmnfEiger 4 'f Sﬂ — 58 mAN Pentode als Mischer u, = "00V
| 51 e 35 | Pentode as mixer N, = 28W
RF triodel 6 op 'U,=U, = W0 20 93V Uy = 300V
pantade 7 kp, Pentode Ria = 30 45 70 ka | = 05W
. 5.9y | Uy = 170200V R, = 1 i rme (82 = DimA
Exclirae g kp UI:ZE "nov . uhgt = 0 0 0V Rl!] = 1'Ma
DTl gp U R =682/ Uyore = 3 3 3V Upspe = %100 V
anixar _ I =—UT.9V = 5,1 51 56 mA By = ' 20kQ
s 2= 10mA |1, = 2] 2 19 mA
TV receivers gz = 33 mA by - 3.75 38 37 nA
5 =55mAN S¢ = 18 185 L? mANY
Peralieq =32 5
= B4 MO
| Ug} I!.,I = 10 pAljl
=-10V

| Kapaziléten - Capacitoncas

| Triode Pentode

(= = 25 pF Ca = 52 pF
!l = 35 pF & oo 28 pf
|egt = 04 pF S = 001 pF
|ch‘1 = 1,6 pF Cljp €5 3 pF
= = 18 pE

| Tk
| Cppp c@. 3 pF

Triode/Pentode
Cupiap S 007 BF

1) Ssift 7. mit Stift 8 verbunden
Fin 7 connected 1o pin'8

£ NIEHOY




Allgemeine Dat i
5 Tyna ga;n;:::dac'l:n B?Ineb:weﬂ‘e Grenzwerle
? Typical operation Maximum ratings
9| ECF802 | Fico? U =63V |Triode i
3 ey : Triode
= ) va § €o.450 mA | 1, (].=10 pA} = 10 mA u =
Z | Triode/ Grabe 8 s — 2 * =
el ofﬁre mldnrfaktg_enenzl Pentode N;. = 14W
el lig utlines 8 | indir. heated u, = 100 00 V R = ok
Sinusoszillatar | Stifft - Pin Triode Ugp = 100 200 v 'k = Wi
Pentode 1 ap U =200V Uy = g -1 16y Ut =~ ey
soleoiniad | 2 g, ooy |l = 128 & <001 mA Rii = 20 ke
vnd Reaktanz- 3 g, | L 35 mA IF’I = 35 W oA Zg R
rohrein .l su = 3.5 mAN] 1 =
£S Ennidnaors| 5 ; ) Ui sutom, © €athode grid bios
plang G= 7 3y i A Pentode
6 op 1 Us fast fixed grid bias u L}
Triode: 7 k|=< Pentode *I Tastverhdltnis mox. 309, N“ : oy
siia sezillater os |U, =10V Impulsdaver max, 30 us e = 12W
panicde 8 k.:. U= 100V duty cycle max. 30 %, Ve = 250V
R e 9 o s <y pulse duration max. 30 us =2 = 08W
- @ u =200 V
stoge I, = 6mA ng]p 1 M
reactonce tub lga= = "
ube =2 lf mA Rg‘l 3 = 0,56 Ma
ggg_;_g_ls—s**?A I e = 15 mA
5 mA/ Iksp” = S0 mA
- Ufﬂ( = 100V
Kapazitaten - Copacitances an‘ = 20ka
Triode Pentode Z,. {50 Hz)
| El
[ = 24 pf cq = 54 pF = 300 k@
Corg = 15 pF Salen = 006 pF
cyr < 0.1 pF S < 0,1 pF

ECH 81 Pico ¢ Uy = 63V Triode als Oszillator + Triode as oscillator Triode
M 7 =
Reaslbaro el lpcaB00mA |y = 250V e = 20pA  |Us 250 V
Hepfode Grcf_:a 10 Iy =300 mA R, =  33kn I = 45 mA N, = 08 W
mit Tricde Oyhnes 10 U[ ca.63V EE g S‘" o e i I:‘R S 61; ;?2
it - i e | g =
Heptade: 5"]” Fin indirek: geheiz!| Heplode als Mischer - Heptode as mixer
HF7ZF- - 92:84 | indir.heated | g, mit g verbunden - g, connected to gp Heplude
Verstarker 9y Triode U ¥ o v U, = 300V
Mischer 3 k5,84 b = N, = 2W
4 u, =100V Riv = 82 k0 G - e
Triods: 5§ U'E = oV R;.’";u 5 22 Lo goeq a < l';m] g
Oszillator p I, =133mA | Ry, = 47 kQ 2
Misth ay a gTes U ..l = 1BV
lstheT, 7 = 37mAM lepips = 200 A R =
=} eT+e3 [ = 08W
selbsi- ot v =2 I ca. 051 co. =28 ¥V 82:%.64 y
schwingend £ ‘o ! U":l g 225 ] 240 v Iy = 18 mA
92 o H a 520 Clipis R = 3 Mo
i splode u co: 73 ca. 235 V¥ 51
Remate cutofi u, =1V | £284 : 3; L2 4 Ry L 3 Mo
heptode Uy = OV |8 = '“'A Rek = 20 k0
with triods Uppey =100V | F2484 1:"'0 i :’AN Uy = 10V
8 U, =-05V |:® =
;Irelr::;acxe. l(=_1 = 1rmal Mie = 08 >3 M2 1) Ug nur durch
amplifiers ':—z o s 7 mA) faeq = £ Rl! =1 M2 erzeugt
it §° =45 mANV i 2 o U, produced by
ers Heplode als HF{ZF-Verstarker veltage drop across
8 Tr‘u:‘ode-, Beaigy = 20 Heptode as RF/IF amplifier R, =1 M& only
o ns.mllnlgrs Uy, = 2850 \' ) ungeregelt
§ n'u;ers, 48 Rm_ = g2 kQ unreguloted
seli-excite |
A } |
| Y |
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Allgemeine Daten

Betriehswerte

Grenzwerte

T
Ype General data Typical operation Maximum rotings
ECH 81 ;'sn = 22“ N
|Forisetzung) E4 r kR
{continuation] 5:‘ £ -106‘(5}” 2 ;ﬁ :
i ca. ca.
Umg‘ ca. 96 ca. 245 V
I5 = 1N mA.
1 #2584 = 7 mA
S = 45 0,045 mAV
Ri = 0,24 >10 Mg
egty = 2
Aot = 45 kQ
| Kapazitaten - Copacitances
Triode Heptode
Ca = 24 pF € = 48 pF
e =2 pE it = T2, Bk
Cpiz = 1 _gF Cera < 0,006 pF

Cafifar < 02 pF
Ceyjer < 017 pF

ECH 84

Triode/
Heptods
Impuls-
abtrennstufen,
Sinus-
Cszillator

in F5-Geraten

Triode/heptode
pulse
separators
sing-wave
oscillofor

in TV receivers

Pico ¢ U’ =§3V | Triode Heptode
Noval If co. 30 mA | U“ = S0V U“ = 135V
Grabo 10 |1, =30mA | '8 il iy
Qutlines 10 a = m 3 i
g b e 5 SO = 37 mAIV U, = oV
Stift « Pin | jndireks gaheizil " = %0 | =17 mA
1 g, indir. heated ! = 0,2 mA
| g2 e4 )
2 g, u, =-NvV s, = 22 mAN
3 kisigg bei 1, < 100 uA
4 1 U, =200V U, =-19V
5 f bei I, =20 A
6 oy Ug! = 0V
7 Oy 8y U{:: = 2V
g o bei I, =20 pA
g um = OV
Kapazitaten - Capacitances
Triode Heptode
[ = 3 pF Seila < 0,009 pF
Cglfa = 1,1 pF
Triode/Heplode S, < 0,13 pF
cﬂ.lUﬂT < 0,25 DF caT{'KIIB << 0.03 DF

Spper < 01 PF ey

< 0,09 pF

Triode
U, = 250V
Ny = 13W
1.'11 = 10 mA
Rg = 3 M2
Upp =20V
Heptode
U, = 250V
Ny = 17W
= 25V
24
Ef’“ min. 10V
pegg = 98 W
Ugep =10V
Ugaep = =150 V
I = 125 mA
R = 3 Mo
1
Rgy = 3Mo
Uf."k = 100V
Rek = 20k
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Tosa Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerle
YP General dato Typical operation Moximum rotings
ECL 80 Pico ¥ Uy =63V Triode Pentode Triode
| MNoval Iy ca.300 mA | NF-Verstarker NF-Eintakt-A-Betrieb | U, = 00V
Triode/ | GréBe 10 | | — 300 mA | AF amplifier Closs A amplifier Ny = 1w
Leistungs- | Outlines 10| |f, o3y |Un = 20V U, = 200V |l = BmA
pentode . el bRyt = 220k U, = 0V Ikep = 100 mA
Triode: Stift - Pin indirekr geheizt| R’ = 480 ke Ur, = 200V Ry = 3 M
Muh'wblry!or 1 ap indir.heated | U, = 42V Uy, = -8V R = 1Ma
DUEVBmEmes | 2 e F iy = 06mA I, = 17,5 mA
Pantode: 3 ks ricde Vi = 1 fadh it = TmAl | Pentode
Vertikal- 4 F U, =100v | u = 3V Rm = I'l La Uy = 400V
Ablenk- 5 § Up= 0¥ asit 659 st ~ 33 mAn Yasp 1200 V
Leisfupgss!ulen 6 ap f“" = B mA ‘ U Ny = 4’1 v U”p = -500 V
NF-Lfg-str:ngs— 7 9, §' = 19mAN | Impulsdaver=10% Ng:'fé{ﬂ —vaw | N = 35W
verstarker " o . Gl =1, =
| 8 o, u 20 | :’:lnu( :‘E;r;zle, Ltl_-_]gf[ (50 W U_ » i'sg :"V
Triode/power ? g Pentode miax . = =07V u2 5
pentode | U =200V | Puise time = 1094 I = 95 mA
Trinda: i U:E_ av per pirmd, RE."I i 2 Mo
multivibratar | "= 0oV max = 2M5 Upk = Loy
o fige) — = = Mka
AF amplifiers 25 v o ] 1k e
Paitades Kf:.lpuznolen « Capaocitances =y
vertical | Triede Pentode ! Ug mittels ET.;
deflection fcy 21 pF €. = 43 pf U, by Ry
power g = 08 pF - = 48 pf N Y et
ir;piinen [y = 0 pf Ceria < 02 pF fixed grid bias
power =i =
amplifiers | ST < 0.2 pF
| CaTinP < 1,20 pF

ECL 82

Tricde/Fentode
mit getrennten
Kathoden
Triode:
Multivitrator
MF-Verstarker

Pentode:
Vertikal-
Ablenk-
Leistungs-
verst@rker
MNF-Leistungs-
verstarker

Triede/pentode]
with separate |
cathedes
Triode: |
multivibrator
AF amplifiers
Pentode:
vertical
defection

o
!

Pica 9
Moval
Grafe 12
Cutlines 12 |

Stift - Pin

1
2

W N bW

a7
kI"
50y
9,

indirekt gshsizt

Uy =

63V

Triode

Ip ca.780 mA | NF-Verstarker

indir. heated R=3Ma
Triode Yy ﬁ'ﬂ 200
U, =topy |8 = 20 20
Ug P 0 v F‘g’ - &80 630
Iy =35mA [Re = 27 22
§ = 25mAlV Iy 0,43 052
p = 70 Yierr = 25 2
= 51 52
Pentode | k = 23 1.6
U, =200V
U, =200V | Pentode
e ~16y | Eintaki-A-Beirieb
]fT, a5 mA | Closs A amplifier
lgg= 7mA Uy Sl
5 =¢&4aman Yes =il
= ke | Yy = =S
i =95 |l3 k3
sy =72 | &
| lga = B
Ry 32
U’;] el {Ni = [
M (1091 = 33
Uy o [S0mW) = 0,59

in Widerstandsverstarkerschaltung
Resistance-coupled amplifier

2Ma |

Rg =
170 200 V
220 220 kg
680 680 ke
= — k2
05 041 mA
20 25V
53 55 fach
14 14 %
200 200 V
170 200 Vv
=125 =& 'V
35 35 mA
6,5 7 mA
5.6 56 ko
5.8 646 V
34 35 W
0.56 06 V

Triode

i -
[EP )

1

i
Ik."}lr ) =
Rg].j j
A
Z (50 Hz) =
Ugp
Rk
Pentode
LlﬂD

Iy
g2 ausgest,

N
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Allgemeine Daten Betriebswerte | Grenzwerle
Type General data Typical operation ‘ Maximum ratings
ECL 82 2 Rohren in Gegentakl-AB-Belrieb Iy = 50 mA
. i 2 tubes push-pull, class AB Ry A = 2Ma
1 orls_a{zurjgl U Za 170 200 V B 1’1 = 1 Ma
[continuation) U;z - 170 200 V | fia — 150V
Ry = 135 165 Q Rek = 20 ka
g Iz = 2¢33 235 mA e
omplifiers i ¥ 2: 3 mA 1) Impulsdover =49
AF paver | : b = 262 65 mA einer Periode,
amplifiers I:;I:ms"ﬂal.. = 2015 2165 mA LT = 0.8 ms A
| Ry 2 — 5 5 o Pulse time = 4%
Ug] et Ny = 9 109 V per period,
| N = 7 9 W e 0.8 ms
K = 4 48 9% 3 Uy, mittels Ry
! Ug by Ry
i U;ift.'i_f.
fixed grid bias
Kapazitaten + Copacitances 5 UB nur durch 25
| Triode Pentode erzaugt
o =3 _pF &l = %40 bR U,, produced by
| €a 43 pf g . 8 pf voltage drop ocross
| g = 44 oF Sofm < 03 pF Rgonly
'Cg” < 01 pF cg,” < 03 DF
Triode/Pentode
CATIsP < 0,02 pF ol P < 0,025 pF
Cerup <002 PP Cupp <025 pf

ECL 86

MNF-Triode/
Pentode

mit getreannten
Kathoden
Eintakt-A-,
Gegantakt-AB-
Schaliungen

AF triode/
pentode

with separate
cathodes
class A
amplifiers,
push-pull,
class AB

Pico 9 Up = 63V
Noval Iy ca.700 mA
Gréfe 12 indireklgehaizf.
Outlines 12| indir. heated
Stift » Pin Triode
! oy U, =250V
2 kp U, =12V
3 g, I, =12mA
4 ¢ S = 16mAN
5 f p =100
6 ap
7 kps Pentode
9y 5 Un =230V
3'
8 g V=20V
1 e
9 op Qo ===V
Iy = BmA
lon= 6mA
2
58 =10 mA/V|
R, = 48k
"gﬂm =21

Triode als NF-Yersiarker
Triode as AF amplifier

Uy, = 20 20
Ra = 220 220
ﬁw’ N = 680 680
Rg = 10 10
Reon = @ 4
5 = 042 06
Uy et = 32 32
v = 66 70
k = 04 0.4
Pentode
Eintaki-A-Betrieb
Class Aamplifier
Uy = 250 250
U = 210 250
ka = 130 270
i =3 26
l:l ausgest. = 355 z
'nnusgast. i = 3 255
Ig.‘, = 56 4.4
ig‘:ausgsul. = 1 8
ngnusgcst.. = 105 13
Ry = 7 10
Ugl off 10 MW) = 0,28 028
Um off (N for k= 109}

= 3,1 27

37
kg
Ma
ka

Triode
u, = 30V
N, = 05W
I = 4 mA
Rg.'] = 1 M2
Rgsl o 2 Mo
R4 = 2Ma
Upe =100V
Rffk 7 = X
Pentode
U, = 300V
Uy = 300V
N, = 9W
N9 = 15W
Ng.z"] = 3,250 W
Ik - 55 mA
R 1 = 1 Ma
g o= 100V
RU‘S = 20 k2

1) Gitterableitwider-

stand der folgenden
Endstufe
Grid resistance for
next power stage

7] gemeinsam
common
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Allgemeine Daten

Betriebswerle

Grenzwerte

Type General data ‘ Typical operation Maximum ratings
ECL 86 1 Ugyorr N1 = 32 4 38 v 3) bel Aussteverung
[Foitsatzing) Nifdrk=10% = 4 28 4 W biszum Gitterstrom-
'cm“numigﬂl | N3 =495 36 45 W einsotzpunkt

k3 = 12 7 14 9% at level to contoct
Entspricht + Equivalent potential
[Tpins =53 81 7V 9 Uprest
£y ask Bxed Grid bios
2 Rohren in Gegentakl-AB-Betrich % Ug mittels Ry
2 tubes push-pull, closs AB U;c by Ry
Upa = 250 o v % U, nur durch Rg
Ul_¥2 = 250 300 V erzeugf
Rk ) = 20 130 2 Ug produced by
ly = 325 2« 31 mA valtage drop across
lyausgest, ) = 2855 2:365 mA Ry only
les = 2«56 2« 5 mA 1) fur Phosenumkehr-
]_L;_-z sitisgeat; )= 2xBF 2 11 mA stufen max. 120 kQ
| Raa = 82 2.1 ko for phose-splitting
Ugy e (SOMWI = 20,24 2026 V stages mox. 120 k2
u o it INI3) = 255 2x84 V 8 bei Avsgangs-
M3 = 10 136 W leistung =0
kg“ = 5 4 % ot output powar=10
%) bei max. Ausgangs-
leistung
at max.output power
9 ‘nur kurzzeitig
only short time
|
|
|
Kapazitaten + Capacitnnces
Triode Pentode
Ca =21 pF (4 =MW pF
[ = 25 pF €y = 95 pF
Calg = 14 pF Catey < D4 pF
et < O06PF  cop < 02 pF

B9 NISHOY

ST/ P < 02 pF
CeT/aP < 0,006 pF

zwischen Triode/Pentode
between triode/pentode

SeTigp < 0.02 pF
Carap < 0I5 pF




Troe Allgemeine Dalen Betriebswerte Grenzwerle
@ General dato Typical operation Maximum ratings
=
2lECL113 Pico 8 Up = 63V | Triode Pentode Triode
o Rimlock lg ca, 600 mA | NF-Verstarker Eintakt-A-Belrieb U, = 290V
Z | Triode/Pentodel Grane 53 Sdirekigohalil GF amplifier Closs A cnlphﬁar Ny = W
Triode: Qutlines 83 | |ndir. heated b = |20 Uy = 20V Ry = Lima
NF-Verstarker | ... : Ug =-5V Ug, = 20V Iy = G@mA
Pentode: s g A = 23V | pentod
NF—E_eIST'n 5= : il ly = 050 ha = u i = 250V
S 2 ap v = 45fach | = 35mA | & s
versiGrker 3 op Rtﬂ — 195 kQ Ny = 65W
Triods} 49 RB’ = oo NG =
fpentoda 5 g RL 1 M Noz = 1w
Hiata: 2 g T f = =
i;ode. 5 6 gp Uglmﬂ’ N Nesnusgest, = 2 W
amplifier 7 k Oy — a1y Iy = 40 mA
pentode: 8 f N109%) = 225 W Ry =12 M,Q
AF power U 50 mWI R = 2k
srett |
omplifier —p2y |Ymk = SOV
v = B0 fadch
Kapazitat + Capacitence
‘g’I‘InP < 0,02 ﬁF

ECL 305 Pico ? U[ = §3ImA |1 Messung nur im Impulsbetrieb zul@ssig. Es | Triode
MNoval If ca. 850 mA ist darauf zu adhten, dab die Grenzwerte U;; = 300V

Triode/Pentode, Grape 12 . von N, und N g, nicht iiberschritten werden. | Ny = 05W
mif getrannten | Outlines 12 d'f“c"“f“h Measurement admissible in pulse operation | |, = 15mA
Kothoden X d'f“ﬂ_""_': only, Attention must be poid that the | I %) = 100 mA
Triodas 5“]” * Pin conditions maximum ratings of N, ond Ny, are not | I3 = 200 mA
Oszillator und 2 o Triode exceeded. Rt = 1Ma
Vorverst@rker [ 3 ET U, =100V | % Impulsdauer mox. 4% einer Pericde, Ez 5 = 33 Ma
Benfodos | 3 &F U, =085V max. 0.8 ms. Uk = 0V
Vertikal- | 5 f I, = SmA Fulse duration max. 4% of one period, Uk = 20kQ
oblank- e S = 55mAlV| max. 0.8 msecs. Pentode
Leistungs- 7 gp o= & 3) Impulsdaver max. 2% einer Periode, Uy = 300V
verstarker 8 k;' RI = 1ka mox. 0,4 ms Uaa[l ) = 2 kV
Tand gy 8 Pentode 1) Pulse duration mox. 2% of one periad, N, = BW
rfohdslpsnlﬂde 9 g U, = 65V max. 0.4 msecs. Ny 4 = 105 W
X b 1
Flousopnre u..=210V qU.,,U .+ + fixed grid bios, Ugy = 20V
cathodas U2 Sy g~ ] faks = N = 15W
i i 81 _ N 9 Ug, Uy autom, = cothode grid bias. erzq e iy
oscillateriand Iusn = 45mA % eingeschrankte Normaigrenzdaten. |k"'2 = 75 mA
pre-amplifier 82p design maximum systems. R 9 = 1 Ma
Pentode: f Rm %) = 22 Ma
vertical Upe = 200V

8 deflection | ek = 20kg

< | power R :

= | amplifiers Kapozitaten « Capacitonces

- Spap <1 PF Cgpy < DISpF

o Cerap < 005 PR cuiy <02 pF

= Callgy < 0,08 pF
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Allgemeine Daten

Betriebswerle

Type | Grenzwerle
! General data Typlcal opération Maximum ratings:
|
EF 80 ‘ Pico 9 U =63V |req = 1k u, = 30V
| Moval lI co. 300 mA resn]' = 10 kQ I‘\-ln = 25W
HF/ZF-Pentode 5 T e A - =
; e Sl b =300mA | 1) siift | mit SHift 3 verbunden N ol
HF/ZF- Outlines 10| 4, ca.63V ; Sk N, (N, >18W)
Verstaikar [ A =t - Pin 1 connected to pin 3 = 07 W
Breitband- T‘]f TN indirekt geheizt Ny (N, <1.8W)
Verstarker k indir. heated = 09W
9 I = 15mA
FF/IFpentods | 3 k Ry, - 1Mo
RE[IF ‘; b oY = 05Ma
amplifiers p ; U = {5y
wide-band- 7 r_t'l R = 2ka
iR 1 -8
amplifiers ‘ 8 o, Itz} 25 mA 2 U"l mittels Ry,
9 o S = 74 mAV Ug: by Ry
it R, = DSMa | y Us]f :
| mifes
Hegrgy =50 | ﬁxedtgrid bias

Kapaozitdten « Capacitances

s = 75 pF
€] = 33 pF
Crfa < 0,007 pF
Copip < 0,15 pF

EF 83

Regelbare
NF-Pentode

MNF-Verstarker

Remote cutoff |
AF pentoda
AF amplifiers

|
Pico 9 Uf = 63V |
MNoval lg co.200 mA
Grofle 8 :'|[ = 200 mA
Outlines 8 ; U[ co.63V
Stift - Pin i indirekt geheizt
| Gy indir. heated
2 3
3 k U:. =250V
4 Ug= OV
5 f UI_‘.3= 50V
i Ugr =16V
7 s [lg = 4mA
8 g, | |g2:1:|; mA
9 g [5°=1.6man
1 R; =125M0
Mgy = 10

MNF-Verstarker
in Widerstandsverstarkerschaltung
Resistance-coupled amplifier

U]I —g 250 V

by = 0 v

Ry = 100 L0
= = 320 ko
4 = 3 Ma
el = 1 Mo
=1

:‘j:\vfl' - . 8 5 :

i = = T

bt = 18 1,65 mA
124 = (.55 0.25 mA
' = 105 16 foch
k = 15 23 %

U, = 300V
[Ny = L
Uy = 300V
Ny, = D2W
I = & mA
R s
= £
Upp « = 100V
Uge. = 50V
Rk = i kD

Kapazitdten - Capacitances
Cpi=ch ipF
€, = 5 pF

Coppg < 005 pF
Cepip <~ 0.0025 pF
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Allgemeine Daten

Betriebswerte

Grenzwerle

Kapazitaten « Capacitances

Cs = 4 pF
c; = 55 pf

Coria < 005 pF
Cgyp << 00025 pF

Type General data Typical operation Maximum ratings
EF 85 Pico 9 Up =63V HF/ZF-Yerstarker U, = 300V
Neoval Iy ca.300 mA | RE/IF amplifier N, = 25W
Regelbare | GroBe 10 [} —300mA |Us™Yp = el S Uis =00
HF/ZF-Pentode | Quyilines 10 Uy ca.63V Ug‘s = v Nm = 065 W
HE/ZE- y . R a = &0 ko Ik = 15 mA
Vorstarker | SN oPin lindirekigeheist Uy, = 2 85 V R, = 3Ma
Breitband- ; k indir. heated fU;,"z = 100 —_V ik = 150 Vn
Verstarker 3 f‘ U, =250V [ ::Il = 2‘[2 = ::: ik = Dk2
Y = 1L
= £2 '
Remote cutoff 4 f EE____ !ng I S = [ 0,06 mAV
RF/IF pentede : f U!‘?_ 2y Rs = 05 >5 Ma
" =
RF/IF 7 a '[,lm= 10 mA
omplifiers g o i ,= 25mA
wide-band 9 Bz 5?' = émAV
amplifiers 3 Mool = 26 |
Togg — ke
faeq = 1AK2
Kapazitaten - Capacitances
Ty = &9 pF ety S 0,007 pF
€ = 32 pF Coif < 0,15 pF
_— -
EF 86 Pico ? Up =63V NF-Verstarker U, = 300 V
_ Noval lg co.200 mA | in Widerstandsverstarkerschaltung N, = W
NF-Pantode Grofe 8 l. = 200 mA Resistance-coupled amplifier ng = 200V
rayscharm Outlines8 | \f Uy = 25 300 V.| N = 02W
Upca. 63V &2
NF-Eingangs- | =t Ry = 100 100 100 100 k@ | I = 6mA
stufen S*IIH'P"" indirekt geheizt| Ry, = 470 30 30 30 ko [Ry IN,<02W)
e 9y indir. heated Rm' = 330 330 330 33 ka = 10 M2
i 28 TRE=T VI =15 1 1 1ke [RyINg>02W
o Sk o ov Lk = 1 165 205 245 mA = 3me
pre-amplifisrs | 4 f eainy |V = 95 106 12 116 fach [RyN = 22Me
: Z O oy |Usentk=5%I= 2 4 50 &V ks = 100V
0n =
v.3 la= 3mA |u, =1 20 2 w0y |- T2
8 g, lg,= 0.6mA | R, = 220 220 20 20 ko Ik .
9 g, S = 2mAlV Ris = 1 1 1 1 Ma |y UEI nor durch Rlﬂ
Ry = 25M0 | R’ = 80 420 430 &80 k9 erzeugt
Mrotgy = B | Ry = 27 2,'_1 22 22 ko Uy, produced by
I =035 075 09 11 mA voltage drop across
v = 150 170 180 188 fath R, only
Uperglk=5%1= 245 36 46 5 V &Y




: Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
o ype General dota Typical operation Maximum ratings
)
21 EF 89 Pico 9 Uy = 63V | HF{ZF-Versliarker U, = WV
. Moval Iy ca.200 mA RF/IF amplifier N, = 225 W
Z | Regelbare Grabe ? ;direkrgaheizi- U, =Uy = 200 250 v ng = 300V
HF/ZF-Pentode | Outlines ¢ | . | Uy = 0 0 v M = 045 W
| ASWHIRES ¥ | Indir. heated £3 - o £2 -
iz [~ i | Ry, = sk | = 165 mA
Versiarker Stift-Pin U, =250V | Ry = 13 6w e Ry = 3mMn
L Ugs= OV | Ug =-195 20 195 -0V R,N = 2Mo
Remote cutofl | 2 @ Ug=100V |1 =1 = g — mA | Ry = l0ke
RF/IF pentode | 3 k Ug,= 2V | g, = 38 — 3 — mA | Rey = 20k
REIIE 4 f Iy, = 9mA |5 = 3,85 0,16 35 024 mAN | Ugy = 100V
=t 5 f [1,= 3mA |FR = 055 — 09 — M@ |———
amplifiers | £2 i x X
£ 6 s S = 3.6 mAN Taeq ca. 42 — ca. 42 — k2 ' U;_n nur durch Rg]
7 a |;-i = 0,9 M2 Emeugld _d 2
& g m =71 gy Produced by
| 9 g: 52/ voltage drop across
| Rlﬂ only
i
|
| Kapaozilaten « Capacitancas
ca to. 55 pf Copja < 0,002 pF
| 6y gau 51 pF €y €0 005 pf

EF 183 Pico Up = 63V HF-Verstarker U, = 250V
MNaoval lg €0.300 mA | RF-amplifier N, = 25W
Regelbars | Grated | —ampA | Y B % v U - mV
= m £
HF/ZF-Pentode | Qutlines 9 Ul' ca.63V ‘um = (i 0 Vv Nf_’z = 0,65 W
fiir e e e AUy « 900 Z0 v lic = 20 mA
ZFVerstarker | SHft-Pin  |indicoks geheizi| R = 24 &) ka B = 1Me
in FS-Geraten ; k indir. heated | LII:;] = -2 95 =21 =-12v R:: 7 = 0,5Ma
4] ————— = =
temotecuiofl | 3 k' (U, =20V @ T8 B0 0F G0 AL (e T 2N
RE/IF pentede 4 f Ugg= oV ' y i - 5w +1
for 5 f Ug= 0V Rﬂk Sy
IF omplifiers 6 s Ugy= =2V e S 2a
in TV receivers| 7 a l;l = 12mA U] ug: mittels Rk
8 8, Im= 45 mA . U_. by R
9 g § =125mAN| 3y £
: Ry =0.x0 ] fiead arid bi
) OMHz) ixed grid bias
= 13k
fasg — 5009
X
¢
= Kapaozitaten + Capacitonces
z e\ SEENIDE pF
o Ca =3 pF
5 Calgy < 00055 pF
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Type

Allgemeine Daten

Belriebswerte

‘ Grenzwerte

- General data Typical operation Maximum ratings
a Pico 9 U, =63V ZF-Verstarker | U = 29V
f g1
é EF ]84 | Noval ly ca- 300 mA | IF amplifier | N, = 25W
Z | HRZF-Pentode | Grofie 9 7“ At ai ] Us = 7 20 2V ‘zg,, = ?;fv
ZF-Verstirker | Qutlines ¢ U caE8 v Upy vy 0 0 Dy | R A
in FS-Gerdten . st Ugy = 70 WO 2V I = 25 mA
Stift- Pin  lindirekt geheizt| Ry, = 40 140 140 2 Ryl = 1Mo
RF/IF pentode | 1 k | indir. heated | 1, = 1o 0 0 mA Rud = 05Ma
IF amplifiers | 2 g, T o = 4] 41 41 mA Ugias = =Y
in TV receivers| 3 k * _Sow |8 = 186 156 158 mAV | Upe =150 V
4 i Ugs= R, co. W S0 40 ko Ry = Mke
3 ¥ U*’-C_’ﬁ: Wirafen = & 80 60 [
6 s Ugy =2 ri 4OMHz) = 10 10 10 ko ) Uy, mittels Ry
7 a Iu = 10 mA U m Ek
B g 12‘2 = 41 mA ‘ 3 U,__, o
9 Qz S = 15mAlV| fized grid bias
3 B =30ke |
Beofmy = &0 |
Tgp 140 MHz)
= flika
r:lf_'(l mﬂ
Kapazitalen - Capacitances
o = 10 pf
Co =3 pF
Cofs S 0,0055 pil:
L e S P

EH 90

Heptode

Boppelstever-
Rohre

Impuls-
Trennstufe

Heptode
dual control

pentagrid tube |

pulse
separator
stags

Stift «

Pico 7
Miniatur

Grofe 3
Outlines 3
Pin

! g

g5

R

0 tn S L MY
ha
(s}
=~

0 o
= -

=63V |
I 1{ ca.300 mA

lp =300 mA
Us co.63V

;Indirekrgeheizh
indir. haated

U, = 10 100 100 V u, = 300V
ng‘ = 80 3 30V 1o = 1w
Ugy = 0 0. =1 ¥ Upgsgg = 0V
U = 0 =1 0 v Ull'z:!l = 100V
% = 12 08 075 mA [N .. = 1W
}8'24-5" = 4] 4 1, mA Ik. = MaA
Sum S oo Bes mAN R = 047 M2
St = = L2 — mAlV|RY = 22Ma
i = = 07 M U, = 200V
Ugg lly=50pAl = — — 25V |Up 7 = 20V
Uy llg=50pAl = — 22 — ¥ e
| Rg = max. § M2
bei U g SOV
) Gleichspannungs-
anteil mox. 100 V
DC compenent
max. 100 V
| Kapazitaten - Copocitances
Coqgy) = 55 PF Calgy < 007'pF
S €l R L Cylgy < 0,356 pF
(-5 = 7.5 pF Cofs < 022 pF
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Tyoe Allgemeine Daten Beiriebswerte Grenzwerle
P Geaneral data Typical operation Maoximum ratings
El_ 84 Pico 9 = §3V Eintakt- 2 Rohren in Gegentakt- u, = 300V
N Cotdiings Naoval If ca. 740 mA | A-Betrieb AB-Betrieb i N, = 12W
e " | Grafe 12 T T 2tubes push-pull, u = 300V
pentode Outlines 12 |1nnd(;|r:.-l<i::::;ed:zt amplifier class AB haﬁ:; = 2W
Eintakt-A-, | stk pin g =20V Uy = 250 300V | Ny ausgest
Gegentakt- : Eh u, =250V g =20V U = 250 300V 4 W
A-, B-, AB- Up,=200V [Ry =132 R = 130 1@ |U, =-loy
Schaliwngen | 2 9 Upy=73V |1, = @mA I, = 281 286mA || = & mA
e s s ;g mA | lg, = 55mA s ausgest. Ry = _Ma
= £y = 55 mA R = 52 ka 27,5 2446 mA | R Y = D3 MR
pentode % S =113 mAlV Um r_-ff B0 mWl g = 235 244 mA ke = 100V
closs A | 5 R, = 40ka 03V | R = 20ke
% 7 a | gzauumaL 'k
amplifiers | E = Wygley = 19 Ugyere (NI 27,5 211 mA
push-pull, 9 = 4, R, 8 ska |"MUg FiEt -
class A, B, AB 92 N (10217 Ugu"{Nl = 8§ W0V fixed grid bias
=57W N = 1 7w |3l =3:03sA
NI) = &W K — 3 49 3) gemeinsam
common
| 2Rahren in Gegentaki-B-Betrieb
| 2 tubes push-pull, closs B
| v, = 25 30 V -
| Ugy = 28 300 V Kapazitéten
Upy = -1é& 147V Copacitances
[ I:\U = 10 275 mA % ca. 11 pF
' | 1a nusgest. 23,5 246 - mA |c, ca. & pF
| Ig?“ 21,1 2<0,8 mA |cxn‘a < 07 pF

leaausgsst, = 275 7 B mA ‘
P = 8 8 k2
| Ua-.nrf NI = 8 18V
N = 1 7w
Lk = 0.3 4%
EL 36 Pico 9 Uf = §3V ! Eintaki-A-Betrieb Uy = 250V
Moval ly ca,760 mA | Class A amplifier N, = 12w
NF-Leistungs- | Grspe12 |t o U = 100 170 ¥V u = 200V
indirekt geheizt! =~ 8 K2
pentode Outlines 12| trdir heored | Ue2 = 10 170V Ne =~ =178W
spezisll for Stift - Pi Ugy = %7 -125 Vv Mgz ausgest.
transformator- "] . u, =170V 15 = 43 70 mA =7 ey
loss 2 U= 170V | lm = 3 5 mA I = 100 mA
Gegentoki- 5 0 U =125V | 1o quizest. = Il 2 mA Ry = 1Mo
Stufen 3 N 1= 20ma | R =1 24 24 k0 Upp o = 300V
5 lgpg= SmA | Ug g (N =143 7V U = 100V
AF power ° T S = 10mANV N(10%) = 12 56 W fx = @
pantode 7 [ Ri = 23k0 Ugteff {50 mW) = 0,55 05 vV .
asaetially for 4 E. Uty = 8 ) Uy, mittels By
single-aended 5 Ug, by Ry
push-pull 9; 2 Gleichspannungs-
stages anteil max. 150 V
5 [ DC t
g | Kapaziléten  Copacitonces ma:t;gopsnen
= bes =12, - pk
Z c;‘ = 4 pf
= | Coyfa = 1 pF
Y gt < 025 pF




Allgemeine Daten

Betriebswerte

Grenzwerte

{continuotion}

b
L6222

Uy = 30V [I)
1h:} N 69 mA E
Ihauageat. = & mA I“‘m 1
R_,l = 1 k22 Bl
UF! eff IN) - 57V
N (2,3%) = 48W ;’;R
Ug ogg 150 mW) = 0,55V 5

G
Uy = 300V
i) 52 mA
I:(lI ausgest, 51,5 mA
leatto =
leall ausgest. 10,1 mA =)
& = 800 @
Uy opr (NI 9.2V
N 12,99) = T75W

UmQHIEO mwWi

oy =300¥

2 Type | General dota Typical operation | Maximum ratings
=

g EL 84 Transformatorlose Gegentakt-Endstufe mit 2 Rohren EL86

§ (Fortsetzung] Single-ended push-pull stage with 2 fubes EL 86

EL 95

MF-Leistungs-
pentode
Eintakt-A-,
Gegentakt-
A-, B-, AB-
Schaltungen

AF power
pentads
closs A
amplifiers
push-pull,
class A, B, AB

£ NIYHOY

Pica 7 UI’ = 63V Eintoki-A-Belrieb Uy =
Miniatur Iy €o-200 mA AB-Belrieb Ny =
| GroBed l[_=_21_30 ma | Class A emplifier 2 tubes push-pull, U,
Outlines 4 U ca.63V class AB Ny i
SiftoPin iU, =200 250V U, = 20 250V | MNgzausgest,
I =Fin indirekt gaheizt U..- =200 250 V U = 200 250V =
; o indir.heated | g#? — 239 390 0 R = %0 3609 |k =
g e =
3t 2 (U =20V |l 2B 2AmA L =275 222mA ﬁ‘“ £
4 f Ugg =250 ||.:2 = 42 45 mA aansgest. Rfﬂi =
=N Um__ =) B, = 8 [10kG2 = 220 246 mA ik
& o, | |“ = 24 mA Ug] eff (N IS‘N = 2:32 24,2 mA
7 g I, = 45mA =t SV b2 anegest.
1 s = smav N12%! = 252 27.5mA
R; = 80kn i = rE{f W]S w EI“ = {N:?] 10 k2
= S0'm = 1
Mezler = V7| CE1el Ty s v g 9y
N = 4] TW
k= 45 5%
. Ug'l off 150 mW1T)
') je Rohre = 05 05V
Kopazitaten - Copaocitances
Ca ca--53 pE Cila < 04 pF
¢, co. 35 pF Coyf < 0.2 pF

2Rahren in Gegentak!- |
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Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
Type Generdl data Typical operntion Maximum ratings
EL 504 Magnoval | Uy = 63V 3 e T | BN Yo = 550V
GraBec | ! cal35A v T - Uy = 20V
Leistungs- i 77| ST 3 + ERE UEnd) = 7 kY
pentode fur Otiings m.dlr.ek'rgahe:zl é I Nuh] siehe Diogramm
Horizontal- stift - Pin Indfincheatied 2 (]  ses ciagran
Ablenkstufen 1 g dynamisch Mgz 1T U = g :
in Fernseh- 2 g Hynamia 2 i bt =
Empia 3 kg Y = M siehe Diogramm
mplangam 4 f' 3 conditions 1 T 22 see diagram
Power 5§ Ly = 2V " Iy = 250 mA
= 5
entade for 6 Ugas 200V 4 Ry 3 = 22M2
i o U =10V y = 05Me
horizontal 7 g, By A =]
deflection 8 kg lagp'll =420 m Up® + = 20V
i 93 Imw']m&ﬂmr\ 1 Toleranz-Grenzdaten, Ri;k = %0kp
stemas il Kg 385 Design maximum ratings. ’K’ullwn 6§ = 280 °C
TV receivers oppe a 2 Nennwert-Grenzdaten, fap® = 140°C
Copa Design center ratings. G
%) Gleichspannungs-
1} Messung nur im Impulsbereich zul@ssig. komponente (k-]
Measurement admissible in pulse max. 160V
operation only. DC component (k=)
I Impulszeit max, 229% einer Pericda, meise: 100V
et = Bus, Uy abs. mox. B kY 4) Absoluter
Kapazitaten Pulse fime max. 22'% per pariod, Grenzwert.
Capacitances tonx = 18 05, U ., abs. mox. B.kV A tote maximian
Ll < 2 pF|?Y Um aitom, * cathode grid bios rating.
Copsp < 04 PF [ 4 Uy, g * fixed grid bias

EL 508

Leistungs-
pentade fir
Vertikal-
Ablenkung in
Farb-FS-
Empfangern

Power pentode
for vertical
deflection in
colour

TV receivers

Magneval

Grabe 57
Qutlines 57

Stift « Pin

i
2
3
4
5
&
7
8
9

Uf - 6.3\1"
lp ca.830 mA
indirakt gehsaizi|
indir. heoted

dynamisch

dynamic

conditions

U, = sV

Uge 2V
n -1V

)gan 1= 320 mA|

u
4sp 3
lagp' = 60 mA

Y

)}

U

Messung nur im Impulsbetrieb zuldssig. Es
ist darauf zu adhten, dab die Grenzwerie
von N und Ng nicht Gberschritten warden.
Meusuramcn!démissible in pulse operation
only, Attention mist be paid that the maxi-

mum ratings of N and M, ore not excesded.

Impulsdover max. 48, ainer Pericde,

ober nidit langern als 08 ms,

Pulse'duration mox. 4%, of o period

but not'longer than 0.8 ms.

N5 max. 4 W ols: Teleranzgrenzwert. Die-
ser Wert darf mit einer Réhre mit den pu-
blizierten Daten (Nominalréhre) unter kei-
nen Umstdnden iberschritten werden.

Ng, max. 4 W design maximum rating. This
rating must not be exceeded with a tube
with the published dota (bogey tube) under
the worst probable operating conditions.
Uei tost * Fixed grid bios

i1 auton. * Cathode grid bias

Kaopaozitaten . Capacitances

Crila
eyt

1.6 pF
< 02 pF

u:lﬂ = m v
Uy = 400V
L':‘L*[I:l = 2“5 kv
N, = 12W
u = 700V
g20
DAy
Ii:ﬁ = 100 mA
B i = ITMa
Ry% = 22M
Uge = 100V
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Type

Allgemeine Dalen
General dota

Betriebswerte
Typicol operation

Grenzwerte
Maximum ratings

EL 509

Leistungs-
pentode fir
Horizontai-
Ablenkung in
Forb-FS-
Gerdlen

Pawer
pentode for
horizontal
deflection in
caclour TV sets

Mognoyal | Uy = 63V 1) Messurig nur im Impulsbetrieb zulassig. Es
Grabe77 |l co. 2A ist darauf zu achten, defb die Grenzwerte
Outlines 77 | {ndirekt geheizt von Ny und N, n:ch! uba'rschrnmn werd?n.
i Measurement.admissible in pulse operation
Stift + Pin Inglits houted only. Attention must be paid thot the maxi-
1 g, dynamisch mum ratings of N and N,_:znre not exceeded.
2 gy dynamic 3} Impulsdauer max.22% siner Pericode, <18ps
3 Gy conditions Pulse duration max. 22% per period, S 18us
4 f u, = 20V i N, mox. 40 W als Toleranzgrenzwert. Dieser
5 i UI;:; = oV Wert darf mit einer Rohre mit den publi-
6 3, Mo = 75V zterten Daten (Nominalrhre) unter keinen
7 g, Uy, =-10V Umstanden barschritten werden.
B g la:,p"" 800 mA| N, max. 40 W design maximum rating. This
9 k iww‘i—?ﬂ mA| rating must not be exceeded with a fube
Kappa a = with the published date (Bogey tube) under
Copa | the worst probable operaoting conditions.

M., max.9W als Toleranzgranzwert, Wéh-
rend derAnheizzeit darf N, mox. 14\W sein,
N... max. ?W design maximum rating. During
the heating-up period N, may be mox.14W,
Feste Gittervarspannung + Fixed grid bias
In stabilisierten Schaltungen.

In stabilized circuits.

Abszoluter Grenzwert § kY.

Absolute maxium rating 8 kV.

i

e

Uuo = J0OoV
U, = 40V
Upepd = 7RV
N = oW
N, By =31 W
i+ g2
Ugpo = 700V
Uz, = 25V
N,y = 7W
B2
Uy ™= 390 V
I - 50 mA
Ika;i 1 = 1200 mA
Rgi 5) = 500 kQ
Ry 22 Mo
R = 10ke
€3
Ug‘.l = 50V
U™ = 20V
'Kolb&nwi: 3@ °c
tetire = 140.°C

3} In Triodenschaliung g, mit @ und g5 mit k

verbunden.
In trinde circuit g, is connected 1o a and
g, with k.

G 0= 42W als Teleranzgranzwert.

3 e 42 W as tolerance maximum.
Absoluter Grenzwert.
Absolute maximum rating.
Toleronz-Grenzwert - Design maximum rating
Es ist sicherzustellen, dofi durch ausrei-
chende Warmecobleitung Gber Fassung und
Fassungsfzdern die ongegebene Stifttem-
peratur in keinem Foll Obersdhritten wird.
By heot conduction throughout socket and
sockal contact springs must be assured that
this abs. mox. temperature of the pins is
naver exceeded under the worst probable
conditions,
Gleichspannungskomponente k=) max. 100 V.
DC component (k=) max. 100 V.

"y
12

13

Kapazitaten - Capacitances
25 pf
< 0.4 pf

Soia
=g/l
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T Allgemeine Daten | Betriebswerte ‘ Grenzwerle
i General data | Typical operotion Maximum ratings
EL 805 Pico 9 Lty = 63V ! 1) Messung: nur im Impulsbetrieb zulassig. £5 | Uy, = 550V
MNoval Ip co.76D mA | st darauf zu ochten, daB die Grenzwerte : Uy = 30V
Leistungs- Grobe 10 [indirekt geheizif YO" N, und Ny, nicht .ube.rs:d-mtlen werden. | Ugp @l = 2V
pentode fir Outlines 10 | indir. heoted Measurement admissible in pulse opera- | Ny =1 T
Vertikal- d . : tion only. Attention must be paid that the | N %) = 105W
iﬂ.blenkﬂufe:\ ST'F - Fin dynamisch | maximum rofings of Ny and N, are not LF;!.‘.lJ = 550V
in F5-Gerbten 9 dynamic | exceeded. Us,y = 250V
2 — | condiitans 7 Impulsdauer max. 4% einer Periods, N, = 15w
Powsr 3 g, U, oy max. 0,8 ms. Nessl = 2w
pentade for 4 f U, =170V | Pulse diration max. 4% of one period, Iy = 75 mA
vertical 5 f UH; = v | mox. 0.8 msecs. R.,‘ 3 = 1 Mo
aflaction i frs | e E
?;f:i‘?s'c" Ly ‘; : ) =500 mA :] Uy teat © fixed grid b.ms_ - R Y14 = 22Mo
3 <G, gasp']= 35 mA I Upy qtom. * Cothode grid bios Uik = 100V
9 | 5t Tolaranzgrenzwerl, Rk = 20ke
g=c= u, = &V Dieser Wert darf mit einer Réhre mit den
| Ur.:z =210V | publizierten Daten [Nominalrdhre] bel nor-
Uu] = _‘:V | maler Vertlkal-Amplituda unter keinen Um-
I»._--|.I] =285mA  ganden Gberschriften werden.
loy/1= 43 MA Pagign moximum rating.
Under no circumstances maoy this value be |
excesded with o tube with the published |
| dofa (bogey tube) at ordinary vertical | —
amplifude. Kapazitaten
& Gilt quch fir stabilisierte Schaltungen, Capacitances
Applies for stabilized circvits also. Cerin < 125 pF
Corp: < 027 pF
2l ¢
ELL 80 Pico # Up = 63V Beide Systeme Beide Systeme per System
MNoval I co.850 mA | Eintokl-A-Betrieb Gegenlakl-AB-Belrieb | U, = 300V
tlF_;?UF’PE[‘ Grabe 12 |indirekt geheizt The two systems The two systems N, = AT
Doe‘nr;;gs- Outlines 12| indir. heated class A amplifier push-pull, class AB ';]Fz = 30V
2 Kanal- oder | Stift + Pin =T Ea = 20V U, = X0y Nxz = T2 W
Gegentokt- 1 o, U =28V £2 = Y Ugg = 20 £2 ausgest. g
schaltungen 2 g ut = asgv R Tl = 1oy Rt = 1@V = 25 W
3 o oSy | = UmnA I, = 22 mA | Ik = 40mA
AF twin power| 4 lm_ 24 A lﬂ = 45mA |, Sy Rgl = 2 Ma
pentode & f e 45 A Ry = 10kQ = 22 mA | Yk = 100V
2dannelor | 8 O1 | 57= smAN L,ift et = A2V g, =242mA (R, = Ak
push-pull 7 kO | gy =17 =  3W e ausgest.
circuits a1, 8 Rgz.__g_' 95 L0 k = 109 = 29 mA
8 ay i Uy, eff 150 mW) Rya = Nka
? gy = 04V Ugierf = 8V
N = B5W
) gemeinsam k = 5%
common T 150 mW)
) per System = 05V
Beide Systeme Gegentokt-B-Betrieb
The two systems push-pull, class B
Uy = B0V - Rey = L l0iA
g2 = POV Ugqgli= B85V
Ug = -2V N ?2W
lao = 21 mA k = 59
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Allgemeine Daten

Grenzwerte

Type Betriebswerte ‘
General date Typical operation Maximum ratings
EI.L 80 Iy ausgest. Ug] eff 150 mW])
|Fortsetzung) | = 2x98.5 mA = 04V
(continuation) :Ir:o = 2:2,3 mA
B2 ausgast.
= 2«B,8 mA

Kepazitaten + Capacitances

System |  System Il
Cam == =R
|eg =45 = 45pF

| Egqra< 0,2 <0,15 pF
cém <0,2 <025 pF
zwischen System | und System 1|
between system | and system ||

Salfgrr < 0.008 pf
Sullferr < 0.008 pf
Culyall < /0.8 pf

EM 80

Abstimm-
anzeigerchre

Tuning
indicator

Pico 9 Uf =63V UL=Uh"= 200 250 v
Noval Iy ca. ZOmA | R, = 05 05 Ma
Crobe 10  |indirekigeheizi| “& = Dande G N
Outlines 10| indir- heated Iy, = 1,5..27 2...346 mA

I, — 380..40 480.. 50 pA

Stift « Pin al) = 0..2 0.2 mm

1 —

2 E ) Bogen des Leuchtwinksals in mm

3 — Arc of luorescent angle in mm

4 f

81

6 —_—

7 a

B _—

¢ L

U = 300V
N, = 02W
Ur, =
:};fk -
Ry =




Tyoe Allgemeine Daten Betriebswerte CGrenzwerie
> P General data Typical operation Moximum ratings
=
91EM 84 Pico 9 Up = 63V | Sfift 7 mit Stift 9 verbunden U, =U, = 300V
= Noval lf co.210 mA | Pin 7 connected fo pin 9 Ny = 05W
< | Abstimm-vnd | GraBe 11 [ndiroktgeheizt] UL=Up = 280 V Migax = S0
Ausstaverungs-| Oulines 11 Indir. heoted ||| Bg = 470 ) U min = 170V
Anzeigsréhre S, e z . ng 3 Mma Rg = 3 M
1. =
Tuning and ’l a g UK i 0. =22 ¥ i = 3 ma
rnr‘"‘ulﬂt’[-cn 2 == Iy = 10..18 mA Yk = MG ¥
inéi?cn‘ar 3 kg I:s = 0,45..0,06 mA Rik s
U 4 I' ang a =21£5.. 0 mm "Kolben = 120 °C
5 f
6 L
i |
8 —
9 a
EM 87 Pico ? Ui =63V Stift 7 mit Stift ? verbunden ULma.x = 300 V
Naval lg €a.300 mA | Pin 7 connected to pin 9 Urimin = 170V
Abstimm- und Gréfe 11 mi UL = Ub = 250 v U&= U“' = 300 V
Aussteverungs-|  Qutlines 11 by ==k Roise = 100 kQ Nop = 04 W
et Upca.63V o+ 8 a
nzeigerdhre ) . | Rﬂ.’ = 3 Ma [ = 5§ mA
’ Shft = Pin indirekt geheizt Us. = 0 -0 =15V Re = 3'M0
Tm“:éz?u':lf;i ; 97 indir. heated | Ugqohtioss - -1 v Uy =100V
e I, = ] 1B 2 mA Uk - = 100 V
tadictigy i k. oL o = 2 05 02mA Rerk = 100 k2
; : o = 21 0 —1,5 mm fKolven = 120 °C
& L 1] Megative Werte der Schattenlange bedeu-
7 st ten Uberschreidung.
i = Die fiir @ = 0 erforderliche SchlieBspannung
? ap Ugenltlicsu kann erniedrigl warden durch

erringern von Up, z B. mit Hilfe eines
Varwiderstandes; der Betrag der Uber-
schneidung bei Ug=—15 V wird hierdurch
grofer.

Megative values of the shade length mean
overlapping.

The closing voltage UK schliess required
for a=0 can be reduced by decreasing
Uy, with the aid of o series resistor for
example, when UE is =15V the amount of
overlopping thus increases.

4L NIHHON
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Tyse Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerle
¥R General dota Typical operation Maoximum ratings
EM 800 Pico 9 Up= 63V Stift 7 mit Stift @ verbunden Uph = 2000V
MNaoval lf €c.300 mA | Pin'7 connected to pin Upmin = WOV
Abstimm- und Grofie 11 "]-m UL=uh_ 200 240 v U.’I L 250 vV
Aussteverungs-| Qutlines 1) | J ca. 63V | Rasat 200 20 ke (M = 06w
Anzeigerdhre | : Bt i R - 1 1 Ma | = 5mA
o . Shlﬁ + Pin indirekt gehaiz J‘;;g = 0 -85 0 -0V & = 3JIM2
arangLon, a7 indir. heated | |- =ong o4l 1 18 mA | Uk =+100 V
modulaticn % = L, =085 03 1 035 mA. | R = Do
S i '; o1, a =1..4 30 05.4 30mm |'Kolen = 120°C
S ' Bei Uy, > 250 V Vorwiderstand Ry in
6 L Leuchtschirm-Zuleitung vorgesehen,
7 st At Uy, > 250V resistor Ry in series
8 — with screen is necessary.
7 ap

EY 86

Einweg-
Glaichrichter
for Fernseh-
Bildréhren

Half-wave
rectifier

for TV picture
tubes

|
|
|

Fico 9
Naval
Grafie 15
Outlines 15
Stift - Pin
ks

Uf = 463V

lf ca. SO mA
indirekt geheizt
indir. heated

Gleichrichtung von Zeilenricklauf-Impulsen
Rectification of line Nybock pulse

=+ 18 kV

= 150 pA

a
a

g

1 l;n_[:u!sdnuer = 10% einer Periode,
Vi 10 us
Pulse time = 1095 per period,

tmax = 1018

Kapazitat + Capacitance
Sk = 18 pf

Gleichrichtung

von Zeilenricklauf-
Impulsen
Rectification

of line fiyback pulse

UILSD = =72 kV
(I = 08 mA
l“r_,’} 40 mA
(5 = 2000 pF

Gleidhrichtung von
sinusfarmiger Wechsel-
spannung, f =350 Hz
Rectification of
sinusoidal AC voltage,
f=50cis

UPrest = : “;
= T m

Cg = 02 uf

Ry min. 0,1 Mg

EY 87

Elektrisch identisch mit der EY B. Der Kolben dieser Rohre ist mit wosserabstofendem Uberzug
versehen, um Uberschlage auch bei hoher Umgebungsfaudhtigkeit zu vermeiden.

Etectrical data identical with EY B4, The envelope is coafed with o wafer-repellent layer fo
preclude flash-overs even at high ambient humidity.
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Allgemeine Daten

Betriebswerte

Grenzwerte

B
i General data Typical operation Maximum ratings
Magnoval | Uy = 63V U N, = 1w
EY 500 A Grfe 29 IT’ ca. 21 A I—:" Ibei I, = 440'mA) = 455 0 1: = 440 mA
Schalterdiod ? 4 abec %
for Forbers. | o "es% |indirex: geneizt IJ'W T 105?2 W
1 i i wk+s =t
Eitiplanaer Stift - Pin indir heated Ut;'j-.+q?" —43 KV
L = tagin D = 140 °C
Booster diode 2 a Stift
tor colour 3 =
TV receivers 4 1
5 f
6 —
7 a
B a
9 —
Kappe k . == s -
Cop k | Impulsdaver max. 229, siner Periode,
togx 18 ps
Pulse time max. 229% per period,
tmax 18 1S

7 Abs. Maxima
3 Absoluter Grenzwert 7 kV
Absolute maximum roting 7 kV

Kapazitaten + Capacitances
= 13,5 pF
¥k - 3,? P F

EZ 80

Zweiweg-
Gleidhrichter

Full-wave
rectifier

Pico 9
Noval

Grafle 10
Qutlines 10
Stift - Pin
o

1
2
3
4
5
1
7
B
9

Up = 63V
Iy ca.600 mA

indirekt geheizi
indir. heated

Upraty = 220V
= = 9 mA
U, = 2V
R = 2750
G, = Souf
Uppert = 220 V
I3 = 90 mA
U, = 25V
R = 2:125 0
CL e 50 uF
Uppegg = 2350 V
%5 = mA
Uu_ = 30V
R = 2300 @
€. = W
lep = Z0mA
Utk esp= SO0V




Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwer!.e
= Type ‘ General dota Typical operation Maoximum ratings
-
G Pico? Uy = 63V Uprasp = 24250 V
B EZ8] Noval Ip co. TA I = 150 mA
Z | zwei 5 —— | u_. = 243V
S ivenvag- Grobe 12 | indireki geheizt = =
Gleichrichter Qutlines 12 | ti4: [ 24150 @
utli 4| indir. heated &y, iz 50 uF
Full-wave Stift - Pin
rectifiar 1 ap Uppery = 2300 V
2= I = 150 mA
3 k u_ = Z3YV
4t R = 2200 @
6 f €, = W
6 —
7i oy Uprotf = 26350V
8 — q = 150 mA
vi= u_ = 38V
R = 2240 Q
CL = 50 pF
{ 450 mA

GY 501 | Magnoval | Uy =3,15V | Gleichrichtung von Zeilenriicklauf-Impulsen Gleichrichtung

Grofe 40 Iy 400140 mA | Rectification of line flyback pulses von Zeilenricklauf-
Hochspan- P e UM L = 25N Impulsen
nungsgleich- Qe m.d:r.e!:rgehemi ]5x = 15 mA Rectification
richter fiir Stift - Pin indir-heated | = of line flybodk pulses
Farb-FS- ) ol 1} Absolute Grenzwerte U, = 7.5 kV
Empfanger 2 — Absclute maximum ratings U;m_p“ Y =-338 kY

= % Die durch Nachschwingen des Horizontal- | 1 1.7 mA
Hulf.-wcve 4 f Ausgongstransformators erzeugte negotive lasp = 100 mA
rectifier for 5 kf Spanungsspitze mufll berbcksichtigt werden ; C. = 3000 pF
colour ¢ o sle kann bis 2y 229 von U_ betrogen. | = 140°C
TV receivers 7 = Maximaole Daouver von Uyep 2% einer

8 f Periods und < 18 us 4

? ko The nagative voltoge pack consed by the

Kappe a decay ef oscillation of the line output trans- |

Capa

former must be token into consideration, it
can be up 10 22% of U _ . Maximum duration
of -U is 22% of o period and < 18 s

asn

Kapazitat - Copacitanca
Sy = 1.2pF

£8  NIYHOY




T Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
® Ype General data Typicol operation Maximum ratings
=
a P Pico 9 lg =300 mA | NF-Verstarker Triode
f
% ABC 80 Naval Uj ca. 95V in Widerstandsverstarkerschaltung U, = 300V
Z | NF-Triode Gioha W masinaraiil Resistance-coupled amplifier Na = W
mit 3 Dioden Outlines 10 indirekigehelzl p Z'1 M@, R.=020 Iy = 5S5mA
utlines indir. heated k Vv RL 3 Ma
NF-Verstarker | _ . . b = 200 200 200 = = 2
AM-Demodu- | SMift - Pin | Triode R, = 20 W0 4 ka |R.Y = 2Ma
lotor | dip U, =200V | RS = 40 30 150 ke |Upl = 180V
fM-Demodu- | 2 911 Ug =-23V |1 = 05 L6 mA | Ry = Wko
lotor 3 Kk g = TmA LV = 20 8 e Dioden
Ratiodetekior 41 S = 1AmAV k "Uai!fl' =3V = 03 04 05 % u = 350 V
5 f R, = S0k | - e WP
AF trioda 6 d W o= 70 1) U, nur durch R, erzeugt Ugtrsp = 380V
with 3 diodes 7 ke, by, Dicden Ug produced by voltage drop across Rg anly Ud!]lsp = 350V
: Kiyg, s %) for alle Kathoden la1ep = 6mA
e it -] e g = 2o for all cathodes I = 75 mA
AM demodu- g (U =10V) difep.
9 a dl Idﬂ'[su 75 mA
lators an = B mA lar =  1mA
FM demodu- Mg =591 larr = 10 mA
|lotors lagn = 25 mA 1l.lIIl = 10 mA
ratio detector Wamp =5V
Idgl”dlll 2 - e —
<32bzw.>%3| gkapazitaten - Capacitances
Triode Dioden
Ca = 1:9 pF Cd1 = 08 pF
(A = 14 pF car = 48 pF
U T = 48R
———  ——— ———————— —————
PC 86 Pico 9 lg =300 mA | HF-Verstarker in Mischer, selbstschwing. u, = 20V
Steile Noval Uy ca.38V Gitterbosis-Schaltung  Mixer, self-excited N, = 22W
UHF-Triode | C'0P88  lindirekigeheizi| b ompliflerin U, = 220V he = 20mA
HE-Verstarker Outlines 8 indir. heotad grounded g:t;i;wcmt F:‘“‘I 5,6 kQ Ug = 50V
Mischer, Stift « Pin = gl N g = ke [RA = 1Ma
selbst 1 v ol R S o = 12ZmA Ry = Dko
= A g 2 e Ug =-15V IS = 12.mA I ca. 50 pA U = 100V
schwingen 5 f I, = 2mA |§ = 14 mANV tRolben = 165 °C
. 5 = l4dmAN i i -
gr::'?iu 4 f p = 8 ) kapazitiv Gberbrick: max 0
I Fat
mixerfl i : : Tyoq =200 capacitively by-passed 7 U, mittels Ry,
= g Ac, = 2pF U, byR
IF-excited g 5 k
SEETRe 4 'k G, (100} 3| Wechselspannungs-
g g = 0,5mS Komponente
$ Py (100 mox. 50V
= 70 AC voltages
component
max, 50 V
4 Betrieb als
HF-Verstarker
operation os
RF amplifier
e
g Kapozitaten - Capacitances
= gla = 2Pt
.4 Cop =02 pF
® Cek = 36 pF
Cap < 03 pfF




Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
Type
o4 General data Typicol operation Maximum ratings
g
S 1PC88 Pico 9 1y =300 mA Kurzsd‘{ll.lﬁl:esnnnnz Ua = 175V
= Noval Ug co.38 V Short circuit resonance N, = 2w
Z | Stells Grafie 7  [5. o | [ | - 13 mA
2 indirekt geheizt| Husgang — | ke
UHF-Triode Outlines 7 | indir. haated | output farg PR bkl U, = -y
HF-Verstarker ; : Eingan Ng = 50 mW
StteRn Lyl =@y 29nd fge = 1000 MHz RO, = 05 M@
UHF tricde 1 g R;i = 100 0 input ’ U';,"lc = +100 V
RF amplifiers 2k I, =125mA Rifkc = 20ka°
39 |'s =135maN s 5 TS
4. f po= &5 R Ug autom.
51 Faeg = 240 Q cathede grid bias
g Fy (850 MHz)
7 g =0
8 a
9 g
Kapazilaten « Copocitances
aufbere Abschirmung Imi an g
external screening (m] to g
Cesmik+f = 38 pf
Calgim =17 ok pf
Cafieaf co. 0,055 pF
ohne dubere Abschirmung
without ex:ern_c_l scresning
Cila =12 pfF
PC 92 ‘ Pico 7 lp = 300 mA |ua = 250V
| Minfatur | Uf ca.31VY | Na = 25W
HE_I’"C’?? Grdpe 3 indirekt geheizt [ 1 = 15mA
HF-Verstarker | Qutlines3 indir. hected | Ikﬁ'n” 100 mA
UEW-Mischer, t R = 1 MO
selbst- Stift-Pin |y =200V lj; = 50V
schwingend ; o Uy =-09V Ugpe , 3 = 250V
Wy I, = 12mA U W= 250V
x a flk—
RF Terdf! I | S =72 mA/V| i = Mk
RF amplifiers 4 f n = & |
VaiF mixers, § = Fagg =400 @ ) Impulszeit max.49%
self-excited 6 g einer Periode,
7 k taax — 0.8 ms
Pulse time max. 4%
per period,
Tmax = 08 ms
AU UG
3 U_ mex. 100V
-
a
=
n Kapazitaten - Capacitances
o Cg.m+r = 28 }'}F anl - ‘,3 pF
had 1, Ve T 0,55 pF Calf < 0,15 pF




T Allgemeine Daten Belriebswerte Grenzwerie
2 ype General data Typical operction Maximum ratings
=
g PC 200 Pico 7 Iy =300mA | Kathodenbasis-Eingangsverstarker U, = 200V
x Miniatur Upca. 4V Cathode grounded input amplifier N, = 22W
& Eegelem Grébe 1 mm:: Upy = 135 200 200 V I = 20 mA
VHF-Triode Outlines 1 | indir. haoted R, = 1 47 56 ko Ug = 50V
fir i : U, = 0 (] 0V Rg) = 1Ma
fS-Empfanger | Stift - Pin U, =135V R = 0 0 & o R, = 3Me
19 U= ov [ = 1 1 — A (U =0V
Remote cutoff | 2 k Ug= -1V |1 = 17 17 15 mA Rk = 20kQ
VHF triode 3t 1, =11.5mA 3 = 20 0 145 mAN ——
for 4 1 S =145mAN| u = 8@ 8 7 Y Up fost
TV receivers 5 a wo= 72 S fixed grid bias
6 s Ug (‘F) = 24 -33 38 VvV ?) Bei Verwendung
7k S der Rohre in
Ug (W) = =53 77 -85 ¥ Regelschaltungen
When tube is used
in control circuits
Kapazitaten + Capacitances
mit Gufierer Abschirmung (S) an Kathode
with external screening (5] to cathode
Carg = 035 pF
Cafk+t+s+s — W6 oF
Calk+f+s+8 = 3 pF
PCC 34 Pico ? I = 300mA | System |: Kathodenbasisschaltung System | und 11
Moval U, ca.72V System |: grounded cathode Uso = 580V
:—:::;3:';2:”- Grﬁf?e 8 indirekt geheizt| System I1: Girlerbas?is@ahung ll;ila W : mg L
c b Outlines 8 | indir. heated | System |l grounded grid P -
ascode. . sien k 18 mA
isi'iru;g:nseh- T kg ijer —S'.ys;;r:f re bei 200 MHz = 4 k2 Fu g S
Empfangern 2 o8 U:I — 15V F=45 System | =
3 op Iy = 12mA ff’ e
RF twin friode | 4 | 4 ki = OV
for coscode 5 f 5 = 6mivy]
no o= 24 System 11
soges § g Reyp = = 20k
in TV recelvers| 7 k]i '-'};1;11’1 = 250V
g ';'!" Upgrrd = AV
7 . NNy Ny =35 W
Kapazitaten -+ Capacitances 3) k pos, Gleich-
Calfk«f = 045 pF spannungsanteil
Sal/k+ f+gllse  — L2 PF mox. 160 V
Cul L k pos, DC voltages
Celit < 025 pF component
i Call/kIT = 016 pf mox. 180 V
CkIl/gll+fas = & bk 3 kneg
= Calligll +1+8 = 25 pf
T Ckily = %leipk
= Call/gll = 23 pf
Z
@ CLl/AN < 0085 pF
v Col/all < 0,06 pF




T Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
2 ¥pe General data Typical cperation Maximum ratings
8 PCC 85 Pica ? ly =300 mA | HF-Verstarker Mischer, selbstschwing. | per System
I MNoval Ug ca, 9V RF amplifier Mixer, self-excited Uu = 250V
HF-Doppel- i = = 70V N1 = 25W
4 o Grobe @ indirekt geheizt Uy Y Uy - a? 2
triode Outliaes 8 | At o | RayY = 13ka Ryl = 47 ke e = 15mA
mit gefrenntan indir. heate R = 140V R. = 1 Ma Uy — 00V
Katheden Stift - Pin per System Ry = 330 Q U:szeﬂz 28 Y Ry, = 1 Mo
Cascode- 1 og U =1V |l = émA I, = 48mA |Rey = 20/ka
Stufen 2 gy U =15V (S = 47 mAIN S, = 22mAN | Up, = 200V
Mischer,selbst-| 3 kpp I, = 10mA | R = 105 kg R; = 16k U = AV
schwingend 4 1 S = 62mAIV| ry, = 650 @ oy~ 15k ———
Dszillotor L p o= 50 fewg = 8kA P NG Ny =45W
6 o -
RF twin triode 7 g ] kopozitiv Gberbrickt
with separote 8 kg capacitively by-passed
cathodes ? s
cascode stoges
mixers,
self-excited
oecillators

| Kapazitéten + Capacitances
Col/kI+f+s = Sell/kll+fss — 5 PF
Sul/kI = Call/kll 0,18 pf
| Catlgl = Call/ell 1.5 pF

It

PCC 88 Pico 9 Iy =300mA | System |: Kaothodenbesisschaltung per System
Meval Ug ca. 7V System |: grounded cathode Uzo = 550V
HF'DC‘PDE"‘ Grofbe 8 indirekt gsheiz! System |1 : Gitterbasisschaltung Uy = 130V
friode far Outlines B | indir. heated | System [l1: grounded grid Ny = 18w
Cascode- . E I = 25 mA
Stulen Stift - Pin per System UIZ = =50V
in Fernseh- leg Ju, = sov ReH =0 lMa
Empfangern 2 ogp U =-1.3V U”;J’kef[ = 80V
3 yp l. = 15mA - = ‘90 ka
RF twin triode 4 f & p 5 mA/V t FIL = 170 °C
: , Kolhen
for coscode 5 i p o= 3
stoges.in 6 ap R: cal2.6%Q System: 11
TV-receivers 7 g F _agga Ugjie ogg K pos)
8 kK atq =130 V_ +50 V|efil
? s 1) Auch wenn die
Gittervorspannung
nur durch Rgerzeugl
wird
- Also when U, pro-
Kapazitéten « Capacitances duced by voltage
System | Systam 11 drop across Rgorlig.r
Coestan = 1B PP Cypipig =28 pF
- Celb+l+s = 33 pF kigsfss =5 PF
a Celn = 1,4 pF Cak = 0,18 pF
% Salt = 0,13 pF Sela = 1,4 pF
z Sprp =27 pF
w° Caﬂm < U.MS IJF
Sejatr, <. 0005 pF
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T Allgemeine Dalen Betriebswerte Grenzwerte
ype Generol data Typical operation Maximum ratings
PCC 1 89 Pico 9 lf = 300 mA | System |: Kathodenbasisschaltung per System
Noval U{ ca.72V System |: grounded cathode Uso = 550V
E;Q;ibufes Grobe 8 indirekt geheizt System 11: Gitterbasisschaltung :a. = 1‘32 :V
sHoppeal- Outlines 8 System |1: grounded grid =
triode fiir ) ckLe . : | = 2 mA
Coscode- 5';" ':]n per System Kapazitdten - Capacitances ': - '?D)r
Auen 2 1 tg = OV System |: Kathodenbasisschaltung Ik i s
in Fernseh- a1 Ug =14V nur System |
= 3 k ¥ System |: grounded cathode
Empfangern 11 I, = 1amA . only system |
4 f s =125mAv| System Il: Gitterbasisschaltung R = 1Ma
Variable - R = 25ka System |l: grounded grid Uli"k = BV
RF twin triode | & af U = -5y ohne Gubere mit Guberer | oy System 11
for cascode 7 o Ig £25 AV Abschirmung Abschirmung | only system 11
stages in 8 Ik = =GN without with external | p = 0,5MQ
TV receivers 9 s IE—I?.S WAIV) external screening  screening U"m ar = 8OV
Calel = 19 19l spE ) = 80V
. 35 3% pF |lkE
Celikl+f+5 3 v B
Clkivbre — W 23 pF |1 Gleichspannungs-
el <- 028 0,28 pF anteil max. 130 V
Call/ll = 19 1. pF DC-companent
“klligli+tes = 6 4 R i imano L
Calllgll+f+5 — 34 Lol 1202
kIt = b 3 ek
CaTitr = 018 017 pf
Cal/all < 0,045 0.015 pF
Sl /all < 0,004 0,004 pF

PCF 80

HF-Tricdef
Pentade
Triode:
Oszillator
Pentode:
Mischer

for Fernseh-
Empténger

RF triodef
pentoda
Triode:
oscillatar
Pantode:
mixear

for

TV receivers

Pico 9 Iy =300 mA
Noval Uy ca. #V
Grofie B indirek: geheizt|
Outlines8 | indir. heated |

|Stift-Pin | Triode |

1 ap U_l = 100V
2 g U, = 2V
3 g, Iy = mA

| 4 f S = SmAN
5f wo= 20

| 6 op

| 7 kg Pentode

gy 8 u, =ov
| 8k | RN
| I,lgL 10'mA
‘ l,,=28mA
S = 62mAIV
I Rj = 0 4MQ
o
fosp = 10K
Taeq = L5k2

Pentode als Mischer
Fentade as mixer

Ua = 170 170 V
ng = 170 1706 V
RL’T = 01 0, Mo
Ry = 330 820 a
k
:Josz aff = :*: :; VA
- ¥ m
lﬂ = 2 1.5 mA
l';l = 2 0 pA
S, = 22 21 mAfY
K. = B0 870 k2
nu + fixed grid bias

1 fest
7) Glsichspannungsantell max. 120V wahrend

der Anheizzeait darf Ul';k 4 oufmax. 35V
ansteigsn

DC vollage component max. 120¥; during |

warm-up finie may be Ugy . max. 315

Kapazitaten « Capacitances

Triode Pentode

S =25 pF = = 52' pF
s =. 18 pF € = 34 pf
Cony S 1,5 ofF iy < 0,025 pF
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=] Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
w | General data | Typical operation Moximum ratings
| Pico s ly =300 mA | Triode als Oszillater - Triads as oscillator Triede
I
—— Moval Upca. 9V Ui:- = 170 200 250 u, = 300V
-Triods 4 — e =
Pantodls GréBe8  [fndicektgehaizt| hav 2 2 70 ¥8 Na = d2W
entade | iSulinest |E0 R = 20 2 2 ka I, = 0 mA
e uthines indir, heated | k
Trinde: | T - Ussreit = 3 3 3 v R, = 1 Mg
Oszilletor Stift - Pin Triede | i = 33 41 57 mA ey, = 20V
Pentode: ; ar U, =1y |13 = 10 16 160 pA U = 90V
Misch g U, = =2V ) N - = 2
iﬁ:sF::‘sah- | 9 g‘ 15— 11 ma | Pentode als Mischer - Penfode as mixer Rark 20
Empiﬁn‘ger 4 & oy U=Uy = 170 220 250 V Pentode
[ 5% N7 | - 30 45 70 ke u, = 300 V
RF triode/ 6 op R;n - 1 1 1T M N; e 2w
pantode 7 kl-‘- Pentode Ubl?l = 0 0 oV U, 2 300 V
s s | Uy =0 200V Uy =i GG ey gy Ny = 05W
osciiluf'nr 8 kp ! Uga= 10V la e 3,1 5.1 56 mA I = 20 mA
LR ‘ ? ap U, IR, =689] [ 1es = 21 2 19 mA Ry = 1 Ma
i ———— | =0V |1 = 3878 38 37 uA Uspge 4 20 V
s {1, = 10mA |s, = 1B 18 19 mAV |Up. = 9V
v |y = 33 mA : = =
TV receivers | 5‘“ - 55 :AN Kapozitaten + Capacitances Rk o 20 ke
Moo/ _ a3 | Triode Penlode 1) Stift 7 mit Stift 8
| R‘,ﬁ £l 0.4 MO ‘:01 i" g“; F’i S f ;:z p:: vf!rbunden
Uy 1 =10uAl E"’ ! 3 54 :‘]JF za = o EF Pin F; cgnnecred
=-i0V oy = B gifa = WYL to pin
et = 15 pE cpyp co. 3 pF
= 1 F
Eﬁrﬂ 54 3‘3 P v Triode/Penlode
RIF: €828 WP Crrap S 007 pF

PCF 86

HF-Triode/
Pentode
Triode:
Cszillator
Pentode:
Mischer

lor Fernseh-
Emptanger

RF tricdef
pentode
Triode:
oscillator
Pentode:
mixar

for

TV receivers

Pico ¥ lp =300 mA
Noval Upca. 8V
Grobe 8 |indirekt geheizt
Qutlines 8 | jndir. heated
Stit= Pin | Trode
1 okp kp |y, = 100y
95 5 L_‘pg = -3V
2 g I, = MmA
3 kpikp| S = 55mAN
93'5 B = I?
4 i
5 f Pentode “
6 gp |Ua=170
7 ap UI__2: !1.5{)V
8 op U =-12V¥
9 I, = 10mA
9, a
1 = 3.3 mA
v = 12 mAlV
R; > 350 ke
Ryl = 70
Taeg — KR

Tricde als Oszillator Penlode als Mischer
Triode as oscillator Pentode as mixer
Upn = 150V U, = 190 ¥
Ry = B24kQ Ullxz = 190V
Usszert = 45V R = 18 ka
I, = 12ZmA Ry, = 100ka
Ry = 10ka s = B,5 mA
Serf = 35 mAN | 2 = 2.7 mA
oszefl = 23V
S, = 4,5 mAIV
Kapazitaten - Copocitances
| Triede Pentode
[ o = =58 pfF
| (= = 1,1 pF (- =35 pF
[ Cgta =2 pF Sgifa = 0,012 pF
| Sqfgz = W7 PF
Triode/Pentode
CSiprar = W25 pF CopPlaT < 0,01 pF
CaP/eT < 0,03 pF CaPleT < 0,01 pF

Triode
Upa = 250V
u, = 125V
N, = 15W
Ik = 15 mA
Ry = 500 k@
Ufﬁ( ] = 100V
Pentode
u, = 250V
Ny, = 2W
Upes = 300V
g = 18V
52 = 5w
i = 18 mA
Ry % = 250 k2
Ry ¥ = 500 kQ
) Upape <50V
1 fest

fixed grid bias
Y U,y miftels Ry
Ugy by Ry
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Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
Type General data Typical operation Maximum ratings
PCF 200 Dekal Iy =300mA | Pentade Tricde
=6 Upca. BV Video- oder ZF-Verstarker u = 29V
Triad Grafie 47 I . a
riodey oulli 29 15 e orara Video- or |F amplifier U“_;p ] = &0V
Pentode utlines ;.ndl.rekfgehe;zl u, - 210 o3 v a - 15W
Triode: Stift + Pin indir. heated | Ry ~ 19 56 ko Iy = g
Impuls- | 1 kp | Tricde e - 15 2 3 - 1M
Abtrennstuie 2 kp uu = 170V R{; = 9 8 o | Ugf,’k oif) = 350V
Sedicaqzar, gy U=V L = 73 125 mA o = 180
Stordetektor, 4 05 5 |3- = B,SmA 1“2 = 53 51 mA Rﬂk = 50 k0
getostele 5 f S = 52mAV S = 4 mAN
Schwund- 6 f w o= 5 g: MOMHz] = 150 150 uS Pentode
regelung 7 ap Pantod i u, 250 ¥
Pentode: 8 g Uen_n 'I:O\r' ‘ Triode N, = 21 W |
Ton- und | ¢ u% u* - oV Impuls-Abtrennstufa Uy = 950V
Video-ZF- 10 gp Ulﬂ= 1BV | Pulse separator ngz = 075 W
Verstarker Uﬂ=—l 7V U, = 120,150V Ia = 2 mA II;. = 90 mA |
i £1 iy : = 3B W | = 1 pho R = 1 Ma
wicdel Iy = TSmALL -2 ul Uh‘I =+150 V
p?ntode |g3=' 53mA | Kapuazitdten - Capacitances | 11k
pedsypyie 5 = WmAM Hriode Pentode ) Impulszeit mox. 18%
??P.uralars Bagltey = 53 [ = 29 pf [ =6 pF elner Periode,
imitar, - F & - 33 £ -1
1 Auch als a 3 P a ” P! tn B s
aotedetonior ECF 200 Cyla = 22 pF Coyts = 00086 pF R i
acted AGC :?ferbﬂr_i siel Cieylag, = VA7 pF max. 183, par pariod,
entode: so avoilable|
iF'!F and as ECF | CH-PIJT = 0,015 pF Tma! = 18 us
U, = v f < 0,0012 pF LT 3
video-1F f 63 | giaT = EI‘OD}S F u” mnxe&\l’
amplifier lg co. 390 mA Coer S0 R = .

PCF80T |

Regaibare l
Pantodef
Triode
Pentoda:
Mischer
Triode:
Oszillotor
fur F5-Misch-
stufen

Remote cutoff
pantode/triode
Pentode: mixer
tricde:
oscillator

for

TV recaivers

Pico 9 g = 300 mA
Moval Upca. 85V
Grabe 7 Indirekt gehaizt
Outlines-7 | indir, heated |
Sl[lﬁ ‘kf'[l"lkr Triode
oy =10
- ¥ UK = -3V
9 I, = 15mA
3 kp, ke a
BT s = 9mAN
3y 5 =2
4 |
5 f Pentode
6§ ap |U =170V
7 9, Uﬂ= 120V
8 ap Ug,=—l,4\f
? gp Iy, = 0mA
1g1= Imh
5 = 1lmAlV
[ R >350k0
; Ry €9 55 |
Faag 1.5 <“i
fop 150 MHz)
= 0L

——

Triode als Oszillalor « Triode as oscillator

Upa = 200 20 vV
R, = 82 12 ko
Rg = 10 10, k@

. = 16 12 mA
Uos, eff E 45 33 v
Sepp ! = 37 37 mAlV
Pentode als Mischslufe - Pantode as mixer

b = 20 200V

A = S

o2 = zZ 7 ka
Rm = 01 1 MQ
Ubg! = 1.4 0V
by = 10 23 mA
'a? = 3 29 mA
Yoszett - 1.6 L v
SL, = 5 47 mAlV
Fm (=-H 8 23 pA

| 1) bezogen ouf die Grundwalle

referred to fundomental wave

Triode
Uy = 28]V
U, = 125y
Ny = 15W
le = 20 mA
Rl = 500 k22
Ug = -5V

| gt = 100 V
Pentode
U, = 250V
N, = =20y
u = 2%V
U = sy
MU, =0M

L XL = 045'W

e = 1B mA
Rei®l 1.Mma
Rﬂ 4 = 22 M2

| L.f_lﬂ = =50 ¥

| Uf:’k 3] = 00V

| 7 Ui.l" I‘JJ:'I fest

fixed grid bios




Type 1

Allgemeine Daten
Generol data

Betriebswerte
Typical eperation

Grenzwerte
Maximum ratings

PCF 801

|Fortsstzung)
(continuation)

NIAHOY 86

Kapazilagten + Capacitances
mit uberer Abschirmung an Kathoda
with external screening to cathode

| Triode Pentode
Cs = 33 pF e =§2 pF
<, 1.7 pF (% = 3,7 pF
Sofn 1.8 pfF R 9 (<12 pF
Sl = 1.6 pF

Sapfur < 0025 pF
CalVeT < 0,010 pF
c;‘f‘ll".‘"ﬂT < 0,010 pF
€ PlaT < 0,010 pF

3} Um den Anforde-
rungen fir AM-Ton
zu erfillen, soll
Utne apt klziner als
50 V sein
Ugy r-m.s. should
be lower than 50 V
to satisfy
requirements for
AM sound
:) Ug' Ug}nutom.
cathode grid bias

PCF 802

Triods/
Pentede
Triode:
Sinusoszillator |
Pantode

Impulsformer
und Reoktanz-
rohre in

ES-Empiangern|

sine oscillator
Triode:
pentode

pulse shaper
stage |
reactance (ube

66 MNIYHOY

Pico 9
Nowval

Grofte 8
Qutlines B

tift « Pin
1 A

2
3
4
5 f
-]
7

gy 5
8 kp

Iy =300mA | Triode
Upca. 9V lJlJIH=IDpAJ=ID mA,
indirekt gehaizt: Pentode
indir. heated u, = 100 200 v
u = 100
Triode U e f?g 3
U, =20v |8
i Iy = 125 3 < 0,01 mA
Ug= 2V )~ = 85 17 mA
Iy = 35mA =
5 =35mAlV Y Ug antom. * cathode grid bias
n o= 70 L] U;_:It‘sk + fixed grid bios
Pl ¥} Tastverhéltnis max:32°%,
Uu — 0V Impulsdaver mox. 20 us
Ut =100y duty cycle max:30%,,
U:j—— ey pulsa duration mox. 30 ps
[u = &mA
lgz L)l rEA
Mg = 47
S = 55mAN

Kapazitaten « Capacitances

| Tricde Pentode

Cy = 24 pF Cu = 54 pF
| Catg = 15 pFf Calgp = 006 pF
Sy < 01 pf Carp < 01 pf

Triode
UII N
Ny =
R % =
Lk -
Upe =
Rene =
Z, 150 Hz)
Pantode
U“ =
Ny =
£2 =
Rf-‘."l i} -
Ry 2 =
II: -
lks;r 1 =
Upg -
Rerk -
Zm [50 Hz




T ‘ Allgemeine Daoten | Belriebswerta [ Granzwarte
é AT General dafo Typical operation | Maximum ratings
1
6 PCF 803 Pico @ Iy =300mA | Triode als Oszillator - Triade as oscillator Triode
= | Noval Upca. 85V Upa = 200 200 vV Uy = 230V
£ | Regelbare | Grote7 indirekrgnhaizil Ry = 8.2 12 ke u, = 125¥
Pentods/ I C # R, = 10 10 ke N = 158W
| Outlines7 | indir. heated E a
Triode (e ’ sttt oot Y9 = 18 12 mA I = 0 mA
Pentode: [ Stft-Pin | e [Uosgery = 45 33V R, = 500 kQ
Mischer '2 kp U, =100V | Sere ) = 37 37 mANV & 50 V
iode: g ! =) =
Trtof‘ha. 3 k1,. g Ug =i =3 Pentode als Mischstufe - Pentode as mixer Ugnel 18N
fC_)rn;lIc:iur s[ 3 |s“ = 15mA | Uy, - 200 200 V Pentode
2 = ImAN g = 27 47 kn u = 250V
- £ : 7 ke a
FS-Mischstufen | A wo= 2 R:z = 7 7 o Nn = 2 W
Remote cutoff 6 op Pentode By = 01 1 Ma gbm : g\;’gx
pentodeftriode, 7 g, U, =1y Upg = =14 0V Ngz . =0y
Pentods: 8§ ap |Ug=120v |l i i i 2la 0
mixer ? gy Ug="-14V | | = 3 29 mA : B 2,
Triode: ly = 10mA | Coszett = 16 ks v B o ol
oscillator fos= 3mA |5, e 5 47 mANM 1.'1‘l = :
for S = 11 mANV 'm <a, 8 23 pA ff‘l ! - 25'3 gq
ORMSCa s ; Ry = 3?; k;; | 1) bezogen auf die Grundwelle U::lc = 100V
:'E?-‘FT = I s k0l referred to fundamental wave TR
£ 50 MHz) | N Ug Ugn ot
) By IE il fixed grid bios

! | 3 Um den Anforde-

| rungen fiir AM-Ton
zu erfillen, soll

| Yggepe klsinerals
50V sein
Ugy, r.m.s. should
be lower than 50 V
to satisfy.
raquirements for
AM sound

Y Ug. U!=1 mittels By
Ug, Um by R

Kepazitdten - Capacitances
mit auberer Abschirmung an Kathoda
with extarnal screening 1o cathode

Triode Pentade
Ca = 33 pF 4 = 42 pF
c, = 17 pF () =37 pF
w Cerg = 1B pF ‘mifa ~ 9 1< 12) pF
g Soilga — W& FF
= Capfar < 0,025 pF
= Capier < 0010 oF
z Cgp/ar < 0.010 pp

Corpfar < 0.010 pF
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Allgemeine Daten [

Beiriebswerte

Grenzwerie

T ]
Ype General data Typical operation Maximum ratings
PCH 200 Dakal Iy = 300 mA | Heptode als Impulsabtrennstufe Triode
Grobe 49 Upca. 9V Heptode os pulse separator Uy = 250V
Triode/ Outlines 49 indirekt gehaizt U, = 14 T Vv Na = 15W
Heptode | i u = 4 v I = 20 mA
SHR - Pini indir. heated E2E4 k
Impuls- H = 0,75 > 03 mA RN = I Me
obtrennstufen 1k Tdodi L = 1 ITe% E;z 2) = 2 Mo
[ g 5 {s PO = : =
in F5-Geraten - g; U, =100V by . 100 pA Ldmm = % 3
Trieds/ 3 g, Ing ;_ﬂ: :A ) U mittels Ry, - U, by Ry U:i;_ 3 ; 170 V.
| i "1 ‘ 3 f ¥
he?TOdB ; ?;- 8 | ¢ —gamAn 3J l‘giej_t fixed grid'bias Rt:’k - 2kn
pulse 3 = s0 1U_ =+ Ueg
separators in 6 f U_ max. 70V Heplode
TV receivers 7 oy Heptode u, = 100V
| 8 gp U, = 14v N, = 05w
9 k Uppoey = 14V o Uy, = 0y
T £254 Kapazitaten « Capacitances 8254 !
10 ap b= v X u rod min &V
| UL.!: P Triode Heptode ;*;4 T
' l:l— 1.5mA | e CG-?I; Pi Cg <0 :: Pi I = §mA
i =1 3mAL'a, - ERLAD b e ol R = 3IMa
écuﬁ%s | K24 84 [ Cgy ca.18 pF Crfa < 01 pF Rg; = =Biis
; ; €oafy < 025 pF U{“L -100 V
liefertior c ca. 03 pf o1 8
Also avoilable #1/z3 ' E3Ep T Tk
s ECH 200 Ceyrgr < 0,005 pF [Ug® = 100V
Corprr < 001 pF | Rene = Wk
Ug = 63V Coater < 002 pf
I ca. 420 mA CafuT < 015 pF

PCL 81

TriodefPantods
Triode:
Multivibrator
MF-Verstarker
Pentods:
Vertikal-
ablenk-
Leistungs-
versidrker
MNF-Leistungs-
verstarker

Triode/Pentode

triode:
multivibrator
AF-amplifier
pentode:
vartical
deflection
powar
amplifier

AF powsr
amplifier

Pico 9 lg = 300 mA | Triode Pentode als
Moval Upca. 124V I als NF-Verstarker Tonfrequenz-Endrohre
Grsbe12 | U, =126V | as AF amplifier os AF power tube
Quitlines12 | | ] co. 300 mA | Uy =y Ua TR0
] S il Rl Usy = 200V
Stift « Pin - lindirextgsheizt R, = 200k@ U = 7V
1 gp indir.heated |1, = 05mA I = WV mA
L0y |y = MBlach |y, = 53 mA
3k 94 Pentode Ry = 67 k&
4 1 U:\ =200V U"‘}l’”“\" = 37V
: f Eg; aogz NID% = 24W
Op n 50 mW|
g U‘lr 1:."l__ AR Ugjerf | : é,‘f .
g8 &, g, Ig2 = 53 mA
9 g, 5 =875mAlV
Ri = 2k0
| Kapazitaten - Capacitances
Triode Pentode
¢, co. 18 pf c3 ~co. ? pF
¢, ‘coi 1 pF €, ca. 9 pF
Cota. = 2 BF Caifa < 0,45 pF

Triode
U, = 250V
N, = 1w
Rg = 1,5 M0
Iy = 8 mA
lkm W = 200 mA
Pentode
U, = 250V
uuep 1y =100V
N, = 65W
u = 250V
F2
N, 15 W
N mi
v st
gzausgest 54
R = 1,2M2
:l = 45 mA
Uppe = 20V

1) Impulszeit max. 10%,

einer Periode,

tnax = 2mMs

Pulse time mox. 10%
per period,

Tning — 2MS




Tove [ Allgemeine Daten | Betriebswarte | Grenzwerle
§ Geaneral data Typical operotion Maximum ratings
alpcL g2 Pico 9 I =300 mA | Triode Triode
r% S S Naval E_f ca, 16V | !NIF—aniarker - u, = 2]V
=z / Gialbe 12 =1 | in Widerstandsverstarkerschaltung ol = 600V
mit getrenntan indirekt geheizt £ 7 = asp
tline - . ™ =t L - =
i Outlines 12| indir. haoted | Resistance-couplad amplifier 5 05w
SINRGOR | Rmiteda il R, = 3MQ R, =22 MO I = 15mA
Triods: Stift - Pin Triode Uy = 70 200 170 200 V Ik-“(n‘: = 100 mA
Multivibrator | 1 of U, =180v R, = 100 100 100 100 ke | R3) = 3Ma
NF-Verstarker | 2 kp, Ug=—"o¥ [R: = 18 15 — = ke B = 1Ma
Rortadon 29 |1 =35mA |l = 047 084 06 105 mA |RSYH = 2Mo
Vertikal- 3 g S =25mAN Ujqp= 25 30 19 24 v Z,180Hz1= 05 M9
btk ‘5' : n =7 v = 4 49 8 foch | Upy = 200V
Leistungs- o Penlode k = 28 23 1.4 15 % Ry = 20 k0
tark P =
vars. & .gr /8 L = (50 | Pentode Pentods
NF-Leistungs- 2 U= 1oy | 3
e U B ky U215y | Eintoki-A-Betrieb - Class A amplifier Uys = 00V
9 ap I!ﬂ SRR U, = 170 200 ny v Ua = 300V
Triods/ I1 = BmA | o = 170 220 v Uggp!l =200V
pt_&l‘llodﬁ s"‘z = 7.5 mANV| Ul-'l = <15 125 -205 V N;J,Ly!)u 2'_;0_\‘;“] v
with separate R, = l6ka by = 41 a5 30 mA a iy > 15 W
Q ! < =
Galbedies ooty = 78 R"z = 3g g's sy N, U <250 V)
Triods: U ” ™ .ﬁ 5_; 5,: ke a Uy =
A M) — é v =
multivibrafor 1 eff : d
Af amplifiers 110%I = A3 3.4 37 W Uizo = Sy
Ug g 180mWI= 05 05 076 V Uy = 20V
N 18 W

|
Pentode: 2 Rohren in Gegentakt-AB-Betrieb | N

E2nusgest,
vartical 2 tubes push-pull, closs AB & 2 W
deflection Uba = 170 00 vV I = 50 mA
power b2 = 170 200V R:_Il e = 2 Ma
amplifiers Rk = 135 165 Rm’l = 1 'Ma
AF power Ui =" x3 = 35 mA Ui = 200V
amplifiers Iuauagn.—sl. = ¥ x 88 mA Rff'k = 20 kn
Lesn = 262 %65 mA
leanwsgest, = 2615 2165 mA 1l Impulszelt mox. 4%
R = 5 5 ka ainer Periode,
Ugp gL = 9 109 Vv tmny = 0.8 ms
| = 7 7 W Pulse time
k = 4 48 < max. 4% per period,
| 1I.l:lflx i D'B s
% U, mittels Ry,
Ug by Rk
nu

g feat
fixed grid bios

Ug nur durch er

Kapazitdten « Capacifonces [

Triode Penlode erzeugt
Ca = 3 pF ca = 93 pf U, produced by
& = 43 pF cx =i pF voitage drop ocross
§ [ = 44 pF Coyfa < 03 pf Rg only
= et <..0,02 pF St < 03 pfF
Z Triode/Pentode \
= CuTiey < 002pF et < 0,025 pF }

Coerap < 0.02pF STap < 0.2 pf
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Allgemeine Dalen

Betriebswerle

Grenzwerte

Kapazitaten - Capacitances

S fulP < 046 pF STt < 015 pF
Serap <003 pFcpy < 02 pF
CaT/m < 0,08 pF

T ;
yYpe General data Typical operation Maximum ratings
PCL 84 Pico 9 ly =300mA | Pentode Triode
Sl MNaoval Ug co. 15V | Video-Endstufe u, =+250 V
o | G882 10 1o direk ganerar| Video-output-stage Ungy'l 11 <01 mAl
Qutlines 10| ;.4 u = 170 200 220 V = 400V
b
Kathoden indir. heated
Triode: St P — Uy = 170 200 20 V N, - W
getostete :I[ " Triode Ug = 2. =28 =33 V Iy = 12 mA
Schwund- a7 U =20y R, = 3 3 3 ke R.7 = 1 Ma
regelung 2 ap Ut =7y I = 18 18 18 maA E:,’j = 3Mo
5.,-,;dmmnfsier- i :T 1:, S e = 32 3.1 3] mA Uy = 180V
stufe ol 15 = 10.4 10 7 ma, (e
Pentode: 5 4 g = A el LS
Video-Endstufe p = 65 3 " = Vatt
fior i & ap 1} Impulszeit max. 189 einer Periods, Rf.’k = k2
E’:pg:;;r' 7 kp, Penlode Pulse time mox: 189, per period,
nicht far 938 U, =V tmax = 18 s Pentode
NF-Betrieb : % ﬂn::?gt | 3 Ug gogt * fixed grid bias thf 2 252 \\:v
Triode/pentodal = gi_ % Ug autom. * cothode grid bias a
: I, 18 mA u = 250V
with separute | ]-‘- = A - 52
cathodes g2 by Kaoerilater - € 7 Ng, = 17W
Taodas | § =104 mayv| Kapozitéten - Copacitances I = gk
gated AGC | Ry >130ke | Triode Pentode Ryl = 1M®
Pentode: | Boigy €0.36 | S = 42 pF [ A o Rz % =  2MQ
video output . Ca = 23 pF L= = 42 pF U.f.f'k = 200V
stage for Carg = 27 pt Caa < 0,1 pF Ren = 2Wka
TV receivers, Colt < 01 pF
not for
AF operation Triode/Pentode
CaT/ey < 0.0V pF CeTrmy < 0.01 pF
_
PCL 85 Pico ¢ Iy = 300 mA | 1) Messung nur im Impulsbetrieb zulassig. Es | Triode
Noval U, ca. 75V ist darouf zu achien, doft die Grenzwerte | U, = 250V
Tricde/Pentode Grote12 | |indirekr achei von Ny und N, nicht Gberschritten werdan, Ny, = 05W
4 geheizt '5 LS i
mit getrennalen | o105 12 i hsased Measurement admissible in pulse operation | I =lh A
Kathoden kel only. Attention must be paid that the | I, = 100 mA
Triode: Stift - Pin | gy aamisch maximum ratings of N, and Ny, are lks‘pi‘ = 200 mA
Oszillator 1 ap l dynamic not exceeded. Re ) = 1M
Pentode: g ET | conditions 3) Impulsdaver max. 4% einer Periode, Rl = 33 Ma
Vertikol- 4 fT Triode max. 0,8 ms. Urnc i' 200 :
ablank- g f U, =100V ' Pulse duration mox. 4% cof one period, Rex = k2
| L
Leistungs- U, = -085V mox. 0.8 msecs. Pentode
= & a « F
verstarker 7 9: ‘ I, = 5mA |1 Impulsdaver max. 2% einer Periode, U, = 30V
) 8 kn. S = 55mAlN|  max. 04'ms Ugpd =  2kV
Tr-lo:e.fpenh:de QF’ % w = & Pulse duration mox. 4% of one period, N, = 7w
i ool | T R, = 11k@ mox. 0.4 msecs. Ny = oR9W
o u = 250V
20 Pentode ) Y Ug, Uy et fixed grid bias. NS‘? — 15w
A e U, = 65V ) Uy Ugy quitom, * cothode grid bios. Ng: = 28 W
Phntode: ﬁpr‘zj 21?: | % eingeschriinkle Normalgranzdaten, he = 75mA
verfeal < design maximum systems, R..4 = 1 Me
= | =285 m& 4] =
deflection r“'“"' 45 FiAl R ® = 272 Ma
peiar £28p i Uiy = 200V
amplifiers | lek = 20k0




NIsHOE 801

NIgHOY

&01

Type

Aligemeine Daten
General data

Betriebswerte
Typical operation

Grenzwerte
Maximum ratings

PCL 86

MNF-Triodel
Pentode
mit-gatrennten
Kathoden
Eintakt-A-,

Gegentakt-AB-

Schaltungen

AF-triode/
pentode

with separate
cathodes
class A
omplifiers,
push-pull,
class AB

Pico 2 I
Moval

Grofe 12 | indirektgéhei_zi

= 300 mA
Upca. 145V

Qutlines 12| jidir. heated
Sf:]fl -ng | Trioda
4 U, =20V
3 gT UH =17V
4 {2 fy = 1,2 mA .
5 = 1.6 mAlV|
5 F | — 150 |
é Up 3 |
7 kp, Pentode

| R

Triode als NF-Verstarker
Triode as AF amplifier

Uy = 200 230 Vv

Ry = 220 20 9

Rg"] = 680 680 k2

Rg = 10 10 ma

L = 47 47 k2

Iy = 042 0,52 mA

Uy ett = 3.2 3z v

v = &6 68 fach

K = 04 05 %

Pentode

Eintaki-A-Betrieb . Closs A amplifier

U, = 200 20 v
Ugs = 200 250 v
F.’kll = 115 125 @
lao = 35 ¥ mA
by ausgest.’] = 3 407 mA
IJ?E" = é 65 mA
e uuageis) = 9 105 mA
R:l = 5.6 51 kQ
Ug’.ufl’ 150 mW) = 032 034 V
Ume”: iR = 32 36 V
N for k = 109, = 3, 4 W
kﬂﬂsa] ™ 10 10 %

3) bel Aussteverung

Tricde
Uy = 3oV
Na = 05W
Ik = 4 mA
K4 = 1Me
R,-{sl £ 2 Ma
R = 2M0
U[Jrk = 100 V
Rf}'k = 20 k&
Pentode
Un = 30V
Nn — W
bﬂ = 30V
S = 15w
Bz
Nyl = 3259 W
& = 55 mA
R = 1 M
£1
Unk = 100V
Rﬂk =3 20 ke

biszum Gitterstrom-
einsatzpunkt

at level to contact
potential

'} Gitterableitwiderstand der folgenden
Endstufe
Grid resistance for next power stage
2] entspricht

equivalent g1 fest ~47 =57V
Kapazitaten - Copacitoncas.
Triode Pentode
s = 21 pF o = 10 pF
4 = 25 pfF Cy = 95 pf
o = 26 DE Catiny < 04 pF
Celf < 0,006 pF Calt. < 0,2 pF

zwischen Triode/Pentode

between triode/pentode
o < 02 PP Cuppp f. 0,02 pF
SeTin 0.006'pF cypy, < 015 pF

g Ug feat
fixed grid bias

5) u, mittels Rk
Ug by Ry

8] Ug nur durch Rg
erzeug!
Ug produced by
valtage drop across
R, only

=

bei Ausgangs-
leisturig =0
at output power =0

bei max. Ausgongs-
leistung
ot mox.outpul power)

-

nur kurzzeitig
only shart time
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T Allgemeine Daten Belriebswerte Grenzwerle
ype Ganerol data Typical operation Maximem rotings
Dekal Iy = 300 mA | Pentode Triode
PCL 200
Grofe 54 Ujca. 155V :i:eo-fndsiufe gﬂ = ?15;1 :’V
Tricde/Pentode| Qutlines$4 |54 .| Video output stoge =
mit getrennten | oo '[‘dd’fe*ggﬁhz*z' Upa = 200 20V I = 15mA
Sean i sivizc B Y M 20V RN = 05Me
eiastate S Triode Ry =27 36 ka Upne = 00V
chwund- 2 gy U =20V | R = 18 0 o
regelung 3 kp U“ —1 5V e =5 &2 55 mA Pentode
Pentode: ' 4 kp,s, gy | E_ 8.5 A ] =) U: = 250V
Video-Endstufe| g a _ Gam El~ N " 5 W
fir Fernssh- i G 5 =52mA U“ — oy
Empfanger p o= 55 Ugiepap = 29 28 V g2
7 ap sjsese. = S Ngg = 25W
Triode/pentadel g 4 Pentode aspsp Iy = P5mA
with separate g 2 — 150V R — 05Ma
cathodes 9 Uy = o) =
Triode: 10 g, Ug,=220V Yie = 20V
gated AGC Ug=-2,1V Rei = k2
Pentode: I, = 4 mA | Kapozitdlen - Capacitances I
video output I = BmA i Pentod P Ue U rest
stage for £2 | Triede enfode fest
TV recgivers 5 = BmAV c; = 32 pF -1 = 145 pF fixed grid bias
By =22kR. e = 44 pF a ca. 58 pf
Rt Seg = 28 PP cup 0,07 pf
lieferbar
Also available CaPeT < g(:;a p:
as ECL 200 | Cpugr < 0Ol p
Up = 63V . CaT/gr < 0.015 pF
Iy co.740 mA Cupigr < 005 pF

PCL 805

Triode/Pentade
mit getrennten
Kathoden
Triode:
Oszillofor und
Vorverstrker

Pentade:
Vertikal-
ablenk-
Leistungs-
versiarker

Trisdefpentode|
with separate
cathodes
Triode:
oscillator and
pre-amplifier
Pentode:
vertical
deflection
power
amplifiers

Pico ¥ lg = 300mA
Moval U; co.l7.5V
Grofe 12 y
l Outlines 12 dynmm!sch
dynamic
Stift « Pin conditions
; o Triode
3 o |y, =100V
3 [T | Uy =085V
5 ¢ T:l = SmhA
é 5 = 55mAlV
0]_) £n
7 9, #
s k2, |Ri= Tk
Gy S Pentode )
? g U, = &V
Un— 210V
U= =1V
Iasp 285 mA
E2p 45 mA

1) Messung nur im |mpulsbetrieb zulassig. Es
ist daravf zu achten, daf die Grenzwerte
von'N, und Ng? nicht iberschritten werden,
Measurement odmissible in pulse opsration
only. Attention must be paid’ that the
meximum ratings of N_ and sz are not
axcoaded. )

2

Impulsdaver max. 4%, einer Periode;
max. 0,8 ms.

Pulse duration mox. 49 of one period,
max. 0.8 msecs.

Impulsdavar mox. 2% einer Periade,
max. 0,4 ms.

Pulse duration max. 2% of one pariod,
max. 0.4 msecs.

4 Ug, UB"I fogt fixed grid bias.

5 Ug, Ug_laubom. + cothode grid bias.

¢) eingeschrénkte Normalgrenzdaten.
design moximum systems.

Kopazitdten - Copocitances

Cg‘_,r“p <1 pF :g‘Tff < 0,15 pF
CeT/uP < 0,05 pF St <02 pF
Catlgy < 008 pF

Triode

iC
o

=
W o R
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Allgemeine Daten

Betriebswerte

Grenzwerte

i General data Typical operation Maximum ratings

PD 500 Magnoval l, =300mA | U - 05 kY U = 25 k¥
Grofedd | Ugco.75V {1y =1.5mAj =7.30V Ny = W

Ballast-Triode | Outlines 30 indirekt ;E;izt -‘-'hﬁ|z ly=01.1.5mA) = 10V ly . = 1smA
S i Stift - Pi indir. heated | Us =8 gU Hign ) = S
spannungs- tift - Pin Rg" = 5 Mo
Stabilisierung 1 k 1) Absoluter Grenzwert — 75V Uy, 9 = 600 vV
in Farb-FS- 2 s Absolute maximum rating - U = 250
Geratan Sl 7) 440V fr mox. 20's U @ = 400V

. 4 f 3 Absoluter Grenzwert Unﬁ:; = gV
Ballast triode 5 F kurzzeitig: 40 W tKolben = 243 9C
far high- 6 = Absolute maximum rating iWopoe = 175 9C
tansion T == short fime: 40'W ik = 140 °C
stubilization B g 4 Als Ballust-Triode, sonst 0,5 M@
in colour = As ballast friede, otherwise 0.5 M
TV sats Kappe a 5) U_ mox. 400V, U_ max. 250 V

Cap @ 9 Wewselspnnnunggﬁnleiie kénnen eins s16-
rende Anodenstrommodulation verursachen.
AC voltage components may cause

Avech als interfering anode current modulation.
ED 500
lieferbar
Also avoilable
as ED 500
Uf o 5,3 N
|= ca. 350 mA

PFL200 | Dol

Endpantode/
Pentode mit
getrennten
Kathaden
Endpentode
fir Video-
Endstufen
Pentode far
geiostele
Schwind-
regelung

Synchronisier- |

stufe in
FS-Empfangern

Power
pantade/
penfode with
separata
cathodes
Video power
pentode
Pentode
goted AGC

lg =300 mA
Gratess | Upco 17V
| Outlines 54 indirekt geheizt
Stift - Pin indir. heated
; E1F Pentode
F F-System)
5 95 U, =150V
5 g9;r U= 150V
5 ;’I-' Um:_?‘l \
33 In = 10mA
= 3mA
52
7 Ky, 5 = 85mANV
; :31_ = R, =150k
1L -
9 gy gy = 36
10 ap, Endpentode
[L-System)
U;: =170V
U1;2= 170 ¥V
U, =26V
1:l = 30'mA
lﬂ“z 7 mA
ST = 21 mAV
. = 33kQ
=35

Endpeniode als Video-Endréhre

Video-power-stage

Uy = 20V

R, = 580 @

Ry = =20 kR

Rer = O] ki

Ry = §é8 o

inspsp = 04:31+13..4 V
outspsp £0+20 v

'} Momentanwerie von L} 7
durch Bildinhalt und Synchronisier-Impuls
Momentary value of Umm

by picture-information sync. pulse

Kopozitaten + Capacitances
Pentode [F-System| Endpentode (L-Systam]

5 =10 pF 5% =13 pf
e = 10,5 pF [ =_7 pf
Srln = 0,14 pF Ceild 01 pF
St < 0,15 pF

Cavial, < 0.15 pF

el < 001 pF
CapiL < 0,005 pF
Cudgp < 00 pF

Pentode (F-System)

U, =220V
L =W
Uep = 250'V
b2 ™ 05W
R = 1ma
5]

Ui = 20V

Ry IAGC) = 50 ke

Endpentode [L-System)

Uy = 250V
N, = 5W
u = 250V
2
Ny, = 25W
|kzl = &0 mA
R = 05Ma
fey o TR0
Re = 20k
1| kurzzeitig
short-time
Ny, max. 3.2 W
Iy mox. 85 mA




T : Allgemeine Daten | Betriebswerle | Grenzwerie
= ype General data | Typical operation ! Maximum ratings
= |
|
A3
a PL36 Oktal |f = 300 mA L I U:Lo = 5§50V
= ileh ‘ Grobe 44 Uy ca. 25V nr; | Uu = 250'V
m | Leistungs- = =
Z pentcde fiF Qutlines 44 indirakt geheizt| Hns.p : =_;:$::
Horizontal- | Stift - Pin Indir. heoted fap L
Uiao 550V
._Pib]enksiufsn I — Un = 100V U!;,; = 250V
in Fernseh- | 21 it U‘Fz_ 100 V | URIS!I” =-1000' V'
Empfangern ¥ — U;]——E,EV Nu i ‘
4 . siehe Bild
Pawer 22 e KR | NF?zl sea fi
I 5 g lyg= 7 mA N, +N, -
T & = 5 = 14mAV| I Y= 200 mA
IS z i R. = 5ko R = 05 Mo
deflaction 8 k.o 1 Mg === #1 nen
stoges in Knppeg Feaigr = ™ Kopazititen - Copocitances Uy ore v
TV receivers | Capa Ug 'l ¢, car 19 pf €yt < NI pF Upk + 20V
mox. OV | - car 10 pF Ughics o8 | MY,
for * R = 20ke
I €0 uA | ke
Uk T I.I | 1} Als Endrohre fir die horizontale Ablenkung bei Impulszeit max. 225,
asp u einar Periode, 1, = 18 ps.
Ur—_'z =19y As power tube for horizontal deflection at pulse time max. 229
zg] s Tka per pariad, ty .o =18 ps.
| ) Wahrend der Anheizzeit der Baosterdiode I’\!g2 el \
During booster dicds warm-up period Ng: i
%) Als Endréhre fiir die horizontale AbIEnkun% unter Verwendung von
Stabilisierungsschaliungen mit Regelung Uber das Stevergitter ist
R..= max. 2,2 MQ.
R... should be limited ito 2.2 M2 when DC control voltege is applied
to grid No. 1 for stabilizing purposes.

PL 81 Pica @ lz = 300 mA | ZRéhren in Gegentaki-B-Betrieh U = 550V
iiatonge MNayal Ugpca. 215V ?!ubes push-pull, class B U:n — o
pentode fir Gmf?e 16 |indirekt geheizt Yy 5 170 200 V N, = B
Horizontal- Qutlines 16| jndir. heated 35!3 o 0 o v Uprog = 550V
Ablenkstufen | Stift - Pin u =170 h”;" . 17 20"V U.,e = 20V
in Fernseh- — U“ N D: Rep'l = 1 1 kn N:_:z = 45W
Empfangern 2 g, Ua;a L tlJm = = 315 V Ny +Ng, = 100w
NF-Leistungs- 3k UFQ i\ 1.-m = X2 Zx 25 mA I = 180'FA
varstarker 4 i £1_ ok l.‘l ansgest. : :5;'1?3 2« B7 mA Ugla [I‘;l = 40,3 nA)
§ f (gg= 3mA [ii2y TN = o
Power 6 g e wriusgest. = X 9 %125 mA El.!l = 05 M2
pentade for o) S =62mAN Ry, = 235 25 k@ U, = 20V
: 7 Beo= 10kQ |Ug ope Nl = ) g
harizontal 8 g i o o Ng“‘,l]'f 25 ¥ tik: = Wk
deflection 9 9.: Heaim 5.3 = 13.5 %0 W ]
stages in Eoria & 0= k - 52 52 o Als Endrihre fir
TV receivers Copa a =200V ‘.l_R_e e e Horizontalablenkung
AF power Um" 9\" g2 HEMIUNSIE S e COMION As power tube far
amplifiers Ug =200V 2). Impulszeit mox- 139 siser Pariode, horizontal deflecticn
U, =-28v Pulse time mai. 13_‘,{, pzr period, u“pz} = & kV
hmax = i asp )
i) Wahrend der Anheizzeit der Boosterdiode & =
During booster diode warm-up period Nl =
8 Nm max = 6 W U,-.n;-:;uf'
% ) Ug, nur durch Ry, erzeugt 513 A :
= Uy, produced by volioge drop ecross El
= R;;l only
@
|




TS5 | Allgemeine Daten | Betriebswerte Grenzwerte
E General data { Typical operction Maximum ratings
g |PL8I " | | Kapazitaten + Capecitances
% |Fortsatzung) ‘e Z I:': p:: “alk f 3'1 By
Z | [continuation) ‘a s Sqip < 02 wf
| 'CKL'E. < 08 P’F
i 3
PL 82 Pico 9 by = 300 mA ‘ Eintakt-A-Beirieb 2 Rahren in Gegen- | U, = 250V
L | Moval Uy ca. 165V AF amplifier, class A tokt-A-Belrieb U:Jsrl 1 = 25kVY
E1s:un_gs- Gréte 12 [indirakrgehaisr Ua~Up =170 20V Ztubes pushpull, | Uy, = 00V
RN aiat: | OMines 2| ingir. heoted | Re2. T SRB CEsA Ny b ELL L
i tikal- ‘i b Rg =165 2409 u =Z00 V = 25
oblenk- Stift - Pin U =17V 1" = 45 mA u“ =200V zﬁz = E:'?, ::u
Leistungssivfen| 1 — Uu - 170V ['1 = 10 A L - K2 ;
lagstonass X [ Ug,= g = BsmA Rl =il3@ | = 75 mA
'E" vl_f_ﬂw 3 3 ET [ Uy ="H0AN¥ wrepiNI=6 7V N5% = 12W R0 = TMe
mplangern ‘ L] I = 53mA = 3 4 kD R = 4k | R4 = 04 MO
Feds 3 L i A 5 4| 5
NF-Leistungs : : lgy= WOmA [NUI0%) = 4 42W Uy qtNI=135V ‘ e = 20V
verst@rker [t : = 2; :—?N Ug]ef! (50 mW) Rpig = 20 ko
Power * o ;i . !6' =05 05V
e —
::r“mde_ : 8 — w2/ '} gemeinsam - common
vertica |
Aafiactise | ? 9, | 3 Impulszelt max. 109 einer Periods,
stages in ;E?:’:-Tli:; 109, iod Kapazitaten
4 e ox. per pariod, 2
T:F" ;aac\i:;rers fiag = 2 8 chpccnance;sl ;
! : - = O € = P
amplifiers | I Um miftels Ry, - Up,'] by Ry c: = 59:.pF
4 Ugy fost * fixed grid bias | Cgita < 155pF

PL 83 Pico 9 lp =300mA | " S
| NMaval Uy ca. 15V | i
Leistungs- ' Gra L R Nu = 9 W
pantode rébe 12 _ | indirekt gehsizt gge = 250V
Video- Outlines12 | indin. heated I =8 2 W
Varsiarke Stift « Pi I = I = 70 mA
arstdrker i in U, = 70V Y B e
Breitband- 1 g, | i ]
; | 2 =Y, ] Ryl = 05Me
Verstarker 2 g U= 17w 21 f
=~ =2 Upe = 180V
U, ==23V . il
Power 4 f l!“ 35mA | ik 2 %2
enfode At = o L
fidneo i ! lp= SmA Y Uy, mittels Ry
amplifiers 83 |87 =105 mAV| Uy, by Ry
wide-band ; : B, .01 Ma 4 U test,
amplifiers 9 s_ : Mgy = 25 fixed grid bios

e —= =
g | Kapozilaten « Capacitoncas
Fad
z [ e = 104 pF
B = 6% pF
= !cl_!l:':\ < 0.1 pF
gyt < 0,15 pF
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T [ Allgemeine Daten Belriebswerle Grenzwerte
7ES ‘ General data | Typical operation Maximum ratings
PL 84 | Pico9 lp = 300 mA ‘ Eintakt-A-Betrieb u, = 250V
Noval Upca. 15V Class A amplifiel Ugp?l =  2kY
-Leist - 5 Ty = = N, = 12W
NF-Leistungs- | Grabe 12 indirekt geheizt ;,J-" Yp ‘li{i i?g :: u — oy
pentoca Qutlines 12| jdir. heated a2 4 £2 =
Eintokt-A-, | ' Ug, = =125 =173V M, = 175 W
Gegentokt- Sl Fin Ug=wov [y = 70 60 mA | Ngzausgest.
A-, B-, AB- I = Up=170V | e = 5 4) mA | = &W
Schaltungen § g Ug,=-125V | R, = 24 24 ko [ 100 mA
Endstufe i3 . ? 8y |1 = 70mA | U (N = Z . 78N Ry = 2Ma
Vertikal- ace lgg= SmA | NTI0%) = 56 52 W U, = 200V
eifendions : ; = Emfx,.-v Uppope (50mW) = 05 055 V Rine = k0
= = Bka | —_
AF power 7 a l'l'l-’gl - B | 2 Réhren in Gegentakl-AB-Befrieb 1 Irf'lpulszei.:.mux,-d%
penteda 8§ — - 2 tubes push-pull, class AB einer Periode,
R ? g | E“ j ;I;g 5 Pulse 'rir:\edmnx.l%
fipats h = per period,
pi e Ry, = 120 @ trax = 08 ms
push-pull, | = 2555 mA mEx
f | an s 7 U, mittels R
class A, B, AB i L g% A s s Rie
aausgest. . Y
powsar DS = 243 mA £1 k
padiocefor Ir.:'; ausgest. = 2205 mA |
"'_@”im_! _ Ugyopp (N) = 131 v | Kapazitéten
dafluction | Ria = 35 ko Capacitances
N = 13w €g vca. 12 pF
k = 45 % < ca: & /pF
Uy oreB0OmW) = 045 V Caria < 06 PF
_—
PL 95 | Pico7 Iy =300 mA | Eintakt-A-Betrieb 2Rohren in Gegentakt- | U, = 300V
| Miniatur Up coids v AB-Betrieb N2 = L6W
NF—Ee:js!ungs— GroBo 4 indirekt geheiz? Class A amplifier 2 tubes push-pull, :f: = 30V
peniace Outlines4 | jndir. haated Class AR g2 = LW
Eintaki-A-, Shr i W =20 WV U = 20 250V | Ngauasest,
Gegentak:- fift-Fin |y =200V U, =20 250V Up = 200 250V = 25w
A-, B-, AB- ; g U,=20V |R =20 300 RI= 30 %00 I = %A
Sbaltingen K83 | Up= 2V |1y =23 24mA I, =275 222mA | R, = 2Ma
i : g = AmA |1, = 42 45 mAc e Uge = 200Y
AF power t':-. =45mA (R, = B 10k = 2x20 %26 mA Rik = 20kn
pentods AR $7= SmAN| Ug, i (NI lege™ 232 2442 mA
closs A 3 Tl =5 PN Vg2 auseest.
omplifiers 9q Heafisy = 7 N12%) = 245,2 27.5mA
push-pull, I =78 23\ E:m = 10 10 kg
closs A, B, AB Ugy ofp 150 mW) Uy erp NI
= 05 05V =7 gV
N = 4] 7w
| KEp= 45 5%
——s Ugi orf 150 mWIT)
1) je Réhra = D05 D05V
) N, max. 5'W bej Ry gemeinsam
N, mox. §W af Ry common
Kapazitaten + Copacitonces
ligg cac 53 pk Coila < 04 pF
£, ©0035 pF Cog. < 02 pF




T | Allgemeine Daten | Betriebswerte Grenzwerle
g Ype | General data | Typical cparation Maximum ratings
= = B e I T -
g PL 504 | Mcr_g':o::! :} m_m;; :_'A w [ H .. 2 B i | H :jna = 525530 ::
7 | Leistungs- Gro_e 20 | L o L R N SURE |_j£t ] = 7KV
z 2 Outlines 62 | indlireks geheizt g S W e SEEEEN BN NBF :
panfoda fur Siih L Indir: heated HEREEE B [N} HNE N ssahe'Dlogrumm
Harizontal- i L . i Al 4 see diagram
Ablankstufen 1 g | dynamisch N2 T ] . t TIT] Umn = S8V
in Farnseh- 2 g, | dynamic 2 T 1 Uyy = 250V
Empiéngern 3 kg3 | conditions P ! L ! j_ Siehe Diagromm
S ; : Uy, : 50 V i i il H E2 see diagram
Up,= 200V 0 5 m i  a EW I, = 250 mA
peniode for | 6 g, Ugy=-10V |Rey = 22M0
hlﬂrizmT!uJ 7 g, lyep!) =420 mA Ny = | R:: 4 = 05 Ma
::Zﬂg‘:s“i:n g h_,g,s lgasp!t= 9 WA | Tolaranz-Granzdaten, * Upic - v
i ecstiars Kappe a Design moximum ratings. Rinc : _ 2 tg
Cap & 2 Nennwert-Grenzdaten, TSolben! :_ 280 _.C
Design canter ratings. tgig ) = 140 °C
| 1) Messung nur im Impulsbetrieb zulassig. %'Bei Verwendung als
| Measurement admissible in pulse Emlzlréhre fir die g
P P Zed?qa‘blenkunq in
| 31 Impulszeit mox. 2%, siner Periode, ;rcahbalhsneﬂen
| o 18 jis altungen.
Pulse time mox. 229 per period, When used as an
T output tube for line
g, deflection in
| stabilized circvits.
Kapeozitdten « Copocitances N antent,
ol 1,75 < 2 pF €t < 0.4 pF cathode grid bios.
) Abs. Maxima
PL 508 Magnoyal | I} = 300 mA Uiy = 70V
_ Grafe &7 | Yp ca 17V Uy = Ay
::::;Sismr Outlines §7 | indiraks gehelzt] I‘F"Ilunn a : 2{-‘; :‘:
Vertikal- Siift - Pin indir, heated | ') Messung nur im ?mmulsl:_p_mrieb zulassig. Es Uﬂ - 700 V
abtankirigin 1 g v ist darauf zu, ochten, dof die Grenzwerte ngu =
Farb-FS- &1 dynamic von Ny und N n_id'l_l ubkerschritten wurd_an. Nﬂ 3 = 3w
Ehafngem 3 g, it Meosuremen:nl admissible In_puisE opemho‘n Ikn = 100 WA
4 f u — v only, A!_TE)‘HIU!’I musi be paid that the maxj- R4 o 1 M2
Powerpentade| 5§ f U:l =190V mum ratings of N and N are not exceeded. Héﬂ 5 — 29 Mo
for vertical & a L3N Y ! Impulsdaver max. 4% einer Periode, U‘—"' = 20V
defiactisntn 7 Kooy || Bl _ s mal Gber nicht langer afs 0,8 ms. Ik
colour 8 g, asp T Pulse duration mox. 4% of a pariod
TV receivers B 1L Ezsp but not longer thian 0.8 ms.
3 N'__; max. 4 W als Taleranzarenzwert. Die-
sar Wert dorf mit einer. RGhre mit den pu-
blizierten Daten |[Nominalrdhre] unter kei-
nen Umstanden Gberschritien werden.
3 Ni:z max. 4 W design moaximum rating. This
7 rating mus! not be exceeded with g tube
- with the published dota (bogey tube) under | Kapuozitaten
z the worst probable operating conditions. Copacitances
= U pust - Fixed grid bias Caira =-hbpF
P i Ug? autom, - CGathode grid bios (e < 02 pf
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Type

Allgemeine Daten
Geaneral dota

Belriebswerte
Typical operation

Grenzwerte
Maximum ratings

PL 509

Leistungs-
pentads for
Horizontal-
Ablsnkung in
Farb-FS-
Gerdten

Power
pentode for
horizontal
deflection in
colour TV sets

Magrnovel | 1; =300 mA
GraBe77 | Ypca. AV
Qutlines 77| indirekt gehelz
Stift - Pin indir. heated

1 9y dynamisch

2 g, dynamic

3 gy conditions

4 (U, = 50V

5§ Un = 0oV

€9 | U, =175V

7 a4 U,, =-10V

B g lyap') =800 mA
? k lgzep'l= 70 mA
Kappe a >

]

anp

-

7]

Messung nur im Impulsbetrieb zulassig. Es
ist darouf zu achten, dafh die Grenzwerte
von N und Ngz nicht Gbarschritten werden,
Measurement admissible in pulse operation
only. Attention must be paid that the moxi-
mum ratings of N, and N, are not exceeded.
Impulsdaver max. 229 einer Periods, < 18us
Pulse duration max. 229 per period, < 18 s
N, max. 40 W als Toleranzgrenzwert. Dieser
Wert darf mit einer Réhre mit den publi-
zierten Daten (Mominolréhrel unter keinen
Umstanden dberschritten werden.

N, mox. 40 W design maximum rating. This
rating must not be exceeded with o fube
with the published data {bogey tube] under
the worst probaoble operating conditions:
N.., max. 9W als Toleranzgrenzwert. Wah-
rend der Anheizzeit darf Ngzrm:lx. 14W sein.
Nmmox.PW design maximum rating. Puring
the heating-up period Nlﬁ may be max. 14\W.
Feste Gittervorspannung - Fixed grid bias
In stabilisierten Schaltungen.

In stabilized circuits.

Absoluter Grenzwert 8 kV.

Absolute moximum rating 8 kV.

U — 700V
U, = 4V
Upn @7 = 7 kV
N, = awW
Nosge®% =31 W
Uggo = 700V
Ug: = 5V
N = 7W
Uppygp 1M1= =550 V
11{ = 5{}0 i‘nA
Ry ) = 500k
R = 22Ma
o = ke
Uy = @V
'Kolben 1= 300 °C
tapige 11 =, 140 °C

0

Ill]
| %2

In Triodenschaltung g, mit ‘a und g, mit k
verbundan,
In triode circuit g; is connected to a and
g, with k.
Ny o gz = 42 W als Toleranzgrenzwert.

1+ pa = 42 W os tolerance maximum.
Absoluter Grenzwert.
Absolute maximum rating.
Toleranz-Grenzwert - Dasign maximumrating
Es ist sicherzusiellen, dal durch ausrel-
chende Warmeableitung Gber Fassung und
Fassungsfadern die anpegebene Stiittem-

peratur in keinem Fall Eberschritten wird, |

By heat cenduction throughout socket ond
scckot contact springs mus!t ba assured. that
this abs. mox. temperoture of the pins is
never oxcoedad under the worst probable
conditions.

Kapaziléten « Capocitances

Cola
Sy Wi

25 pf
< D4 pF

1

|




Yisa Allgemeine Daten | Betriebswerte Grenzwerte

B General data [ Typical operation Maximum rotings
5| PL 802 Pico 9 Iy —=300mA | Uy = 59V
= Naoval U co. 16V Upy = 400V
rzﬂ Lumi:'mr.z- Grofie 10 | indirekt geheizﬁ Ui‘- = 30V
Endriohra Outlines 10 S el | Nn = &W
) n . Lt iy d U:zo = 550V
Luminanca S“|“ ;Fiﬂ Ll 170 v Ll',\.2 = 300V
Bawscivbe 2 g Ulr:l : I?g: 'l Kapozitiy entkappelt. Tiir“‘z] i }2’5 WA
3 91 Ubl_fz_ £ Capacitively decouplad, Rk - = 00 mn
4 E3 > hﬁ: - 80 | Ohne Leuchtdichtesignal mox. 3 W Toleranz- R_sn '] - 0.1 M2
5 rk L] ?.D;r':.-‘\! grenzwert. Dieser Wert.darf mit einer Rdhre Uarl ) : 2003 TQ
8 a l.-: m-as mAE' mit den publizierten Daten (Nominalrdhre) fik )
7 S.L"zc 40 A;'IVI unter keinen Umstanden Gberschritten wer-
8 g QWM dan,
9 Q: Pealg ca. 70 Max. 3W design maximum rating without
luminance signal. This rating may be ex-
ceeded with a tube with the published
dota |bogey tube) under the waorst prob-
able cperoting conditions.
N Uy gast » Fixed grid bias
4 UI{I durch Ry > 370,
Kapazitaten - Capacitances

Ca =2 pF
c = 4 pF

a
| Cria = 0075 < 0,1 pF

PL 805 Pica 2 ly =300 mA I 1) Messung nur im Impulsbetrieb zulassig. Es Ui =
! Moval Ugca. 15V | ist darauf zu achten, dof die Grenzwerte u, =
ist . > e ! icht i ’ y =
Leistungs ] Grafe 10 direki gehetzt] N, und N, nicht U!}B!’Sd‘lrli"l&ﬂ weardan Usep
pentode fir Outlines 10 Ao Measurement odmissible in pulse opero- Ny =
Vertikal- ) ) : | tion only. Aftention must be poid that the | N, % =
Ablenkstufen | Stift - Pin dynamisch l maximum ratings of M, and N, ore not Ug:n =
in FS-Geraten 1 & dynamic | exceeded. Um =
£ = conditlons 1 3 Impulsdouer max. 49 einer Periode, Ng? =
Power 3 g, U, = 80V | mox.08ms. Ngf =
pentode for 4t Ug, =170V | Pulse duration max.4% of one period, % =
vertical 5 f U, = -1V | max. 0.8 msecs. R =
deflection in 6 a Lysp!l =200 mAL 3 U, Uy oy + fixed grid bios R.48 =
TV sets 7 k9, '"zsp 1=35mA 4 U,, i\ aitom, - cothode grid bias Urne =
8 g | % Toleranzgrenzwerl. Ry =
2 U, = &Y | Dieser Wert darf mit einer Rohre mit den
Un =20V publizierten Daten (Nominalréhrel bei nor-
[ Ugy = =1V maler Vertikal-Amplitude unter keinen Um-
];ui|lll =BEmA ganden Bherschritten werden.
Igzsp” =45 mA Design maximum: rating.
Under no circumstonces may this value be
! excesded with a tube with the published
data (bogey tubel at ordinary vertical
S amplitude.
a ¢ Gilt auch fir stabilisierte Schaltungen.
ﬁ Applies for stobilized circuits also.
Z
E Kopazitaten - Copaocitonces

Cojs < 125 pF Coyp < 02 pF




Tyoe Allgemeine Dalen Betriebswerte Grenzwerte
&' e General dota Typical operation Maximum ratings
ad|Pm 84 Pico 9 Iy =300mA | Stift7 mit Stift 9 verbunden Y=l = 290y
o § Moval Upca. 42V Pin 7 connected to pin 9 & = 05 W
m | Abstimm- = = - g =
Z T | Grobe 1l lindirekt geheizt| b P 9 Y ULmax 250 ¥
Anzeigerdhre | - g = 470 X0 . o= 170V
| Outlines' 1 | 145 heated a 48t e L min
, ' Re 3 ma ‘ I = 3mA
S Stift- Pin U p ="0. 15V R = 3Mn
ooy 1o g = 04..105 mA Ui, = 200V
b2 = _ lyost = 03..004 mA Upeo = 250V13
| 3 kiggn, | a = 2045.0 mm i = 100 k2
piali 'Rolben = 10°C
5f ittt
& L WU A Ugee
7 st | HU_ mox.50V
g = |
? a

PY 83 ] Pico ? : ly =300 mA | Isoliertrafo fir Heizung nicht erforderlich W= =5
7 | MNoval Uf = 20V Insuloting-transformer for heating oY) = 546kY
Schalterdiode | - ———————— ot required pep = 175 mA
fir Fernseh- grolr_je 16]5 indirekt geheizt| A - 500 I'ﬂA
i | t T H ey = 1
Empfanger e | indir. heated | y; Impulszeit max. 18% einer Pericde, Uu:-t NIy = 5KV
Stift « Pin | fnax = 18 15 ap
: e U oo 14 = 56 kV
E‘;ﬂs'ef diede | 7§ — Pulse time max. 18% per period, U:}? B 2N
e = 1 =18
TV receivers T | i s
% | 21 o negativ gegen k - a negative to k
: | % k positiv gegen i « k positive to f
5 4] Absoluter Grenzwert
? A Absolute moximum rating
5= ) Wahrend Anheizzeil - during warm-up time
? a
Koppe k
Cop k

MNIFHOY

Kapazitat « Capacitonce
|age = 22 \pF

2l
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Allgemeine Dalen Betriebswerte Grenzwerle
Type Geperal data Typical operation Maximum ratings
PY 88 Pico 2 | 1[ = 300 mA U:m = 550V
Naval Uy co. 30V | Uy = 250V
Scholterdicde - e e N = 5W
for Fernseh- grolf?e ]?I? indirekt geheizt i i = 20 mA
1 THT 4
Empidnger B indir. heoted ]:-m 550 mA
Stift - Pin Ui = &KV
Booster diode i = U“j:sptlil
a/ksp
?Rrr ) | 2 — = 75kV
receivers —_ i
i . Uy spll= 6.6 KV
5 U Ufr‘}l:iksu = 220 Viefi)
5 — [ 1) Impulszeit max. 229
7 — | einer Periode,
g = . tmax = 18 ns
? o Pulse time max. 229,
Koppe k | per period,
Cap k | =18
| "max T4
[ 2 Absoluter Grenzwert
Auch ols EY B8 | Absolute maximum
lieferbar | roting
Also availobls
os EY 88 . -
Kapazitdten - Copocitances
Uy = 63V Cie = Yoipk
lp ealA5A | Cene = 2 ipF

NFYHON

6zl

PY 500 : Magnoval

Grofie 29
PY sou A Outlines 29
Schalterdiode. | siip « pin
for Farb-F5- ==
Empfanger ‘ 9 5
Booster diode | i f_
for colour
TV receivers ‘ S
6 —
| 7 @
B o
et R
[ Kappe k
| Capk

lg = 300 mA
Upca. 42V

indirekt gehaizt
indir. heated

U,
| bel 1, = 440 mA)l = 455 Q
i

I Impulsdaver mox. 229 einer Periode,

Tmax 1B us

Pulse time max. 225, per period,

bras 18 js
%) Abs. Maxima

3} Absaluter Grenzwert 7 kV.

Absolute moximum rating 7 kV.

Kapozitéten - Copacitonces
S = 138 pf
e = 87 pk

l:l

lirﬁp
-Umk + rapl]l]

ik + 8p )
Isting

I
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T Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
e General dota | Typical operation Maximum ratings:
UAA 21 Pico 7 Iy = 100 mA Udlsp = =330V
Miniatur Up co. 19V Ugitsp = 330V
Zweifach- S e e = 'S4 mA
Diode Grofhe indirekt gehsizt i A
; Outlines2 | jngir, heated dilsp = SmA
mit getrennten Midesibibas koo id[ = 9 miA
Kathoden Stift -+ Pin | 1 I = 9 mA
i
AM-Demodu- | 1 K Upksp = 3300V
2 o =
lator I |
FM-Damodu- 3 |
lator 4%
Ratiodetekior 5.k
6. 5 1
Twin diode 7 ap '
with separate
cathodes |
AM demodu- |
lotors
FM demodu- |
lators

ratio detector

| Kopozitaten (mit auflerer Abschirmung)
Copacitances |with external scraening)

AT o = 32 pF
SAIVEIT + T+ = 32 pf
Ca1/dit = 002 pf
CkTAl+ t4 5 = -3 RF
| Skiarietey = 35 pF

UABC 80

MNF-Triode
mit 3 Dioden
NF-Verstarker

AM-Demodu-
lator
FM-Demodu-
lator
Ratiodetekior

AF triode
with 3 diodes
AF amplifiers
AM demodu-
lators

FM demodu-
lators

ratio detector

Pico ‘ lg = 100 mA | NF-Verstarker
Moval | Upca. 285V | in Widerstandsverstarkerschallung
Grabe 10 ndirekt gehoizt Resistance-coupled amplifier
Outlinesto]| T R, = 10M2, R, =00
vilines IV | indir. heated UR
e | b = 200 200 200 V
S'ITT i e | Ry = 220 100 47 k@
o gMl U, =20v | R = 680 330 150 ke
It e I, = 0,5 1 1.6 mA
K U, =23V | mn
3fﬂ 1F=1wA |V = 53 4 34 fach
5 S =14man ElUgp=3V1 = 03 04 05 9
6 dp B Z gg*ﬂ il U, nur durch R, erzevar
7 kq. kg, B | U, produced by voltoge drop across R only
krpr- s | Dioden ¥ for olle Kathoden - for all cathodes
8 lgg = 2mA
? a Wgp=10V) |
larm = 25 mA
lUﬂu = 5V1
!d“-[ = 25 mA
Wy =35V
larr/Nanie
<Yabrw. >34
Kepozitaten « Capacitances
Cy = 1,2 pF cgp = 0B pF
15 = 1.4 pF g = 48 pF
Cats = 2 @F Capp = 48 pF

Tricde
i = 300V
N, = 1w
e = _ S5mA
Re = 3aMa
R, = 22MQ
Uped = 150V
1k = 2ka
Dioden
Ud[,m = -350 V
dllsp = -850V
Udinisp = 30V
dlsp - 6 mA
Allsp e 75 mA
I'rll]'lbp = 75 mA
tl-“ — 1 mA
!dll = 10'mA
L = 10 mA




Allgemeine Daoten

Betriebswerte

Grenzwerle

NIHHOY  Zel

Type General data | Typical operation Maximum ratings
|
UBC 8'] Fico ? 1' = 100 mA Uh = 100 100 70 o V Triode
o Noval Uy ca: 14V Ry = 220 100 220 700 ke | U, = 2}V
lnil- rore Grofle ¢ indirekt geheizt Ry - 5*‘: 3‘? 5“:‘ 3'? ;:!u ?‘a ™ ﬂ'g WA
. A = = m

Doppeldiods "T_’”H'“_es ) dndies otz R = 60 3/ 680 330 ke Rt,‘l = 3Ma
for Stift « Pin Triode I =018 028 028 045 mA | Up, = 100V
NF-Verstarker | 1 a U, =10y \ = 4t 84 4k T -fach Rf.;k = 20 ko
und HF- 2 g Up =18V e p=3Vi= 14 2 1,1 11 %
Gleichrichter 3k Iy = 15mA U g=5Vi= 19 35 13 17 % Dioden

J 4 f S =l&smAn ¢ Uy =380V
AF triode 5 f R = 42ka Iy = 08mA
with 6 dp wo=70 las = SmA
twin diode 7 s Uf-‘E = 100V
for 8 dpp l.;!_ = 2 kQ
AF amplifiers | g 1 =
and ] Ug mittels Ek
RF rectifiers und Ug tiat

| U, by

| Kapozitaten [ohne GuBlere Abschirmung)
Capacitances (without external screening)

Triode Dioden
Celk+f+5 = 23 PF Capp g =09 pF
Cufk+Fys = 23 PF L egrpip.s =02 BF
“gla =12 pF g <02 of
Cartt < 005pF  cyye < 0,25 pF
CaLI/E < 0,05 pF

and fixed grid bias

NIgHOY

EEL

UBF 80

Regelbars
HF[ZF-Peniode
mit 2 Dicden
HF/ZF-
Verstarker
HF-Glaich-
richter
AM-Demodu-
lotar

Remote cutoff
RFIF panlode
with 2 diodes
RFfIF
amplifiers

RF rectifiers
AM demodu-
lators

Pico ¢ I =100mA
Noval Upca. 17V
Z M= et
G’D{‘se 10 Jindicekt gehaizt|
Outlines 10| indir. hoated |
Stift + Pin u, =200V |
18, |Ug= oV |
2 gy U= B0V |
3 ks U:;'——- av |
4 1 I, = SmA
5 i I, =175 mA
6 o 5 = 22mAlN
7 od; R; = 1Ma
o L Bgalgy =18 |
8

|

D] U,,] nur durch Rgl erzeugt

Cxifa
1

HF/ZF-Verstirker

RF{IF amplifler

Uy = 200V Iy = _SmA
PR S\ (T = 175 mA
s = éka S = 2.2 mAfY

Ry = 3000 Ugy 1S = 0,022 mA(V)

Ug] = =2V =315V

Tagq = 42 kD

U, produced by voltage drop across
only

&1

Pentode
U, = 250V
Ny = 15W
U, (I, <2 mA)

i = 250V
U, (1. =5mA)

52

Y- sy

N = 03W

g2
Iy = 10 mA
Rieq = 3 Me
Ry Y = 2 Ma
Uf,"k = 150V

| Dioden per System

Uisn = 20V
lq = 0.8 mA

Kapuozitaten - Copocitances

€ = 42 pF Caire = 22 pF
€ = 479 pF Cirie = 235 pf
< 00025 pF Cqidn < 0,35 pF
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T Allgemeine Daten Betriebswerte ‘ Grenzwerte
¥pe. 1 Geaneral data Typical cperation Maximum ratings
e 3 |
UBF 89 | Pico 9 lg =100 mA ]| HF/ZF-Yerstarker | Pentode
MNoval Uy ca. 12V RF/IF amplifier u, = 2500V
Regelbare Grébe 10 [T irekrgeheiat| Ya = Yp = 100 200 v ‘ N, = 225 W
HFZF-Pentode | Qutlines 10| . 4 u = 0 0 v u = 250V
utlines indir, heated £3 82
mit 2. 0iaden ) ) - Rm = 0 30 ko Ng-2 = 0,45'W
HF/ZF- sift-Fin |y =20v |4, = -2 -0 -5 20V ™ = 16,5 mA
Verstarker I g Ug= OV |1, - 85 o — mA Ry s
HE-Cleidh- 2 g U, =100V 1T = oaBy | = 33 — mA R, = 2Mo
richter 8 ks u o =-15v S = 35 N 45 012 mANV | R, = 10ke
AMDemodu- | X 4 I = NmA [R =03 - 06 — Me |Up = 120V
fatar : f Iy = 233 mA Ri = 20k
8 S = 45mAlV ., :
Remoate cutoff 7 d R = 0.6 Ma ﬁwa“ Pe; S\zgg ":,
RF/IF pentode | 8 dyp Mgy = 20 13 = GhTA
with 2diodes | 7 83 | ' !
RF“F;T | URI nu: durch Rgl
amplifiers — | erzeug
RF rectifiers Kapazitdten + Capaocitonces Uy, produced by
AM demodu- Pentode Dioden voliage drop across
lators &g = 9§ pF Cark 25 pF Ry only
g = 52 ipf STk = 25 pF
| Cpile < 0,0025 pF S < 0,25 pF
| Copig < 005 pF
Pentode/Dioden
Eli”g‘ < 0,0008 pF C&ufgl < 0,001 pF

ucoez

HF-Triode
HF-Verstarker
UKW-Mischer,
selbsi-
schwingend

RE trinde
RFomplifiers
VHF mixers,
seli-excited

Pico 7
Miniatur

Grofe 3
Qutlines 3

Stift « Pin

e B - R E T L
|t

o

Iy =100 mA
Uf ca. 75V
indirekt geheizt
indir. heated
U, =200V
U,= -1V

t:t =115 mA
5 = 64AmAlV
o= 65

Mischer, selbstschwingend
Mixer, self-excited

Uusufl ca. 3V

i ca. 2,5 mASvV

Tayge HF-Yerstarker ca. 8ka
RF amplifier

r“mhe?Misﬁhefrieb ca. 12k
mixing operation

faby = 309

Kapazitaten - Copacitonces

cp———28-ph €= 551 pf

St — 1.8 pf S = 21 pfF

Iy = 30V
N - 2w
Iy = 15 mA
| Rg = 1 MQ
Ula']-iap =150 V

R = 20 k2
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Tyoo Allgemeine Daten Beiriebswerte | Grenzwerle
General data Typicol operation | Maximum ratings
[
UCC 85 Pico 9 ly =100 mA | per System per System
Noval Uy ca. 26V HF-Verstarker Mischer, selbstschwing. | Yy "= "250 A
HF-Doppeal- Grabe 8 I‘ﬂm RF amplifier Mixer, self-excited Ny ? = Z3W
triode OUMines B | inctir homtad | U = 1OV U, = 200V I = 5mA
mit getrannten ] ) = Ryoll =0 N3ka Ril = B2kn U-g = 100 Vn
Kathoden SITIIH = Pin par Eyimm U, = 140V R 1 M 2._ = 2{; ::.
Cascode- 2 i u, =200V o = e Upsgant= 28V ik = £
Stufen a1 U..,- ==2]Y Ia 5 6 mA Iy = 32 mA Ut + = 2N
Mischer, selbst-| © FIL |1 f= fomA | S = 47mAN S, = 23mAV |Yrx- = BV
sneinoend 4 f & = seman R = 10,5 k0 8; = 18R e
Oszill 5§ A r = 500 r 15 ka t Nag N = 45'W
szillator P " neq - e 2100
1 Te10 = 8 ke
RF twin triode 7 9
with separate 8 kp 1} kapozitiv Oberbrickt
tatfodas 9 s capacitively by-passed
cascode
stages
mixers,
self-axcited
oscillators
Kapazitaten » Copacitances
Sgl/kI+1+s = Sell/kll+ f+3 3L ipk
Cat/kl = Sall/kll Glaspk |
Sallel = Sallizll = L3 pFf

NIYHOE

£el

UCH 81 |

Regelbare
Heptode
mit Triode
Heptode:
HF/ZF-
Verstarker |
Mischer |
Triede:
Oszillator
Mischer,
selbst- |
schwingend |
|

Remote cutoff
heptode

with triodse
Heptode:
RF/IF ampli-
fiers, mixers
Triode:
oscillators
mixers,
self-excited

Pico 9
MNaval |
Grobe 10
Qutlines 10

Stift - Pin
95 84
9y
ks g
I

f

an
g3
U-[-
g

Ao DN O AW R -

1[ = 100 mA
U ca. 19V

|indirekt geheizt

indir, heated

Triode

100 V
oV

13,5 mA

&
U, =
E-'i

5
"

= 22

= 37 mAlV|

Triode, Oszillator - Qsciilator

Uy, = 200V
R, = 15ka
Rz, = 4 kD
Heptode, Mischer
mixer

g, mit grp verbunden

lg = 240 pA
g = 54 mA
Segp = 0,58 mAJY
Heptode

HF/ZF-Yerstarker
RE/IF amplifier

g, cannected to gy U,=Uy = 200V

Uy=Uy =200V Ry = 18 k2

Ripes = Toke UZ' = ov

o 47 ko Ry = 20

T2 = 230 pA u = 24V

eT +83 £1 I

Ry = 150 @ 1y = 7.4 mA

u =-2.6Y 1 L o= 43 mA

1 3. M2+ E4

|1[=! = 3.7 mA 5 =2400 pAV

s vgi T B,1 mA R = 0,6 M2

A =TI5 AN Begrm = 20

Ry = ].M2 r“cq' = “FF ki

Taeq =. 75ka Ui;l 1S =24 pAfV)

Ug] 15, =75 pAlV) = -3Y

=-2BY

Kapazitaten - Copocitonces

Triode Heptode

Co = 2.6 pF g = 48 pF

€, = 2,1 pF < = 79 pF
Vi 2! pF St < 0,006 pF

e = 02 PP Chper < 017 pF

l

Triode
u, = 250V
s 08 W
I = §5mA
& = 3 Ma
Heptode
U, = 250V
3 = 7w
u I, < 1mA)
g2gs 4
‘= ooy
U .
g2ir4 (ungeregeit)
s v
N 2 TW
T < 125 mA
-t = I M
e — aMe
Uy = 100V
Rpe = 20k&
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Type Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwearte
General data Typicol operation Maximum ratings
UCL 82 Pico 9 lg =100mA | Triode Pentode
Noval Uj co. 50V NF-Verstarker Uao = %00V
NF-Triode/ Grobe 12 |indirekt —,| in Widerstandsverstarkerschaltung u = 600V
| geheizt 1 2
Pentode Outlines 12 | ndir. heated | RESistance-coupled amplifier Ng (U, >250V)
mit getrennten | . i B.=3Ma R.=2MQ =1 IS
Kathoden Sft-Pin | Triode U, = 10 20 18 w0 vV [N U,<20V)
Triode: ; fT U, =10y Ry = 20 220 20 220 k@ = IW
NF-Verstarker P U= oy Re/ = 680 680 680 680 k@ Uao RV
Pentode: 3 on ly =35mA [Ry e s g Vg S
NFletstigs: | D S =25mAN !y, = 02 052 02 08 mA [N, = 18W
verstarker 5 w =70 Usett = 15 2 . HY Nz ausgest
F— R = a7 52 46 55 fach = 32W
AF triods/ ? P s T L e W% | = SlimA
pentode 3 f? U= St | Reyl = 2Ma
with separate T E2 Pénlave Rl = 1Ma
 aihades ? op UKI= -1&V Eintakl-A-Belrieb U = 200V
; I, = 3mA | Class A amplifier R { = 90 ka
Triode: lew= TmA | U = 100 g
AF omplifiers B2 ) e = 20t
5 = 64mAlN U 100 170 2000V Triode
Pentode: Ry = 20ka Uy = ~§ p72:f -6 v U, = 250V
AF power- Mygrey = 9.5 | Iy = 2% 35 35 mA | N, = 1W
amplifiers | Yoo = 5 6,5 7 mA g = 15 mA
R, = 89 (56 56ke |RM = 3Mo
U™ = 38 58 88V [Ra = 1me
N (109 = 1,05 34 35 W Rgll = W2 Ma
Uppogf (50mWI = 0,65 0,56 06 V Z 150Hz = 0.5 M
| | 2 Rshren, Gegentakl-AB-Betrieb Upie = 200V
| | 2 tubes push-pull, class AB Rik = 20k
| U, = 170 200 V
| ‘ ' = 170 200 V 1) U, mittels Ry
' K2 5 U, byR
‘ Ry = 13 165 @ 2 Y Fk
Iz = W X 3B mA W test
| Leanagest, = & ¥ 3 mA fixed grid bias
' | lgao = 262 265 mA %) Ug nur durch B,
i | gnissiat: 215 24165 mA B! -
| [ | Ria - 5 5 k9 U preduced by
Ugerg NI = 9 109 ¥V voltage drop across
N = 7 W R, only
k =+ 4 4,8 %
‘ [ [
[
‘ |
| Kapazitaten - Capacitances
| Triode Pentode
| Ca = 3 pF €a = 93 pE
iy = 43 pF Cq L0 8 pf
| Cota = 45 pf Cgw < 03 pf
Cop < 002 pF Cefp < 03 pf
| | Tricde/Pentode
[ Sari;n < 002 pF o copy, < 0,025 pF
[ Cerrap <002 pF  cppp <025 pf




Allgemeine Daten ‘

Belriebswerle

Grenzwerle

NISHOY ok

Type General data Typicol operation Maoximum ratings
UF 80 Fico ¥ lp =100mA |r, = 11ka u, = 30V
Naval Upca. 17V el = 12k N, = 25W
HF/ZF-Pentode 5 B PR Pl ) U = 300V
it GroBe 10 | indirekt geheizt| 1) Stift 1 mit Stift 3 verbunden N2 = 07 W
HF{ZF- Outlines 10| jndir. heated | pjn 1 connected fo pin 3 TLF-.? L e
Verstarker . < o= :
Breitband- Sh‘fl -kPm u, = MV Ry _=_ 5:] Mg
Verstarker Ug= OV | Uppe = 10V
2 g Uyy= 200V Rik = 20k2
RE/IF pentode | 3 & Uy=-255V
R /1F i1 1y = 10 mA
amplifiers e Iy = 26 mA.
wide-band 7 a s =171 "":’V
amplifiers 8 Ry =0sMa
92 Mgaigy = 9
? g,

Kapazitalen - Capacitances

G = 75 ©pF
€, = 33 pF
Cerla < 0,007 pF

UF 85

Regelbare
HF{ZF-Pentode
HF/ZF-
Verstarker
Breitband-
Verstarker

Remote cutoff
RF/IF pentode
RF/IF
amplifiers
wide-band
amplifiers

‘ Pico @ Iy =100 mA | HFJZF-Verstarker
| Noval U ca. 19V RF/1IF amplifier
| G810 findirrgaporar Ua=Us = BV ryyeh = 3k
Outlines 10 | indir. heated | &3 = B fagg = NSk
D e i Rpy = ko
Sfllfl -kPm U:L =200V Rk = 140 a
2 g o= oV U, =-23V
) Ug= 85V |1y = 114 mA
< & Up=-18V [l = 31mA
4 £ l, = BmA [S = 6,15 mANV
=ik lga= 2mA | Uy, (S =008 mA/V)
&% S = 57 mAN = BV
7 ¢ R >400ke |-
8 g, . "l Stift 1 mit Stift 3 verbunden
9 9; Pin ¥ connected to pin 3

) Anheizzeit + warm-up time

U, = 250V
N, = 25W
Ug = 250V
N!n = 0,6 W
[ = 15mA
8 = 3Ma
i, -~ = BN
Ry = 20k
U = 2.5V

-] |

a |

-

bard

= . :

= Kapazitaten + Capacitances

= € = 72 pF il S 0,007 pF
= g, = 37 gF Syt < 05 pF




T Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
h;; L Lo General date | Typical operation Maximum ratings
G| UF89 Pico 9 l; = 100 mA | HF/ZF-Verstarker HF/ZF-Verstarker U, = 290V
é = MNoyal U ca.126V | RF/IF amplifier RF/IF amplifier N, = 225 W
ege = Eea————— = - i - =
= HF?IF-PZ:ude Gw'?e? lnd:rektgehe:zﬂ Eﬂ Uh - mgx Gr"nig'r:r;mwm UNEZ = l}?ig :\F
Qutlines ' | indir, heoted £3 ot Joshalil's &2 !
HF/ZF- . Rrﬂ = 4kn Grid bias produced I = 16,5 mA
Verstarker | SHift-Pin |y —qjov |RS = 1302  byRy, Ry = 3Mo
1 s Ug= 0V [Ug =-195V u =ub = 200V R = 2Ma
Remote cutoff | 2 g, Ug,= 100V o =1ImA U = 0V Rgq = 10ka
RF/IF pentede | 3 k Ug= -1V [l = 38mA R, = 3k e = 10V
RF/IF 4 f I, = 12mA s = 3,85 mA/V n = 1M |Rp = Wke
amplifiers 51 lep = 44 mA (aeq ca. 42 ka i = 113 mA
6 s S = 44mANV| Ug, 15 = 0,16 mAN) 1 = 39 mA | Uy nurdurdh Ry,
7 a R > 03Me = 2V g = 515 mA/V | erzeug!
& g, Hazfgy = 19 oot (00,7258 Uy, preduced by
? oy = U 55 0,15 mA/N) volmgedmp across
= 20V g only
Kapazitdaten - Copacitances
c, ca. 55 pF Cgym < 0,002 pF
c, ca S5 pF Coqif €O 0,05 pF

UL 84 Pico'? ! = 100 mA | Eintaki-A-Betrieb ‘ U = 950
NF-Leistungs- Noval | Y Uf ca. 45V Class A amplifier NJ: = j2W
pentode Grade 12 i:nc:rekmahe:zﬁ Ua i MR R | Ug ==Y
_ Outlines 12 'jngi. U = 100 170V N - 175W
Eintakt-A-, HelrT HEales U" = 47 =125 th i
Gegentokt- | Sfift-Pin [y gy |1 = = p ox ¥ g2 ausgest
e 1 — U = v 1 : 3 70 mA 6W
Sholtngen | 2 8, | Sy | &P - . Al z e
3 koy |12 70mA UL NI - f.; 2'; ;n rElm e 20:} ,\\fm
AFpower | 4 f Ly = SmA N“fl?]i%u = 19 56 W R = ke
peniode 5 f S = 10 mANV| Uy uqp 150 mW) = 0.55 05 Vv i
class A G R, = 23ka 1) Uy, mittals Ry
amplifiers 7 a Hea/ey = B 2 Réhren, Gegenlokt-AB-Betrieb Ug, by Ry
push-pull, &= | 2 tubes push-pull, class AB
class A, B, AB | 7 6, ‘ | Y = 100 7 v
|.JE.‘.2 = 100 170 V
| Ry = 1% e
l = 229 X565 mA
Fn ausgest, Lo 231 7.5 mA
‘ Ie%0 = 246 23 mA
| apnusgest. = 27 2205 mA
| P = 35 35 ko
= | Ugy oty IND = 7 131V
g:} N = 3.4 12 W K =
I Ko 3 45 o upuzsviulen
rz" U (50 W) = 0,54 045 'V Capacitances
giefl . = ¢y ca. 12 pf
g €, ca & pF
i Ceifa = 0.6 pF




Allgemeine Daten Belriebswerte Grenzwerte
= Type ‘ General data Typical operation Maximum ratings
g i = = 170 20 VvV (U = 250 V
a Pico 9 Iy 100mA | Up=Uy 100 L
= UM &0 Naval Uy ca. 18V Ry = 0.5 0,5 05 Mg | Ua = ;}53 3\!
Z | Abstimm- 2 il = Qu7 0.-18 0.8V (Upnee =
Z | anzeigershre | SO0 wm b el (T = Wl 2 20 4 270, &mA [Uppsn = S0V
Outlines 10| indir. heated | | = 190..35 205... 50 380... 60 pA - 3Ma
Tuatng stift - Pin al) - 0.2 0.2 0.2mm| Uy = 20V

indicotar &

') Bogen des Leuchtwinkels in mm
Arc of fluerescent angle in mm

00N Oen B DRy~
~ja|~=|~a

Uy 85 Pico 9 Ip =100 mA |ue" = 10 17 20 250 Vv Ugy = 700V
e Noval Upco. 38Y |1 = 10 10 110 10 mA s = 110 mA
inweg- Gra ———— ¢ = 100 100 100 1 z -
Gleiduridror | Quices jo| Pirektasheiat| gl = B0 T 100 8 b s T i
UGS indir. heated | | - 12 135 25 245 v the+sp = SOV
Holf'-wuva Stift « Pin => min. Schutzwiderstand
rectifier ; — min. protective
==t resistance
3 & bei Uy
4 1 110V -
5 f 127y =
6 — 140V =
; = 160V =
2 = 2V =
a 250V = 1

NIFHOY

vl




Empfiinger- und Verstiirkerrohren

Fiir das Ersatzgeschéft stehen zuséitzlich noch fo'gende Typen zur
Verfiigung, die aber nur noch bedingt gefertigt werden.

Receiving and amplifier tubes

For replacement limited quantities of the following types are
available in addition.

AB2 DL 94 EM 11
AF 7 DL 96 EY 51
Al 4 DM 70 PC 96
AZ1 DM 71 PC97
AZ 11 EAF 42 PF 83
AZ12 EBC 4] PF 84
AZ 4] EBF 15 UAF 42
DAF %1 EBF 83 UBF 15
DAF 96 ECC 86 UCF 12
DC 20 ECF 12 UCH 42
DC 96 ECF 83 UCL8I
DF 21 ECH 42 UF T
DF 96 ECH 83 UF 14
DK 40 EF 15 UF15
DK 91 EF 41 UF 41
DK 92 EF 97 UL 41
DK 96 EF 98 UMl
DL EFM 11 Uyl
DL41 EL13 Uy 41
DL 92 EL 4]

146 ROHREMN

Fernseh-Bildrohren

Television picture tubes
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. Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte

g ype General data Typical operation Maximum ratings
Eard .
a(A28-13W| Spezial- | Ug =11v U, = l kv U, = 75. 12 &V
X sockel Iy =46&3mA Ug‘ = 0...350 V' Um = —50...4500 V
Z | Rechteckigs g : : ==l = 200...350 250 VvV u = 200... 350 V
= Ty i Stift « Pin indirekt gehelzt| ~82 iw G

FS-Bildrohre 1 indir heated | Ykspers = 48 32..58 ¥ Wi ===100s 10V

elektrostatisch 9y U, =-350... 2 V

fokussiert 25k Die Réhre kann chne Schutzscheibe &1sp

A ch 3§ Abmessungen ot g | Rm = 1.5 MQ

m;gnans' Tube dimens, | Yerwendel werden. ’ ) Uy = 10 v

abgelenkt, 4 f EVT 5 Tubs may be used without safety plate. Ughtss = — 190 v

aluminisierter 5 g irm - Screen| Hesp =

Schirm, Metall-| g; 171 x 228 mm Rirk o L Ma

armierung = = i

sinschlielich 7 gy Lange ib. alles

Bildrahrane Overall length

halterung 24545 mm

Ractangular \?:‘:"?l

TV picture eght

tube, elec- ca. 22kg

trostatic focus, Ablenkwinkel

;“‘:’f?”ef": Deflect. angle

o, diogonal

screen, metal Hals @ 20 mm I _ :

shielding 20 | = |

including neck @ 20 mm | Kapazitdten - Capacitonces

picture tube €gy cO. § pF

mount c ca, 3 pf

Syl = 550...850 pF
Cypy €0. 180 pF

A28-14W

Retchteckige
F5-Bildrohre
elekirostatisch
fokussiert,
maognetisch
obgelenkt,
aluminisisrter
Schirm, Mstall-
armierung
einschlieblich
Bildréhren-
halterung

Rectengular
TV picture
tube, alec-
trostatic focus,
magnetic
deflaction,
aluminized
screen, metal
shielding
including
picture tube
mount

Spezial-
socke|

Stift « Pin

b BN T R
-

Uy =1y U, = n kV
lpy =é&mA Ug, = 0...350 \
indirekt geheizi| g2 i T
indir. heated ksperr

Die Rohre kann ohne Schutzscheibe
Abmessungen
Tibis dirans. verwendet werden,.

Tube may be used without safaty plate.
Schirm - Screen
VIxZBmm | eoe Dyrehsteckeinlion.
Lange ib.alles| For push-through arrangsment.
Overall length
2455 mm
Gewicht
Weight
ea. 22 kg
Ablenkwinkel
Deflect. angle
diagonal 90°
Hals .20 mm
neck b 20 mm

Kapazitaten - Capacitances

c ca. T oF

K1

€, <o, 3 pF

Catm = 550...850 pF

Sy €a. 150 pF

U, =75 12 kv
Ug4 = =50...+500 V
U = 200... 350 v
2 A
Ug =100.. 0V
Ugmn ==350... +2 V
Rg’] = 15 Ma
Up = 10 V
Ur.fksp = 10 v
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Type

Allgemeine Daten
General data

Betriebswerte
Typical operation

Grenzwerte
Maximum ratings

A31-20W

Rechteckige
FS-Bildrohre
elektrostotisch '
fokussiert,
magnatisch
obgelenkt,
aluminisierter
Schirm, Metall-
armierung
einschlieBlich
Bildrohren-
halterung

Rectangulor
TV picture
tube; slec-
trostatic focus,
magnetic
deflection,
aluminized
screan, metal
shieiding in-
cluding picture
tube mount

™ Oe n e G2 D -

Speziol-
sockel

Ur =1y
ly =é8mA

Stift « Pin

indirekt geheizt
indir. heatad

Abmessungen
Tube dimens.
Schirm + Screen
195% 257 mm
Lange ib. alles
Ovarall length
2735 mm
‘Gewidt
Wekaht

ca. 28 kg
Ablenkwinkel
Deflect. angle
dingonal $0°

Hals © 20mm
nedke O 20°mm

Uy = ) kv
Ugy = 0...350 v
U, = 200350 250 V
Uy spore 45 2.8V

Die Rohre kann chne Schutzscheibe
verwendat werden.
Tube may ba used without safaty plate.

Fir Durchsteckeinbou.
For push-through arrangement.

Kapozitaten « Copacitonces
Cgi ta. 7 pf
g co. 3 pF
Cifm = 990...850 pF
Cafty €O 150 pF

U, =75 12 %Y
Um = -80...+500 V
Uy = 200..350 V
U, =-100.. 0V
Upep —30.. 2 V
R = IS Mg
Uge = 10 N
Upeep = 130V
Hore | o= 1 Me

A 44-12W/| Spezicl-

= 6,3V

Uy
Iy co.300 mA

Iy =300 mA
L.f' ca. 63V

Abmessungen
Tube dimens.

| Schirm - Screen

- sockel
Rechteckige Jetec B7-208
F5-Bildréhra | _ .
elektrosiatisch | Stift P
fokussiert, :
magnetisch [ 2 9
abgelenks, 3 5,
aluminisierter 4 gy
Schirm, Metall- | 6 g ‘
armisrung ek
elinschiiefilich 8 I l
Bildrdhren- Kappe a
halterung Capo

Rectangular |
TV picture |
tube, elec-
trostatic focus, |
magnetic
d=flectian,
aluminized
seraen, metal
shielding in-

cluding picture ®

tube mount

970 % 348 mm

Lange (b. alles
Cverall length
284565 mm
Gewicht
Weight

ca. 53 kg
Ablenkwinkel
Deflect. angle
disgonal 110°

u, - 18 KV
Uiy 0...400 V
Ue, = 500 v
U[—f['illt'.r]'
bei Uy, = 400V = 77..~40 V
bei Uy, = 500V = -23..-50 V

Die Réhre kann ohne Schutzscheibe
verwandet warden,
Tube may be used without safety plate.

Fur Durchsteckeinbaw.
For push-through arrangement,

Kapazitéten - Capacitances

€ ca. & pF
(=% ca. & pF
Cpim €3 700...1200 pF
Sup £ 250, 500 pF

u, = 3. 8Ky
Ug,  =-500..+1000 V
U, = 350... 550 V
U, =-150... DV~
Ugisp  =-400... 2V
Uf."k'r )= 410 v
ik v 20 N
ik +sp 300 v
fh= 135 v
e = sl eie
Z,, (80 Hz
5= 0.5 Mo
Bor: vl i 1 Mo
Zyj1. 150 Hazy
= 01 Mo

) wahrend der Anheizzeit
max, 45 <
during warm-up time
maox. 45 3
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Type

Allgemeine Daten
Generol data

Belriebswerte
Typical operation

Grenzwerte
Maximum ratings

Ad4-120W

Rachteckige
FS-Bildrohre
elektrostatisch
fokussiert,
mognetisch
obgelenkt,
aluminisiarter
Schirm, Metall-
armierung
einschlieblich
Bildrdhren-
halterung

Rectangular
TV pictura
tube, elec-
trostatic focus,
mugnetic
deflection,
aluminized
screen, metal
shieiding in-
cluding picture
tube mount

Spezial-
sockel

letec B7-208 | -

Stift « Pin

\ Uy = 63V U, =

I_I“ ca. 300 mA ng4 =

¢ =300 mA ﬁsﬂ L

| Upca. 63V !‘-Q;f"”'r =
£2

Abmessungen bei U!—‘f? =

Tube dimens.
Schirm - Screen
270 % 346 mm
Lénge tb. alles!
Overoll length
2B4.5+6,5 mm
Gewicht
Weight

ca. 53 kg
Ablenkwinkel
Deflect. angle
diagonal 110°

Fiir Durchsteckeinbou.
Far push-through arrangement.

18 kv
0...400 ¥V
50 VvV

00V = 77..-40 V
500V = -93..-50 V

Die Rohre kann chne Schutzscheibe
verwendet werden.

Tube may be used without safety plata.

sl
k
Calm
Calb

ca. é
ca. -]
ca.
ca.

Kapazitdten + Capocitances

pF
pF

700...1200 pF
250... 500 pF

U, = 13.. 1BKY
U&H == L.+1000 Y
U,;.2 =350... 500V
UK‘I =—150... oV
ul.r!sp ==400... <2V
Ul',fk-& N = 410 v
Y, = 2 ¥
Uh‘k+sp . 300 v
U = 138 ¥
RL,] = 1,5 Ma
an 150 Hz)

= 0,5 Ma
REAT tenes 1 Mo
Zfﬂl (50 Hz)

= 0.1 Mo

1] wahrend der Anheizzait
mox. 45 5
during warm-up time.
mox. 455

A 47-17W

Rechiedkige
FS-Bildrohra
alektrostatisch
fokussiert,
magnetisch
abgelenkt,
aluminisierter
Schirm, Metall-
armierung
einschiiaBlich
Bildrohren-
halterung

Rectangular
TV picture
tube, elsc-
trostafic focus,
magnetic
deflection,
aluminized
screen, metal
shielding
including
picture tube
mount

Spezial-
sockel
Jetec B7-208

Stift - Pin
f

9
9,
9y
9

K

f

0N S L R —

Koppe a
Capa

Tube dimens.
Schirm - Screen
305 x 384 mm
Léinge Ob. olles
Overall length
302,5+65mm
Gewicht
Weight

ca. Bkg
Ablenkwinkel
Deflect. angle
diagonal 1107

‘m
k
Suim
Salby

Up = 63V u, =
Iy E.EDD m}'\_ Ul_hl =
lp =300 mA ﬂm =
Uco63V | 59T _ iy
Abmessungen bei UE? = 500V

ca. L]
ca. 5

Die R&hre kann ohne
verwendet werden
Tube moy be used without safety plate

Kapaozildten - Copacitances

18 kv
0...400 V
S v

7740V
3.8V

Schutzscheibe

pF
pF
= 1000...1560 pF
= 200... 500 pF

u, = 13.. 20 kV
Ug,  =-500..+1000 V
ng = 350... 550V
Um ==150... ov
Ugiap 32 v
[Jrk+1| = 410 v
T
frk
+ 5P= 00 v
U = 13V
RR‘I = 1.5 Mo
Zkl 150 Hz)
= 0.5 Mo
Rpe = 1 Me
Zyj 180 Hz)
= 0,1 Ma

1) wahrend der Anheizzeit
mox, 45 s
during warm-ep time
max. 455




NIYHOY  ¥51

NAYHOY

551

L

Grenzwerte

T Allgemeine Daten Betriebswarte
General data Typicol operation Maximum ratings
: | .
A 47-26 W Spezial- Uy = 63V U = 18 kv u, = 13.. kY
kechteckie ;D:kalﬂ}m _.If ca. 300 mA ‘ Uy = 0...400 V UEM =~500...+1000 V
etecB7- —— = = sir
FS-Bildrahre - i = INeA | T Pt LLJ,“" .
elekirostatisch |3ift - Fin Upca. 63V | “&isperr - £ =
ey g bei Uy, = 400V = -77..40 V Uses 2 v
. Abmessungen bei U, = 500V = -93..-50 V - = 410 v
magnetisch 2 g; Tobs:dimen i ] ”
abgelenks 3 g, b '€MS. | Die Rohre kann ohne Sdhutzscheibe s = 230 v
uiumin‘sie;Tsr 449, Schirm - Sereen| verwendet werden UI‘."k bap
Sd‘lirm,'Metall-]' I3 g, 305 %384 mm Tubs moy be used without safety plate _ 300 v
Grmierung 7. W Lange ib.alles] Yk - - 15 1 5
sinschlieDlich g f Overall length Fir Durchsteckeinbay. Ry by L3 me
Bildrohren- | Koppea | 302.5+6,5mm | For push-through arrangement. R )
halterung Cap o Gewicht B : 0'15 ﬁff
Weight e s =
Rectangular | ca.Bkg Ziyye (50 Hz)
TV pictura ' T il iR
fibe elan Ablenkwinke! -
mm;nk o Deflect. angls | '} wihrend der Anheizzasit
RS ! diegonal 110° | max. 45 ¢
do[?act:l}n | during warm-up fime
Fol A maox; 45 s
oluminized l Kapazitaten - Coporitances
screen, metol Cop: €O & pF
shialding Tk ca. 5 pF
intluding =
2 ; { Sy = 1000...7500 pF
pictere 1ube Cyp = 250.. 500 pf
mount

A 50-12W

Rediteckige
FS-Bildrohre
elektrostatisch
fokussiart, |
magnetisch
abgelankt,
aluminisierter
Schirm, Metall-|
armiarung
einschlieblich
Bildrohren-
halterung

Rectangulor
TV picture
tube, elec-
trostatic focus,
magnetic
deflaction,
aluminized
screen, metal
shielding in-
cluding picture
tube mount

Spezial- | Uy = 63V u, = 18 kv
sockel | If ca.300mA | U, = 0...400 V
letec B7-208, I} =30mA | Sm = 500 v
Stift ¢ Pin U 63 Y gisperr
il ££9:6, bel Uy, = 400V = ~77..-40 V
2 g | Abmessungen hbeai ng = 50V =-93.-20V
1 I 1
3 g, | TUb'E Siysns; | Die Réhre kann chne Schutzscheibe
4 g, Schirm - Screen) yonvendet werden.
6 gy W0Bx 3% mm | Tube moy be used without safety plate,
7k Lange ub. allas!
B 1 | Owerall length Fir DurchsteckeInbay,
Kappe o I 3125465 mm  For push-thraugh arrangemeant.
Cap ¢ Gewicht
Weight
ca. 2 kg
Ablenkwinkel

| Deflect. angle
dicgonal 110°

Kapazilaten - Copacitances

€ ca. [ pF
Sk ca. 5 pF
Copn = 1000..1500 pF

|
8
< <

= 1.5 Mo

Ma
Ma

=¥ 0.1 Ma

1) wahrend der Anheizzeit |
max. 455
during warm-up tima
max. 45 s




NIYHOY 951

NIFHOY

£51

Type

Allgemeine Daten
General data

Betriebswerte
Typical operation

Grenzwerte
Maximum ratings

A50-120W

Rachieckige
FS-Bildrohre
elekirostatisch
fokussiert,
magnetisch
abgalenkt,
aluminisierter
Schirm, Metall-
armierung
ainschlieBlich
Bildrohren-
halterung

Rectangular
TV picture
tube, elec-
trostatic focus,
magnetic
deflection,
aluminized
screen, matal
shialding in-
cluding picture
tube mount

Spezial- Uf = £33V
socke! lg ca.300 mA
Jetec B7-208 I, = 300 mA
Stift - Pin Upeo. 63V
; f Abmessungen
a :1 Tube dimens.
4 gz Schirm + Screen
4 g‘: 308 %394 mm
7 k Lénge ib. olles
B i QOverall langth
Kappe a 312,5+4,5 mm
Capa Gewicht
Weight
ca. ? ka

Ablenkwinkel
Deflect. angle
diagonal 110°

= 18
= 0...400 V
o = 500 vV
pﬁn;:err

el Um =40V = -77..-40 V
bei UL’J =50V =-93..=50V
Die Rohre konn ohne Schutzscheibe

verwendet werden.
Tube may be used without safety plate.

kV

a
o4

[l = =i

Fir Durchsteckeinbau.
For push-through orrangement.

U.'I = 13.. 20kV
UIH ==500..+1000 V
ng = 350... 550V
Um =-150... ov
Ums‘p =-400... +2V
Uf”ii-‘)= 410 v
Upgoe = 200V
Ugk +sp

= 300 v
Uf.-"k- = 135 v
R = 1.5 Ma
Z?‘ 150 Hz)

= 0.5 Ma
an 150 Hzl

= 0,1 Ma

1) wahrend der Anheizzelt
maox. 45 s
during warm-up fime

Kapazitéten « Copacitonces

€y €O 6 pF
o ca. 5 pF
Cufm = 1000...1500 pF
Cup = 250.. 500 pF

mox. 45 s

A 56-11X

Rechteckigs
Farb-FS-Bild-
rohre, 3 Elek-
fronensysteme,
Lochmaske,
aluminisierter
3-Farben- |
irm,
elekirostatisch
fokussiart,
magnetisch ab-
gelenkt, Me-
tallarmierung
einschlieblich
Bildrohren-
halterung

Rectangular
colour TV
icture tubs,
elactron
systems,
shadow mask,
aluminized
3colourscreen,
electrostatic |
focus, mognetic|
deflectian,
metal shielding|
including pic- |
ture tube mount|

Spezial- Ug= 63V
sockel Iy ca.900 mA
T‘:;::h Abmessungen
B 12-244 Tube dimens.
| Schirm - Screen

Stift - Pin 337 w 447 mim

; :( Lange ib. alles

3 rol Owverall length

: Sirot | 472495 mm

5 Sarot Gewicht

& Bagriin Weight

7 s ca. 15 kg

g'lgrtill

a — Ablenkwinkel

9 9, Deflect. angle
e — diagonal 90°
1 k'hl:m

12 91 htan

13 G4y

f
Kappea
apa

ie System

u, = 25 kv

UL,._,‘ = 4200..5000 V

Uy spase = -70.-140 V
ei Uy, = 300 v

oder

IJg2 = 210...495 V¥
bei Ugispery = 105 v

Die Réhre kann ohne Schutzscheibe
verwendet werden,
Tube may be used without safely plate.

Kapazitaten - Copacitances

je System

Sgifalles €9- G/ pF .
Sk/ulles 5 pf

Cealalles — 7 pF

it = 2000...2500 pF

Culb ca. 400 pF

u, =20..275 kV
U = 6 kY
&3
Upaep = 1 kv
U!-’I =-200... 0V
Uirrsn =400,..42 V
& = I mA
U1 = 410 V
ey = W0V
Ul‘fk+sp 30V
= - 85 ¥
Ui —sp = 180V
1] wihrend der Anheizzeit
max. 45 5

during warm-up time
max; 45 s




MIFHOY 851

NIHOY

&51

Type

Allgemeine Daten
General data

Befriebswerte
Typical operation

Grenzwerte
Maximum ratings

A56-120X

Radhtadigs
Farb-FS-Bild-
rohre, 3 Elek-
tronensysieme,
Lochmaske,
aluminisierier
3-Farben-
schirm,
elektrostatisch
fokussiert,
mognetisch ab-
gelenkt, Me-
tallarmierung
einschlieBlich
Bildrohran-
halterung

Rectangular
colour TV
piciure fube,

3 electron
systems,
shadow mask,
aluminized
3colourscreen,
elecirostatic
focus, magnetic

ie Systam
U, = 25 kY
U#:! = 4200...5000 V
Jsperr = -70.-140 V
ie- Ugy = 300 v

oder

| U = 70... 475 V
bei Ygisnag = =105 v

Die Rohre kann ohne Schutzscheibe
verwendet werden.
Tube may be used without safety plote.

Fir Durchsteckeinbau.
For push-through arrangement.

deflection,
metal shielding|
including pic-
ture fube mount|

Spezial- Up = 63V
sockel I ca. 900 mA
Tthl“h Abmessungen ‘
;1;;44 Tube dimens. .
Schirm - Screen|
SHIY < Pin | 357 x 447 mm
; L Lange iib, alles!
3 rot Overoll length|
9yrot A72£9,5 mm
R Gewicht
: Dagriin | \yoiohe
7 Eritn ca. 15 kg
Byeriin !
g — Ablenkwinkel
2 16] Deflect. angle
10 — diogonal 90°
1 k|l|:lll
12 Dbl
13 gapiu
14 i
Kappe a
Copa

Kapozitaten + Copacitances

ie System

Cemifalles €9 7 PP
Skialles = B pF
Cealulles = 7 pf
ot = 2000..2500 pF
b ca. 400 pF

Ua =20,,.27.5 k¥
Ur:'s i & kV
Uppip = 1 kv
UE’! =-200... 0 V
Upap ~ =—400.42 V
ly = T mA
Upe ) = 410 V
Ups = 200V
fik+sp 00V
Uf}'k.— — 135 v
Upg=spi = 180 ¥

1) wahrend der Anheizzeit
max. 455
during warm-up time
max, 45 s

A59-12W |

Rechteckige
FS-Bildrahre
elekirostatisch
fokussiert,
magnetisch
abgelenkt,
aluminisierter
Schirm, Metall- |
armierung |
einschliieflich
Bildréhren-
halterung |

Rectangular
TV picture
tube electro-
static focus,
magnetic
deflection,
aluminized
screen, metal
shielding
including
picture tube
mount

Spezial- Up = 63V
sockel Iy co.300 mA |
Jetec B7-208 I =300 mA
Stift - Pin Up co.63V
2 ¢ Abmessungen
a g‘ Tube dimens.
4 Q: Schirm - Screen
& g: 3B5x 489 mm
7k Lange ub. alles|
B f Overal| length|
Kappe a 340 £8 mm
Capa Gewicht
Weight
co. 14,5 kg
Ablenkwinkel

Deflect. angle
diagonal 110°

u, = Bk
Uy, = 0...400 V
Y, = 00V
Eiaperr

bei Uin = 400 V.= —77.. =40 V

bei Uy, =500V =-93.-50 V
Die R&hre kann chne Schutzscheibe
verwendet werden
Tube may be used without safety plate

1} wahrend der Anheizzeit mox. 45 s
during worm-up fime mox. 45 s

Kapuozitaten - Copacitances
tgy CO é pF
Tk ca. 5 pF
= 1300...1900 pF
= §00...1400 pF

Salim
Cainy

U, = 3. 1Bk
UM =-500,..+1000 V
U, =350.. 550V
Ugpg =-150.. OV
Upep = 2V
ok + )= 410 v
e = 2 ¥
tk+s
A R
Upp. = 125V
R = 15 Ma
Z,, (50 Haz)
= 05 Mo
Rif. = 1 Ma
Zy, (50 Hz)
= 01 Mo




MNIAHOE 9L

NIFHOY

91

Type

Allgemeine Daten
General duta

Betriebswerte
Typical operation

Grenzwerle
Maximum ratings

A59-12W/2

Rechtedige
FS-BildrShre
elekirostotisch
fokussiart,
magnetisch
abgelenkt,
aluminisierter
Schirm, Metall-
armierung
einschlieblich
Bildrahren-
halterung

Rectangular
TV picture
tube, elac-
trostatic focus,
magnetic
deflection,
oluminized
screen, metal
shielding
including
picture tube
mount

Spezial- Uf =63V
sockel Iy €o.300 mA
Jetec B7-208 g = 300 mA
Stift - Fin Uy ca. 63V
; f Abmessungen
3 gl Tube dimens.
4 gi Schirm - Screen
6 Q‘: 385 459 mm
7k Lange Ob. alles
B f Overoll length
Koppe a 360 +8 mm
Capao Gewicht
Weight
ca. 13 kg

Ablenkwinkel
Deflect. ongla
diagonal 110°

u, = B kv
Ugq = 0...400 V
UF? = 500 Al
UF]SP&H‘
bei U,, = 400V = 77..-40 V
bei U,, = 500V = —93..-50 V

€2

Die Rohre kann ohne Schutzscheibe

varwendet werden

Tube mey be vsed without safety plate

Kapazilaten -

€ o -] pF
[ ca. 5 pF
Com = 1700...2500 pF
Gy = 200... 500 pF

Copacitances

U, = 13.. 2kV
UH =-500...+1000 V
UM’E = 350... 550V
Uy, =-1%. 0OV
Urnsrl -2 i
U M= 410 v
ﬁf:k-.- =g
flk v sp

= 300 Vi
Upe . = - 185 W
RI.!I = 1.5 M
Z,, 150 Hz)

i 0.5 M
Rpie = 1 Mo
Zgyy; 150 Hz)

= 0.1 Ma

1) wahrend der Anheizzeit
mox. 45 s
during warm-up time
mox. 455

A59-23W

Rechtediige
F5-Bildrohre
elektrostatisch
fokussiert,
magnetisch
abgelenkt,
aluminisierter
Schirm, Matall-
armierung
einschlieBiich
Bildréhren-
haolterung

Rectanguliar
TV picture
tube, elec-
trostatic focus,
magnetic
deflaction,
aluminized
screen, metal
shielding
including
piciure tube
mount

Spazial- Ut = 63V
sockel If co.300 mA
JetecB7- e
ec B7-208 Iy = M0 mA
Stift « Pin Ugca. 63V
1 f
3 ig Abmessungen
a gl Tube dimens,
4 g: Schirm - Scraen|
é g, 385 « 489 mm
7k Lange ub.alles
B f Overall length
Kappe a 360 +£8 mm
Capa Gewidht
Weight
co. 13 kg
Ablenkwinkel
Deflect. angle
diogonal 1102

u, = 1B kY
U, = 0...400 V
Ug, = 50V
UITIE'_DEI‘[‘

bei Uy, = 400V = —77..~40 V
bei U, =50V = —93..-50 V

Die Rahre kann ohne Schutzscheibe

verwendet werden

Tuba may be vsed without safaty plate

Fir Durchsteckeinbou.

For push-through arrangement.

Kaparzitaten + Caopocitances

Sy €O é pF
=1 ca. & pF
Cym = 1700...2500 pF
Cyp = 250... 500 pF

Uy = 13.. kY
Um ==500...+1000 V
Um = 350... 550V
UKI =-150.., ov
Ugisn w2 \
e = 410 Y

u”k ~ - 250 v
UH!-'. +Ep

— v
Uf.’k e 135 v
Rm = 1.5 Mo
zi:l 150 Hz)

== 0.5 Mo
Rf.’k = I Ma
Zip 150 Hz)

— 0.1 M

) wihrend der Anheizzail
max. 45 s
during warm-up time
max. 45 g




Allgemeine Daten Betriebswerte ‘ Grenzwerte
% Type General data Typical operation Maximum ratings
|
= 1 -
< = = 3. 20kV
a | A61-120W| Seezial Uy = 63V U, 20 KV U,
- sockel lp ca.300 mA | Ug, = 0..:400 V U, =-500...+1000 V
& | Rechteckige Jelee B7- 208l T — 2 -2 | Up = 500 VvV (1) = 350... 580V
Zltspitdrohre || lp =30mA |82 Uy,  =-150.. OV
elektrostatish | STt e MpeardaN bel Uy, = 400V = -77..40 V Upgp =400... 2V
fokussiert, 1 Abmessungen bel U, = 50V = —73..-50 V U 11= 410 v
magnetisch 2 g Tube dimens & U!' ; F=0211250 v
3 g HRe SImENS- | pie Rahre kann ohne Sthutzscheibe {1k +
abgelenkt, 2 Schirin + Seraan ik +
Faarac 4 g r &N verwandet werden, L
aluminisierter 4 75 % 481 mm b I T = 300 v
Schirm, Metall- ? ET : 2ol Tube moy be used without sofety plate. Uh"k T== 135 v
2 dnge Ob. alles = 5
armisrun . R = W M
ains&ifeglid\ B ¥ Overall Tength| Fiir Durdistedkeinbau. Z"’-‘" 150 H2) 2
Biidrahren- Kappe a J2+B mm For push-through arrangement, #1 2 05 Ma
halterung Capa Gewicht Ryp = 1 Mo
Weight Zyp 150-Hz)
Rectangulor ca. 13 kg k - 01 Mo
TV picture i
tubs, slec- ;:::;:T\::kﬂ 1} wahrend der Anheizzeit
trostatic focus, di o T?Cl“ max. 45 s
magnetic Iyt during warm-up tima
deflaction, M Sy P W — B max. 455
aluminized Kapazijaten - Capacitances
scraen, metal iy ca. & pF
shislding in- & <o 5 pF
cluding piciure Cm = 1700..2500 pf
tube mount | C./p €O. 250... 500 pF

A 63-11 X | Spezial- | Up= 63V | je System u, =20..27,5 kV
G s_ickle:ih Ip co.200mA | U = 25 KV Uy = & kV
I =
Farb-FS-!g‘? ) ahnli Aohestogen Uy 4200,..5000 V U’_,mll 1kY
¢ d- | Jetec = -70..-14p V u =-200... 0.V
:::ohr:,BE:ak- Biooa | Tube dimens. 1npegy s = v o s v
Lngx;;:;;me, Stift - Pi Schirm - Screen| oya, i +f méA
isi it + Pin i
ooyl = DX mm = = 210...495 V U = 4oy
ﬂih;rm‘ ] 2k : Langs ib. alles bai UR'!ﬁi)'El'l‘ = =05 v Uf.f'l( i = ot J T
?O‘:‘:;:?é:?mm 3 Q:Urut Dve_:ull length| pig Réhre kann ohna Schivtzschaibe ik +sp 300 V
magnetisch ob-| 4 g, SN 2%5mm | Jenvendet werdan U - - 135:¥
gflgg‘:;'ﬂeﬁié 5 S, eriln Ge\:.richl Tube may be used without safety plata Utk gy = 180 v
einschfieBlich | 6 kgpay | Weight )} wahrend der Anheizzeit
Bildréhren- 7 Oypran | €9- 19 ka
holterung Sl max. 455
: > 8 Ablenkwinkal during warm-up time
e_t[:!‘crn uvior 10 =3 Deflect. angle max. 455
colour i 5
icture tubse, 1 kbl-m Ceaiomal 50
eloctron 12 g4,
systems, 1 hlan
shadow mosk, | 13 @ blau
ks 2
oluminized 14 f
?éf:;;)rtél‘s!s;_:ﬁ:en. Kappe a ?(ugu:i!ﬁien - Copacitances
= | focus, magnetic Copa {Si=ysem
a deﬂs[c:;‘anid Seifalles SO 7 pf
I | metolshielding T " = 5. pF
B | including pic- ElaLich a
Z | tore tube mount 1
= Cps/ulles — 7 pF
3 a/m = 2000...2500 pF
S/l co. s00° pF




L Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerle
§ YP General data Typical operation Maoximum rotings
6 A63-120X | Spezial- Up = 63V je System U, = 20..97.5 kV
% A sockel ly co. P00 mA | U, = 25 kY Uq = & kV
adilecuge ahnlich U = 4200...5000 V U = 1kV
< -FS-Bild- ] Abi 3 £25p
et | dotec Tt dimar | Bisne = —70..-140 V u = -200... 0V
' e ube dimens. isporr g1
:-rog’.ensy;?ema, B 12-244 S s el Um = 300 v Uéﬂsi‘ = -400..+2 V
ochmaske, irm - Screen ==
aluminisierter | Stift « Pin | 994..504 mm ader ly 1 mA
o ek g % Upy = 210... 495 V Uppe L 11 = 410 V
sehirm, 2 & Lange ib.olles| bei Ugisrmrr = =105 v e . o= 25 ¥
F;?E:;?;:-?,m‘ﬁ 3 g:e:“ Overall length| pig Rahre kann ohne Sthutzscheibe Upkisp = 30V
magnetischab-| 4 9 ot SN £9,5 mm verwendet werden k- =5 135 V
Fuelllg‘:;fi'eﬁi:g 5 gz"r'u" Gewidhit Tube moy be vsed without safety plate Ypk —sp = 180V
E:ré?gli:?grlll-& 6 wriim | Weight 1| wahrend der Anheizzeil
halterung ; El'-l_-.'riin ca. 19kg max. 45 s
Roct S ’ g Ablenkwinkal during warm-up fime
cglo{::gﬁ'm 10 =t Deflect, angle moax. 45 s
picture tube, 1k diagonal #09
3 electron 12 blau
systems, 9 blan Kapeozitaten - Capacitances
shadow mask, 13 ] 2
aluminized 14 ?2"1*“' je System
3colourscreen, Ceyfallos. €9 7 pF
electrostatic Kappe a = i 5 pF
focus, magnetic| Cap a k/alles
deflection,
metal shielding D | Sevalles = 7 pf
incloding pic- & | <om = 2000...2500 pF
ture tube mount 4 c;.”. o 00 pF

[ :
A 65__'[] W Spezial- Ui = §3V UJ = 18 kV Un = 3. 20kV
sockel [f ca. 300 mA UB’# = 0...400 V Ug‘ ==500...+1000 V
Rechteckige letec B7-208 U = 0 Vv u = 380... 530V
BSBildrohrs. |coo oo | = TOMA L ue =m0V
e]ekrrr::slmisch i 1§ 8.0 Ee‘T Uy =400V = -77..-40.V Uiing, = +2 v
fokussiert, 2 g Abmessungen bei UE: =500V = -93.-50V Uffk = 410 v
muQ"e“fd‘ 3 gl Tube dimens. | Die Rohre kann ohne Schutzscheibe Uge, = 250 v
abgelenkt, s Schirm » Scrasn| verwsndet werden Yok sp
“'”_’“‘“"'E”e’ e g'l 416« 530 mm | Tube moy be used without safety plate = 300 v
Schirm, Metall- 1 i = b Upe = 135 v
AN 7 k Lénge b. alles R = 1.5 Mo
5 T | 8 f Overall length ZKI . -
einschlieblich K e - 150 Hz)
Bildrohren- cﬂppe & TR | = 0.5 Me
halterung | S Gewichi Re. = 1 Mex
| Weight | Zgyy. 150 Haz)
Rectangular ca. 18 kg | 5 = 01 Mo
TV picture Ablenkwinkel — -
tube, elec- Deflect. angle 1) wihrend der Anheizzeit
trostatic focus, diagonal 1102 max. 455
magnetic during warm-up time
deflection, max. 455
aluminized
scraen, metal
& | shietdin Ha e
als ng Kapazilalen - Capacitances
=L | including P £
£ | picture tube b2 P
Nt c <o 5 pF
& Cup = 1700..2500 pF
Ca”.l ca. 500 pF




MNIdHOY 991

MNIFHOY

il

Allgemeine Daten

Betriebswerte

Grenzwerte
Maximum raotings

elactrostatic
focus,
magnetic
deflaction,
aluminized
scréan,
faceplate:
spherical

Overall length
co. 461 mm
Gewicht
Weight

ca. 8 kg
Ablenkwinke!

diogonal 70°

Daflect. angle |

Type I General data Typical operation
AW 43‘20‘ duodecal IlJl. = g \f& tln = 14 kV
s f ca. m = 0400 V
£S-Bildrahre 5“]" EP'” S ———gar] ug' - 400 v
e[ek!f?s!ulnsdﬂ 2 g UEr ca. 63V Umsllerr
fokussiert, 6 1 b b —| bei Uy, = 300V =-33... 77 V
mognetisch % 93 indirekt gsheizt  bei Ug, = 400V — —44..-103 V
abgelenkt, 10 indir. heated
aluminisierter 93
Sehirm 1k Abmessungen
s 12 Tube dimens.
Frontplatte: K
spharisth OPRe.O | Sehirm - Screen
[ Capa 273362 mm
;f\f'bpicwre I Lange ib.alles
ube

| Kapazitdten - Capacitances

|
Cgy O 7 pF
| ca, 7 pF
Colm = 750..1500 pF

U, = 10..16%V
Uga max. 450 v
ng ma. 480 vV
Ug, = -150.0V
U;n.‘m = 2V
Uppe , < 45'5)

= 410V
Upe, = 20V
Unk = — j25-v
uf”-; +Ep 280V

| B, = 0.5 Mg
Uih = 9,5V

1} Anheizzeit
worm-up time

-

F5-Bildrohre
mit lenenfalle
slektrostatisch
fokussiert,
magnetisch
abgslenkt,
aluminisierter
Schirm,
Frontplatte:
sphérisch

TV picture
tubs
with-lon-trap
slectrostatic
focus,
magnetic
deflection,
aluminized
screen,
foceplata:
spherical

AW 43_80 dundecal

[up = 63v
Stift«pin | 't - 300mA
f ‘If = 300 mA

a; Lif ca, 63V
] 8- ﬂr__

indirekt geheizr
indir. heated

Abmessungen |
Tube dimens.

|
Schirm - Screen |
2B2x 3583 mm
Lange Gb.clles
Overall length
7 10 mm
Gewicht
Weight
ca. 6,2kg
Ablenkwinkel |
Deflect. angle
diagonal #0°

Kapazitaten - Capacitances

U, == 15 kY
Upaes™ -90..+190 V
Ug, = 400 v
U-’mpen
of U =30V = -75...-35V
bei Uy, =400V = -102... 48 V

*} far Mittanscharfe
for center focus

Cgy  COL & pF
Cp. ca: 5 pF
Cofm = 1250...2500 pF

u, = 12 7k
U, = —500..4500 V
Ugy = 200..500V
Uy, =-150.. oV
Ugigp = 2 v
U= 410, ¥
Upey = 200 ¥
[’k +sp

= 280 V¥
Upfie- 125V
Ryy = 15 M2
Z.. 150 Hz)

B 05 Ma
Ry = 1 me
Zf,-k '.50 Hz}

= 01 Ma

1} wihrend der Anheizzeit
mox. 45 s
during warm-up time
maox. 45 s
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Type

Allgemeine Daten ‘
General data

Betriebswerte

Typical operation

‘ Grenzwerte
Moximum ratings

AW 43_88 | Spezial-
socke!

FS-Bildrahra

elekirostatisch

fokussiert,
mognetisch
abgelenkt,

aluminisierter

Schirm,
Frontplatte:
spharisch

TV picture
tube
alectrostotic
focus,
mognetic
deflection,
aluminized
screen,
facepiate-:
spherical

letecB7-183

Stift - Pin
|

9

82

94

9

k

f

Kappe a

Cop a

0N Oy WM

[Up = 63V |

lg ca. 300 mA

Iy = 300 mA
Uf ca. 63V

indirekt geheizt
indir. heated

Abmessunaen
Tube dimens.
Schirm« Screen
275 374 mm
Lldnge Ub. alles
Overall length |
319£8.mm
Gewidcht
Weight
ca.Skg
Ablenkwinkel!
Deflect. angle
diggonol 1105

u, = 16 kv
Ugy = D..400 V
i = 400 Vv
u
sisperr
bei Uy, =30V = -72..-30 V
bei U, =400V = 94,38 V

Kaopazitaten « Capacitances

Sy 9. & pF
=% ca 5 pf
TS 700...1200 pF

UR = 13 16kV
U;,;.q =-500...+1000 V
Ua'-'? = 200... 500V
U,;,] ==150... ov
UZI!\" <2 v
Uf.'li = 410 v
i+ = 200 v
ik + sp
. 280 v
Ugic. = 15
= 1.5 Mo
| A 1
Z:'l 150 Hz)
e 0.5 Mo
Rk = 1 Mo
Z[r’k 150 Hz|
= 0.1 Mo

i 1) wahrend der Anheizzel
| ‘max.45s
during warm-up time
max. 45 s

AW 47-91

Redhteckigs
FS-Bildrohre
elekirostatisch
fokussiert,
magnetisch
abgelenkt,
aluminisierter

Schirm

Rectongular
TV picture
tube
electrostatic
focus,
magnetic
deflection,
aluminized
screen

Spezial-
sockel

letecB7-208 |

Stift - Fin

g,
e}

[r = WN‘IA [
Upca 63V

indirekt geheizt
indir. heated

Abmessungen
Tube dimens.
Schirm - Screen
305x 384 mm
Lange ob. alles
Qverall length
302 8 mm
Gewicht
Weight

ca. 6,5 kg
Ablenkwinkel
Deflect. angle
diagonal 110°

u, = 6 kv
U = 0...400 V
24
Uz, = 00V
8]
E£1sperr
Bei U, = 400V = —77..-40 V
bei Uy = 500V = ~93..-80 V

Ua = 13. 18k¥
UH4 ==500...+1000 V
ng = 350..., S50V
U'g_I =-150... oV
U-‘.‘-’lsllt = v
s 1= 410 v
Ugew = 20 v
U ~5p
| = 280 v
U = 15 ¥
. = 15 Me
Z,., 150 Hz)
= 6.5 Mo
Reik = 1 Mo
Zyy, 150 Hz)
| = o1 Mo
1} wihrend der Anheizzsil
max, 45 s
during worm-up time
max. 455

Kopazitaten - Copaocitances

c ca. & pF
4]

< ca. 5 pF

Caly = 700...1500 pF




NIFHOY 041

MNIYHOE

121

Type

General dato

Allgemeine Daten I

Befriebswerte
Typical operation

‘ Grenzwerte
Moximum ratings

AW 53-80

FS-Bildrohre
mit lonenfalle
elektrostotisch
fokussiert,
magnetisch
abgelenkt,
aluminisierter
Schirm,
Frontplotte:
spharisch

TV picture
tube

with ion-trap
elactrostatic
focus,
magnetic
deflection,
aluminized
screen,
facepiote:
spherical

| duodecal ‘u,

= 63V
|ttt pin | ' Co- HOmA
[ Ip = 300mA |
2 g, | Ug ca. 63V
[} 7 ST
| 5 9_3 9 ||nd|erTgEhﬂiz!!
o indir. heoted
92 h
k | Abmessungen |
12§ Tube dimens. |
Kappe a Schirm - Screen |
| Copo | 325484 mm

Lange Ob. alles|
Overall length
4825+10 mm |
Gewicht
Weight

ca. 12kg
Ablenkwinkel |
Deflect. angle |
diogonal 50?2

o, = 15 RV
| USSE’S ) 90,220 V
:jg? = 400 v
gisperr
bel U, =300V = -75.. 35V
bei U, =400V = -02.. 48 V

*| far Mittenscharfe
for center focus

Kapazitaten - Capacitances
ca, 6 pF

=1

7% ca. 5 =1

= 1250,..2500 pF

fu, = 12. 7w
U;::gs = —=500...+500 V
Uy = 200... 500V
Ug1 =-150... 0OV
[ Ygrap = 2 ¥
Ik + )= 410 v
Uf-'l: S 200 v
| Ul.'k +8p
= 280 v
Upp . = 125 v
1 = 1.5 Mg
Zil |50 Hz)
= 0.5 Ma
| Zfl"k {50 Hz|
| = 0.1 M

| 1} wihrend der Anheizzeit
mex. 45 s
during warm-up time
mox. 45 5

AW 53-88

F5-Bildrohre
elekirostatisch
fokussiart,
magnetisch
abgelenkt,
aluminisierter
Schirm,
Frontplatte:
spharisch

TV picture
fube
electrostatic
focus,
magnetic
deflection,
aluminized
screen,
faceplote:
spherical

Spezial- U = 63V
socke] lg co. 300 mA
Jetec B7-183 I, = M0mA |

Stift« Pin U1Ir ca. 63V

lndirek:geheiztf

9 indir. heated

Abmessungen
g Tube dimens.
Schirm - Screen
f 3325 484 mm
Lange Gb.alies
Overall tength
373+8 mm
Gewicht
Weight

ca. kg
Ablenkwinkel
Deflect. ongle
diogonal 110°

Ll'_A = 16 kV
Ups = 0...400 V
t:stz = 400 v
ZIEperT
bol Ug, =300V = ~72.-30 V
bel ng =400V = 94 =38V

U, = 13. 16kV
Ug  ==500...41000 V
U, = 20.. 50V
U, =-150... 0V

4l v

2180 2
Ugge, = 410V
Upp = 12000 ¥
Uk < s

= eV
U= 195V
Rz"' = 15 M@
(50 Hz)

8772 o5 Mma
Ry = 1 Me
Zﬂk 150 Hz)

= 01 Ma

" wiahrend der Anhelzzeil
max. 455
during warm-up fime
max, 45 5

Kapazititen + Copacitances

€y CO- é pF
g <o 5 pF
Cojm = 1200...2500 pF
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Betriebswerte

T Allgemeine Daten I Grenzwerte
Ype A s
General data Typicol operation Maximum ratings
AW 59-9( | Seezial- Uy = 63V u, = 16 kv U, = 13.. 18kV
sockel I ca. 300mA | U, = 0..400V U =-500...+1000 V
Rachtedki Jetec B7- = =
e P T T I e i - oy
elekirostatisch 5“1“ -me e Lo = U”::S - "2 v
fokussiert, 2 indirekt geheizt U;}L E )= 410 v
magnetisch 9 indir. heated = 200 A
abgelenkt, 3 9; Ul’;k i
A 4 g Abmessungen 1k +sp
aluminisierter 4 ;. = 280 v
v 6 g Tube dimens.
Schirm 1 u = 125 v
7 k Schirm - Screen Rffk- = 15 Mo
Rectangular & f 385 x 489 mm & ’ i
e Kopbe'd = = Z,, 150 Hz)
RISHIre Langeiib.alles = B35 Ma
tuba Cap a : =
: Overoll length Rine = 1 Ma
?Iadros?ullc 37848 mm Zf.l'k (50 Hz)
focus, ] Gewicht = 01 MQ
magnetic 3 (=1
deflacti Weight = "
eflection, ca. 12kg 1} wahrend der Anheizzeit
aluminized ¥ : max. 45 5
screen Ablenkwinkel during warm-up time
Dallect. angle mox. 45 s
diogenal 110° u N | 2
& | Kapazitaten + Capacitances
Cg GO 6 pF
K [<- 5 5 pF
Com — 1200..2500 pF

NIYHOY

AW 59-91

Rechtackige
F5-Bildrahre
elekirostatisch |
fokussiert, [
magnetisch
obgelenkt,
aluminisierter
Schirm

Rectangular
TV picture
tube
electrostatic
focus,
magnatic
deflection,
oluminized
screen

| Jetec B7-208

Spezial-
sockel

U[ s 6,3‘-"
Iy ca.300 mA

Iy = 300 mA
Stift - Pin Usca.63V
f

indirekr geheizt
8

indir. hected

82
9, Abmessungen
9 Tube dimens.
k

(= -« A L T K

Lange ib. alles|

358 £8 mm

Weight

ca. 12kg
Ablenkwinkel
Deflect.angle
diagonal 1107

Schirm - Screen|

f | 385 489 mm
Kappea |

Capo

Overall length|

Gewicht |

| Kapazitdten « Capocitances

Ty O & pF
o e 5 pF
< 1700...2500 pF

u, - 18 kY
Ug.q. : 2@4[30 $
| ﬁm =
| Sevspere
bej ng =40V = -77..-40 V
bei Uy, = 500V = ~93..-50 V

U, = 13.. 18KV
Ug  =-500...+1000 V
U, =23%0.. 550V
Ugy -150... 0V
f— +2 V'
s V= 40 Y
E’rrm Shoudis S
f.fk+sp= 0 v
U = 15 ¥
Ry = 15 Mo
Z,, 150 Hat

= 05 Ma
Rine. = 1 Ma
Zy. 180 Hz)

= 01 Me

1} wahrand der Anheizzeit

max. 45 s
during worm-up time
mox. 45 5
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T Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
= vee | General d Typi " ;
3 eneral data | ypicol operation Moximum ratings
|
d| AW 61-88|Seezial- | Up = 63V U, = 6 kv U, = 8. 16V
= socke I; ca. 300 mA | U, = 0..400 V Uy  =—500...+1000 V
5 Bi & - i = =
Z|rs B:!dmhrle Jetec B7-183 | = 300mA Ug, 400 V U 200... 500 V
elekirostotisch St Pin U, ca. 63V e Uy =-150... ov
fokussiert, Tt B bei U, =300V = -72..-30 V Ve = 2V
magnetisch s indirektgeheizt, bej U, =400V = -94_ -38 V Upne . = 410 v
obgelenkt, 5 31 indir. heated ey — 200 v
aluminisierter 2 u
fik=sp
o | 4% A S
Frontplatte: 5 El iy il g = 15V
spharisch 5 Schirm - Screen Rm 1.5 M@
. f = 428555445 mm ZI!-Z‘I. 150 Hz)
TV pictura c‘”””ﬂ Lange ib.alles = 05 Ma
tube " Overalllength Ree = 1 Ma
electrostatic 40318 mm Zy)) 150°Hz)
c S T
deflaction, Weight 1) wahrend der Anheizzeit
Sl ca. 13 kg
aluminized s mox. 45 s
screen, Ablenkwmk?l during warm-up tima
faceplate: Deflect. engle max, 45 s
spherical dicgonal 110° g =)
Kapazitéten « Caopacitances
€yt é pF |
q eol 5 of |
Cofrn = 1200...2500 pF .
e —
Femseb-Bildrﬁhren, nur fir Machbestiickung + recommended for replacement only
mit lonenfalle, mognetisch fokussiert, mognetisch abgelenkt + with ion-trop, gnelic focus, mc tic deflection
Type MW 3624 | MW B41A | MW 0369 | MW 53-20 MW 53-80
| [
Ablenkwinkel - Deflect. angle 70° | 70° | 70° 70° 902
Schirm - Screen mm 2174288 | 27343627 7) 273 362) 3514857 378 4827)
Boulange + Overall length mm 423+6 48110 | 481+10 | 57+10 S07 10
Gewicht = Weight ke 5 | g g 12 12
Uf vV &3 &3 6,3 6,3 63
1y mA. | 300 ko] 300 | 300 300
Ua kY 12 14 14 14...16 | 14...16
Ugs v = — 0...400 0...400 i 0...400
Uy ' 400 a0 | 400 400 400
- e uty - - o -, — =~ —* y £
Yo siries V| e 103...-44 115.-53 107:.~63 | -106..-53

Sockelschallung
Base connection

1} aluminisierter Schirm -

aluminized screen

) Frantplatie zylindrisch « foceplate cylindrical




Zeilentransformatoren - Line transformers

(625 Zeilen - Lines)

fiir SchwarzweiB-FS-Bildrohren . for black and white TV-picture tubes

MIFHDH 241

inductonce of defllection coil

T 63/67) ZT 64/7 1) LT 64/72)
fur Ablenkwinkel, diogonal o= 1o= 1=
deflection angle
Gleichrichtar-Rohre DY 84 DY 84 DY B&
rectifier tube
Ablenk-Endréhre PL 504 PL 500 PL 500
tube for horizontal deflection
Booster-Diode FY B8 PY 88 Py B8
booster dioda
Hodchspannung der FS-Bildrdhred) kY 7.1 73 173
high veltege
bei Speisespannung v 220 20 20
supply voliage
|Innenwiderstand Ma a5 35 3.5
internal resistance
Boosterspannung v 620 &30 630
booster voltage
Induktivitat der Ablenkspulen mH ca. 3 ca. 3 ca. 3

Anschlisse - Connections

Ablenkspule —450V
deflection cail

Ablenkspule —450 V
deflection coil

2 | Tastimpuls +300V Masse Masse
goting pulse ground ground
3 | Masse Masse Masse
il ground ground ground
4 | Tastimpuls =300V Ablenkspule +450 Y Ablenkspule +450V
gating pulse defection coil deflection coil
5 | Ablenkspule —420 ¥ Boosterspannung Boostarspannung
deflection coil booster voltogs booster voliage
6 — — —
7 | Ablenkspule 4420V - Maossa
deflection coil around
B | Boosterspannung —_ Zsilenimpuls +30V
Booster voltogs harizontal pulse
9 — == —_—
—
IT 8477 i 10 - Regelimpuls 1200V Regelimpuls 1200 V
ZT 6472 | control pulse coatral pulse
| 11 | Regelimpuls 1200 V = =
= conirol pulse
12 | Kothode PY 88 — —
cathode
a i 13 | Ancde PL 500 Keathode PY 88 Kathoda- PY B8
= Btk o5 piats cothode cathode
& s i 14 - Anode  PLS500 Anode  PL 500
£ plote plote
=
~
'} VDR-Regslung - VDR-control 3 Strahistrom - beam current = 50 pA
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ZT 64/713) ZT 64733 ZT 63T 24)
fur Ablenkwinkel, diogonal o= 1o 1na=
deflection angle
Gleidirichter-RGhra DY 8a DY 84 DY 80
rectifier tube
Ablenk-Endrghre PL 34 PL 34 Transistor
tube for horizontal deflection
Booster-Dioda PY 88 PY 08 Ge-Diods
booster diode
Hachspannung der F5-Bildréhre?) kV 16,5 16,5 11.8
high voltoge
bei Speisaspannung v 230 230 12,6
supply voltoge
Innenwidersiand MO 4 4 3
internal resjstance
Boostarspannung Vi 600 600
booster voltoge
Induktivitat der Ablenkspulen mH ca. 3 ca. 3 ca. 3

inductonce of deflection coil

Anschlisse - Connections 1

ZT 83T 2

T &4
ZT 6473

Bauliefe:63mm

Ablenkspule —440 V
deflection coil
Masse

ground

Massa

ground

Ablenkspule +440V
deflection coil
Boosterspannung
boester voltage

Tastimpuls =220V

goting pulse

Kathoda PY 88
cathode

Anode
plate

PL 36

Ablenkspule —440 V
deflection coil
Masse

ground

Masse

ground

Ablenkspule -+440 V
deflaction coil
Buosterspannung
beooster voltage

Tastimpuls —230Y
gating pulse
Tastimpuls +570 V
gating pulse

Kathode PY BB
cathode

Anode
plate

PL3S

Tastimpuls 100 v
gating pulss
Tastimpuls

pating pulse

Masse
ground

Impuls
pu@e
Ablenkspule —400 V
deflection coil

+500 'V

=30V

Ablenkspule +400 Y
deflection coil

Speisesponnung
supply voltage
Emitter des Transistors
emitter of transistar

%) Strahlstrom - beam current = 50 pA

3 Kniesteuverung * Knes-contral

4 For Transistorbetrieb - Transistor drive
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ZT 65[74) ZT 65[757) ZT 68/137%)
fur Ablenkwinkel, diogonal 110 110 1100
deflection angle
Gleichrichter DY 84 DY 84 TV 18
rectifier
Ablenk-Endrdhre PL 500 PL 504 PL 504
tube for horizontal deflection
Booster-Diode PY 8B PY 88 PY 88
booster dicde
Hochspannung der F5-Bildrdhre?) kV 18 18 18
high voltaga
bei Sgeisespannung L 220 220 230
supply voltage
Innenwiderstand Ma 3.5 35 35
internal resistonce
Boosterspannung v 420 620 &0
booster voltage
Induktivitat der Ablenkspulen mH ca. 3 ca. 3 ca.21

inductance of deflection coil

Anschlisse - Connections

ZT &5/74
ZT 65775
IT 68113

e griaba =

Bouliefe:Ghmm

10
1

14

Ablenkspuls —500 V
deflection coil

Masse

ground

Masse

ground
Ablenkspule +500'Y
deflection coil
Boosterspannung
booster voltage

Masse
ground

Zeilenimpuls +42°Y
horizontal pulse

Regelimpuls 1100V
control pulse

Kothode FPY 83
cathode

Anode
plote

FL 504

Ablenkspule —500 V
deflection cail

Massa

ground

Masse

ground

Ablenkspule +500 V
deflection coil
Boosterspannung
hooster veltoge

Regelimpuls 100 Y
contrel pulse

Kathode PY 83
cathoda

Anode PL 500
plata

Ablenkspule —400 ¥
deflection coil

Maosse

ground

Masse

ground
Ablenkspule 4400V
deflection coil
Boosterspannung
booster voltoge

Regelimpuls 1500 V
control pulse

Kathede PY B8
cothode

Anode
plate

PL 504

1] VDE-Regslung + VDR-control

) Straohlstrom + beam current = 50 pA
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IT66/T3 IT67|T9
fior Ablenkwinke!, diogonal 1102 110°
deflection angle
Gleichrichter DY 51 Selen TV 12
rectifier
Ablenk-Endstufe Transistor Transistor
horizantal deflection output stoge
Booster-Diode Si-Dicde Si-Diode
booster diode
Hodispannung der FS-Bildrdhre ) kv n 1
high voltage
bei Speisespannung A" n 11
supply voltoge
Innenwidersiond Ma 5 5
internal resistance
Induktivitat der Abilenkspulen mH 1.6 0,08

inductance of deflection coil

AnschlUsse - Connections

IT66[T 3

|

Bautiefe: 52 mm

67T 9

—100 Vv
— &0V

Muasse
ground

+ 60V
+600 ¥

+Zaile 519
+-line 817

+Zeile 625
+line 425

=

Emitter
Korrekturspule
correcting coll

Spaisespannung
supply voltoge

—Zeile
—line

Massa
ground

=180V
— &V

Meissa
ground

+ 60V

F570Y

0V

Masse
ground

—500 V

Speisespannung

supply
— 53V

Collech

—Zeile

voltoge

Qr

625 Z

—lins 625 Z

—Zeaile

g9 Z

—line 819 Z
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Zeilentransformatoren . Line transformers
fiir Farb-FS-Bildrdhren . for colour TV-picture tubes

(625 Zeilen - Lines)

inductance of deflection coll

AT 90/25/1502 ZT 6814 X IT68/15X)
far Ablenkwinkel, dicgonal 900 9g° 500
deflection angle
Gleichrichter GY 501 HV 69 HV &9
rectifier
Ablenk-Endrahre PL &03 PL 509 PL 509
tube for horizontal daflection
Booster-Digde PY 500 PY 500 PY 500
booster diode
Bollosi-Triode PD 500 — —
Hedhspannung der Farb-FS-Bildrohre kY 25 25 25
high voitage of colour TV-picturs tube
bei Speisesponnung v 380 270 70
supply voltage:
Innenwiderstand Mo 0 co. 0.8 co. 03
internal resistance
Boosterspannung v 500 600 &00
booster voltage
Induktivitat der Ablenkspulen mH a3 o 3 2.3

Anschlisse - Connections 1

AT 90/25/1502 3

IT 68/14 X 8
IT 68/15X

Hilfsimpuls =150V
auxiliary pulsa
Masse

ground

Hiifsimpuls —45V

auxiliary pulse

Hiltsimpuls +200 ¥
auxiliary pulse

—Ablenkspule
—deflection coil
Bildbraite
picture width

Tongens-Kondensaotor
tangens capaciior

Girter | — FD 500
grid 1 =-PD &0

Tangens-Kondensator
tangens capocitor

+ Ablenkspule
+deflection coil

Boosterspannung
booster voltage

PY 500
TV 6.5
Anode — PL 505
Anode— PD 500

Hilfsimpuls —350 V
auxiliary pulse
Hilfsimpuls —50V
auxiliary pulse
Masse

ground

Hilfsimpuls. +50V
ouxiliary pulse
Hillsimpuls --350 V

ouxiliory pulse

—Ablenkspula
~daflection coil

Mass=
ground

Tangens-Kondensator
tongens capacitor

—Ablenkspule
+deflection coil

Boosterspannung
booster volioge

Regelimpuls
control pulse

PY 500
Anode — PL 509
HV &8

Umschalter 425819 Z
change-aver switch

Hilfsimpuls =120V
auxiliary pulse
Masse

ground

Hilisimpuls +120V
auxiliary pulse
Hilisimpuls  +205V
auxiliary pulse
—Ablankspule 625 Z
—deflection coil
—Ablenkspule 819 Z
—deflection coil
Mosse

ground
Tangens-Kondansator
tangens capocitor
+Ablenkspule
+deflection coil
Boostersponnung
booster voltoge
Regelimpuls

control pulse

PY 500

Anode - PL 509

HV 69

1} Zeilen - Lines 425/819




Ablenk-Einheiten - Deflecting units
fur elekirostatisch fokussierte 110° Schwarzweif3-FS-Bildréhren
for electrostatic focus 110° black and white TV-picture tubes

Hals-th » neck @ = 28 mm

fir elektrostatisch fokussierte 90° Schwarzweif3-FS-Bildréhren
for electrostatic focus 90° black and white TV-picture tubes
Hals-g) * neck ¢p = 20 mm

AE 64/6 AE 63/7
Horizontal-Ablenkspulen + Horizontal deflection coils
Anschlisse 4 und § 4 und §
cannactions
Induktivitét mH 2,95 2,1
inductonce
Widerstand 4] 3 39
resistance
Spltzen-

Enargie & - L-1I? nWs 80 - U, 110 - U,

a3 an
peak-enargy

AE66/T3 AE67[T9
Horizontal-Ablenkspulen + Horizontal deflection coils
1 und 2 1 und 2
16439 0,08+39%
42559, 0,2545%
43U 43U,

Yertikal-Ablenkspulen « Vertical dellection calls
] i 1) 3
Anschlisse 2 und 3 1 und 3 2 und 3 1 und 3
connactions
Induktivitét mH BO £ &b 66
inductance
Widerstand Q2 38 50 27 39
rasistance
Spitzen-
lelstung R - Yen mwW 91 - U, s -0,
paok-power

Die Ablenk-Einheiten sind mit Létsenleisten versehen

The deflaction units are provided with solder tug strips

Die Anschlisse werden = von hinten gegen die Ablenk-Einhelt gesehen -
im Uhrzeigersinn gezéhlt

The terminals are counted from the bodk towards the deflection unit in
clockwise direction

U, = Hochspannung der F5-Bildréhre in kY

high voltoge of TY-pictura tube in k¥

1) Qhne NTC-Widerstand « Without NTC-resistar

) Mit NTC-Widerstand zur Stabilisierung der Bildhéha
With MTC-reslstor for stabilization of picture height

) Far Transistor-Betriel - For transistor drive

Vertikal-Ablenkspulen « Vertical deflection coils

3 und 4 Jund 4
55459, 14459,
059 75559,
42 = Uy 56+ Uy,

188 ROHREMN

Anschlussa + Connections

AE86/T 3
AE67[T9

Bautiefe ca, 0 mm
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Ablenk-Einheit . Deflecting unit e N -
v o 4 1 ™ e = [ e =
fur elektrostatisch fokussierte 90° Farb-FS-Bildr&hren = i =% T 3 5% x
for electrostatic focus 90° colour TY-picture tubes T
AEF 66 " & g
i “ @ 8§ R BT 8
3 P =
o = A
Horizontal-Ablenkspulen + Horizontal deflection coils > o = AN, 5
Induktivitat « inductance 2,9 mH 7] I
Widerstand - resistance 275 'R
Ablenksirom bei U, =25 k¥ 2,8 Alss) ; § e
fir Nominal-Bildbreite = o J =1 +
—_— w o [}
deflection current at U, = 25 kV | 838 8 P H e -
for nominal picture width ol ¥ %o b b ARSI &
= -+ & ) |
Verlikal-Ablenkspulen - Vertical deflection coils 3
Incluktivitét « inductance 2.4 mH
Widarstand « rasistance 175 R § 2
?bl;ﬂks!ro|n bai U, = 25 kV 0,9 Alss) 2 é ?I g uy o o 5 o 1 29
ir Nominal-Blldbrelte o L A & i i
deflection current at U, ‘= 25 kY 2 & E & & sy
for nemingl picture width a
Horizontal-Kenvergenzspulen « Horizantal convergence coils a
Induktivitat - inductance 1,37 mH o 3 2 T
Widerstand + resistance 107 Q : gg ‘f} S u’ Tl & 3] & Y g 2
Empfindlichkeit bal U, = 25 kV 90 mAfem > 4 & - =2 AA 2
sensitivity at U, = 25kV ¥Q ) |

Vertikal-Konvergenzspulen - Vertical convergence colls

Verzogerungsleitung fir Farbfernseh-Empfiinger . Delay line for colour TV sets

>

c

o

=S

@

£

@

o

i

o
E 1 g o @
Induktivitat « inductance 635 mH o & c
Widarsiand + resistance 172 o £ w k~ ‘g
; & =
Empfindlichkelt bai U e 25k 6,4 mAfem o vug s ] % i
sensitivity at U, = 25 kY 2 [ vt L - ) D g
’ g 88 m e § T 8E
Konvergenzspule fiir die statische Strahlablenkung E 2 5 ARy i o T B= Pl B
Convergence coil for the static ray deflection 9 2 .E =B BT 298 5 Bon2 g 5 E

R o o c & N : ™
Induktivitar « inductance 25 mH 2 g > O g% i 30 g,-.'t" g o 3 E a 82 5 4 ]
: t w 8
Widarstand - resistance 385 0 o e c 2 D oe § 3 g 8 = & & E = 8 g Qe .
£ ; o B ; =
Empfindlichkeit bei U, = 25 kY 14 mAJem g Sagf£0cfa - ReEhy g 58 - g2
sensitivity at U, = 25 kV ] é Q@ ET?%'E §'1,~=~c_»§ o= E g‘:-'} -
{ 2 T = 268824538 & 28 885 L
Blavlateralmagnet BLS 302 + Blue lateral magnet BLS 302 _\1;.’1 = 9 g 9 _g gty 81 BB = g ke E ES 3 [
Induktivitat « induetance 3 mH & o 553 25 L8 29 € 8§ B £ b &
i 5 ' 2 B

Widerstand -« resistance 40 0 zu L i X 7:: =<6 E 808 E{, a b 2 -lé '-?3 £ 12 =
Empfindlichkelt bel U, = 25 kY 250 mA/em e SeEe AN PEEE B e s $ BEE & F
sensitiyity at U, = 25 kY = 955 2 geN S EEEWFE P v Bas oL
¥ a g = = L8 E Ha O @ u @ O oo € ><

[ =4
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Verzdgerungsleitung fiir Farbfernseh-Empfénger

Delay line for colour TV sets

Mefwerte - Measuring values
in Mefschaltung + In test clrcuit
bel f = 4,433419 MHz, by, = 2520

Phasenloufzeit = Phase delay time 63,943 40,005
Betriebsdampfung + Overall loss 1043
Echostdrabstand, bezogen auf U
Echo noise distance, referred 1o {Jz
Echo mit dreifacher Loufzeit min. 22
Third-time-round signal
Sanstige Echos » Other unwaonted reflections min. 27
Grenzwerte « Maximum rotings
Eingongssponnung (Spitze-Spitze) 10
Input valtage (peak-peak)
Betriebs-Temperaturberalich ~20...+70

Operation temperature range

Fee——————5
008 1/

g

|i"
i

| 25 um T

Ve ¥ lol

g3
25alf

p -

T

(7
¥

Mebschaltung

Einbau: beliebig + Mounting position: any

]
¢

= Test circuit

dfi

di

9C

Gawichi - Weight
ca, 70 g

VL1

Verzégerungsleitung fiir Farbfernseh-Empfénger mit
Eingangsiibertrager 4: 1 und bifilar gewickeltem
Ausgangsibertrager

Delay line for colour TV sets with input transformer 4:1
and bifilar wound output transformer

MebBwerte - Measuring volues
in MeBschallung - in test circult
bej f = 4,433419 MHz, = 259C

amh
Phaseénloufzeit + Phose delay tima 63,94340005 ps

Betriebsdamplung + Overall loss 10£3 db

Echostérabstand, bezegan auf U,
Echo neise distance, referred to U,

Echo mit dreifacher Laufzeit min: 22 dB
Third-time-round signal

Sonstige Echos - Other unwanted reflections min. 27 dB

Grenzwerte - Moximum ratings

Eingangsspannung (Spitze-Spitze) 0V
Input voltage |peak-peadk)
Betrisbs-Temperaturberaich =20...4+70 °C
Operation tamperafure range

‘ }

U WQ[] ]

Mabschaltung - Test circuit

Gowicht « Waight
ca, 759

Einbau: beliebig + Mounting position: any

190 ROIHREMN
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Hochspannungsvervielfacher fiir Farb-FS-Geréite
HT multiplier for colour TV sets

Belriebswerte « Typical operation
Eingangsspannung « input voltoge

_Laerlau!g1eich5punnung am Ausgang
Cpen-circuit DC voltoge at output

Innenwiderstand « internal resistance ) ca,

Absolule Grenzdaten « Abzolute maximum ratings

Leerlaufgleichspannung am Avsgang
Open-circuit DC voltage ot output

Oberlachentemperatur an der warmsten Stalle
Surfoce temperature al hottest point

Toleranz-Grenzdaten » Design maximum ratings

Leerlaviglelchspannung am Ausgang
Open-circuit DC voltage at output

Mittlerer Dauverstrom « meon continuous current )

Lange der AnschluBleitung + Length of connection cabla
fir Hochspannung + for high-valiage

fir Wechselspannung - for AC voltage

fir Fokusslerungsspannung + for focusing voltage

Abmessungen - Dimensions
ca, B3X70X32 mm

B.5
25

800

kY

mA

mm

mm
mm

1) Bei konstanter Eingangsspitzenspannung
at input peak veltage constant

4 Der moximale mittlere Stram fir kirzere Betriebszelten darl bis quf
max. 1,5mA erhéht werden, wenn die Qberflachentemperatur < 70 °C
Ist und mit Sicherheit dos absolute Maximum 70°C nicht Oberschriten

wird.

The maximum mean current may be Increased to max, 1.5 mA for
short operating periods If the surfoce temperature js < 70“Cand the

chsolute maximum of 70 9C will definitely not he exceeded.

192 ROHREN
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Die 5 Punkte der TELEFUNKEN-Spezialr8hren

Eine grefe Anzahkl von Speziolrahren-Typen wird in Geraten fir besondera
Anwendungszwecke, z. B. in der Waeitverkehrstechnik, in Rechenmaschinen usw.
eingesefzt. Um den hier vorkommenden harten Betrisbsbedingungen gerecht
zu werden, missen diese Réhren speziellen Ferfigings- und Prifverfahren
unterworfen werden. Die dadurch gewonnenen zusatzlichan Eigenschaften sind
durch die 5 Punkte” gekennzeichnet.

Zyverlassigkeit

Der P-Faktor gibt an, wie grob dar Réhrenoustall in Promille |e
1000 Std. werden kann. Er liegt bel ca.1,5%ym jo 1000 Std. Nahers
Angaben sind in den entsprechenden Datenbléitern enthaltan,

Lange Lebensdauer

Fiir diese Réhra wird eine Lebensdausr von 10000 Sid., gemittall Gber
100 Réhren, garantiert,

Enge Toleranzen
Bei dieser Rohre sind Strevungen der alektrischen Werta gegeniber
Rundfunkréhren eingeengt. [Siche ,Allgemeine Daten”.)

Stof3- und Vibrationsfestigkeit

Die Réhre kann Beschleunigungen bis 2,6 g bel 50 Hz langere Zeit so-
wie Stofibeschleunigungen bis 500 g kurzzeitig aushalten. Néhera An-
gaben sind in den entsprechenden Datenbléattern enthalten.

Zwischenschichtfreie Spezialkathode

Die Spezialkathode dieser Réhre schliaBt das Entstehen einer stéren-

S 60 606 ©

den Zwischenschicht salbst dann aus, wenn sie |langere Zeit bei sin-
peschalteter Haizung ohne Stromentnahme belrieben wird,

Ein sinwandireier Batrieb der Réhren st nur donn gewdhrleistet, wenn dio
Grenzwerte und die Heizspannungsioleranzen eingehalten werden,

194 RUHREM

The 5 Points of TELEFUNKEN “Special tubes”

Special tube types are mainly used in equipment for special purposes, i.e. in
telecemmunication and computers. To be reliable al rough operation cen-
ditions these tubes are manufactured thoroughly ond specially checked. The
fallowing “5 Points” show the additional qualities of the tubes manufactured

in this manner.

Reliability
The factor P shows how many of 1,000 tubes fail during an aperating
fime af 1,000 hours. 1t is 1.5% lor each 1,000 hours. Further details
are given in the relevant dota sheets,

Long life
10,000 hours of operalian time are guaranteed for on average of
100 tubes.

Tight tolerances
In these tubes the folarances of the electrical values are reduced in
comparison with radio lubes. (See "General data”.}

Vibration and shock proof
The tube withstands accelerations of 2.5 at 50 ¢fs for o lengthy
periad and instantaneous shocks of 500 . Further details are given

in the relevant data shesats,

Cathode free from interface
The cathode establishes no interface even in the coses where the

@ 6 06 ©

heated tube is operated without plate current.

To provide satislactory performance of the tubes the maximum ralings and the
tolerances of the filament veltages should not be exceeded.
RUHREN 195



" TVea | Allgemeine Daten | Belriebswerle J Grenzwerle
= | General data Typical operation | Moximum ratings
) 0
g|AC701 | submin Up= 4V |, = = v Uy = 200V
- Grabe2s | lj co.lOmA | R = 0 2 ke U, = 120V
2 [Trodetor | Ouiinest|ngraty | Us = U6 <16 V Ny = osw
ikrophoa- | =
Vorstadkor, | Elektroden- | @eheizt durch E" - '23 1; MFQ : :ak S lag :1??
e B Gleichstrom | & 3 4 = x
geabs Kiing-._ | ensciisss e e |1 = 135 03 mA | U =£100 V
festigheif, Electrodes Bt OedU ] U S 06 06 V | Rm‘ = 20lta
geringes NF- | leads | byec v o2 = f‘? .'? | |
Eigenrauschen, ; -f U= Y |k = D4 (=4 !
geringe | T Ug= OV e g 4y |
Heizleistung i L r=A42mA | Us. 3 = 100wV
A<a S aa AM Frsp - L
=32m i
e L [ : %
T"_IOdE for ‘;“ dﬁ’_ Kol- |, = o3 | ") Die Geréuschspannung ist ouf das Gitter der Réhre bezogen und
m:crr.!phone enspitza; | | mit einem Gerduschspitzensparinungsmesser mit eingeschaltetem
amplifiers, | g Uy = 8V | Ohrfilter nach CCIR-Norm 1949 gemessen.
inert against | otthetop U, =16V | The noise voltege is referred to the tube grid and measured with
fing; low o |1, = 2mA | d noise peak voltmeter with weighting filter connected in accord-
pcise lacor, | S = 24mAry _ ance with CCIR Standards 1949,
Vool hascstar = 73 7 D_le Fregdspannung ist auf das Gitter der Réhre bezogen und mit
. NS 1 einem Gerduschspitzenspannungsmesser mit abgeschaltetam Ohr-
power (g SI0UA filter gemessan.
The external voliege iz referred o the tubie grid and measured
{ with o noise peak voltmeter with weighting filter disconnecied.
| Kapazitaten (ohne dufere Abschirmung)
. Caopacitances {without external screening)
Rotar Purik = .
Yead suton Sl s 1= 20F Cafk + f = 15PF =22pF Sk =21pF
C3 g Loctal Ug = 63VE5% Leistungsverstdrker, Eintakt-A-Betrich 1 Absolute Grenzwerte
i | =370+:20mA Class A power amplifier Absolute maximum
Grobe 51 I P
Pentode fir Outlines 51 | i dirakt geheiz| u, = 22V ratings
Breitband- . i indir. haated | Sea = oV u, = 220V
verstarker Stift + Pin et ‘81 = 150V Ny = 35W
| U, =220V | Ry = 1150 Uiy = 20V
Pen:o'da 2 gys Uy oV s = 13 mA Ny = 07W
for wide-bond 30 U=V | 10 = 33mA u., = 220V
amplifiers 4 g, R, =1152 | |z nusgest, = 47-mA Nea ma
L ly =13%£3mA Upiorr = 05V Uy = S0V
6 9 lgp= 33mA | R, = 15k Neg = S0mW
viilk , £07mA | Nik=10%1= 12W Ry = 05M2
8 i 8 = MamAN Iy = 30 mA
Mittelstift | +2.3 mAV| U = 120V
Middle pin -2 mA/V| Ry 20 k22
m = -
% = ko "Kolben = 120°C
Banley =
_[H g 0,5 uA | Kopazitaten + Cannciiances
3 ¢, = 9541 pF
&
< = 35105 pf
| €a
0000 bt
E C3m Loctal Uy = 20V =5%] Leistungsverstarker u, = 300V
é s Gréﬂ?ﬂ 1l It = 125 mA | Power amplifier 1\I‘;l“ 3 : 30; :\"
Z | far HezemNg. | Ovtlines ST 1y =1255mA Uy T NE- = W
g | Verstarker Stift + Pin ‘ Up= 20V b'sx = lsg : {52 = 300V
B AT = 5=
¥ St ! !
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Tooe Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
General dota Typical operation Maximum ratings
C3m 2 a indirekt gahaizt UgT =48V Ny, = 1w
[Fortsetzung) 3 9; indir, heoted :a j 16 mA _Ugl = 10V
[continuation] % U, =25y £2 =0 A Ne = Jmw
5 = ha R, = 1042 | I = 30 mA
Pantaide 6 g, U= OV INk=10% = 15W Rey Ny >1,5W)
for RF/IF/AF 7 k,s U!;gg_ 155V r“eq HFY = 1,2 k2 | = D5MQ
amplifiers B Ry =202 | o HF) =065k Ryy (N <1.5W)
Mittelstift I, = lémA . = = 3 Mo
Middle pin 43 mA |} als Pentode - as pentode ) X
X Uy, 120 V
m —=2.5mA | 3) gaschaltel ols Triode + connected os triode R::: = 20ka
e =341 mA )
5“3 = &5 mAJV | 'olben 120 °C
+L3ImANV Kapozitaten - Capacitances %) Als Trinde
=1  mA/Y| < 85 pf connected as triode
i, 2250:(;1 & Ty pF Matgsese =S W
Iy =
0000 T
D3a Pico 9 Up=63V5% riea = 15 @ | Usg = 400V
7791 Noval lp=315+16mA fo (10MHzZIY) = 1 ko |0 = 20V
Grafie 9 T =1 Ny, = 42'W
: indirektgeheizt! 5 = o vV pE =
Pentode Outlines ? | indir heated | c = 27 mAY D Hmo = :gg 5
for Breitband- Stift - Pin 5 & — £2 =
verstarker I % Upa 190V P 3} = 230 MHz N, - 1W
5, e =, 0% 5 Fes Ik = 30'mA
= Uprg = 160V =] = 7 dB N . i oV

rad polnt

Pentode 3k By =0V Ihre - -1 = 10V
3 ti it St ; ",
for wide-band | 4 f R mdabhy, | b ittihmeESaitt Sves bncian R — 05 Ma
amplifiers 5 f [ =2k mA)  Tin)iconnectéd 15 pin 3 U - &av
& = {“ SR GEmA %) Cyps =G’ T+ ¢y +5pF Schaltkapazirat fﬂi T vy
7 5’:3=35:5 .rnM\’ 3] gemessan bei 100 MHz und Raouschanpassung Uk*‘ = mih
s measured at 100 Mg/s and noise matching Ik 5 i
g 83 % R = lma;ﬂ |Tl\|ulh1n 190 C
9 "gz’gr
i 4 1
lpy = 03 0A Kapazitaten - Capacitances : H'r" :\:”Re s Ry
ce =10%1pf ¢ =21%03pF UK
cL I = 28 mA) Ceyla <0035 pfF
000D [
|
DF 703 Submin | Up =125V Pentode Triode, g, 00 a Absolute Grenzwerte
Grabe 19 | lf ca. 10mA u, = 8.5V Upy = 105V Absolute maximum
Penfode, Outlines 19 | g; U, = 45V U, = -3y | rotings
Elektrometer- d}rek! gebsizi| UK? = 2V [m = 200 uA lu = X5V
% Elekiraden- | directly heated Vi W g2 H a
Réhre ekirode PR R AR = 18 U, = 225V
anschlisse B o oiE (e 5 = 175 uAN| g = 300 pA
Pentode, Electrodes g2 : !
S = 14 pAV |18 = 2,5<1017 A
electrometer | leods R g £l
tube 1 a S B
2 lg; €2.3210715°A
3 +f? 9
4 ~f == =
7 g Kapaozitaten - Copacitances
|-es = -22pF Cifa = 0.05pF
Roter Punkt Cgila v 22 2 pf




LI

Yiba Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerle
§ General data [ Typical operation Maximum ratings
§ E551L Mognoval | Up = 63V Upa = 10V | Absolute Grenzwerte
= 8233 Grofle 52 |,—6ﬁﬂ‘f A0 mA Ui;'.! = o v Abf,olu?e moximum
z Outlines 52 | indirekt geheizi| bE2 T:g x ' megs fom
" 3 - - b & Ml I =
Endpentoda 5“1{, ‘upm lndir_ heated | Rk.m i s [ “.l = WV
Powar pentode! U, =125y [ 7 = 50+2 mA Ny = J10W
2 8, Upgs= OV [l =551 mA Uy = 350V
3 5 U,=125V | § = 45+7 mAlV | Uy, = 175V
£ U s gy Ny = 15W
51 I, = 0mA =L = 35V
é 5, Iy = 55mA Uy = oV
7k 5 = 45mAN Iy, = 75 mA
§ g, Ry = k2 | R = 125 k@
? k — ! | 8
T Upe =220V
e ISD}H’.H 'Rolben = 180 °C
| = 1k2 S— e
Kopozitoten - Copacitonces |
| ahne aulere mit auBerar Abschir-
Abschirmung munag Innend = 30 mm
| without axternal with external screening
screening internal diametar
= 30 mm
=18 18 pF
=555 mAI= 28 2 F |
3 =4 65 pF
0,08 F

EQOCC | Pico? | Uy =63V | NF-Verstarker per System
Noval | |p=4£00230 mA in Widerstandsverstarkerschallung Absclute Grenzwerte
6085 Grobe 12 | LI_T.WI Resistance coupled amplifier Absolute maximum
NF-Doppel- Outlines 12 | Lgaj¢]5 ma Koppelkondensator Gitterseite: 10 nf ratings »
: ) L2 Coupling capacitor grid side: 10 nF Uso = 600
triode mit | Stift- Pin u = 300V
!ndlrekigehem el ite: 10 nF 3
getrennten 1 o sk Fadted Koppelkondensator Anodenssite: 10n N = 2 W
Kaothoden 2 g e = | Coupling eapaociter anode sider 10 nF —U:l - 200V
AFtwin triods 8 4 Uer SY“;:] v Eg o Ck i N: = 100:mW
! 4 f = =
with separate | o ¢ R =000 | R, = 7ka R, =12k, R = 150ka i il
cathodes 11 = g+0:6 Al £ £ lkgpd) = 10 mA
| & =q & oy Uy =200 250 300. 350 400 V lpl = 30mA
7 gy _~5'smk-'v I, =186245 305 38 44 mA | I, = 03 mA
8 ki Fecacidi Uy ofelUg opp= 185 18,5 18,5185 18,5 lesp = 30 mA
? i b los7ka| Uneth = 2 W 40 B &V = 1Ma
i =10 =33 38 4 41 42 % |Up = 120V
g IRy = 100Ka) R = 100 ke
SO0SuA | R =100k, R, =224, R, =330k o) oC
n bl 3 ¥ B = tRolben 170
u — 200 250 /300 350 400 V :
I = 103165195 23 mA | e SH0A
x({f"lul,sﬁ_ 20 20, 20 .20 X r-sirns‘
Upepg = 2 82 4 52 &8V 2
= =3] 34 35 35 37 % | lgep S 2mA,
a vp =021, <2ms
= om@ |R9=mk9,Rk=3'9kﬂ,Rg__=680k§}
= Uy =200 250 300 350 400 V
3 A =0,52 0,67 083°099 1,15 mA
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Allgemeine Daten

driven to grid current starting
1k !‘s? U, ot 81w proportional
kis Uy rmg NBOrly proportional

Kapozitdten ahne duliers Abschirmung
Copacitances without external screening

Tooe Belriebswerte Grenzwerte
General dota Typical operation Maximum ratings
E 80 CC U:l Bff“uuufi__' 2. 21 21 21 2
4085 a0 o= 19 % 38 47 58V
k9 = 23 24 3 31 32 %
(Fortsetzung) =
lcontinuation) 1] Bis zum Gilterstro atz ausgestevert

System | System ||
Ca = 24 24 pF
o - 0,45 0,55 pF
Cela = 81 30 pF
Coit - 0,23 < 0,23 pF
L = 4.8 48 pF
Calfart = 145 pF copepp < 0] pF
I r_g”gn < 003 pF cﬂ[]fll,’l < 0,065 'pF
ES80CF Pica 9 U, nas,:w:.—s%: | Absolute Grenzwerte
7643 Noval lg=330£17 mA| Absolute maximum
Gréi?e ? indirekt geheizt ru‘I[n{}s
Outlines? | indir. heated ':'Jrloda
3 = 550V
a0

Triode/
Pantode

mit getrennien
Katheden

Triode/
pantode

with separate
cethodes

000

I} Impulsdaver mox. 495 einer Periode,
jedoch nicht langar als 0.8 ms
Pulse durotion max. 4%, pec period,
but not longer then 0.8 ms

L U:r!est « fixed grid'bios

I 3 Um mittels Ry « L.f';I by Ek

Stift - Rin Triode |
I ap Upa =100V
2 g, Ry =100
] 9, I, = 144 mA
4 i S =51 mAN
5 if p = 18
(-] Clp _lf-‘.'i ;0-— I‘A |
7 kp, j
Pentode
5.0
3 | Ull‘ =170V
8 kp | b
9 U= 170V
g7 | s
[ R =152 |
I, =10%25 mA
li—"? = 28 mA
+1.25 mA
5=42%1 mA/V
R, > 260 k2
| “L'?Ia:: =40
-l.l!l = 0,5pA

Kapozitaten - Copacitances

Triode Pentode
gy = 2,5+03 pF €, = 56104 pf
¢, = 1.5+03 pF €, - = 3404 pF
Cola = 1,5+0,3 pF Coip S 0,025 pF
cg:’f < 0,22 pF S/t < 0,16 pF
Pentode[Triode
C.plaTr < 007 pF

SAP/eT < 0,02 pF
Corpfar < W18 pF

Uy = 75V
N, = 175 W
Ny = 01 W
"-'_x:sp” = 30V
-ng = 10V
e = 18 mA
lkspl = 100 mA
| Cag = [.5 MQ
e = wov
Pentode
Upy = SOV
u, = 25V
N, = 215W
Ugby = S0V
Ugy Uy > 10 mA)
= 200V
U, (1. < 10 mA)
gk = 225V
5 = 07 W
N, > 12w
N = 08BW
| W, <12w
b = oV
:,‘ 0.1 W
I, = 18 mA
R..7 = 0,5 Ma
E::H T MG
U = 100 V
'R olben 170 °C
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Allgemeine Daten

Type ]| o Betriebswerte Grenzwerte
| eneral data Typicel operation J Maximum ratings
E 80F Pico 9 | Uf =63V 159:,i NF-Verstirker Absolute Grenzwerte
4084 Neoval ly =300mA |in Widerstandsverstarkerschaltung Absolute moximum
Gré(?e 10 Iy —300+15 mA Resistance-coupled amplifier ratings
ME-Pentcde Outlines 10 Up = 63V Uy = 250 300 400 V Uio = 00V
Brummcii Stift - Pin e Rn = 20 220 220 ko Uﬂ = 300 V
Elekiromster- | 1 o indirekt geheizt Ry =12 1.2 T 02 Ml | N, = 13W
Pantods 5 52 indir. heated Ry = 15 1,2 1 ka U.'zo — 400 V
B = 1 1 1 M o =
3k U, =250V g) B v 200 V
AF pentade At uff oy | Ry = &80 &80 6E0 ka2 Nt; = 04W
low hum = | ooy s = 080 0% 1% mA (U, = IOV
electrometer e R, = 5500 ILF2 =017 0,20 0,28 mA _URI = 100V
pentads 7s l, =3£05mA| DaefffYeerr = 175 190 200 g = AZmA
B g ‘ lgg =065 mA | Juett! = 25 B 4V N, = 100 mW
? g, *02mA | 4 M 0% Uy, =12V
| S =1,85mA/V| Elekirometer-Penlode Y- = &Y
‘ +0,35 mA/V| Ug = 45 V U, =215 v Rk = 20k2
| Ry =15>1 M0 U, = 40V I = 4 pA ‘Kolben = 170°C
=75 u = o v 1 = =
| Meaig 3 g2 9 pA 1} Bi Gi
B 0,1 = s zum Gitterstrom-
| = 1A Ug: @ v I < 1A einsolz ausgestayert
Kapazitaten - Capacitances S;:f::;:r:'i:
mit aufierer Abschirmung = 3
with external screening
| o = & *05pF Cayp < D002 pF
00@@ 2 5 = 73+D5pF CLp = 37 pF
@ Cgia < 0025 pF

E84L
7320

NF-Leistungs-
pentode
Eintakt A-,
A-, B-, AB-
Schaltungen

1
AF power |
pentode

closs A
amplifier
push-pull
class A, B, AB

Pico 9 Up=63V + 5% | Eintekt-A-Belrieb + Class A-amplifier
Moval lg =760 40mA| U, = 250 v
GroBe 12 |indirekt geheizt| 252 29 b
Outlines 12| jndir. heated | 'k _ 198 2
] et 45 Kk
Stift - Pin |y, =250V |Ug .= 0 03 35 44 481V
e U=250V |1 = 4 — — 506 505 mA
2 g, R =182 |1, = 55 — — 10 11 mA
3 kigy 1, =8xémA N3 = 0 008 435 57 & W
4 | lgg =55mA | kg = — = 75 W — 9%
5§ L1 5mA. (ka8 = = —=" g7 " 5 e
;‘ == 5 =113mAlV k) = — “— 45 8 — 9
a + f |
A _2_'_1 ;;‘AN 2 Rohren in Gegentckl-AD-Betrieb |
s g ;;gl‘f‘- Bis | 2 tubes push-pull, class AB
2 s g | YIRS 2% 200 v
3] : | = 250 500 Y
Red) = 150 woa
Ria = 8 8 kR
Ugretp = 0 8 0 104V
Ia = 231 A5 236 .46 mA
Lo =235 275 24 211 mA
i N = 0 n 0 7 W
| | k = e 3 — 4 9%
| 2R&hren in Gegentakt-B-Betrieb !
| 2tubes push-pull, class B
Uu = 250 30V
u = 250 30 VvV

Absolute Grenzwarte

Absclute moximum
ratings
0T = &0V
U, = 450V
N, = 135 W
u = 600 V
g20
Uy = 450V
Ngd = 22W
Nt = 44 W
U"n = 100V
Ny 0.5 W
Ryt = D5 MQ
Rm’] = 1 Ma
I = 100 mA
Upie =+100 V
[k, = 240
"Kolben = 225 °C
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Type

Allgemeine Daten
General data

Belriebswerte
Typical aperation

Grenzwerle
Moximum ratings

E84lL
7320

(Fertsefzung)
[continuation)

l‘l_l,,T = 1.6 147 v

| Ry = 8 g ko
Upioty = 0 8 0 04V
I =200 245 245 Db mA

[y =241 275 208 201 WA

| N = 0 i 0 7w

| k == 3 = 4 %
W Fl. =03 HA

I3 GaFr:esmn mit U, g €073V
| Measured with fixed grid bios
opproximate 7.3V

3 gemeinsam - comman

‘) Aussteverung mit Sprache und Musik

| Centrol with voice ond music

Ohne Aussteverung + without conirol

Aussteverung mit Sproche und Musik, R

| Daveraussteuerung mit Sinusspannung diir-
fen 759% der fir Vollaussteverong erforder-
lichen Eingangsspannung nicht Uberschritten

| werden.
Drivon with voice and music. When per-
manently drivan with sinuscidel voltoge,

Kapozitaten
Copacitances

not more than 75% of the input voltage | Ca = 101 pf
| required for full drive may be applied. | Sa = 6£08 P_F
| M Uy tagy * fixed grid bios Cgria < 05 pr
| Uy, mittels Ry - U, by Ry, | iy < 025 pF
-_—
-
E88CC Pico ¥ Up=63V+t5% per System
Moval lp = 300 mA Uiy = Sfmigx
o it o I il Ul N, <08 W)
6922 Qutlines & | jrdirekt geheizt i S e
Doppsliriode Stift « Pin indir. heated Ny 1) — 15w
mit getrennien ; o1 per Systam ;ng i = ;gg:
Kathoden =1 Uy, =100V T Y esn®
8 g s oy |1 mox. 18 Wwenn Ny +Nr S2W N = 003 W
Twin triode 4 f R]:"g= &0a 4 Impulsdaver mox. 10% einer Periods, i = 20'mA
with separote 5 = NSmA b = 0,2 ms oo 2 = 100 mA
cathodes & ap # 408 mA Puise duration mox. 10% per period, gg_:ll; = 1M
7 o S =125mAN| 'max =02ms Up + 150 v
8 Ky +24mANV| ¥ U, mittels Ry, oder Uy g nurbei 1, < SmA| Uy, . = 100V
P s —2 mAIV| U by Ry orficed grid bios B = 2kg
po= 33 only at I, 5 mA tkolben = 170°C
-1, < 0,1 A
g = N — =
Taig =300 Q Kapazitaten « Copacitances
F (200 MHz) System | System 11
=46dB | pie = L75£02 165+ 02 pF
rel100MH2) ot~ = 05%01 04%0] pF
= 3K8 ok ieia=1 31 204 3L D6 pf
‘ Cofnf = 31 £06 3] 06 pf
[ g = 14202 1402 pf
[ can = 018+ 004 018+ 004 pF
0009 Cqparr < 004 pF
@ Sellfall < 0,005 F
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Tyre Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
Generdl dora Typical operation Maximum ratings
E90CC ::.co 7 U,_= §3VESY| Uy - 150 v Absolute Grenzwerta
5920 |Tlulur _li = 40020 mA. R, = 20 [31] Absolute moximum
| CrobesS |indirekigehaizt| & < o4 i fatings
Doppeltriode | Qutlines § | jn4ir hooted 2 -~ gé A rlid peorSystam
= 3 —
= Stift - Pin a ik S0, mA Uso 600V
Twin triode per System u = 300 V
| 1 o Uy, = 100V N = 2w
2 @ [ gha= o & ]
1 R = 2509 = =
3 ¥ Iy =85+2mA Y 50 v
=8,5+2m/ - =
4 i :‘l_\ . . ) UKED = 200V
s s—atlz_?mmv ¢ W = oV
p o= | = 250 pA
& gp 4 g g I
< 02pA =
‘ 4 Ll
k = L
! b “ lksp = 75mA
REU = 1 M2
- - Ryl = 05 MQ
Kapazitaten + Capocitances Uh’k = 100V
System | System 11 'Kolben = 170 °C
€ = 37 +05 37 £ 05 pF av = 10 ms
€, = 0,35 0,1 04 = 01 pf T .
e = 34 %05 32 £ 05 pr |1 Yemittels Ry
Gt < 015 <03 pF Ug by Ry
MY T
= g fost
‘ S/t = J46%15 pF ﬁxeé grid bios
| Cerjprr <02 pf
ecoe <14 o

E92CC
Doppeltriods

Twin trioda

Pica 7 Up=63V5%
| Miniatur lf =400£20 mA
Gréf}a 5 indirekt geheizt
Qutlines 5 | indir. heated
Stift - Pin per System
1 o Up,= 150V
2 4 R =200
3 f I, =8.5+2mA
4t o 1
' S=6£15mAV
: it po= 45
g -
= kl lg <02 pA

a)] System gesperrt
System is blodked

Uh

nn
B &

r
L.

150V carrying

Mk Uy = 10+100 V
47 k2 Iy, = min 5,1 mA
-0V mox. 5,9 mA

Kapazitaten - Capacitances

System | System 11
35 £ 09 35+ 09
03 % 0,1 036= 0,1
24 + 04 26 + 04
Capny S 2 eF

Celjelr = 027 pF

System current-

b) System slrornf{:hrancl| Absolute Grenzwerte

| Absolute maximum

ratings

per System

U:m = 400V

Uy = 300V

N, = 2w

e = 15 mA

Ili'sil = 75.mA

U, = 100V
Uggp = 20V
!_Lu;: = 05V

fe = 250 pA

losp = IS

R = 0.5 Ma

qu = 1 M0

Yge, = 1O

'K oltien i 170.2C

o = 10 ms

' U;;Ierst

fixed grid bias
i Uy mittels By
U:s by Rk




2 Type Algaﬂmeine Daten | Betriebswerte Grenzwerle
= eneral data Typical operation Maximum ratings
= X [ i
g E130L Oktal Up= 6,3V25%| NF-Verstarker, Eintakt-A-Betrieb U, = 900V
= 7534 Grofie 47 b = 17A class A amplifier U:lm"l = 8000 V
o= Outlines 47 +85 mA u, = 250V !;!z:msgeél. =1BmA N, = H5W
Endpantode Stift - Pin indirgkt geheizt ) = 1 Fq = 27k Uy = 250V
- indir.heated | g1 €718V Uy = 3BV IN, = SW
Peniar L ) = 10mA N = NsW U = 13V
pertols - Uy =25V |1y, =  4mA & = W% |N = 0w
- Upgy =~ 180V e = %00 mA
9, Upgy =+15.7V I Impulsdauer max. 18% einer Pariode, ]" 3 = 15A
5 g, o= 2300 0 mox. 18 us Rkﬁll;i = OJS M
b Ryy = 47 k0 Pulse duration max. 185 per period, Rm 4 = '; Mg
7 I, = 100 mA max. 18 us Um = 20V
B 'k, 9y +15mA | 3 Impulsdauer max. 10% einer Periods, ; Un:k = 100 v
Kappe @ | I, =4(<émAl max. 4 ms R i = 20ka
Cap'a S =275maj)v| Pulse duration max. 10% per peried, »(f,fk = 205 °E
+5 mAJY| mox.4 ms | g gben
R, = 10ke | 3 Ugi rest + fixed grid bios |
Mgaigi €065 | 4) Uy, mittels Ry - Uy, by R, '
Kapezitaten - Copacitonces
c = 35 pF
e
0000 o = |
®| Safiy < 2lpF

7EEOS OF oy < 003 pF |
3x06pF o < O pf
0,1 pF

|
E ‘[80 F Pico 9 Uf = §,3V 5% Verstérker - Amplifier Absolute Granzwerte
6688 Naval _l, =300+ 15mA| Uy, = 190V ]KZ = 38 mA Ab_sclure maximum
Grabe 6 indirekt geheizt| Ygs = ov Rie = | ko Lcrmgs — WOV
Pentode Outlines 8 | indir. heated | Ypge = 160V ky = 6% i — 210V
fir Breitbond- | stify « Pin U =190V | o0& = 2V Ugey (AR N - 3w
verstarker 1 & ba Ri =800, ragltif T A0 & =
b Ve =000y I = 13 mA Upsn = 400 V
Pentode 3 Ei bep = 160 V i : Ups = W5V
for wide-band |, ¢ by = 7V | Als Triode geschaltet Dy = 09 W
amplifiers R =600 | Connected os trizde i = 25 mA
51 I, = 13mA 4 e = oV
E == 4 Uhaga 160 v 21
2 0.8 mA UE.L1 = e _U{_!l = SV
M
8 4 IQE = 3,3mA RL‘ = £200Q “Ug]ﬁp = 100V
2w L04mA |5 o = 165 mA Ry = 05 Ma
? 85 |8 =165mAlV §7F = 185 mA/V Ri?) = 025 M2
23 mAN | = ey Uik = &V
By = T =. 27k by = o= R
Mgty = 50 Fawy (HFL = 225 Q 'Kotben = 155°C
—F\-"l < 0,5 pA —
1 u,, mittels Ry
| Ugy by By
| L = T A U.!ﬂ fest
‘ Kapozitaten - Capacitances | fixed grid bias
mit Gufierer Abschirmung, Innen-g 22,2 mm |
i with external screening, inside ¢ 22.2. mm |

L NIYHDE

Al

ca. 17 pf

NN
a5 e

-

c:l.l"r::l




Tipe Allgemeine Dalen | Betriebswerte | Grenzwerte
E General data | Typical operation | Moximum ratings
a E '[88 Cc Pico ? || Uf = 5,3\"15%! Additive Mischslufe - Additive mixer Absalute Grenzwerte
= 7308 r Noval lp=335£17 mAl Uy, = &0 20 150 v Absolute maximum
m = e = == 3
Z Grof?a 8 lindirekt geheizt iﬂ = B : 3'? ::-';} "3“"895 X
Doppeliriods | Ovutlines8 | ingir heated | € e s
mit gatrannten  syin . pi Upsz eft 5 2 25 SN Uy Te= 250V
e fiailan SHie P | perSystem |1 = 47 77 1T mA | NI = 14W
1 oy Uy, =100V | 5 = 29 35 41 mAN U, = 1oV
Twin friode 5 o Léh,f 9V || Ry - 83 76l k@ fU.n = 200V
4 = 4] o=
with separate | o LM x =08 | AP Varstgrker, BintakiA-Betrich Ng 30 mwW
cathodes ] I, = 15mA Classh s I = 22 mA
5 +08mA | ass A amplifier [ = oA
Sor |5 =i2smAN Ua = v Red = 05Me
7 gp +2mA/V| & . | R.Y = 1M
B K - m | Ry = 20 kQ | o5 =3
| g : u - 0 15 45V flk+ Y
& -1, = 0.1 pA gefl : ; e = 100V
‘ el B Y -85 — 92 mA [ Yok~ ¥
fe e e | = 0 005 05 W 'Kolben = 165 °C
= k L
Faeq (HFI k b T 7 % W Ny mox. 2 W, wenn
. — 208 | Kapazitaten (ohne Gubere Abschirmung] ol Dl S22V
F 1200 MHz) Copacitances [without external screening) {iompuls uuer
= 44dB : R max. 109, einer
| System | System || Period 02
Cafkefss = 175502 165% 02 pF T
Eaens il = £ 04 + 01 pF Pulse duration
ak+l  — e ety 1 max. 10% per period,
Corp sty =31 £ 04 31 £ 06 pF
% =31 %06 31 %08 pf Nox. B2qs
ik 4 f 2lerre s PSR R N U e
Cavant < 0045 pF g < 0,005 pF fixed grid bias
—
—
4 U‘g= mittels Ry
U}’. by Ry,
E 235 L Oktal U =863V 5% 2Rahren in Gegentok!-B-Belrieb Uy = 400 V
Grobe 68 g ='1.2+0,08A! 2 tubes push-pull class B | N, = 20'W
7751 Guliiss Bl 7T - 20 v N+N, = 2W
uthnes indirekt geheizt U“ B 170 v U“ g2 _ s
NF-Leistungs- | Stiff - Pin indir. heoted Ug By o4 v Nf;! = E5W
pentada L = g, =V Ry = 3 ke Rey = 05Me
f | = | = 5] =
A s g 4 U =100V | Ry, 2951 ke [ 1 220 mA
| By = 750 | U, = 0 2V Ik =12 A
pentode 4 | ™k #1oft a0
- | 1, =100mA | I, 212 2494 ‘mA £: = 10 ms
CRR: +iBmA |1, = ] 204 mA Upe + =250 V
e —15mA | N = D 30 W ik — =200V
74 lgg = 52mA |k = - 6 % Rypy = ko
8 kgy +13mA | —— : folben = 240 °C
—12mA | 'l Kepazitive Uberbrickung fihrt zu Ober-
S = 14ma)y, lastung des Schirmgilters und ist deshalb
+25mAfV|  niditzuldssig,
Wiy =56 |  Capacitive shunting overloods the screen
R_‘“‘ F‘J= sko| grid and is therefore inadmissible.
s Q
- Ry, =1004 |
g Iy WUy ==35V)_ =
= <01 mA | Kapazitaten - Capacitances
- [cg = 1BL15pF
=] c = 9+1 pF
@ Cofs <12 pF




- :

Yok | Allgemeine Daten : Betriebswerte | Grenzwerle
E General data | Typical operation Maximum rafings
3
g E 236 i Oktal Up=63V£5% 2R8hren in Gegenlakt-B-Betrieb, Absolute Grenzwerte
= . Graba 44 .I_f=' 12+0,08 A! Dauerton-Aussteverung Absolute maximum
7 ;i;&:;erungs- Outlines 44 | indirektgeheiz;j 2 tubes pursl:-pulll, ch::ss B, Lcrings g
. : H | permanent tone leve e = 65
2.8, far stift « Pin !_"ld_m_ Uy = 2| v Uy =400
Herizontal- = U, =100V U, - 7 v Uppd = 7&V
Ablenksiufen | 2 f Ugp=10V |R,Y) = 205 ke Uil = LEkY
in Fernseh- 3 = | Ry = 750 '—Uk_‘ = 34 v N,;Jl = AW
Empfiangern 4 g, Pl =100mA |1 = 212 254 mA N:HNMTI = 22 W
5 g ‘ +18mA | I, =24 234 mA [Uggo =60V
Ez:'::de o ? e | =15mA R, = 3 kQ e = 300 V
for Illoriznntgal B kg qu o doill E16ft = g % h{;ﬂ i = e
o 1 Hg +12mA | N = 1} 30 w I'——-Um!“’l = -1kV
s i: Kappe a —13mA |k = & % [ I = 720 mA
ages iy Cap a 5 = l4mAN =~ lap? = |.2A
TV-receivers | £25mAJvl | Kapozitive Oberbriickung fihrt zu = = 10 ms |
Measy = 56 | Uberlustur.\g des f\ch.irmgilfcrs und ist n\; 4 = 0.5 Ma ;
. = 5ka deshalb nicht zuldssig. e = 950 V
REL= 100 @ Capacitive shunting overloads the screen f"f — 25y
Iy |Ug'| =-35V)| grid ond is theretore inadmissible. UE: + — 200 V
= 0,1 mA |% AlsEndréhre fir die horizontale Ablenkung: Reyp B = ke
N“‘ max: 15 W, N, | . max. PéW ) | tRolben = 240 °C
Bei Impulsdaver max. 229 einer Periode,
Lew@ b

As power tube for horizontl deflection:
N, mox. 1SW, N, ., mox. 16W [
At pulse duration max. 229 per period,

Yy — 18 ps. .

3} Wahrend der Anheizzsit der Boosterdiode
Neo max =7 W-
During boosier diode heoting-up period [
Mgy max =7 W. [

4 Als Endrdhre fir die horizontole Ablenkung
unter Verwendung von Stobilisierungs-
schaltungen mit Regelung Gber das
Stevergitter ist Ry, = mox. 2,2 Ma2,

Ry, should be limited to 2.2 M2 when

D(.] coniral volioge is applied to grid No. 1

for stabilizing purposes.

) ‘max. 10 ms.

=

a

=

B Kapuozititen « Copacitances |
< e = 19£15pF |
n L = 9+] pF

73

by < WY pE
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Allgemeine Daten |

Betriebswerte

Grenzwerle

Type .
YR | General data Typical operation | Maoximum ratings
E 280 F Pica 9 UI’ =§3V 59| Upa = 190 190 120 190 V Absalute Granzwerte
7722 MNaval lg=315£16 mA U!_,3 = 0 0 0 oV Absolute moximum
Grc':f.ia 9 indirekt geheizt, Ui = 160 140 180 10 V ratings
Pantade Qutlines ? | indir. heatad by =P +9 2 2N | Uio = 400V
for Brafbond- | Sircopin | = R, = 540 630 830 800 0 | Uy = 20V
Sl 4 Uy =190V |10 = 15 135 100 10 mA | By = 4W
3 Ugg = OV | I, = 45 4 3 28 mA Upg = 400V
Pentode s Ea Upy = 160V | 5 = 23 @ W 20 mAN Uy = 180V
forwidedsand A Uy = 2V [ B = 120 180" 155 155 kQ Nig = VY
omplifiers - "k = 400 0 ”!!E.-rif'l 55 53 55 56 _Ug:l = 50V
: ly, =20£1mA r, o 15 16 17 16 ka Uy = 2V
7 lg, =607 mA Txey = 230 .2 25, 70 .9 e = 30 mA
p S =284 mAN| cf = 15 148 143 148 of b = &mA
£ R’ = 100 ke 1 =
9 i =Tekeys = 19 185 16 17 mANpF | Re! K
2 Boatey = | € } = &V
{2 03pA S i
o SN D e 56 188 M2 MHz | Ymke = 1RV
foop = 1AKD 2omecy, Rk = A0ka
rg“'" =48 ‘Kolben — 180°C
?=2,2mAN pf- = N Uy, mittels By,
s Kapazititen (ohne Subere Abschirmung] U.. by Ry
2"""1:_% Capacitancas (witheut external screening) <&
=180 MHz | ¢, 95+1 pf
Sl =26mA) = 15.5 pF
omm@ [ = 26£03 pF
@ Ceila s 004 pF

E 288 CC
8223

Doppeltriode
mit getrennten
Kothoden

Twin triode
with separate
cathodes

0000
D

Pico ¥
Naval
Grofie 9
Qutlines ¢

indirek! geheizt

Uy = 63V£5Y%
Iy =475+25 mA

indir. heated

Stift - Pin
ot
gy
ki

i

f

o
g1
ky

o = e I S T T PR

5

| Uhu_:

| 1, =30£2mA

per System
Upe= 100V
= 9V
S = 0mAN
+3,5 mAV
—3 mA/V!
25
1,25k
0.2 pA
=200 @
MHz}
57dB

u
fi
o

Al

r;ll!l
Fi

fi §"

= 200 2

r
&
T 57 dB

F1)

1} gemessen bei 200 MHz in Coscodesdhaltung
und Rouschanpassung
measured ot 200 Mc/s in coscode circuit and
matching for noise

Kapazitaten - Caopacitances
(ohne Gubere Abschirmung)
(without external screening)

Sysfem |  System 11
Colic = 47 47 pF
glk+l+8 "
Cafk+f+a 1.2 1.8 pF
s - 18 16 pF
Chig+f+s 7.8 78 pF
Calgitss = 33 34 pf
Ca‘fk = 0,25 u.?ﬁ pF

0 (110 s

Celign < 0.005 pF

Absolute Grenzwerte
Absolute moximum

rotings.

per System

Uio = 450 V
iy = 250V
N, = Iw
'UR = 50V
—E.IMI.I = 13V
Nm = 100 mW
I = 40 mA
lk*l' 3 = 400 mA
Rg = 1 Ma
U”k =t150 v
'Rolben = 190 °C

) Impulsdaver

max. 1%

einer Periode;

tiax ™ 10 pus

Pulse durotion

max. 1% per period

AR 10 us
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Tive Allgemeine Daten ‘ Betriebswerte Grenzwerte
General data Typical operation Moximum ratings
E8I0OF Pico 9 Up = 63VL5Y faoq = 110 a Absolute Grenzwerte
7788 Noval b= 340_1?0 mA r, 1100 MHz) = 415 @ Absolute maximum
Grafie B indirekt gehetzt A = 250 MHz ratings
Pentode for Qutlines & | jndir. heated | . f_ s S Yao = A
Breitband- stift - Pin |0 = 135 v | Vilmax = Fo= fc, -+ Ac, +c, +5ph ::Il" _ 252 ::l,
versi@rker 1k ha - ov ?) ohna dufers Abschirmung U“ N 400 V
E3 i i =
e i f‘ Upe, =165V without exiernal screening U'::“ = 200V
wide-band P U[u,_-1 =+125V ) = 1'W
amplifier 5§ Ry =309 ——— Rg_'r:' = 02 MR
o lln :53‘50 mA A Kaopazitéten « Copacitances | Rgy R =47 2)
; 02 Sgg_;ﬂ:s '6:\3' ohne Gubere Abschirmung | = 3'6 Ma
B s T ; V| without external screening | Ry Ry = EéO 2 e
o 3 _'l‘mg_::(}i S =MWSELSpF . <0036 pF | = 35Ma
2 g SO0TBA e (=40 mA) ok = 006 £0,007 pf| Ny ¥ 10.mYY
=2£2  pF =005 002 pF| Ik = N
¢g =35803 pF ¢,y =0,031£0,005 pFi"dm = 25;:
| mit Gubgrer Abschirmung | U:{‘Im —=+100 V
| with external screening \l I:I = 200 °C
| Schirm: 22,2 mm Innen-¢ oen
Shield: 22.2 mm internal diameter N Uy st
| ca = 14518 pF Cpyra < 0,032 pFl  fixed grid bios
I Cy Ll = 40 mA) Cue = B033X0,007 pF| 4 1, max. 15
= 24+7 pF Coyir = 0,055+0,02 pF|
|cu =41202 pF  cyp =002 0008 pF|

EAA 9015
5726

Doppeldiode
mitgetrennten
Kathoden

Twin dicde
with seporate
cathodes

Pica 7 Up=63VE5%
Miniatur If ca. 300 mA
Gréf}e? indirekt geheizt
Outlines 2 | jndir. heated
Stift - Pin per Systam
1 & Uy =10V
2 djp Ig M =40 mA
g ! <98 | Holben
4 f 1) kurzzaitig |
5 kll short time
6 s
7 dp [

Absolute Grenzwerte
Absolute moximum

retings
par System
_Ud-:-p = 340V
la = 10 mA
Yaen = &0 mA
fiksp + 3a0 0V
= 165 *C

Kapaozilaten - Capacitances
mit aubarer Abschirmung, Innen-g 19.2 mm
with externol screening, inside @ 19.2mm

cgr = 32408 pF
carp | = 32%08 pF
= = 39108 pF
qap = 39+08 pF
Capgn = 00%6  pF




s Tyos J Aligemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
B General data Typical operation Maoximum rotings
- i " . -
g Ec 806 S Pico 9 Up=63VE59, Hf-\"erslmker in Mischer, selbstschwing.| Absolute Grenzwerte
z|lEg6C Neaval ___I_f =165%10 mA| Gitterbasisschaltung  Mixer, seif-excited Absolute maximum
= Dezimeter- Gmﬁ"aa indirekt geheizt RF'nmpIrﬂsr 4y Uh“ = ey et
Triede Outlines 8 | indir. heated 3r;d-grounded Revfl = &6ka Uio = AMOY
T = 185V R = 50ka = 25
HFVersiarker | Stft < Pin TG sy |0 = ey 1F o 2mA [N - aaw
in Gitterbusis-| 1 @ Upg; = 8V [R.° = 8000 5 5 = :
by k ca. A | = 20 mA
schaltung 2 g L —80e [l = 12mA ¢ Bty 50V
bis 800 MHz 3 K I, =12208 mA| § = M mANV NG = 20 mW
Oszillator- 4 % S = 4mANV—— Rg = 12Ma
SEIthungan 5 f +3 masy | Phasenwinkel der Steilheit bei F = 100 MHz Ug = 100V
bis 1000 MHz ; E 25 mANl Phose angle of mutual canductance Ri":‘l:( = 90 k0
) §o= 48 | at 100 Mc/s
VHF tricde 8 g pl e ?) Kopazitiv Gberbriickt - itive sh {Kolbgn = 165 5C
Ml B |g < 0,5uA | U capacitive shunt [m.u 3 = 800 MHz
P r = 250 8 3 15
;:id—grcundsd ;HQ | bt
o 8100 i for amplification
oscillator
circuits
to 1000 Mc/fs
Kapazitdten (ohne Guere Abschirmung)
Capacitances (without external screening)
y " iy =2 *03 pF = 36+0,6
/a P Seik 6106 pF
qomm@ i Culie = 020,04 pF Cof < 03 pF
o | Chtget = 66211 pF

i = = 50V
EC903 | Pico7 | Up=63vioy Usq
By | Minictur Iy co. 185 mA U, = 150V
-T.no ® | Grofe 2 indirekt geheizt Ny i 2W
ellipior | Outlines 2 | indir. heated i = 20 mA
P s S Ry = 05 Me
riade VE P = L =
2 R =250 0 o — )
a I, = 16mA Rem = 20k
31 S = 8mAV
A p =15 1} Absolute
5k Grenzdaten
6 g Absolute moximum
7 @ ratings

| Kapazitaten - Capacitances

St i f = 24 pF Cila 17 pF

Calk+£ 035 pF Calk =T 0.25 pF
Ceik = 23. pF

I
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Betriebswerie
Typical operation

Grenzwerte
Moximum ratings

Absolute Granzwerte
Absolute maximum |
ratings .

Ui = 250 V
U, = 75V
N, = 12w
Iy = 12mA
Ng = 30 mW
RL: = 03 Ma
-Ug = 3V
Uks = 100V
'Kolen = 165 °C

Allgemeine Daten
Type ‘ General data
EC 1030 Submin8 | Uy = 63V
Grie lg ca. 128 mA
EC 1031 T
Outlines indirekt geheizt
UHFTriods EC103088 | jndir heated
EC 103152 |
UHF triode [Ys=10V
Elektrciden- | Ri: = 150 Q
onschlisse [1g = 7mA
Electrodes | ¢ = 15 mAJvV
leads po= 6
1 g r = 200 @
ie K
2 a -ugﬁnslmnm
3 g = 5Y
4k
5 f
6 f
0
8 a

Kaparzitéten + Copacitances
ohne aullere Abschirmung
without external screening

ula =23 pF
Syik = 0,12 pF
Celkc =33 pF
Cg” =03 pF

mit duberer Abschirmung m an g
with external screening mto g

Cgimfkef =4 PF
Cafgem =34 pF
Caltkc o f = 0,13 pF

Zubehor + Accessories
Fassung Lg.-Nr. 30245
Sotket stock no. 30245

EC8010 | Fico® | Up=63vesey
8556 oval |_1f —Eﬂ]i 15 MAJ:

Grale 8 | indirekt geheizti
UHF-Leistungs- Outlines® | jndir. heated |
triode for Var- o I-—i
starkerund | 5-11 Upy=200V |
Oszillatoren g | R“ = 24k0Q |
in Gitterbasis- ; k | Ry = 47 |
Schaltung bis | ? Uy ca. 140V
1000 MHz Iy = 25mA

3 1f S = 2B mAV
UHF power é g w ca. 60 |
triode for 7 g Fyoq = 1402
amplifiersand | & @ F 1600 MHz)
oscillotors 7 g = 9dB
grounded grid F (800 MHz)
1o 1000 Mc/s = 10,5 dB

Pmowg
o

| u
b

UHF-Verstarker, Endstufenbetrieb

UHF amplifier, power stage
Uin:‘l = 20 V
- = 24 ko
By ) = .5 a
i ca, 140V
1y = 25 mA
F600 MHz) = 8,5 dB
FIEDOMHz)y = 10 dB
a7 S RINY
= 20 MHz
= 14 dB

'} Es ist &in regelborer Kothodenwiderstand

von min. B0 varzusehen, mit dem der on-
gegebene Anodenstrom eingestellt wird.
A variakle cothode resistor roted min. 802
must be provided with which the quoted
anode current is adjusted.

3 An 602

| Absolute Grenzwerte
Absolute maximum
| ratings

J' Ugo = 400V

| Uy = 200V

I <

‘ Rg = 0,5 MR
l"fg = 40 mW
ik — 35 mA
'Imp?-' = 100 mA
e
ok 150 °C
Kaolben

3) Impulsdover
max. 10%
einer Periode,
!I!'I:'lx = EW [ls
pulsa duration
max.10% per period)
1 = 200 us

Kopazitaten - Copacitances
ohne auftere Abschirmung
without external screening

Cok+t = 6 pf
Salic = 1.5 pF
Sy = 0,1 pF

mitx




- Allgemeine Daten Belriebswerte Grenzwerle
,§ YPe General data Typical operation Maoximum ratings
& EC 8020 Pico 9 Up=63V £5% VHF-Breitbandverstarker Absolute Grenzwerte
X MNovol lf =280 +17 mA VHF wrl:febclnd emplifier Absolute moximum
m . - - -
z L_e1sfungsfnode GroBe 50 |jndirekt geheizt f = 195...223 MHz ratings
for VHF und Outhi il = 12§ v u, = 550V
uthines lndlr i‘eﬂ!’cd | l\ﬂ a4
UHE- e Uy = 105V u, = W0V
Verstarker Stift + Pin U, =20V Ry = 00 a Ny = 8w
in Gitterbaosis- | ; g R = 622 |1, co. & mA -U, = Y
schaltung 2 lg = OmA | yeo 14 Wy = Ty
_ g S = smAN| 4~ N, = 3mw
Power triode 4 f n o= 5 Vigl ca. 15 dB I = DA
for VHF and - § I= R.3 = 50 k@
UHF omplifier 6 g 1 An é0Q UL e STor
ingrid 7 @ %} Uberiragungs-leistungsverstarkung flk i 20 ke
ronnies) B in Transducer goin _f”‘_
? g 3 U, mittels Rk
U, by Ry

Kapaozitaten -+ Capacitances

| T, =12 pF
lck" = 32 pf
] S = 33 PF

= 0,23 pF

1;‘!}]{

: !
ECC801§ | Fico? | Up=63vesy
Noval Ir £a. 300 mA
6201 Grafie B U =12 6\""‘5%
HF-Doppel- | Outlines8 If ca. 150 mA
tricde | Stiit « Pin indirekt geheizt
mit gefrennten | | g, indir. heated |
Kathoden 2 oy |
3k per System
RF twin trisde | M Upy = 250V ‘
with seporate 5 R, =m0@Q |
cathodes 6 o | 1, = 10 mA
7 a +4 mA
8 kl —3 mA
9 i §=55+1mANV
i | R; ca. 11k
| # = &
“lg = 0.7 pA ‘
| Kapazitaten - Capacitances
System | System 11
cy = 25+05 25 +£ D5
g Cy = 045+ 0,25 038+ 0,22
= Cgg = 16 %03 14 + 03
E L= = 28= 07 28 £ 07
;000D | Custr = D240 oF
@ 3 [ Sl /el < 0,005 pF

pF
pF
pF

Absalute Grenzwerte

Absolute moximum
ratings
per System
L.F&l = 30V
Ny = 28 W
= = 55V
I = 18 mA
Ng = 100 mW
[ Re = 1Me
ﬂgzl = 025 MO
Yene = 100V
'Kolpen = 0 FC

Ul Ug mittels R
Ug by Eli

A Ug fest
fixed grid bias




Tips Allgemeine Daten Befriebswerte | Grenzwerle
§ General dato Typical operation | Maoximum ratings
73
g Ecc 302 s Pico 9 Up=63V+59, Absolute Granzwerte
= 6189 MNoval Iy €0.300 mA Absolute maximum
Z Grilie B Up=12,6V5% ratings
Doppeltriode | Outlines8 | 1" cq. 150 mA o Syssem
mit getrenntan TP 3 - = S0
Ka.'tg;cden s“lf' Pin :Indif-el:lgeheizi Ni = 3w
. apg indir, heated _Ug = ‘sB
it a
T.-Iam triode 3 k;: par System ‘Ugr»]s = 100 V
with separote 4f Uy, = 250 V k = 2mA
cathodes 5§ Rk. — 80O 1'.: = 5 mA
6 o l, = 10,5 mA o S,
7 o i B mA R 2 = 05 Ma
| 8 k S = 22mAM| Utikep. = 18DV
| 9 + 0.4 mAV| U = 100V
R, =77k0 'Kolen = 165°C
p =17 1 1 .
) U, mittels R
-, = 0.,5pA £ k
IHle = Su Ug by Ek
|
| | k] Ugfnst
[ - fixed grid bias
| Kapazitdten - Capacitances
Systam | System |1
[ < = 14 + 035 16 £ 0,35 pF
2 = 05 = D2 04 £ 02 pF
) 1.5+ e

Ecc 803 s Pica 9 Up=63V ié%i NF-Verstarker in Widerstandsverstarker- Absolute Grenzwerie
6057 MNoyal l§=300=15 mA, Schallung Absolute maximum
Gr&i?a B Up=126V£5%) Resistance-coupled amplifier rghnsgs
NE-Doppel- Qutlines 8 Iy ca.150 mA | Per System per System
i ; PP | e = /250 250 ° 290V Uso = v
tricde mit #&aift - Pin e :
indirekt geheizt| g 5 a7 100 20 ke U, = 30V
golimnien [T | indir. heated N = 12W
Kattiadan, 2 gy . Iy = 1,18 0,85 0,48 mA ~Un - 55 v
klingarm 7 & per System | Rg = ! 1 1 M Ly (i
il U, =250V | R = 138 3 60 ke [HUg = 05V
AF twin triode | o ¢ [ Rkhlz 16k0 | Ru - 12 1.5 27 kA Rell = 2 No
with separate & [ I =125mA | Ynett = 7 24 MV Rl = 22 Ma
cathodes,non-| 5 I * +015mA |V - ws ss &5 T = IR
microphonic 8 kl § = 14 mAn k = 7 3.9 34 % I = BmA
| 1 G Upfe, =220V
9 fy +0.35 mA/V P = ot
—0.3 mAV b = 7o
W =100 TKolben =
| Ry =425k0 0 Uy st
:ILF < 02uA fixed grid bios
< 4y 2 .
g = 3 U, mittels R
(I, = 20 kAl S Bl
n U, by Rk
et < HD 11 S
= 030M [ 3) U, nur durch R,,
70“ E . | Kapazilaten - Capocitances erzeug!
I [ System | System || U, produced by
a | = = 1.6 146 pF voltage drop across
= | & = D4 034 pf Ry only
@ FCpty =17 17 pF
Cylf < Lp35 8,15 pF




Allgemeine Daten

Tyre Betriebswerte Grenzwerte
g Gsneral data | Typical cperation ‘ Maoximum rotings
a ECC 2000 | Dskel U; =63V Cascodeschaltung - Coscode circuit Absolufe Granzwerte
= HF-Doppel- Grofle 49 | | ca.325mA | Uy, = 20 200 V Abselute maximum
<] I Outlines 47 lndlrektgehalzti Ek = I'Zil}g 6!1}3 fg rmmsgs‘

g z ift - Pi dir. heated i T per System
Soede IR LR TR = W 10 ke U, =40V
VH:;WQ': o 5 :n System | | R, = 10 100 ko Uy = 290V

s e 1 Ugy=sav |1 = 155 265 mA N = Z7TW
sowie for 3 g =~ - .
A i U= 2V |r = 910 &0 0 (0 = 5§V

Oszillotoren, 4 kpy E_ 1 &

I = 15mA | FY = 25 25 UL T = 150 Y

Frequenz- 5 f,s » gsp

k < S =W mAN Co Ik = 40 mA

vervialfacher 6 f

g n o= 28 legp¥ = 400 mA
und Breithand-] 7 a | 2P
I fong = 2009 | R 4 = 1 Me
Varstarker 8 gp acq | uﬂ . =
9 k System 11 Fle + = 1V
RF twin triode I = U = 50V
10 a U, = 90V tk -
for cascode il U“ —gV 1 tkalben — 225 °C
circuits for nll - Fheroiiafge
VHE Band as ":J = ?1,; VA Cisn:ode-sm:jhung. f = 200 MHz 1‘bei Rouschanpassung
well os S. - 13 :A.’V Kopazitaten - Capacitances 5 a.l folzaotding
oscillotors, YR ohne Gullere’ Abschirmung } Vp mox. 0.01,

frequency faoq = 2509 without extarnal screening tp Mox.. 10 s
m”;"p.l;“'; 4 u Sll/kllst sentt = 355 PF 3 :"'1‘”‘“"-236‘-
2l 00 SylUKIL+f s4nit = S5 pF g Mox-A0 s
amplifiers Callfsll — 0, f‘i pF Collgl +frs— 33 pF |4y Ug mittels R
omm@ 3 Cgimir = 1S5 PP ocqpg =02 pf U, by Ry

Sallipll — 33 pf Callet =15 pf
D | Cktferees=7 PP Cuan < 0.045 pF

ECC 8100 | Fice? Up=6,3V £5% Caoscodeschaltung - Cascode circuit | Absolute Grenzwerte
b Striod Noval |, ca. 330 mA | Uy, =190 190V R, =100 100k2 | Absolufe moximum
m",lp:e! l;:'\:[zn Grofie 8 indirekt gchmzl B = 700 400 @ R = 100 100 ka2 rafings
it getr : _ 1 i
Kathoden Outlines B | indir, heoted | R, 10 10ke I 15 25 mA Ear Sys en; e
System | mit | Stifi -~ Pin + i it
Neutroden- 1k | System 1 a
trm 1 U, = 100V Ny = 25W
schirm fir 2 gy b -U ="y
Cascode- 3 Ky = 3-5: _UE" — 150V
Schaltungen, 4 fn,s Ry =300 i gsp TR0 R
Oszillatoren, 5 f 1, = 25mA Ik et
Breitband- é S5 =16mANV ksp
varstarkern o p =30 Rg’l = 05 MQ
7 gy = Upn. . (System 1
Thog =250 @ [+

Twin triode 8 I“11 F 11200 MHzi 1 = Tty
with separate ? o B 0.8 kR Uppey (System 1)
Sanges F (200 MHz) ) = 120V
system | with = 46dB Y olben 150 °C
internal
;:reaning be- System 11 | = = =5 A | HeStifnkiund 3
twean anode Iljhl: ‘Bog§ Kapozititen « Caopocitonces vx.arbuncian
and grid for ) hg;“éo 4 ohne aubere Abschirmung Pin 1 connected to
cascode f'\ = 95 mA without external screening i pin 3 )
circuits, a CLtt = 55 pF gemeassen in

= olscilllmurs S =0 mAV ADSE =4 pfF Caoscode-Schaltung

a { “ = 0 CallkI+fs megsured in

I | wide-band Cal/el = 0,4 pF ] T

7 | amplifiers O & = 65 pE cascode circuit

= £ (z'&) MHzi3 | SKIUgIT+ fns 4 3 U, mitels Ry

i = 44dB a”-’lllli-flid'_]' P U by Ry
B3 o@m@ 2 Call/ell = S pF I k
(55k) VT /A
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Wp ‘ Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
General dato Typical operation Maximum ratings
ECF 8070 | Fice? Up=63V+59%) Triode als Oszillator Triode
MNaval lgca. 380 mA | Triode as oscillator Upa = 250 Y
HF-"'rrmde.f Grofie 7 indirekigaheid) Upa = 190V Upszott = 45V =, = 125V
Pentode Outlines 7 | indic. heated | ta = 8,2 k@ | = 12 mA N, 15W
Triode: > ; ! R = 10k Sagt = 35 mANV | Iy = 15 mA
Oszillotor [ Stft* Pin | 7r04e 3 R,N = 05Me
Pentode: 1 kp U, =100V | Pentode als Mischstufe el =£100Y
Mischer 2 o U, = —3v | Pentode as mixer stags
in Antennen- 3 ky I g _ Mma | M = 190V Ujpatr = 23V Pentode i
verstarker S5r-d +55mA | Upgy = 190.Y. Iy = F5mA gﬂ = 0y
bis 200 MHz 4 1 A A | Ko = 1Bk g, = 27 mA M = 2W
5 F S = 55mANV| Ry = 100 k2 Sl: = 4.5 mA/V Uhgz = 300V
RF triode/ 6 o, +1.1 mAN U, = 150V
pentods 7y STy N, = 05W
triode: 8 ap g = 18 mA
ozcillator 9 gr Pentode K .58 e R 1) = 0,5 MQ
pentoda: Uu =170V c{puzntalen - Capacitances qu 3 = 1 Ma
F | =] Triode Pentode 2 o,
mixer Ug: 150V | b ds B Ul’fk 1 +100 V
e Ug=-1:2V Cq = 22 pf "1, = 58 pf |2
omplifier |4 =10£2.5 mA Ca = 1B pf s = 38 gt " U:‘; fostr Uin fest
10200 Mcfs lg‘? —33+1 mA| Se/a = 2 pF Tifa = 0,012 pF fixed grid bias
S = 12mAV Sy = 18 BF ) Mit Ricksicht cuf
+2.5 mAN A < 0020 pf Brummodulation
als Al
Ri = 350 k@ ,:EIII_;]_:I' <00 pf Uf.f’k off < SV
eglgy = 70 c" ,.;,I' <001 pF with consideration
& r:(_ll:' = 1k | cm'i"‘_i‘ < G'EIT pF to hum modulation
00@@ | Gl Upre rins < S0V

A Uy, mitels Ry

‘O(D(D@;

Ug; by By
ED 8000 | Pico® Up=63V15% u, = 30V
Moval lf co. 08A | [N = 17I'W
et = L i -u = 150V
NF-Leistungs- | Grobe 13 |jndirekt geheizt N - W
frigda fac Outlines 12 | {1dir. heoted | £ it IS'D A
alekironisch g ] k = m,
geregelie 5":’ - Fin Up,= 115V | lisp = 1A
Netzgerate a R = 842 | Rl = 0,1 Ma
2= I, = 15030 mA RD =  1Ma
AF power ¥k 5 ca. 14mAIV Uge ~ ==300 V
triode for 4 f w =35 | |t = 995 °C
. ’ | Rolbén
electranically 5 f =
controlled § a [ W Y pest
power supplies| 7 — | fixed grid bias
B g | | Ugmme[s Ry
9 g | Ug by Ry

Kapazilaten - Copacitances
(o = 75 pfF
Cy = )45 pF
Cala = P& B
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Type Allgemeine Dalen Belriebswerte Grenzwerte
General data Typical operation Maximum rotings
EF 800 Pico 9 UI = 6,3V 5% HFJZF-Yerstarker U“ = 25V
Meoval Iy co.Z5mA | RF/IF amplifier N, = 17W
Al Gré?re? indirektgehsizt| Upy = 170V Uea SV
RF/IF pentade Outlines'? | indir. heated Ug; j o | L j ?;z WA
Stift - Pin She = 1OV X s
Upa =10V [R, = 160@ Uy, = BV
1k - v | u = oV
2 g 3 0 | 'a ca. 10 mA it
1 Upgr =170V | 1 ca. 2,5 mA | Rpy?l = 1M
3 k 82 | e RO = 05M
i i feo=tQ | — = 05Ma
I, = 10mA '} Stift 1 mit Stift 3 verbunden e = 10
: f 41 5wA l Pin 1 connected 1o pin 3 . = &V
s -1 mA Ry = ke
B 1ﬂ= 25mA | | 3Kolhen = 170 °C
¥ 05mA | e
9 g el ), U, mittels R
3 -0.3 mA | | gy Miffels K
$=7.5+1 mANV| . Em by Ry
=50 | g1 fest
:::i’::m 5 [ fixed grid bias
‘Ig.l =02 pA I
re'l‘:ltf“'l =3k
rm“l(HFl= 1kQ — —
| ‘Kapozitaten + Copacitances
¢y = a'lig'i m; Cpia S 0007 pF |
= A oy = 007 pF |
G = WUl et "

£E2 NIWHOY

!

T
i | = 250V
Pico ¥ Ug =63V +5%% u,
EF 802 Navel Iy co. 285 mA S“ i ;25‘1) :’V
I'EF,I'ZF-ffenmde Grafe ¥ Ec*:ireicl gehsizt] NEZ - 055 W
g Br-enbundA Qutlines ? | jndir. heated | i K2 =
verstarker s : e S e k =
Stift - Pin Ubﬂ. =170V .| _Ull_l = <
RF/IF pantode 1 o 3 o= 0V R_mz, - 1 Ma
for wide-band | 2 g U:gz =170V R _‘g} = 0,5 MQ
amplifiers 3k R, = 120@ B = 100V
4t 1,=1242mA | U = 6V
5 Iy =3£0,6 mA| Repe = 120 tscz
? o S = 8+1 mA/V, 'Kolben 0
a = 50 ‘ ;
- ittels R
&0 Y 2a.200 k@ 1 U :Yn;ls <
? 8 gy S 03 uA |0 S 1 mit Stift 3 verbunden S K
r =1k | Pin 1 connected to pin 3 ﬁ.fi;cfiegtrid higs
ae |
re.l:o‘] =3k - —
l Kapozitaten - Capocitances
| cg = Z7EDAPF cpy S 0,02 pF
o@@@ ‘ g = 19F02pF ey S 0,07 pF
Pico 9 U, = 63V Uy = 250V Als Tricde geschaltet | U, = 300V
EF 804 Noval lrl co. 200 mA Ra = 03 M2 g, an Anode Elu = 21‘:; \\':r' L
MNF-Pentode 5 (A R = ],5Ma As triode : =
g::ﬁ::; 9 iy =2 mA R: = 1M g, connected to anode N:'; = D2'W
AF pentode Uy co63V Ry = 1Ma Uy — 250V e = - &'mA
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Tyoe | Allgemeine Daten | Betriebswerte Grenzwerle
¥R ! General data | Typical eperation Moximum ratings
EF 804 Stift « Pin indirektgeheizt| Ek = 2 ko R = 0,2 M2 Rg] = 3 Ma
iforteamens | D 9 indir. heated | I = 061 mA Ry = 1Mo Rey) = 10Ma
Coinosron | 23 U, —20v |l =O0lmA Ry = Mo | = 2Me
. 3 k PRt e = 2W0fach R = 15ka Upe = 100V
; : U§;7 140V |k U, off = =4 W . P 3 D'Sf ;"A Rk = lm :g
Lt oy 6 % A = 31 fach 'Ralben ™= 170
6 s £l K(Uyepp=4V) L
7 a [-‘ = 3mA AelL 0.6 NN, <02W
I, =0,55 mA - % e
B g v St | # Uy, nur durch R
9 Q'z S = 2mAN erzeugt
} Um produced by
: (e ———|  voltage drop across
Kopazitdten « Capacitances Ra.1 only
€ = 48 pF Cofa < 006 pF
|€g = b6 [pF Copt < 0,002 pF
Pico 9 Uy = 6.3\!:5‘3{.' u = 250V Als Triode geschaltet | Absolute Grenzwerte
f b
Moval lf ca. T70mA | R, = {13 M2 g, an Anode Absolute maximum
NF-Pentode Grabe 9 ihdirakt QEhBIZTI Rieo = 1.5 ﬂﬂ As tr:nd_e ratings 9
e Quflines 2. | indir hoated | Pzt = 1 Ma 9, connected to anode | U, = 300V
5 satmmy s TV | @, =, da 2% = toe |Gk Tah
1 ba | M nE? s b Ngz
95 UL’S = (Vv |l = 0,61 mA R}:I = 1 Ma €2 = 02W
28 Upgy = 10V J g =0lmA Ryt = AMa i = émA
& r Ry =508 = 2l0fach. R, = 15ko R = 3Mme
4 k

588  NIWHOQY

o s 2mANI "Kolbea = 170 7C
: £0,4 mANV| N, <02W
L 7 U , nur durch Riﬂ
Hiegrgn = % - — erzmgr
| Kapozitéten - Capocitances Ul—'! produced by
| ¢ = 43405 pF < 006 pf voltage drop across
00 b Gefsnrle AT ol oF k. only
D |8 T SHEEEE | Fa
A = 250V
EF805S Pico @ Up= 63V £5%| HF[ZF-Verstrker I:lu = LW
Noval Ip co. 285 mA | RFJIF omplifier U:z = 5V
Regalbare | GroBe 10 |indirekt gehetzr Us =l = Bany N = 05W
HE[ZF-Pentade | Qutlines 10 indir. heated | Yga i Ren miri. 45 kQ
fir Breitbond- ) ; Rgz = 45 k2 1;; L ek Ay
verstarker Stift-Pin 1y =uy, (U o A5 -3V Al = e
1k =20V |7 e 10 02 mA e sy
Remote cutoff | 2 g, U= OV T.g‘f co. 2,5 — mA qu e S
RF/IF pentode 3 k Rn?= 45 k0 Ri- ca, 0,35 5 M2 Rm’? ~ 15Me
forwide-band Az R = 1202 S ca. 6,5 0,085 mAN ]k —5100 Y
amplifiers a0 b [, = J0mA |p =t 5 — ! = iia
b s L I L . ,::;!] 35 — ko f{fk B ot
A =V'mA L= Kolben
000D ¢ o ‘ ) Stift 1 mit Stift 3 verbunden i
? Pin 1 connected te pin 3
| - !
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Topa | Alg::leme Daten ‘ B?iriebswaﬂe | Grenzwerte
eral data Typical operation Maoximum ratings
|
EF 805 S ley= 25mA 3 U, mittels Ry,
{Forisetzung] ool 6?2? :::j\f‘ Kopazitdten - Capacitances Uy, by Ry
continuation] | | £ |y = 7.7%06 pf Copy < 0007 pF gifest
’ |es = 37406 pF syt < Bl \HEF fixed grid bias
I )
EF 806 S | mc°9 Uy = 63V£59%| NF-Verstirker u, = 300V
6267 Iy ca.200 mA | in Widerstandsverstarkerschaltung | N = 1W
Groﬂa 8 indirek:gehaizti Resistance-coupled amplifier U = 200V
NF-Pentods | Outlines8 | indir heated | Up = 100 200 25 300 V N = 02w
oo 7 =100 100 100 100 ke |! = 6mA
AF pertods | St o Db 220 I8 = 40 30 B0 B0 ke RkllNuﬂ-?W}
b Uf3 ;”g: IRt = 330 330 3% 330 ke = _10Ma
5k P L] =15 T.o1 1ka |RgiNg>02W)
i i aama | = 1 165 205 245 mA = M
5 SR e |l = 95 106 112 116 fach [Ryl = 22Ma
gl Zo5ma | Ynerrle=5%1= 2 40 s e v |Ugy = 100V
7 s lgp = 0.6mA | U, 0 20 20 w0y [k T2
8 g $0,15mA | R, = 20 20 220 20 kp | Kolben =
("] a, S 2 mAY| Rf-’2 = 1 1 1 1 M2 | U nur durch R
Rgl' = 680 4BD 480 480 ko erzeugr
7, = 27 22 22 22 ke Uy, produced by
I I =05 075 02 1,0 mA volragedrcpacmss
W = 15 170 180 188 fach | R, only
Ujoprlk=5%1= 245 36 46 5 v L

LB N3YHCH

Kapazitaten - Copacitances
5 = 4+05 pF Gy = 55405 pF
Cayja < 005 pF Ceqpp < 0,0025  pF
|
EF 8010 Pico 9 =63V | U:: = 200 v u = 550V
Noval | t, -30£1SmA{Ugg = 0V Uy = 250V
Regelbore Grébe 9 m Uhﬂ= 00 vV Ny = 25'W
steile Outlines 9 = 24 ko u = 550V
indir. heated g2 £20
HF-Pantods P Wi oW ) el B O Uy = 250V
| Sfft=Fin |y —200v [ = 12 27 mA N = 056W
Remote cutoff i T Kk U oV 5 = 12,5 0,82 mAV —Uli-'!ﬁn = 50V
RF pentode 2 9 U 0V | . 1k = 20 mA
3k U2 oy | " Stift1 und Stift 3 verbunden .73 = 05Ma
4 1 | Bl - 12.mA Pin 1 connected o pin 3 R:: 3 == 1 Ma
S i I.,= 45mA R = ko
&2 ST =125mAN g, = mv
7 a R, = 500kQ R ., = 20kn
8 g, ro 140 MHz) 1) tRalben = 170 °C
7 8, = 13ke =
Fang =490Q J Ygirest
= a:;{ f'xged?rld bias
ltg‘ =103uA) 3 Ulﬂ mittels RL
<13V Kopazitéten - Capacitances Ug, by Ry
Ca = 95 pF
000D =
Coija < 0.0055 pF
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Type Allgemeine Daten Betriebswerie Grenzwerte
2 General daota Typical eperation Maximum ratings
EH900S Pica 7 Up=63V15% offen gesperrt Absolute Grenzwerte
5915 Miniatur Iy co.300 mA open blocked Absolute maximum
Grabe 3 indirekt geheizt Una e 4 150 v rafings
- Qutlines 8 | ;4 R = 2 2 34 u = 250V
Heptode fir indir. heoted a a
elaktronischa : : Ubgaes ~ 75 75 v Ny = i
Stift - Pin U =150V [R,, = 40 g0 o u = 250V
Schalter 1 a B2K4 E2E4
=5 ngm\ =75V RKS - 47 a7 ko NSE gy = 1w
Heptode for g ‘; By = YRy = 47 7 ke Wy = 100V
switching i Ugy=-10V Uiy = 0 0 -0V ~Ugy = 100V
opplicofioig I, S02mA | Uy = 0 -0 oV Iy = 20mA
: a lgg S 02mA | I, = 5.65 <02 <02 mA Ris = 1Ma
; 9% |y —1zav havey = 7 0 125 mA Rey = 1 Me
9 e i Rie3 ) = 05 Me
u Rq = 0.5 Ma
U'="3 Kapuozitdten + Copacitances Uff'k =+120V
Ce:lgy) = 546 pF Ceria < 0,07 pF R!fk = 20k
| | Ge g ol w0
c, = 99 p Corsi A & fest
om@@ A E183 i fixed grid bios

EL 34

MF-Leistungs-
pentode

{ir Leistungs-
verstarkar in

Octal = §3V
Grofedo | lp co.L5A
Outlines 40 indirekt geheizt
Stift « Pin indir. heated
19 U, =250V

| u

Eintakt-A-Beirieb
AF power amplifier,
class A

Uy = %5y
Ry = 09
U, = ov

2 Rohren Gegentakt-
AB-Betrieb

2 1ubes push-pull,
class AB
Yy

R

J5V
4700

g2l

LU = 2000 V
U:l = BOOV

N2 sw

H Na ausgest.

I = F5W

| Y 809 V

Eintakt- und
Gegentakt-
schaltungen,
Modulations- |
varstarker

AF power
pentode
for power
amplifiers
class A and
push-pull,
modulation
amplifiers

2
3
4
5
&
7
8

—

r-—-|mma
-~

U,  =-135V
Iy = 100 mA
| = 149 mA
= .
Ry = 2k
Ugy opp (N1 =87 V
NTI0% = TNTW
Uy egg 150 mW)

= 05V

2 Rohren Gegentak!-
B-Betrieb
2 tubes push-pull,

class B
Uy BOO V'
Upes = 400V
R0 = 7500
Ugl = 39V
lyg = 225mA
quuagﬂat.
= 2:91 mA

1310 = 223 mA
i i1
gzausgest. T
R = 1lka

i
U ;E” IN} = 23,4 V
N9 = 10w

Rk’:l = 1308
u — oV
23

I:w = 75 mA
*nnusgest.

= 295 mA
3g2‘, = 2«11,5 mA
gz nusgest.

=222.5 mA

Ria = 34k0
UgpptiNI = 21V
N 159%) 3BW

2 Rohren als Trioden
geschalict in Gegen-
taki-AB-Betrieb

2 tubes cannected as
triodes in push-pull,
class AB

Uy, = 400V
u =0y
Rfﬁ = 200
lkﬂ = 265 mA
I t.

R oA
Ri; = 5ka
Ugore (NI = 22V
NB% = 165W

u = 425V
Ni = B W
Iy = 150 mA
Redl = 07 Ma
Ry = 0.5 Ma
U”k = 10V
R”k = 20 k2
'K olben 230 °C

1) gemeinsam
common

3 fir A-, AB-Batrieb
for class A and

closs AB
%) for B-Betrieb

for closs B
Kapazitaten
Caopacitances
Ca ca. 152 pfF
Cy ca. 84 pf
Coa < LT pF
S < 1 pF
S co- 10 pF
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e I Allgemeine Daten ‘ Betriebswerte Grenzwerte
e Generaol data Typical operation Maximum ratings
EL 156 ‘ Stahl 10 Uy =63V Eintakl-A-Betrieb Ui = 1600 V
Grabe 42 If ca. 17 A AF power amplifier, closs A u, = 80OV
NF-Leistungs- | Qutlines 42 indirektgéhain Uy, =33V U, = 450V | N = SW
pentode ] g el b aated 2 =250V UE‘Z = 280V | N1 = 4HW
tir Leistungs- | Stift + Pin Mot b | Rk = &0 Rk = 9o | Umo = 80OV
verstarkerin | 1 == Uy, =440V |1 =10mA I, =1mmA | U, = 43V
Eintokt-A-und | 2 f =380V | I = 15mA l = 17mA N = 8W
gz £2 B2 £2
Gegentaks- 3 f =102 |R = 4ka R = 38kQ N
& e k : a a ; E2uusgest.
schaltungen, 1, =100 =20 mA) UgiepptNI= 6V Ugjurg (NI =85V 12w
Modulations- : 4 gz = 1.ss;5m Ni8%) = 15W NIZ5% = 24W I = 180 mA
stark e} S =13+3 R. = 100 k&
hiadcialant 7 22 A ]"; | 2 R3hren Gegentakl- 2 R8hren Gegentakl- u’-“ - YV
Abtosr B g, Bl L q | AB-Befrieb AB-Befrieb P v
pentode 9 kg, & in Triodenschaltung U, rost y tk = 240 ‘,E:
for power 0 — 2 tubes push-pull, 2 fubes push-pull, Kolhen
amplifiers class AB class AB Als Triode
clase A and triodes cannection fixed grid bios As tricde
push-pull, { Ui = S0V u, = B0V Uam = 50V
modulation : Ry = 2,950 0 s = 30V =
amplifiers [lo © =2010mA U = -uv |V :‘_deipst_d %
Ik ausgost. i :uo = 25 mA e el
et LT aausgest.
Llm off (N} = 22V = 2120 mA
| R:m = 28kQ ;gzu = X5 mA
N2%) =  3OW | usgest. ;
= 2425 mA

Ria =95k Zubehdr - Accessories
UpratpNIl= 18V Fossung Lg.-Nr. 30215
N6% =130WwW Halterung
Lg.-MNr. 30523
Socket stock no. 30215
Clip stodk 90.30523
EL 803 Pico 9 Uy =63V U, = 250V
Noval Iy co.850 mA | Ny = W
Lemungs-- Grobe 12 | indirakt geheizt Ugy = B0V
pentode fir | Qulines 12 | indir. heated Ne2 St W
Breitband- . . I = 70 mA
verstarker Stift - Pin Uy =200V IR = _|/M2
1 U= 0V [ g5
9, S [Rem = 05Ma
Power 2 g, ng= 200V ] Ug = 120V
pentade for 3k Ugy =35V R 2 et
wide-band 4 1 l, = 3&6mA | ,Hk 200 °C
1 X | "Kolben
amplifiers 5 f lgm = 5mA fisesenas
6 5,0, =105 mA/V| 1 UL’I fest
7 a R, = ke fixed grid bias
g s, Boofgy = 2 |

Kaopaozitaten -

g =104 pF
Cy = 8 pF
Ceifa S 0)12:pF

Ceyrp = 0I5 pF

Copacitances
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Type Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerle
General data Typical operation Maximum ratings
EL803S Pica @ Up=863V<59, Absolute Grenzwerte
Moval lg ca.850 mA Absolute maximum
Leistungs- GroBe 12 [ = ratings
£ indirekt gaheizt
pentode fur Qutlines 12 ir1d17r hegme: U, = 75V
Breitband- i ) . N, = 72W
verstirker Stift « Pin Upa =200V U;n = 275V
1 g, U™ =0V N, = 7W
Power 2 Uppy =200V =
- 1 lsz2 I 45 mA
pentode for 3k Ry =1lioe R = 1 Ma
wide-band 4 f Iy = 3ZmA Rm?j = 0,5M2
amplifiers 5§ f +4 mA f;k = 40V
4 A
6 S g: '5 L | Rr;k — 20 k9
7 lgg= 47 mA | ) 200 5C
8 — £09mA | | 'Kolben
9 — 5 =10 mAN_’ 1 Uy, mittels Ry
+1,8 mA/V| [ U, by R
= 21
%3 iﬁ;;! | U Ugy fest
Faolgy | ' fixed grid bias
‘ Kapazilaten « Capacitances
Ci = 10,4£0.,6 pF
Ca = 8 £04 pF
Cer/a E 0,12 pF
Comif = 0,15 pF
- S —

EL 804

Leistungs-
pentode fir
Breitband-
vorstarker

Powar
pentode for
wide-band
amplifiers

Pice 2 Up =63V
Moval Iy ca700 mA
| Gré[?e 16 indirektgeheizt
| Outlihes 16| jqdir heated
iSfih-Fin Upy = 140V
1 — "
L =170V
b2
| 29 R, =160
| 8 kggps| " = 70mA
4 f I__:2= SmA
5 S = 10mAN
? Y R, = 14ka
= L
9 g,
Kappe d
| Cap a

U, = 250V
N, = 10w
8] = 250V
2
Ngz = 175 W
NI-{Z&\.IEQQST..

= 4W
e = 100 mA
B = 1M
Ugrie == S0y
Ry, = k8
TKolben — 245 °C

Kapazitaten « Copocitances

T = 13 pF
(=% = B pF
CKIJ’:I < 0,15 pF
St = 02 pF
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Tinie Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
’}t’ General data Typicol operation Maximum ratings
a2
g EL 5000 Maognoval | Up= 6,3V £5% 2 RGhren in Gegentaki-B-Betrieb Absolute Granzwerte
= NF-Leistungs- Griobe 62 lg=122A 2 tubes push-pull, closs B Ab?c!me maximum
“ | pentode far | OUMNin®s & |indirektgeheizt Ua = 35 y {f“ngs = &V
Gegentakt- Stift - Pin indir.heated | Ugy = 20 v et &
= u - -35 v u = 400V
verstarker, 1 g = 4] n
. 1 U,a 200 V B = 2.4 kD u, n 7 kV
Breitband-und| 2 g, U, =200V i # N-"al’ — 20 W
Katheden- 3 k.g as _ Unerg = 0 1BV o
: 3 |k =408 | = 2x35  2X10 mA Ugsg = BV
verstrker, 4 f ] = ¢0 mAl 2 y m Uem - 40V
Horizontal- 5..F ) =0 |y = 2X055 2x15  mA 2
I 1,5 mA| Ny = 40 N - 5W
ablenkstufenin| & @ 82 w £2 _
b 2 5 =93 mAN A 5 I = 300 mA
ES-Empfangern| 7 g = % .
8 kz Baafry — Eg‘i 3 = 0.5 M@
AF power 2 _’g-':l R; = 13 k2|1 Als Endrdhre fir die horizontale Ablenkung | Ryl = 0.2 MQ
pentode for Kaopoia =lg; S 1 #A|  mox.22% einer Periods, 1, =18 ps. Upge = 200V
push-pull Capa As power tube for horizontal deflection Rk = 20ka
omplifier wide P mox. 22% per period. Noolbien — 240°9C
band and 3 U'Ji mittels Ry - UH‘I by Ry
cathodes 7 Ug] fest - fixed grid bias
amplifier,
horizontal
deflaction
stoges in TY . o
raceivars Kapazitiiten « Capacitances
| € c, = 2242 pF
0000 ! & = e
@ | Cz1/a 1.6 pF
— -
Pico 9 Up =63V | Uy = Up, = 200 250 v |
EMM 801 Noval Iy ca.300mA | Ryp = Rypp = 400 400 ke |
Anzeigerdhre | Grape 10 l; = 300 mA Yy ana, = 0 0 v oINg
zum Qutlines 10| U, ca.63V Ugg=UYer = 0..-16 0.-20 V U
Spannungs- LmRE SO iR Rty S 2 2 M |U
vergleich Stift - Pin indirekt geheizt Iy, = 1409 1,8..25 mA
1 Gunp | indirheated | Iy =lyy = 430.48  560..60 pA |R = 3Ma
Indicator tube | 2 = by=bylt = 2.0 7.0 mm (Up = 100V
for voltage 3k Triode Resi = 2 ke
comparison 4 f per System mazx. Schattenl@ngenunterschied = nde
5 f W= 100 V max. difference of shadow length 1} Schottenl@nge
6 ay Ug = 2V | hej Uy =Uyp =12V Length of shadow
7 a1 iu = 28 mA b“_bl = 2 mm
8 o S = 1mANV
9 ‘gp B 1?
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Type | Allgemeine Daten Betrichswerte Grenzwerte
I' Ganeral data Typical operation Maximum rotings
Ez ]50 Stahl 10 Uf =63V C-Eingang
Grofe 42 |l co. 3A Condenser input
Zvisiweg- : =
GT:[:;::ﬂar Qutlines 42 | indirekt geheizt Uy ety 2800,V
i siftpin | indir. heated Ly == AlmA
mit getrennten ! n e e R = 2100 @
Kathoden, fur 1 kg per System CL = 16 pF
Spannungs- 21 u, = 20V %
verdoppler- | 3 f I. =300mA L-Eingang
schaltungen & = Choke input
gesignet 5 op Upreg = 22600V
6 app = = 540 mA
Full-wave 7 — | B = x50 0
ractifier 8 — |L = S5H
with separate ? Iy o
cathodas W = J Ukep = 790V
suitable
for voltoge |
doubler '
circuits

[
| Zubehdr - Accessaries

| Fassung Lg.-Nr.30215
Socke? stock no. 30215

GZ34

Zweiweg-
Gleichrichter

Full-wave
rectifier

Oktal

Grobe 65 |

Qutlines 65 ind]rek?gaaa Uppetr

Stit « Pin |

indir, heated | c

Up = SV
Iy ca. 1,9 A f =50 Hz

C-Eingang - Capacitor input

24300 2400 24500 2.550

250 250 20 140
&0 &0 &0 40
275 2125 2175 2200
330 430 540 &40

| Drossel-Eingang + Choke input

[ s
| f=150Hz
| UTeorr =

(=N
]

2300 25400 24500 24550
250 250 250 250
18 10 10
o 0 i
250 330 420 455

<pIT<<

C-Eingang
Capacitor input
f=50Hz
"UMF = 1500 V
asp = 750 mA
= &0 pF
Urpropi=24300 2¢550 V
e = 250 140 mA
By = 50 U175 0

Drossel-Eingang
Choke input
f=258Hz
"Uu'sp = 1500 V
I:lsp = 750 mA
Urpp o =2500 22550 V.
T = 290 225mAl
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Type Allgemeine Daten Betriebswerle Grenzwerte
General data Typical operation Maximum ratings
IM1 Grofea 46 Upca. 4V U, = -0V Tg = 850 mA
1i e — - =
- Qutlines 44 W-Kathode Ug 200 v {Durd'tbfenn
lonisations- 1 - | = 1 mA stromstarke)
direkt geheizt
manometer # |Blow current}
= directly heated =3
Rohre Séattigungsstrom
Anheizzeit Saturation current
Vacuum- min.3s lggt = 8 mA
gouge tube heating-up
ionization time min.3s
type
IM 5 Grofie 45 Die IM 5 hat ein Fadenreservoir.
Qutlines 45 Einbau der Rohre in die Apparatur erfolgt mittels des an der Edhre
lonisations- befindlichen geschlifenen Glaskonusses.
manometer- Technische Daten siehe IM 1.
Rohre
The IM 5 has filament reserve.
Vacuum- The tube js mounted onfo the apporoius by ground glass cone.
gauge tube Technical data ses IM 1.
ionization
type

IM 8 lonisationsmanometer-Réhre - Vacuum-gauge tube ionization type

| Technizche Doten auf Anfrage - Tedinical data on request

[
RG 62D Stift 4 Uy =25V | C-Eingang [f =50 Hz) - Capacitor input
Grobe 43 Iy ca. 4A Einweg-Gleichrichter - Holi-wave rectifier
(E;?::!gr;dﬂer Outlines 43| Oxyd-Kathode | UTretfleor c: :ﬁ :: El't c=c ?Dﬂﬂm 3
I Stift - Pin Oxide-cathode| _Trefl = AuE 1 _ 100 mA
Haolf-wave 1 ik direkt geheizt L # =
rectifier 2 directly heoled: Zweiweg-Gleichrichter - Full-wave rectifier
31 Anhelzzeit 2 Réhren - 2tubes
A E warm-up time | YTrettleer — 2720 241650 V
Kappe o in.3's Urpeett ca, 24900 21600 V
P e «
| = 200 200 @
u_ cd. 1000 2000 ¥
I - 20 20 mA

Drossel-Eingang (f = 50 Hz) - Choke input
Zwaiweg-Gleichrichter - Full-wove rectifier
2 Rohren » 2 tubes

Uflreifloer = 2¢1000 241260 241650 V

0 Upretr | €a. 24000 2230 21600 V
ety = 10 10 10 H
Ce = 8 8 4 uF
goied = - 20 W0 200
v ca.  BOO 1000 1400'V
1 = 30 300 250 mA

Usperr = %600 V
Uprepp = 1650V
ks = 800 mA
Iy 1U_<800V)

= 175 mA
I (U_=800V)

= 150 mA
Ny WUgperr S 3600 V)

= 15w
Ny (U = 3600 V)

= 10w
CL IU:l 21000 V)

= 8 uF
Cy, (U, >1000V)

= 4 pF
Ry = 200

Zubehdr - Accessories
Europa, 4polig
Anodenanschiufl
Lg.-Nr. 30345
Clip for Anode
stock no. 30345
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Tipe Allgemeine Daten Beiriebswerte Grenzwerte
General dota Typical operation Maximum ratings
T113 Srifr 4 Uy = 3V U, = 10V Uy = 12V
Grafe 41 ..]F ¢a. 100 mA . Urg = 1oV Ul,g = 12y
Eit:‘klromafer- Outlines 41 | girekt geheizt Ug = -3V
rihre . | = 0,24 mA
Stift « Pini directly heoted Sa _ 0.18 mAJV
Electrometer o+ D = '55 o
tube 2 a 4
] -1
3 ¢ < &0 A

YA 1000
Dieds

Pico 9
MNoval
Grafte 14
Outlines 14
Stift « Fin
1

]
-

I i I

00N O S N
—

Koppe d
Cap d

directly heated|

direkt geheizt

Up = 4V
Ug =300V
Iy = 325 mA
g = 400 uA

Up =37.43 V
Ip = 35 nA
Ug = %0 v
g = 40 A
U = 4 v
ly = 500..350 mA
Ug = a0 v
lg = 40 pA

Kapazitat - Capacitance
1,25 pF

S/t

Uup = 5kY
kg = 5 mA
Ny = DSW
Uy = 55V




Type Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
5 General data Typical operation Maximum ratings:
3|YG 1000 | Mosnoval [Up =15V U, = 10V U, = 12v
% Grafe 78 _lf co. 50 mA A Urg = v U:_g = 122y
z E!Ehmme!er- Outlines 78 | girekt geheizt Uy = =3V
rohre zur : = Sraciv hasradl Ia = (24 mA
Messung SiftecPin | | SRSV NSRS = 0,18 mAN
kleinster b st | D = 55.%
Stréme 25V, I <6101 A
T E
Electrometer 4 LY.
tube for 5 +
measuring of 6ty
very small 7 a
currents B a
9r
Knppi g

Zubehdr - Accessories
Fassung Lg.-Nr. 30247
Socket stock no. 30247

1 A 3 Pico 7 Uf =14V Urj = 4.\ Absolute Grenzwerie
Miniatur Iy ca 150 mA | 140 = 04 mA Absolute maximum
HF-Diode & T e ratings
gr?ﬁeai 3 indireki geheizt ) Mepdauer = 30 s - Meosuring time = 305 |y " — 845V
RE diode uilings:= | Indir: heated Ly = 55 mA
Stift - Pin Irl‘." = (.55 mA
1.f ' Uppe =400 V
2 d Kk
3k t = 1000 MHz
4 —
5 —
6 d
Pl |

i Kopaozitéten - Capacitances
. = 04 pF

|cfH:1 = 08 pf

| . = 04 BF

£5¢  NIYHDY
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T Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerle
_;b.: TR General daota | Typical operation Maximum rotings
Faid
g ] AD 4 Submin 5 Uf =125V U_,l = 100V
] Gréfe 19 Iy ca. _IDD mA N, = 06W
Z | Hi-Pentode | Quplines 19 [ direkt geheizt Upy = 10y
RF pentode directly heated Ng-z = 024 W
Elektroden- Iy = 5 mA
anschlisse. | U, = 45V k. = 05 MaQ
Electrodes U'—'Z= 45V Rél” = 22 Mg
leads Um—' ov L=
0 — Rm = 2MQ ] Ui,-ﬂ nur durch Egl
1 a I, = 33mA erzeugt
2 g, !ga = 09 mA IJ!n produced by
3~ m S = 22mAN 2o . voltage drop across
G M ’ | Kapazitdten + Capaocitanices g gac
4 g R. = 04 MQ R, anly
{ : c = 4  pF n
5 +,g Wynton = 17,5 | “0
3 12/E1 ¢ = 4 pF
Ug, = 38V a W o
IS=10pAN) | Sgrfa = 001 pF
AnschluBdraht 0" liegt im Innern der Réhre an -1, g, und ist
auvfien zur Verbindung mit der Abschirmung um den Rohren-
kolben gelegt.
Roter Punkt ist Anschlufidroht 0" benachbart,
Terminal wire “0” is connected to -f and 9, within the tube,
and is wound around the bulb to make contact with the ex-
ternol conductive coating.
Roter Puntt The red dot is adjocent to base connection “0".
@ rod point

5654 Pico 7 Up=63V£10% Absolute G.rerjz'wane
Miniatur lp=175£15mA Absolute moximum
GAKSW | Mo, | l=Psxisndy G
| Grof?e2 indirekt geheizt Ugo — OV
HF-Pentode | Qutlines 2 | indir heated U: — 200V
LRl = = 1,65 W
RF pentode | STt * Pin U, =1ov N, =
L Ug,= 120V Ugs =
2 kigys U= -2v Ug, = 15V
8 i Iy = Ny =055 W
&, | -
A 5.1 mA | -Ug, = sV
by ey = Uy = oy
8.9y 08..4 mA I = Zmh
7 et el e | 3 = 0]ING
3B..62 mAV| i Ugpe - = 15V
e = 185 °C
5|1|'||.I.|:I = Kolb¢n
4654 mAfV
-l, =01 pA
r 1100 MHz)
= 8ke
Theq = 2k2
Kopozilaten [mit auerer Abschirmung)
= Caopaocitonces [with external screening)
Q o =~ 38 %2 pF
= ¢, . = 10 mA) = 5§52 pF
m etk !
= Cak+f+gaam = 285204 pf
Cpra = 002 pF
“leoo P T




T Allgemeine Daten | Betriebswerte Grenzwerte
§ s General data Typical operotion Moximum ratings
|
G| 5672 Submin§ |Uy =125V | Endverstarker u, = vV
% Grofie 19 | lg ca. 521.& Qutput amplifier Hm = 100 V
Z N:;f:g; Outlines 19 | girekt geneizt | Uy = g5V ‘L':';; - f’g—é \'“}*
p Elekiroden- | directly hooted| Ugs = e Ul = 100
AF output anschlisse U, =65V 'IJKI < ':f :A N"'i - 01 W
¥ a =L g 7
pentode ;‘Elﬂclrodes U;::!=g'5v | I,,? — 0.95mA e - 55 mA
eads U =65V F = N Ry = Mg
= I, =31ma |gitef : o
1 & | a . R:l = kg 1) kurzeeiti
2 fgz =095mA | i 0% = &5 mW kurzze , a
sz S5 =0,45 mA/V momentary
3 ¢ R ca.150 k2 |
2y Mgty =38 [—
5 -tig fe= - "
+ 93 Kapazitaten (ohne Gubere Abschirmung)
Capacitarices (without external screening)
|cﬂ = 28 pF
c, = 34 pf
Cgifa = 02 pF
Anschlufidraht 0" ist abgeschnitten.
Roter Punkt ist Anschlufidraht 0% benachbart.
Terminal wire “0” is cut off.
Roter Punkt The red dot is adiacent to base connection “0".
@ rad polnt

ind | Uy - i u - 135y
Submind | U; =125V Oszilloter i
S8 Grofie 19 | I: ca. 120 mA | Oscillatar I L 10 mA
HF-Triode Outlines 17 | direkt geheizt | U, = 135V ,
RF triods Etektroden- | directly heated| ':3 : ]g :1!.1\ |
anschllisse | u, =135v | Ia — 150,600 WA |
blecirodes ||y =<-85Y | ¥ _ oo 950 MHz
leads |1. =50 A
Lo S = 1.6mAV
2 p = 15
$ 9 U, (1, = 15pA]

4 +f gJ_, 10V
|

8 Kapaozitdten [ohne duBere Abschirmung)
% Copacitances (without external screaning)
m
= [ T

= 192 pF
n Cy 2
9 Rotar Punkt T 1.4 pF

P

red palni|
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Type

Allgemeine Daten
General data

Betriebswerle
Typical opsration

Grenzwerte
| Maximum ratings

5678
HF-Pentode

RF pentode

D

Submin & Uf =125V HF-Verstarker | u, = 90V
Grabe 19 icu. 50 mA | RF amplifier { Ny = 02W
Outlines19 | irakr gehieizt | Da = s g5 Vv | Uga = &5V
di Iy heated| Vg2 = 45 7.5 vV | NB! = 01 W
Elektroden- | directly he re = 0 0V I = 3 mA
anscilisse [y, ~ =75V | Ry, = 5 5 MR | Ry = sMa
Electrodes U, =675V : = 08 18 mA
Isgds Uy = OV | I, = 02 048 mA
o Rgy= 5MQ | Ug IS=10pAM = 3 4V
g Iy = 18mA |, = 15 ko
2 a 2100
9'2 lg =0,48 mA -
8 3 = 1,1 mA/V| Kapazitdten - Capacitances
L ™ IR = IMa ¢, = 37 pF
g - =3
E d", 5 Bealey 23 cg = 446 pfF
3 Cera S 001 pF

Aotar Punkt
red polnt

Anschlufidroht 0" liegt im Innern der Réhre an —f, g9, und ist
auflen zur Verbindung mit dér Abschirmung um den R8hren-

kolben gelegt.

Roter Punkt ist Anschlufidraht ,0" benachbart.

Terminal wire “0" is connected to -f and @, within the tube,
and'is wound around the bulb to make contact with the ex-

ternal conductive coating.
The red dot is cdjocent to bose connection "0".

5702

VHF-Pentoda
geringe
Kapazitaten

VHF pentode
low
capacitences

Rotar Punlkt|

rad paint

Submin Ul=6.3\f‘:10%!
Grope2] | | I ca- 00 mA |
Outlines 21 | jndirekt geheizt
Elektrodon- | indir. heated |
anschlisse U = 120V
ba
Electrodes |y~ = qgw
lead S5
eqads u = 120 V
hez
1 a = 200 |
- 9y Ck = 1000 F
3 f | = |
4 f 75:25mA |
5 g =
3 2
§ k 25512 mA
¥ 9, 5 =
5+1.2 mAfV|
R, = 150k2 ‘
I U, =-2V)
a’mE |
= 200 pA |
_Eg'i < 0,5 pA

Absolute Grenzwerte
Absolute maximum
ratings

u, = 180V
Ny = 17w
Un = 143 V
N, = 05W
Uy, = &5V
I = 18 mA
Ry M = 1.2MQ
Ugne =100 V
Molben = 165 °C

[ 1 Uy, mittels R,

| Ugy by Ry

| Kapozitdgten « Copocitances
mit guberer Abschirmung an k
with external screening to k

c =

oo
A 1l

44 pF
35.-pF
0,03 pF
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Type

Allgemeine Daten
General data

i Betriebswerte
Typical operation

I Grenzwerle
Maximum ratings

5702 WB

VHF-Pentode
geringe
Kapazitaten

VHF peniode
lorw
capacitancas

009

Submin

Grofe 21
Qutlines 21

Elektro-
den-
anschiisse
Electrodes
leads

1 a

3

4 f
5 g
6k
?gl

Foter Punkt)
red paint

|
Ug=6,3V £10%
Iy =200 mA
indirekt geheizi]
indir. heated |

Uy, =120V |
Upp, =120V
% o0 |

| S=5+08mAV|
R, =150 k2
TEw =
atg |

< 50 pA

Absolute Grenzwerta
| Absolute maximum

| ratings

. u, = 1485V
UR? = 55V

-Ule 5V
lf\- =t 16,5 mA
Rm 1 = 12 Ma

{ Ugie =+200 V

1 ’Iiulhe:l = 20°C

| Toleranz-Grenzdatan
Design maximum

ratings
N, = 11w
Ngy = 04W

TJ.U;r;ilrals Rk
UF by Ry

| Kapozitaten + Capacitances
| mit aulerer Abschirmung an k
with exteraal screening to k

e = 48407 pf
€ = 35x0,6 pF
Copa S 008 pF

5703

UHF-Tricds
Oszillator
HF-Verstarker
in C-Betrieb
Fraquenz-
vervielfacher

UHF triode
oscillator
amplifier
in class C
frequency
multiplier

H

Submin

Grofe 21
Qutlines 21

| Elektroden-
anschlisse
Electrodes
leads

1

ot W N
Eail'+ ] -\*-‘In

Roter Punkt:
rad polnt

|
Uf=5,3\f'i10%i
lf ca. 200 mA |

indirekt geheizi|
indir. heated

Yha =
= 209|
k =1UUD|;FI
=9,613.2mA|
= 51 mAfV]
s |
lglU,=-8,5V)

100 A |
TpA |

C
lu
5
H

_I_l:

I 1A

Absolute Grenzwerte
Absolute maximum

ratings

Uy = 05V
My, = 33W
Iy, = 2 mA
—Ug 55 V
lg = 55 mA
RN = 12 Ma
g =x100V
'Kolten = 165°C

) U, mittels Ry
# k
U, by Ry

Kaopaozitaten + Capacitances
ohne Gullere Abschirmung
without external screening

e = 24 pf
Cy = 07 pfF
Spfg = VRIGE
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Type

5703 WB

UHF-Triode
Oszillator
HF-Verstarker
in C-Betrieb
Frequenz-
vervieliocher

UHF triode
oscillator
amplifier
inclass C
frequency
multipliar

00D

| Allgemeine Dalen i— Betriebswerte Grenzwerle
General data Typical operation ‘ Maximum ratings
Submin Uy=63V tlﬂ%.’ Absolute Granzwerte
Grofe 21 | lf co.200mA | Absolute maximum
Outlines21 | jn4irakt sehwizd] ratings
Flakiroden- | indir. heated Uy = 2B
anschlisse la A
iy Upg = 120V Iy = 55 mA
; EZ“‘-‘ = | Ry= 200 R, 1) = 12 Ma
Ll Cj. = 1000 uF | Uen. =4700 V
1 a 1,=94+21 e
g =242 mA TRolben 20 °C
2~ S=5+07mAN .
3 po= 25 | Toleranz-Grenzdaten
4 i -ly < 03pA Design maximum
S g Iy U, =-8.5V) ratings
S k < S0RA Ny = 135 W
b} U;_z miftels Ry
Uy by Ry
Kapozitdten - Capacitances
——— | ohne Gufere Abschirmung
—-ﬁ | without external screening
06060 | g = 26406 pF
p : | | &g = 085%0.2 pF
otar Punkt Cota = 1.3203
rad palnt] &la g

£92 MNIHOY

5744

UHF/NF-Triode
Frequenz-
umsetzer und
Oszillater im
UHF-Betrieb
NF-Vor-
verstarker

UHF/AF tricde
frequency
converter and
oscillator in
the UHF rangs
AF pre-
amplifier

Submin Ug=6,3V £10% Absaolute Grenzwerte
Grafa 21 Iy co. 200 mA Absolute moximum
Qutlines 2l indirEk?gahBizf. Latlngs — 5V
Elektroden- | Indir. heated a —
anschlisse Uy, = 250V e = 6,5 mA
Electrodes R, = 500@ _Ug = 55V
leacs Cp. =100 uF R, = 12Me
! . 1,=4221,4mA Upe  ==100V
:’ : S=4+08mA/V s 165 °C
p o= 70 ————
4 g I IUg =—4.5V) 1 Ug mittels Ry
Sk < 200 A Uy by By
-lg = 0,5 pA
Kapaozitaten - Copacitonces |
mit aufterer Abschirmung an k
with externol screening to k
€y = 27 pF
S = 23 pF
Roter Punkl Co = 0,8 pF
rad paint &la
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Troe I Allgemeine Daten i Betriebswerte Grenzwerte
Ganeral dota | Typical operction | Moximum ratings
5744 WB | Submin U—=63V £109%, | Absolute Grenzwarte
i, Grofte 21 | If ca. 200 mA | Absolute moximum
Frequenz-rm S Outlines21 | jrdiraks geheezf | retings
umserzer ynd | Elekiroden- | indir- heated | i ::l j ?g:
Oszillator im | Onschliisse | Uy = 250V | I = 45 mA
UHF-Betrieh | Electrodes | g™ = 00 LM = 05mA
NF-Vor- Isads Cp. = 1000 4F s = 1mA
verstarker ; g s|1 43:1 m.t R, = 12Ma
42046 mA/ =
UHF/AF triode | 3 f e :J“" sy
frequency 4 g -l < 03uA Kolben 20 °C
copvertar ,.:lnd | & k i [U =—4.5V] Toleranz-Grenzdaten
osc:llmlar in ..( 50 uA Design maximum
-am- N = 13W
plifier s 2
11 absolutes Minimum

Rotar Funir!
rad paint

3 U, mittels R,
U, by Ry,

Kopazitalen - Capacitances
dubbere Abschirmung an k
externdl scregning to k

€y =27:07 pF
€q = 23407 pf
Sty 840,15 pf

G9C NIdHOY

|
5965 Pico ? Uf = 6,3\4'""5%' Verwendung in Rechenmaschinen per System
Naval [, co. 450 mA | Application in electronic computers U‘MD = &0V
D«:Jppellrinde Grofef | U ‘—1125\’+5‘Yi al U, = 15V blUy = 100V U:l‘ = 30V
mitgetrennten | Quilines 8  ca.225 mA = E Y b = 100V [NgY = 24W
Kothoden fir | ] R = o0ke .= S0 ke W, = 0V
Verwendung in 5"]“ i Indlrektgchalz‘h: I, = max.0,15 mA I, = 1824 mA .1_|lpr ] = 10V
elekironischen arr | indir. heated | y . LF = 75V
Radien- 2 aq = [Ugl —Ug'.[I | = 1.5V far lnl —In“ = 0,15 mA :'Ugspxl — ooV
maschinen A O iy Y = 165 mA
4 ¥ Uy, =150V NN =44 W
by al ull lizoh = 200 mA
TWinSriada 5 f =200 ) Impulsdaver max. 10 ps lk’ﬂ" - OB mA
with seporate 6 o l, = B5mA Impulsverhaltnis 1:100 I.g 7 " 50 A
cothodss for 7 o +22mA Impulsfrequenz 1000 Hz U"—""*I' = 00V
application s S = 67 mA/N| Pulseduration max. 10 us Ur'f"*' - 10V
i alaetronte 9 By 1, 4mAfV|  Pulse ratio 1:100 Rf:?"]i— ) e
computers R; =63k Pulse frequency. 1,000 c/s Rg‘j — 05 MO
n = 47 3) Ug[ee:t « fixad grid bios T‘f = 1“5‘5 o
Slg £ 1A |4 Ug mittelsRy - Uy by Ry, | Kolhen
Kapazitdten « Copacitances
System | System |1
e = 4108 4 =08 pF
& = 0,5+0,16 0.36+0,13 pF
Cela. = 3 +08 3 +0B pF
omw@ Caparr = 1.1 pfF Culfall < 0,015 pF
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Toe Allgemeine Daten Betriebswerle Grenzwerte
General dota Typical operation Maoximum ratings
6005 Pico 7 Up=63 Vi?ﬁ%! Leistungsverstarker b1y = 5V
Miniatur |, =450+40 mA | Power amplifier N = 12W
6AQ5W/| .. £ -
G""E_'es indirekt gaheizt| Uy = 2850V [ Uez = 75V
Leistungs- Qutlines 5 | 1dir heated | Ugs = 250V Jl\l'éz g oagl
pentode Stift - Pi = Ugy =-125V & = B0 mA
SR 1 O B = 45mA Re| = 1Mo
Power o gl [Vp=20V s = as5ma Ryl = 05MQ
pentode 3 f' 93 Ul.n__'m-s v Rn = 5kn Uf."k = 100V
p |I“ = 4": mi Ugyosf!NI= 88V tic = 20ke
5 a Sﬂ : "‘ " | kN = 8% "Kolben = BRS°C
‘ d mAN| N = 45W : )
29 R, = 52ka Y Uy, mitiels Ry
Cl Bgotey = 10 Uy, by Ry
1 fest

fixed grid bios

3 Abscluter Grenzwert
Absclute maximum
rating

Kopazitaten + Copocitances

Ty = 8 pf
c, = 85 pF
Sgla <=0;8 pE

Héhentestigkeit
Elevation
| mox. 18500 m

6080

Doppeltriode
mit gatrennten
Kathoden

Twin triode
with separate
cathodes

(6]

1] Beide Systeme parallelgeschaliet
The two systems connected in parallel

Absolute Grenzwerie
Absolute maximum

ratings

per System

U, = 250 V

N, = BW
I = 150 mA
Ri-':] = 0, M@
R, = 1 Mo
gk = %0V

TKalhen = 260°C
A Uﬂ:!est

fixed grid bios
3 U, mittels Ry

Okral Up=63V+10%
Grafe 44 Iy =2,5£0,24 A
Outlines 64 | indirekt geheizt
Stiff - Pin indir. heated
| 1 oq per System
2 o1 |y, =135V
3 1'.'" Ry =250 0
4 g %
I la = 125 mA
5 op +25 mA
6 Ky S. = 7mAINV
ZALE: 1.2 mA/V
8 f R, =2800
i = =2
=1y (Rg=1Ma)Y
L

Kapazitaten » Copacitances
ohna dubere Abschirmung
without externol screening

System | System 11
Cgheat = o 39 S&nes
Gy oy s o I 25 25 pf
Cein = 86 846 pF
kit T 3 7 7 pF

zwischen System | und System 11
between system | and system 11
Cithalt . = %2 pF
Selfern = 05 pF

U, by Ry




T Allgemeine Daten ’ Beiriebswerte Grenzwerte
§ yre General data Typical operation Maximum ratings
8 6080 WA Oktal U,=5,3\.-’ 1-5%_! L] Ugfcst » fixed grid bias. Absolute Grenzwerte
,Iu Grafe 64 lp =2,5+0,15 A Bei Uk fest ist Ru vorgesehen, on dem unter | Absolute maximum
Z | Doppeltriode Qutlines é4 m;i nermalen Belriebsbedingungen 15 Velt ab- | rotings
I fatlen. per System
Twin trieds | Stift - Pin indir. heated For U, gosy on external resistance Ry must | U o = 550V
| ) en per System ‘ be provided where the drop is 15V under | Uj = 250V
| 2 o Upa = 135V | normal operating conditions. N, = 13w
3 kg R =200 |3 U autom, * cathodes grid bieas Ik = 150/ mA
4 gp |y =125£25mA| autom, Wird emplohlen - is recommended R = 0,1 M
5 g S = 7mAN arden Ui sutom, und U fusy im gleichen | R, 2 = 1 Ma
6 kg +1.2 me\\;l System kombiniert angewand!, donn soll | U.f.r'k =+300 V
7, oA =1 mA Ug:nltmu unter normalen Betriebsbedin- | tRolben = 230 °C
8 f R; =2800 gungen mindestens 7,5 V betragen; Re
=52 hierbei max. 0,1 MQ

Hu
=l (R, =1Ma) If Ugautom, ond Uy fost @re combined in
S 2pA | the same system, the voltage Ui ltom:

| Yar = lamn | should be at least 7.5 V under normal

= BmA operating conditions;
| Re may be max. 0.1 M2
iTGPGZ“ﬁ!en . Cc:pc:cimnce.s_ I T
ohne dubiere Abschirmung + without external scregning
i+t = 55 pF Cula = B84 pF
C:.u'k‘_[ = 2_5 pF ck."f = . |'JF
zwischen System | und System |1 - between System | ond Sysiem ||
[Cartant = 22 pF Cpppep = 05 pF
— —_
1 Pico 9 Uy =6,3Vt§%i Verwendung in Rechenmaschinen Absolune Grea:lzweria
621 Maval Iy ca.300 mA Application in electronic computers Absolute maximum
e diedch b R == e
Doppeltriode | Grspe 8 Uf‘ﬂ?.ﬁ\f’ts%f aj 33 = l.;ig § rpc;;nsg:“em
mit getrennten | Qutlines 8 I ca. 150 mA £ P Y e
g f' R == a0
Kathoden fur : y & i ol
Verwendung in | Stift - Pin indirekt geheizt Iy < 01 mA 3 oy
elektronischen 12 ar indir. heated bl U = & v {Ea = ,I Y
a
Red‘:an:i— a Ell per System Ubg = 485 v _Ug - 10V
maschinen % fII Uy =100V Ry = 425 kQ ‘Uzﬂ, W o= 20V
Twin triode 5 f R = ‘TgnA la = JexaimA I = 14 mA
Wiinssnarate S o Ia ﬂ-f—D.‘F :A 1) Impulsdover max. 19 einer Periode, iksﬂ“ = ?; mi
cathodes for 7 o1 =y 2 ; =10 |g - m
lication 8 k S§ =36mAlN| ‘max . iod LW = 50mA
opplica 5 f! +09 mAfv] Pulse duration mox. 1% per period, Rﬂ;]] =
in electronic o 0, P = = !
computers R = ?é ke tmax "' R — 50 ko
o U = WV
fk—
i SR04 Upy—gp = 180V
Uy, = 180V
Rolben = 120°C
A Ua’ fest
Kapozilaten - Copocitances fixed .Qf'd bias
a Systam | System 1 3 Ug mittels Ry
% g = 29%05 29 +05 pF Ug by Ry
§ <, = 04+0,12 035+0,11 pF
Cafy = 26%05 24 £05 pF
‘lecos’ a5 17 o S0




Toae Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
g P General data Typical operotion Maximum ratings
8 6247 Submin 8 Up=63V£10% Absolute Grenzwerte
E Grafe 21 Iy co. 200 mA Absolute maximum
Z | NFTriede Qutlines21 | 1 dirakt geheizt tchans = g5y
AF tricde Elekfroden- | indir. heated " =
) N, 16 W
anschlisse Uy, = 250V e 1l = 05 mA
Electrodes R =50@ e = §,5mA
leads C, =100 uF Ry = 1Ma
19 ly = 42mA iy = &5V
2 g +1,5mA Upe =200V
3 f —14AmA teolben = 220°C
gl S =265 mAlV —
5 k 40,65 mA/V! ') absolutes Minimum
6 f o= &
L~ Hesosmm
a IgWUg ==7.5V)
< S0pA
Kapazitdten - Capocitances
ohne aubBere Abschirmung
without external screening
Ca = 1.9 pF
¢, = U045 pF
. = 1,7 pF

6397 Submin 8 | Ug=125125V | Hahenfestigkeit AR RO u, = 180V
GroBe 2o | |fca.125/62.5mAl Elevafion " N, = 15 :{V
r:;l;::js;ungs- Outlines 20 | girekt geheizt | Stobbeschleunigung max. 500 g :92 i L?:W
Elektroden- | directly heoted| Instantaneous shocks Ikm = (s
RF power anschlosse U, =125V Ry = 05 Ma
pentode Electrodes | |~ = 125y -Us = 1V
leads  Up=7.5V i - T5uA
I I, = 7mA
2 = I = 1.1 mA
8 a S = 19mAN
A== R, =120ke
5 T 9y ul =9
g2/
6 g
7 +?
g g,

Kapazitalen + Capacitances
mit auberer Abschirmung
with external screening

Car = 2Bl pF
Cores—p

= 0,06 pF

12 NIjHOY

Sgila
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T Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
ype General data Typical operation Maximum ratings
6397 spez. | Svbmind Up=1,2525V | Hohenfestigkeit u, = 180V
P Grabe20 | l4ca.220/110mA| Elevation AL G Ny - 15W
- i - - —_— 7.
H:nl;zzfsungs Outlines20 | girapy geheizt | Stofbeschleunigung o D Uhfz =i L":‘\:V
L Elekiroden- | directly heated| Instantaneous shodks s L i
RF power anschlisse Ua =125V Rk: = 05 Mo
pentode Electrodes U.Il.'zﬂ 125V - -m = 100V
leads U, =75V | = 375 pA
1 4 Ilﬁ= ’9 mA El
2= oy = 1.4 mA
3 & S = 23mAN|
‘; = R, =100k
6 Glll?l' g3 I"E'.’fﬂ"l =10
7 +f.z
8 g
Kopazitdten - Capacitances
mit dufierer Abschirmung
with external screening
e = 32 pf
e = 3 pF
Cpia S 006 pF
—
6463 Pico 9 Up=63VESY Absolute Grenzwerte
Moval Iy co. 600 mA Absolute moximum
Doppeltriode ABa 1 = ratings
= ngFa Dw Up=12,6V£5% fer System
Verwendung in e by ioa A0 u = 650V
; , | 40
elekironischen | Stift - Fin indirekt geheizt Uy = 330V
Rechen- 1 ayp indir. heated U“P = &0V
maschinen 2 kpg ar Svilam e Na 1 = 44W
B o | BNV | M Na#Ngp=77W Uy = 15V
Twin friode 4; § Rbﬂ-_ ona %) Impulsdaver max. 10 ps +Ug3p:] = 25V
for J— 5 f Ik ;HS;A Impulsverhaltnis 1:100 s = 8V
?pphmnor} 6 of a +2‘5 A Impulsfrequenz 1000 Hz Uggpd = 30V
in electranic 7 ¥ s __5'2 mAN‘ Pulse duration 10 us & = 55mA
computers 8 gg +T‘3 mAN Pulse ratio 1:100 Igsp = 110 mA
? Em P ='3'9 :19 Pulse frequency 1,000 cfs Ik = 31 mA
i - 20 3 Gleichspannungsanteil mox. 90V lkap?' = 350 mA
_T < 02 A DC component max. 90 V Upge s 20V
E ! ) Uy oy + fixed grid bias Upgp. = 100V
U=l =200V 5) Ugminels Rk . Ugby Rk Uh’k-tipj]= 200 V
I, = 1mA Red = 05Me
U=l Kapazitaten - Capocitances R = Tn
tKolben = 180°C
System | System 11
e = 32+05 32 0,5 pf
<, = 0,64021 0.53£0,18 pF
’ Cory = L | 52 %1 pF
000D | Cetigrr S 0,025 pF
D - Srarr S 12 PF
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Tvee . Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
Ger}eml data Typical operation Maximum ratings
7561 | Okial U= 25V £59%, Eintakt-A-Betrieb Absolute Grenzwerta
o | Grabe 73 ly =300 mA | AF power amplifier, closs A Absolute maximum
aistungs- Cutlings 73 RN - = 110 200 250 V ratin
- < | indireki geheizt| ~ba e
pentode far | " SN G s = 10 125, 15V Upp = S50V
Nr-Ver_sTarker, “‘T ‘_-'“ 5 Ry - 110 170 30 a U, = 350V
Suchclironre i Upg =125V 55 - 55 50 41 mA Umo = 550V
fair k;_dwn- o Upes = 125V [ 1; cussuat, 5 0 23 mA (U, = 200V
maschinen L Ek =140 0 IE? = 24 ; 1 mA NIl = 13w
2 I, = S5mA |1 = 78 8 8.5 mA N = 2W
P a g2ausgest. z 52
p*::'zfde o : 5 +7mA | B, = 1% 38 5 ke I = 150 mA
e 12 = —SmA |Ugepy = 39 58 " 65V Ry = 01 Me
v " lgz=24mA | NID%) ™ = 21 51 65 W R, 2 = 05 MR
switch-tube 8 k, g, 19 mA Um = 20V
for computers —07 mA U:f§+ = ooy
S =10,5mAMN Rk = 20 ka
£2,5mAV tkolben = 220°C
Magty =77 Uy fost
i g1 fes
Ry =i2.4ka fixed grid bias
—|g‘ < 1lpA | 3 U&:l mittels R
U, by Ry
Kapaozitaten - Capacitances 87
(= = 17,5 pF
<, = 1. BF
Cqla 08 pF
0000 Spp = B

7586

Nuvistor=
Triode

0000

Grofie 18
Qutlines 18

Ol

Uy=63V 5%
I;=135£10mA
indirekt geheizt|
indir. heated

=

Upa= 40V
0a

R
- 0,5 M2
I, =68 mA
=11 mANV
s
=50 uA)
7V
F (200 MHz)
4dB

"
“Uglly

e o
on
ey

Vibrat Store a
Varioble-frequency-vibration performance
bei Uy, =75V, R =100Q, R, =2k2, b=1g
am Ausgang gemsassen

measured on the tube output

Ugprerr  90.. 3000 Hz < 25 mV
sthrsp 000... 000 Hz = ?35 my
stirsp 6000..15000 Hz < 700 mV

Hohenfestigkeitl » Altitude for full ratings
max. 30000 m

Absolute Grenzwerte
Absolute moximum
ratings

Upa = 330V
7]is = nov
Ny 1w
—Ug 55V
?“" £ 5 :A

K =

I = 2mA
Rg‘l = 0,5MQ
R 2 = 1 M
Ugne =+100 :r'
"Kolben = 150 =C
nu

gfest
fixed arid bias

3 UP: mittels RL".
U, by R

3) Fir gedruckte
Schaltungen
For printed circuijts

1
| Sgik +f+m

| Kopazitdten - Copacitonces
= 44204 pF
16 202 pF
24 =04 pF
0,26%0.4 pF
pF

Cak+f+m
Cgla
Calk
kit

Zubehor - Accessories

| fassung Lg-Nr.
30242, (302437 )

Socket-stack no.
30242, (30243%)




Tyie Allgemeine Daten Belriebswerte Grenzwerte
Q 4 General data Typical operation Maximum ratings
E 7895 Gréfe 18 Up=63V +5% | Vibrations-Stérausgangsspannung Absolute Grenzwerte
I Outlines 18 | 1;=135£10mA| Variable-frequency-vibration performance Absolute moximum
i | Muvistor- indi izi| bei Up, = 110V, Ry = 1502, C, = 1000 uF, | rotings
z 4 indirekt geheizi| be1 Uy, v By o L nF,
s indir. heated Ran‘.'—Qkﬂ, b=1lg Eba - ??g ::
Upe= 110V am Ausgang gemessen Nﬂ : 1w
ka= 150 @ measured on the tube output _Uﬂ - sy
lg = 7mA Ustiregr  S0-- 3000 Hz < 35 mV *Ug,a = 2V
+18mA | Ystorsp 3000... 6000 Hz < 80 mV !; P — 15mA
—1:5mA Ustﬂran 6000...15000 Hz =< 700 mVY 1*" iy 2 mA
S :?;‘“im Hohenfestigkeit - Altitudas for full ratings R = 05 Ma
= gh+ 1? | max. 30000 m Rg” = 1 Ma
R, - = eska | :ﬁﬁl Z*}Ql&
-u (ly 10 “‘“'. i
= U
& fost
ra 1200 MH:} | fixed grid bias
= 08 k2 e U mittels Ry
F (200 MiHz) Ug by Ry
= 47 dB e =1 N 3) Fir gedruckta
a IIKapazEIEten « Capacitonces Sd'lolt':ll'lge"‘ N5
ff : & — 47 +08 pF For printed circuits
ML ¢, =17 %04 pf 2
o vbehdr - Accessories
e g 70 cqra =09 £0]1 pF Fassung Lg.-Nr.
o@@@ For ok Care = 0,2240,06 pF zes 3024d2‘ (302433 )
- + ocket stock no.
® Ly Cyp =13 2030 pF 30242, (30243%) )

8955 Pico? | Up=63V+5y tyo)n s = A0V
Novol | It ca. 140 mA U, = 20V
Uhk-Triade Grﬁ“_"’37 indirekt geheizt T[a " 1?2 W_A.
UHF triode | Ouilines | indir. hgated —Uk = !;0:"1
| Stift « Pin Uy, =170V RB‘] = 05Ma
. 8 R, =8208a U[;;k S
3 g Hpg = Y R, = 20
4 f lIQ,SiD,EmA i ng mittels Rk
5 f S =135 Vg By Ry
| 68 +3.5 mANV
/g —2,5 mAV
| 6 o p = &5
| ¢ g Mheq = 240 Q
| F, (850 MHz)
= 9

Kopazitéten « Capocitonces
auvBere Abschirmung Im) cn g
external screening Im) to g

Ceomk+f = 38 pF

.2l
g Cofp+«m = 17 pF
% Cukef = D055pF
z chne aufiere Abschirmung
2 without external screening
~ -

009 S T
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Mikrowellen-Rohren - Mikrowellen-Bauteile

Microwave tubes

3 Scheibenrdhren - Lighthouse tubes Microwave components
Diode Trioden
TA 40 YD 1040 | YD 1050 | YD 1051| YD 1052 | YD 1053
Heizung Ug 6.3 &M 67 6 6,3 61 v
Heoting Iy 0,5+0,03 0,9...1,05 0,9..1,05 | 0.9..1,05 0,95..11 0,9..105] A
indirekt geheizt - indirectly heated
Anheizzeit - Worm-up time =1 =1 =1 =21 =1 =] min
Mefiwerte U, 3 600 500 500 500 500 v
Measuring values Ry 30 30 30 30 30 2
+20 +23
i 27+5 7513 100t 100 125 100 mA
S 25%5 £S5 30 2 bl mA/V
" 100 &2+10 75 55 62
Befriebswerte f 5000 2500 500 2500 | 600 2500 1600 500 2500 | MHz
Typical Uy 58 58 48| 56 446 6,3 58 48|V
operation U 35009 | 40 00| ss0 8% 1500 o o] v

&0 NIYHOH

3} Anode gelostet
Plate keying

4 Gitter getastat
Grid keying

Cszillotor LIL: = =20 18 -20 -1 =35 -20 -16 v
O:cillator Iy 30003 80 100 175 125 45007 80 100 mA
I 3 25 & 10 5 20007 25 6. | mA
Ny 20003) 2 16| 4 20| co. 40007 2% 16 | w
Absolute u, -150 35007 3 800 1000 500034 BOO v
Grenzdaten u, —_ 20004 4 — — 2500 — v
Absolute Qy 1094 100 100 253)45) 100 W
maximum ratings Ug -150 -150 -150 =150 -150 v
u =750 4 =400 =400 ~7504 -400 v
Eap
u o +250 %) 4 +25 +30 +2504) +25 v
Qg 2 2 2 25 2 w
le 50 50 50 60 50 mA
Ik 35 125 125 190 190 125 mA
Y olben 175 250 200 250 250 250 o¢
Sodckelschallung
Base connection
1 § =
/| Bel‘f?-#DOMHL mufs Ug Grafe 71
recduziert werden.
At > 400 Mcfs Uy must Qutlings 71
be reduced,
3 f = Oktal
) |mpuisbetrieb H
Pulse operating QCTJT;E:::‘?

5 For hohere Anoden-Yerlustieistung ist Luftkohlung erforderlich.

Air-cooling is necessary for higher anode dissipation.
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Scheibenrdhren - Lighthouse tubes

-

Trioden
YD 1060 2C39A 2C39BA
Heizung Ug 6 637 6 v
Heating If 0,8 0.¥5L 0.1 0,?...1,05 A
indirekt geheizt « indirectly heated
Anheizzsit - Warm-up time = i =1 min
MeBwerte U, 400 600 &00 v
Measuring values leg +20 = —_ v
Ry 390 0 30 Q
+20 +20
I &0 7ot 26+28 mA
S 16 2545 25+5 mA/V
In &0 100 100
Belriebswerte f 6000 2500 2500 MHz
Typical Ug & 48 48 48 48 v
operation Uy 370 00 800 400 80O v

Oszillator UB +20 -15 -24 <15 -4 v
Oscillator Iy &0 100 100 1000 100 mA
le ? 10 B 10 B mA
Npgp 18 15 ‘7 16 24 w
Absolute U, 00 1000 1000 v
Grenzdaten Q, 30 100 100 w
Absolute Ug =50 =150 -150 v
maximum ratings UKSD 0 -400 =400 v
Ugap - +30 +30 v
Q. 02 2 2 W
lg 12 50 50 mA
I 75 125 125 mA
'K olben 180 175 200 °C
Sodkelschaltung
Base connection
1) Bei f > 400 MHz muB Uy
reduzier} werden. Grobe 72 Grofe 71
At > 400 Mc/s Uy must
ba reducad. ! Outlines 72 Qutlines 71

3} |mpulsbetrieb.
Pulse operation.

3 Anode getastet.
Plate keying.
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Scheibenrdhren « Lighthouse fubes
Trioden
2C40
Heiz;.mg Uy 6,3 631 [] v
Heating Iy 0,75+0,05 1 0,9...1,05 A
indirekt geheizt « indirectly heated
Anheizzeit + Warm-up time =1 =1 =1 min
::cﬁweﬂa U 4 250 £00 &00 Y
easuring values Uhg —_— —_ —_ \'s
Ry 200 0 30 o
A 17.5245 9015 7512 mA
s sjg:i 3045 255 mANV
" 36 0] 100
Belrlicbsweﬁe f 2300 3300 2500 2500 Mz
‘fvpncuf Uy 63 63 48 58 v
operation Uy 250 250 900 35008 v
E——-—* - e
Oszillator UK -10 =5 -20 24 v
Oscillator | 0 @ 140 oo A
k. 1.2 0.3 15 14007 mA
Ny 05 0075 25 20002) w
Absolute u, 1000 SOOI ¥
Grenzdaten Q, 65 100 104 )2/
Absolute U_&, =150 -150 v
maximum ratings  Upep =400 -400 v
Upep 430 +250 v
Qg 2 2 W
L 45 50 mA
II: 25 190 125 mA
"Kolben 20 2 2 <

€82 NIAHOE

Sockelschaltung
Basa connection

1) Bei f >>400 MHz muf Uy
reduziert werden.
At 2> 400 Me/fs Ug must
be reduced.

i} lmpulsbetrieb.
Pulss operation.

3} Anode getastet.
Plate keying.

Oktal
Grofie 70
Qutlines 70

Grofe 71
Outlines 71
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Wanderfeld-Rohren - Travelling wave tubes

LI

TL4 TL6 YH 1000 YH 1050
Heizung Uy 6315% 6359 63+5% 63159 v
Hsoting Iy ca. 1 ca. 1 co. 0,55 ca. 0,45 A
indirekt geheizt « indirectly heated
Anheizzeit
Wearm-up time =3 =2 = 3 =2 min
Betriebs- f 17225 3.6..42 1.7...2.3 44.5 GHz
werte Uy ca. 0,75 0,80£0,15 ca. | 0,85 kM
Typical u (1 0 o 20 v
opearation g1
Uyt 0,76 1.25 0.85 1 kV
Uy, 0.7 1,35 1.2 1.1 kV
U, 1 1,45 12 12 kv
les o, 2 <1 <05 02 mA
19 .3 1.2 < 2 07 mA
Iy £ 30 80 20 mA
G ca. 45 ca. 38 48 > 30 B
G bei 12W 30 bei 6 W en. 31 bei 16 W ca. 35 bei 2W > 27 dB
N7 bei | = &0 mA bei |}, =30 mA bei |, =80 mA b Iy, =20 mA
2 B 2 3 W
Kihlung Luftkiihlung Luftkdhlung Luftkdhlung Konduktions-
(Rohre und Magnst) Forced-air Forced-air Forced-air Kihlung
cooling cooling cooling Conduction
Cooling cooling y
(tube ond magnet) 150 100 00 Ifmin
Fokussierung
focusing EM EM EM PM
Absolute bei | 1725 3,6..42 17..23 44.5 GHz
Grenzdalen u : 0,85 1 15 11 kV
Absolute UE ' —40...0 - —150...0 v
maximum Ugl i 15 17 12 KV
ratings h : i 15 KV
Ug 13 1.6 2
| a3 | 1 0,6 mA
B2
1 4 2.5 3 1 mA
. 70 33 a5 25 mA
he
QI 5 3 5 15 w
|
Q, 80 85 100 30 w
150 150 150 200 oC

S92 MNIHOY

Panftinger "Kihlkop

1) fir kleine Signale - for smaoll signals
) Satfigungsleistung - soturation power
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Wanderfeld-RGhren - Travelling wave tubes

L

YH 1110 YH 1120 YH 1130 YH 1131
::;‘::g Uy 63 6,359 6,3+59 6359 \
g Iy ca. 0,8 ca, 0,55 ca. 0,5 ca, 0.5 A
indirekt geheizt - indirectly heated

Anheizzeit

Warm-up time =2 23 =3 =3 min

Betriebs- f 58B..85 58..88 6...10 12 GHz

:vﬂprii:cl 3‘“ D,i 1,6..23 0.35...1.2 0.35...12 kY

SpEroHch £1 - 0...-50 0..-50 0..~20 v
Uph 285 27 23 33202 KV
Uy 285 2.9 25 35 kv
Ug 1.5 14 0,6...13 0.8..12 kV
|“ =01 <02 < 02 <02 mA
Iy 2 < 4 <25 <73 mA
Iy 50 30...50 10...40 a mA
GY 39 > 40 a8 33 dB
G bei l15W 39 bei 10W > 38 beidW 3¢é 34 dB
N7 15 > 20 > 10 10 W

Kihlung

Konduktions-

Konvektions-

Konvekiions-

Konvektions-

"Riblkopr

(RGhre und Magnet) Kohlung Kihlung Kohlung Kghlung
Cooli Conduction Convection Convection Convection
ooling 3 B i ,

{iibaand mogneh cooling cooling cooling cooling min

Fokussierung - Focusing FPM FEM PPM PPM

Absolule bei f 58..85 58..85 T T 11,5..12,5 GHz

Grenzdaten Ug? 07 == i ot KV

pbole U, ~1%0 -4 40 -€0 v

moximum El

ratings U, 3 25 3 36 kY
U, 16 3.5 3 3.6 kY
hgp 2 1 1 1 mA
h 3.5 6 & 4 mA
I 55 &0 40 45 mA,
Qh 10 n 7 18 w
Qg 75 100 60 &0 W

2707) 100 100 100 =

1 Fir kleine Signale -

3 Avffangertemperotur -

for small signals

Y| Sattigungsleistung « saturation power

collector temperature
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Wanderfeld-Rohren - Travelling wave tubes

YH 1150 YH 1160 YH 1181 YH 1190
Heizung UE 44 55:£5% 44 &3+5%
FEanng Ig n7 co. 0,55 17 co. 0,6
indirekt geheizt - indirectly heoted
Anheizzeit
Warm-up time Sy =28 =5 >3
Beiriebs- i 1,6..23 3.6..4,2 44...5 nz.12z
Heple Uy, 10 1.7 8.5..10,5 3.36
Typical U. = 0..-10 s
oparation &1 o
Uyl 58 175 10...13 57..63
Uh 63 2,1 10,5...13,5 < 6,5
U(, 5...6,1 1,1 7 2,5
EE‘! < 8§ <02 < 8 < 0,2
Iy 10...30 <15 <30 2%
le 1200 30 00 100
G) =23 45 >3 52
G bei 1000W = 25 7 bel 1000W =34 bei 40 W 50
b 1500 14 1100...1500 70
W —_— -
Kahlung Wiussm- Knn?uk:io‘ns- _Luﬁ- Konsiuktions—
{Rahre und Mognat) Kihlung Kihlung !(uh!un? Kuh!ung
= Water Conduction Air cooling Conduction
Cooling cooling cooling caoling <
{tube and mognet} 1541 120007) fmin
Fokussierung - Focusing EM PPMS) PPM3) PPM 5)
Absolufe bei f 17...21 346,42 44...5 15,7.2427 GHz
Grenzdaten ng — 2 13 4 kY
Abs?lum u 0 ~£0 — D..=50 v
maximum g1
ratings U[_I 10 2.5 16 6,5 (3%
Uc 10 1.5 9 6 kV
Ig.z 75 1 10 1 mA
Ih 35 3 40 5 mi
I 1400 35 700 120 mA
Qy 200 7 550 30 W
Q, 10000 50 6000 250 w
11{511“‘"]'1{ €07 100%) 280 100 °C

82 NIYHOYE

') For kleine Signale -+ for small signals
) Sattigungsleistung - saturotion power
3 Mex, Kihlwassertemperatur -

max. cooling water temperature
1) Bei Wassereintrittstemperatur 30°C - ot inlet water tamperature 30°C

%) Rohre und Magnetsystem bilden eine Einheit - tube and magnet system form one unit
§) Max. Temperatur an der Bodenplatte -
7} Bei Lufteintritstemperatur < 55°C - at inlet oir temperature < 55°C

max. temperature on base plate




Reflexklystrons
TK 63)
TK613) TK 8 TK 76 YK 1020%) YK 1021 %) YK 10234)5)
Heizung Up 63+5% 6,3+5% 6,3+5% 63+5% 6,3+5% 6,3+5% v
Haating Iy ca, 0,4 ca. 0,38 ca. 1,58 co. 0,44 ca. 0,44 ca. 0,44 A
Anheizzeit + Warm-up time =215 =145 =12 =1 =1 = min
Belriebswerte n 3 2 2 2 2 2
Typical eperation
f 6,5..7.7 37..40 3.4.43 7.,6..8,2 6,5.7.5 7.6..82 GHz
Uris 300 300 800 300 39 300 v
ligk 28 28 LL 28 2 23 mA
Uiy ~50...-200 ~60...~170 ~140...~470 =100...-240 ~90...-170 ~100...~240 v
Al 49 58 34 24 25 24 MHz
Ny mittel 180 105 550 120 120 120 mwW
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Ujes 330 330 £00 330 330 330 v
Lo as 35 70 A0 40 40 mA
Uy = —_ =200...0 - — —_ v
Urq -400...-10 ~400...~10 -1000...-20 ~300...-20 -300...-20 -300...-20 Y
Ula’k 50 50 — 100 100 100 V
Kop 75 75 —_ - — — *C
5 iten 140 140 10 120 130 130 °C
5 : 5 Lult2)
Kihlung « Cooling iR Ifmin
1 Afiy = elekironische Bandbreite zwischen Punkten halber Leistung. 4 Thermische Frequenzleinabstimmung, Machstimmbarkeit
¢ i ] i & ; 5. = 13 MHz/W
half-power electronic-tuning range. Thermical sharp tuning of frequency, adjustment th
1| Bel Betrieb ohne Hohlleiter Ist Luftkiklung erforderlich, 5) Hohllpiterauskopplung + wave guide output
In operation withou!l wave guide air-cooling is necessary. 4 Siedekihlung + vapour-coaling
3 TK & und TK 61 unterscheidan sich durch verschiedena Anordnung der ) Frequenzhub « fraquency deviation £5 MHz
machanpischan Abstimmvorrichtung.
TK 6 and TK &1 differ from each other only by the mechanicol tuning
device.
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YK 1030%)] YK 1050 | YK 1081%)]YK 1082 %) YK 11004 YK 1101 %) 2K 25 723 A/B
Haizung « Hedting
Ug 63+5% 63+£5% 6,3£5% 6,3:£5% h 8,3+5%, 6,3+5% 6,3+5% 6,3£5% v
If ca. 1,55 ca. 0.4 co: 1,23 || ona1,23 i ca. 1,55 1,55 ca. 0,44 ca. 0,44 A
Anhsizzeit - Warm-up time =2 =15 = 2 =2 S 19 gl min
Belriebswerte n 2 3 3 3
Typical operation
f 62.7.2 | 7,082 9.4...10 9.3..9.4 7,425..7,725 7,125.1.7 425 8.5..9,66 87.95 GHz
Uses 750 200 300 320 800 acp 300 300 v
s 75 28 25 a3 95 95 22 22 mA
Uy -160.,.-850 | -80..-290| -60...-130 | ~125..~164 =290 =120...~420 -130...~190 -130..-190 | v
At 45 35 2 25 40 &0 b 23 MHz
NiFmiteer| 1900 160 2 75 1200 1200 35 25 mW
S 0,55 1 2 1,25 08 0,8 = = MHz/V
ASp/Spe ) 25 i ~ = 0,75 0,75 =3 a %
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Uiy 800 330 330 430 950 950 330 330 v
res 20 25 35 40 140 140 7 k74 mA
Ugy ~200...0 - — - = L 4 - v
(U ~1000...-100] ~400...~10 | -300...-15 | -500...-15 -1000...-20 ~1000.,.-20 ~400,..0 ~400...0 %
tRon =] 75 ar = — - 90 90 °C
tKolben 130 160 150 200 140 140 10 10 °C
Kihlung » Cooling 100 4 8 Ifmin

Fubnoten sishe vorhargehende Selten.

Footnates cf. pravious pages.
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Impuls-Magnetrons - Pulse magnetrons

274 RUOHREN

YJ 1350 YJ 1360
YJ 1210 YJ1230 (6344) (2151 A)
Helzung Uy 13.75") 16 v Heizung Ug il 6.3 v
Heating b a1 1601 Heating Iy 1 09..1,1
Anheizzeit Anheizzait
Warm-up time = 3 10 min Warm-up time 3 =2 min
Letricbswerle | 8,5..9.6 1,25.1.1,35 GHz Befriebswerte i 5,450.,.5,825 8,5...9,6 GHz
Typicdl operation Biup 2 70 kY Typical operation W kn 20..23 12,..152) kv
Vip 0,001 0,0018 Vip 0,00024 0,00085 | 0,001 0,001
ty 1 5 s ' 0,36 13 1 35| ns
1, 7.5 280 mA g 53 187 4 15,5] mA
Nyp 200 9000 W N min 43 150 40 41w
Absolule Grenzdaten Absolute Grenzdaten
Absolute maximum rotings Absolute maximum ratings
U::-|r 2 75 kV Uisp 24 15 3%
[ 30 160 A Lisn 30 15,5 A
Ny 630 12000 kW Quap 720 235 kW
Vip 0,001 0,002 Vop 0,001 0,001
o 2,8 é s o 1.5 3.6 s
") Heizung mud je noch Betrieb reduziert werden 1) Heizung mul je nach Betrisb reduziert werden
Heating must be reduced depending on type of operation Haating must be reduced depending on type of operation
1) Ohne Shunts
RUHREN 295




Daverstrich-Magnetrons - CW-magnetrons
N W
T T £ @
MG 2000 B e oy Bl B i B
MG 8 MG 2001
Hel u 45 9 V' =
slzing t ca, 4, ca. ~
Heating ; 3 o~ 8 o w - § =]
Iy 250 51) 2| ° A
indirekt geheizt - indirectly heated =
Anheizzait
Warm-up time 2 3 min -~
2| g - @ @ & e
Betriebswerte U 3.5 0.8 v > o A
I [N
Typical Iy 21 0.3 A e
operation f 2,425+0,025 2,425+0,025 GHz
Unnll’ ca, 1300 ca, 2300 \' E o~
fo fir Uy 280 1000 mA 2 2 m o o =] 2
fir U, a0 1250 mA = gli= 9 A
B 1500 1200 Gaub S "=
N co. 260 ca1. 1800 w E
s
. 13 i n
Grenzwerte  fir B 1500 1100 Gaul 3 o L -1 B z
Maximum U ot 1500 2500 v g
ratings N, 450 2000 w = &
Iy for U 300 1100 mA e 2
k Am S o
f0r U, 350 1500 mA % :
Ry min 200 150 Q E %
'Kalben ne 100 °C 3 z
- 1]
MG 2000 i = vooB8
Wasser L= o T;— 56
Kihlung Luit Water - G - EE
@ ! ] o g g
Cooling Forced-air MCE ?001 'E E by "E g g 3 o 5 ;fo
uft 2 =3 o4 ¥ B
Forced-air i § £y Ha g B 2 _E g
? [ £ ®E EE . 7R Bg
= g.@ Be =g @f gf Ee
1) Wahrend des Schwingbetrisbes mud Iy reduziert werdan, S g = aa g5 =& § = s 'g
During oscillating operation Iy must be reduced. E' 3 i::l- - a 2‘3 g BE 2 6 2
[
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2-Chip Silizium-Epitaxial-Planar-Diode fiir Frequenz-

vervielfacher
2 chip silicon epitaxial planar diode for frequency multipliers
BXY 34
Mefiwerle - Measuring values
Gesamte Sperrschichtkapazitat Sav 47..10 pF
bel —U =6V
Total junction copacitance
at-=Uj=23V
Flonkenzoit » Transition tima Y 2 ns
Grenzdaten » Maximum ratings
Durchbruchspannung Uy =90 Vv
Breokdown volinge
Sperrschichttempearatur 4 =65...4175 °C
Junction temperature
Lagertemperatur Yot ~65,,.+1758 *C
Slerage temparature
Wearme-|nnenwiderstand R é °C/w
Internal thermal resistance
Bile - Picture 1

Abmessungen « Dimensions

Seite - Poge 302

grad.

Jede Diode BXY 34 durchlauft in sinem Testverdoppler 0,5/1 GHz einen
Funkiionstest und erbringt bei 30 W Eingangsleistung = 67 % Wirkungs-

Every diode BXY 34 is subjected to a functionsl test in o test doubler
circuit 0,5/1'GHz and featured z 679 efficlency at 30 W inpul power,

Mikrowellen-Silizium-Epitaxial-Dioden
Microwave silicon epitaxial diodes

BAX 11/ll

BAX 11/l

MebBwerte + Measuring values

Flankenzelt « Transition time

Gitefrequenz bei 6V Sperrspannung
Cut-off frequency at 6V reverse valtage

Sperrschichtkopazitat bei 6V Sperrspannung S5V
Junction capacitance at 6V reverse volioge

foQygy

33.468

a7

1,5..33

0,5

Grenzdaten + Maximuni ratings

Durchbruchsspannung
Breckdown voltage

Sperrschichttemperatur
lunction temperature

Lagertemperatur
Storoge temperature

Warme-Innenwiderstand
Internal thermal resistanse

=65...4175

~65...4175

-&0

—65.,.+175

~65...4175

25

Bild + Picture
Sgite « Poge 302

Wirkungsgrad.

Jede Diode BAX 111 durchiéuft in einem Testverdraifacher 0,67/2 GHz
einen Funktlonstest und erbringt bel 12W Eingangsleistung = 50%

Every diode BAX 11/I] is subjected to a functional fest jn o test tripler
circuit 0,67/2 GHz and featured = 509, efficiency of 12W input power.
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Mikrowellen-Silizium-Epitaxial-Dioden
Microwave silicon epitaxial diodes

BXY 26/11{BXY 26/1I1 BXY 26/lV | BAY79/lll | BAY79/IV | BAY79/V
MeBwerte + Measuring values
Sperrschichtkapozitat bei 6V Sperrspannung CieV 33.48 1.5.3.3 0,68..1,5 15.33 0,68..1,5 0,33...0,48 pF
lunction capacitance ot 6V reverse voltage
Giitefrequenz bei 6 Sperrspannung fe Qv 47 &8 100 68 100 150 GHz
Cut-off frequency at 6V reverse voltage
Flankenzeit « Transition time t 1 0,5 0,25 0,5 0,25 0,16 ns
Grenzdaten + Maximum ratings
Durchbruchsspannung Ug -0 -0 -3 ~48 -34 =24 v
Braakdown voltage
Sperrschichttemperatur 1} =65...+178  -65..+175 ~45.. 4175 —65...4175 =658...4175 —65...4175 °C
Junction temperature
Logertemperatur tati =65...4178 . =65..+175 =85...4175 ~£5..4175 ~65...+178 65,4175 °c
Storage temperature
Wérme-Innenwiderstand RinG 15 25 40 100 100 100 °CIW
Internal tharmal resistance
Abmessungen « Dimensicns Bild « Picture 4 4 4 3 3 3
Seite » Page 302

Jede Diode BXY 24/I| durchlduft In einem Testverdrelfacher 0,67/2 GHz |

einen Funktionstest und erbringt bel 12 W Eingongsleistung = 509

Wirkungsgrod.

Every diode BXY 26/11 is subjected to a functional test in a test tripler

circuit 0,67/2 GHz and featured 2 50% efficiency at 12 W Input power.

300 RUIHREN ROHREN 301
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58
ez X-Band IMPATT-Oszillator
L -
1 o :
B¢ = £ X-band IMPATT-oscillator
Y 2 2%
LY ]
[ £ E 2
1 £ = Frequenzbereich f 82.124 GHz
| ' ES g . mechanischer Durchstimmbersich 800 MHz
32 P ™ Frequency range
\ 1 g i T T mechanical tuning range BOO Miiz
. = = e
,Izail - (e * Diedenspannung =l é0.., 100 'V
i vt i 5 E Diode voltage
] i
——ae = Diodenstrom Iy 15,.. 30 mA

Diode current

Gewidhi
Weight

e

Ausgangslelstung Bout 10... 20 mW
Output power

@
e
T

®

Umgebungstemperatur tanib ~£5,,. +75 °C
! Ambient temperature
— pfd e : m;-sr - Logertemperatur Yilg 65479 18C
l Cin : F ,,,I.,g-- Storoge temperature
i gy o
b : = =1
= 1= 2 &I\.“‘ i o & " )_ o
-+ i i T s
T Pt : i I :
i s . : ? i) g
i L= E 2 4l 3
= 85 T &l 3
P ) {_ : 3=
V] = 5 -i . ;3 =
s ° :
== qusol =

@ @
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Einstellbare getriggerte Funkenstrecke
Hermetisch abgeschlossen

Adijustable triggered spark gap

Hermetically sealed

Oberschlagspannung dar Hauptstrecke
Flashover voltage on main gop

Einstellbereich + Adjustable range 20..35 kv
Triggerspannung - Trigger veltage 7... 8 kV
Ansprechzeit - Response time < 100 ns

Mit einem, den Spitzenstrom auf 1500 A hegrenzenden Serienwider-
stund werden fir eine zu scholiende Energie von 100Ws mehr als
100000 Schaltungen erreicht,

Mare than 100000 switchings are obitained at a pawer of 100 ws with a

series resistor which limits the peak current to 1500 A.

304 ROHREN

Senderohren + Vakuum-Kondensatoren

Transmitting tubes - Vacuum capacitors
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Senderdhren Transmitting tubes
& nach Leistungsklassen und Verwendungszweck geordnet arranged by power class and application
g
x
2 Leistungs- Industrie- Elektro- Mittel- und Kurzwellen Modulaleren UKW bzw.
klasse generatoren medizin Langwellen Fernsehen
Powercloss | Industrial Elactro- Medium/low High | Modulatars VHEF resp.
genarators medicine frequency | frequancy telavision
bis 20 W | YL 1500 YL 1000 YL 1000 YL 1000
| YL 1380 YL 1080 YL 1080 YL 1080
! YL 1130 ‘ YL 1130 YL1130 YL 1130
' 6360 6350 | 6350 6360
6939 | 6939 6939 &939
bis 100 W EL 152 EL 152 ‘ EL 152 EL 152
EL 153 EL 153 i EL 153 EL 153 EL 153
EL 3010 EL 3010 | EL 3010 EL 3010
FL 152 FL1S2 | FLIS2 FL 152
YL 1020 | YL 1020 YL 1020 YL 1020
5894 5894 | 5894 5894
6252 6252 6252 6252
E— L ————
|
bis 400 W RS 614 RS 614 RS 614 | RS 614 RS 614 RS 614
RS 685 RS 685 RS 635 l RS 685 RS 671 RS 685
YL 12601) YL1260Y) | RSé8S
YL 13501 YL 13501) YL 1260
YL 1350
bis 1500 W RS 630 RS 630 RS 285 RS 630 RS 630 RS 686
RS 631 RS 630 RS 631 RS 631 RS 687
RS 686 RS 631 RS 684 RS 686
RS 687 RS 634 RS 686 RS 687
RS €36 RS 687
RS 687
l
bis 3 kW RS 635 -_— RS 635 RS 635 == RS 732
RS 607 RS 607 RS 607 RS 782
RS 732 RS 783
= RS 782
i RS 783
i
\84 1) basonders geeignet fir Einseitenbond-Sender - specially suitable for single sideband transmitters
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Leistungs- Industrie- Elekiro- Mittel- und Kurzwellen Modulaloren UKW bxw.
klasse generatoren medizin Langwellen Fernsehen
Power class Indusirial Electro- Medium/low High Modulators VHF resp.
generators medicine frequency frequency television
bis 15 kW RS 533 — RS 27931) RS 27931) RS 770 RS 27931)
RS 733 RS 533 RS 533 RS 870 RS 722
RS 833 RS 733 RS 733 RS 27931)
RS 833 RS 833 RS 2794
RS 720 RS 720
RS 27931) RS 27931)
RS 27941) RS 27941)
bis 40 kW RS 523 — RS 520 RS 520 RS 873
RS 523/3 RS 722 RS 722
RS 723 RS 822 RS 822
RS 823 RS 523 RS 523
RS 723 RS 723
RS 823 RS 823
RS 27951) RS 27951)
YL 1500 YL 1500
[ —————— e T
bis 100 kW RS 526 = RS 526 RS 526 RS 876
RS 726 RS 726 RS 726
RS 826 RS B26 RS 826
YD 1280 RS 18967 RS 18967)
bis 200 kW YD 1290 —_ RS 565 RS 565 —
RS 565 RS 865 RS 865
RS 865 YL 1370 YL 1390
bis 360 kW RS 567 — RS 567 RS 567 RS 8757%) -
RS 867 RS B87 RS 8567
YL 1490 RS 1828
YL 1490
bis 600 kW RS 1828 = RS 1828 — YD 13203) —

606 NIYHOY

-

1} besonders geeignet fir Einseitenband-Sender - specially suitable for single sideband transmitters
2) 2 R6hren in Gegentaki-B-Befrieb - 2 tubes push-pull, class B
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Allgemeine Daten

Betriebswerte

Grenzwerte

Type Ganerol data | Typical operation Maximum ratings
EL 152 Up = 63V U, = 800V HF-Verstarker, B-Betrieb far f < 45 MHz
lp ca. 185 A J.J'.u = 250 vV RF amplifier, class B Ua = 1000 V
Strahlungs- Ouvdkathods | Vg = oV f < 120 MHz W = 3000 V
gekinlie [ OxdRathode | p B mpg |y = a0 v Q. = aw
BSW-Pentoda | .. e =50+t10mA | U = 250V -U = 400V
= indirekt geheizt| 2 £2 o3
Fiir UKW- sadte, haarad Ly = 104 mA | U, = =80 V Qs = VY
Sender : | S = 4+1,1 mAJV Ugp <o 110V R_g'3 = 25kQ
und _91_3‘_‘"‘" Kapazitdten Perafey 5 Iy co- 130 mA Uizo = S0V
med:zmmd'le Capacitances i 60 kQ |Frz ca. 10 mA ng = 300 V
Gerdte Cay/ic €O.14,5 pF e ca, 7 mA Q. = 5W
Radiction- Cq/ €9 10pF Nggp ca. 4 W g =
tog Cgrfa S 011 pF Nyp ca. 40 W Qpy 1TW
e R, ca. 2'ka R = 25k0
pentade Tisi = 730 mA
for VHF HF-Verstarker, Uk[f‘k = 200y
transmitters Vorstufen-Modulation Rk = 5k0
and felcctm- RFamplifier, pre-stage modulation tolben = 300 °oC
medical i = 45 MHz
equipments u, = 1000 V fnar = 120 MHz
UF{Z = 300V
Um co—80. V-
Ug] HF 6. 55V lt-:z ca. 9 mA
| = = I = 30 mA N = 70 W
Gewicht | Zubehsr - Accessories | 1 ca. 100 mA Ry 5 61 /kQ
Grifie 63 | Weight | Fossung Lg.-MNr.30215
Outlines 63 | co.45¢g | Socket stockno:30216

EL 153 [ Uy = 63V u, = 400 V
Iy call55A | U, = il
?and: Oxyd-Kathode | Tk i 50+;;50 :iA
f:atr:we ; Ouxide-cathode | 2 +0.3 mA
Uv;w & indirekt geheizt| 1y, =03 g% ma
indir. heated | g = 4XL] mAN
Trunsmh{ﬁng Kapazitsien Wiealiry = 4.?560 v
telrode for Capacitances i b
HF and VHF cg cold5pF
ca ca. é F-'F
-:“!:'-'l =035 pt
Gewicht
Grofbe 63 | Weight
Qutlines 63 | co. 45¢g

HF-Verstarker, | Rohre, B-Betrieb,
RF amplifier, 1 tube, class B,

| < 200 MHz

U, = 250 50 V
Uy 250 2% V
Uy, = -80 -80 V
Uy iiF 100, 100 V
(= = 130 130 mA
| = 2 2 mA
|g‘: = 35 3.5 mA
Nyp = 12 30 W

Zubehdr - Accessories
Fossung Lg.-Nr. 30216
Socket stock no. 30214

G 1 2
& = aw
Ugzo = 0¥

| U, = 300 V
Q_ = W
Rm” = 25kQ
RE’I i = 250 k@
||; = 230 mA
Rn'k = 5k
Ugn: = 200 :"
tKolben = 300 =C
Yainx = 200 MHz

ll tRolben = 300 °C
V1 olhen S 200°C
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Allgemeine Daten Befriebswerte Grenzwerte
Type :
General data Typical operation Maximum ratings
EL 3010 Oktal Uy =63V Modulator-NF-Leistungsverstarker Absolute Grenzwerte
] Grofbe &5 _l[_ctlli A . Modulator AF power emplifier Absolute moximum
LZ':I:;?- Outlines 66 | |y, ~126v | 2RGhren in Gegentakt-B-Betrieb (1, = 0} ratings
P Siift + Pin Iy co. 1A 2 tubes push-pull closs B (1, = 0] H:w = 2% ¥
Power 1 iy indirekt geheizt l'j-‘* ?50 500 LSl = /W
pentode 2 f indir. heated g2 ’50 10 M Ua = 550V
3k Ui ¥ ca. -9 ca.-11.5 v U‘m' 250 V
4 gus |Upa =30V (R, 13 8,5 ka | 2 - EEW
5 g Upga =180V | U e 0 55 0 56 V. |82 ey
6 g, Upy= BV |1 2X60  2:205 2%25 2X110 mA Qﬂl - 01W
7 f Rg =209 |1,  2x68 2X¥ 2X16 2X20 mA | 81 !
8 gys IIa=IGDtISmA N 0 75 0 MW |k 3 ﬁ KA
= 13 mA k <
Eappeu £ (<18 A fees @ AR Rg‘:‘;' = 02 Ma
a
ap § =50+9 mNVI HF-Einseitenbandverstarker, AB‘ Rg! ? = 01Ma
Witgi = 16 Single sideband omplifier, closs AB] RHI ! = Ve Na
[ = 7k@ |f=30MHz Upe = 1OV
| Kaine Ansteverung - zero-signal values R = 2 Eﬂ
Il Einton-Ansteverung - single-tone operation 'Kolben = 29036
I Zweiton-Ansteverung - two-tone operation
CCS-Betrieb
U, 700 v
—— O Ug, 150 v
0000 [\= iy e v
@l Ry 28 ko
| Upep¥ 00 + 75 25 ¥
l Iy 30 128 20 mh
| | 2.5 7 6 mA
1 “2 ¥
N, 21 50 w
Q, 21 30 3 W
| N D &0 W
I &6 75 %
| d 40 dB
i d 4% db
5
" D} UL:] mittels Ri\' . 1..[),:'_.l by P'k

| 3} Uy, rogg * fixed grid bias

‘ 1} Grober Kathodenwidersiond und positive
Gitterspannung

| I High cathode resistor and positive grid

|  voltoge

Naherungswert, Anoden-Rulisstrom fir jede

Rahre getrannt einstellen.

Approximate value, sef zero-signal DC plate

current separately for eadch tube.

| 5} For N = 50 mW is1 Ug}ef! ca. 03 V. Eine

Oberlastung der Rohre, insbesondere des

Schirmgitters, die bei Uberschraiten der

‘ Ansteuerspannung eintreten kann, muf

=

durch geeigrete-MaBnalmen verhindert
werden.
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Type

| Allgemeine Daten
| General dato

Beiriebswerle
Typical eperotion

Grenzwerle
Maximum ratings

EL 3010

{Fortsetzung)
{cantinuation)

For N = 50 mW, Um is approx. 0.3 V rms.
Qverloading the fube, in particular the
screen grid, whith may orise when the drive
voltage is exceeded, must be prevented
by sultable measures.

Eine Oberlastung der RShre, insbesondere
des Schirmgitiers, die bei Uberschreiten der
Ansteverspannung eintreten kann, muf

durch geeignete MaBnohmen verhindert
wearden.

Overloading the tube, In particular the
screen grid, which may arise when the drive
voltage is exceeded, must be prevented by
suitoble meosures.

Kapozitaten « Capacitances

€a = &0 pF
= = 17 pF
Ceqta = 025 pF

Type

Allgemeine Daten
General data

Belriebswerte
Typical operation

Grenzwerle
Maximum ratings

FL152

Strahlungs-
gekihlte
B5W-Pentode
fir UKW=
Sender

und elekiro-
medizinische
Gerate

Radiation-
cooled

85W pentode
for VHF
transmitters
and electro-
medical
squipments

Grafie 63
Outlines 63

=126V 1

U! ua i
I 0BA (UL =
Oxyd-Kathode EN u
Oxide-cathode | | k -
indirekt geheizt 1“ -
indi k2

indir. heated d — 4
Kapozitaten Weafery =

Caopacitances | Ry
Seaik ca.14,5 pf
Cak 10 pF

Cotly = 0,11 pF

800 Y HF-Verstarker, B-Betrieb
250 RE amplifier, class B
oV i < 120 Miz
BOO @ U, = &0 Vv
.10 mA | Ugs = 250 V
0.4 mA U,F,1 = -8) V
1,1 mAfV U;.:*\III-' ca. 110 V
5 I ca. 130 mA
60 k9 I to. 10 mA
by ca. 7 mA
Wepip Tom £ AN WY
Nigp co. 4 W
R, ca. 2 k2

HF-Verstarker,
Vorstufen-Modulation
RF-aomplifier, pre-stage modulation

f < 45 Mz
U, = 1000 V
URZ = 3N Vv
Up, ca. -0 V
UK!HF ¢ 55 Vv
lao = 30 mA
| . 100 mA
Gewicht Zubehdr - Accessories | | Eg 9 :J\
Weight Fassung~Lg-~Nr.80216 | (2 - 0w
ca.45g Socket stock no. 30216 a:'F - Ty

forf S 45 MHz
U, — 1000 V
Upsp = 3000V
Q, - oW
U = 400V
B3
Q. W
=i
©20
U, = 30V
Q, = 5W
Uy = 0V
Q = 1W
bet = 25kn
I — 230 mA
U = Y
t e
"Kolben = 300 °C
foax = (120 MHz
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Type

Allgemeine Daten
General dato

Betriebswerte
Typical operation

Grenzwerte
Maximum ratings

RR 680

Strahlungs-
gekohlte
Tetrede fir
hohe Span-
nungen als
Schaltrohre,
Impulsver-
starker und
Langsrohre fir
elektronisch
geregelte
Hodhspan-
nungs-MNetz-
gerate

Rodiation-
cooled tetrode
for high
voitages aos
switching tube,
pulse ampli-
fier-and

serias tube for
elecironic
regulated
high-tension
mains devices

U = 5Y Iy ca. 1,6 A
lg ca.é65A u, = Ug.2 =2;mv
thorierte e
Wolfram- g g 21'5 %
Kathode, a8 4 S 1 %
direkt i g2'm et
|re‘ geheizt co. 14 mAlV
thoriated
tungsten
cathode,
directly heated
Kopazitaten
Capacitances
€, co. 11 pF
€, ca. 3pF
e 1260.0,06 pF
Zubehor:
Fassung' Lg.-Nr. 30 226
Anodenanschluf
Lg.-Nr. 30339
Accessories:
Gewicht Socket stock no. 30226
Weight Ancde clip
ca. 100 g stock no. 30339

U, = kv
Uso = 28kV
Ua.sp = 30 kY
& imw
i

Gg-z = 520 W
Qo e 2w
I = 035 A
Iksn = JA

—

RS 523 Up = &5V Iy co. 17T A HF-Verstarker, Telegraphie A Tf = 30 MHz
lp co. 180 A U, = Ug== 400 RF amplifier, telegraphy 2 = 1 kv
Wasser- h. __'}—I ca.  19% B-Betrieb C-Betrieb UMF = 40 kV
gekihite Weltidis S co. 0 mAN clossB  class C Uy’ = =800V
0kW-Sende- | L% 9T f = W N MHz |U, o= 120V
triode mit it E;heizl U, = 10 1 kY Q, = 25 kW
scheiben(or- e Ug  ca =165 500 V Q, = MW
miger Gitter- | thoriated L, o 03 =—A I = 12A
durchfohrung | fungsten ' " co. 5 475 A ey = R30A
for MW/KW. | cothods, [ I ca. 1,15 1 A ; SR,
Satiderund diractly heated Lr...sp ca. 595 970V max
Industrie- o N,;t ca. 575 800 W
generataren Kapuzn‘taiun N:'l = 35 40 kW
Capacitances | @ ~ P 12 kW
Water-coolad | Sy = 07 PF n — e
40 kW trans- | Sglk T 91 pF ‘ HF-Oszilletor fir Indusiriegeneratoren
mitting triode | oy, = 44 F mit U, vom 3-Fhasen-Graetzgleichrichter, ohne Filter
with concentric | RF osciliatar for industrial generators
grid-ring for | — —t with U from 8'phase Groetz ractifier, without filter
MFE/HE | Zubehor: | f = 30 MHz R‘; = 50
fransmitters | | Kahltopf Lg.-Nr 30414 | U, = 1k R = 1250 0
and industrial | Gitterring 45 = 49 A K =7:105
., | enerators ‘ ‘ Lg-Nr30415 (U, o = 970V N, = = QDWW
g Accessories: Le i
- | . Cooling jadket
< Gewichi stock no. 30414 |
@ | Weight Grid clip |
= | ca. 7 kg stock no. 30415 |
|
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Tyie Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
E General data Typical operation Maximum ratings
<
:Gl: Rs 523;3 Uy = 65V la ca. 17 A HF-Oszillator fir Industrie- f ) 30 MHz
= Iy ca.180A Sy = ug-——m v generaloren u, = 135kV
z Wu::se:- thoriere 5] co. 3% mit U, vom 3-Phasen-Graetz- UR = 1600 V
gekbhlte Wolfram- n tad. 38 gleichrichier, ohne Filter U, sp = 2100V
40‘ kW-SIinB- Kathode, S ca. 2B mA/V | RF oscillator for industrial Q‘,‘w L 25 kW
|r:r.>d.e mﬁ_ direkt geheizt bei |, = 2A generators GP.‘ = 700w
sd'ﬂejben'fnr— NS with U, from 3 phase Graetz I = 12A
:ig;rffixher— Hehan rectifier, without filter lsn = 0 A
yrchilhrun ¢ =
for induslrieg- cathode, {J -S' ::g TVHz R?} iQ 020?0?) :":"l
s el =
generatoran directly heated 1:‘ cor A9 A ! E bl
Water-cooled | Kapozitdten Ug sp co- 110DV s 3
40 kW trons- Copocitances ;S ca. 0,95 A
B [s
mitting triode | Cafk €@ 0.8 pF Rg :2 Iﬁg ;3
with concentric | “g/k O il pE ](n cc. 1:81 -
idring for | Sg/a &9 %P g
v o
giferators Kihltopf Lg.-Mr 30414
Gitterring
Lg.-Nr. 30415
Accessories:
— | Cooling jacket
Gewicht stock no. 30414
Weight Grid clip
ca. 7 kg stock no. 30415

Rs 526 Ul’ = 1y Jo = 50 A HF-Verstarker, Telegraphie A1l [ < 10 30 MHz
I, ca. 155 A Uy = Ug = 500 V RF amplifier, telegraphy Ua = 14 12 kV

Waosser- 'm D ca. 1,1 % B-Betrieb C-Betrieb Un.sp = 44 40 kV
gekihlte Walhmi S ca. 60 mAV closs B class C U, =750 =750 V
120 ¥W-Sende- Kathode f < 30 30 30 10MHz Uga...sp
triode mit . - U = 10 12 12 14kV =1250 1250 V

. 5 direkt geheizt a =
scheibenfor- . Ug ca. ~90 115 -300 -350 V Q, = 5 X kW
miger Gitter- | thoriated b = 31 A= =i Q, =15 15kW
durchiihrung fungsten | ca. 11 12 11 N3A e =15 15A
for Nach- cothode, Uy _gp€o-600 690 820 910V |l = %0 A

richtentechnik | directly heated
und Industrie-

Lo

3 ca. 22 24 24 24 A

L 214 2 224w [fmex = 0 MHz

mix

Kapazitdten

generatoren , Na-... = 75 100 100 120 kW | v fost- fixed ~
Caopacitances Qa ca. 35 44 32 38 KW
Water-cooled | gk €a-130 pF
120 kW trons- | Sak €@ 1 pF Anodenmodulation (Tragerwerte)
mitting triods | Sg/a ©9- 76 PF Plate modulation {carrier values)
with concentric m=100%
grid-ring I <. 20 10 MHz
for communi- u, = 10 1 kY
cation Ug-‘l = -|50 -150 V
transmitters Ry = 250 250 Q
E and industrial 1 Etine 4 [5 & A
I | generators Us~sp co. 1200 1200 V
i I ca. 23 23 A
o N, ca 28 28 kW
e Np, = 50 5 kW
~5
Q, ca. 10 11 kW
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Type

Allgemeine Daten
General data

Betriebswerte
Typical operation

Grenzwerle
Maximum ratings

RS 526

|Fortsetzung)
{continuation)

Gewicht
Weight
ca. 12kg

Zubehdr:

Kihltopf Lg.-Nr. 30359

Gifterring

Lg:-Nr. 30373

Accessories:
Cooling jocket

stock no. 30 359

Grid clip

stock no. 30373

HF-Osxillator fir Industriegeneratoren

mit U, vom 3-Phasen-Graetzgleichrichter, ohne Filter
RF oscillator for industrial generaters
with U, frem 3 phase Graetz rectifier, without filter

f < .30 30 MHz
u, = %5 11,4 kV
b ¢a. 8 87 A
Us op = 640 780 V
Ig_ ca. 1,1 12 A
Ry = 220 25 a
Ry co. 850 BED a
K = 1:15

Na = 55 75 kW

RS 533

Wasser-
gekihlte

10 kW-Sende-
triode mit
scheibenfar-
miger Gittar-
durchfhrung
For MW /KW-
Sender und
Industrie-
genaratoran

Water-cooled
10 kW trons-
mitting triode
with concentric
grid-ring for
MEFJHF
transmitters
ond industrial
generators

Up = 8V

I co.80A
thorierte
Wolfram-
Kathoda,
direkt gehaizt
thorioted
tungsten
cathade,
directly heated

Kapazitaten
Caopacitances

el = S5pF
Sk = V2pF
e Z pF

Ie ca: 10 A

U:‘=UK=SODV
D = 3
5 =

HF-Verstarker, Telegraphie Al
RF amplifier, telegraphy

f <30 MHz
B-Betrieb C-Betrieb
closs B class C
Uu = & 10 6 10 kV
Ug ca.-175 -325 -400 750 V
Ly = 02 02 — —A
Ly ca. 17 146 16 15A
| ca. 0,25 0,15 032 DA A
s SO 320 440 610 970V
N, co. B0 66 195 390W
Ny = 65 117 12kw
Q, co. 37 5 256 3kW

Anodenmodulation [Tragerwerte]
Plate modulation (carrier values)

f < 30 MHz, m=100%
u, = 65 kV
Ug1l = 20V
RR = 5009
by ca. L1A
. ca. 600V
l;n..sp ca. 0,35 A
Ny ca. 210 W
Ny = 6 kW
Q, ca. 1,15 kW

f < 30 MHz
u, = 10 kV
Ua:-‘.p - 23 kv
Ug 700 V
Ugosp = NOOV
Q, = 7 kW
Qg = 00w
I = 4 A
Ikau = 12 A
e = 30" MHz
1) test - fixed
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Type

Allgemeine Daten
Ganeral data

Betriebswerte
Typical operation

Grenzwerle
Maximum ratings

RS 533

|Fortsetzung)
[continuation)

Gewicht
Weight
ca. 1.7 kg

Zubehor:
Kihltopf Lg.-Nr. 30371
Heizanschiuf

Lg.-Nr. 30302
Gitterring

Lg.-Nr. 30375

Accessories:
Coocling jocket

stock no. 30371
Heater clip

stock no. 30302
Grid clip

stock no. 30375

f < 30 MHz

U, = 6 10 kv
ly, ca. 1465 145 A
le ca. 0,3 04 A
Ry = 1100 1900 @
Ry  co.2i50 300 @
K = 119 1:95
Ny, = 7 kW

HF-Oszillator fir Industriegeneratoren

mit U, vom 3-Phasen-Groetzgleichrichter, ohne Filter
RF oscillator for industrial generators

with U, from 3 phase Graetz rectifier, without filter

£ NIWHOY

RS 565

Wasser-
gekihlte

150 kW-Triode
fidr MW/KW-
Sender und
Industrie-
generatoren

Waier-cooled
150 kW triode
tar MF/HF
fransmitters
ond industrial
generators

Up= 18V 5 ca. 110 mAV
Iy co. 165 A D ca. 3
thoriarte
Wolfram-
Kathode, 2
direkt geheizt
thoriated
tungsten
cathode,
directly heated
Kopazitalen
Copacitances
Sk = 170 pF
5% g 4 pF
Sgla = 68 pF
Zubehar:
Kihltopi Lg.-MNr. 30435
Heizanschluf
Lg.-MNr. 30480
Accessories:
Cooling jockat
Gewicht stock no. 30435
Weight Heater clip
co. 17 kg stock no. 30 480

HF-Yerstarker

RF amplifier

B-Betrieb C-Betrieb

class B class C
f = 10 10 MHz
Uy = 15 14 kV
U, = =285 450 V
Upsp = &5 1180V
7 = 1 — A
A e 137 76 A
Ig ca, 22 38 A
Nfs{I!F ca, . 1.3 4 kW
Ny~ co. 150 20 kW
Rn = 700 442 a

Anodenmodulation (Tragerwerte)
Plate modulation [carrier values)

] S 30 MHz

Uu. = 11 kV

Ug‘l = 200 V

Ursp = 960V

In a 114 A

I ca. 47 A
stHF €0- 43 kW

Nﬂ-m co. 100 kW

Ra = 600 R

f =10 30 MHz
u, =153 123 kV
Ug = =lo00 V
‘k — 30 A
lksp = 100 A
Q, &8 kW
Qg = 2 kW
f = 30 MHz
1) fest - fixed

Y fir Anoden-
modulation 11,5 kV
for plate
modulation 11.5 kV
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Type

Allgemeine Daten
General data

Betriebswerte
| Typical eperation

| Grenzwerte

Maximum ratings

RS 567

Wasser-
gekihlte

300 kW-Triode
far MW/KW-
Sender und
Industrie-
generatoren

Woter-cooled
300 kW tricde
for MF/HF
transmitters
and industrial
generators

Uf = 18V ‘ S ca. 130 mA/V | HF-Verstorker
_I.f. co. 280 A D ca: 1.8, RE amplifiar
<r— ‘ B-Betrisb C-Batrieb
Walfram- [ | closs B class C
Kathode, | [ = 10 16 MHz
direkt gsheizt AR S R
thoriated | IUE- =g i
tungsten | it RS LB A
cathode, | ‘liji_f—n.ﬁﬂ b, igg 10;0 4
direct] | il bt 4, 4
yheaad Nimp €. 27 55 kW
Kapazitéten [ | Nn_" oB:. 2N 30 kW
Capacitances [ | By = ¥4 24
E;:’t = 2?‘1'2 s: | f :moder.l.mndul.ulion [Trfigerwerrej
i L or I - ‘ late modulation [carrier values)
g/a Zubehdr: f s 30 MHz
| Kahitopf Lg.-Nr. 30483 | Uy = _Hooky
Heizanschiud Ug" = -l v
Lg.-Nr. 30480 | 1y ca. 19 A
) UE«,BD ca. 1000 V¥
Accessories: Iy co. 74 A
—————— | Cooling jacket | NntHF ca, 7,1 kW
Gewicht stock no, 30483 | N, ca. 185 kW
Weight Heater clip | By T = 365 0
stock no. 30 480 [

[f <1 20 MHz

U, =157 12234y
U, = -1200 v

[k = 4 A

! = 15 A
ksp

Q. = 120 kW
a

| Q, = 4 kW
f = 30 MHz

i 1) fest - fixed
2) fdr Anoden-
modulation 11kV
for plate
modulation 11 kY

26 NI¥HON

RS 607

Strohlungs-
gekihlte
2,5kW-5ende-
Irinde for
Industrie-
generaloren
und Nad-
richtentechnik

Radiation-
cooled

2.5 kW trans-
mitting tricde
for industrial
generators
and communi-
cation
transmitters

U{ =165V Ie co: & A | HF-Verstarker, B-Belrieb | U“ (f < 30 MHz]
Iy ca. 15 A U= UK =750V | RF amplifier, class B | = 10:kV
: D = 21% |f<30MHz | U, (f <30 MHz)
tharierte i
Wolt n ca. 50 U, = 5 10 kV = 25 kV
: ‘:h '3"" s co. SmAV UM ca. 80 -200 V Q, = 1,25 kW
i Uj o co. 550 430 V Q = 300 W
direkt gehaizt LS =
b co. 750 F0 mA 1 = M
thoriated by = 70 70 mA max 3 &
tungsten | co.. 180 60 mA 2
cathode, hlf\' B NG 25 W Reduzierte f\nodan-
directly heated N Sally n 2.5 KW spannung for 5
| ‘Jlm — A-i.s "9 Lo f>30MHz auvf Anfrage
Kapazitaten i & 3 Reduced plate valtage
Capacitances 1 Wann U, > 5kV, dam |, for i >30 Mc/s
S =145 pF 1 . ginstellen + on request
Syt = V5PF | Zubehsr: [ When U, > 5kV, adjust for I, = 1 ISl
era = 19PF | Rahrenhalterung |
Lg.-Nr. 304377 | HF-Oszillator fir Indusiriegeneraloren
AnschluPklemmen for | mit Uy vom 3-Phasen-Gleidhrichter, ohne Filter
Anode, Gitter, RF oscillator for industrial guﬂert::mrs
Helzung with U, from 3 phase rectifier, without filter
Lg.-Nr. 30302 | f = 30 MHz R_L; = 2300 0
u, = 5 kY Ry = 3 ko
Accessories: T = 800 mA K = 1:48
Tube-support | = 175 mA N, = 3 kW
- stock ne. 30377 | f = 830V Y
Gewicht Connection clips for 500
Weight anode, grid, haater
ca. ¥20g stock no, 30302
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© Type ‘ Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerle

5 General data Typical operation Maximum ratings

=

2| RS 614 U =63V |D  ca 4% |HF-Verstarker, Telegraphie A1 | U, (f < 100 Mtz)

= Shlings: lg <a. 58A |n cea. 25 RF amplifier, telegraphy = 3 kv

= kihl thorierte S ca. 32 mAlV | F<75MHz U, 1F<200 MHz)
g:u:v.;inda‘ Wolfram- B-Betrieb C-Betrieb - 2 kV
rriode for Kathode, closs B closs C Ugsp (F <100 MHz)
Industrie- direkt geheizt ‘dn = 1_‘?";; fi&? ¥ = 10k
generatorsn, | thoriated ¥ = % il ga = 3352 g
elektromedizi- | tungsten e - 85 200 mA | & - 0 mA
nische Gerate, | cathode, l“ oL o Fiigim Ik o Y :
MNadridiien- directly heu!edl X e e ' fksp - m 4
technik und T Nl!»-..srl = R 36 W max Z
UKW-Sender Kapazitdten | am T

Capacitances Ny = 10 16 W

e b Lot HF-Ossillato fir Industriegeneratoren
350 W trans- .:“!k cu. ' 5pF ‘ ot U“,mm 1'Phc_sa"'DOPPE‘WBQQ|de1rid'ﬁer. ohne Filter
itting friode Bla 0 | : Rf oscillotar for industriol generators
for industrial | Zobekisi: | weith Uy fr?rn ! 9}3‘-’5‘9 full- mit Selbstgleichrichtung
generators, Fossung Lg.-Nr.30226 :vme rec;ﬂer,:;n::::i filter ;-mh self-rectification
electromedical Anodenanschluf i - v z : f 41 MHz
agquipments, Lg.-MNr. 30337 I i B A Treff ; 2% VA
ccn_'lmuni- Accessorias: |: =  34mA !" % :A
cation Gewichl Socket stock no. 3022 | R = 375k0 g 2 S
| Weight Anode clip Ny_ = 20w N, 200 W
Ly W:": ca. 125 g stock no. 30339 i -
transmitters

RS 630 U = 5V la ca. 3JA HF-Verstarker, Telegraphie Al | U, IF < 30 MHz)
lpca.145A Uy =U, =30V C-Betrieb = 4000 V
Strahlungs- Fatiatta ca. 4% RF amplifier telegraphy Q‘ = 30w
gekihite Wolfram- M ca. 25 class C Gg = 45 W
750 W-Sende- Kathods 5 ca. 546 mAfV | f< 100 MHz I = 500 mA
triode fir dirait éheizt U, 2500 3000 V Iksp =  25A
UKW-Sender # Ug = 20 -250 V Re = 100 ke
und elektro. | thoriated 1% = 400 33 mA £ — 150 MHz
medizinische | fungsten I = & 6 mA lids
Geréte cathode, LF ol = 280 430 V Reduzierte Anoden-
directly heated N‘:;“ = B35 7 W spannung for
Rodiation- = " N, = 750 B840 W f>30 MHz auf Anfrage
c;?:!d szouf:liit:::;s Q;" = 250 250 W | ?Ed{l.lt&;o le‘latfa voltage
7 trans- or f> cls
mitting tricde | Sg/k c“'nal-g DE on requast
Cye ca07 p -
::n\::fﬂars c“':,k co. 6,4 pF HF-Oszillator fir Industriegeneratoren
Lol mit U, vom 1-Phasen-Doppelweggleichrichter, ohne Filter
and elactro- a £ .
el RF oscillator for industrial generatars
= 5 with U, from 1 phase full- mit Selbstgleichrichtung
sl Zubehdr: wave rectifier, without filter with self-ractification
Fassung Lg.-Nr. 30226 {J i 27;; t‘le L : 3£:] ::le
Ancdenanschluf’ “ Treff
B ! = 325 mA 1 = 180 mA
g LU= IMRRE) = &5 mA i = 2mA
£
= Accessories: Rs = 3500 2 R = 4500 Q
z Gewicht Sodket stock n0.30226 [ N, = W N = 42w
E Waeight Anode clip
ca. 170 g stock no. 30332
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o Tipo Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
8 Ganeral data Typical operation | Maximum ratings
k]
CIJ Rs 63] iU[ = 10V L ca. J5A HF-Yerstarker, Telegraphie A1 U, (f<<100 MHz) ;
= . g ca. 1A . n=Ug=3ﬂ} v RF amplifier, telegraphy = 4 kV
Zz ek&hlreg therieds ca. 33% < 100 MHz T Ujgp 1F < 100 MHz)
1925 o Wolfram- n co. 130 B-Betrieb C-Betrieh = 12 kV
:;iode = Kethods; 5 ca. 53 mAN clossB  class C Q, = 500W
Nachrichten direkt geheizt 35 1 4?250 % v Qg 5 i
5 i - 4 v
technik und thorioted | 5 - 70 — mA fma: = 100 MHz
UKW-Sender | fungsten RO e el
cothade, |a e ) 15 i
Radiation- directly heated LF = o83 580 e J
ceoled i V |
1.25 kW trans- | Kopaozitaten e o ST IGY W |
mitfing triode | Copocitances Nat B2 o W peism et oo 8
. ca.ll, g
:::“\::.Fne Eg'.:l. z: g; Iﬁ:: HF-Oszillator fir Industriegensratoren
i rs ) cn.l. = "3 of mit U, vom 1-Phasen-Doppelwaggleichrichter, ohne Filter
cuﬁﬂiﬂmmum— /o £9- | | RFoscillator for industrial generators
s Zubehdr- with U, frf:rn | phase full- mit Selbstgleichrichtung
s Fassung Lg.-Nr. 30229 wave rectifier, without filter with self-rectification
Anodenanschlup :J < 100 MHz f < 108 MHz
Lg.-Nr. 30393 | - = oy Uprgir = 4500V
|“ = 450 mA | = 280 mA
—————1| Accessaries: | = 100 mA In =
Gewicht Sodket stock no. 30 229 f s =gy
R ek g R =. 3000 '@ Ry = 3400 0
sight Anoda clip | I\ﬁl_" = J550 W N_l = 1050 W
co. 380 g stock no. 30393 i |

RS 635 Up = 63V S co. 5 mA/NV | HF-Oszillator U, If < 30 MHz)
Iy co. 32 A D co. 4559 RF oscillator = ? kY
Strahlungs- _rh e == I = 50 MHz Uy If = 50 MHz)
gekihlte | wor|lfe;:1 : U = &000 V v B kV
IKW-Triode gt - Uppagg = 5100 V Q. = 1 kW
= g Kathode, re a e
fUr Industrie- T y I = 710 mA a = 170W
direkt geheizt s E
generotoren | g = 15 mA i — 50 MH
thoriated R — 300 2 = z
Rodiation- tungsten | Kg - 1:75
cooled cathods, N = 33 KW

CE

3 kW trinde M=
for indusirial 1) 3-Phasen-Halbwegaleichrichter
generators Kapazitaten 3 phase half-wove rectifier
Capaocitances
Colk = M pF
Catk — 0.2 pF
c 2 = 6,4 pF

directly heated

gla

i Zubehor:
Fassung Lg.-Nr. 30233
Anodenanschluf

g Lg.-Nr. 30393
L

s ——— Accessories:

< Gewicht Socket stock no. 30233
« | Weight | Anode ciip

o | ca. 650 g stock no. 30393
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Allgemeine Daten

Type Betriebswerte Grenzwerte
Genercl data Typical operation Maximum ratings

RS 671 U= 5V Iy ca. 14 A NF-Verstarker f = 3 MHz
Sirahlungs- _lr co. 14,5 A u,= UK = 200V AF amplifier Usa = SkY
gokihite tharlerte g ca. 129% Eintakt A, Class A u, = 25kY
D Watt-Fiads: | Wollram: co. SmANV | Uy = % 25 kv u 26D = 5ky
for Verstarker | Kathode, Ug s <o Ug i\
and Modolatos | direktaeheia Uggp = WS 200y Ugcap = 700¥
ren thoriated la il 22 ima S = Sy

ke R, = 10 25 ka Ql; = 5w
Rad[io;iam ceithorling Ma, = 8L W W :k = F0mA
for amplifiers | Kopazitéten u ST SRl e f = 3 MH
and Capacitances U“ MO e 3
modulators Cojk €9 6,2 pF o = a8

305 V

€, /i €0.0,35 pF Soate

¢,/ ca. 43 pF lao e ttnA

ela ’ Iaausgest. = 2X72 mA

Zubehar: Ria = 72 ka
Fossung Lg-Nr.30226| Ny = = 220 W

| Gewicht
Weight
co. V0 g

Ariodenonsdluf
Lg.-Nr. 30339

Accessories:
Socket stock no. 30226
Anode clip

stock no. 30339

RS 684

Strahlungs-
gekihlte
BOOW-Sende-
pentode fir
Nachrichten-
technik

Radiation-
cooled
BOOW
transmitting-
pentode

for communi-
cation
transmitters

Up =126V
lf cao. BA

thorierte
Weliram-
Kathode,
direkt geheizt

thorioted
tungsten
cothode,
directly heated |

Kapazititen 1)
Capacitonces
Cox = 25pF
Calk = 2 pf
Ceia < 0,1 pF
Ll 9, und gy mit
a verbunden
g, ond g,
connected
foa

Gewicht
Weight
ca. 450 g

H ca. 3JA
U,=U_.,=U
P2 oy
t)2 = 30%
S = 53 mAlV
Zubehor:

Fessung Lg.-MNr. 30211
Anschluf fir 8, und a
Lg.-Nr. 30364

Accessories:

| Sodket stock no. 30211

Clip for 9, and a
stock no. 30364

HF-Verstarker

RF amplifier

f = 55 <0 <é6MHz
Betrieb c B c
class C B (o

u, = 1500 2500 3000V
Uy = &0 400 &0V
Ugl co. 200 -140 -250 ¥
Uy ey co- 250 190 350V
I co, 530 455 500 mA
lsq = — 1830° —mA
lea ca. 125 135 100 mA
I ca. 10 7 7 mA
N, ca. 10 14 25W
Ny co. 450 BOD 1100 W
Ry = 15 34 33ka

U, If < 6 MHz)

3 kV

U, (F <20 MHz)

= - 25 kY
U, (F < 55 MHz)

=  1,5kY
Uygp (F < 6 MHz)

= B kY
Q, = 45W
Ug—z = 400V
Qp = 10W
Q, = WWwW
tpax = 55 MHz
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E | General data Typical operation Moximum rotings

)

g RS 685 =SVl ca. L&A HF-Verstarker, Telearophie Al U, 1f < 120 MHz)

% S lf ca. 65 A U = U=|_t2 =25Légb RF amplifier, telegrophy = 3 kY
gekihlte tharferte B i f<10MHz _ U, (f =200 MHz}
300 W-Sende- Woaolfram- 2 co. 4» B-Betrieh C-Betrieb — 2°kV
Ve Kathade, ;g'z_fg‘ : 3, o closs B closs C UM]‘ IF << 120 MHz)
Kiorch 3 direkt geheizt a. 25 mAfY Ea ¥ 2;,053 3000 V = 10kv
technik und thorioted Uﬂ ; 5 _g t [ Yea = 4oV,
UKW-Sender tungsten | €1 n- 5 g | Qn = J25W

cathode, JiRe ca. 181 16 EA | gz! : 20 W
Radiation- directly heated |L: e ay § A | &, 5w
;;;E;d Kapazitaten - ET co. 85 65 mA | 'mx = 200 MHz
fransmitting Capacitances Zubehbe: K1~ 5 co. 120 80 v |
e ¢ cau 11 pF | Fossung Lg-Nr.30226 | N, — = 27§ 375 W
oo ¢, €a.34pF Anodenanschlul Ny ca. 1 2 W
catian Ceyra €001 pF Lg.-Nr. 30337 | Q, ca. 103 125 W
transmitters — | Accessories:
and VHF Gewicht Socket stock no. 30 224
transmitters Weight Anode clip

ca. 100 g stock no. 30 339
RS 6386 Ug = 5V la . JA HF-Verstarker Telegraphie Al f < 75 120 MHz
Strahlungs- ﬂ-ﬁ_ Ug= Uga =Yy RF amplifier, telegrophy U, = 4 4kv
gekihlte = 300V B-Betrieb C-Betrieb ng =128 B8 kV

D2 ca. 19,6 % class B class C UH2 = &0 &0V

750 W-Sende- thorierte Mgoigy CO- 51 f < 110 10 75 75 MHz Ug'i -500
tetrode fir Woltram- S ca. 44 mANV | U, = 2. .8 83 4kvV Q, =400 400
MNachrichten- Kathode, Um = 300 300 500 500V £1u8D
technik und direkt geheizt Uy ca. -49 -55 -790 220 V = 500 350 V
UKW-Sender | thoriated gy = 50 8 — —mnA |Q, = 35 IBW

. tungsten Iy co. 37 75 360 W mA | Q, = 0 0w
Rad:o;lon- cathiode; Im_ ca. 55 35 30 40imA Ik =0,48 0,48 A
;:;\: direcily heated :J;;: ca. Z 15 12 15mA |l = 2 2A
tronsmitting | Kepazitaten BI~%a6t w0 310 w5y | fmax = 1D MHz
tetrode Capacitances Ny oo 44 21 37 48W
for communi- c, ca.l27 pf N;hu = 488 420 BO0 1100 W
r.mlnn_ €, €O 5pF Qa ca. 207 205 250 300W |
tronsmitters | ¢ ca.0,16 pF o= =
and VHF ELd Anoden/Schirmgitter-Modulation, Tragerwerta !}

transmitiers Plate/screen-grid modulation, carrier volues

f o 75 MHza ——
u, = 3 25 kY 1) Schirmgitterwechsel-
Up = S0 50V spannung
— U = 20 -0 V (niederfrequente
Zobehsrs | I, ca. 775 975 mA Sp!lzenspc:nnungl
Fassung Lg.-Nr. 30226 | ez ca. 40 42 mA bt m = J00 %,
Ancdenanschiub I 1 ca. 12 14 mA Uy, 0. 350V
3 Lg.-Nr.30339 | Uy _sp co. 305 38 V Screen-grid
x [ Ny co. 3.6 41 W AC voltoge
2 | Aktesaliess Np, = 60 510 W (AF peak voltage)
z _Gew?dtl | Socket 5t‘od: no. 30226 Q, ca. 195 180 W at-m=100%,
g Weight Anode clip ng~ ca. 350V

ca, 185g stock no. 30339




Type Allgemeine Daten Belriebswerte Grenzwerte
g Generol data Typical operation Moximum ratings
bl
g RS 687 U= 10V I ca. 35A HF-Verstarker, Telegraphie Al f =< 75110 MHZ
= ) _l—r ca, 10,5 A Uy=Ug= Ug\; RF amplifier, telegraphy U, = 5 45k
z lr:_hh:mgs- :h_—criena = G500 B-Betrieb C-Betrieh B 16 — kV
;];;muwtg m Wolfram- I.')2 ca. 11,5 % closs B closs C l_,l_;c72 =700 400V
: 8 . f?n & | Kathode: s I f < 0 & &0 60 MHz Uy, =50 450V
Ne'r; -achur direkt gelieizt ] . CORAVI s - Ten AumS M KV | U sp
achridhten- u = 600 600 600 €00 Y =
r : w2 600 53V
technik ':t:;fs:d :1_1 co.$25-625-20 20V | @, =500 S0W
t = 5 —_— - =
Rodiation- cathode, Ian ca 2;;3 2‘3 450 440 mi GF'Q Entie oW
cooled directly heoted |:‘l : 40 i Sar= 1 Y
iy {E2 cg. 48 9% BOmA | I =07 0&A
transmitting Iéapuzitaiﬂn LFI P S R PO lIkBp: 2 S
tetroda apacitances g1~8p -
for communi- | %@ ©9. 24 pF .l 19 3 anl e
f & ca. 78 pF N& ca. 17 17 137 123 W
cotion X ! M = B840 1110 1410 1760 W
transmitters Cir1/4©9-0.25 pF P .
Q, co. 300 340 30 440 W
Zubehbr: e 5 B
Fassung Lg.-INr. 30229 Anoden/Schirmgitter-Modulation, Tragerwerte
Arnodeanishius Platefscreen-grid modulation, carrier values
Lg.-Nr.30393 | ! Sya
| U, = 4 kY !,] ca. 20 mA
: Accessories: LIE2 = &0V Lr] sp €0 415 v
Gewidcht Sodket stock no. 30229 UEI = 240V Nitm- ca. 83 W
Weight Anode clip I ca, 380 mA Ny = 120 W
stock no. 30393 lsz ca. 80 mA Q, co. 320 W

|
Rs 722 Up = 5v by - 22 A HE-Verstarker, Telegraphie Al f < 30 100 MHz
Iy ca. 150 A Us= Ug= 300V RF amplifier, telegrophy l._J11 = 12 6kV
Luftgekihlte m— D ca.. 16 % f-< 30 MHz ; 1 U = 32 —kv
35 kW-Sende- |\ s ca. 55 mAlY B-Betrieb C-Betrieb | U, =-600 -300 v
triode.mit, Kathod class B class:C Up e
scheibenfar- | oo : U, = 6 12 6 12k L 750 400V
triger.Gitfer- | C o 9ohelzt Up ca. 8518517575V [Q, = 15 15kW
durchfohrung | thoriated lyy = 0303 — —A |Qg =350 30W
for UKW-und | fungsten I, <o, 49395 46 HA |l =65 65A
Fernsehsender | o'hode, | ca. 1,1 06 L1 07 A |l = 30 25A
_ directly heoted ROy 330 375 450 &0V
Forced = | Ny = ca. 360 225 500 430 W |f <200 220 MHz
cir-cooled | Kopozitaten ING = w3 2 HkW|u, = 5 4kv
a5 kW trans- Capacitances | G-l-- ca. 95 13 75 B KW Uﬂ — 250 200 V
mitting triode | Sefk <0~ 70 PF ¥ o e uE
with concentric | Cafic o 1-pF Modenmocllut?hon :Trggerwnﬂel B~SD 00 250V
grid-rigg Cgjq CO- 35 pF Plate madulation lcarrier values) Q, = 15 15kW
for VHF and f< 30 MHz Q. =135 3BW
TV transmitiers Zubehdr: Ua.1 % 8 8 kv [kE = &5 &5 A
Heizanschlub D TR NY TS li. = 25 95K
Lg.-Nr. 30367 R_E = 200 200 g ksp
Gitterring ::; ::‘ 2'? 2'? ‘: fnax = 20 Mhz
= Lg.-Nr. 30372 d; i Ciho 0 v 1 fast - ixed
g Accessaries: N'::'s” co. 610 620 W
o ———— Heater clip Npe. . = 12 18 kW
z Gewicht stock n0. 30367 | @ nARE 28 kW
g Weight Grid clip
ca. 8kg stock no. 30372

: 00 T e T
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Tob Allgemeine Daten | Betriebswerte Grenzwerte
| General data | Typical operation Moximum ratings

RS 723 ! Uy = 65V 15 ca. 17 A HF-Verstarker, Telegraphie Al f < 30 MHz

If co. 180 A Uy Ug= 400V RF amplifier, tefegraphy U, = 1 kv
Luftgekihlte | !hc;“r' D ca. 159 B-Betrieb C-Betrieb UMp = 4D kY
40kW-Sende- | s ca. 30 mANV closs B closs € Uy = -800 V
T::d;: r:u[r . Kathade, :_] i ?0 30 MHz Ugmsp = 1200 V
:1_ Eg eG_:r | direkt geheizt Ufl ey 0 kY Qﬂ 20 kW
niger Gitter- A 2 ca. -165 =500 V Qg = 0w
durchichrung horiate | ca. 03 — A | = 12A
for MW/KW- | Tungsten BC ds B 4% A I = WA

@ Q- ; ksp
Sender und c?rhode, I co. 1,15 1 A
Industrie- directly heated Up gp 0. 595 970 V ho . e
generotoren Kopazitaten Nﬂ' cE 5;: a:n W
Forced Capacitances Q“-\- c:; 14 ‘g :x
air-cooled Cee = 71 pf A :
40 kW trans- Cafk s D£ pi HF-Oszillator fir Industriegeneratoren
mitting triode | gla = P mit U, vom 3-Phasen-Groetzgleidhrichter, ohne Filter
with concentric RF oscillotar for industrial generators
grid-ring s B with U, from 3 phase Graetz rectifier, without filter
for MF/HF Zubehisr f = 30 MHz
t itt ; = =
and Induarial Gittorrtog T § SN e
lg-Nr.30415 | 0 = & s |2 08

generators le - 1A K =1:105

Gewicht Accessories: UH»\.RP = oYy N_.~ = 40 kW

Weight Grid clip i

ca. kg stock no. 30415

28 NIYHOY

RS726 |Ur= NV |1, = wA
If ca. 155 A Ua=U”=5mV
Luftgekihlte rl:m_ri_e-:r.:e D ca. 1%
80 kW-5Sende- S ca. 6D mAlV
radimit Woltram-
JioRTem Kathode,
scheibenfor- i it
thiger Gifer | direkt geheizt
¥ - |
durchfohrung | theriated .
for Nadch- fungsten ]
richtantechnik | cathode, [
directly heated |
Forced WL '
gir-cooled | Kapazitaten |
80 kW trans- | Copacitances
mitting triode | Cglk ca.130 pf
with concentric | Calk €9 1 pF |
grid-ring Cyig O 78 pF
for communi-
cation
transmitters
Zubehbr:
| Gitterring
Lg.-Nr. 30373
Gewicht Accessories:
Weight Grid-clip
ca. 40 kg stock no. 30373

HF-Verstarker, Telagraphie Al
RF amplifier, telegraphy

f<< 30 MHz

B-Betrieb C-Betrieb

closs B class C
u, = 10 12 kV
U, co.  -90 =300 V
lan = 1 — A
i3 co. 1 n A
Ug ap = 400 B V¥
I3 co. .22 24 A
Ny o132 2 kW
No = 75 100 kW
Q, ca. 35 32

Anodenmodulation (Trégerwerte)
Plate modulotion [carrier values)

f < 30 10 MHz
Uu = 10 1N kv
Ug‘.'l = =15 =150 V
Rs = 750 250 @
1y ca. & & A
u ca. 1200 1200 V
B8P

1 o 23 23 A
Ny co. 28 28 kW
Npe = S0 55 kw
Q@ ca. 10 11 kW

kW |

f < 10 30 MHz
U, = K 12kY
Upgp = 4 40 kV
Ug =-750 750 V
Ul—!mh‘i
1250 1250 V
Q, = 35 35iW
| Q“. =15 15kW
= = 15 15A
lks;a 50 S5A
fcan, - 30 MHz
‘_]Iési—- fixed
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Tipe Allgemeine Daten Betriebswerle Grenzwerte
General data Typical operation Maximum rotings
RS 732 | U= 10V la ca. YA HF-Verstarker, C-Betricb U, If < 30 MHz)
lp ca. 44 A u,= Ug=350 v Gitterbasis-Schaltung = & kY
Luftgekihite m D = 32% RF nmpiiﬁea-,.doss G l.ia {f < 100 MHz}
friic::-jz?rde- s lFriints S = 20 mA/V | grounded grid = 5 kV
flosar Kathode, {J < 100 MHz U, (F < 200 MHz)

4 direkt geheizt a =) 4 Y - pils)
miger Gitter- u = 200 V (] = 25kW
durchfihrung thoriated Ug = 500 V Llu = 450y
fir UKW- und | fungsten o = 32 A US _1F< 100 MHz!
Fernsehsender | cathods, I = 20 mA S sy
Ui directly heated "73: = &0 W Uy, _sp [F < 200 MHz)
Giccopled Kapozitaten ::a».\. i 35 kW = Aoy
W eans: Caoputcitances e L ! ?E = ]102 \:
mitting triode | Cg/k 53'02: F‘IF: HF-Verstirker, C-Betrieb |‘|: = s A

i teic € 0 i p
:;;Sj::;cen.nc c:.;l: z:‘ & EF Fubehar: ;EF amplifier, cI;;s fﬁH 1_; = 300 mA
for VHE and Heizanschlul u : & KV = B = 300 MHz
TV transmitters Gittersi SR 0 l: = 125 A

itterring 1 SOl

Lg.-Nr, 30574 Ug say v

Uposp = 460V
Accessories: | = 120 ‘mA

Heater clip ﬁ“ = 55 W
Gewicht stock no. 30302 | N, = 6 kW
Waight Grid <lip Q™ = 15 kW
ca.2.5kg stock no. 30374 | Ry = 28 ka

RS 733 Ug = 5V g ca. 10A HF-Verstarker, Telegraphie Al f < 30 MHz

Iy ca. B0A u,= Ug =300V RF amplifier, telegraphy U, = 10 kY
Luftgekihite = D = 3 9% f < 30 MHz Unsp = 28 kY
10kW-Sende- | Tnorierte 5 = 33 mAY B-Betrieb C-Betrieb | Uy = =900V
triode mit Wigsindin: classB  classC | Ug o = 1100V
schoibentar- | Kathede, U, = 6 10 & 10KV Q@ = 7KW
miger Gitter- SjPacligobing Ug ca.=175 =325 ~400 750 V. | Q, = 200W
durchiihrung | thoricted lggr = 102 02:1== =R |lg = 4A
fiir Noach- fungsten e, co 17 16 6 15A o = 12A
ridhtentechnix | cofhode, Ug sp o- 320 440 610 970V | = %M
und Industrie- | directly heated :\f ca. 025 0,15 0,32 DA A max
generaloren Kapaszititen N;it c__c-n ::g ?15 19? 3.9;3 :":V 1) fest - fixed
Ferced Copaiinces Q™ ca. 37 5 26 3KW
air-cooled ek = 55PF | Zubehor: 3 J R
10 kW frans- S = 12PF | Heizanschiu Mod"“mnd"’]?""“ tTrf:gerwertB]
mitting triode Cofy = 27 pF Lg.-Nr.30302 Plate modulation [carrier values)
with concentric Gitterring f S Amiiz Upsp Co: 600V
grid-ring Lg.-Nr.30975 | Y = 68 kY :5 co. 035 A
for communi- Lufiiihrung Ugtl = 250 V¥ st co: 210W
cation Lg.-Nr. 30394 R = 5009 Npp = 8 kW
tronsmitiers A ; Iy ca. 11 A Q, ca. 1,16 kW

: ccessories:
and industrial Heater clip HF-Oszillator fir Industriegeneratoren
generaiors stock no. 30302 | mit Uy vom 3-Phasen-Graetzglsichrichter, ohne Filter
Grid clip RF oscillator for industrial generators

Gewidht stock no. 30375 | with U, from 3 phase Graoetz rectifier, without filter

Weight Air leoding [ < 30 MiHz

ca.52kg stock no. 20394 y Y; IR 10 kY

“ “ " 35 ca. 1,68 145 A




NIYHOY  OKE

ivE MIAHON

.

Type

' Allgemeine Daten
Generaol data

Betriebswerle
Typical eperation

Grenzwerle
Maximum ratings

RS 733

|Fortseizungl
[continuation]

lg ca. 034 0.4 A
Ry = 1100 1900 @
Ry ca. 2150 3900 @
K = 129  J:9.5

Ne:e = 7 kW

RS 770

Luftgekihlite
Triode for
Moduletoran
van 10...20 k-
Sendern

Forced
air-cooled
tricde for
modulators
of 10...20 kw-
transmitters

[Up= 5V |1,  ca 12A
| If co. 80A U,=U,=300V
| Iﬁi_eri_a D 3. 6%
Wollram- | S ca. 225 mAN
| Kathode, |
direkt gehelzt | Zubehdr:
thoriated Girterring
tungsten Lg.-Nr. 30375
cathode, HeizanschluB
directly heated Lg.-Nr. 30302
— LuftiGhrung
Kopazitaten Lg.-Nr. 30294
Capacitances
Ce/k €T 55 pF Ac.:ese?r:es,
¢, €o. 2pF Grid clip
Cgfa C€O- 7 pF stack no. 30375 |
— - | Heaterclip
Gewicht stock no. 30,302
i Air leading
stock no. 303794

NF-Modulater-B-Betrieb
2 Réhren in Gegentakl
AF modulator, class B

2 tubes push-pull

U, = 6k
Ug = =30V
g = 202 A
Iy ausgest, €9 222 A
| ansgest, €9-2x0,12 A
g ca. 2«500 VY
aa ca, 2540 0
75 - 16 KW

U, = 10 kV
Uasp = 0 kY
Ug = 500V
Ug-‘.ap 1000 V
Qu 7 kW
Qg = 100 W
I = 4 A
[ksn = 12 A
f = 3 MHz

RS 773

Lufigekihite
Triode for
Modulatoren
van

50,100 k'W-
Sendern

Forced
air-cooled
triode for
modulotors cf
50...100 kW
transmitters

&
Iy ‘ca 180 A DU3=U_£=48:;
W T ca.
thorierte ‘ g
Al altrems 5 ca, 25 mAlV
Kathoda,
direkt gaheizt
thariated ‘
tungsten
cathode, |
diracily heoted |
Kopazitdten |
Capacitances |
| €y €o.8BpF |
ok co.2.3 pF i |
Cyety €9 44 pF !
| Zubchor:
Gitterring
| Lg.-Nr. 30415
Gewicht Accessories:
Weight Grid clip
cg. 14 kg stock no. 30415

NF-Modulater-B-Betrieb
2 Réhren in Gegentakt
AF modulator, class B

2 tubes push-pull

u, = 10 kv

UL’ = =750 V¥

s = 21 A

lyauseest, €0+ 265 A

[ et €0 2005 A
ca. 21150 V
Ta 1500 2
= 75 kW

U'l

P -

Ug _op = 1500V
Q= DKW
e 5 e
b -

lsp = 2BA
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Type

Allgemeine Daten
General data

Betriebswerte
Typicol operation

Grenzwerte
Maximum ratings

RS 782

Luftgekihlte
5kW-Sende-
tetrode mit
scheiben-
formiger
Schirmgitter-
durchfthrung
flir KW- und
UKW-Sender

Forced
air-cooled

5 kW transmit-
ting tetrode
with conceniric
screan-grid
ring for

HF and VHF
tronsmitters

lp co. 44 A

thorierte
Wolfram-
Kathode,
direkt geheizt
thoriated
tungsten
cathade,
directly heated

Kapazitaten
Capacitances
€, ¢co. 5 pF
¢, ca.lds5pF

cmmca,ﬂ,?.i pF

Gewicht
Waeight

la co. 9A
Uy =Ug,,=U
82 £1
= 35V
Dz ca. 16 9%
5 = 15 mANV
Zubehar:

Anschlubklemmen fir
Heizung und 9
Lg.-MNr. 30302

Gitter 2-Ring

Lg.-Nr. 30374

Accessories:

Conngections clips for

heater and g,

stock no. 30302

Grid 2 clip

stock no. 30374

HF-Verstarker, C-Betrieb
RF amplifier, closs C

f < 100 MHz
U, = 4 kY
u = 500 V
£2

Uy = -180 V
Ugsp = 30V
Iy = 12 A

| = 150 mA
182 = 115 mA
Ny, = @©ow .
NI = 3 kW
Ry = 18 ko

Uy (f <30 MHz2)

= 6 kV
U, 1f < 100 MHz)

= 5 kv
Q, = 25kW
U = 00V

22

QE‘Z =  200W
UEE! = =30V
Qr, = 80W
Ugosp = S0V
|a = T4A
| = 250 mA
2
|81 = 200 mA
I = 18A
Ikﬂp — 5 A
i = 100 MHz

RS 783

Lufigekihlte
5 kW-Sende-
tetrode mit
scheiben-
farmiger
Schirmgitter-
durchichrung,
for KW- und
UKW-Sander

thorierte
Wolfram-
Kathodea,
direkt geheizt

therioted
tungsten
catheds,
directly heated

Forced
air-cooled

5 kW transmit-
fing tefrode
with concantric
screen-grid
ring for

HF and VHF
transmitters

Gewidt
Weight

ca.25kg

Kapazitaten
Caopacitances

Coilk+£2
ca.

J0pF
WELE pF
L 049 o
YL e
s pF

Calke
ca.0,01 pF

I co. 10°A
U, = u
it frs) 0
= vV
D, €a.0,13'%
Dz ca. 12%
Waglay €O 8.4
S co. 20 mAjV
Zubehar:

AnschivBklemmen fir
Heizung und g,

Lg-N
Gitter 2-Ring

r. 30302

1g.-Nr. 30374

Accessories:

Connection cligs for

heater and g

stodk no. 30302

Grid 2-clip

stodk no. 30374

|
HF-Verstarker, B-Betrieb

RF amplifier, class B

f < B 30 MHz
u, = 57 87 kY
U, = &0 400V
Ugl ca. -62 co. 62V
M s &0 90V
i = 018 018 A
Iy co. 0,57 co.086 A
Vs ca 18 ca. 21 mA
Im = —ca. 40 mA
Mo, = — co. 346 W
B ca. 77 ca. 43 ko
N co. 175¢co. 8,1 kW

i

f =< 30 MHz
Un = & kY
th n
Ugy =
ggmm ] ;"5“ :w
i — ¥
o2 2 'aw
e = 18A
ikzﬂi = 5.
fpax = 30 MHz




x Tora Allgemeine Daten J Betriebswerie [ Grenzwerle
& General data Typical operation Maximum ratings
= |
g RS 822 :"If :‘ iSSI ]gu s L 2 A HF-Versllﬁrkcr. Telegraphie Al | f < 30 100 MHz
E Siaiaasiiilie Iy ca : el = 300:’ RF amplifier, telegraphy [y, = 12 &kv
35kW-Sende- | horierta Rt SR Hiap = 52 ==k
R Waolfram- I co. &2 B-Betrieb C-Betrieb | U, =-£00 -300 V
:h A: l'l'l;_ Kathode S ca. &5 mA/V class B class C u -
i - . T
;Egergit?;r- direkt geheizt ::'J:I. = 6 12 6 12kV !- =750 400V
dofilirng | taeriated Ug o BSS-USTSV |Q, = 2 kW
! o = 0303 — —A Q. =30 30W
for UKW= und | tungsten | ca. 49 395 46 4 A " 5
Fernsehsender | cOthode, & 11 ¢ ;i b T165 (EAH
lias ] lg ca. 1,1 0.6 1,1 07 A o= 30 25 A
rectly heated ksp
Vapor-cooled :F._szu ca. 33 375 450 610 V
25 kW trans- | Kopaozititen | — ¢ €0. 360 Z25 500 430 W | ¢ < 200 220 MHz
mitting triode | Copacitances | Zubehdr: Nawe = 20 35 20 0W[U, = 5 4k
with concentric | Sg/k €a. 70 pF Heizanschluf Q-" co. 9.5 1 75 Bkw U, =-250-200 V
grid-ring Ca €@ 1 pF p Lg-Nr. 30367 | Anodenmodulation [Tragerwerte) Uesp
for VHF and Gy 0. 35 pF Gitterring Plate modulation [carrier values) =300 250 V
TV transmitters = Lg-Nr.30372 | f 30 MHz Q, = 0 Ddww
Kihltopf Lg.-Nr. 30 402 U1 - é g WV Qg = 350 30W
Aicassarias: Ul = -0 -1 |I" = 65 65 A
Heaoter clip RR = 200 200 @ kap = 25 25A
stock no. 30367 | la ca. 25 26 A foax = 2200 Mz
Grid clip I ca. | 1A ==
Gewichl stock no. 30 372 di.a.sl) ca. 600 420 W | " test - fixed
Weight Cooling jacket Nt ca, 610 620 W
| co-8kg stock no.30402 | Npe = 12 18 kW
. Q, ca. 3 28 kW

RS 823 Up = &5V | ca. 17 A HF-Verstarker, Telegraphie Al i < 30 MHz
Iy ca. 180 A u,= = 400 V RF amplifier, telegraphy Uy = N kY

Siedegekihlte W D ca. 1,99 B-Betrieb C-Betrieb Usen = 40 kV
40 kW-Sende- Walhare S ca. 30 mAV class B class C u = -800V
triode mit A i) f - W W MHz  (Ug o = 120V
scheibenfor- divelt ge‘heiz: U, = 10 1 kv Q, = 35 kW
miger Gitter- . U:_Z ca. =165 =500 V QE = 500 W
durchfihrung | thoriated i eo: 03— A I = 12A
for MW/KW- tungsten ik ca, 5 475 A Iksp = 30 A
Sender und cathode, | ca. 1,15 1A 20 MH
Industrie- directly heated l.]gg__bﬂ,l co. 595 g0 v Fmax = %
generatoren Kopozitéten :lfl co. 5;: E‘:g :\l’w
Vapor-caoled Copaciinnces Q*l-\- PSR 12 KW
40 YW trans- Sy = 1pF g
mitting tricde | Sa/k = 0.7 pf HF-Oszillater fir Industriegeneratoren
with concentric | Sgfa = 44 pF mit U, vom 3-Phasen-Grostzgleichrichter, ohne Filter
grid-ring | RF oscillater for industrial gengrotors
for MF/HF — — | 'with Un. from 3 phose Groetz rectifier, without filter
transmitters Zubehbr: f = 30 MHz
and indusfrial | Gitterring Ua = 11 kY
generators Lg.-Nr.30415 | | = 4% A

- | Kohltepf Lg.-Nr. 30 472 lF-‘ = TA

g | Accessories: Ugsp = 10

= oty R = 5009

rod ——— Grid clip RL ~ 1290

Z Gewichl stock no. 30415 K-'l —1:105

g Weight | Coeling jocket N _ ‘;g bW

ca. 11 kg ! stock no. 30 472 s
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Tore Allgemeine Daten Belriebswerte Grenzwerie
General data Typical operation Maximum ratings
RS 826 Uf = TI'V¥ IB = S0A HF-Verstarker, Telegraphie Al f < 10 30 MHz
lf ca. 185 A | U =U =50V RF amplifier, telegraphy U, = 14 12kv
Siedegekiklte e D ca. LI-% B-Betrieb C-Betrieb Upep = 44 40 kV
120 kW-Sende- Woliram- | n ca. 0 class B closs C Ug =750 750V
triode mit Kothode 'S ca. & mAV | § <. 30 3 W 10MHz L
scheibenfor- : i | U, = 10 12 12 14kv ST =250 1250 V
miger Gitter- | O1"eK! geheizt U co.-90-115-300-30V |Q, = & & kW
durchfihrung | thoriated e = 1 1. — —A |Qp =15 15kW
fir MW-und | tungsien by oooean dT 020 TL113A I, =15 15A
KW-Sendsr rcj?rr::::;-auted Uy gpco-€00 690 620 910V legp — 50 S0 A
le €022 24 24 24A -
Vopor-cooled |——————— Ny co.13214 2 22kW |‘max = 30 MHz
120 kW trans- | Kapozitlen | NTY = 75 100 100 120 kW
mitting tricde | Copacitonces | e e atai 1 fest - fixed
with concentric | Sgy €130 pF & :
arid-ring for Sk €0:1.1 pF Anodenmodulation (Tragerwerta)
MFand HF €ty 9. 76 pF Plate modulaticn (carrier volues)
transmitters f < 10 MHz
U, = 10 1N kv
Ug‘] = =150 =150 ¥V
Ry = 250 250 Q
I ca. (] 6 A
Ug-..sn ca. 1200 1200 V
| o P 23 A
Ny co 28 28 kW
N, = 5 55 kW

D

i | L, oo 1001 kW

Gewicht
Weight
ca, 20kg

Zubehor:
Gitterring

Lg.-Nr. 30373
Kihltopf Lg.-Nr. 30 488

Accessories:
Grid clip

stack no. 30373
Cooling jacket

stock no. 30488

HF-Oszillator fir Industriegeneratoren

mit U, vem 3-Phasen-Graetzgleidhrichter, ohne Filter
RF oscillater for industrial generators

with U, from 3 phase Groeiz rectifier, without filter

f <2 30 30 MHz
Un = B85 114 kY
In ca. 8 87 ﬁ
u = $40 780
P rhw
Rg = 20 25 Q
Ra ca. B850 880 Q
K = 1:15 135
N, = 85 75 KW




Allgemeine Dalen Belriebswerte Grenzwerte

grid-ring

for MF/HF
transmitters
and industrial
generators

f < 30 MHz
u, = 65KV
UgH = =250V
Rg = 500 Q

l:l ca. 1,1 A
UJ;.\..an ca. 600V

L; ca. 035 A
Ny ca, 210 W
Nepe = 6 kW

Type
g General data Typical eperation Moximum ratings
|
= |
g RS 833 Up =" 5¥ I ca. 10A HF-Verstarker, Telegraphie A1l i < 30 MHz
= 1 i :_u. BD A U‘l = Ug =30V RF amplifier, telegraphy LJ=1 = 10 kV
Z | Siedegekihlte Thoriene“ = = 3 % f < 30 MHz U 28 kv
10 kW-Sende- = 3 Betri i S
) > Wolfram- [ B-Betrieb C-Betrieb Ug = 500V
II'IO(%B mit Kerthode, 5 = ¥ mANV closs B class C UL-'-..S]:I = 1100V
sa:f?clben‘fch dirokt gelisizt Uy = 6 10 6 10kY | Q = 10 kW
miger Gitter- G Ul}' co.~175 -325 ~400 =750 V Q = 200w
durchichrung | thorieted | = 02 02 — — =
5 s tungsten A0 T O - 4A
for MW/KW- g Iy ca. 17 146 16 1,5A I = 12A
Sender und | cathode, U, ., co. 320 440 elo sr0y | =
: directly heated besl b ; = 30 M
Industrie- L?,. co. 0,25 0,15 032 04 A mx &
genaratoren Kapazitéten Nit ci::. B0 65 175 30w
Vapor-cooled | Cepacitances O'-‘r\- 'y ;; l; 2? 12:kW
10 kW trans- | Cgik Ca- S5 pF xS A IR
mitting triode | Su €. 1.2 pF Anodenmodulation (Tragerwerte)
with cancentric | Sgra €9- 27 pF Plate modulation lcarrier values)

Ve NAEHOW

Gewich!
Weight
ca. 3,5ka

Zubehdr:
Gitterring
| Lg.-Nr.30375
Heizonschlub
Lg.-Nr. 30773
Kdhltopf Lg.-MNr. 30376

| Accessories:
Grid ¢lip
stock no. 30375
| Heater clip
stock no. 30773
Cooling jockst
stock no. 30375

1,15 kW

Q. ca.

1) fest - fixed

f < 30 MHz

U, = % 10 kv
I.‘ ca, 1,45 145 A
Ie ca. 034 04 A
Rg = 1100 1900 Q
R’Z. ca. 2150 3900 Q

K = 12 TES
Na_» = 7 11 kW

HF-Cszillator fir Industriegeneratoren

mit U, vom 3-Phasen-Graetzglaichrichter, ohne Filter
RF oscillater for industrial generators

with U, from 3 phose Graetz rectifier, without filter
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Type Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
General data Typicol operation Maoximum ratings
RS 865 U[ = 18V S ca. 110 mAfV | HF-Verstarker f =10 30 MHz
o 5 lg ca. 165A | D ca. 24 RF amplifier U, =15%123 kY
15;; e‘“sehghlfe Nhoriade B-Betrieb C-Betrieb | U, = -1000 V
b L“;Tflﬂde Wolfrain- classB  class C [ = I A
ug MWW= | thade, f £ 0 10 MHz | = 100 A
Sender und u = 15 2
Sl direkt geheizt Ull - 14 k¥ Q, = 10 kW
generatoren thoriated U['r = 05 1150 :' e T
tungsten | i 1 — A f = 30 MHz
Vapor-cooled | cathode, ilf
150 kW triode | directly heated I‘r" b ];} T;'d & ) fest - fixed
for MF/HF & €0, 2 8 A 2} for Anodan-
ransmitars Kapaozitéten Netgp - 13 4 kW modulation 11 kY
and industrial | Copacitances E’l:!.n... ':_0' ;{;’é 200 KW for plate
GEnGIOTos Cepx = 170 0F 1 = 42 0 madulation 11 kV
ziu’k : épi .' Anodenmedulation (Tragerwerie)
gia 2 Zibehde: Plate modulation [corrier values)
Kahltopf Lg.-Nr.30448 | | S <9, Mhz
| u = kv
Heizanschiuf A
Lg-Nr-304p0 | P =, 720 ¥
[ o Ug op = 960V
| Accessories: L1y ca. 114 A
— Cooling jockst I a2 YA
Gewicht 1 stock no, 30448 | Ny ca. 43 kW
Weight Hecter clip | Ny co. 100 kW
ca. 3 kg stock no. 30480 | Ry = 400 Q

RS 867

Siadegekunite

fir MW/KW-
Sender und
Industrie-
generatoren

Vapor-cooled
300 kW triode
for MF/HF
transmitters
and industrial
genarators

300 kWY:Triode |

‘U, — BV S co 130 mAN
lp ca. 280 A D ca. 18 %
| thorierte ‘
Wolfram-
| Kathede,
‘ direk! geheizt
thoriated
tungsten
cathode,
‘ directly heated
| Kapazitaten
Cc‘pnc?fnnces
ok = 240.pF
cufk 75pF
Cla = 120 pF
Zubehir:
Kithltepf Lg.-MNr, 30484
Heizonschluf
Lg.-Nr. 30 480
‘ | Accessaries:
Cooling jodkat
| Gewmh! stock no. 30484
| Weight Heater clip
i ca. 51,5 kg stock no. 30480

HF-Verstarker

RF emplifier
BE-Betrieb C-Betrieb
closs B ‘class C
f = 10 10 MHz
U, = 15 15 kV
Uy = =975 =520 V
ly ca. 248 263 A
Ugﬂ_mI ca, 675 1080 V
IE ca, 42 54 A
Ngpp co- 27 55 kW
ML cd 70 360 kW
Rs = B 284 Q

Anodenmodulation Tragerwerte]
Plaie modulation (carrier values)

I < - 30 MHz
uy & 10 kY

1 U“‘] = =170 ¥
b ca . 19 A
u ca. 1000 V
l:~ﬂp ca. 74 A
NBtH-P <a. ?,l kW
N, o 165 kW
Ry = 3& 2

10 30 MHz
157 123 kV
=-1200 V
4 A
150 A
180 kW
= 4 kW

30 MHz

A

f =

1) fest - fixed

%} {ir Anoden-
modulation 11 kV
for plate
modulation 11 kY
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% Yyos Allgemeine Daten Belriebswerte Grenzwerle
& General data Typicol operation | Maximum rafings
=
{_Et} RS 870 Ug= " :50Y la ca. 12 A NF-Modulator-B-Belrieb U, = 10 kY
= : Ifca. 85 A U,=U, =300V 2Rshren in Gegentak Upp = 20KV
> ST?degefuh[Ie Thorierle D co. 6% AF modulater, closs B U = =200V
;’;lc;:lT for Welfaz: S ca.225 mAV | 2 tubes push=pull Ui gp = 1000V
m?-, ulatoren Kathode, ga — 3?3 ;V gn = 10 kW
s o % = ; = 1
10...20 kW- direkt geheizt | [ o TR I E _ 02 f
thoriated a0 ¥ k
Sendern | ca. 222 A | 1
tungsten e 20,12 = B .
Vapor-cooled | cothede, (roeEea i: ;,500 t: f = 3 MHz
triode far | directly heated b e i
i : ca, 2640 o
modulotars of 2 i
10...20 kW- Kapozititen | Zubehdr: s i 16 kW
transmitters Copacitances | Kihitopf
Copii £O. 55 pF Lg.-MNr. 30374
€y ca. 2pF | Gitterring
Cpty €0 27 pF | La.-Nr. 30375
Heizonschlub
Lg.-Nr. 30773
Accessories:
Cooling jocket
| stock no. 3D 376
———— Grid clip
| Gewicht stock no. 30375
Weight Heater clip
ca. 3.5 kg | stock no. 30773 |

RS 873 Uf = 63V | ||= ca.  G12A | NF:Modu!alor—B—Betrieb u, = 12 kV
lpca 180 A | U, =U,=40YV 2 Rohren in Gegenlak! Ussp = 4kv

Siedegekihlte Worais D ta. 8% AF modulator, class B Uy, = -1500 V

Triode fur 5 ca. 25 mAV | 2 tubes push-pull Ug-\.ap = 1500 V

Modulatoren | \rolfrem- U, - 10 kv Q" = 3w

von i U = 70V Q = W

£0...100 kW- e i = 20 A Iy = BA

Sendern theriated l:tu:wgﬂal. ca. 265 A | lkﬂp = HA
tungstan | ausast. Lo 240,15 A

Vopor-cooled | cathods, Lﬁ, £ ca. 21150 'V

triode far directly heated R:': ca. 1500 ©

modulators of N, - 75 kW

50..,100 hW- Kapazitaten A

transmitters Capacitances

Calk ca.23 pf
Sufg ©O 88 pF |

Cgfy €O 44 oF
.
Zubehor:
Ginterring
Lg.-Nr. 30415
P Kihltopf Lg.-MNr. 30 472
g Accessories:
- Grid clip
= Gewidt stock no. 30415
& Weight | Cooling jocket i
ca. 11 kg stock no. 30492

PSR 0 NN SRR [



s Allgemeine Daten ‘ Betriebswerte | Grenzwerte
"f General data Typical operation | Maoximum ratings
-
2| RS 875 Up= 18Y |1, ca. 125 A NF-Madulator u, = 12k
= . Ff ca. T84 A Ua=Ug2=?5fl v 2 Réhren in Gegentokt Ug. =12 kY
Z | Siedegekihlite harGHE | D = 74 % AF modulators, class B Ik = 25A
Triode mit Wolfram- n = 135 2 tubes push-pull Ikw = 100 A
:3:1!322 kS S = 7B oAV [ Npeer = 2?0 00 kW | Q, = 110 kW
; g direkt geheizt a N 1 11 kY Qg = Llkw
Gitterdurch- tharioted U, ca. -BiD ca.-810 V
fuhrung fr Hingshon Ur“.'-.ﬂﬂ ca, 1980 ca. 2120 V
Mcdu:c:leren cithoits, g = 2¢] 21,5 A
ven 300 k- dicectlyheated |‘,I = 2117 2418 A
Sendern IS ca. 2.0,25 co.20,6 A
Ul el Kapazitilen IL:-*II ca. 2422 co.243 A
!ri:de with Caopacitances Nt = 2180 2:600 W
concentric Caik bl ol Rua = 4y S
rid-ring for Cark a7, nf Dass . 4 2l
g g €., €O, 76 pF | — S = &2 61 %
modulotors of g =
300 kW Zubehar:
Pt Kihltapf Lg.-MNr. 30 448
= Heizanschivh
Lg.-Nr. 30480
Accessories:
| e, g
— | Cooling jocket
Gewicht stock no. 30448
Weight Heater clip
co. 34 kg stock no. 30 480 |i

U, = MV | ca. 42A MF-Modulator-B-Betrieb i < 3 MHz
RS 876 If co.185 A | U,=U =50V | 2RShren in Gegentakt u = ::
Siedegekihite h :;n-e— D co. &7 % AF-modulotor, closs B UM;I = ol
Triode for Wc::irilfram- 5 co. 40 mA/V | 2tubes push-pull LR 3;; ; _m Y
Modulatoren Kathode, . Hu ) -?2,0 ¥ Qg""w * M
veq direkt geheizt Ig E A A Qﬂ = 07 kW
200...250 kW- a5 %
Sendern thoriated | Lo ausgest, €0 2145 A 7% = 1A
tupgien | Ly susmost, - 207 A Iksp 45 A
Vapor-cocled | cathode, Uy sp 0 2170V p _ 3 MHz
triode for directly heated g ca. 80 0 max
modulators of il Mn P 200 kW
200,250 kW- Kapazitaten o=
transmitiars Capaocitances
Celk ca, 130 pf
o/l €O 38 pF
Cgly €O 75 pF
Zubehor:
Gitterring
Lg--Nr. 30373
Kohitopf Lg.-Mr. 30483
-
g | Accessories:
A ———— Gridclip
- Gewicht stock no, 30373
| Weight Cooling jocket
E ca. 20 kg stack no. 30488
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Type Allgemeine Daten Balriebswerte Grentvierts
General data Typical operation Maximum ratings
|
RS 1828 | Uy co Tov 1, co. 450 A | HF-Verstarker, C-Betrieb f £ 30 MHz
Siedsgekihita |1 PRA | Uy=Ug =800V | RFamplifier, class C U, = 15kv
400 kW-Sende- | thorierte D ca. 1% f = 10 30 MHz Ugep = 48 kY
Triode mit Wolfram- 2 ca. 100 Uy = 145 13 kv Ug - 800V
scheiben- Kathode, § o SRR Uk UE cd. =435 4% ¥ U;;—\..srl = 125V
{Brmigen direkt gehelzt Ry S L= Q, = 300 kW
Durch- thoriated U‘_;_‘j], ca. P15 880 V Qg =t 7 kW
fihrungen in | tungsten hy ca. 53 49 A I - maA
Glas-Metall- | cathode, Iy ca. 13 1 A Jagy = 400 A
Keramik- directly haated Nge ca. 115 95 kW
Technik und | o Nn“" = 00 500 kW
integriertem | Kapozitéten Q,~ ca. 70 140 kW
; = apacitonces
Siedekihltopf cgf: ca. 620 pF ;;nodenmodul?lion, Tr?QErwar're
Vapor-cooled | Sy €90 4pF ate modulation, carrier value
800 kw trans- | Sy €9.255 pF f S 30 MHz
mitting trieda U, = 12kv
with cancentric U, ca. -180 YV
terminals in — = | Rl-: ca. 35 Q
glass-metal- | B8 Zubehor: Ugqul cao. 1130 'V
ceramic- Gewicht Gittsrring :,, cz. :: A
construction mit Kohltopf Lg.-Nr. 30720 K :; 4 kAw
With integr. Weight with | Accessories: N"' — 400 W
ooier cooling jacket | Grid clip [l e =5
co. 90 kg stock no. 38720 1
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RS 1896

Siedegekihlte
100 kW-Linear-
Tetrode mit
kanzentrischen
Elektrodan fir
Machrichten-
technik, beson-
ders Einseiten-
band-Sender

Vopor-cooled
100 kW retrode
with concentric
terminals for
commu-
nicatigns
Aransmitters
especially
single side-
band
transmitters

Uy = 11V Iy = A HF-Verstarker, Telegraphie A1 K = 30 MHz
ly cal75 A Uy=Ug,=Ug, =500V} RF amplifier, telegraphy Uy = 15 kY
horere D2 co. 189% B-Betrieb, class B U__mp 40 kV
Wolfram- Beolgy C0-55 i < 3D 30 MHz Q, = 100 kW
ohode, |03 co03% U, = @ omsay |Up = 22k0
. " ca. m = s = 8k
direk! geheizt UE-'Z S I Ul:r — oo v
theriated UH] ca: s &0 v U;"1 = 1250V
E~5p " El~=
tungsten I 2 3 A Q. = 05 kW
cathode, I, <o 75 142 A by = 1BA
directly heated Igz ca. 0.8 045 A 1llrI! = 0 A
o Jaz o0, — 03 A _
o R
R Mg = b 110 kW
g1 :&2340 oF Q, ca. 375 77 kW
Calk + 2 .
ca. 55pF
c co. 25 pF
wal . Zubehér: Accessories:
Kohltopf Lg.-Nr. 30725 Caooling jacket stock no. 30725
AnschloBring 1 fir Heizung Clip 1 for heater
Lg.-Nr. 30 569 stack no. 30 569
Anschlubring 2 fir Heizung Clip 2 for heater
Lg.-Nr. 30570 stock no. 30570
X .| Anschlufring for Gitter Clip for grid 1
Gewicht Lg.-Nr. 30 568 stock no. 30.568
Weight Anschlufring fir Gitter 2 Clip for grid 2
ca. H kg Lg.-Nr. 30 567 stock no. 30 567
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Type

Allgemeine Daten
General data

‘ Betriebswerte
Typical operation

RS 2793

Luftgekihite
10 kW-Tetrode
in Keramik-
Ausfihrung,
auch fir Ein-
saitenband-
betrieb

Forced
air-cooled

10 kW tefrode
in ceramic
design

also for single
side-band
operation

U{ =75V
lp ca.75A

la
u
thorisrte D2
Wolfram- a
Kathode,
direkt gehaizt
thoriated
tungsten
cathode,
diractly heoted

ca. 18 A | HF-Verstarker
i =Ug=Ug,= 400V | RE amplifier

ca, 2% C-Batrieb B-Batrieb)

ca. 20 mAJV classC  class B
f = 30 30 MHz
Uy . = 75, 73 &v
Ugy = 50 NH vV
Ugy ca, =350 -250 V
Ugln...s;: co. 580 245 V
b ce. 2.6 2 A
e = — 05 A
lgg €9 047 D08 A
b ca. 0,2 = A
-l‘it ca: 100 = 'Y
My, = 15 9 kw
Q, ca. 45 56 kW

[

Kopezitaten

Capacitances
ki <O 47 pF
Cila ca. 0,14 pF
Ceila < 0,2 pF
Gewichl Skgpiy 0. 115 pF
Weight Chgaly Co- 12,5 pF
co. 4.4 kg Coygala €O 18 pF

Ig = 0, Einsaitenbandbetrieb
single side-band opseration

Grenzwerte
Maximum ratings
f = 30 MHz
Ue = T5kV
Q, = 6 kW
] = 15kV
2 ’
Qg, = 250W
Qy = 75W
I = 44
Foian = T110MHz
Zubehar:
Fassung
Lg.-Nr. 30238
LuftiGhrung
Lg.-MNr. 30493
Accessories:
Socket stock no.30238
Air leading
stock no. 30 423

45 NIWHOY

RS 2794 Up =75V Iy ca. 22 A | HF—Vefs!&rker.lEinsei,enbuncﬁ i : S :f"vi'tz
= =U RF amplifier, single side-band RSP | = 8
|l ca. 75 A u, Um & i | U[ B
Luftgekihite e = 400V f < AHz asp =
10 kW-Linear- | fhorierte D co.0,85 % u, — 75 W Un’? = 15kV
: Woalfram- 1 | = 1RV
Tatrode mit e d D, ca. 2% | Ugs = 125 W Ugaap _ v
scheiben- e s P = 44 Uy co. =290 V Uey = 500
iarmigen, kon- direkt geheizt 5.32'81 5. 26 mAIV | U:‘] - en. 250 0V R‘“ = 10 k2
zentrischen thoriated I | |1"‘u =~ = o8s A UE!«—_SD 600 V
Elektroden- | tungsten I:k co. 265 A Q, 12 kW
Durchfihrun- cothade, it ca, 120 mA Qs = 300W
| B2
gen in Metall- | direcily heated; | Q, o, T4 wW Qpy = 75W
Keramik- | s Sy cn, 150 W Inﬁp = 20A
Tachnik far Kapazilalen a : R: ca. 15¢0 ‘a e — 4N
Nachrichten- Capogiiances N, U= 12s W { = 110 MHz
technik, | Setk+m . L
besonders co. 18p Y for Anoden-
Einssitenbond- | Ca/k+ g2 | modulation 5 kV
Sender Ca-22.5 pF | for plate
it ' ion 5 kV
Forced air- Ll 1.1 pF | , tra_oc;ﬂah‘c;n-
cooled 10 kW ' ) fir Anoden
: Cifga modulation 1 kV
ingar- ca. BApf i
tetrode with e ¥ ¥,
concantiic | nlf‘éc‘ 54 pF | modulation 1 kV
terminals in S |
metal-ceramic- | ~ cq 018 pf
caonstruction | |
for communi- | '
cations trans- ' ' 1’




- Type | Allgemeine Datlen | Belriebswerte Grenzwerte
& Generol data Typical operation Maximum ratings
- -y
a RS 2794 ;".'ubahor:
¥ assung
= | |Fortsetzung)
b
Z | (continuation) Y Ear:<INr 30208
LuftiGhrung
mitters Lg.-Nr. 30572
E‘SDECiG_”‘f Accessories:
single side- —— . Snikat
band ) Gewicht stodk no. 30238
fransmitters Weight qir direction
co.8.5kg | stock no. 30579
i |
Rs 2795 Uf =75V le ca. 28 A HF-Verstarker, Einseitenband f = 30 MHz
e lp ca. 115A | L o U, =, RF amplifier, single side-band U = 11 kv
@ = 5
Ebeidils Sptere—1 400V f < 30 MHz Uiy = 254V
ear- Walfram- | \ ca.0,85 % Uu = 10 kV Un?} = 1.6kV
Tetrode mit Cathads B, co: 21'% ng = 15 kv U;.:z‘p 1.5 kV
- ' T o
sEhex_ban direkt. geheizt Baoofgp €O 4,§ ) Um co, =342 W !Jm = =600 V
farmigen, kan- -1 ca. 35 mAN | U ca. 315 V R = 10 k@
zenirischan thoriated ol 1.8 A I U’;l 600 V-
Elektrodan- tungsten i 3 F15p _
_ I ca. 525 A Q3 = 25 kW
durchihrun- | cothode, gy ca. 150 mA Q; = 300 W
f e | = t d
E::‘U;:.:dem"‘ directly hamled! a, ca. 20 kW Qg] = 75\W
ik- | 29 =
Technik fir die I ng ey l;?_g "'w e 50
i | Ry ca. o Insp = 25 A
adrichten- . N“N = W
| {Ill X

|
technik beson- | Kopozitalen 1} fir Anoden-
ders 1Gr Ein- Cepocitances modilation 7:5 4V
seitenband- Skgaim for plate
Sender ca. 155 pf modulation 7,5 kV
c 2
. keala % for Anoden-
Forced Sir= ca. .28 pf modulation 1 kV
cooled DKW | .
2. £ifa — for plate
: €0 LR modulation 1kV
tetrode with oy , 20 25 KW
conceniric §) FC%_ 85 pF Mo
S
terminals in Stk
metcl-ceramic- ca. 70 pF
c:m:;frucnon. Sl
for communi- ca.0,18 pf
cations-trans-
mitters,
especially for |
single side-
band-trans-
mitters
il
g — =
= Zubehor:
= = -Nr. 302
=z Gewidht Fossung Lg.-Nr. 30246
@ Waight Accessories:
v co. 16 kg Socket stock no. 30244
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Allgemeine Daten

Belriebswerte
Typical operaticn

Grenzwerte
Maoximum ratings

HF-Oszilletor

for Indusiriegeneratoren

mit U, vom 3-Fhasen-Grostz-
gleichrichter ohne Filter

RF oscillator

lor industrial ganerators
with U, fram 3 phase Graetz
rectifier, without filter

Vollast- Leerlauf-
betrieb betrieb
Fulllead Mo-load
operatien operation
i R 30 MHz
o (=i 132 kV
R cd. 928 925 o
Uy _pco- 1470 2030V
Ly ca. 59 067 A
{ = o 10 1.6 A
. o 17 13 kW
Q, ca. 4% 720 W
Ny ca 13 29 kw
K cti1-7.4 1:7.4
Ry ca. 110 15000 Q
Ny  co 54 7.5 KW
m ca. 74 o

< 30 MHz
= 135 kV
dimp - = 30:kY
=1400 V
2100 V
35 kW
800 W
13 A
35 A

30 MHz

=

»”
I

o gl gl i

"
¢
o

op
L]

e

n

Type | General data
YD 1280 ‘ Up= 75V ‘e ca. I8 A
St ly ca. 185 A U, =U.=400V
. -Se =
triode rru':‘ - thoilers fl) zz 33 &
integriertem Welfren: S cc:h 33 mANV
Kihltopf Kathede,
direk! geheizt
Anwendung in | theriated
Industrie- tunasten
generoloren cathade,
KW trans- | directly heated
mitting triode | Kapazitaten
with integrated Capacitances
cooling jadket Gk 98 pF |
Application in | Sane = 1pF |- ==
sy Cusy = 45pF | Zubshar,
generafors | | Gitterring
Lg.-Nr. 30415 |
Ancdenring
| Lg.-Nr. 30788 |
|
Accessorios:
= Grid clip
| Gewicht stock no. 30415
| ‘Weight Anode clip
| €0: 95 kg stock no. 30 788
Uy =115V I = 65A
YD 1290 lltcn.lEEA eUu=Ug=5wv
120 kW-Sende- = D ca. 3%
triode mit tharierte " ca, <)
integriertem Wolfrom- 5 ca. 75 mAN
Kihltopf Kathode, ]
Knwandbigin direkt geheizt
Industrie- thoriated
genarataren tungstan
cathods,
120 kW trans- | directly heated
mitting tricde =4
with integrotad | Kapazitaten
cooling jocket Capacitances
Application in z“"k ::133 Ei
industrial . phpE
generaiors 2L
Zubehér:
Gitterring
Lg.-MNr. 30373
Kathoden-HF-
Anschluliring
Lg--Nr. 30 3%6
Accessories:
Grid clip
Gewicht stock no. 30373
Weight Heater-RF-clip
¢a. 19,3 kg stock no: 30396

HF-Oszillater

fir Industriegeneratoren

mit U, vom 3-Phosen-Graatz-
gleichrichter ohne Filter

RF oscillater

for industricl generators
with U, from 3 phase Graefz
rectifier, without filter

Vollast-  Leerlaulf-
betrieb betrieb
Full loed  Mo-lond
operation,  operation
f i 3 MHz
u, = 12 13,2 kV
R ca. 310 o a
Lﬁ,msvcu. 1250 1420 ¥
I ca. 138 22 A
| ca, 24 37 A
G, co 4 4 KW
Q, ca, 1080 1560 W
Ny, <o 27 54 kv
K ca.l:8,65 1:8,65
Ry ca. 465 300 @
N, = 125 25 kW
n ca. 73 B4 %

H = 30 MHz
U, = 15KV
Upp = 0KV
Ug =125V
gl-_rmap T ”ﬁ rw
Q = 16KW
ly = 18A
lﬂ‘éh = &5 A
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Vapor-cooled
300 EW triode
with disk-type,

tric heater and

inside concen- |

grid terminals: |
in glas-metal-
ceramic con-
struction with
attached lon
getter pump

C}; )y €0 365 pF | g-Anschlufiring

Tyie Allgemeine Daten Betriebswerte [ Grenzwerte
General data Typical i i i
| ypical operation | Maximum ratings
[
YD1320 (U =126V |i o 20A | NevestkerwdModotor |1 = 3w
Siedegekihlte ! =l :}E bei U, = 800V 2 Rohren in Gegentakl-B | u, = 15 kv
300 EW.Triode. | tharierte | D = 68% AF omplifier and modulator U, = 30 kV
mit svtheibgn- Woliram- L co. 15 |2 tubes push-pull class B U; ? = 1200 V
frmigen, im | Kathode, 5 o 20 mAN | Npgesr = 600 kW Ue o = 1800V
l:;:?:’i:h:o"_ | direkt geheizt | Beri—= WA Uy = 12 &V | C)n"h Y= i kW
trischen | = == by = -800V -
= thoriated E Q = 1B kW
i T B Zubehsr: Up_op €0:241100 Y ¥ S TaA
gen in Glus-u cathode, Kohitepf Lg.-Nr. 30804 | lay = et | lusn 200 A
Metall-Kera- directly haated f-Anschlubring it co. 2428 A
mik-Technik, | | Lg-Nr.30790 |y cor 02 A
mit ange- | Kapazitilen | f,-Anschlufiring [N, ca. 2335 kW |
bauter lonen- | Capacitances Lg.-Nr. 30747 Ny ca. 241,2 kW
gefferpumpe |

| Q, ca. 24135 kW
Q

ogreca: & pF | Lg-Nr.30720 | Q, ca. 2320 W
| Coyy €. 160 BF Réhrenheber R;m = 420 @ |
! Llo.-Nr.30805 | N, =~ = 400 kw '
| | ‘Actessories: | b - %
| Cooling jocket |
' stack no. 30 804 .
-clip stock no. 30750 f
= ——| fi-clip stock no. 20747 '
Gewich! g-clip stock no. 30720
Weight Tube lifting device |
co. 70 kg stock no. 30 BOS
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Type

Allgemeine Daten
General data

Grenzwerte
Maximum ratings

Belriebswerte
Typical operation

YL 1000
8463

Pentode mit
Schnellheiz-
kathode zur
Verwendung
als NF- und
HF-Verstarker
oder Fre-
quenzverviel-
focher bis
200 MHz in mo-|
bilen Anlagen

Pentode

with quickly
heating
cathode used
as AF ond

RF amplifier
ond frequency
multiplier up to
200 Mc/s in
mobile sets

Absolute Grenzwerte

Pico 2 UI= 1,1 V+15% | HF-Verstarker, Telegraphie C-Belrieb, ICAS
Moval lg ca. B0 mA | RF amplifier, telegraphy closs C, ICAS Absolute maximum
Grofe 10 | Meizung=053| f = 2 175 MHz ratings =
Outlines 10 e L) = 1250 250V HF-Yerstarker
d!raki geheizt U = 150 150 Vv Telegraphie, C-Betrieb
stify - Fin | dirheated | & _ a5 g5y RF amplifier,  ICAS
1 LV U, = 120V U;lsp = 52 — ¥ telegraphy, closs C
2 g, Ug,=120V |l = 40 36 mA f S 50 MHz
29 I, = ™mA (1, = § 25 mA U, = 300V
a1 S = lg = 095 02 mA Ny = 12w
) 45:08mAVI N, = 10 875 W Q, = 5W
§ g o =8212 Q) = 3 42 W Ugs = 300V
7 g3 Ry = 2ke (Q,, = 075 03 W Q, = 1W
& o N = 67 36 W U, = 100V
¥ o - b = 4 mA
11 Nutzbore Ausgangsleistung inder Belastung Yicolben 200 9C
Useful output power in the lood tobitte = 120%C
f < 175 MHz
Na = 2w

e
Sa

Sgr/a

Kapazitdten - Capacitances

=4 %1,1 pF
=3,5£0,6 pf
=006 pF




Allgemeine Daoten

Cooling ¢clip:

= c.

4 pf 2

crod Ho. 30 544 | in Gegentakischoltung - push-pull circuit
= 1.5 pF

Type l Belriebswerte Grenzwerte
§ General dota Typical operation Moximem ratings
e
g Yl ]020 Septar Up=16VE15% HFAVgrsIErker, Telegraphie C-Belrieb, HF-Verstarker,
= 8,! ]3 Grafie &7 lg ca.425A | FM-Telephonie, ICAS Telegraphie
Z Cutlines 67 | ’Heiznngﬁu's_‘_ RF amplifier, telegraphy class C, C-Betrieb, ICAS
E%p.‘?;z:::?de Stf-+ Pin Oxyd- ;Msﬁlefhog‘r. ’FAS FM-Telephonie
B tnods. | 1 ¢ Kathode ystem | und 1l in Gegentakt RF omplifier, ICAS
innerer 2 Q‘ 1 direkt geheizt System | and 11 push-pull telegrophy class C,
PL:I:uTruhmnon 3 Q;I-Q-m': Oxide- EJ = 200 200 200 460 MHz| FM-telephony
HF-Verstarkar, | 4 cathode 2 e o NG 330 00 ¥ f S ZA0MHz
Er e 5 .| dieocily Ug, = 250 20 2% ‘WY U, = &0V
i o !
u\rﬁéwelfnd:ar P 9;]] 21 | heated lljg‘ f = -40 50 -0 =50V Qy = XI0wW
Medulotoren Fo I 3 | ':“ﬂ’fus‘n"p = jl%¥ 16 16 -V Nn. ¥ 1w
in. mobilen P . Bysten [ Ne i 5 W u = oV
Anlogen c‘:}‘;?*‘" LL.I‘Iu j gi‘g: | :n = 2450 2450 2450 x50 mA Qizz = 3w
Twintetrode. | o g | o 5 S o N s 6 e 0
with. quick: 1+ 911 = mA liﬂ = Zxl 21,5 24,5 24048 mA || = %25 mA
ikiabpics Ay | S AnAN Q =275 26 255295W |&. = 205w
cathode, 0= | = N = i €1 =
co -0 i = B 19 AW |R.Y = %0
e Pt ot BAS£1A5 | Np» sy 5
neutralization | (| =}~ | (g A B2 W R = 100ke
or S = T
RF dinplifier, ‘ N 'l Nutzbare Ausgongsleistung in der Belastung Ik S 260 mA
i.':ﬁﬁ?ef-'“ . Sy { 5 Useful output power in the load Kolben = 250 °C
ier S e — —_— i 1 =
mudxﬁa?ﬂr’s in % [ 1 Ugy tast  fixed grid bios "Sockel 18336
mobile sefs Fassung: tg.-Nr. 30239 3 U, mirfels R, - U, by Ry f = 500 MHz
Sacket: stock no. 30239 | — = 1My = 40V
KOhlklemme: Lg-Nr. 3054 | Kapazitaten - Capacitances | N, = 50 W

FM-Telephonie, ICAS

FM telephony, |CAS

‘ U,= 1.6V 15%| HF-Verstarker, Telegraphie C-Betrieb,

/55 RF-amplifier, felegraphy closs C,

System |und |l in Gegentakt

System | end || push-pull

YL1080 | Fico?
2348 | Noval | lgca. 2,05 A
Grofe 12 | 'Heizung =055
Doppeltetrode | Qutlines 12 | o, 4. |
mit Schnell- oy . pin | Kathode
heiz-Kathode, . direkt geheizt | £
innerer i e f = 200
2 f,s Oxide S lch
Neutrolisation 1 | Yy e
3 g cathode =
for | 11T y Uges =i 300
. 4 Fis directly R W = 54
Hf-Verstarker, | 5 f" \ heated &2 -
Oszillotoren, P é U,x:'[‘ S =40
Frequenz- 77 @l per System R ® R 5
vervielfacher 8 g:l-gzll U, =200V 'Uu:lnn"lumllnn = 1o
und | 3 om | Um0V A =
Modulatoren v | ly = 30mA: |1, i3 2-“);*"
in mobilen S = 3_3 mAN 1., = 23
Aniogen | Bl — [ 1y ik
| 7.5£47 N,‘ = 211,28
Twin tetrode Q‘il = ot
with-quick- | las, = 06
heoting- | MI" 1) = 12
cothode, | =
internal | |
8 neutrolization
% for
= | REomplifier,
oscillotors,
E frequency

MHz

ke

(11]

£$5$33335<

HF-Yerslarker,
Telegraphie
C-Betrieb, ICAS
FM-Telephonie

RF amplifier, ICAS
telegraphy class C,

FM telephony

i < 200 MHz
u, = 0V
Q, = 25W
Uiy = 200V
Qyy = 2w
A = 150V

| 1 - 23 mA
gﬂl — 2-0,2 W
s = 2:45 mA
I = 2:50 mA
e = 2225 mA

t = 100 kQ
Roten = 20°C
tsiire = 20 °C

1) Mutzbore Ausgangs-
|eistung in der
Belastung
Uselul output power

in the lood
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[eontinuation)

multiplier,
modulators in
mobile sets

o _

Tne Allgemeine Daten Belriebswerte Grenzwerte

General data Typical operation Maximum ratings
YI. 1080 I gemeinsam
8348 common
{Fortsetzung)

| Catfanr

Kapazitéten - Capacitonces

Cal = Be1q = 8.5+09 of
| Cat = Cull =32404  pf
Callgl = Cal e IT < 0,09 pf
Sal/eill = Call/pt = 009 of

=24+0,4 p

Celill F
= 0,075%£0,025 pF

YL1130
8408

Daoppeltetrode |
mit Schnell-
heiz-Kathode, |
innerar
MNeutralisation
far
HF-Verstarker, |
Frequenz-
vervielfacher
und
Modulateren

in festen

und mobilen
Anlagen |

Twin tetrode
with quick-
heating-
cathode,
Internal

for
RF amplifier,
fraquency |

neutralization |
3

multiplier, '

Pico 9 Up=1V159%
MNoval g ca22A
GréBe 11 | 'Hejzung =055
Qutlines 11 Oxyd-

Stift + Pin Kathode
boayg direkt geheizt
2§ Oxide-

3 f cathods
4 ayy | directly
5 951 heated
4 22” per System
7 U, =150V
1 -
g i Ug,= 150V
8L I, = 40mA
9L |s=7x22mAN
T A
Bealgy = 26—6

RF amplifier, telegraphy, closs C, 1CAS
System: | und 11 in Gegentokt
System | and 11 push-pull

= 200 500 MHz
% = 75 W5V
Ypes = ‘75 75 V
Rgz = 68 0,1 ko
Um ca. A -2V
2 = 39Y 94nke
U::i]sp'lrug]]l,qp‘:ﬂ‘ 65 &5 v
N, < 07 15 W
N =2:425 20 mA
I“!2 ca. 14 12 mA
Ie ca. 22,46 2223 mA
Ny =27 227 W
Q, cal235 23 W
Q,, ca. 25 21 W
N co. 16 B W
Ni‘ll ca, 13 65 W

1) Fir beide Systeme gemeinsam

Common for both sections

% Festwiderstand mit Einstellwiderstand
in Raihe [e System

Fixed resistor with adjustable in series
per system

HF-Verstarker, Telegraphie, C-Belrieb, ICAS

| HF-Verstarker

| Telegraphie,

| C-Betrieb, ICAS

| RF amplifier, 1CAS
| telegraphy, class C

f < 200 500 MHz
U, = 300 200V
in = 2450 250 mA
N:l = 15210 W
Q, = 24 24W
Ugy = 20 200V
QL’? = 3 3w
Fifey = 150 150 V
l lp, = 25 25 mA
?m = 100 g kﬁ
Tge =20 t
eV Y00 120 o€
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Type I Allgemeine Daten | Betriebswerte

e NIEHoY

¢ f : Grenzwerte
Sepriivon Typicol operation Maximum ratings
|
|
YL1130 | ) Nutzbare Ausgangsleistung in der Belostung
8403 | Useful output power in the load
[Fortsetzungl |
[cantinuation)
modulators in |
stationary and |
mobile sets
|
|
|
Kapozitaten - Copacitances
In Gegentaktschaltung - push-pull circuit
= 41 pF
' oy = 12 pF
Allgemeine Daten Betriebswerh:-. G!‘cnzweﬁ.e .|
Typs Ganeral doto Typical aperation Maximum ratings
= u, 700 V' Absolute Grenzwerte
YL 1280 ||JI ca 12.: : LJ'l = 225 v Abzolute maximum
i R E3 S
’ - s = +30 v ratings
La:s'rur;gs- |indiralr.1 gehelzt| U 4 ca 20 v Uy = 25KV :
S | ISV o= o |67 = 1Ew bR
gitter fir U, =600V Upp= 0 209 208V | Upy ;
Sender-End- | Up,= 225V a0y m0 40 mA Q= 2DW
= ». r| Ea_ L V
stufen, Ketten- UL,'_2= 30V Stift - Pin l".3 = 10 50 30 mi I‘ijo = ﬁ -
versiarker, Uy, co. =17V 1 9 1“ LA ca.jﬂ 15 m 23 = 2%
Breitband- | = 430 mA 1 N, = 0 220 20W ng =
st g 448, P _ g 80 WO W |U -~ 10V
versiarker, l,.cea. 16 mA 3 i Gl = 4 220
= = 55 g |U, ==00V
Fernsah- tLtz < T'mA 4 g " Gl.-.z _ 2w
Videostufen, ST = #mAN| 5 l? dy < 43 dB ng = a2y
NF-Loistungs: | pyjuy = 13 d < 53 dB ,., = X
verstarker, L o T Rl i Copg T U, byR Ugy = . @2
4 P . : - L —
elskironisch Ry, co.50@ Metallboden ) U, mittels By - Ugy b_‘i‘ k Q@ 03 WA
geregelle : metal tube base 3 Um fast ™ fined _qrrd itis Iy = 800m
Nefzgerdte K 59 1) Widei ziand zwischen g, und %k s = 25A
' : bzw. Masse, erforderlich wegen H“] - 2 Lo
Power pentods moglicher Sekundar-Elekironen. | p_ iz = 10 k2
with shadow Resistor between g, ond k or | g3 = s0@
grid for grounded, necessory because o = 100V
fransmitter of possible sscondary electrons. | 1o o = 275 °C
PA-stoges,
distributed
omplifiers, ' ' ' ‘
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Type

Allgemeine Daten

CGeneral data

Betriebswerte
Typical operation

Grenzwerte
Maximum ratings

YL 1260

|Fortsetzung)
|continuation)

wideband
amplifiers,
TV-video
stages,
AF-power
amplifiers,
electronically
controlled
power supplies

Zubehbr:

Gewicht
Weight
co. 500 g

Fassung Lg.-Nr. 30244
Anodenanschlufl

Lg--Nr. 30755

4 Einstellen: I, = 300 mA [ohne
Ansteverung)
Adjust; 1, =300 mA
[uncontrolled)

% Einzelton-Ansteuerung
Single tone controlled

%) Doppeiton-Ansteverung
Double tone contralled

"} Leistung beim Scheitelwert
der Hillkurve
Poawer ot peak value of
envelope power

Kapazitaten - Capocitances

Accessories: [ =70 pfF
Socket stock no. 30244 | ¢ = 245 pF
Anode clip €y < 0,1 pF

siock no. 30755 Coilgs = & PF

Type

Allgemeine Daten
General dota

Belriebswerte
Typical operation

Grenzwerte
Moximum ratings

YL 1350

Leistungs-
pentode fir
HF-Sender
Klassa C,
Einseitenband-
sender, MF-
Gegentakt-
Verstarker,
Modulatoren,
elektronisch
garegelte
Netzgerata

1

|
Power |
pentade for |
RF transmitters
class C, single
sideband
transmitters,
AF push-pull
amplifiers,
modulators,
electronically
confrolled
power suppl iesi‘

Oktal
Stift « Pin

g
3
f

9,
k

!!' co. 1A
Oxyd-Kathods
indirekt gehaijzi
Ouide-cothode
indir. heated
Parallel-
speisung

U, =400V
Uyp= 200V
[Upco. 8V
I, =200mA
ll!2 ca. BmA |
S ca.ﬂmAf\q

Birpfgy €0- 6
R co.l0k |

HF-Verstarker, Einseitenband AB 1-Betrieb
RF amplifier single side-band AB |

U, = 600 v

u = 200 v
K2

§E T T e Loy
o

I: = 13 20 mA

I'an .o W T 40 mA

Na = 78 174 W

Q, = | 78 4 W

G_ﬂ = 074 B W

N = 1] 110 W

1} auf den'angegebenen Anodenruhestrom
einstallen
adjust to obtain the specified
zaro-signal anode current

7 Um mittels Ry Ugl by Rk

Kapazildten - Capacitancas
c ca. 32pfF
¢, co. 13pF
cmmca.ﬂ.lépF
eyl co.0,52 pF

u, = 800V
Qy = 80w
u = 350V
g2

Q, = B8W
Uy, = 150V
Qu = 03W
li = 500 mA
Rpl = 25ka
e i
ik =
Kolben = Z5°C
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Type

Allgemeine Daten
General data

Betriebswerte
Typical operation

Grenzwerle
Maximum ratings.

YL1390

Siedegekihite
150 k-
Taetrode for
Machrichten-
technik in
Metall-
Keramik-
Tachnik mit
scheibanfor-
migen konzen-
trischen Elek-
trodendurch-
fuhrungen

Vapor-cooled
150 kW tetrode
for commu-
nicailons
transmitters in
metal-ceramic
construction
with disk-
shoped con-
centric elec-
trode
terminals

U= 12V
ly cc. 320 A
thoriarta
Wolfram-
Kathode,
direkt geheizt

thoriated
tungsten
cathoda,
directly heated

Kaopazitaten
Capacitances

kg2l

co. 450 pF
keifa

co. 65 pF |
Cuifn i

ca. 4 pF |
Cket/g2 '

ca. 210 pf |
Crrediu |

co. &6 pF |
Skin

ca. 1,1 pF

b co. 100 A
U, = 3500V
D, co. 13%
D ca. 0%
Biglgy €O 33
ca. &0 mAN
Zubehor:

Fassung Lg.-Nr, 30744

Kihltopf Lg.-Nr.30725 |

R&éhrenhaber
Lg.-Nr. 30745

Accessories:
Sodket stock no. 30764
Cooling jodket
stock no, 30725
Tube lifting device
stock no. 30 765

Gewicht
Weight

| ¢a. 30 kg

Anodensponnungsmodulation,
Tragerwerte, geeignet bis m = 1

‘bai Schirmgitter-Mitmodulation

My, =053

Anode madulation, carrier
values, suitable tom=1.at
g, co-modulation m_, = 0,55

f < 30 MHz
U, = kY
UFZ = JO Vv
Um ca: =300V
F{,” ca. 3200 D
Upygp €ov 10000V
Iy ca. 1.6 A
I;:} ca. LPOA
Iy ca. T A
':!:1 ca. 22.50kW
OL’.! ca. 1,37 kW
Qb;l. ca. 2500 W
Ny co. 750 W
R‘t co. 500 @
N, = 105 kW
] ca. 82 %

i < 3 MHz
u, — 145 KV
UL (f < 10 MH2)
= 13 kV
U, (> 10 MHz)
— N5V
bt =41
E2
sto T 1
ue — oy |
g'"”" = 100 kW
a4
Q = 19 kW
Z2
.
i 5
ey = MOA

1) bei Anodenspan-
nungs-Modulation
at anode
madulation
bei Schirmgitter-
Mitmodulation
af grid 2 co-
modulation

Type

Allgemeine Dafen
Genernl doto

Belriebswaorte
Tyr ical operation

Grenzwerte
Maximum ratings

YL 1391

Wassergekiihlte 120 kW-Tetrode fir Nachrichtentechnik und UKW-Generatoran in Metall-Keramik-
Ausfithrung mit konzentrischen Durchfihrungen und inicgriertem Kihltopf. Daten auf Anfrage.
Water cooled 120 kW tetrede for communications iransmitiers and UKW generators in metal-ceramic
censtruction with concentric terminals and integroted cooling jocket, Dota on request.

YL1400 | Mosnovol | Ug = 63V U, =y
Grobe 30 | iI ca. 30 mA Q_.‘ = 22w
Beam-Teirode Outlines 30 =— Ups = 20V
for elektronisch e | Oxyd-Rathode Q. = 08W
geregelte | stif - pin | indirektgehzizh U 2 = 100V
Hochspan- Ouide-cathode: lk‘ﬂ = 9 mA
nun;_}s-NETz— | indir. heated Uh’k = L1700 :r
gorate U, = B olhen = 20°C
Ug =200V 'Kappe =
L2 rpe !
i}eum-mtmde | i“Um co. 13V "
o ; | L, = T'mA
electranically | 2 0:hA
controlled | |;r:2cn.-k3.5:.>0
high-tension 1
p:wef | Mzl ca. 2
= | |
g | |
o | |
z .
5 |
o
|




Type Il

Allgemeine Daten

YL 1490

Siedegekihlte,
anodenmodu-
lierbare
Tetrode fir
Mittel- und
Kurzwellen-
sender van

300 kW Trager-
leistung, mit

NIYHOY 96

Iy ca. 980 A

thorierte
Walfram-
Kathode,
direkt geheizt
thorioted
tungsten
cathods,
directly heated

scheibenidrmi-
gen, konzen-
trischen Durch-
fuhrungen in
Glas-Metall-
Keromik-Tech-
nik, integriar-
tem Siedetopf
sowie lonen-
getterpumpe

Vapour-cooled I
anode-modu- J
lated tetrode |
for MF and HF |

Kapazitaten
Capacitances

Betriebswerte
General dota Typical operation
|e ca. 340 A Anodenspannungsmodulation,
Us = 800V Trigerwerte geeignet bis
D, ca. 19 m=100%
D2 co. 209 Anode voltage modulation,
Bgolg <O 5 carrier values, suitable to
5 co. 200 mA/V =100%
f < 30 MHz
U, = 12,5 kV
Usss = 12 kv
UL‘,T co. =300 V
Em ca. 300 o
Ul’!l:il] ca. 1200 V
Is ca. 32 A
S L ca. 35 A
RED &) 5
cJa. 950 pF | P ca. 19 A
e | a. o, 330 kW
wkg2 L
e 170 F wNF €S- 600 vV
Sl
ca  §pF |

Grenzwerte
Maximum ratings
f < 30 MHz
U, = 15kV
(Ve = 2KV
U = 12,5 kV
U:m,‘l = 50 kV
ngan 3 o= 24V
= 1 kV
Ul_zlsn = 1,25 kV
Q, = 240 kW
Q = 4,5 kW
B2 2
Qy, = 1.4 kW
I = SD:A
Lisp = 300A

|

| 1} bei Anodenspan-

| nungsmodulation
at anode yoltage
modulation

1) bei Schirmgitter-
Mitmodulation

at grid 2 ¢o-
madulation

transmitters
for 300 kW
carrier power,
with concen-
tric terminals
in glass-metal-
ceramic
design, inte-
grated vapour
cocling jodket
and ion getter
pump

£48 NIYHOY

Zubehor:
KathodenanschluBring
Lg.-Nr. 30734
Gittar 1-Anschlufring
Lg.-MNr. 30735
Gitter 2-Anschlufiring
Lg.-Nr. 30720

Accessaries:

Cathode connection

clip stock no. 30734

Grid 1 connection clip
stack no, 30735

Grid 2 connection clip
stock no. 30720

I TR IR . 0 AN ol R e o




NIFHOE  BE

Type

YL 1500

Luftgekihite
20 kW-Tetrode
mit scheiben-
{Grmigen, kon-
zentrischen
Elektroden-
durchithrun-
en in Metall-

eramik-Tech-
nik, for die
Nachrichten-
technik, beson-
ders far Ein-
seifenband-
Sender

Forced air-
cooled 20 kW
tetrode with
concentric
terminals in
metal-ceramic-
construction
for communi- |
caticns-frons-
mifters,
especially for
single
sidebond-
transmitfers

Allgemeine Daten I Betriebswerte Grenzwerte
Genearal data | Typical operation Maoximum ratings
Uf =Nk ca. 2B A Anodenspannungsmodulation, i < 30 MHz
__I, ca. 11§ A U, .= 40y geeignet bism = 100% u.n = fl K
Foriane D, ca. 0,85 9% Anode volioge madulatien, Ulep = B0kV
Wolfram- [)2 co. 21% suitable tom = 100% um?; = 14 kV
Kothode, Mezigy o 48 | 1 = 3 MHz Upgip = 15KV
direkt geheizt co: 35mAN | Uy = 75 K Ugy = ~s00 v
thoriated | EK? T Rey = 0
e | R“n._l ca. 250 V” u, s = &0V
cathode, | U6~"1 EZ “; I:, Q“ = s e
directly heated I, BINR= ‘;‘9 A gif : 3?2 \WM
Kapazitaten I co. 035 A Iy = 65A
Capacitances I ca. 0,025 A Vasp = BA
e N = 215 kW : :
BV \sgor Ugxp co- 450 V max HOMEZ
Ckirala 1) far Anoden-
ca. 28.pF modulation 7,5 kV
S/ 9O 1,2 pF for anode
madulation
2 fur Anoden-
e modulation 1 kV
- ubehor: for onode
Gewicht Fassung Lg.-Nr.30246 medulation
Weight Accessories: d
ca, 16 kg Socket stock no. 30244

648 NIWHOE

Tioa Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
Y8 General dota Typical operation Maximum ratings
Septar U, = 63V Leistungs-Tabelle - Table of power output HF-Verstarker,

5894 'l : 18A Telegraphie C-Betrieb

Stift - Pin | T L 1. Telegraphie, C-Betrieb sregrophis L-tan
QQE 06/40 Al ‘ —'-"—u PEY Telegraphy, class C RFiomphf:‘nr. L
Doppeltetrode | 2 g1 If co. 09 A f U, N tsey:i:‘: :n;c;:s
:“ mm.;rarr i Eﬂ' 911 Oxyd- Kufht:w:ier 200, Mz i &0V O W | 4 Gegentakt

S di indireki gehejzi| 250 MHz | 750 V 85 W | 5ustem | and 11
zur Verwen- 5 Fm B i st et | 430 MHz | 50V 6 W push-pull
|
?—lt:fs':r:c':rier : ‘l]!Ul combaa o Y ol /20 Mhe
Oszillator,. indir. heated | 2. Anoden-Schirmgilter-Modulation, C-Belrieb CCS ICAS
Fraauans Konpen per System Anada-grid Zmodulation, cioss C ga ; ;g 23‘:?: \\:V
vervielfacher | Caps U, =60V | L. | By N Q”' — 2,20 2725 W
und Modulatar| oy, opp =25V é Mz | &0V W 1% Lol 2420 mA
’ 2 beil,=30mAd 250 MHz | 400 V AW | & T sy
win tetrode S5=45mA 2
with internal mA 3. 55B-Verstarker, B-Beftrich Qo= 7 8w
bei |l = 40mA «

neutralization % a3 SSB, closs B U = 175 175V
used as L e £ [ Ut Ny |l = 25 2:5mA
RF amplifier, I 30 MHz | 750 V 74 W Rm = 5 50 ke
oscillatar, | " . { = 500 MHz
{requency | 4. Frequenz-Vervielfacher, C-Betrieb U. = &0 400V
multiplier and | Frequency multiplier, class C | Na iy DI
modulator [ | Uy N ! £ i

| | } 501150 MHz 500 V 20 W |

| ! 400 V 18 W

| Y | 400y 2w Y




" Yibe Alg::tmaledbulen Betriebswerte Grenzwerte
g eral data Typical operation Maximum ratings
k-]
g 5894 5. Modulator, B-Betrieb
% QQE 06/40 Modulotor, class B
[Fortsetzung) i — ks
(continuation) 600 V 8-6_W_
50 V 60 W
300 V W
HF-Verstarker, Telegraphie C-Betrieb
RF amplifier, telegraphy closs C
System | und || in Gegentakt
System | and || push-pull
| CCs ICAS
f = 200 500 250 MHz
u, = 600 500 750V
,Ufrz = 250 250 250 v
Ig’" = 30 Ji -80 Vv Kapazitaten
| Rey = —— 2 — %0 Capacitances
Zobehir: !Urﬂ!ﬁl'fﬁ‘lnall = 200 — 2%0 ein System - one System
ST man | la = 2100 2400 2% mA % =105 11 pF
[E7-21) ['hes = 18 2 4 mA |e =gp TO5 pf
Fossung:  Lg-Nr. 3023 &t =235 28 247 mA | " w0, | BF
Kahiklemme: Lg.-Nr. 3056 ha - 260 2480 2675 W | Salm™ 006520015pr
ey | Q“ = 215 290 24195 W in Gegentakischaliung
A b tock no. 302 1 : ?; 6‘; 35 W Sush—pu]l circuit
Cooling clip: stock no. 30 544! 8. . 75 &0 o (a2 SR
71 o I ta 2. pf’

6252 | Septar Up = 63V
QQE 03/20 Groha &7 _.11 ca. 13A
i Qutlines &7 Uy = 1246V
Doppelterrade’ yift - Pin | If o065 A
it LR Oxvd Ka1hode.-|
zfurrollsunon § o1 lmdueic! gehelzll
) 91 ; ! !
HF-Verstarker gﬂ | Oxide-cathode!
bis 400 MHz 4 kﬂ!" indir. heated |
st 5 by per System |
MNF-Verstarker 6 g U:n — 2V :
7 4 U, . =225V
Twin tefrode ¥2
with Interrial Kappen 5 = 25mAlV
e Caps = 20 mAl
neutralizotion ‘ as) D
far b e 1 "'_.:2':': __40— ;\
RF amplifier up iy ma]
to 600 Mc/s i
and
AF amplifier
x
a
ps o8
el
m
z
2

Leistungs-Tabelle - Table of power output

1. Telegraphie, C-Betrieb
Telegmphy, class C

f u, N
200 MHz | &0V W
200 MHz 400 Vv 25 W
200 MHz 00 v 18 W
200 MHz 250 V nw
400 MHz 400 V 18 W
400 MHz | 300 V 13 W
400 MHz | 20N 9 W
£00 Mz 400y 15 W

2. Anoden-Schirmgitter-Modulation, C-Betrieb |
Anode-grid 2-modulation, class C
I | Uy N
200 MiHz 500V 24 \W
200 Mtz 300 V 14 W
400 MHz 300V 1w
3. 55B-Verstarker, B-Betrieb
5SB, class B
| i i U, Ny
30 MHz | 00 V B2 W

| push-pull
Uy = 00V
= = LI0W
Uu 250 V
Qs = Iw
—U. = 75V
II: = 2:55 mA
2 = 225 mA
ﬂ?) = S0k
R, = 1008
Ugne = 100V

HF-Verstarker,
Telegraphie C-Betrieb
RF amplifier,
telegraphy class C

_| System | und I

in Gegantakt

System | .ond |1

1) Beide Systeme in
Gegentaokt, nufzbare
Ausgangsleistung
in der Belostung
Both sections in
push-pull circult,
utilisoble cutput
power-in the load
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Allgemeine Daten

N

oy | Betriebswerte Gi
e renzwerte
General data ! Typical operation Meaximum retings
6252 ‘ 4. Frequenz-Vervielfacher, C-Betrieb
QQE 03/20 Frequency multiplier, class C M Uy gent
! ‘ | U N fixed grid bias
(Forisetzong) | S e —— 3 U, mittels R
[continvation) ok el iy um by R ;
133/400 MHz 300 v 6 W ek
5. Modulalor, B-Betrieb
| | Modulator, closs B
u, . N_
500 v 235 W
00V 132 W
| HF-Verstarker, Telegraphie C-Befrieb
| RF amplifier, telegraphy class C
‘f = 200 200 400 400 MHz
Uy = 600 400 400 400 V -
‘ |Em = 250 250 50 250 v Kapozitaten
m— = N"“ = —162 -5113 —ﬁg =50 V Capacitances
: s = i & W ein System -
Socke| - Base 1“ = 250 22850 250 2450 mA c = l;n in:ésysm:
| 7-25 noch DIN 41 01 [ =i § B & KA e eedE s o
| Fassung:  LgoNr. W29 | Ly = 207 B07 207 207 mA  |ct. =006£0017 oF
Kohlklemme: lg.-Nr. 30866 | N, = 230 220 220 220 W B Ty
e il Q. Z. oz 25 28 2400 W in Gegentaktschaltung
| Sodats  stockno.s0zw| Sz T, 2 2. 12 1t w | Beshpullcircul
| Cooling clip: stock no. 30 566 i i 2 2 o n & Dk i
| =% 28 i 15 W £a. LT sl SPF

€88 NIHHOWY

6360
QQE03/12

Doppeltetrode
mit innerer
Neutralisation
for
HF-Verstarker,
Oszilletoren,
Frequenz-
vervielfocher,
Modulatoren

Twin-tetrode
with internal
neutralization
for

RF amplifier,
oscillators,
frequency
multiplier,
modulotors

(1 5o)

C-Betrieb
Fortelegraphy class C
f < 200 MHz
CCS I1CAS
U‘,l = w0 300V
! Nu =2\<”,?5 2215W
Q, = 25 27 'W
i:l = 245 2:55 mA
| Up, = 200 200V
Q= 2 W
Ui = 150 18V
I, = 250 2065 mA
ll-i.sp = 2x225 2300 mA
| 1 = 243 2¢d4 mA
Q= 2:02 202W
Upp= 100 + 100 V

Fiir Telegraphie,

1) Gemeinsamer
Widerstand for
beide Systeme
Commen resistor for
both sections

?) Nutzbare Ausgongs-
lgistung in der
Belastung

Pico ¢ U! = 63V | Leistungs-Tabelle - Table of power cutput
Noval Iy co.820mA | 1 Telegraphie, C-Belrieb
Grofe 12 Up = 126V Telegraphy, class C
Qutlines 12 Iy ca.410 mA | f = 200 MHz
: - — 1
Stift + Pin Oxyd—Kmhodei Ua l CCSN ! ICAS |
- indirekt geheizt] = : ——
g ks Oxide-cathode 200 V 7.4 » W
911 indir. heated | 250 v ? naw
41 } 300 V 12 16 W
§ per System |
6 ap U, =200V 2. Anoden-Schirmgitter-Modulation, C-Betrieb
7 gy tgpy| U= 200V Anode-grid 2-modulation, closs C
8 an a = 30 mA f = 200 MHz
9 iy S =33mAN Ty N ‘
W2l ] ‘ CcCS ICAS
75817 = a it o M A
200 V | 7] B8 W
3. Frequenz-Yervielfacher, C-Belrieb
Frequency multiplier, closs C
f = &7/200 MHz
u, N3
CCS ICAS
200 V | 28 35 W
250 V 3 42 W
v 3.5 4.8 W

Useful output power
in the load




Tiva Allgemeine Doten Betriebswerte Grenzwerle
§ General dato Typical operation Maximum ratings
bl
g 6360 4. Modulator, AB-Belrieh

Modulatar, cl AB
= QQE 03/12 vlatar, class
z u, N
|Fortsetzung) I =0 1. >0
lcontinuation] _qu v | £l ?— ";'? W
g ,
250 V 9.3 14w
300 v ‘ 12 17,5 W
HF-Verstarker, Telegrophie C-Betrieb
RF amplifier, telegraphy class C
| System | und |1 in Gegentakt
| System | and |1 push-pull
| CCS
If = 200 €0, 200 MHz
| U, =, = 200 250 300 v
! !Um = —_ 175 V
i |R;;2 = o 47 —i k2
| | Uiy = =7 = 40 V
| R M = 15 18 =k
| U:.'llspfglllsﬂ = ks 110 Mo v
[ N, 014 012 01 W
| Iy = 2«35 ‘N335 2375 mA
| rgz = 22 1.8 23 mA
I]f—"'l = 27 22 2409 mA
[Ny, = 27 284 241,25 W

N3 = JA 2 12
ICAS

f = 200 200 0 MHz

U, =Uy = 200 250 300 V

Upy o — om0V

Rep = 82 7 — ka

Uy, = f—— — 45V

Rst" = i5 18 15 tr‘-

u = 130 120

NTETR ot 015 02 W

1. = D2 240 2«50 mA

= = 31 24 3 mA

Ty = 3 25 215 mA

N:l = A4 210 15 W Kopazitaten

Q, =204 235 26 W |Copocitonices

Qy = 055 0.45 0.6 W gin System ~one System|

N = 0 03 W W e e g8 oF

n = & & 2% | =26£03pF
g NL% = 9 N2 W | <ol g
§ in Gegantakischaltung
Z push-pull circuit
§ Ca = 51 pfF

| <, = 14 pF
|
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Yo | Allgemeine Daten

i Betriebswerte
Typical oparation

Grenzdalen
Moximum ratings

| General data
6939 Pico 9 Uy =63V
DOE OS] gy Lol ER
GroBe 0 |y =124V
Doppaltetrode | Outlines 10 I¢ ca, 300 mA
mitinnerer ISqp - Pin | Kathode
Neutralisation | 4 & _O{yd'Kcthfz"
fir BF= i incirakt geheizr
3 | 2 ks Ovidac

Verstirker, 3g xide-cathode
Oszillataren, 49 il Indir. heated
Ffﬁq‘hlﬂﬂ?.'- 5 F per System
vervielfacher & ar bei Ua -y,
Twin tetrode 7 91+ 9211 Gl

ey 8 o l, = 25mA
with intarnaol 9 1 I S“ )
neutralization L | =
for RF h 1054292 mANV
amplifier, Wy = 3158
oscillotors,
frequency
multiplier

| .
Leistungs-Tabella « Takia of power output

|
| 1. Telegraphie, C-Belrizh

| Telegraphy, class C

f= 500 MHz
U | N
| CcCs ICAS
8|V 5 W
00 vV &W
2. Anoden-Schirmgitter-Modulation, C-Betrieb
Anode-grid 2-modulation, closs ©
f = 500 MHz
u, ‘ N
ccs ICAS
1wV | 35 SW
3. Frequenz-Verdreifacher, C-Betrieb
Frequency tripler, closs C
| f = 147/500 Mz
i U, N1
CCs ICAS
180 V | 18 W
200 v 22 W

HF-Verstarker,
Telegraphie C-Betrieb
RF amplifier,
telegraphy class C
System | und ||

| in Gegentakt

System | and 11

push-pull
f = 500 MHz

CCs  ICAS
U, =25 250V
N, =246 27W
Q, =28 2375 W
I, =245 2.50 mV
U, =200 200V
Q.= 3 35A
U, =100 100V
L, =23 23mA
Uy =10 100V

3) Ausgangsleistung
der Traibersiufe
powar outout of the
driver stage

HF-Verstarker, Telegrophie C-Betrieb
RF amplifier, telegraphy class C
System l.und Il in Gegentakt

System | and |l push-pull

CCS ICAS .

f = 500 500 MHz

U, = 180 W v

Ugy = 18 WV

Um = =20 =20 Vv

Ry ? = 27 Z ke

u = 50 50 V
alsp/eillsp

Ngm ol e T w

i = 2475 231 mA

| =1 125 14 mA

li: = 2075 2075 mA

N:‘ = 25 2462 W

Q, = 221 226 W

Q = 225 28 W

2

N = 58 72 W

n% = 58 5% %

N9 = s & W

_‘}. B;d_e Systeme in Gegentakt, nutzbare Aus-

gangsleistung in der Belastung
Both sections in push-pull circuit, utilisable
ouiput power in the load

%) per System

e

R&hrenoausgangs-
leistung

power output

of the tube
Réhrenwirkungsgrad
efficiancy of the tube
Mutzbore
Ausgongsleistung
useful power output

Kapazitaten
Copacitances
zin System - one System

{ of = 64514 pF
C =1,6%0.21 pF
Cotey S 021 pF

in Gegentaktschaltung

push-pull circuit

Cqy 38 pF
0.95 pF

a
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Sender&hren, die nur noch flir Nachbestickung geliefert werden « rec

ded for repl t only
Type RS 235 RS 522 RS 577 RS 612 RS 877
Heizung - Heating
Uy v 1 5 18 5 12
Iy ca. A 13,5 150 240 8.5 280
Grenzwerls
Maximum ratings
f MHz 6 20 = 150 =

Betriebswerte

fur HF-B-Yerstarkung
Typicol operation

tor RF amgplifier, closs B

f MHz

U“ kY

NstﬂT“ w
N, (A

L

25
22
1.2

Gewicht - Weight ca.g

100

Zubehar - Lager-Nr.
Accessorios - stodk no.

Fossung - Sodkat
Kohltopf - Caoling jacket

Gilteranschluf
Grid clip

Anodenanschluf
Anode clip

Gitterring « Grid clip

HeizanschluB
Heater ciip

30270

30372
30 367

30463

30369

30484

30 480
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Vakuum-Kondensatoren - Vacuum capacitors

Type Kapu‘ziiﬁi | Grenzwerte Zubehar Lager-Nr.
Capacitance Maximum rofings Accessorias Stock no.
RK 25 25:pF £8% Spitzensponnung 24 kv Anschlufikappe 30341
e Peak voltoge Connection cop
ca. 600 g Gleichspannungsanteil 12 kV Zwischenkoppe 30 352
DC componant Intermadiate cap
HF-Strom, Effiektivwert] f< 30 MHz 40 A
RF cyrrent, RMS value [ f=100 MHz 20 A
RK 50 50 pF £ 59, Spitzenspannung 24 kY AnschluBkappe
A o Peak voltoge Connection cap
wicht « Weig A
o 60 g Gléeichspanningsanteil 12 kV Intermediate cop
DC component Zwischenkappe
HF-Strom, Effektivwart] (< 30 MHz 40 A
RF current, RMS value } F=100MHz 20 A
RK 100 100 pF + 5%, Spitzenspannung 24 eV Anschlufikappe
L I et Peok voltoge Connection cap
co.780 g Gleichspannungsanteil 12 k¥ Zwischenkoppe
DC component Intermediate cap
HF-Strom, Effektivwert] f< 30 MHz 40 A
! RF current, RMS value } f=100 MHz 20 A |
P—-——-—_ — —
|  Kapozitat Grenzwerte Zubehar Lager-Nr.
Type Caparcitance Maximum ratings Accassories SIS
|
[l 55 : 4k Anschlubkappe 30361
RK 200 . WOpF 5% | Spirzenspannung 24 kY | Cns E app
Peak voltaga | Connection cop
Gewicht - Weight Gleichsponnungsaniail 12 k¥ | Zwischenkappe 30362
ca, %50 g | DC companght Intermediate-cop
HF-Stram; Efzkiivwart ] f< 30MHz 40 A
| | BF current, RMS valuz [ 1= 100 MHz 20 A
500 pF £ 109 Spitzensponnung 24 kV Anschlufikoppe 30383
RK 500 Peak voliags Connaction cap
Gewicht » Weight Gleithspannungsoniell 12 kV | Zwischenkoppe 30344
co. 2.2kg DC component Intermediate cap
HF-Strom, Efaktivwert 'l f< 30MHz B0 A
RF current, RMS yalua | =100 MHz S50 A
| . kv | Anschutk 30363
1000 pF £ 109% pitzenspannung nschluBkappe
. RK 1000 Peok voliags Connaction cop
g Gewicht - Weight Glsichspannungsantail 12 kV | Zwischenkappe 30364
= | ca. 37kg DC component Intarmediate cap
=
= | HF-Strom, Effektivwert] f< 30MHz 80 A
= RF current, RMS value [ =100 MHz 50 A
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Osziliogmphen-kahren fiir HEUGHMiCkI“ﬂgBﬂ nach Schirmdurchmesser geordnet
(ﬂ“\ﬂde-l’av tubes listed by screen diameter

i S Ablenk- Gasamtbe- [Ausnutzbaore Auslenkungl Heizstrom max.
Schirm- | durchmesser kosffiziantan | sch! - c : :
2 z schleunigungs Useful scan Heatar Bavidnge
form " |ofiar Bicaoncle Deflaction Sponnun currant Overdll =
i Screen i s Richtung Richitung ! Rohren-Typ
Screen - cosfficients Tatal accels- length
shope SlutsIse D,D D, . | rating voltage U3- By Dl DZ
or diogonal 374 g LS sl
cm Viem  Viem v mm mm mA mm
Einstrahl-Rehren - Single-beam tubes
(0] a3 58 5 500 z 7 300 103.2 D 31
Q 2] 43 800 &0 &5 B0 162 D 7-16
o] 7 B 13,5 1000 &5 &8 300 308 DG F-7T4A
8] 3.7 12 1400 43 &0 an 290 D 7-150
8] 3.7 12 1600 43 &0 300 290 D 7-170
= 8 11 11 1000 70 28 80 2255 D 81
O 9 14 14 1000 74 40 €0 206,5 D 910
= 10 15 17 6000 54 70 En 215 D 10-19
= 7.5 8.5 3000 56 70 E0 215 D 1-19
@] 15 15 4000 100 100 300 410 D 13-43
[&] 12 27 4500 an 100 300 349 D 13-401
o} 13 11 18,5 2000 100 100 300 79 D 1342
o] 8 18,5 3000 B0 100 300 349 D 13-41
@] 33 15 10000 80 100 60 4535 D 13570
(e} 2 4 30000 80 100 300 53 D. 13-4

= P
= 45 ] 16000 &0 100 80 250 14-111
b 34 4000 160 160 300 75 DG 18-14
8 18 s 5 000 120 150 300 25 |D 1s-n
Iweistrahl-Rohren - Dual-beam tubes
&000 0o 110 24300 472.5 DBM 13-34
8 &) }?? i ]m | }w 100 230 I 4% |E 13413
Magnelisch abgelenkte RBhren - Mognetic deflection tubes
Schirm- Heals- Anoden- [Ausnutzbare]  Schirm- Heizstrom max.
Schirm-|diagonale ader] durchmesser spannung Schirmhoha breite Heater Boulange
form Durchmesser Modk Anode valtnge Usaiul scresn current Owverall RGhren:Typ.
Screen Scroen diameter screen width length
ey diagonal 6
shape or diometer heig
em mm v mm mm ma mm
i 70 11000 25 125 a0 ;‘?95 M 17-11
= % 2 11000 171 228 & 250 | M 28-10
5 7 28,6 18000 365 384 300 09 M =12
= 59 25,6 18000 385 439 300 384 M 59-33
6} 13 %5 20000 wo| 108el 0 @ | 130
0 25 365 20300 230 ¢ 233 & 300 645 | @ 25100
0 P 38 12000 %5 @ 385 @ 300 13 F 4210

Ausfohrung in anderen Schirmarten: Siehe Datenblatter + Refer to data sheets for details of other type screen
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Tyoe Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte
§ P | General data Typical operation Maoximum ratings
I |
§ AF 43-80 | dvodecel |U; = 63V | U, = 15 K U, = 12 7KV
= — |f ca. 300 mA | U | = =-%0.+190V U, = =500,..+500 V
2 | AP 43-80 | Stift-Pin LT - oo = 40 Vv USRS oo 500 v
1 f Iy ca.mmﬁ.ugz u*? — -150 ov
illo- 2 .63V gisperr £1
gors:;::n-ﬁéhre é :l a 'UfL be ‘ B‘E =300 V= 75..-35V Uglsll = 2 v
. 355 |indirektgeheiztf bei U =400 V = -102... 48 V U o= 410 A\
mit lonenfalle & — ? &2 i
1 : 10 indir. heated |—— Uy . = 200 v
elakirostatisch g, *) fir Mittenscharie U
fokussiert, 1k Abmessungen far contar focus il + En_ & "
magnetisch 12 1 Tube dimens. U - 125 v
abgelenkt, Kappe o Schirm - Screen| Schirm AF 43-80 AP 43-80 [ Rﬂk- 2 15 Ma
F'U'E*F_‘l‘mm Copa 282 « 343 mm Fluoreszenz orange blou e 150 Hz) :
spharisch L@nge ib. alles| Phosphoreszenz  orange  galblichgrin = 03 Mo
CRY | Overall length| 10% Nachleucht- Rppe = T Ma
with fon-trap | g7£lemm | saneg g _lang Zgyy; 150 Hz)
electrostatic Gewicht Screen AF 43-80 AP 43-80 = o1 Ma
focus, ‘ | Weighll Fluorescence orange blue | Wiwahrend denAnheizzelt
mngnef:: ca. 6,2 kg Phosphorescence orange  yellow-green max. 45 1
defisclicis, Ablenkwinkel | 109 persistence long long during worm-up time
faceplate: Deflect, angle | ‘ RS
spherical diegonal $0°
| Kapazitaten + Capacitances
(=" - é =13
0| o ca, 5 pF
| Com = 12502500 pF

| duodecal | Uy = 63V U, = 15 kV Uy = V2. 17 kV
AP 53 80 . , Iy ca. 300 mA U 2] = =90..:220 ¥ U“M‘s = =500...2500 'V
Stfi- Pin |1 s = 40 Vv U, = 200..500V
Oszillo- 1.0 I, — 300 mA | U 2 B
grophen-Rohre 2 U[ ca. 63V 'E'spPr'r Uy =5
mit lonenfalle ¢ 9 B ‘i:! =30V = -75..-35V Umsp +2 Vv
elektrostatisch | 5 2398 |indirekt geheizt|  bei u =400 V = ~102... -48 V Uy 1= % :
i indir. heated |— i,
hku:i:i:;‘ 10 3y *) fir Mittenscharfe Ui:\ i o
m;lg Tanit ok Abmessungen far center focus R o0 v
? QT Tnﬂ‘ 4 12 f Tube dimens. Uy = 128 v
ontplatte: 3 e
s;haf;sd, Kappe a Schirm - Screen| ¢ chiem Ry = 1,5 M
Copa 352,5 % 484 mm & o) Z,, (50 Hz)
= o szenz ay &
CRT LGngedh. ofles) L0202 N = 05 Mo
Sl 1] .
with ion-trap Overall Iengrhl f]’hosp&o::lszeg‘?d ?:r} Vg Rr 5 i Ma
electrostatic 482 5410 mm 0% Nadhlevdhidouer 9 Zy)) 150 Hz)
fDCus,e.r‘ Gewidcht Screen =y 0,1 Mo
ma, c i =
dcl‘?ﬂlri;n Yisigly Fluoresconce blve N wahrend der Anheizzell
}Qn—:pk_ﬂa: ca. 12kg FPhosphorescence yellow-green max. 45
spherical ’ Ablenkwinkel | 109, psrsistence long during warm-up fime
Deflect. angle mox, 455
diogenal 02
bl
a ===
= Kapazitdten - Copocitances
m
7 €y €O é pF
w - 5 pF
& Cofm = 1250..2500 pF
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ond indicator applications

e Heizung Betriebswerte Grenzwerte
Heating Typical cparation Maoximum ratings

D 3-10GJ D 3-10 u, = 500 1000 V U, = 500...1500 V.
ly co. 8B0mA | U, ==2]...=7 —42. =14V L = 200 ov
! EISpOTT # 200...

DG3-12A 1FP1 R o D50y = W@ 9418 Vie By = 2 Ma
1 ey = Vi =

Oszillographen-Réhre ind}r‘c;kl gt‘:hf_-:..:lI gl gi N If]'" sl i‘lﬂ wfm H'p'l - 1.5 e

mit Planschirm fGr tronsistori- indir. heated D] 4 _ z '"136 ?,\G""'SE v',mth

siarte Klainstoszillographen 1 Dz Sll08-s 135 2510 Viliseh

und Anzeigezwecks DB 3-12

Fiat-faced 1" CRT for tran- EG 3_-125)\3 o

ist . P e  {h e ¥

sistarized smoll oscilloscopes \. If . 300 mA

Durchmessar N.Ex1.5mm Diameter
Ausnutzbore Auslenkung Useful deflection
\ D, D, min. 27 mm
. D, D, min. 27 mm
Lénge uber-clles 103,2 mm Ovierall length
lr Gewicht ca. &g Weight
Zubehdr (Lagernummer) Accessories [stodkng.)
Fassung 30232 Socket
30441 Shielding

‘ Abschirmzylinder

D3-11BG D3-11CJ

Oszillographen-Réhre

mit Planschirm

fiir Kleinst-Oszillographen
und Anzeigezwedke

Flat-faced 1* CRT
for small ascilloscopes
and indicotor opplicotions

Up = 63V
Iy ca.300 mA

indirekt geheizt
indir. heated

We = 5007) 1000 V | Absclute Grenzdaten
U:’,3 = 50...150 100...300 V | Absolule moximum ratings
Uernperr 2.7 —42.-14V U = 1500'V
0,0, 47,69 94038 Vfem | U, .0 D3 G
D, D, 4.6 8292 Viem | - 500V
D3 D‘ =119,5...167 '239...334 V/inch U;smi.n D 3-11 8G
D, Db, = 104..155 208...310 Vfinch | = 1000V
- = l Vs = 1200V
MR g e 6 Ugy =-20V
Snly | By = 2Ma
pE = 15 M
Ugik =18V
Durchmesser 318%1,5mm Diometer
Ausnutzbare Auslenkung Useful deflection
D, D, min. & mm
DD, min. Z7 mm
Lange Gber alles max. 103,2 mm Overall length
Gawicht ca. &g Weight
Zubehdr [Lagernummer] Accessories [stock no.)
Fassung 30 249 Socket
Abschirmzylinder 30441 Shielding




for small oscilloscopes
and indicator applications

Ausnutzbare Schirmflache

DS D, min: 22 mm

D, D2 min. 46 mm
Lange uber alles 1245 mm
Gewitcht ca. 8 g

Type Heizung Belriebswerte Grenzwerte
g Heating Typical operation Maximum rotings
oy H
g D &-100 GH U; = 63V | U, = 500 1000V U, = 500...1500 V
= l; co.300mA | U = 50..150 100...300 V Ugs = 1200 v
=0 P 2 = -2... = i =
z Oszillographen-Rahre indirekt geheizt DmSnerr & 2135 7 —-12?0 143 Em 20... OV
mit rechteckigem Planschirm indir. heated D3 |:;|4 cu‘ 2% v V}:Z U':.'l&!l ;; :
= R ez : afDsp =
bt ol ms o Ve S T o
D, D, «ca. 66 182 Vfinch | Ry = 2 Ma
Flat-rectangular-foced 27 CRT Ve = 215 v

Useful screen area

Overall length
Weight

Zubehdr (Lagernummer)
Fassung
Abschirmzylinder

30247

Acctessories {stock no.)
Socket
Shielding

D715BG D 7-15GL
3BVP35 3 BVP2
D715 GH D 7-15 GM
3 BVP 3 3BVP7

D 7-15 GJ

3 BVP1

D717 BG D 717 GL
D 717 GH D 7-17 GM
D 717 GJ

Oszillographen-Rohre for kleine
Braitband-Oszillographen mit
Flanschirm, spiraliormiger Nach-
beschleunigungswiderstand,
sehr grobBe Ablenkempfindlich-
keit und Genavigkelt, enge
Toleranzen
D 7-17: Kothode mit kleiner
Heizlaistung
Flat-faced 3" CRT for small
wideband oscilloscopes with
post-acceleration helix,
yery high deflection sensitivity
and accuracy, close tolerances
D 7-17: Cathede with low
heater power

668 NINHOY

| B 7-15
1Y = 63V
I, ca, 300 mA |
JD?—I?
Up = 63V
Iy ca. B3 mA

indirek! geheizt
indir. heated

|
|
|
|
[

!

P

Absalute Grenzdaten

Al = 0. 30V Absolute moximum rotings
b = A0V Wi = 2300 V
az = 160 ¥ Ugrt 2300 V

- 5.. 250/ Tl =
ath - 25 . = 800V

U, = 1600 V > - 2300V

Uy = l&f 162y U?:B = 2300V

Uumrarr ...V U, = 250V

S, - o sV e Up, = 025

D, D = 32. 42 Vlem 3
3 4 RDa 1 55 ka

D, D = 10,7...13.3 V/cm ; =
) £ R D3 10 ko

D:D, = 81..107 Viinch - — 55 Ma

D‘ D2 =972..23.8 Viinch UI'."k — =180V

(A )




Heizung | Belriebswerte [ Grenzwerle
Heating Typicol operction Maoximum ratings

Type

(Fortsetzung)
[cantinvation)

NI¥HOY 00

! Durchmesser 76,2+1.6 mm Diamster

Ausnutzbare Auslenkung Useful deflection
EI‘3 D‘1 min. 60 mm
DI D? min, &) mm
langz Ober alles max. 307 mm Qverall length
Gewicht ca. 300 g Weight

Zubehor [Lagernummer) Accessories [stock no.)

Fassung 30232 Socket

Nachbeschleunigungs- N7 Post-acceleratien cap
anschlul

Abschirmzylinder 30 477 Shielding

Anschlub o 30 341 Caps for L

D7-16GJ] D7-16GM |y =63V U, = 800 V W = §09...1000 ¥
: | g co. BOmA | Uy = §£3.88Y U_m = 500 V
Oszillogrophen-Réhre mit | Regare 132 Up iipey = —3W.-2V Up = -250.0V
kleiner Heizleistung und beson- '_s.;!;_-l-c h ‘_r' A!Jm mox. 23V Rp = 3 Ma
ders geringer Baulange mit {ndirBki.genezt iy = 21.. 24 Viem B = 15 M@
Flanschirm, fur kleine tronsistori- | indir. heoted | DE D‘ — 4D 45V =1
sierte Universal-Oszillographen | 1 g f'“
und als Anzeigerahre, wahl- D, D, = 53... 8] V/inch
weise fir symmetrischen und 0. D = 102...114 Viinch
asymmetrischen Betrieb mit 1 172
kleiner Anodenspannung
Fiat-faced CRT with low heater power, very
short length, for small transistorised general-
purpose oscillescopas ond as indicotor tube
aptionally for symmetrical ond asymmetricol
operation with. low anode volioge
Durchmesser 76,2+1,6 mm Diameter
Ausnutzbare Auslenkung Useful deflaction
D3 Dn min. 60 mm
0, D, min. &5 mm
= Lange Gber alles max. 1615 mm Qverall length
a Gowicht ce. 20g Weight
= — —
E Zubzahor (Lagernummer] Accessories [stock no.)
= Fessung 30 232 Sodkat
= Abschirmazylinder 30 311 Skielding
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Flot-focad 37 CRT for small
widebaond oscilloscopes with
post-accelerotion halix,

very high deflaction sensitivity
and gccuracy, close tolarances
D 7-170: Cathode with low
haater power

Type [ Hein}ng ‘ Betriebswerte Grenzwarle
Heating | Typicol operotion Maximum ratings
|
D7-150GH D7-150GM D7-150 [ YUn = 400 V Absolute Grenzdatan
D7-1770GH D7170GM | Ys = 63V | AUy, = 0. 3V Absolute moximum ratings
i lg c0-300 mA t'um = 1:?; t: Upg = 2300V
£ Uz = i U‘ ¥ = 200V
Oszillogrophen-Réhre fur kleine g?—lmﬁi v l-'l:la = 5. 25 pA U“ll' — B0 :,-
Breitband-Oszillographen mit L (TS = 1400V a2 =
. sl .| Iy co. BOmA | B2 U, = 2800 V
Planschirm, spiralformiger Nad- Ues = 100... 180 V us = 2300 V
beschleunigungswiderstand, indirekt gsheizt Uk'l‘-\lll’l'l' = -90...-50 ¥V Uﬁ — 95gV
sehr grofe Ablenkempfindlich- | indir. heoted | AU,  mox 3V 1. = oo
keit und Genauigkeit, enge D, 'D4 = B32.. 42 Viem [ Pk g2 =t ko
Teleronzen D, D2 = 10,7...13.3 Viem E:UHH . ]TE k!;
D 7-170: Kathode mit kiciner | Dy = 81..107 Vfinch Db~ 55 Me
Heizleistong 0;D,  =2.2.338 Vfinch U}}k = £180 vV

£0F  MNINHOY

|
|

Durchmessar
Ausnutzbare Auslenkung
‘ D3 D, min. &0 mm
| Db, min. 60 mm
Lange uber alles max. 30?2 mm
|] Gewidt ca. 300 g
l Iubehar (Logermummer)
Fassung 30232
Machbeschleunigungs- 07
anschlub
Absdurmzﬂmder 477
Anschiuf oy 302341

762+1,4 mm Diameter

Useful deflection

Overall length
Weight

Accessories [stodk no.)
Socket
Post-acceleration cop

Shielding

Caps foragy,

T
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s ‘ Heim.mg Letriebswerte Grenzwerte
Heating Typical operation Maximum ratings
D8-11BG DB81IGM Yy =63V |, = 000 2000 V l Absolute Grenzdaten
D8-11GJ Iy ca. 3‘3.""4“‘ | AU, = +20 +20'V Absolute maximum ratings
— | indirekt geheizt| :j!ﬂ = I;g 3?; :': :ju = ﬂg 3
Oszillogrophen-Rhre mit recht- | indir. heated gIspers = 7 i3 =
eckigem Planschirm, Kathode mit AUy, = 2 XV Uy 125..0 v
ﬂer_lngerll-igz[glisru'ng Fhﬁr klei;e B, D, = T 22 Vfem UsfDsp, = 550 v
Iniversal-Oszillographen un D. D = - -
fir Anzeigezwecke 172 . 22 won Fp 1M
RH'I = 1.5 M
Flat-rectangular-faced 3 CRT Ui = 1BV

for small universal oscilloscopes |
and indicator applications, |
cathode with low heater power l

Ausnutzbore Schirmfache

Useful screen area

D:! E.'r4 min. 70 mm

D, D min. 28,5 mm
Lénge Uber alles 226,5 mm Overall length
Gewicdht ca. 300 g Weight
Zubehér |Lagernummer) Accessories (stodk no.)

| Fassung 30 249 Sacket

Abschirmzylinder 30702 Shielding
Gummitillen 30 591 Rubber plugs

D9-10GH D9-10GM  U; =63V |

I ca. 80mA |

Oszillographen-Rohre mit recht- | indirektgeheizt)
eckigem Planschirm, Kathode mit | indir. heated |
géeringer Heizleistung fir klgine
Universal-Oszillegraphen und
fur Anzeigezwecke

Il
|
Flot-rectongular-faced 37 CRT ‘
for small universal oscilloscopes |
and indicator opplications, }
cathode with low heater power |

s = 1000 2000 V
AU.‘['I:; = %20 +40 ¥

vy — 1000 2000 V

gisperr £9- 4 45V

- ca. 180 OV
Al e oo, 25 2V
0,b, . 16  2Vm
D,D, ca, 4 28 Viem
D, D, ca: /0.7 81 V/inch
D] Dl co.. 356 71 V/inch

| Ausnutzbore Schirmflache

Uia = 50 v
nib = Zso v
UI.ZS = BOD V
UE-'I -125.0V
u:—?]-‘i“ oy
Uil"l.'lf]‘ 550 V
e U= 0.6
R = 1,5 Mo
| Rp = 1 Ma
U = 125V

Useful screen area

[ D3 D»i min. 70 mm
b, D, min. 40 mm
Lange uber alles 206,5 mm Overall length
| Gewicht co. 300 g Weight
Zubehdr (Lagermummer] Accessories [stock no.]
Fassung 30249 Sodket
Abschirmzylinder 30777 Shielding
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Tvpe Heizung Batriebswerte Grenzwerte
TR | Heating Typicel operation Moximum rotings
|
D10-19BG D10-19 GH Up = 63V | Usin = 1000 1500 V | Absolutie Grenzdaten
If ca. 30 mA | AU, = +40 +40 ¥ Absolute moximum ratings
Qszillographen-Réhre mit recht- md:rei:. gehmzl U'ﬂ = 6000 ---10000 V U“Hl =, 2000 V
1 u = 1000 1500 vV 8 R = 10000 V
eckigem aluminisierteam indir. heated £5 2 max
; R 2 AU ca. =50 ca. =50V u : = 4000 V
Planschirm, geringer Bouldngs, | &5 azmin
T U, = 1000 1500V e = -250..0V
Netzalekirode, sehr grobe iy bs ]
Pl All = +70 70 V +U,, = oV
Helligkeit fir Impuls- &4 Kisp
Oszillographen uH! ca: 30 Ll T UHS = 2000 V
Ugs = 1000 1500 UK‘.! = 1000V
Flat-rectangular-faced U“,' \SPOIT 40...80 &5...115 v Lléz = 2000V
aluminized, 47 CRT, short AU, max. 35 co. 35V UI‘LIF['!‘D = BOO W
length, mesh electrode, very 03 By ca. 15 ca. 22,5 Viem I g2 = 0.6
high brightness-level for pulse P, D, ca. V7 ca.25,5 Vicm Riey ' = 1.5 M2
oscilloscopes D,D, co. 38 co. &7 Vfindh | Ripapye = 55 ka
DI D2 co. 43 ca. &5 Vfinch RLH D2 = 110 k@
1k = #1235V
Ausnuizbare Schirmflache Useful screen area
3 D“ min. 5 mm
DD min. 70 mm
Lange uber alles 215 mm Ovearall length
=i - Geawidi co. 400 g Weight
Zubehor (Lagern 1 Accessories [stock no.)
Fossung 20250 Socket
Abschirmzylinder 774 Shielding
Machbesdchleunigungs- 0317 Post-acceleration cap

anschluf

D 10-191 GH D 10-191 GM

Oszillogrophen-Réhre mit recht-
ackigem Planschirm, geringe
Bauldnge, Meizelekirode,
grofle Ablenkempfindlichkeit,
Kathode mit geringer Heiz-
leistung.

Fir Breitbond-Oszillographen

Flat-rectangular-faced, 4" CRT, short lenght,
mesh electrode, high deflection sensitivity,

cathode with low heater power.
For wideband oscilloscopes

indirekt gahaizt

U; = 63V
lg co. BOmA

indir. heated

Ugg 500 V
AU, = 40V
Uss = 3000 V
U = 500 V

| Ab-,;s ca. =50 V
U,_4 = 500 V
AU, = =4V
U_ﬂ,a' = 0.4V
Ugy = 500V
Unienprr ey —€0V
aum ca. v
D, D, ca. 7.5 Vjem
D, D2 ca. 8.5 Viem
D, D, ca. 11 Vfinch
D, D2_ ca. 21,6 Viinch

Ausnutzbare Schirmflache

Absolute Grenzdoten
Absolute maximum ratings

Ugia G 1000V
Uu}lll:l_‘i 000 ¥
Yiamnn - = 2000V
'-US“L-:! max. 8
U i
il
Ugy = -250..0 V
Urisp - 0.V
UI..5 = 1000 V
2 my
Ugs = B0V
UM Msp 800 V
lgrlgy = 04
Em = 1.5 M@
Rpams = 115; :i:
I 2 - o~
1k = 4125V

Useful screen orea

3077
MNachbeschleunigungsanschl. 3031?

D, D, min. 56 mm

D, D, min. 70 mm
Lange dber alles 215 mm Overall length
Gewicht ca. 400 g Weight
Zubehdr (Lagernummer) Accessories [stock nol)
Fossung 3025!1 Socket
Abschirmzylinder Shielding

Post-acceleration cap
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Teve Heizung Belriebswerte Grenzwerie
Heating Typical operotion Maximum ratings
D13-208G Uy = 63V Ui = 4000 v Ui = 48 kV
—_— _IILM"A_ Ui = 4000 v U - 3 kY
Oszillographen-Rahre indireki geheizt e = 4 v Uiyis S48 kY
mit Planschirm, sehr grobe Indir. heated | a2 = 24000 X Uiz =mec:28 kY
Ablenkempfindlichkeit, U = Matm N [ Maa = min9 k!
enge Toleranzan Uiﬂﬂl'ﬂn’ =gsilasa v U i 23 kY
) D3 D‘ = 13,5..18,5 Viem =u = 230..0 V
Flat-faced 5 with very high D] D2 = &7... B0 Vlem | Rm = 1.5 M@
deflection sensitivity, D3 0, = 34... 47 Viinch | .l]’k i = Eéﬂ v
tight folarances D, [.7!2 = 170....203 Vfinch ! UI:"k: i) - 190 V
|
Durchmesser 133+2,5 mm  Diometer
i Ausnutzbore Auslenkung Useful deflection
D, D, min. 40 mm
D, D! min. 100 mm
Lénge uber alles 448,5 mm Overall length
A Gewicht co. BOD g Weight

Zubehbr (Lagernummer)

| Fassung

| Mochbeschlaunigungs-
anschluf

| Ablenkplotteranschlisse

Abschirmzylinder

L

Accessories [stodk no.|

30223, 30230 Socket

30319

30429

30428

Post-acceleration cap

Caps for deflectian
terminals
Shielding

D13-21BG DI3-21GL | U = 63V | Uy eEs Y
ca. m =

PG R ——,' = = u‘“lf = &0 v
|!1d|reklgehefzr Uf:]; — 1050 vV

Planschirm, sehr grofe | jtidigheatan Um = 1670 v
Ablenkempfindiichkeit, Ul;‘~3 = 204..315V
enge Toieranzen. Auch mit E‘Ums;mrr -80... =50 V
Innenraster lieferbar. D, b, 59..72V
D, D = 5. 335V

Flat-foced 57 with very high D’ Uz ¥ 15.183 V
deflection sensitivity ond D:: D; 7, 70... BS'V

tight tolerances. Available with
internol grating. |

Durchmesser

Ausnurzbare Auslenkung
D3 D‘ mfn.
L. D min.

Lange uber olles

Gewicht ca.

fem
jem
finch
Jinch

133225 mm

40 mm

100 mm
4685 mm

800 g

e - 21k

ae T 21 kY
Usp = 12 kV
Um, = 2,1 kv
Um = 8OO V
_U};{l = 250.0 %
E"',I = 1,5 M2
Upg = %180V

Diameter

Uselul deflection

Owverall length
Weight

Zubehdr [Lagernummer)
Fassung
Machbeschleunigungs-
anschluf}
Ablenkplatienonschluf

Abschirmzylinder

Accessories {stock no.)

30223, 30230 Socke!

w319
30429

30428

Post-acceleration cop

Post-oceeleration cop
terminals
Shielding

SN R e R L o




3 Type ‘ HBiI‘_‘ﬂQ [ Betriebswerte Grenzwerle
= Heoting Typicadl operation Maximum ratings
5 [
§|D13-258G D13-25GL |U; = &3V ‘ Upa = 190 220 Vv |u sy Sl
a1 {
%= |D13-25GH D13-25GM |t 0 FW0mA U,y = 180 20 VU = 28k
g e R = R e poope My MR = N
Planschirm, spiralférmiger Noch- iy tgeheia U = 1500 2500 o
beschlaunigungswidersiand, indir. heated &2 - v U S0
's‘ﬂd:tz g‘rcﬁ;%biﬁnkempﬁnd- e | Sla = 230..330 380..550 V Ug3 = Z6kY
ichkeit und Genavigkeit, i = -A45.-30 -F75.- =
zeitliche Ablenkplaftenanschiiisse, enge DF‘E!;W" = 4.5 &7 Al R e
Toleranzen, Auch mit Infenraster lisferbar. D3 D‘ Bt v R,,] A s
flat-faced 5" with post-acceleration plas = 28, e Nk | Wy Sty
helix, very high deflection sensitivity and
accuracy, tight tolarances. Avoilable with
infernal grating. 2
5 e |
] |
fazy
|||! w | | Durchmesser 1332 mm Diamater
- Ausnutzbore Auslenkung Uselul deflection
D'S D“ min. &) mm
D1 D2 min. 100 mm
Lc'm.ge Ober alles 493 mm Overall length
Gewicht ca. 900 g Weight
) | Zubehdr (Logernummer] Accessories {stock no.)
‘ Fassung 0232 Socket
Nadhbeschleunigungs- 3w Fost-acceleration cap
anschlub
Ablenkplatienanschluf 30501 Caps for deflection
' 1 ’ terminals
o] i Abschirmzylinder 30478 Shielding

DI13-40GH D1340GM | YUy = &3V [ U, = 1500 2000 V ﬁgsofu:e Grenzdaoten
D ]3_401 GH lf ca. 300 mA aua‘m = 0...40 040V solute maximum ratings
- —1 Uy = 1500 2000V Uig” = 20V
indirekt geheizt| u = 2500 W
g oo AU = &0 80V ath =
Oszillogrophen-R5hre mit indi: heated = 4500 000V U o min. 4000°Y
aluminisiertem Planschirm, T | — 10 2000V az max. 7500 V
grober Ablenkempfindlichkeit g2 u = 2500 V
ﬁnd Genauigkeit, grl?i}er Um co. 200 255V Ug:
alligkeit und spiraliarmigem s | 50V q
Nuci's%esdmlﬁunig:lmgs-Wi er- l:ﬂ‘““"" Y 2 A0V —U-g =max. 3
stand 4] mes al
i M ot b Lith ca. 2 25 pA U = 2500 V
Flat-foced aluminjzed, 5 | D. B can )2 16 Viem u. = =250..0V
CRT high deflection sensitivity 3 4 4] _
- and accuracy, post- D, By co. 2 36 Viem Ugimep = 00 V
acceleration helix D, Dy CO: Ll 40,5 V/inch I *Ugy = 0.6
D, D, ca. &% 57,5 Vfinch Rm = 5 M2
Rpsps = S
Rmp2 = 110 ke
Ugiye = £125 V
Durchmesser 133£2 mm Diometer
Ausnutzbore Auslenkung Useful deflection
D, D, min. B0 mm
D, D, min. 100 mm
Lange Gber allss 348,5 mm Overall length
6 Gewicht ca. B0O g Weight
I
;i Zubehdr (Logernummer] Accessories [siock no.)
Fassung 30250 Socket
§ Abschirmzylinder 30703 Shielding

Machbeschleunigungsonschl. 30317 Post-acceleration cap




2 i Hei::'mg ‘ Betriebswerte | Grenzwerte
= Heating Typical operation | Maximum ratings
L T
Z1ID1 = |
g 341GH D13-41GM | U; 63Y | Upia = 1000 V | Absolute Grenzdaten
F =)
I r €. 33 mA | AU = 0.3V | i
- ' > 1E | wti : | Absolute maximum rotings
= Oszﬂto!;mphen-ﬁuhre mit inclire!mgaheizri u"-"' = 1000y Unm 0 2300,V
Flanschirm, grofer Ablenk- indir. heated Uﬂ? = S00. V. Uity T 2500 v
empfindlichkeit und Genavig- |——— Uga = 101y v =
' 12 7500 vV
kait, Austastelektrode, Um Sale.20 ¥ u = 250,V
spiralfarmiger Nach- ‘ Umsnnrr ca.=55..-35 Ufzz
beschleunigungswiderstand agm gt i U. el
A ; 2 al
Flat-faced 5 CRT with high i g m’g :A U = 2500V
deflection sensitivity and | -'U“ ok 240V Ve o PR
2 b =] T =i : =
accuracy -'POST- ) ! DS D‘ ca. 7.5... 9 Mlem Un}a‘ﬁsp %, i
occeleration helix, blanking | DD ca. 17,5.. 20 Viem kUi ~ b
alect Ll LT 4 Si=
rods ga g4 co. 19..23 Vjinch sf’ = 5: :‘:;'1
ca. 44,5..51 Vfi S
1+3 finch Rpypz = 110 kQ
Durchmesser 13342 Di
Ausnutzbore Auslenkung A Bls[r;?:.:t;;ﬂection
DB D4 min. 80 mm
D‘ D2| min. 100 mm
Lange Gber alles 349
| Gewicht ca. B00 ;rﬂ g’:?;ilrl i
| Fibahs 1L A & o
| Fassurjg u.gul 1 0250 ?g;a;rorres {stock no.)
| ﬁb%d'lbrrmzylmd.ar 30703 ‘Shielding
| gnnsd?lsucl[;laumgungs- 30 97 Pest-acceleration cop

= 2000 V U, = 3000V

D13-42GH D13-42GM |U; = 63V | U, g
__ Iy ca. 300 mA Um ca. 500...540 V UK3 = _'IGDD v
AT S| L o Y co 85..-B YV U, = -300..0V
QOszillogrophen-Réhre mit indirekt geheizt aﬁk'r“-rl‘ = v Il\h' e 04
Sl : I eig 1 U ¢
Hlanshic Bl SSAICEE, o adi Bsated i i o, 9..12 Viem Uypsp = 750V
Oszillographen und Anzeige- D, D! ca. 17..20 Viem Rm L 1.5 Ma
et | b, 0, co. 23..30.5 Viinch Ry =  5Ma
Fiat-faced CRT for ‘ o, D: co. 43..51 Viinch Ui = #125Y
seryice oscilloscopes and |
indicator applications | \
1
|
|.
| Durchmesser 133+2 mm-  Diaometer
Ausnutzbore Auslenkung Useful deflection
D, D4 min. 100 mm
D, D, min. 1060 mm
= Lénge Uber alles 9 mm Overall length
g ! Gewicht ca. 700 g Weight
=l = — —— — —— —
% Zubehdr [Lagernummer] Accessaries |stock no.)
= Fassung 30,252 Socket
© Abschirmzylinder 30719 Shielding

B [ S R e =




T Heizung Belriebswerte Grenzwerte
E Heating Typical operation Maximum ratings
5 |D13-43GH Up= 63V |U. = 1500 V Absolute Grenzdaten
Lol 8 lf ca. BOmA | AU, ca. 40V Absolute maximum ratings
B e = g
Z | Oszillographen-Réhre mit indirek! geheaizt }:615 == 1500 v Uas £ 2500 V
grofer Ablenkempfindlichkeit indir. heated U ayh i~ Y U&! o5 10000 V
und Genavigkeit, aluminisier- U:lz j 000V Ua}h id ZSDG {
ter Schirm, Kathode mit Un = 10 UE’-? = 00,V
geringer Heizleistung 23 = 8. 70 Y UH? 4
u 15perr =—1980..-110 V R el
Flot-faced 5* CRT with high AG T mox. as v 0o 89
deflaction sensitivity and L e = 5. 60 pA Um = 800 V
accuracy aluminized screen, D, 134 =14,5...156 Viem 51 ey 800 V
cathade with low heater power D, D2 =145...162 V/em |kalfaw = 04
— . g2 ¥
D; D“ 7 40 W!ndi RFI = 55 Ma
DI D2 = 37... 41 Vfinch Rﬂ: b = 55 k0
R'Ih Dz = +HO k2
U = 125V
Durchmesser 133425 mm Diometer
Ausnutzbare Auvslenkung Useful deflection
1Dy min. 100 mm
D, b, min. 100 mm
Lange Uber alles 410,5 mm Overall length
Gewicht co. BOO g Weight
Zubehdr (Lagernummer) Accessories [stock no.)
fassung : 30250 Socket
Abschirmzylinder 30 705 Shielding
MNachbeschleunigungsanschl. 30319 Fost-acceleration cap
Ablenkplotten-Anschiisse 30501 Caps for deflection
| terminals

3-44 U, = 43V u,., = 1000 V Absolute Grenzdaten
D_'i GH“S_ B 1: a0 A | ha:am _ £70 V Ghsolule mnximumaurgrr\ifngs
5 u = N V 4 mi
Oszillographen-Réhre mit indirekt geheizt A2 = b u o it 1100 V
s G - u = 100...500 V 414 T0AX
aluminisiertem Planschirm, indir. heatad 2] i U i = 25 kV
e R = 1000 vV a2min
besonders hohe Ablenk- ! ch —_— 0V Ui 32 kV
empfindlichkeit, sehr. grofie | U“" m' 4100 V U:z 27 kV
Helligkeit, enge Toleranzen fir Breitband- | U’.:ﬂ cu‘ 3550 U'_;'] = 2500V
Oszillogrephen mit sehr hoher Grenzirequenz Ub'" ' 10V u .
EisperT o L min. 25
Flat-faced aluminized, 5" CRT, especially AUg] mex, &0V u=L1
high deflection sensitivity, tight tolerances for D, By max. 2 Vicm R = 1.5 Ma
widebond oscillascopes with very high limiting I)1 Dz_ mox. 4 Viem Rl)a Da = 25 kQ
fraquency Ds 04 mex., 51 Vlinch R|>‘| D2 = 55 k0
D, D, max. 10,2 Vinch Ugrk = x125V
Durchmesser 133£0,5§ mm Diometer
Ausputzbare Auslenkung Useful deflection
D3 D, BD mm
Dy D2 100 mm
Lange uber alles 531 mm Overoll length
’5 Gewight Weight
- &
i Zubehdr (Logernummer) Accessories [stock no.)
Z Fassung 30250 Socket
i Ablenkplottenanschiuf 20732 Cops for deflection
< terminals
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T Heizt._mg Betriebswerte Grenzwerte
Heating Typical operation Maximum ratings
D14-11BG D14-11GM | Yy = 83V U = 1500 V Absolute Grenzdaten
D14-11 GH lf co. BOmA | AU, = +40 V Absolute moximum ratings,
indirekt gsheizi| —41b = Lsgg :: gu'ln = 300V
Gziliogragiien Rbhre-mik radhis |0 hested: iy 43P = 10000 V unis . T VR Y
ackigem oluminisiertem ;:; = 1500 v U:me
Planschirm, geringer Bouléinge, AU = -80..-10 V U'—i" mox. 8
Austastelektrode, Netzelek- Um = 110...180 V U‘“ - 000 V
trode, sehr grobe Ablenkemp- Uy = 1500 ¥V Ugs e 1000 V
findlichikeit, groBe Helligkeit AU, max, +é&0 V U"“ = 3000V
for Breitband-Oszillographen Ug, = 1500 V U:;: = 3000V
u = —80...
Flat-rectangular-faced alu- al.?:merr max. = _43? : Uy o
minized 55" CRT, short lenght, D y = 4556V lem Ugisp oV
blanking electrode, mesh 133 D4 = 30...12.1 Viem aifDsp BOO V
electrode, very high deflection D] [32 =5 V)5 {4 Viinch et . = 0.4
sensitivity, high brighiness-level ot = 2543 Viinch 1 = 1.5 M
for wideband oscilloscopes ViR TS RI.13 T4 =i 55 kQ
D1 Dz = 110 ke
Ui = Zi25Y

Ausnutzlzore Auslenkung

Useful defiection

0’1 D“ min. 60 mm
0,8, min. 160 mm
Lénge Uber olles 348,5 mm Overall length
Gewicht ca. 800 g Weight
Zubehdr {Lagernummer] Accessories (stod no.)
Fassung 30250 Socket
i Nachbeschleunigungsanschl. 30774 Post-accelerotion cop
Ablenkplatienanschlisse 30732 Caps for deflection
| terminals
Abschirmzylinder 30762 Shielding
Spulenrahmen 30783 Coil loop




o Type Heizuimg B?triebsweﬂe Grenzwerle

= Heating Typical operation Maximum ratings

= {

g D14-13GH D14-13GM | Yy =83V | Uy = 1500 V Absolute Grenzdaten

= | — = = = - Iy c0-80imA | Atk = 40V Absolute maximum ratings

= Oszillographen-R&hre mit recht- | indirekt gsheizt aﬁ‘h = !4-5?0] ‘\:: H:xm ; 1% 5
sckigem aluminisiertem | indir heated | 1) wia - 10000V II P £000
Planschirm, geringer Boulange, | | Uuz. — 1500,V UM i
Ausdlusielehrndz_ I:a:zelek- | ‘ ﬂﬁis — 80 10V u'_'? = 4.8
wrode. sshr grofie Ablenkemp- 2 = 110... it
findlichkeit, geole Helligkeit ‘ T . 1% E | Yes = 00N
for Breithand-Qszillogrophen | | ,5[; ¥ Ugs - i

: i e g0 Y, Ugs = 3000V
Flat-rectongular-foced alu- ng ok ;Y Ug;‘ = 3000 V
minized 5,57 CRT, short length, ‘ Us jsparr = -80..~40Y ot = 2500V
blanking electrode, mesh AUy, s yV Ugs = 0y
glectrode. very high deflaction D‘j Dd i 67 Vicm Uu]."ll;ﬁﬂ = 800 v
sansitivity, high brightness-level DI D? €0 12 chm le=* Un: o 0,6
for wideband oscilloscopes D, Dy o 17 V.-‘Ench o = 1.5 M2
D, D? ca. 30,5 Vlinch Rﬁ:{ D4 = 55 k0

Ausnutzbare Auslenkung Useful deflaction
D, D, min. 80 mm
D, b, min. 100 mm
Lange (ber alles 3485 mm Overall length
Gewidit ca. 1000 g Weight
Zubehér (Lagernummer) Accessories [stock no.)
6 Fassung 30250 Socket
T = Abschirmzylinder 30771 Shielding
& Nachbeschleunigungs- Post-acceleration cap
= anschlud 30774
Lo Ablenkplottenanschlul 30732 Caps for deflection
® terminals

SNSRI T W




- Type Heizung Belriebswerie Grenzwerle
F~ Heoting Typical operation Moximum ratings
el
d|D14-111 GH Up = 63V |r Uga  =1210...1290 1450...1550 V Absolute Grenzdaten
= |D14-111 GM Iy cu._SUO mA U:nb =1210...1290 1450...1550 'V Absolute maximum rotings
. tndizskigehelel E"z :11;§‘S1m m:aljim :\r 3"1“ = A
Oszillographan-Rahra mit redht- | it gl = 16080 200..100 V. G ]i ::
eckigem aluminisiertem Plan- | l\JH = 1250 1500 v U:'zmm
sthirm, geringer Baulange, | ‘ A]l_'? = #+50 +40 v et = &.10
Austastelekirode, Netzelek- u, = = 1250 I—SDO v Uar
trode, sehr grofie Ablenkemp- u, = =50..-90 =40..~110 V U:"s = )
findlichkeit, grole Helligkeit Aﬁlﬂrmrl’ =max, 7. max.37 v | U“"‘ = e
! " . | el i s | BLE = 2000 V
fir Breithand-Oszillographen 0,0, = 45 5.5 Vfem U:; _ 2000V
Flat-rectangular-faced alu- g‘ gi ; 1 : 131; E’J::mh U|-:1 ==250....3 V
minized 5.5% CRT, short length, ool — a9 279 V'rfm Viran = 3V
blanking elactrode, mesh 172 d 4 )‘mr:h_ U:n.-’I_‘l.-rp = 800 v
electrode, very high deflection " es
sensitivity high brightness-level =1 & 15 ma
for wideband oscilloscopes P‘I':IN - 55 kQ
mz = 110 k&
= x5V

[t 115

!

!

Ausnutzbare Auslenkung Useful deflection
D'3 D, min, &0 mm
D, D, min. 100 mm
Lénge uber alles max. 350 mm Overall length
Cewicht ca. 800'g Weight
Zubehar {Lageriummer) Accessories [stock no.]
Fassung 30250 Socket
- Nachbeschieunigungs- Post-acceleration cap
anschlul 0774
Ablenkplatenanschluf 30732 Caps for deflection
terminals
Abschirmzylinder 30820 Shielding
|
i [
D14-131GH D14-131GM U; = 63V Yina = 1250 V Absolute Grenzdaten
L | ¢ co.300mA | AU, = +40 V Absolute maximum ratings
et B 1250 v U, = 3000V
Oszillographan-Réhre mit redt- | l_ﬂﬁl.reh:lgehemtl M-hl ) 70 v Uf“-‘ 12508\
eckigem aluminisiartem | indir. heated W = 1250 V u'm"f‘s = 4000V
: > 5 ——————! a2 } | Yyamin
Planschirm, geringer Baulange, [ Uyg = 1250 V Uyn
Avstastelekirods, Neizelek- ' all . ca. 50V el = &N
o trode, sehr grobe Ablenkemp- U = B5.140V U"“"' - 2000 v
cI] ﬁ_ndlid'l‘keit, groi}ehHalligkeil | Uys = 1250 V Uis = 1000 Y
= far Breitband-Oszillographen AUy max. =40V U:,; = 300V
Z | Flat-rectangular-faced alu- Ug b= 1250 V (U, = 3000 V
» | minized 5.5” CRT, short length, uﬁ\sperr =05V [ = ~250:.0 ¥
= | blanking elactrode, mesh aly, MR ER '
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Type

Heizung
Heating

Belriebswerte

Typical operation

Grenzwerle
Maximum ratings

{Fortsetzung)
(centinuation)

electrode, very high deflection
sensitivity, high brightness-level
for wideband oscilloscopes

Zubehdr (Lagernummer)

Ausnutzbore Auslankung

D,D min.
34
D1 D2 min.
Lange iber alles
Gewicht ca.

Fassung
Abschirmzylinder
Nadhbeschleunigungs-
onschiuf
Ablenkplatienanschlu®

D3 D, €a. S Vicm
D, IZJ2 ca. ? Vicm
DB D4 ca. 12,7 ¥finch
D] Dz ca. 23 V/inch

1 = oV
15D

Unipsp = %u: v
kU = K

Ry v o= 15 Me

fpgpy = ¥ =k
oz = 10k

Useful deflection

80 mm
100 mm
48,5 mm Overall length
1000 g Weight
Accessories (stock no.)
30 250 Socket
30771 Shielding
Post-acceleration cap
30774
0732 Caps for deflection

terminals

D 14-140BG D 14-140GH | U;

Oszillogrophen-Rohre mit recht- |
ecigem aluminisizrtem
Planschirm, Netzalektrode,
grofe Ablenkempfindlichkeit

und sehr grofie Helligkeit.
Fir Impuls:Oszillographen

and very high brightness-level.
For pulse oscilloscopes

Flat-rectongular-foced aluminized 5.5” CRT,
mesh electrode, high deflection sensitivity

63V
lf ca. 300 mA

indirekt geheizt u
indir. heated

-

"!nm i, Z‘WD v
ﬁuam n 0V
.y = 16000 V
5 = 2000 V
.‘.\U;ﬁ ca. =50V
L= = 2000 V
A, = @V
U = 150...200 V
Ugy = 2000V
max.
0,B, = 10 Vfem
| D, D, = 21 Vicm
Di 0‘ — 25,4 Viinch
D] D2 = 53,3 V/inch

Ausnutzbare Auslenkung

[33 4 mill't.

D, D2 min.
Lénge ober alles mox.
Gewicht

ca

Iﬁt_}l.-hiir {Logernummer)
Fassung
Abschirmzylinder

80 mm
100 mm
350 mm
, 1000 g

20250

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Uy, = 3000V
Uu.?lnmc = m v
| 3;12uziu 000V
|
.. max. 8
I'|:l'l 1 v
s R <
L= . 1000 V
Vi ~ a0y
v — 2%.0
=1 » "'D v
+Umsp = v
kIJ:u.-'Dsp = ang
Ry o o= 15Me
R - 55 kQ
Dabh
. R]-,f n: = 10ka
| Upe = %125V

Useful deflection

Owverall length
Weight

Accessories [stock no.)
Socket
Shielding

30721
Nachbeschleunigungsanschl. 30774, 30319 Post-acceleration cap

P e R DS T e e
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e Heiztfng Belriebswerie Grenzwerte
Heating Typical operation Maximum ratings
D18-11GH DIS-11GM Uy — 63V | U, = 2000V Absolute Grenzdaten
| Iy co.300mA | AU, = 0.40V Absolute moximum rotings
Oszillographen-Rahkre mit indireklgaheiﬂ Uaiy = v o I Sxy
aluminisiertem Plonschirm, sodir. haoted Uys = de Uiy B 2
spiraligrmiger Machbeschleuni- 2 e ca. 25 pA 90 = 45 kY
gungswiderstand, grofie Ab- | U'H U.;zlmn = 9
lenkempfindlichksit und 53 TEPIpI L i e
ﬁencmgkeh rofie Helligkeit Ugy = 2000V U
fir Groflibild- sgnllcgmp an U"l'i:mrr ca. -0V LI - s
Flot-faced aluninized 7 CRT AU, co. 45V U = 3 kY
posi-accelaration helix, high
deflection sensitivity, hiﬂhg ‘ gs g" s F2iam U - 92N
decuracy, high brightness-level 1.2 e 2 Vicm U =208,
for high picture oscilloscopas b, D, ca. 43 Vlinch *Ugi sp — oV
Di D2 ca. &% V/inch Unh’Dsil = 800 V
]k' EZ = 05
RF."I = 5 M2
RD3 D4 /e
Rpypa =  J0ke
Uffk = +125 ¥
Durchmesser 180+2,5 mm Diameter
Ausnytzbare Auslenkung Useful deflection
D, D, min. 120 mm
D, B, min. 150 mm
Lange Gber olles 425 mm Overall lengt
_(_E-E_widﬂ ca. 18kg W:z[;:n i
| Zubehdr |Lagernummer) Accessories (stock no.]
| Fassung 30253 Socket

| Abschirmzylinder

3077
Madhbeschleunigungsanschl. 30??4 30319 Post-acceleration cap

Shielding

DB 7-12C  DN712C
DG712C DP 712C

Nicht for Neuentwlcklunganl
Machfolgerohren

Oszillogrophen-! Ruhra
gesignet fir symmetrische oder
asymmetrische Ablenkung;
Plonschirm

Mot tar new equipment.
Subsequent tubes DG 7-52A

D 7-1&
Shori flot-faced 37 CRT for
symmetrical and asymmetrical
deflection

Up = 63V U, = 800 2000 V Uy = 700..3000 V
|l co mmﬁ. U = 70..100 170..250 V | Ug:l = §500 V.
U : -40..-16 75.-40V | u = =F50...0V
1 CEIsperE a1
3 dd"f“:j’“‘"z” DD, = 2.3 65.9%Vem (Rp = 3IMe
ndir. heateC DDy = WS €215 Viem | Ry = L5MQ
Da i.'..'l4 = &h... 94 185..234 Vfinch ‘
D,b; = B4...127  208...317 Vfinch
Durchmesser 76,2+1,6mm Diometer
Ausnutzbare Auslenkung min. 65 mm  Useful deflection
E g Lange uber olles 175£5mm  Overall length
| Gewidcht ca.20g  Waight
Zubehor [Logernummer) Accessories [stock no.)
Fossung 30223 Sockst
Abschirmzylinder 30311 Shielding

B SR SO S
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Flat-faced 3" CRT

with post-occeleration for
symmetrical and asymmetrical
deflection

Gewidt

Tyoe | Heizung | Betriebswerte Grenzwerte

i | Heating l Typical operation Maximum ratings

DB 7-14 DN 7-14 Uy = 63V | Uy, = 1000 2000 V Uy = mon 3000 V
le ca. 300mA | U, = 2000 4000 V u - 3U,
f

DG7-14  DP 7-14 Uy =20 .35 40.700Y U:: 2y

— et | e 5,25, 5. A Uy = 2500V

Oszillographen-Rohre i {Dy;D, =25.25 45.55Vem R‘D = 5 M2

geeignet ‘lﬁéﬁsymmatrisma oder DD, =31 .4 62... 84 Vfem | Ry = 15Ma

gRrRmalrisce Abibrtkengy Dy0, =& .70 V4.140Vfinch -

und Nochbaschleunigung Db, =79 .17 158..214 V/inch ) max. 6 kV

| Durchmesser 762+1,6mm Diometer
Ausnutzbare Auslenkung min. 65 mm  Useful deflection
Lange Ober ulles 254+ 5 mm Overall length
co.350g Weight

Zubehar [Lagernummer]

Fassung 30223
Abschirmzylinder 30 381
Machbeschleunigungs- 30317

anschlufy

Accessories |stock no.]
Socket

Shielding
Post-occeleration cop

DG 7-31

DG7-32 Uy = 68 Y

Iy co. 300 mA

3AMP1T A

indirekt gehsizt

indir. heated
Oszillogrophen-Rahre ishipgt '

geeignet fur Betriab mit
klsiner Anodenspannung

Short 3* CRT
for operation with low
occelerator voltage

DG 731

fur as mmems:hen Batrieb der
Ahien{plmmn D

far usymme:rucui deﬂacﬂon in direction Dl D2

u, = 500 V U, = 400...800 V
Uq = 0...120 V U = 200 V
Ugigpery = —100:=50 V =gy = 160 V
D, D, = 19... 8 Vlcm Uy = oV
b, D, = 33... 42 V/cm Rp = 5 Ma
by, = 48,3...58,4 V/inch Rey = 0.5 Ma
b, b, = §3,5... 107 Vlinch Uane [o)= 125 V
Durchmesser 69+2 mm Diometer

Lange Ober alles max. 172 mm Overall length
Gewicht ca. 120 g Weight

Zubehdr [Logernummer) Accessories (stock no.)
Fassung 0231 Socket
Abschirmzylinder 0575 Shielding
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far niedrige Anodenspannung,
Plonschirm

Short flat-faced 3" CRT for
symmetrical and asymmetrical
deflection

and low occelerator voltage

os Heizung Betriebswerte | Grenzwerte
Heating Typical operation Maximum rotings
DG7-52 A Up = 63V | Uy = 800 v U, = 400...1000 V
i L300mA | U = : = 0
3BNP1 { ca 11 t[m 30...M5V U‘___r3 = 500 V
i N indirek| gehaizt| _Bliperr 3 A Uy Y
‘ [ midic haoted. | D, Dy = 19,5..23,5 Vfem Bp = 3 Mo
Oszillographean-Rahre § D0, = Al.. 46 Vem R. = 15MQ
geaignet fir symmetrische oder | D: |'.')_1 = 50... &0 V/inch |2
asymmetrische Ablenkung, D] D2 = 105... 117 V/inch |

Durchmesser 76216 mm Dicmeter
Auvsnutzbore Auslenkung Useful deflection
Dy D‘ min. &5 mm
D} Dz min.. &0 mm
s Lange uber alles 17545 mm Overall length
Moz .
Gewicht ca. 200 g Weight

Zubehor (Logernummer)
Fassung

Abschirmzylinder aoan

Accessories (stock no.}

30223, 30228 Socket

Shielding

DG 7-74A DP7-74
3ARP1 3ARP7

Enge Toleranzen,

hohe Ablenkempfindlichkeit,
niedrige Anodenspannung,
MNachbeschieunigung.
Besonders geeignet fur kleine
Breitbond-Oszillographen

Flat-faced 3" CRT with tight
toleronces, high defiection
sensitivity, low accelerator
valtoge ond post-acceleration.
Particularly useful for wide-
band oscillographs of small size |

Up = 63V U-’tl = 500 Vv
lf €. TWA U:;z = 1000 v
indireiagaheray Jkg) T D110W
indir.heated | Ymsperr = 3. <25V

! D3 D, = 7.2..88 Vicm

| D, Dy = 12,5..)4,5 Vjem

D, D, = 18.. 22 V/inch

‘ D, B, 31... 37 Vfinch

1) for 1g =25 uA

|

Durchmesser

Um = 400..1000 V
Yo

£3 =

D ~ Y
RF:! = 15MQ
2 min. BOO V

762+1.4 mm Diometer

Useful deflection

Overall length
Weight

anschlufl

| Ausnutzbars Avslenkung
b, D, ; min. &8 mm
Dy D, min. 65 mm
Lange Uber olles 300+5 mm
[ Guwicht co. 350 g
| Zubehor (Lagernummer]
Fassung 30 231
Abschirmzylinder 30 424
| Nachbeschleunigungs- 30317
|

Accassories [stodk no,)
Socket

Shielding
Post-acceleration cap




Type Heizung | Betriebswerte Grenzwerle
Q Heating Typical operation Maximum ratings
Q DB 10-14 DN10-14 |U; = 63V fﬁai = 1000 2000 V Uy = 1000..3000 V
ly co. 300 mA = 2000 4 = U ..2U
2|06 1014 " P 1074 L TR pha BTN e ny | 0% o
—— indirekt gehei r| Um — 45,20 90,45 v > — 250 0V
indir. heoted glsperr 1 g el
Oszillographen-Réhra D, D = 15..20 3. 40 Vicm R = 5 Ma
3:Hy / D
mit Flonschirm DI D2 = 2.2 42... 50 Vfcm Rm = 15Ma
und Machbeschlevnigung {')3 D‘ = 39... 8] 79...102 Vfinch
Dl D2 = 5. 64 1056.12% V/inch
Flot-foced 4™ CRT

with post-ccceleration

Durchmesser 10042 mm Diametar
Ausnutzbare Auslenkung min. 80 mm  Useful deflection

! Lange ober clles 300+5 mm Overall length
Gawicht co. 500 g Weight

Zubehdr (Logernummer) Accessories {stodk-no.)

Fassung 30 223 Socket

Abschirmzylinder 30312 Shielding

Machbeschleunigungs- 30 317 Post-acceleration cap
anschiuf

| Absolute Grenzdaten
o Ue = 63V u = 500 v solute Gres :
S o ]20' - | | ¢ ca. 300 mA | Aa““ = D430 V Absolute maximum ratings
ik, 142 - B =60V Uy = 40,1200V
DG 10-18 DP 10-18 |indirektgeneizt| juib bt = 100 v
4TP 31 ATP7 indir. heated :"«;‘ = 5. 95 WA Usy s
| Ugh = 100..160 V Ug = 60V -
¥ = -32.- = -250..0
Planschirm, Nachbeschleunigung, grofie Ablenk- | Uoraperr 32..-18 ¥V Eg‘ £ R
smpfindlichkait, geringe Plattenkapozital !33~ D: D, = 29. 38 Viem D3be e
sonders fir Breitband-Oszillogrophen geeignst D, D, = 10,0...129 ¥Vicm :Dl i - p;.m
Flat-faced 47 CRT with post-acceleration, high \ D, Dy j ?2: 9?'.‘;' t‘:{::z g
deflection sensitivity, low copacitances. D, Dz =
Particularly useful for wide-band oscillogrephs | ———
1) for 1= 10 pA
'.-E'—..W'-r'
| -
Durchmesser 100£2 mm Diameter
Awusnutzbore Auslenkung min. 80 mm  Uselul deflection
Lange Gber alles max. 385 mm Overall length
Gewicht ca. 500 g Weight
Zubehdr {Logernummer] Accessories [siock noi)
Fassung 30232 Sodket
= Machbeschleunigungs- 037 Post-acceleration cop
g anschluf ¥ .
o Ablenkplattenanschluf 30732 Cops tor deflection
E ‘ terminals
| ‘Mbschirmzylinder 30 441 Shielding
= | Hilse fir Fossung 30 462 Bush for socket




= Toie ] Heizl..mg B?lriebswerle | Grenzwerle
& ] Heating Typical operation | Maximum ratings
el
% DB 10-54 DN 10-54 :'II = ;éVA E:” = 1000 2000 v Ui = 1000...3000 V
ca. = 2000 =
5 |DG1054 DP 1054 [[LHmA by A e ey | e Ugy-2Uy,
: indirekt geheizt| &3 43, =90 -85, -5\ T )

. "N indir. heated | ~miswerr — o Buyunay = OV
Oszlllogmphen-Rnhre'mn - &; D;D, = 9..125 185..245 Vicm R; = 5 Ma
haher AblenkeTpﬁndhd'iken, D] Dz = 7... 26 425.515 Vlcm RE} = 15 Ma
Nuchbssmiaunngurug, D,Db, =3.. 32 4. 62 Vlinch
Planschirm DI Dz = 53... 66 10B... 15 V/inch
Flot-faced 4 CRT
with high deflection sensitivity
and post-occeleration

Durchmesser 100£2 mm Diameter
Ausnutzbare Auslenkung Useful deflection
Dy D‘ min. 52 mm

| D1 D, min. B0 mm

| Lange uber alles 30+£5 mm Overall length
Gewicht ca. 500 g Weight
Zubehér (Logernummer) Accessories {stock no.)
Fassung 30223 Socket
Abschirmzylinder 30312 Shielding
MNachbeschleunigungs- a7 Post-acceleration cap

anschluf

DB 13-14 DN 13-14 ‘ Up = 831 |bgonsie 0 ¥ U e SO S000
s 5 v =
DG 1394 DP 1374 | rooMOmA iar T A Ay g e S
= indirekt geheizt| ~E3 g3 =
| indir. hooted | Ugisperr = “E2.—8 VY Ugie 1= 2800
Oszillographen-Rohre : DJ Da = 24... 30 Vjem Rp = 5 Ma
mit Machbeschleunigung | By I"J2 = 30... 37 Viem L. = 15 Ma
und Planschirm | D, D, = 6l... 76 Vfinch
D, D £ 76... 94 Vinch
Flat-foced 5" CRT 1-2
with post-acceleration
Durchmesser 133£2,5mm Diometer
Ausnutzbare Auslenkung  min. 102 mm Useful deflection
Lange Gber olles 70+£5 mm Overoll length
Geawicht ca. 700 g Weight
= -
g Zubehdr (Lagernummer] Accessories [stock no.]
et Fassung 30223 Socket
z Abschirmzylinder 30313 Shielding
N Nachbeschleunigungs- 30 317 Post-acceleration cap
8 anschlul
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Tyae | Hei::..mg Betriebswerte Grenzwerle:
| Heating | Typical operation Maximum rotings
DB 13-18 DN 13-18 Up = 63V
| o+
5 DSP 11 5 DSP 2 If ca. 300 mA Uu.m 2000475V U_,”u = 1000... 3000V
DG 13-18 ~ — Usiby = 200075V Uiih = 1000... 3000V
- DP 13-18 | indirekigeheizt| U = 10000 -
5DSP31  5DSP7 | indir heoted | U ; s
indir, heated [ ng = 4.5V Us = 150 V
Planschirm, Nachbeschleunigung | Mgrepan 7 S AT Var I Syl
;nd se;r groBe Helli kcclir‘ D, D, = 33,5..405 Viem Ry i S M2
asondars geeignet fur das = =
1mpu!s—Ed1f?Imv$erfuhran, z.B. g' g"‘ = 29’15:-"35 2 W-‘-:m' Rg' 1l
Ultrascholl-Materialprifgerdte 304 = o0 16 Vit
Flot-faced 5" CRT with post- [P = Fees 33N finch
occeleration. Particularly useful
for ngpl‘rcmiens requiring
high brightness-level, e. g
for structural material testing
davices using ultrascnics
| i
Durchmasser 133+2.5 mm Diamster
Ausnutzbore Auslenkung min. 100 mm  Useful deflection

Lange iber alles 425+10 mm  Overaoll length
Gewicht co. 800 g Weight

Zubehor (Logernummer) Accessories {stock no.)
Fassung 0223 Socket .
Abschirmzylinder 30 47 Shielding
Mochbeschleunigungs- o9 Post-accalaration cop

anschluB

DB 13-38 DN 13-38
5DMP 11 5DMP2 .
DG 13-38 DP 13-38

5DMP 31 5DMP7

Nur fir Nochbestidung.
For Nauentwicklungen: D 13-25

For replacement only.
For new eguipment: D 13-25

—

Up = 63V

Iy ca. 300 mA |

indirektgeheizi
indir. hected

Uy, = 000 vV | Absolute Grenzdaten
Al =" 0,105 'V Absoluta maximum ratings
Uull.l - 1200 v Unm = 2300 V
Uas = 6000V | Uyl = . 2500 V
|:”|I ca. 2D pA U“2 = 12500 V
Ug, = 6000 V U = 12500 V
Ugy = 12000V Ugq = 2500V
Uy ] ca. B5D -V l._lg‘ = 2500 V
Yeigpary o= 7180V U = 40V
{)3 D‘ ca: 2.8 Viem Rysspi = 55 kQ
D, b, ca. 24 Viem Bl = 118 k2
03 Da = 9.6 Winch 1 = 55 Ma
DI I:}2 = &1 V/inch ol s 0.6
) fir |g=10uA

Durchmesser 133+£2,5 mm Diameter
Ausnutzbare Auslenkung Useful deflection

b, b, min. 40 mm

D, D2 min. 100 mm
Lange uber alles max. 493 mm Overall length
Gewicht ca. 500 g Weight
-_I::behﬁr (Lagernummaer) Accessories (stock no.)
Fassung an 232 Sodet
Nachbeschleunigungs- 30319 Post-acceleration cap

anschlul -
Ablenkplattenanschiisse 30 429, 30501, Caps for deflection

firg 30502 terminals
Abschirmzylinder 30 476 Shialding
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Tyhi Heizung Betriebswerie Grenzwerte
Heating Typicol operation Maximum ratings
|
DB 13-54 DN 13-54 Up = 63V Ua] = 2000 v | Uy = 1000...4000 V
i ; T = -—
DG 13-54 DP 13-54 I co: 300 mA | U, 4000 v Usz U, "‘2Ua1
indirekt geheizt| €3 il e Ug = 200V
Sl Umspert = =90..-30V Ul!n = -250..0V
Hohe Abll?nkamkpﬁndii%keﬂ, 2 . D, D, = 10... 16 Viem Ry = 5 Me
geringe Plattenkapaziiat, Nach- =
beschieunigung und Flanschirm. Dl 03 iy 24...25,5 Nfem R'ﬂ = 19'Me
Besonders fir Breitband- DD, = 254..40,7 Vfinch
Oszillogrophen gesignet b, |.')2 = 6l... 72 Vlinch
Flat-facad 5% CRT with
high deflection sensitivity,
low capocitances and post-
E:ccel_ermion Farticularly vseful
or wide-band oscillographs Durchmesser 133+2,5mm Diameter
Ausnutzbore Auslenkung Usaful deflection
DS D4 min. 108 mm
o, D min. 65 mm
Lange Uber alles 450+7.5mm Overall length
| Gewicht co. 1000 g Weight
- Zubehér (Lagernummer] Accessories [stock no.)
Fossung 30223 Socket
Abschirmzylinder 30337 Shielding
Nachbeschleunigungs- 30317 Post-acceleration cap
anschlufy
Ablenkplattenanschibsse 30341 Caps for deflection

terminals

DB 13-58 DN 13-58

DG 13-58

|ty = 63v
lg co. 300.mA

Mur fir Nodibesticung.
Far Neuventwickiungen: D 13-21

For replacemeant only.
For new eguipment: D'13-21

indir. heated

indirek! geheizt

Oy = @0t v Upa = 2000V
430 U:nb = 2100 V
e 0% v
+30 -
TF = 1e0lgg V u:: D ended
Uig =100 Uy =200V
b = V4. 42pA R, = 1 Mo
Um‘l = 4. .35V Rgl = 1.5 M2
Usrsporr ERL =Y TR
[)3 D‘ =_ 59.. 72 Nlcm | far Ii‘:'- =10 pA
D, o, = 27.5..335 Vicm
D; D, = 15...18,3 Vjinch
DI DI - 70.. 85 Vinch
Durchmesser 133£25 mm Diameter
Ausnutzbore Auslenkung Useful deflection
B, D, min. 40 mm
D] D? min. 100 mm
Léange iber alles 43 5+5 mm Overall length
Gewicht ca, 800 g Waight
Zubehdr [Logernummer] Accessorias [stock ne.)
Fossung 30223 Sockat
Abschirmzylinder 04, Shielding
Machbeschleunigungs- 30312 Pest-acczlaration cap
anschluf
Ablenkplottenanschitsse 30429 Caps for deflection

terminals




Tves Heizung [ Betriebswerte Grenzwerte
Q Heating Typical operation Maximum ratings
e
G|DB 1814 DN 1814 U= 63V U, - 20 V Uy = 10003000V
= ca. L = 4000 v u = W....2U
Z|pG 1814 Dp 184 | LT g iy ) s U S
indirekt gehaizt| ~53 s £3
DG 18-14A indiihsated | Caagpr T 90m S V gy =200 ¥
D, D, = 26,5..31.5 Vfcm Ry = 5 Ma

Oszillographen-Rohre gl 32 : Sig.,.ﬂég :if:d‘ Rkﬂ e 15 Ma

mit groBer Schirmflache und D3 D" i 80“. 95 Viinch

Nachbesdleunigung ey y

7" CRT with post-acceleration

Durchmesser 180+£2 mm Diameter
Ausnutzbare Auslenkung min 160 mm Useful deflaction
Lange Ober alles F0£5 mm Qveroll length

Gewichi co. 800 g Weight

Zubehdr (Lagernummer) Accessories [stock no.)
Fassung 30223 Socket
Abschirmzylinder 30314 Shielding
Machbeschlaunigungs- N7 Post-occeleration cap

anschluf}

DBM 13-14 DNM 13-14 ‘ per System System | = System 11 | System | = System 1]
= Up = 63V | U, = 200 V Uy, = 1000..3000 V
DGM 1314 DEM 1314 |/ ca. sm0ma | Uy = 400 Vv Uy = Uy..2U
e 5 s indotgeheia) U, = 420620V Ugy = 1500 v
Zweistrahl-Oszillographan- ihdir hsated Ussperr = 85 -0V Uy = -250.0V
Réhre mit Pionschirm ! ! = D, D, = 2. 25 Viem Ry = 5 MQ
und Nachbeschisunigung ! D, D, = ... 25 Viem | Ry = 1,5 MQ
| D.‘i D' = 51...63,5 Vlinch
Flat-faced 5" CRT centaining D, D, = 535.. 65 V/inch
twa seporate guns
with post-acceleration
| Durchmesser 133+2,5 mm Diameter
Ausnutzbare Auslznkung min. 102 mm  Useful deflection
Lange iiber alles 480+9 mm Overall length
Gewicht ca. 1300 g Weight
6 =
g Zubehdr |Lagernummer) Accessories [stock ne.)
=~ Fassung 30221 Socket
z Abschirmzylinder 30375 Shielding
I~ MNachbaschleunigungs- 30317 Post-acceleration cop
S onschlufy




MIAHOY  Okb

e Hei;ung ‘ Belriebswerte | Grenzwerte
Heating Typical operation | Maximum ratings
DBM 13-34 per System System | = System 1| System | = System 11
U = 63V | U, = 800V Uy, = B8000..11000V

Zweistrahl-Oszillographen- ._M Uag =) ¥ Una _ ~2Ug
R&hra mit Planschirm und Mach- indirgkt gehaizi Ut:‘:! = 1800...2200 V U = %80V
beschleunigung. Besonders fur | o BoreiZl )8 = |0 Vv Uy = 4000V
photographische Registrierung indir. heated u:r:l -i40 2
sehr schnell verlaufender | | LEpers L HV UEI e ML
Vorgénge geelgnet. D, D, 100 Viem R, = 5 Mo
Flat-faced 5" CRT containing | g‘ gz f -!\ls me | Rm = TR
two separate guns with post- 374 = 254 Viiveh
acceleration. Particularly useful b, b, 0 Viindh

for the study of high frequent
signals of low repetition-rates
or single transients

Durchmesser
Ausnutzbare Auslenkung
Lange dber alles
Gewicht

Zubehdr |Lagernummer)

Fassung

Abschirmzylinder

Nachbeschleunigungs-
anschlufy

| Ablenkplattenanschlisse

13325 mm Diameter
min. 110 mm  Useful deflection
453,529 mm  Overall length
ca. 1300 g Weight

Accessories {stock no.)
30 223 Socket
30 342 Shielding
N7 Post-occelerotion cap
30341 Caps for deflection

terminais

v MNIHHOW

E13-11BG E13-11GL

E13-11GH EI13-11 GM

Nur for Nachbestickung,
Fiir Neuventwicklungen: E13-13
Zweistraohl-Oszillographen-

Réhre mit Planschirm un

Genavighkeit

For replacement only.
For new equipment: E 13-13

and accuracy

e 5T

sohe grobe Ablenkempfindlichkeit und

Flat-faced 57 CRT containing two separote guns
with post acceleration, very high deflection

| Lange (iber alles
| Gowict

Fassung

Nachbeschleunigungs-
anschluB

Ablenkplottenanschlub

Anschlub fir g,
Abschirmzylinder

| Zubehor (Lagernummer]

per System System | = System || | System | = System ||
| Up = 63V Ug = 1000 v | Uﬂ_‘ = 2300 V
| 11. co. 300 mA. | L.f=l2 = 4000 v U&z = 9200 V
% ez 7 [ £ = 4000 v Ug! = &000 V
| indirekt geheizt| | #2 = -
e L3 3 = —50..+150 V Uuz
| indir. heated B3 —82 = i
Ugisperr 0= 40 v U,
Nachbeschleunigung, | AU, co. 25 v Ups = 0,560V
I'J.,_l D, ca. 125 Viem U : =-300..0 V
bp. D co, 125 Viem gg 5 ko
122 3 i3 D4
[)3 D4 edli 32 Vlinch Rpy Dy = 10 ke
Dt D2 ca. 32 Viinch RE! = 55MR
Durchmesser 133£2,5 mm Diameter
Ausnuizbare Auslenkung min. 100 mm  Useful deflection

mox. 382 mm Owverall length

co. 1000 g Weight

Accessories (stock no.)
30232 Socket
30317 Post-acceleration cap
30732 Caps for deflection

terminals

30732 Cap lor 95
30575 Shielding
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Type Heizung ‘ Betriebswerte Grenzwerle
+ Heating Typical operation Maximum ratings
L= 1
8 E13-13BG  E13-13GL | per System | System | = System Il igsozula Grenzdoten
_ (U= 63V U = fooo v | Absolute moximum ratings
T[EIS13GH EI313GM | S0V, [bn T B0 S iy
Z | Zweistrahl-Oszillographen- o ol s = 1000 v U = 200V
Rohre mit cluminisiartem indirekt gehaizt Ul_ A2 0... 100V | U'I.z = 10000 V
Planschirm, spiralférmigem | indir. heated | ~£3 U = 2500V
Nachbeschisunigungs- YUeriposr €9 —100 v 2
ind;rstrénd. sehr grclsﬂa‘hin | Al maox. 35 v Ysa i
eiden Richtungen gleiche = = -
Ablonkempfindlichiceit Dy Dy R 24N )
lies y D, D = 10.12 Vim u = S0V
Flat-foced oluminized 5" CRT | |l a2 ! e H3
containing two separote guns | BBy = 27.5..31 Vlinch Uy llne i)
with very high deflection sen- ‘ | By 0, = 254...30,5 Vfinch Yy B00 V
sitivity in the two directions ! lt; : l; = 025
R, = 55Ma
| Rpspg = 55k
| 21 D2 110 kQ
Durchmesser 133+2 mm  Diometer
—2.5 mm
Ausnuizbare Auslenkung Useful deflection
D3 D‘1 min. 100 mm
D‘I D? min, 100 mm
Lange iber alles mox. 419 mm Qverall length
_G_ewicﬁf_ ca. 1100 g Weight it
Zubehdr [Logernummer] Accessaries [stock no.)
Fassung na32 Sockat
Abschirmzylinder 706 Shielding
MNadhbeschleunigungs- 30317 Paost-acceleration cop
anschluf
Ablenkplattenanschlul 30732 Caps for deflection
terminal

=t

Allgemeine Daten Betriebswerte Gfenmer{e
Type General data Typical operation Maximum ratings
= = 15 kv Absolute Grenzdaten
BB IULF Skl :J' [ :ﬂ% :-;A Ea = 300 v Absolute maximum ratings
Stifpe-pin. (|l SRS T HE e iy U SRy
Osilio- 3 1.+ indirekt geheizi| ~ E18PerT 5 o -
gRphenRaIel 2 g indir. heated U2 ey
mit rundem =1 2
aluminisiertem i 5 Abmessungen »Umsp : g :m
Schirm, magne- Tube dimens. i = ¥
isd S Uy, = 150 V
fischer Ab- A Schirm - Screen (1
lenkung, 7 — 345 mm @
elakirostati- = - % NS i
scher ﬁokussiel g " !g:;z:t[;::':' Kapazildten - Capacitences
cing s 10 B0%7 mm . | ewerst P
Radargerdte 92 gy 28 ca. 12 pF
n ok Ablenkwinkel | o ca. 10 pF
CRT with round 12 1 Deflect. angle &2
aluminized Koppe o ca. 50°
screen, mogne-| Copo
tic deflection,
electrostatic
focus for rodar
indicator
applications
Zubehér |Loger-Mummer] Accessaries [stock no.)
Fassung 20321 Sockat
Anodenonschluf 0319 Cap for ancde
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Type

General data

Betriebswerte
Typical eperation

Grenzwerle
| Maximum ratings

F42-10 LF

Oszillo-
graphen-Rohre
mit rundem |
aluminisiertem
Schirm, mogne-
tischer Ab-
lenkung,
elektrastati-
scher Fokussie-
rung fir
Radargerdte,
Sicherheitsrah- |
men mit Mon- |
togewinkein

CRT with round
aluminized
screen, mogne-
tic deflection,
electrostatic
focus for radar
indicator
opplicaticns,
safaty frame
with mounting
angles

F42.10GM | Duodekol

Uy = 63V
Stift-pm |1 - 300mA
¥ ¥ indirekt geheizt
2 g, indir. heated
3 — 1
3 e Abmessungen
s Tube dimens.
6 g, Schirm - Screen|
- S 365 mm @
Bli—= Lénge Ub. alles|
9 = QOverall length|
0 g, 40558 mm
1k Gewicht
12 f Weight
Keppe a co.93 kg
C
2pa Ablenkwinkel
Deflect. angle
53“

Allgemeine Daten ’

U, = 12 kv
| Vs = -100...:35
iy = 300 ok v
wmsperr oo B2 Y

Kapazilaten - Copacilances
i = pF
& =5pF

Zubehdr (Lager-Nummer)
Fassung
Anodenanschluf

30231
30319

Uy = 14 kY
gy = 7MY
U = 50V
Ug, = -180..0 V.
ey = oV
Ry = 15M2
Uge = X80 V

Accessories [stodk no.)
Socket
Cap for anode

Sy NIYHOY

M17-11 GM
M17-11 LF
M17-11W

Rechteckiga
Oszillogra-
phen-Réhre,
aluminisierter
Bildschirm,
elektrostatisch
fokussiert,
magnetisch
abgelenkt

Rectangular
CET, alu-
minized
screen, electro-
static focus,
magnatic
deflection

Spezial- Uy, = HV
sockel Iy co.60mA
Stift - Pin indirekt geheizt
L indir. heated
2k
2 ¥ Abmessungen
4f Tube dimens.
£ LY. Schirm « Screen|
6 9, 95% 125 mm
7 gy Lange ub. alles
Kaoppe a Overall length
Capa 205 mm
Gewicht
Weight
ca. 700 g
Ablenkwinkel

Deflect. angle |
diogonal 75°

Yy s 7 n kv

Uy = =100...+300 v
ey = 200...350 250 WV

Ugspere = 45 32,58V

Kopaozitdlen - Caopocitances
Cgy €O & pf
¢ co 3 pF

o/ €C- 360 pF

Zubehdr |Laoger-Nummer)

Fassung 30251
| Anodenanschlub 30319
Ablenkmittel
Fir Ablenkung mit
Healbleitern
Ablenk-Einhelt 0794
Zeilentransformotor 30793
Linearitatsregler 30715

Uy o= 8 13KV

| Uy, = =100...+450 V

U, = 180480V

Uy =50k 1000M

Ukan : —2}';'3‘50 ;
1 ¥ =

= 80 V¥

ik

Utksp = :”3‘1’ :m
o 01 Mo
Ly = . %

Accessories [stock no.)
Socket
Cap for anode

Assemblies for deflection

For dellection with
semiconductors

Deflecting unit

Line transformer

Linearity control

B 3@ e N TR
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Allgemeine Daten

Tipo Betriebswerle Grenzwerte
Generol dato Typical operation Maximum ratings
M 28-10 GL | Speziol- U =uv |u, = 11 KV ‘ U, = 7512 kv
M 28-10 GM sockel Ig in &0 rni Usu = 0...350 v UH’A =—100...+450 V
Rechteckige | S - Pin | indirekt geheizt] 3&-‘2 " 300;5-350 250 vV Up, = 180450 V
Maonitorrohre 1 g, indir. heated ksperr = 2.8 vV k = Q.. 1000 V
elektrostatisch 2: k : Ukﬁ[l 24350 V
fokussiert, 3 f Abmessungen Ry = L5  Ma
magnetisch @ i iube dimens. vk = 80 v
ubga_le'n!rt, s 8 Schirm - Screen Ugrksp = 130 v
aluminisierter P 1 171 3 228 mm B 1 Ma
Schirm, 7 9z & s Sicherheitsrahmen mit Montagewinkeln zhk = 0.1 MO
Metall- 9 Lange Ob. alles| sotery frame with mounting angles the : )
armiarung ] Cveroll length
E!nsd}liaﬂlir_h | 250 mm
Bildrohren- | Gewidht Zubehor (Lager-Nummer) Accessories [stock no.)
halterung | Waight Fassung 30 25] Socket
lsnas.:?llzgulur ca.2.2kg Anodenanschluf 30 319 Cap for anode
nor .

HUbe, elec: Ablenkwinkel | Ablenkmittel Assemblies for deflection
trostatic focus, Deflect. angle | Fir Ablenkung mit Rohren For deflection with tubes
magnetic diagonal 90° | Ablenk-Einheit 30 707 Deflecting unit
deﬂe_cﬁ_on, Zeilentranstormator 30 708 Line transformer
qum:mzecl i | Linearitatsregler 30709 Linearity control
::::f:;;;:: a Fiir Ablenkung mit For deflection with
mm;nn'ng Halbleitern semiconductors
éngles | Ablank-Einheit W72 Deflecting unit

| Zeilentransformator 793 Line transformer

Linearitatsragler 30715 Linearity control

sche Fokussis- |
rung, magne-
rische Ablen-
kung, Metall-
armierung
einschlieblich
Bildrohren-
haolterung

Rectangulor
CRT, alu- |
minized |
screen, electro-|
static focus,
magnetic de-

frame with
mounting
angles

flaction, matal |‘i‘

| Spezials
M47-12GM | |y, = 6av
M 4712 LF — bl
| Sti]ﬂ ‘me |iﬁdirektgeheiz! )
Rechteckips o'y | indir. heated
A ; 2 g,
Ohnlf?m 3 g, | Abmessungen |
B RONe, 4 | Tube dimens.
aluminisierier & gl‘ ; |
Bildschirm, = kI Sd;hrrlé;1 crean
elektrostati- g f 5 x mm |

Lanpe Ub. alles

el ‘ Overall length
Copio 202,5%6,5 mm
| Gewicht
Weight
co. Bkg

| Ablenkwinkel
Deflect. angle
dingoenal 110°

u, - B K
u = 0..400 V
U“ll = 500 v
Jﬂ?
“EiEpe
bl Uy, = 400V = 77..-40
ng =500V =-93.-50V

Kepazitaten - Copacitances

Ciny ca. & pF
‘:E: ca. 5 oF
Sy EELTLEF

Sicherheitsrahmen mit Montagewinkeln

Safety frame with mounting angles

| Zubehdr [Lager-Mummer]

| Anodenanschlul

Ablenkmittel
Fir Ablenkung mit Réhren
. Ablenk-Einheit

: Zeilentronsformator 30710

W el F8eY
UL, = =500..+1000 V
Uppep = 2500V
Uy, = 3s0. 550V

| =m0V
Ugrap = =40.. 2V

‘ R, = 15 M
By, e 25 Mea

‘i Uy = 2125 ¥

| Upggp= 220V

| R = 1 Me
Zyy = 01 M

Accessories [stock no.)

30319, 30774 Cop for onode

Assemblies for deflection
For deflection with tubes
Deflecting unit

Line transformer
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Trod Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerle
General daia Typical operation Maximum ratings
M59-33GM | Spezial- U = 63V U, = 18 kv Ug =i 13,18 kY
M 59-33 GR sockel ly ca. 300 mA ﬂg‘ : gwam : ng = —5?5‘.]61‘1@ :
Stift - Pin indirekt geheizt| -~ &2 Z4sp
M39-3BLF | indir. heated | g1spers e Sl ST Y
Rechteckige 2 g i Urz =400V = 7.0V L.Ig,,l = -1%... 0 V
Oszillogra- 3 g‘ Abmesfungen Ug, =500 V = -93..-50 V Ugmn = —400.. 2 V
phen-Rahre, i 92 Tube dimens. - - R = 1,5 Mo
aluminisierter ~ Schirm - Screen| Kopazititen » Copacitonces R = 25 M
Bildschirm § 8 ¢, ca & F Uih = 2125 v
elektmsh:r;i- 7k e cgl ca‘ 5 ::F Uﬂk = :?ﬂ} v
sche Fokussie- | 8 ! Ungsbialled X @00, 200 oF B e A, MG
tung, magne- | Kappe a Overall length| “a/m = 250 0 FIF Zf-"k ol M
tische Ablen- | Cop a 340+ mm Cafp. |0 0= P ik = & 8
kung, Mefall- Gaviidis Sicherheitsrahmen mit Montogewinkeln
:{2;’;‘:& & Weight Salety frome with mounting angles
Bildrahren- ca: 13 kg Zubehar (Lager | Accessories [stock no.)
halterung Ablenkwinkel | Anodenanschluf 30319, 30774 Cap for onode
geg'.:rm:gl_ﬁm 2_:‘ ﬂ;;:'q?';?é: Ablenkmittel Assemblies for deflsction
rnini'zed Fir Ablenkung mit Réhren For deflection with tubes
screan, eleciro Ablenk-Einheit 30564 Deflecting unit
static focus, Zeilentransformator 30710 Line transformer
magnetic de- Fur Ablenkung mit For deflection with
flection, metal Halbleitern semiconductors
féi’::ﬁ‘:;"‘ Ablenk-Einheit 20544 Deflection unit
angles Zeilentransformator 0794 Line transformer
Linearitatsregler 30781 Linearity control

P — -
Allgemeine Dalen Belriebswerte G‘renzwcr!.e
Type ‘ General data Typical operation Maximum ratings
|
= 63V u 4000 7000 WV U, = 8000V
MFEISE — INes x| 0 - 2% 2 v Uy = Y
MP 13-39 Rl | B = 7025 025V | Ul = =250..0
= le = 300 mA g1sperr Ul (< 15 5)
Oszillogropheny 2 f Up ca. 63V | ~ a0V
Rahre mit 3 g . Uy = lﬁ:
magnetischer 4 — | T 125 v
Fokussierung 3Gy o — 15
und Ablenkung 6 k— U;‘?l = 95V
Lut:dcrgerale ; f ) pos. Spitze +2V
Kappe a pos. peak +2'V oy
SRR Copa ) wahrend der Anh:alzzmi
mogneticaly during warm-up time
focussed and
deflacted,
primarily
designed for
rodar indicator
opplications
Durchmesser 125,442,5 mm Diameter
a Lange tber alles 27945 mm Dvgrc” length
e Gewitht ca. 500 g Weight
im
2 Zubehodr (Logemummer] Accessories.[mdt no.)
3 ‘ Anodenanschluf 30317 Anode terminal

-




Betriebswerte

Allgemeine Daten

Ly Grenzwerte

Fassung

3023

a > T :
& General data Typical aperation Maximum ratings
el | |
G| Q13-10P16| Duodekal [U; = 63V | U = 2 kv lu = BV
I If co.300mA | UL 2
# | Bild- Stift - Pin f: S SMUIYI] s = L U, = 1,5kV
Z Abtastrahre, 1 indirakt geheizt Ygisperr = ~110..-35 V | Uy ey
mognetische 2 g indir. heated | "ﬁm ==
ol el o = 180V
AblE‘Hkl_lﬂgr e Abmessungen | R”‘ = 1.5 Ma
mognetische Tube dimens. K ’
Fokussierung, ¥ _ 5
SRR E—= Schirm » ?creen |
Linignscharfe | 7 9y ‘Bom 0 '
8 = Langes Gb. alles
Flying spot g — Overoll length |
tube, 10 — 422:9mm |
:?f:;nefbc 1.k | Gewitht |
efiection, 12 f | Weight
mugn:.hifocus. (K:r:;:pr-_v a co. 750 g |
very hig ap'a .
loRen Ablenkwinke!
| Deflzct. angle
ca. 42¢
Zubehdr (Logarnummer) Arcessories {stackno.)

Socket

Bild-
Abtastrhrs,
magnetische
Ablenkung,
magnetische
Fokussierung,
sehr grofie
Linienscharfe,
Planschirm aus
optischem Glas

Flying spot
tubz,
magnatic
deflection,
magnetic focus,
very high
resalution
flat-faced
screen of
optical glass

Q 25-100 BE  Duodekal ‘Uf = §3V
|Sr
{

| ca. 300 mA
R A B B0
i F indirekt geheizt
2 g, indir. heated
3 : Abmessungen
=T & Tube dimens.
; =, Schirm - Screen|
7 o, 26045 mm @
8 — Lange b, alles)
Q. == Overall length
P 635+ 10 mm
Nk Gewidht
12 f Weight
Kappe @ | cq.3400g
Cup @

Ablenkwinkel
| Defiect. angle
co. 507

&1
maperr

20 kV
2 kv
o i R

U, = 25KV
U, = 25KV
uff = A5V
1U¥| = oV
Upe = %180V
R:-:l = 1.5 M2

Accessories [stock no.l
Socket

Zubehdr {Lagernummer]
Fassung

15r  MNIWHOY

30231

. ks



Vakuum
09

Pico 7

25
0%

Gas

6,5
15

Vakuum

65
15

Gos

75

75

Stift 4

Vakuum
0,9

78

74

DBM 10-12 | DEM 10-147 | DGM 1612
Typical operation DNM10-12 DNM 1612
4 4 4
co. 500 ca. 500 co. 500
Um 1500 1500 1500
Uga - 7500 -
UKS 350... 500 350... 500 350...500 |
UKZ 320 320 320
Umn o ] =70 =70 ... =18
D, D, A4 62,5 KT}
Dl D2 48 & 44
max. Durchmesser 102 102 162
min. 80 min. 60 min. 130
Useful deflection
400 400 425
Sockelschaltung Stift + Pin Stift « Pin
Base connaction 1 fll' kIl’ DaI 1 a
2y Dyt 2 Dy
3 Lk Dy 3 Dyp
4 4 D1 4 Dy
5 937 a 5 D»:I
§ gl Dorp 6 Dypp
7 gt D11 7 By
8 D1 8 Dy
? gan Dyyp ? By

Blavempfindlich, Maximum bel ca. 400 nm - Blue sensitive, maximum ot ca. 400 nm

< 01

Gos

90

1

ca. 135
2850
0,6

25

0,9

FZNIGH-FZ1GS PZ11VH-FZIIVS| FZ21GS | FZ21V5 i FZ9011G | FZ9ONI Y

76

74

v

nAjem?

cm?

v

Mo
phfLm
wh

wh

oK

e

pF

pA/em?

] a._,-Konlckf am schirmseitigen Ende des Kolbens
02-C011na|:rlng cantact on the screen side of the bulb end

=250V
0V

Kathodenflache
Cathode surface

I, bei Uy,

1, bei Uy

TRarbe

Ikw‘l

tamp

Kopaozitat - Copacitance
Calk

Iy

Photoelektronische Bauelemente - Photo-electronic devices

Photozellen - Photo tubes
Grenzwerte + Maximum ratings

MefBwerte - Maasuring values

Type
Uy

R

s

Uy,

+ Qutlines

Bose connection

Sockelschaltung

Grole

ROHREN

) Mittelwert ibar 30 s
Meaon value over 30 s

e
n
w



t ca. B00 nm
0,05
Pico 7

ca; 20

<

ive, maximum o
< 0.1
2850

| ca- 125

i

76

Vakuum
ca. 25

= 0.05

-
&
&

Guos
= 0.1
2850
100

FZ12GH » FZ12GS | FZ12VH - FZ12 VS ‘ FZ 9012G | FZ 9012V
ca. 125

\f
em?
i

Rotempfindlich, Moximum bei ca. 800 nm - Red sans

cm?
A
e
oK

pA/Lm
i/
phAfemE

=290Y

Be - Ouflines
Mean value over 30 s

&

Kathodenflache - Cathode surface
MeBwerle - Measuring values
Grenzwerte « Maximum ratings
Kapazitat - Capacitance

Calke
'} Mintelwert iber 30 s

Type

I bei Uy,

fl:r bei Uy = AV
TPnrh(r

lamb

G
Sockelschaltung
Base connection

Photozellen - Photo tubes

Bildverstéirker-Rohren - |

mage intensifier tubes

XX 1030 XX 1031
Allgemeine Daten
General dota
Photokathode Typ ST Typ 520
Max. spektrale Empfindlichkelt can 440 ca. 420 nm
Max. spectral sensitivity
Lauchtschirm Typ P 20 Typ P 20
Fluarescen! screen
Farbe - color gelb-grin gelb-grin
yellow-grean | yellow-green
Max, dar spektralen ca. 560 cef. 560 fnm
Enargieverteilung
Max. spectral energy
distribution
Nachleuchien « Persistence mittal bis mittel bis
mittelkurz mittelkurz
medium to medium to
madium shorl | medium short
Betriebswerte
Typleal operation
u, 12 12 kY
Uy 0 0
Uk =12 =12 kY
u, 0 0
Absolute Grenzwerle
Absolute maximum rotings
Uy 416 +14 kv
N =30...130 ~30.,,430 C
Eppatokathode 10 10 Lux

RUHREN 455




Bildwandler-R6hren - Image converter tubes

B 80 6914
Allgemeine Daten Triode Diode
Generol data
Spektrale Empfindlichkelt co. 800 < 1200 | co. 800 < 1200 | nm
Spectrdl sensitivity
Photokathode Typ §1 Typ 51
Photocathods
Leuchtschirm Typ P20 Typ P20
Fluorescent screen
Farbe + Color gelbgrin pelbgriin
yellow-green | vellow-green
Maximum der spektralen ca. 560 ca. 540 nm
Energlevertellung
Maximum speciral energy
distribution
Nachleuchten + Parsistence mittel « medium|mittel + medium
Konversions-Koeffizient > 046 > 0,6 cdfLm
AuflGsung In Bildmitte = 40 = 50 Lp/mm
Resalution in screen centre
1} Max, Photokathaden- Betriebswerle + Typical oparation
Beleuchtungsstarke im
Daverbetrieb vor Ua 16 18 K
IR-Filter gemessen Ut ca, 3 kY
Mex. photo cathoda
luminous 4n1ens|'1y in Abisluts Grenswerte
parmonent service ; ;
measured before 1R-filter | Abselute moximum ratings
U, 17 17 kY
Uoe 4 kY
U +400 v
Ey 10 10 Lux
s ~30...+30 -30...430 |°C

456 ROHREN

6929 8598
Allgemeine Daten Dicde Diode
General data
Spekirale Empfindlichkeit ca. 800 < 1200 | co. 800 < 1200 | nm
Spectral sensitivity
Photokathode Typ 51 Typ S1
Phaotocathode
Leuchtschirm Typ P20 Typ P20
Fluorescent screen
Farbe - Colar gelbgrin gelbgrin
yellow-green | yellow-green
Maximum der spekiralen ca. 560 ca. 560 nm
Energleverteilung
Maximum speciral energy
distribution
Machleuchten - Persistence mittel - medium|mittel -+ medium
Kanversions-Koelfizient > 04 =05 cdfLm
Aufldsung 1n Bildmitte = &0 = 50 Lp/mm
Resolution In screen centre
1} Max, Photokathoden- Betriebswerte « Typical operation
Beleuchtungsstérke im
Daverbelrieb vor U, 12 14 kY
|R-Filter gemessen
Max. photo cothode
luminous lniansilw in Alssolute Grenzwaife
permanent seryica | i .
measured before [R-filter | Absolute maximum rating
Uy 12,5 17 KV
Uy v
ET 10 10 Lux
tasnb =30...430 =30... 430 °C
ROUHREN 457




jisaraa=s)
Gasgefiillte Rhren - Gasfilled tubes

o
# Spannungs-Stabilisator-Rdhren - Voltage regulator tubes
x T
a ' '
g | ) AU,
= Sockel Grabe Usn Upz L min R~ im Re‘gﬁel- |
= sthallung bei = bereich
Type | Base Out- Ll 5 Lumax bei [ IRETEL Fassung
con- fines amittel : r Ly mittel Intheregu:| | sodet
pod | ) & |lating range
| v v mA | @ | v
STV :E,.fa ! 2 B 72.82 | o 2.5.6 1000 35 Lg.Nr. 301
STV 75/15 2 34 72,82 | 100 5..20 200 5 Lg.-Nr. 301
STV BS5/10 (OG 3) 1 3 83..87 | 125 1...10 280 4 Piconi'
STV 100725 Z 11 3 34 98...104 1460 1) 5..25 100 2 L
3 : g.-Mr. 304
STV 100/60 Z 11 4 3s 95...104 ‘ 1601 5.6 | 0 2,75 E
/ . | uropo
5TV 10830 (OB 2) 1 5 106311+ {7 | 8§.:30—{ 100 3.5 Pico 7
STV 15015 5 37 140...160 0 | ¥..5 ‘ 1000 14 Lg.-Nr. 302
STV 150/30 [OA 2) 1 5 144,64 | 180 | 5.3 100 6 Pico 7
STV 150/60 é 39 | 140...160 165 | 10..é0 150, | 10 Lg.-Nr. 305
27 1010 7 3 83.6...85,2 1z 4.70 oo | 65 Pica 7
ZZ 1020 (STV 85/8) | 10 25 | B1,5.829 12y 17..8 500 3 Submin
ZZ 1040 il a2 3...100 1351) 5.8 <10 0.5 Magnoval
ZZ 1050 12 %b 82..67 15 05..5 | 1.6 Submin
') Bei Betrieb mit Hilfsstrecke kann U,z bis auf U, verringert werden.
When eperated with ignitron line U.|'.f. moy be reduced 1o valve of U-IB
Zweistreckenstabilisator - Two stretch voltage regulator
142...158
STV 150/20 8 3 = 200 | &0 | 40 ) lind
| —a A 108211_1 - — Z3 Bpolig
Vierstreckenstabilisator - Four stretch voltage regulator ;
. 2
T 495...5052) 6003y | el "5 l i
721030 (STV500/0,) | 9 8 |y g6y | 0008 | 000 é
3 Die 4 Stracken in Seris geschaltet - The 4 siretches connected in series
1 le Strecke + Per stretch
@
1Y
U
Rotar Punkt
rad paint
0
ﬁ
5 ®
3
pid 5 i i
2 Fraie Stifte bzw. freie Fossungskentakte dirfen nicht als Stitzpunkt fir Schaltmittel benutzt werden.
2 Free pins not to be connected externally.




Klein-Thyratrons « Small thyratrons

Relaisrdhren mit kalter Kathode « Cold-Cathode tubes

Type ZC 1010 OA4G 5823 5823 A
Kathode Reinmetall Oxyd Oxyd Oxyd
Allgemeine Dalen
General data
Uaz, v > +350 > +225 > 4200 > +350
Ugiz V| +157..4167 +70...+%0 #70...470 +70..,4%0
aB \ ca, 121 ca. 70 62 55
Usuip Vi ca, 108 ca. 60 55 65
ta ms 0.2 2,5 1 1
Tiuix 8 = 3 . $
Belriehswerte
Typleal operation
2 v 240 110 180 340
AENAE \4 140 50 45 45
[Vorspannung)
Arbeitsbersich Quadrant | Quadrant | | Quadront || Quadrant |
Grenzwerle
Maximum ratings
laap A 5 01 o1 A
I IAx mA 8 2 25 25
I min mA = 5 5 5
l:"lﬁii T 500 500 500 500
! oC +90 +75 +75 475
ambmax
Yambmin °C -85 -85 -55 =55
Grabe - Outlines 26 61 3 3

Type ZT 1020
¥P 2D 21 5696 5696 Va
Up 6,3 63 63 v
Iy 600 150 150 mA
MHoizung min. 10 min. 10 min. 10 5
4 0,5 0,5 0.5 ns
UnB 8 10 10 A
Grenzwerle
Maximum ratings
Uiao 650 500 v
Ull apaerr }300 m V
Ugaan ~100 -50 Impulsfeste | V
Ugs -10 =10 Langlebens- |V
Umap -100 -100 daver- v
Ug, =10 =10 Ausflhrung |V
lytoss fOr 0,15 10 2 der 569 | A
Iup 500 100 mA,
la 100 25 Pulse-resistant | A
|3‘2 10 5 |9ng-ilfa mA
PGI 10 5 edition of the | maA
Ry 10 10 5696 Ma
100 100 v
s+
Uhrk,' 25 25 v
Thmb max +90 +90 °C
"ambmin 75 =55 G
Kapazitaten
Capacitances
[ 25 1.8 18 pF
Ceila 0,03 0,05 0,05 pF
A 23 0.9 0.9 pF
Grafe - Qutlines 3 2 2

Sockelschaltung
Base connection

Pica 7 (Miniatur)

Sockalschaltung
Base connection

o

Submin

Oktal

Pico7 (Miniatur}

460 ROUHREN
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Ziffern- und Zeichen-Anzeige-Rohren - Numerals- and Symbols indicating tubes

8 Mit Farbfiller-Oberzug + With color filter film ZM 1020 | ZM 1021 | ZM 1100 | ZM 1120 | ZM 1080

6 Ohne Farbfilter-Oberzug - Without celor filter film | ZM 1022| ZM 1023 | ZM 1102 | ZM 1122 | ZM 1082

Xz

~ Ziffern - Zeichen + - o~

Z Numerals - Symbols 0...9 AvVa% 0.9 0..9 0.9
Zsichenhdhe - Height of symbol 155 15,5 15,5 78 13.0 mm
Auslesung - Reod out frontal frontal frontal frontal seitlich

at fromt ot front at front at front ot side

Allgemeine Daten - Generol data

Betriebsspannung - Supply voltage | Uy 00 160 160 170 170 170 Vi
Kathodenstrom - Cathode current I 1.:2,5 154258 1.5..3 07..14 1.5...25 | mA
Zindspannung - Breakdown voltoge| Uy < 140 = 140 = 170 = 170 < 170 v
Brennspannung - Operating voltage| Uyg ca. 140 co. 140 145 145 140 v
Veorwiderstand - Input resistor
bei Uy, = 200 V 3 3 24 56 3 |k
U, =250V 86 56 47 100 54 4]
U, =300V 86 86 &8 150 Bé ka
Absolute Grenzwerte - Absalute maximum rotings
Betriebsspannung - Supply voltoge U{‘ alh 140 160 170 170 170 v
Kathodenstrem « Cathode current it 1 1 1.5 0.7 1.5 mA
Vi max 2.5 2.5 3 1.4 25 |mA
Kathedenvorspannung Upk wine 120 120 120 120 - v
Cothodes bias veltage
Yolbentemperatur-Bulbtemperature 1 y1yen —50...4+70] —50... +70} —50... +70] —50... +70) —50... +70] °C
Einbau - Mounting position Stift 8 obien | Stift B oban | Stift 6 oben| Stift 7 oben |Draht 7 vorn

Pin 8 aboye

Fin 8 above | Fin § above| Pin7 above| wire7 at .
. front

Dimensions

Abmezsungen

Sockelschaltung - Base connection 1 2 3 4 5

r-mcu..?ﬁ”
wf i
g |
[=1
E i ';3
9 e
P f- Ig
|
‘ '

£9F NI¥HOH




£ Camera tubes (Vidicon) for TV systems

- .

Bildoufrahmerdhren vom Vidikon-Typ fiir FS-Anlagen

)
1 = XQ 1001 | XQ 1002 | XQ 1003 [ XQ 1004
g XQ 1005 | XQ 1006 | XQ 1007 | XQ 1008
Anwendung - Application medi- F5-Studio-| Indusirie- | Amateur-
zinische Anlogen | und Schul- | FS-Anlagen
FS-Anlagen FS-Anlagen
medicingl | TV studio | indusirial | emateur
TV systems] systems | and school] TV systems
TV systems
Allgemeine Daten - Genzral data
Frontscheiben-Durchmesser 26 mm
Diameter of faceplate
Abgelastets photoelekirische Fladie 264128 mm
Size of scanned photoelectric surfoce
Spektrale Empfindlichkeit 518
der photoelekirischen Schicht
Spectral respanse of photoelectric surfoce
Maximum der spektralen Empfindlichkeit 450 nm
Maximum spectrol response
Fokussierung - Focusing slekiromagnetisch « electromognetic
Ablenkung - Deflection elektromagnetisch « electromognetic
—
B——— e - — — e —— -
Heizung - Heating GW-Heizung,
indirekt, Porallel- ader Serienspeisung
DC-AC-heating,
indirectly, connected in parallel or series
XQ 1001 | x@ 1002 | xQ 1003 | xQ 1004
Ug 6,3+10% v
Iy 300 mA
xQ 1605 | xQ 1006 | xQ 1007 | xQ 1008
Up 6,3£5% v
|! 25 mA
Meflwerte - Measuring values
i Istrom - Si -
Sri:?fiio;ming;n‘:l currj;;mo'( P Is = 240 = 200 = 180 = 1530 | nA
+ 'Farbe » lg=4n
Gammawert -+ Gamma rating ca. 07 ca. 0.7 ca. 07 ca. 07
bei 1, = 20..200 nA ' e
=
g Rests_ég‘r‘-:ﬂ - Residunl signal  nach 100 ms 0 b} 20 2 |%
el bei £ =8 Lux, |, = 200 nA
i 8
Auflésung in Bildmitte = 750 =750 = 750 = 600 | FS-
§ Resolution at image cenire h A Zeilen
Y Y ¥ \




NIFHOY  #9F

2 NIZHON

Letriebswerte - Typical operation
Abgstostete Flache - Scanned surfoce 9,6X12] mm
Spannung an Gitter 4 4 340

Spaonnung an Gitter 3 21 300 v
Spannung an Gitter 2 o 300

i 5 f der Strchistrom For
Spannung an Gitter 1 U, sa da . ]
X . ¥ sstobilisiertes Weilie genigend hodh ist
must be so adjusted that the beam current
is high enough for stabilized whites

Sperrspannung [Dunkelspannung) an Gifter 1 Ug]i\lrf’-l'f -100...-40

Cut-off voltage (dark voltagel

Austastsigna!] - Blanking signal an Gitter 1 U.‘z‘lsu 70

Austastsignel + Blanking signal  an Kathode Ul.'aap 20

Spannung an der Signal-Elekirode bei || =20nA U1I 20...80

Voltage across signal electrode

Temperatur der photoelektrischan Schicht tehicht 25+5

Temperature of photoelactric surfoce

Feldstarke im Zentrum der Fokussierspule H 40

Field strength in cenfre of focussing coil
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Spannung an Gitter 4 Uge 1000 v
Spannung on Gitter 3 Ugy 1000 v
Spannung on Gitter 2 Uy, 750 v
Spannung an Gitter 1 Ul.;l 300 '

ngl (1] v

Spannung zwischen Heizfoden und Kathode Upie o 125 v
Voltage between filament and cathode Ufa'k; 10 v
Spannung an Signal-Elektrode Uy 100 v
Voltoge across signal electrods
Signalstrom - Signal current Iy 600 nA
Beleuchtungsstarke an der E 5000 Lux

photoelektrischen Schicht

Illumination ocross photoelectric surfoce
Temperatur der photoelaktrischen Schicht teohicht 70 b %
Temperature of photoelectric surface
Sockelschallung - Base connection Abmessungen + Qutlines Gewicht - Weight max. 0 g

I Ll -.-“_
Yl

— IR e




Gelger-Miller-Ztihirohr  Geiger-Miller counter fube Abmessungen - Outlines 5

selbstldschend, in Subminiatur-Ausfihrung zum Messen von Gamma-Strahlung

sell-quenching Geigar-Miller counter tube, subminiaiure typs for the
meosurement of gamma roys @ @ @ ®
| .
| |
ZP 1070 Gréfie + Qutlines 31 .
1 ™
Allgemeine Daten » General dota | !.l..” 2 g
Wandbelegung Fléchangewicht ca. 200 mgfom? | T b ‘
Wc:l] thicknessfarea weight |'I L
Einsatzspannung + Starting voltage Uaf.-arf. max. 350 V | ? ?- T b |
Plateau 375..530 V 79* kgt IRy
Ralative Plateau-Steilhait « Relative plateou slope  maox. 0,2 %IV Gowlcht Waight |+ Gowicht  Woight Gowicht + Weight' Gendde s Waichi
(U}, = 400....500 V) { e840 co.8g ca;10g calbg "
Betriebsspannung + Oparating veltage Uy, 400...530 ¥ @ @
Arbeitswiderstand » Operating resistance Ry 100 MR
! Uy, = 450V ‘
Totzelt « Dead time (Rn i) EMQ) (3 max. &0 ps ;
Mulleffekt, Réhre abgeschirmt max. 2 Imp.fmin | |
Background, tube shielded l o= !
|solationswiderstand Risol > 1 a [ |
Insulation resistance | L
| Kapozitat - Copacitance Cuk 08 pF ! {‘t” _,_l
4 7
Lebensdaver « Life > 100 [mpulse ‘
Gawicht « Waight Gawdehit - Walght Gewicht « Waight Gatwihe Wl
Grenzwerle + Maximum ratings ' Lo log e l4g ealldg "m_'m":“gh' |
Befriebsspannung - Operating voliage Uh max. 550 VY |
min. 375 V ' ® ®@ (®) ® |
Arbeitswiderstand + Operating resistance Ry min. 2 MA@ i 1 n 6,.1_5:'
Umgebungstemperatur tamb -40..475 °C |
Amblent temperature [
® ] g &
Die Elektrodenanschlisse sind freie Drohtenden zum Einlten In die g LS bx =
Schalturig. Es ist ouf kopozitatsarme Verdrahtung zu achten, Lotungen
und notwendige Biegestellen sind mindeastens 5 mm vom Réhrenboden
antlarnt anzubringen. !
The electrode connections are flying wires for soldering Into the T 22 T S ’]t.u_.”llﬂl “]*_t J ?_L{ J
circuit. Low-capacitance wiring must be provided. Soldering and i 202" 232 52
necessary bend points must be at least 5 mm away from tube bass. Guidhi - Wakahi Gualcht - Walght sttt Welih i -
calBg | N:nl,’.‘-.‘ru ; ! eﬁca.ﬂqd; 3 m“\":ﬂnh G“id.fu\’gmh
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DIN-Bezeichnungen zu den Rohren-Abbildungen
DIN-denotation of the tubes figures '

Abbildung Nr.
Figure no.

DIM-Bezelchnung
DIN-denotatian

CRERCRCRCRCECECRCRCRCHCONCONC,

476 ROHREN

Nenngréfie 28 nach DIN 41537 (Form A)
nominal size 28 according to DIN 41537 (form Al

Nenngréfie 28 nach DIN 41537 (Form Al
nominal size 38 occording to DIN 41537 {form Al

MNeanngréfie 44 nach DIN 41537 (Form A)
nominal size 44 dccording to DIN 41537 (form Al

Ngnngraﬁa 50 nach DIN 41537 (Form Al
nominal size 50 according to DIN 41537 (form Al

Nenngréfe 28 nach DIN 41539 (Form Al
nominal size 28 according to DIN 41539 (form A)

Nenngréfie 34 nach DIN 41539 (Form A)
nominal size 34 occording to DIN 41539 (form Al

Nenngrobe 40 nach DIN 41539 (Form A)
nominal size 40 according to DIN 41539 (form Al

Nenngrofie 45 nach DIN 41539 (Form A)
nominal size 45 according to DIN 41539 (form A)

Nenngréfie. 50 nach DIN 41532 (Form A)
nominal size 50 according to DIN 41532 (form A)

Nenngrofie 56 nach DIN 41537 (Form A)
nominal size 56 according to DIN 41537 (form A

Nenngréfe 62 nach DIN 41537 (Form A)
nominal size 62 according to DIN 41537 (form A)

Menngribe & nach DIN 41539 (Form A}
nominal size & according to DIN 41537 (form A

Nenngrélie &0 nach DIN 41539 (Form B)
nominal size 50 according to DIN A153% (form B)

Menngréfe 62 nach DIM 41539 (Form B)
nominal size 62 vceording to DIN 41539 (form Bl

Réhren-Vergleichsliste - List of comparative types

Die in dieser Liste aufgefhrten Vergleichstypan sind fquivalent. Eine ab-
solute ldentitat ist nicht in jedem Fall gegeben, sie sind jedoch so @hnlich zu-
einander, daf ihre Verwendupg fir den glejchen Zwedk maglich ist. Der
Ubersichtlichkelt wegen umfafil diese Liste nur die wichtigsten Vergleidistypen.
Uber Liefarmaglichkeit gibt diese Liste keine Auskunft.

The comparative types listed hare are equivalent. They are not absolutely
identical but are so similar that they moy be used for the same purpose. In
the Interests of clarity this list includes only the mast important comparative
types. The inclusion of any type in this list does not necessarily imply delivery
possibilities.

Tins TELEFUNKEN Typo TELEFUNKEN
Type Type
Adl-19wW A S1-20 W B 152 ECC 81
A 44-13'W A 44-120°W f 307 ECC 81
A d7-11'W A&7-17W B3z ECC 82
A 47-27 W A47-26 W B 439 ECC 83
AS1-10W AS-1Z0W B 719 ECC 85
ASF-11W A S7-12' W2 B 1135 RS 430
A S9-12'W A 5712 W2 B 4081 ZM 1120
A 52-20 W AS9-12 W2 B 5031 ZM 1020
ASF-22W A 59-2a W B 5032 M 1021
A 61-200'W A E1-120 W BF 61 EL 41
AS-13 W AN W BF 45 UL 41
A 1834 4080 BR 1161 RS 726
A 2900 ECC 8018 BY 1161 RS 826
ACS S RS 2793 C 178 A 5894
AG 5209 STV 85/10 C 180 6252
AG 5210 STV 10830 cios RS 685
AG 5211 STV 150/20 cinz RS 686
ASG 5121 2D 21 C 1134 6252
ASG 5676 5696 CCa E8BCC
ASG 5823 5823 cps ZM 1020
ASG 5823 A 5823 A CD 36 ZM 1120
ASG OA-4 OA4G CD 56 ZM 1100
AX 9903 5694 CD &4 ZM 1080
AX 9910 6252 CK 546 DX DL &51
B 109 UCC BS CK 5672 5472
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TELEFUNKEN TELEFUMNKE TELEFUNKEN 1 TELEFUNKEN

SIS Type Typa Ve N Type Type Type Tios

CK 5678 5678 CV 1862 4005 CV 2877 5654 CV 5092 EF 800

CK 5726 EAA 201 § CY 1848 MF 13-39 CV 2882 EAA 901 5 CV 5093 EL 803

CK 5886 DF 703 CV 1928 12 BA & CV 2883 6005 CV 5094 EL 84

CK 6201 ECC 801 § €V 1961 12AU 6 Cv 2901 EF 806 S, EF 86 CV 5156 EF 89

CK 8422 ZM 1100 cV 197 DF 91 CV 2964 RS 684 CV 5192 PCC 84

CV 140 EAA PG S CV 1992 CA4G CV 2966 EY B4 CV 5212 ECC8015

CV 283 EAA 91 CV 2004 EAA 501 5 CV 2975 EL 84 CV 5214 E90CC

CV 424 5894 CV 2005 EAA 501 § CV 2980 DM 70 CV 5215 ECF 80

CV 449 0G3 CV 2007 ECC 802 S cvV 2983 DL 94 CV 5231 EB8CC

Cv 453 6BE6 CV 2016 ECC 801 § CV 2984 6080 Cv 5232 Cadm

Cv 454 6BAG CV 2020 5654 CV 3508 ECCB01S CV 5278 ZM 1020

CV 455 ECC801'S CV 2024 6BES cV 3512 5454 CV 5331 ECC 182

CV 484 DL92 CvV 2026 6 BA & CV 3522 RS 487 CV 5354 E 188 CC
CV 491 ECC 8025 cV 2128 ECH 81 CV 8560 2151 A Cv 5358 ECC 88

CV 492 ECC 803 § CV 2i20 RS 685 Cv 3852 RS 285 CV 5430 2C% A
Cv 593 GZH cv 2131 RS 686 CV 3855 RS 329 CV 5434 EM 84

cV 718 MP13-39 cv 2132 FZoon v CV 3882 EBC 41 CV 5472 E88CC

Cv 720 723 AjB Cv 2133 FZ9012G Cy 2883 EAF 42 CV 5473 6939

CV 753 1A3 CV 2134 FZ 9012 V CV 3886 EF 41 CV 5808 ESSL

CV 782 DK 91 CV 2237 1 AD 4 CV 3888 ECH 42 CV 5809 EBIOF

CV 784 DAF 91 Cv 2238 5672 CV 3889 EL 41 CV 5989 EB0CC

CV 785 DF 91 Cv 2239 5676 CV 3692 AZ 41 D2M9 EAA 91

Ccv 7 2021 Cv 2254 5678 CV 3998 E180F D77 EAA 901 S/EAA 91
Cv 818 3Q4 Cv 2270 FZ 9011 G CV 4003 ECC802S D152 EAA T

Cv 620 DL 92 Cv 2370 DL 92 CV 4004 FCC 803 S DA 90 1A3

CV 850 5654 CV 2464 8939 CV 4007 EAA 901§ DB 7-18 D 7-15BG
Cy 932 2C40 ICV 242 E88 CC CV 4009 6 BA 6W DB 13-78 DB 13-58
CV 1350 RS 630 CV 2493 E88CC CV 4010 5454/ 6 AK 5W DB 13-79 D 15-21 BG
CV 1351 RS 631 CV 2507 DF 504 CV 4012 6 BE 6W DD é EAA901S
CV 1352 EM 80 CV 2514 2CIHA CV 4016 ECC 8025 DF &0 5478
CV 1375 EF 85 CV 2524 &AL 4 CV 4017 ECC 803 S DF 62 1AD4
CV 1376 EF 80 CV 2524 &AV 6, EBC 9 CV 4019 600516 AQ SW DF 652 1AD 4
cvam GZ 34 CV 2443 2C 40 CV 4023 6 AU 6 DH 13-79 D13-21 GH
CV 1535 EZ 80 CV 2726 EL 803 CV 4024 ECC 801 § DH 109 UABC 80
CV 1633 DL 94 cv 729 E80F CV 4025 EAA 901 § DH 119 UBC 81
CV 1741 EL 34 cv 792 2K 25 CV 5008 6080 WA DH 719 EABC 80
CV 1795 723 A/ Ccv 7% 5894 CV 5065 ECF 82 DH 13-78 DG 13-58
Cv 1832 OA2 CV 2798 6360 CV 5072 EZ 81 DL 620 5672
CV 1833 OB 2 CV 2799 6252 CV 5077 PLB1 DN 13-7% 1321 GL
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TELEFUNKEN

TELEFUNKEN

TELEFUNKEN

TELEFUNKEN
Type Type Typa Type Type Type Type Type
DN 13-78 DN 13-58 LN 152 ECL 80 QQE 03/12 4340 T543P 11 D 13-21 BG
E81 CC ECC 801 S LN 309 FCL 82 QQE 03/20 6252 T 543 P 1 D 13-20 BG
E82CC ECCB02S LZ 329 PCF 80 QQE 06/40 5894 T 543 P31 D 13-21 GH
EB3CC ECC803 S M 8079 EAA 901 § QQYV 02-4 6939 TB 2,5/400 RS'614
E85C EC 806 S M 8138 ECC 8025 QQaV 03-10 6360 T8 3750 RS 630
E88C 8255 M B137 ECC 803§ QQV 03-20 A 6252 T8 4/1250 RS &31
E91AA EAA 901 § M B162 ECC 80 § QQYV 06-40 A 5894 TB 5/2500 RS 635
ESIH EH 900°S M 8212 EAA 901 § QQZ 03-20 YL 1020 D 1/100 A 2C39A
E95F 5654 ME 1100 723 A/D QS 2406 ECC BOI § D24 340
E125A RS 685 ML 38 2 C 39 BA QY 3-125 RS &85 D25 5694
E 250 A RS 686 N9 UL 84 QY 4250 RS 686 TH 2225 2K 25
E 1955 2p21 N 142 uL 41 QY 5-500 RS £87 TS 491 Cam
E 2157 ECC 81 N 150 EL 41 RD S XH RS 533 116D RS 485
E 2163 ECC B2 N'152 PLEY RH & C YD 1060 17420 6252
E 2164 ECC 83 N 153 PL 83 RHK 6332 723 AlB T3 6939
ECC 186 ECC 802§ N 154 PL 82 RS 1002 RS 686 1724 6360
ECC 220 6080 N a9 PL B2 RS 1004 B RS 614 TT25 5894
ECC 801 ECC 801 S N 359 PLBI RS 1007 RS 685 TY 3-250 RS 630
ECC 802 ECC 802 5 N 359 PCL 82 RS 1009 5894 TY 4-500 RS 831
ECC 803 ECC 803§ N 379 PL 84 RS 1016 RS 631 U 49 EY 85
ECC 940 E90CC N 709 ELB4 RS 1019 6252 une Uy 85
ECC 962 E92CC NL 803 ZM 1080 RS 1026 RS 630 U 381 Uy 8s
EF 861 E180F OA2 STV 150730 RS 1029 4360 u 709 EZ 81
EF 905 5654 OB 2 STV 108/30 RS 1041V RS B47 uu 2 EZ 81
EL %0 6AQS 0G3 STV B5/10 RS 1041 W RS 567 V1108 6360
F 9138 ZM 1100 PL 21 2D2) RS 2001 K RS 865 W 719 EF 85
GA 0 ZM 1020 PL 1267 OA4G RS 2001 W RS 565 WD 119 UBF 89
GL 572 2C39A GiA 2404 EAAST1 S RT44B 4 Add-12 W WD 709 EBF 80
GN 4 ZM 1020 QA 2406 ECC 801 § RT59 B4 A 59-23 W X119 UcH 81
GN § ZM 1080 @B 3300 RS 685 RW 80 YH 1110 X 474 2C39 BA
HE 61 EF 41 QB 3,5/750 RS 86 SRS 4451 5894 X719 ECH 1
HE121 LIF 41 QB 51750 RS 667 SRS 4452 252 XN 3 ZM 1080
HKR 901 723 A8 QB 309 ECCBM § Ste 1300/01/05 2D 21 XFR 1 1AD4
HT 301 2CH40 QB 39 ECCHO2 § STV 85/8 ZZ 1020 XFR 2 5678
HT 823 2 C 3% BA QB 339 ECCH03 5 STV 500/0,1 771030 XFY 14 5472
1PD 9-60 25 A QK 422 YK 1020 TSP DG 13-58 XQ 1051 AQ 1001
KS'9-20 793 A/B QM 559 EAA 901 § TE4P2 DM 13-58 X 1052 XQ 1002
KS9-20 A 2K 25 QX 21 2021 TSP DB 13-58 XQ 1053 XQ 1003
LN 119 uCL 82 QQE 02/5 6939 TE43P2 D13-21 GL XQ 1054 XQ 1004
460 RUOHREN ROHREN 481



TELEFUNKEN TELEFUNK TELEFUNKEN TELEFUNKEN

TiRe Type Type Tia EN Type eh Type Type

X@ 1060 X@ 1001 174 DF 91 4D21 RS 685 GALEW EAA 901 S
XQ 1081 XQ 1002 TU4 DF 904 4DL4 PC 88 6AQ 5W 6005

XQ 1062 X@Q 1003 1%2 DY 80 4FY5 PC 97 6AQE ECC 85
XQ 1063 XQ 1004 2B52 6252 4HA S PC 900, AV 6 EBC 91

Y 25 DM 71 2689 5894 4TP2 DN 10-18 6832 EAA 901 5
Y1e UM 80 2C3% 2CHA 4TP7 DP 10-18 6BD7A EBC 81
YL 1020 8118 2C39B 2C39BA 4TP 1 DB 10-18 6BK6 EBC 91
YL 1080 8348 2.C39 WA 2CHA 4 TP 31 DG 10-18 &BLB ECF 80
Z182 EF:80 2C 3 WB 2C39BA SANT0K E180F 6BM B ECL 82
Z520 M ZM 1020 251 A Y1 1340 5ANB5 K D 3a 6BQS EL 84

Z 521 M ZM 1021 3AB4 PC 92 5AR4 GZ M 6BRS EM 80
Z570 M ZM 1080 3ACPT DG 7-14 5 BHP DG 13-58 4BW 4 EZ 81
Z79 EF 80 3ACP2 DN 7-14 5 BHP 2 DN 13-58 6BX 6 EF 80
Z729 EF BS 3ACP7 DP 7-14 5BHP 11 DB 13-58 6BY7 EF 85

Z 1494 5654 3ACP 1N DB 7-14 5 CKP 16 @ 13-10/P 16 6C 1o ECH 42
21751 EAA 501 S 3AMP 1A DG 7-32 §D22 RS 486 6C12 ECH 81

Z 5099 2C 39 BA 3ARP1 DG 7-74 A 5DMP 2 DN 13-38 6C16 ECF 80
ZD 152 EBF 80 3BNP1 DG 7-52 A 5DMP7 DP 13-38 §CA4 EZ 8

ZP 572 2C39A 3BH2 GY 501 5DMP 1 DB 13-36 6CA7 EL34

ZZ 1020 STV B5/8 3BYP2 D7-15GL 5 DMP 31 DG 13-38 6CD7 EM 34

ZZ 1030 STV 500/0,1 3BVP7 D7-15 GM 5D5P2 DN 13-18 6CF8 EF B6
1AB 6 DK 96 3BVP 11 D7-158G 5DSP N DB 13-18 6CI5 EF 41
1ACE DK 92 3 BVP 31 D 7-15 GH 5DSP a1 DG 13-18 6CKS EL 4]
1AF4 DF 96 ic4 DL %6 SFRA RS 686 6CK6 EL 803
1AHS DAF 96 3CX100A5 2C32BA 5FP7 MP 13-39 6CM 4 EC 8%
1AL4 DF 96 JCXI100FS 2C39BA 5FP 19 MF 13-39 6CS6 EH 50
1ANS DF 97 3HI 181 2C3HA 5TO 1A MF 13-39 64CT7 EAF 42
18G2 DY 51 31P1 DG 7-14 5TO3A MF 13-39 6CU7 ECH 42
18Q 2 DY 802 3Ip2 DN 7-14 5YP1 DG 13-54 6CV7 EBC 41
1EP DG 3-12A 3IP7 DP 7-14 5YP2 DN 13-54 6CW S EL 86
1FP 1 DG 3-12A 3lpn DB 7-14 5YP7 DP 13-54 6D2 EAA 901 §
1FP35 DB 3-12 354 DL 92 5YP1 DB 13-54 6DAS EM 81
TH2 DY 86 3v4 DL 94 6 AB 4 EC 92 6DAG EF 89
1M3 DM 70 IX100AS 2CA 4 ABB ECL 80 6DC8 EBF B89
1N3 DM 71 4125 A RS 685 6AIB ECH 81 6DL4 EC 88
1RS DK 91 4-250 A RS 684 6 AK§W 5654 6DLS EL 95
152 DY 86 4CM 4 PC 86 6AK S EABC 80 4DRE EBF 83
152A DY &7 4CX1000A RS 4791 6AL3 EY 88 6DS 8 ECH 83
185 DAF 71 4 CX 5000 A RS 2793 6ALS EAA 91 6ED 4 ED 500
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TELEFUNKEN TELEFUNKEN

Ve Type L: Type
6EH7 EF 183 BGI7 PCF 801
SEIT7 EF 184 BHG & PCF 86
$EL7 EF 80 Bx9 PCF 200
6ES 8 ECC 189 A8 PCF 80
&ET6 EF 98 9 AB4 uc e
6F19 EF 85 PAKS PABC 80
6F22 EF 804 S/EF 86 9AQ8 PCC 85
6F 29 EF 183 9ED4 PD 500
6F 30 EF 184 PFGé PM B4
&FD 12 EBF 89 9IW8 PCF 802
6FG 6 EM 84 ouUB PCF 82
£GBS EL 504 V9 PCH 200
6GK6 EL B4 10C 14 UCH 81
6GW 8 ECL 86 oDz UAA 91
6GXEB EAM 86 10 FD 12 UBF 87
sHU & EM 87 10L 14 uccas
aHUB ELL 80 10LD 12 UABC 80
6IWB ECF 802 10LD13 uBC 81
6JX8 ECH 84 101D 14 ucces
4Kx8 ECC 808 10P18 UL 84
6112 ECC 85 10 PLI2 ucLez
6L13 ECC 83 1D 4080

6L 40 EB4L 11ENS 6340

41D 12 EABC 80 1MEIS 6252
61D 13 EBC 81 1ME14 5894
M2 EM 34 12ACS UF 41
ENB EBF 80 12ALS UAA 91
&P15 EL 84 12AT7 ECC 81
652 EY 88 12 AT 7 WA ECCB01 S
652A EY &7 12AU7 ECC 82
6TBI6AKSB EABCBO 12AU 7 A ECC 802§
U8 ECF g2 12AU7 WA  ECCB802S
6V 4 EZ 80 12AX7 ECC B3
%2 EY 81 12DA6 UF B9
7AN7 PCC 84 12 DF7 ECC 8035
7Di8 PCC 88 12077 ECC803 S
7ES8 PCC 189 12FG 6 UM 84
7HG 8 PCF 86 14GWa PCL 86
BAB(?AB  PCFBO 15A6 PL 83

484 RUHREN

ELEFUNKEN ; TELEFUNKEM
Tyee Epa ' Ty Type
15BD7 A UBC 81 L1 PCC 84
15CW S PL B4 0P 4 PL 36
15DQ B PCL 84 30 P16 PL 82
15TO4A F 38-10 0P8 PLBA
16A5 PL 82 BA3 uyY 8§
16 A8 PCL 82 40KG 6 PL 509
169 FFL 200 42ECH4 PY 500
17C8 UEBF 80 4585 UL 84
VP4 AW 43-88 50 BM B uct a2
1: <D:JP' 4 AW 43-80 TP ECL B0
17 KW é PL 508 64/ SPT EF B0
17N8 UBF 80 65 ME EM 8O
7Z3A PY 83 BSA2 STV 85/10
18GY8 PCL 85 90 AG FZ 9011 G
19A18 UcH 81 50 AV FZ 9011V
19 ALP 4 AW 47-91 %0 CG FZ9012G
P4 AW 47-9) 90'CV FZ 9012V
:: QEQP 4 AW 47-91 08C1 STV 108/30
19BRS UM 80 150 C 2 STV 150/30
198Y7 UF 85 163 Pen PL 82
19 BX 6 UF 80 171 DDP UBF 80
wD8 UCH 81 213 Pen FL 81
19DC 8 UBF 89 B2 B 5894
19FL8 UBF &9 2255 AMR XQ 1004
WA3 2021 2255 |ND Q1003
21A6 LB 2255 NOR XQ 1002
21 DKP 4 AW 53-88 2255 ROE XQ 1001
21 ENP 4 AW 53-80 2852 2CHA
23 AIP 4 AW 59-90 5448 2C39A
23 AMP 4 AW 59-50 5726 EAA 5018
23AQP 4 AW 58-50 5749 §BAG6W
23BCP 4 AW 59-90 5750 &BES
5E5 PL 36 5751 ECC 803 S
35 AQB UCC 85 5814 ECC 802 S
27 BL8 UCF 80 5867 RS 430
28 AK 8 UABC B0 5668 RS 631
2B GB5 PL 504 5886 DF 703
30 AE3 PY 88 5894 QQE 06/40
CH PCF 80 5910 DF 04

ROHREN 485



TELEFUNKEN TELEFUNKEN
e Type Trpe Type
5915 EH 900 S 6939 QQE 02/5
5920 Ef0CC 7025 ECC 8035
5976 TK 61 7034 EH 900 S
4057 ECC 803 § 7092 RS 635
6058 EAA 501 § 7210 2C39A
£060 ECC 801§ 7262 A *Q1002
067 ECCB025 7289 2C 39 BA
4073 STV 150/30 7308 E188 CC
6074 STV 108/30 7315 ECC 8025
4079 RS 687 7320 EB4L
4084 E80F 7534 E130-L
€085 E80CC 7643 E 80 GF
4094 €005 7721 D3a
6095 4005 7722 E 280 F
6096 5654 7735 A XQ 1002
6097 EAASD1 S 7751 E235L
6134 6 AU 7788 EBIOF
6155 RS 685 7815 R YD 1040
6156 RS 488 8118 YL 1020
6189 ECCB02S 8223 E 288 CC
201 ECC80] S 8233 Es5L
4252 QQE 03/20 8348 YL 1080
&067 EF 806 S, EF 86 8408 YL 1130
4344 Yl 1350 8412 YD 1060
4340 QQE 03/12 8422 ZM 1100
4663 EAA 901 § 8463 YL 1000
B664 EC 92 8507 X 1002
6479 ECC 801§ 8554 EC 8010
680 ECCE02 S 8562 B255
681 ECC 803 S 55390 2K 25
687 EH 900 5 55391 723 AJB
€688 EIB0F 55852 AM XQ 1004
6844 A ZM 1020 55852 N XQ 1003
6897 2Ca7A 55852 5 X@ 1002
6922 E88 CC/CCa 55852 SR XQ 1001
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Inhalt nach Typen geordnet - Summary of the types Type Seite Type Seite

Page Page
Type Seite Type Saite =

Page Page DAY TT s rtens. 100

2 e BAY 78...... 178

AFY BAY 86.......1%8

AA 112...... 127 AC. W5..uii 2 AFY BAY. . B7 ks, 158
AA  112P 127 AC, 780w 23 AEY BAY B88....... 158
AA  T13...... 128 Acymi.... 2 AFY BAY 89....... 159
AA T3P ... 13 AC 186, 2% AHY BAY 90....... 159
AA 117 ... 129 AC 187K 25 ASY BAY! 91 ol 159
AA 11B...... 1% AC 188 K 25 ASY BAY 92....... 160
AA 18P 129 ACY 18, .... 83 ASY BAY 93...: 160
AA 119, 130 ACY 2. 84 ASY B8 102...... 145
AA 9P ... 130 AD 1%, 2% ASY BB 104...... 146
AA L 132...... 131 AD 138/50 2% ASY BB 105A ... 147
AA 3., 11 AD 139...... 27 ASY 88 105B.... 147
AN 13%4..,... 132 AD 149 ...... 97 AUY BB  105G.... 148
AA 135, 149 AD 150 % BA BB M0...... 148
AA 136, 149 ADY T8 2 BA BE 07 qpaies 44
AA 137 ..., 132 AD 155, ... 29 BA BC 108...... a4
AA 138.,.... 133 AD 159 ...... 2% BA BC 109.. 44
AA 139 i, 133 AD  140...... a0 BA BE 104k 45
AA WD...... 134 AD i3 (P an BA BC 129 ilads a4
AA 40P . 134 AD  162,..... a1 BA BC 1305 10 45
AA 142, 134 AD 1e 3 aA BE " 18, 46
AA 142P ..., 134 AD N i BA BC  140...... 47
AAY 18....... 175 AD 169 ...... 32 BA BC Mlciois 48
ARE ol icsi 150 AF 106 ...... 3 BA BC 148...... 8
AAY 46 ....... 176 AF T09R ... 34 BA BC  149...... 4
AAZ 10....... 151 AF 21, as BA BC. il 4
AAZ 4 ..oiins 177 AF  134...... 3% BAW 24 BC 188l 49
AC: VS 14 AF 185 73 BAW 25 BC 1725 0he &0
AC 7., 7 AF 136....., 3 BAW 26 BC 138...... 0
AC b AT 18 AF 137 e a7 BAW 27 ¥ BC 159 S8 8 50
AC 12230 ... 18 4 e g a BAX 20 BE 140iuiin 51
AC! 12w, 16 AF  139...... @B BAX 21 BC W7 .uiia 52
AC 1240, 19 AR 2078 16D BAX 22 BC 168...... 52
AC 131.... 20 AP 181....., 4 BAX 25 BC 169...... 52
AC  131/30 .., 2 AF 29 ..., © BAX 26 BC 177 covies >
AC 150 ...... 21 AF 251, 4 BAY 67 BC 178...... &
AC 160...... 21 AF 252, 41 BAY 68 BC 179...... 53
AC 0= . 22 AF . 47 BAY &9 BC 1L B, 54
AC 171..,... 2 AF 256 ..., 3 BAY 70 BC 196...... 55
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Type Seite Type Seite
Page Page

2N1893 ....... 118 2 N 3055

2N2193 ..., 118 2 N 3375

2N2I8 ..., 122 2N 3553

2N2209 40 ane 122 2N 3632

2M222) ..an. 122 2 N 3866

2N2222:,. 0,00, 123

Zubehdr + Accessories .............. e re i v 944

Abmessungen - Outlines ......

6 HALBLEITER

S e ... = ——— | " e

Kurzzeichen

A,a

Anode

Lichtempfindliche Flache

Basis
Collector-Basis-Stromverhaltnis

Collector-Basis-5tromverhaltnis
im Obersteverungsbereaich

Stromverstarkungsiaktor
bel 1 kHz

Collector-Kapazitat
Diedenkapazitat
Gehausekapazitat
Balostungskapazitar
Sperrschichtkopazitat
Emitter

Magnetische Empfindlichkelt
Beleuchtungsstarke
Rauschmaf
Misch-Rauschmaf
Frequenz
Eingangsfrequenz

Moximale Schwingfrequenz

Eigenresonanzfrequenz
Transit-Frequenz

f-Grenzirequenz

Symbols

anode

light-sensitive surface
base

forward DC current-transfer
ratio common-emittar

forward DC current-transfer
ratio in the saturation region

current amplification foctor
for 1 ke/s, emitter grounded

collector copacitance
diode copacilance
case capacitance
load capacitance
junction copacitance
emitter

maogentic sensitivity
illuminance

nojse figure

mixing noise figure
frequency

input frequency

maximum frequency
of ascillation

self-resonant frequency
gain bandwith product

B-cutaff frequency

HALBLEITER 7



IR; mad
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lero
loeo

loER

lers
ey

lene
In
Inss
g

lEno

Collector-Basis-Stiromverhalinis

Stromvarstirkungsfaktor
Basisgleichstrom

Basis-Reststrom bei gesperrier
Emitierdiode

Bosisspitzensirom
Steusrstrom
Ausrélumstrom

B! Strom |durchgeschaltet)
Collectorgleichstrom
Collectorwechselstrom

Collector-Reststrom
bei offenem Emitter

Callactor-Reststrom
bei offener Basis

Collector-Reststrom, gemessen
bei ainam Widerstand LD

zwischen Basis und Emitrer

Collector-Reststrom bel Kurz-
schlul zwischean Basls und Emitter

Callector-Reststrom
bei gesperrter Emitterdioda

Collectorspitzenstrom
Drain-Strom
Drain-Source-Reststrom
Emittergleichstrom

Emitter-Roststrom
bei offenem Gollector

8 HALBLEITER

forward DC current-transier
ratio common-emitter

current amplification foctor
base DC currant

base cutofl curreni with reverse
emitter volloge

peak base current

drive current.

reverse drive current
modulated interbose current
collector DC current
collgctor AC current

callector cutoff current,
emitier open

collector cutaff current,
biase open

collector cutoff current measured
at o resistance ng between
base and amitter

collector cutoff current at short
clreuit belween base and amitter

collector cutoff, current with
reversa emitter voltoge

peak collector current
drain current

drain leakoge current
emitter DC current

emittar cuteff current,
collactor open

I¥s

lia0
larn
gk
lor

T}

Ik
IkGo
Im [y ...

Emitter Stafistrom
Durchlafstrom

Spitzenstrom in Durehlafirichtung
[Scheitelwert bzw. Amplitude)

Daverstrom
Periedischer Spitzenstrom

Héchstzuldssiger periodischer
Spitzenstrom

Stofistrom in Durchlafirichiung
(Amplitude)

Gate-Anoden-Sperrstrom
Gate-Kathoden:Sperrstrom
Gate-Kathoden-Zindstrom
Zindstrom

Halterstrom

Kurzschlulistrom
Kathoden-Anodan-Sperrsirom
Imaginértail aines y-Paromaters
Mennstrom

Richtstrom

Hackerstrom

Sperrstrom

Talstrom

Zenerstrom

Zenerspltzenstrom (Amplitude)
Kathode

Gehause-Induktivitat

emitter peak current

forward current

peck forward current

constant limiting currant
peak anode current forward

limiting peak repatitive
on-state current

forword surge current

gate anode reverse currant
gote cathods raverse current
gate cathode trigger current
gate current

holding current

short-circuit current

cathode anode reverse current
imaginary part of y-paramater
on-state current

average oculput current

peak point emitter current
reverse current

valley point current

Zenar currant

peak Zener current

cathode

cose induetance
HALBLEITER 9
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Rin

LT

R

Serien-|nduktivitat
Gesamtverlustleistung
Verlustleistung
Bahnwiderstand

Bosisbahnwiderstand, d. h.
Wirkwiderstand zwischen Basis-
anschlufy und Basis-Emitter-
Sperrschicht

Interbasis-Widerstand

Widerstand zwischen Basis
und Emitter

Collector-Vorwiderstand
Dampfungswiderstand

Droin-Source Durchlafy-
widerstand

Emitter-Vorwiderstand
Realteil eines y-Parometers

Differentieller Durchlaf-
widerstand

Generatorinnenwiderstand
Eingangswiderstand
Lastwiderstand
Sperrwiderstand

Differentieller Sperrwiderstand
Serienwiderstand

Wirmewiderstand
Sperrschichti-Gehduse

Wirmewiderstand Sperrschicht
umgebende Luft

100 HALBLEITER

series inductance
total dissipation
dissipation
speading resistance

base resistance, i.e. the resist-
ance between baose connection
and bose-emitter-junction

inter-base resistance

rasistonce between base and
emittar

collector resistance
loss resistance

dynamic ~OMN- resistance

emitter resistance
real part of y-parameter

differential forword resistance

generalor resistonce

gate resistance

load resistance

reverse resistance
differantial raverse resistonce
saries resistance

thermal resistance between
junction and cose

thermal resistonce between
junction and ambient air

Zenerwiderstand

Zenerwiderstond, thermischer
Anteil

Photoempfindlichkeit
Periodendaver
Umgebungs-Temperatur
Integrationszeit
Gehbuse-Temperatur
Verzégerungszeit
Abfallzeit

Vorwdértserholungszeit
|Durchlafiverzégerungszeit)

Sperrschichttempearatur
Temperatur-Koeffiziant
Auvsschaltzeit ity + 1)
Einschaltzelt (1 +1,)
Impulsdaver
Apstiegszeit

Rickwartserholungszeit
|Sperrverzégerungszeit)

Speicherzelt
Lagertemperatur
Betriebsspannung
Basis-Betriebsspannung
Interbasisspannung

Spannung zwischan Bosis und
Emitrer

Zener resistance

thermal Zener resistance

photo sensitivity

one cycle

ambient temperature
average time

case temperature
deloy tima

fall tima

forward recovery time

junction temperature
temperoture cosfficient
turn-off time

turn-on time

pulse duration time
rise time

reverse recovery time

storoge time
storage temperature
supply velloge
base supply voltoge
inter-base voltage

voltoge between base and
emitter

HALBLEITER 11



Ungn
Uit

Ucn

Ucio

UCEHM

Ueey

Unss
Urp
Ugno

Upny
Up

Usao

Emitter-Flubspannung
Bosis-Sattigungssponnung

Spunnung zwischen Callecior
und Basis

Spannung zwischen Collector
und Basis bel offenem Emitter

Collector-Betriehsspannung

Sparinyng 2wischen Collector
und Emitiar

Sponnung zwischen Collectar
und Emitter bei offenar Basls

Spannung zwischen Collector
und Emitter bei einem Wider-
stond Ry e zwischen Bosis
und Emifter

Sponnung zwischen Collector
und Emitter bei kurzgeschlos-
sener Basis-Emitier-Strecke

Collector-Sattigungsspannung

Collegtor-Emitterspannung
bel gesperrier Emitterdicde

Drain Source-Spannung

Spannung zwischen Emitter
und Basis

Spannung zwischen Emitter und
Basis bei offenem Collector

Emitter-Sperrspannung
Durchlafispannung

Gata-Anoden-Sperrsponnung

12 HALBLEITER

floating voltage
base saturation velioge

voltage between collector
and basa

voltage batween collector and
base, emitter open

collector supply voltaga

voltage between collector
and emltier

valtage between collector
and emitter, baso aper

voltage betwesn collector and

emitler at o resistance Rl:l-;
between base and emitter

voltoge between collector and
emitter at shor! circult base
and emitter

collector saturation vollage

collector emitter veltage with
reverse bose voltage

drain to scurce valtoge

voltogs between emitter and
base

voltage batween emitter and

base, collector open
smitter reverse voltoge
forward voltage

gate anode revarse voltoge

Gate-Kathoden-Sperrspannung
Gote-Source-3pannung
Schwellspannung

HF-Spannung

Katheden-Anoden-
Sperrspannung

Kathioden-Gate-Sperrspannung
Leerlaufspaninung
Mittelpunktsperrspannung
Richtspannung
Impuls-Ausgangsspannung
B1-Spnnnung Impulsgenerator
Sperrspannung :

Spitzensperrspannung
[Scheitelwert bzw. Ampllmdal

Stafispannung (Amplitude des
Sperrspannungssiofies)

Zener-Sponnung
Eingangs-Wechsalspannung
Ausgangs-Wechselspannung
Leistungsverstirkung
Tastverhdltnis
Wirkungsgrod
Wallanlénge

Spektrale Halbwertsbraite
Zeitkaonstante

Obersteuerungs-Zaitkonstante

‘gate cothode reverse valtoge

gata to source volloge
gate fhresho-ld voltage
RF yoltage

cathode anode reverse voltage

cathode gote reverss valtage
no load voltage
medivm point voltage

averaga output veltage

_ pulse output voltage

B' peak pulse volioge
reverse voltage

peak reverse voltoge
reverse surge voltage

Zener voltage

input AC voltage

output AC veltage

power gain

cicle duration

efficiency

wavelength

spectral half-powar width
time constant

charge storoge tima constant
HALBLEITER 13



Vierpolparameter - Four-pole-parameter

Fir die Definition der Vierpolparameter gelten fir Siréme und Spannungen dia

im Bild dargeste!llten Zahlpfeile.

For the deflnition of the four-pole-parameters refer to the figure.

”]='hi"'1+hr U
|'2 =h,-iT+ho-u2
Hybrid (h)-Matrix

hi Eingangswiderstand,
Ausgang kurzgeschlossen

h, Spannungsriickwirkung,
Eingang offen

hy Stromverstarkungsfoktor,
Ausgang kurzgeschlossen

hy Ausgangsleitwert,

Eingang offen

u
TR : N
hj =hy i Urg by |‘fz 7

hu”hrz=‘gi‘ iy=0 “’zl .’@

Leitwert (y)-Matrix
Y= Re + Im Komplexer Eingangsleitwert,
Ausgang kurzgeschlossen
Re 1y
14 HALBLEITER

Realteil des Eingangslaitwertes

=Ygty vy
Ig Vg Yy Hve Yy

Hybrid (h)-matrix

input impedance,

output short circuited

reverse voltage transfer ratio,
input open circuited

forward currant transfer ratio,
output short circuited

output admittance,
input apen circuited

Kurzschluf-Eingangswiderstand
input impedance

output short circuited
Leerlovf-Spannungs-
Rickwirkung

reverse voltage transfer ratio
input open circuited
Kurzschlufd-Stromverstarkungs-
faktar

forward current transfer ratio
output short circuited
Leerlauf-Avsgangsleitwert

output admittance
input open clrcuited

Admittance (y)-matrix

complex input admitfance,
output shart circuited

real part of input admittanca

Im ty;) Imogindrteil des
Eingangsleitweries
G Eingangskapozitat

=yy =g, + mC. Komplexer Werl der
Rickstallhait,
Eingang kurzgeschlossen

Re (y Realteil der Rickwértsstailheit

Im ty,l Imaginarteil der
Riuckwartssteliihelt

C, Rickwirkungskapazitat

[yl Betrag der Yorwartssteilheit

"y Phase der Vorwartsstejlheit

Yo =9, + inC, Komplexer Ausgangs-
leitwert,
Eingang kurzgeschlossen

Re () Realteil des Ausgangsleitwertes

Im {y,) Imagindrtell des
Ausgangsleitwertes

C, Ausgangskapazitdt

i
= = 1 ¥ -
el Uy | =0

Ye=va = 404 4}

52 | Y
B ¢ o g £

‘2;”:@

image part of input admittance

input capacitance

complex valve of reverse
transfer admittance
input short circuited

real part of reverse transfer
admiftance

image part of reverse fransfer
admittance

feedback capacitance

amount of ferward mutual
conductance

phose of forward transfer
admiltance

complex output admittance,
input short circuited

real port of output admittance

imoge port of output
admittance

output capacitaonce

KurzschluB-Eingangsleitwert

input admittance
cutput short circuited

Kurzschlufi-Rickstellheit

reverse transfer admittance
input short circuited

Kurzschlul-Yorwartssteilheit

forward transfer odmittance
cutpul short circulted

Kurzschlub-Ausgangsleitwert

oulput admittance
Input short circuited

HALBLEITER 15



Transistoren - Transistors Standard-Typen - Standard types
® NF-Transistoren - AF transistors
o 1
P Tyoe Kenndalen Grenzdaten
= P Typical characteristics Maximum ratings
m
= |
=| AC116 [ B = 85 bei Upp =6V, =lp= 4mA ACT16 ACT23
[ B = 65 bol “Upp = 1V, ~la=0mA |4y = 4 5y
AC123 i-um_- = 250'mV bei -Ugep = 1V, =lo =20 mA '[-’f"’ = 2V
S0 (s N S = b O]
Germanium-pnp-Transistor | lﬁ 15514z e Vg oY io Amix “UEIIU = 12 2 Vv
for MNF-Treiberstufen | =loat = 200 200 mA
_ | ACN6 Prot =25 225 mw
Germcn‘ii'.rm pnp transistor Flopo = 45 4A  bei Yo = 6V bei 1. = 45°C
for AF driver stages | : { h = o0 90 °C
L Acn

Grofe - Outlines 1
-ll.'l'“! = 55 pA  bei ‘-‘Ui—.“ =30V

gelb + yellow B = 55...95
grin '+ green B = 85...140

B = 120 bei -Ugp =6V, ~lg = 50mA|-Uppg = 2V
ACTI7 B =110 bei ~Uap =1V, —lg = 300 mA [-Ugpg = 18 :
Germanium-pnp-Transistor |-Ugg = B5 mV bei. “Upp =6V.~lg i 3053 mi :]‘EJEBU : 12 ¥
for Endstufen mittlerer Leistung | Upp = 400 mV bef “Upp =1V, -lg = mA o SN
in Gegentakt-B-Schaltung fy = 10 kHz bei -Ugp =2V, -lg= 10m Ptnr,_ =4 S
bis zy 4W -lopg = 6 A bei -Upp =6V | beittuges 9&}?{_—_
lals: Parchen pnp und mit AC 175 Y =

als Komplementar-Paar
pnp/npn lieferbar)

Gearmanium pnp transistor

for push-pull power stoges

up to AW

Imatched pairs pnp and
complemantary pairs pnpinpn
with AC 175 can be dellvered)

Grofe - Qutlines |

£1 ¥3113787vH




Tone | Kenndaten | Grenzdaten

= | Typical characteristics i Maximum ratings
o
} .
‘| A2 AT e R
E f = z bei -Ugpp = »lg=4m _UCHO = 30 45 v
= | AC122/30 lopo = 45 wA bei gy =6V Uggg = 18 @V
= Germonium-pnp-Transistor =4adh el -UCE} i iﬂ\", gz Gk VEpo = 12 N
fur NF-Anfangsstufen Ao e Ylow =0 20 W
bei -Ugp =6V, <lg =2mA, | =1 kHz ist: Frog, = %0 0/ mW
Germanium pnp transistor hyy = 2 ke hy = 100 bei 1,5, = 45°C
- 2 © = o
for AF input-stages Pre = 55- 104 huu = 52 uS 4 %0 90 °C
Grafie « Outlines 2
| rot - red p = 40.. 65
': gelb + yellow § = $§5., 95
| grin - green f = §5..,140
| violett- vialet A = 130...200
| weild - white g = 170...300

_lc = 5 ITIA1' 'UCBO

B =625 bei -Upp = 6V, = 45V
AC124 B = &0 bei —Ugt = 1V, =lg =230 '“Al_UCED = 32V
Germanium-pnp-Transistor fir |-Upp = 285 mV bei -Upgg = 6V, -lg= S0mA ~Ugpo = oy
Endstufen mittlerer Leistung bei -Upp = 400 mV  bei -Upp = 1V, =lg =300 mA| -1y = 2N
hoheren Betriebsspannungen ia = 11 kHz bei -Upp = 2V, -lg= 10 mA! Ptut = 1,1
in Gegentoki-B-Schaltungen | -lgpg = B wA  bei “Ugy = 45V bel t 5. = 45°C
bis zy 4'W 1 = %) °C

|als Parchen lieferbar)

Germanium pnp transistor
for push-pull power stages
up to 4W |
by higher voltage
[matched pairs can be |
delivered) I

GroBe - Outlines 1

43LI3ETIVH
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0.5 W [motched pairs pnp and
complementary pairs pap/npn
with AC 184 can be delivered)

Gréfe - Qutlines 2

= Tora ‘ Kenndaten Grenzdaten

i Typical characteristics [ Maximum ratings

>

e AC131 8 = 100 bai ~Upp =2V, -l = 50 mA AC131

& § l ! ¥ c AC131/30

5| AC131 130 =120 bei -Upp = 2V, —lg = 150 mA =

5 “Upg =20 mV bei-Ugy =2V, ~lg= SmA | _CBO > oy
Germanium-pnp-Transistor far | | = 10kH: be,i “Ugg =2V, -lg= 10mA —UCEO : :g R
Endstufen kleiner Leistung in | lCBO = 6 #A bel=lUgy =6V = i oA
GEUBﬂfUh-ﬁ—Schnhungen bis zu o = 5§ A
0,5 W fals Parchen pnp und mir | AC 131 AT ! el
AC 186 als Komplementar-Paar “lgpg = 8wA bel-Usp =30V * {Ethlschette = 43°C
pnp/npn lieferbor) t SEoligh thee

z AC 131/30 i e e

Germanium pnp fransistar for y
push pull power stages up 1o _I':BO = 8imA bel _UGH =45Y

* Nicht fiir Neventwicklung

AC 150 B = 55.300bei Upp=86V,-Ig=2mA |-Ugpy = 30V
! ) . In = 15%kHz bei -Upp =6V, -lg=4mA |-Uggg = 18 Y
Germanium-pnp-Transistor fir “lego = 45 kA bei -Upp =6V Ugpg = 12V
rauscharme Anfangssiufen = 36dB bel -Uge =6V, -lg=02mA | P, = € mW
Germanium pnp tronsistor i f=40...2500 Hz bel t, = 43 °c
for low noise input-stoges F = 22.dB bei Ugp =6V, -lc=02mA | = e
i ! f = 30...15000 Hz
goREiiiion bei Upp =6V, ~lg = 02 mA, f =1 kHz ist:
hig =125 k0 " Prg o =y 84
l'|l_"= i 9210 hm! = BA uS
gelb-yellow [ = 5. 95
grin -green  f = B85.. 140 = £
violett - viclet § = 130... 200
weill + white  f§ = 180...3290 c g
AC160* Ac 140 Agpo = 15V
i B = 35.250 bel Ugp =45V, o =03 mA| UoL0 = jov
Germanivm-pnp-Transistor L = I g PN CEO
= ! ll']!l"l = 0,5 pA bei U('H =45V = = 0V
fir hochwertige rauscharme ~ Sy o, EBO
i F = 3dB bei-Ugg= 6&V.~l.=02mA o = B0mW.
55 N0 §
ey an F=30...2500 Hz bei tyup, = 45 aC
5 Garmvoniurn pop 1rqnsistf:r G, = 10 pF bei-Upp =45 V, -lp=03mA t = 75¢°C
= for high quality low noise cue = 9pF bel Ugp= 45V, <lg= 0,3 mA
5 | pre-stoges
£ rot + red = 35..45
= | GraBe : Outlines 2 gelb - yallow p= 55.100
= | grin - green p= B80..150 £
e P yiglett <violar  f=1201250 (=o>
ol .9_-0
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Type

Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdalen
Maximum ratings

AC170
ACI7

Germanium-pnp-Transisior
fir NF-Anfangsstufen

Germanium pnp transistor
for RF input-stoges

Grbbe - Outlines 2

AC 170

1] = B0..170 bei Upgp =6V, -lg=2mA
B = 12§ bei ~Upp =5V, =lg=2mA
AC 1N

i = 130..300 bel Upp =6V, -ln=2mA
B = 180 bei -UCE =5V, —!C = 2 mA
[ii = 17 kHz bel -Upp =2V, -lg = 10mA

“lopo = 10 pA bei ~Upn, =10V

E -

f=1kHz

bei ~Usp = 6V, —lg = 0,2mA, f =1 kHz ist fir

AC170 AC 71

hy = 25k ) higr | = 4 kn
he = 55-10° hye = 6-104
hfg = 125 hy, = 200

h(le = &5 uS huu = 83 uS

5dB  bei -Ugp = 8V, ~1p =02 mA,

“Uepg = 22V
Vopp = RY

bei Rpyp= 1 ka2
_It:'-M = 200 mA

Lot = 90 mW

bel 1y, = 45°C
t = 9 eC

£ Y3LIFTEIVH

i = = - = v
B =168 bei Upp = 6V, lg= SOmA | Uggg = 25
AC VIS s =% bei Ueg = 1V, 1o =300mA | Uggy = 25V
Germanium-npn-Transistor Upp = 320 mV  bei Uop = 2V, lg = 150 mA bei ~Upp = 1V
{Gr Endstufen mittlerer Leistung fs & 20 kHz beilp = 2V, lg= 10mA | Ugpg = 18V
Komplemantar-Transistor lepo 13 pA el Upg = 18V Ugpp = 10V
2u AC 117 [ o = 2A
. ’ Prot =11 W
Germanium npn transistor I
for medium power stages ‘ b I:iai.' 90 °C
complementary type to AC 117 i .
Grofie - Qutlines 1 ‘ 8 ::]
L &
i = AC178 ACI79
B = 185 bei Upp =2V, lg 150 mA
| 5 2 =
AC178/AC 179 Upp = 150 mV bel Ugp =6V, lg= 5mA| Ugpg 0 WV
prp npn BE . i - 20 v
el = Y
Germanium-Komplementar- .?C 178 Gl |58 8 g bei _UBI= i iBav
a T H cuo — O OF0
B Jeehen f‘f Todsiuten iy 10 kHz bei Ugp =2V, —lg= 10mA | yois  ==10 10V
mitilerer Leistung Icn -2 12 A
Germanium complémentary AC179 ) Peot — 13l 11w
pair for medium power I:no 10 wA  bei Upp = &Y bel 1, = 45°C
stages Eﬁ 20 kHz bel Upp =2V, lg= 10 mA h 8l 90 °C
Grofie - Outlines 1
£
o
&
[ 1.3




m Tipe Kenndaten Grenzdaten
14 Typical ch i i i
yp aracteristics Maximum ratings
E
=
Z| AC186 B =100 bei Ugp = 2V, lp= S80mA | Uggg = 30V
3 — _ B =12 bei Upp = 2V, Ig=150mA | Ugpy = 30V
5 | Germenium-npn-Transistor | Up = 250 mV  bei Ugp = 2V, Ig = SOmA bei ~Upp =1
7 | fur Endstufen kleiner Leistung fy © = 20 kHz bei U{;E = 2 V' lC = 1W0mA | U o e T \
Komplementdr-Typ zu AC 13] | lgpo = 18 uA bei Ugy =15V § | UEBED = lgﬁ
| LBO -
Germanium npn transistor 10‘“ iz
for medium powaer stages Ftot R
Complementary type to AC 131 g Kahlschelle = 45°C

*I:mI]i[I;: fine
= aC

Grobe - Outlines 2 i

I = 25uA bei Unp= 25V Usgg = BV
Ac ]87 K Iil}__?}g = 20|1A bei U;.::; = 10V UEED = 15V
Legierter npn-Germanium- UCEsnts 0.8V UEBO = Vv
Tronsistor Ucgo 2 15V bei IU = 300 mA ICM = 2A
Komplameantar-Type Ugpo = 25V bei lg =200 pA Piot = W
zum AC 188 K Ugpg = 10V bei ly =200 A bei 1,0 = 45°C
Upp <045V beiUpp =0, lg=30mA | & = 90°C
Garmanium npn alloyed B = 100...500 bei Ui"B =0V, TC =300 mA
fransistor fs = 2kHz bei Ugg =2V, Ig= 10mA
Complementary type to
AC 188K Tlg=1A fir die Kennlinie, die bei gleichem
Basisstrom durch den Kennlinienpunkt a E
Grafie + Qutlines 48 Upg = IValg= 1,1 A geht.
£ (]
~Ig = 20pA bei -Usp = 25V U = 25V
ACISSK (0. Z A e s ey, o 2Ny
Legierter pnp-Germanium- UCEE-‘ltg 08vV") 'UEBO = 10V
Transistor Ugpg = 18V bei=lg =3800mA “lon = 2A
Komplementar-Type zum “Ugpno = BV bei -1 = 200 pA Pyat = 1W
AC 187 K ~Ugpo = 10V bei-lp =200pA bei t,, 0 =45°C
- -Upg =045V  bei-Upy =0, “lg=300mA | & = 90°C
» | Germanium pnp alloyed B = 100..500 bei -Ugp =0V, ~lg =300 mA
) oansiier fg = 10kHz bei -Ugg =2V, -Ig= 10mA
m | Complementary type to “ {
m | ACT1B7K | *) 1o = 1A fir die Kennlinie, die bei gleichem
Basisstrom durch den Kennlinlenpunkt S
& | Grage - Outlines 48 Ugg =1V, ~lg =1.1A geht. \e o)
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T Kenndaten Grenzdalen
Typical characleristics Maximum ratings
AD 138* g E"’?ﬁ-; Eef “Em; - :i;’ “lg=05A |-Ugpg = 4V
fum-pnp-Transi = ei Upp =15V, ~lg= SA |-Upgy = 30V
Cfermamusn php Tmrlsmilclr Upp =03V  bei 'UUI-‘ =15V, ~lp=05A |-Up - WV
for Endstufen grober Leistung i = T et s e EBO
bis zu 60W BE p e CE == | V, ‘*1‘;— 5A _Il_'-M = 15 A
lals Parchen lieferbar) fis = 55 kHz bel -Upp= 6V, -lg=05A tat = 30w
ietcriar “lepg = 01 mA  bel -Uoy = 30V bei f,, = 45°C
i i H G case
Germanium pnp transistor t = 90 °C
for AF power stages
up to 80W [matched poirs
can be deliverad) B
GréBe - Outlines 3 * Nicht fir Neusatwicklung
B
AD 138/50* B =625 bal -UI‘I-: =15Vi=1p=05A |-Ugpy = 70V
Germanivm-pnp-Transistor :: 0 : 0 :;‘: 301':“ j DY
fur Endstufen groBer Leistung -IC L '5 A | EBO ?: :
5t . o= oM =
!c:?sz;ﬁérech\‘:n ligferbar] 1 3 =l 0isA Pot = W
- ~lepn =012mA bei Uiy =50V bei t,,., = 45°C
Germanium pnp tronsistar t fasg 90 ©C
for AF power stoges 4
till to 80\ Imatched pairs
can be deliversd) E
Grofe - Outlines 3 z 27
* Nicht fir Neventwicklung 2

B = 48 bei -Upp = 0, Ilp= 1A Uggy =32V
AD 139 8 3 bei —u:-'_.B =0 lg= 3A |[-Uggy =32V
Germanium-pnp- Upp = VO mV bei -Upg= 0V, lp= 1A bei +Upp z2V
NF-Leistungstransistor fy > 10kHz bei Upgp = 2V, ~lg=0. 1A |-Upgnp =16V
{als Parchen ligferbar) lppg = 001 mA bei -Upp =05V 'tJm.m '—’-312 \A'
Germanium prp ?1. _ ]“ o
AF power transistor leé‘tel \ - AETC
Imotched pairs can be S case C
delivered]| i
Grofie + Outlines 4 £

B

B = 63 bei Uop =1V, =lo= 1A Uono 50V
AD ]49 B = 43 bei -Ut;g =1V, -Ig = JA Ugpy = 50 v
Germanium-pnp-Leistungs- Upp =046V bel -Ugp =1V, -l TA bei +Upp =2 V
transistor fOr hochwartige i‘UHl:'- = 045V bei HUGE =1V, -l A Ugilo = 20V
MNF-Endstufen iﬂ = 10 kHz bei “Uep = 2V, -lg=05A |-Ig = S,SIh
lals Parchen ligferbar) —topo < 3 mA bei 'UCB =5V Pmt =T5W

5 | bel tyus= 459C

Germanium pnp power 1 s ac
transistor for high quality i
AF power stages
Imatched poirs can be Ep
deliverad] 2
Grafe - Qutlines 3 .Bg




N Kenndaten Grenzdaten
n ype Typical charactaristics Maximum ratings
2
ZIAD 1 8 = 62 bei ~Upp= 1V, ~ln= S0mA Ugpgng = 32V
,‘-'E 50 B = &3 bai "UL‘I‘; =1 V, —][: = JA "UOED = 30V
i Gern‘fcnlum_-pnpvi.eisrungs- ) = 43 bei U= 1V, -lo= 3A Uppg = 0V
o7 | transistor fir NF-Endstufen ~Upgp = 02V  bei Vg = 1V, _|l': = S0mA [~1g = 35 A
mit ho_her Au::gangslelsjung ~Upp =075V  bei Upp= 1Vi=lg= 3A Pro =75W
(als Parchen lieferbar]. fp = 12kHz bei-Upp= 2V, ~l,, =500 mA | bei 1,,,, = 45°C
Germanium pnp power |"|l;'[-‘.\’ =015mA bei -Upy =32V, +Ugp 21V L =100 °C

transistor for high power |
output stages (matched pairs
can be delivered).

Grofie - QOutlines 3

' | AD 152 AD152 AD 155
AD 152 B = 8 bei -Upp = 6V, ~lo = 3mA Ugpg = 45 2 V
AD 155 B = 78 beji -Ugg = 1V, ~-lg=500mA |-Uqpp = 45 a5V
Germanivm-pnp-Transistor s Ubei RpE =235m [+] &
U i Leistun a Yopo =
B Eari e | T 1t g = i [ B L8
¢ 8 =5 bl Ugg =1V, g =S0mA | EBO 5 2 A
Germanium pnp transistor | . e e Gk i = & W
for medium power stages [“Upg =240 mY be! Hog =0V, =lo = mA "'t;‘ o = 45°C
hed B ba ~Upg =40 mV bei=-Upep =1V, -lp=3500m LTI P <
(A et o | = 11 kHz bei~Upp =2V, ~la= 10mA | & = % 90 °C
deliverad) i 11 kHz CE ol i
- E_lL‘]:O = é l-IA bei _UUB =&V
GroBe « Outlines 4 ) E
&
i = o =] = 4V
* B = §3 bai "UCE =05V, ll.' 05 A UCH}D
AD 159 B = 48 bei -Ugy =05V, -lg= 5A |[Ugpy = 4V
Germaonium-pnp-Transistor Uy =035V bei -U(!E =05V, “lg=05A bei Upg =1 Vv
als Schalter in Blitzlichtgerdten UE;:L —045Y  bei Ugp =05V, ~lg= SA [Ugpy = 2_05 : |
Germanium pnp transistor —f!, = 8 kHz bsf -UCE = &6V, =lg=05A :liJI"BU : Ta p
for electronic flush lamps ~logp = 08 mA bei -Upp = 40V PU o
> tot
Z | Grade « Outlines § bei 1., = 45°C
E t] = 90 °C
8 * Nicht fir Neusntwicklung .

t



= Type : Kenndalen Grenzdaten
= Typical charocteristics Maximum ratings
=
> i
= AD ]60 B = 155 bei *UCE =05V, -lC =05A -UCBU = 40V
i ; ] ) B = 105 bel Unpp =05V, -lp= §A Uppy = 40V
a GEI"ITIUHIUI‘I'I-.pnp-:l'rQ‘nMSfDF_ B = 45 bel "UL‘IF =05V, =lp=10A bei UHI:‘ = v
= | als Schalter in Blitzlichigeraten Upp =035V bei-Upp=05V, -l =05A |-Uepg = ;Y
(s = =Hls = = et ()5
Germanium pnp transistor lj;l”h. == 3:::: ::} ._:j("}‘ g,g : :(: ]3: :JEHG . :g I
for electroni / OE =S de T ) 2
ectronic flush lamps _;H = B kHz bel _UCE = 4V, ‘|l._ =0,5A PI-IL = 9W
Grabe - Outlines 31 Hlegy = VoA beii=bigg= 40V, Upp =21V bei 1,50 = 45°C
'j = 90 °C
AR
Ky
]
AD 161 B = B80..320 bei Upp = 1V, I =500 mA Ugpnp = 32V
Germanium-npn-Leistungs- U“E j I]H: r\.;v be UCE =10 V' IU = 10 mA UUI—:(] = Yy
transistor fir NF-Endstufen, RE =} bei Ugp= 1V, Ig= 2A Epg = WOV
mit AD 162 ols Komplementar- | lopn S $0pA beilpg=20V oM = 3A
parchen lieferbar lepn = 500 pA  beiUnp =32V bt = 4W
Germanium npn power tran- ] = 35kHz beilpp = 2V, lg=103A bei lease — 60 °C
sistor for AF power stoges. 1 = 90 °C
Together with the AD 142, the 3
transistor is ovailable in
complemeniary pairs £
Grabia - Cutlines 4
‘8

AD 162 et et R
- . ~Wym = leimy BeiSUap=ilL, Tig= SO A PVORY T
Germonium-pnp-Leistungs- Ugp S 11V bei-Ugz= 1V, dg= 2A |-Ugpo = 10OV
'rnljmsi:'?or for Nf‘-Enr_fsr-..-len._ “lggh = 40wA  bei Vg =20V e P
mit AD !6.1 ols Komplementar: _INBl‘) < 200 pA  bei-Uop =32V ~ts = 1A
parchen lieferbar i = 15kHz bei-Ugp= 2V, -lg=03A | P, = §W
Germanium pnp pawer fran- beitiaen = ‘3'0:(:
sistor for AF powar stages, ' = 90°C

Together with the AD 141, the
transistor is available in

complemsantary pairs \)
: a
L ]

Grofe « Outlines 4

B = 130 bei ~Unp= &V, -lp= 50mA |-Urnn =25V
AD 164 B = 18§ bei -UE{;= b ¢ -1S=500 mA -U:}E{, = 20V
Garmanium-pnp-Laistungs- Upp = 180 mV' bei U= 6V, o= 10mA | -Uppg = 10V
transistor fur Komplementar- Ugp = 40 mV  bei '_ULL. =1V, _|l: = 500 mA | =l = A
MNF-Endstufen mit Ausgangs- f ~ N kHz bei Ugp= 2V. _'l':;= SBan F’m‘; =
Leistungen bis 6 W (kann mit topn S 20 wA bei _Ul;B = 4N bel tous = 45°C
dem AD 165 als Komplementar- _l(.'I:fJ < 200 pA bei -Ulf_l.: =95V f L e

Parchen gelisien werden)

Germanium pnp powar
transistor for compleémentary
AF-power stages up o &'W
|complementary pairs with

E
AD 165 con be delivered) <r'>
8

Graba - Outlines 4

18 ¥3013787vH




Tyve Kenndaten Grenzdaten
<} Typlcal characteristics Maximum ratings
=
Z| AD 165 8 =180 bei = SOmA | Upgg =25V
£ i i B = 185 bei y=50mA | Upgpg =2V
= | Germanium-npn:Leisiungs- Upg = 170 mV  bei = 10mA | Uggp =10V
| transistor {mit AE-) 164 als Ui{l:l = 400 mV bel = 500 mA |0‘“ = DA
K.omptemanfur-Farmen 'ﬂ = 90.kHz bsi = I0mA FL:;t. —53W
lieferbar} lepo = 15 wA  bei bel toian = 45 o
Germanium npn power et
transistor [complementary
pairs with AD 164 con be
delivered)
Grdle - Outlines 4
AD 169 B 8 bei Upg= 6V, -lo= S0mA
: ‘ B 78 bel =Ugp= 1V, ~l;=500mA
Germanium-pnp-Transistor Upp = 20mV bel -Ug= 6V, '1t:= 50 mA
fior Endstufen mittlerer Leistung 'UhI: — 410mYV  bei "U(J‘L; = 1V, -l =500 mA
lals Parchen lisferbar] Iﬂ S 11 kHz bei _U(_-‘.E= v, _|t__"= 10 mA
Germanium pnp tronsistor “lepo S 30wA bei -Ugy =45V
for medium power stages
|matched pairs can be
delivered|
Grabe + Qutlines 4
e —
HF-Transistoren - RF fransistors
i | Kenndaten Grenzdaten
ype Typical characteristics Maxjimum ratings
B = 50 bei -UCE =12V, —|C=] mA "UCBO = 25V
AF 10_6 fp = 220 MHzbei -Ugp =12V, ~lg=1mA Uggg = 1BV
Germanium-pnp-Mesa- fpgx = 12 GHz bei Ugp =12V, ~lg=1mA -Uggog = 03V
Transistor for Vor-, Misch- | ¢ = 55dB bei -Ugp =12V, =lc=1mA, =200 MHz | Ig = 10 mA
und Oszillatorstufen Py~ Ciye =6Ps bei ~Uop =12V, ~lg=1mA, f=100MHz | Py £0 mW
bis zu 260 MHz “lepp = 05 uA bei -Ugp =12V bei ty,, =45 °C
1 = 90°C
Germanium pnp mesa Y-Parametar 2
transistor for pre-stages; | posisschaltung, -Ugg = 12V, =lg = 1'mA, f =200 MHz
mixer and oscillator up to
260 Mc/s Relyp) = 31 mS C  =-04pF Re lyg) =015 mS
~ : Cin =-35pF |yl = T mS it = 1,5 pF
Grobe - Outlines 7 | Re lygp) ca. omS g = 115 ©
- [
}
=
;
7
Ja
2




T | Kenndaten Grenzdaten
(%4 ¥pe Typical characteristics [ Moximum ratings
g 1nj |
= AF109R | B = 50 bei -Upp =12V, -lg=15mA Yogg = 20V
E 2 B = 55 bei 'UGE -~ 6 V, 'lc = 2mA _UC-EO = 15V
T | Germanivm-pnp-HF-Mesa- | =025 pF bei Upp=12V, -lg= 1 mA, f=450kHz|-Uppn = 03V
& | Transistor tor regeibare Vi, =165dB bei Upa=12V, -lc=2mA, f=7200 MHz, | -1, = 10 mA
= bi MH nh cc + IQ ’ G
Vorstufen bis 240 MHz Reg =1k, By, =920 9 Plot = &0 mW
Gl i P e F < 48dB  bei -Upg=12V, -lo=2mA, f=200 Mz, bei t:l.m_h o -{S:C
transistor for cantrolled bpE =1, R =0 'i = %
inplstanes up (o S0 Kk AV, = 36dB bei -Upg=12V, -lg=2mA...9 mA,
e i
f=200 MHz, Rpg =1 k2
Graba + Outlines 7 V-Parameter
Basisschaltung, =200 MHz, 'UCE =12V, —IC= 1,5 mA
Be [‘,"I']IT = 2B mS Re {th] =—0,06 mS Re f‘;"n}l =-2 m3
Imly;yl = -4 mS  Imlyy) ==0,16mS Imiyq) = 30 mS
Relygy) =007 mS  Imiyy,) = 1.9mS
|
——
| |
B = 80 biai -UUI‘; =.8¥, 1r,: =2 mA _UCIIO
AF 121 fp = 270 MHz bei Ugg =10V, Iy =3 mA ~Ucgr
Germonium-pnp-Transistor “Cpa =045 pF bei ~Upp =10V, Ig=1mA, [ =450 kHz =loy
for HF- und ZF-Verstarker | f = 45 dB : Prot
Germanium pnp transisior Vl"' = ARl l
' (=l e == i =Uap = 100V I3
for RF and |F amplifier Cho L2, bt Agp !
4. 1 Y-Farametar
Dabe: i Outlings > Emitterschaltung, = 107 MHz, Uap = 5V, I = 2mA
Rely;) =13 mS |yl = 4uS |yl =70 ':‘5
I lyga) = 3.0 m5 P = -50° L ==139
Re{y“ul = 13 puS ||"|1i‘n"0l.,l = 170 pS
Basisschaltung, f= 100 MHz, ~Ucp= 5V, Ig=2mA
Refyyy) = 2 mS  |yg| =804 lyp| = 34mS
Imiyg) = ZmS  wy, == ° Gy = 110°
Redy, ) =250 pS Imlygp) = - 1 mS
s
=
@
=
2
=
8




Type Kenndaten | Grenzdaten
® Typical characteristics | Maximum ratings
-
2| AF134 B =110  bei-Ugg=6V, -lg=1mA -u -
= CE C CEO
E fp = 85 MHzbei -Upg=6V, -lg=1mA Yegr =
= | Germanium-pnp-Drift- b Cheg = 25Ps bei -Ugp =6V, ~lg=1mA, [ =230 MHz bei Ryp = 30 ke
2 | Transister fir UK\W- "'CBD = 25 pA bei -U -'B-ﬁ'ul’ 'UERO =07V

Vorstufen =
Y-Parameter tg:;i t e
. . amhb
Germanivm pnp drift Bosisschaltung, f = 100 MHz, “Upp =6V, =1 mA ts = 759
transistor for RF stagss !
up to 100 Mc/s Re ly;) =31,2 mS Cqp = 045pF Rely,y,) =285 n5
~ Cnl = =3 pF lvml = 22mS cﬂb = 2B pF
Grofe - Outlines 8 Re (y,] = =50 uS oy, = 83°
AF ]35 i} = 100 bei _ULI" =5Y, -Ir =1 mA -UCBO =
fp = 50 MHz bei -U Usgr =
Germanium-pnp-Drift- iy Choo = 25 ps bej U bei R =30 ka
Transistor for “lepa = 3 wA bei -Upp =6V “Upp =07V
UKW-Mischstufen ' = Y
Y-Parameter tfg'ai " = 450°C
Germanium pnp drift Baosisschaltung, = 100 MHz, _UCH =&V, “p=1mA 1. .1n1=h
transistor for mixer stages 3
up to 100 Mels Re lyjy,) =333 mS Crh = 0.5 pF Reiynh! =033 mS
) i = 4pF vyl = 2AmS G, =28pF
Groba « Outlines 8 Rely ) = 50 uS o = 80°
r
J e ————— e P —
AF 136 i} = &0 bei -Upp =6V, =lg=1mA Yoo =
) ! fp = 40 MHz bei “Ugg =26V, -lg=1mA Uggr =
Germanium-pnp-Drift- b " Chre = 25ps bel -Ugp =6V, <Ig=1mA, {=30MHz bei Rpp =
Transistor fir Vor-und i_ICBO = 3pA bei -UL‘IB =8V Uy, ==
Mischstufen in Kurzivellen- % PBBO W
Gerafen Y-Parameter ‘{,‘L; o
Germonion sns bl Emitterschaltung, | = 25 MHz, Vg =6V. -lg=1mA f g
*rcgsianr *Dfr Inn:t-swgﬂs Relyj) = 10 mS o = 16pF Re (y,.) =62,5 1S
and mixers for short wave | o =10pF [yl = 36mS Cos = 3,5 pF
Grafie - Outlines 8 | Relypgl =667 uS gy =40 °©
AF 137 i} = &0 bel 'U CE™= 6.V, -E(v =1 mA _UCHD =5
fT = 35 MHz bej _UGL'—év ‘i =1 mA -UGER 1
Germanium-pnp-Drift- b * Cpyee = 25.ps bei U =6V, _IL =1 mA, =30 MHz bei Ry =
Transistor fir ZF-Verstarker ~lgpg = 8 pA bei -Uep =46V Ugpe =
in FM/AM-Empfangern AV PTE.L , ~3
Ciranics ohpai Emitterschaltung, = 107 MHz, U = 6V, <1g =1 mA . ®1 Tamb
fransistor for IFamplifiers | payy. ) =333 ms c = 18 pf Rely,.) =12,5 uS !
: ; ie ; e : o8 i
in FMIAM receivers Rcio :1;5 oF |yl = 36 :15 Lo = 34 pF
Z | Grae - Outiines 8 elyrel =14305  qfy =-18
5 Y-Parameter
‘é Emitterschaltung, f = 470 kHz, "UCE =6V, -IC =1 mA
m Re ¥ial = 825 S Cm =185 pF Ee“"ne] = 0,5uS
i Cia =185pF |y | = 3B mS G = 34pF
™ Relya) = 1ps
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- Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
AF 138 B = 100> 60 bei=Ugp =6V, -I(. =1mA -Uopp = BV
e o3t Bl e = 40 F\:‘-Hz bei ~Upp =6V, -lpx=1mA Uppp = 18V
i ‘_p P / T Cpyog = 25 ps bei =Upp =6V, == 1mA, f=30 MHz bel Ryp =30 kQ
ransistor fir geregelie I i Y 2 - = st
Stufen in ZF,Vgrs!&?kur: i HaofT 1A < pAbel, Lo T S0 = Ué; ::W
X tot
Germaoniuvm pop drift ; Pr:,mrtnde;’e[r ; bei fymp, = 45 °C
anstar for XGC mitterschaltung, I =107 MHz, “Upp =6V, —lp=1mA 4 = 75<C
T;"“'"':id sfoges in Rely;] =25m5 €, = 18pF Re Iy o) =125 1iS
amplifiers Cio = 150pF [ype] = 3mS Cp =33pF PN
Grofe « Outlines 8 Relyp,l =153 pd e =180 )
f ol
AF 139 | B - D beope 1§$ Ao =lsmA ‘ Yoo 2V
= ei v = 2mA | =Ue = 15V
- | '« CED
Garmlﬂr‘.mm‘-pnp.Me;r_‘\- 8 =5 bei = éV.=lo= 5mA i Ul*l!tl — 03V
Tfﬂ:‘*'-‘"f{f forVor-/Misch- | f., =200 MMz bel =12V, —1g =15 mA = 10/mA
!.al_'tc.kOsz:lIulorsTuien | gy, = 26 Ghiz bei =12V, _1(" =1.5mA = &0 mwW
bis 860 MHz F —75dB bel 12V, =l ;= 1,5mA, | =800MHz b fairty = 45, ¥C
Sarii | oy’ - Gy = 3 ps e 12V, ~lg=15mA, f=25MHz 1 = %0 °C
FEMMONIUM pnp mesa |‘ i) ~ 05 uA bol - =20V

fransistor for pre-stages
mixer and oscillator

up 10 840 Micfs

Outlines 7

Grale -

Y-Parameter

Bosisschaltung, f = BOD MMz, -UI-Ii =12V, —lC = 1.5 mA

Rely;) = =Tm3 |vy,l = 04AmS |yl = 1A'ms
lmf\"1|l| = =1fmS Ky =-120° Try = 35 3
Ralyyl = 08m&  Inlyyl= 75m8

AF 178"

Garmonium-pnp-diffusions-
legierfer-VHF-Tronsistor
far Vor-, Misch- und
Qszillatorstufen bis

220 MHz

Germanium pnp alloy-
diffused VHF transistor

for input-stoges, mixer ond
oscillator up fo 220 Mc/s

Grébe « Quilines 28

B = 20 bei-Upg=12V, -lg=1mA

lcgo S S0pA bei-Ugg =25V

fp = 180 MHz bei -Upp =12V, I =1mA

F = 6dB bei-Ugp=12V, -lo=1mA, =200 MHz
Cre = 0BpF bei-Ugp =12V, <la=1mA, =450 kHz
Vo = 13d8  bei-Ugg =12V, -lg=1mA, f=200 MHz

Y-Parameter
Basisschaltung, = 200 MHz, 'UCH =12V, Ig=1mA

RelYjyl=30mS @ =-%0° Im Y gpl= 2.3 mS
Imlyjp)=-15mS  yp| = 25mS  Cgpy =18pF
Gy =-12pF Wy o= 99
[viyl =04mS—  Rely;)=03ms

* Nicht for Neuventwicklung

Yoo = BV
Uggo =05V
-Ig = 10 mA
Pt = 75 mW
bei typy, = 45°C
4 = 75°C
s = E
0 o
0o o
3 E
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Tope | ~Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
AF181* : = 42 bei ~Upp = 6V, —l =10 mA Uogn = A0V
= & bei -Upp =10V, ~lp= v =
Germanivm-pnp-diffusions- ' TUCE c= 3mA :a{' s 13 m::;
legierter-HF-Transistor fir |Cry = 04 pF  bai -Ugp =10V, Ip= 1mA, f=4s0khz | “tot. = 70 T
ragelbore ZF-Verstarker in “lepg S 7 wA bei -Upg =10V : um=h 5 o
Fernseh-Empiangern YoParamater i
Germanium prp alloy- Emitterschaltung, f = 235 MHz, “Upp =10V, I =3 mA
diffused RF transistor for Ra - 23 . =
controiled |F-TV amplifier |:1i:_ }] - :g 2: Ifm] = ?i I‘:S Wl = _ﬁ :15
e el = Ty fmy
Re (y,,) =60 nS Im iy, q)= 660 uS 8 o E
Grabe « Qutlines 26 * Micht far Neuentwicklung ¢ g2 o %
B = 33 bei ~Upp=10V, ~ln=2mA
CE o = =
AF 239 B o= bei-Ugp= 5Vilg=5&mA Uogg = AV
Germanium-pnp-UHF- fp = 650 MHz be_i “Ugg =10V, ~lp=2mA, f=100 MHz | :BCEU f 01::;' X
Mesa-Transistor fir Vor-, | Ypn = 14 dB bei Upp =10V, -lg=2mA, =800 MHz, | B R 10 ¥
Misch- und Oszillotorstufen By, = 2kn Pl} - mA
bis 900 MHz Vo =125dB bei Upp =10V, ~lp=2mA, =900 MHz, | tot = @O mW
M bef 1., = 45°C
Ge i UHF ) = o 1. = o
Germanium prp UHF mesa ¢ =028 pF  bei “Ugg =10V, -Ig=2mA i Mee
ransistor for input-stages, E = 5dB bei -UCE =10V, ~l~=2mA, =800 MHz
mixers ond oscillators R(} =400 9 : '
up to 900 Mc/s F = 6dB bei Usp =10V, ~lp=2mA, f=2500MHz, § = F
Grabe - Outlines 7 Rg=¢a 8

AF 251 8 = 30 bai Upp =12V, =g =2mA “Uopy = 20V
) |—IR.B,] < 5pA bei-Upp=12V ~“Uek = 15V
Germanium-pnp-Planar || o < To A bei -Upy =15V ~Uggg = 03V
UHF-Transistor im Kunst- | (™" = 750 MHz bei ~Up = 12V, -1 =2mA -1 = 10 mA
stofigehause for regel- ~Cyn  =038pF bei-Upg=12V, _El:; =2mA Prat = 50 mW
bare Vorstufen bis Viy = 15dB ‘bei-Ug ,<lp=2mA, f=0800 MHz, | beityy;, = 45°C
900 Mz ! R =609, R = 1.4k 1 = g0°C
Germanium pnp planar F = 48dB  bei Upp =12V, ~lg =2mA, {=800 MHz,
UHF transistor in epoxy Rg =602
cose for AGC input-stages
up to 900 Mc/s
Grofie « Qutlines &7 [DEE
s
Hepog £ SBA bei Upp =12V Ugpg = 20V
AF 252 BO0 > 10 bei —u,_'E =12V, ~la=2mA Uggo = 15V
Germanium-pnp-Planar bp = 650 MHz bei -Upp =12V, =l =2mA, i=100MHz |-Upgq = 03V
UHE-Transistor im Kunst- _'Crs' =038 pF b ‘Ul‘-'-l" =12V, -|l._ =2 mA _IC = 10 mA
stoffgehause fir selbst- Vi, = 15dB bel-Uyp =12V, -lq=2mA, f=B00MHz, | Py = 90 mW
schwingende Mischstufen 3 ﬁ{: =80, ﬂll —14ka bei gy, = 45°C
bis 200 MHz F = 52dB bei-Upp=12V, *lé =2 mA, =800 MHz, t = % °C
Germanivm pnp planar Ry=d0a
LUHF transistor in epoxy
case for oscillating mixer
stages up to P00 Mc/s
E
GrafBe - Outlines 27 ng




Fops Kenndaten Grenzdaten

S Typical characteristics Maximum ratings

po

,2 AF 253 _lll'ﬂl.'l = SpA bei -U”B =12V -UCBG = 2V

E ; B = 10 bei-Upp =12V, =lp=2mA “Ugpg = 1BV

2 | Germanium-pnp-Planar fp = 580 MHz bei -Upp =12V, =l =2mA, F=100MHz |-Uppy = 03V

3 \-IHF-Tmr-ssm‘.af‘lm Kunst- ~C,, =033pF bei-Ugs =12V, -lo=2mA "l::’ = 10'mA
stoffgehduse fur regel- Vob = 17dB bel-Ugp =12V, -l =25mA, Pigt = SO mW
bare Vorstufen f=200MHz, Ry =1ka bei t, 1, = 45 °C
Germanium pnp planocr F = 4dB bei-Ugp=12V, “lg=25mA, 'y = NTC
VHF transistor in epoxy f =200 MHz

cose for AGC input-stoges

Grobe -~ Qutlines 27

AF 256 ~lego = 05uA bei-Upg =12V Uggg = 1B/

B = 28 bai Upp =12V, dp=1mA Uepo = 25\t
Spamanism.pnp:ianar fp = 170 MHz el Uy = 12V, ~1o =1 mA “Ugpy = 03V
VHF-Transistor im Kunst- C,, =058pF bei-Upp=12V,-lo=1mA, F=480kHz |-l Y
31ofigehQuss firVor:, T *Clye < 12Ps bei =100 MHz Prog = 90 mW
Misch-und Oszillator- | = 55dB  bel-Upg =12V, ~lg=1mA, {=200 MHz, | bei tygy, = 45 °C
stufen bis 260 MHz > 'ér; i) . b
Germanium pnp planar Vop = 14dB bei-Ugp =12V, -lg=3mA, f=200 MHz

VHF transistor in epoxy
case for input-stogss,
mixer-and oscillator-
stages up to 260 Mc/fs

GribBe « Outlines 77
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by Tipe Kenndaoten Grenzdaten
3 Typical characteristics Maximum ratings
g BC 107 " Bi;ﬂ? 8:8103 BC 109 BC 107 BC108 BC 109
= -Gruppen e BC (4 = 50 30 Y
2 BC108 B-Gruppe bei Upg =5V, Ig=2mA - Uf’?o =45 21 WV
Z|BC109 Gruppe A = 125...260 | Uggo = 6 5§ 5V
b, Gruppe B = 240._500 ' g O 0 10 100 mA

Silizium-npn-Epitaxial- Gruppe C = 450...900 B = 300 300 380 mW

Planar-Transistaren for hl;tsi t = 259C

NF-Vor- und Tretber- | YoRsat = HOmV bei lg =100mA, Ip= SmA | '2"11'?5 175 175 °C

stufen, sowie rausch- Uy =550.700mV bef Upp = &V, lp= 2mA ]

diive Endtndadiatan, | % = G0MHzbei Ugp= 5V, lg=10mA |

Collector mit Gehause

e BC 107 BC 108 BC 109

F= 3 3

Silicon npn epltaxial bei U(.'E =5V, lC =02mA, f=1kHz, RG =2kQ,

planar transistors Tor Af =200 Hz

AF input stages, driver Fg 4

stages and low noise Bel Upp =35V, |‘: =02mA, f=230,.15000 Hz, Ei} =2k

input stages

Collector connacted !

to case l

Grobe - Outlines &

m

P,

{1
\s

P— e ———

lemp = 100 1A bei Upp =80V Uppg = 80V
RCT10 Uppoat< 06V bei B ¥ 10, 15 = S0 mA Uopg = 8V
Silizium=npn-Epitexial- | Uppy = a0y bei Ugpo = gV
Planar-Transistor Ugpo > 8V bei e = 50 mA
far universelle B = 70 bei Prop = 300 mW
Anwendungen Upp = 08V bei bel tymn = 5oC
i'l" = 100 MHz bei Tj =

Silicon npn epitaxial Cog < 5pF bei Ul.'_l'ﬂ =10V
planar transistor for
general purpose

Grobe - Qutlines

S ¥ILITTETVH




Ty Kenndaten Grenzdaten
& Typical characteristics Maximum ratings
=4
E BC129 BC129 BC130 BCIN BC 129 BC.130 BC131
e BC 130 B-Gruppen AB ABC BC UCB = 5 30 30V
= p-Gruppe bei Ugp =38V, lg=2mA Uggo = 4 20 20V
%| BC131 Gruppe A = 125..240 Ugpn = 6 5 5V
Gruppe B = 240...500 Ig =100 100 100 mA
Sillzium-npn-Epitaxial- Gruppe C = 450...500 Prog =135 135 135 mW
Planar-Transistoran fir be[ tamp = 45°C
NF-Vor- und Treiber- | Ugpsag =  200mV bei lg =100mA, Iy = SmA | 4 Zi75 175 175°C
stufen, sowie rausch- | Ugg = 550.700mV bei Ugp = SV, lg= 2mA | *
arme Eingangsstufen fp — 300 MHz bei UCE = &Y, |c =10 mA
Silicon npn epitaxial BC129 BC130 BC13
planar transistors for i 3 3
AF input stages, driver beiUpp =5V, lg=02mA, f=1kHz, Rz =2ka,
stoges and low noise f =200 Hz
input stages F< 4
bei Unp =5V, 1o =02mA, f=30..15000 Hz, Rp.=2 k@
Grobe - Qutlines é 2= 8 &
£
o
=2 -}
g &
S ————
BC 140 lopn < 100nA  bei Ugg =60V Uppp = 80V
U( ]41Ill|{ 07V bei |‘: = 1A, |3 = 100 mA UUED = 4OV
Silizium-npn-Epitaxial- | Upp 13V beilUgg= 1V.lg= TA Ugpo = 7V
Plonar-Transistor far y g = 1A
NF-Verstarker und Uggp > 40V beilg =30mA Piot 37 W
Schaltonwendungen B = 40...300 bei UCE = 1V, IC 150 mA hai 16&3& =256
fp > 0MHz bei Upp =10V, Ig= S0 mA ts = 175 °C
Silicon npn epifoxial | Cop < 25pF  bei Ugp =10V, f = 1MHz J
plonor transistor for ~
AF amplifiers and Scholtzeiten « Switching times
switching applicotions | g =180 mA, Ip;=-lp, =7.5mA
ton <250 ns, topp < 850 ns
Gribe « Outlines ¢
T
2
=2
a =
o o, £
.
{4 8
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Type Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings

BC ]47 BC 147 BC 148 BC149 BC 147 BC 148 BC 149
f-Gruppen AB ABC BC Ui.‘B = 5 3 3V

BC 148 B-Gruppe bei Upp =5V, 1= 2 mA Ugo = 45 20 20V

BC 149 Gruppe A = 125..260 Uppgg = 6 5§ &V

Gruppe B = 240...500 o = 100 100 100 mA

Silizium-npn-Epitoxial- Gruppe C = 450...900 Piog = 220 220 220 mW

Plapar-Transister im bej typn = 25°C

Kunststofigehduse fir | Ueksae = 200wV bei lg =100mA, Ip= SmA | . —125 125 125 °C

NE-Vor- ind Treiber- pE = 550.700mV beiUpp= 5V. 1p= 2mA | !

stufen sowie reusae fp = 300 MHz bei Upyp = 5V, lg=10mA

arme cingangssioian BC 147 BC 148 BC 149

Silicon npn epitaxial E= 3 3

plenar transistor in bei Ui_‘F. =35V, |(_-_ =02 mA, f=1kHz, RG =20,

epoxy case for AF Af =200 Hz

input-stages, driver F< 4

stoges and low
noise input-stoges

Grofie - Qutlines 28

bei U =5V, | =02mA; f=30...15000 Hz, R =2 ka

BC155
BC 156

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-Subminiatur-
Transistoren for
Kleinstgerate

Silicon npn epitaxial
planar transistors for
vary small sets

Grafie - Outlines
BC155 BC156
14 15

f 85  bei Upp=
Ut 300 mV  bei 1
i

(1%

1V, lg=05mA
10 mA, IB =0,3 mA

T > 50 MHz bei UGI‘T= 5V, lg= 2mA
lepo = 100nA bei Upg= 5V
fi-Gruppen bei Uyp =1V, g = 0,5 mA

A B5. 20

B 200...500

C 470..500 ~

= 5V

= 5V
= 5§V
= 50 mW
amp = 45°C
=125 oC
= 105 mW
= 45°C




T Kenndaten Grenzdaten
s en Typical characteristics Mastimum ratings
o
Z | BC 157 BC157  BC158  BC159 BC 157 BC158 BC 159
= B-Gruppen VI A V1 AB AB -Uepp = 50 30 25
= BC158 B-Gruppe bei -Upp =5V, ~lg =2 mA Upgg = % 25 2V
= BC ]59 Gruppa VI = 75..150 Uppp = 5 5 s5v
Gruppe A = 125...260 -lg = 100 100 100 mA
Silizium-pnp-Epitaxial- Gruppe B = 240...500 Piogp =220 220 220 mW
Plonar-Transistoren im : bei t,mn, =45°C
Kunststofigehduse fir  |"YOEsat = 300 mV bei -1g =100 mA, ~-lp = SmA T =125 125 125°C

NF-Vor- und Treiber- [Upg = 800..750mV bei U = 8V, -lg= 2mA | *
stufen sowie rausch- fp 130 MHz bei -Ugg = $§V, -lg=10mA
arme Eingangsstufen

BC157 BC158 BC159

Silicon pnp epitoxial . = . 3 3

planar fransistors bei Ugp =5V, 1g=02mA, =1 kHz, Rg =2k,
in epoxy case for AF Af =200 Hz

input-stagss, driver F< 4

stages and low noise bei Ugp=35V. 1 =02 mA, f=230..15000 Hz, Rz =2 k0
input-stages

Grofbe - Outlines 28

u <14V beil = 1A, Ig=100mA, u = 40V
BC 160 CEsat e - Lm0
Silizium-pnp-Epitaxial- | Ugy & 2V bei J‘CE = 1% o= TA Ugpg = S5V
Transistor fir univer- s =0,5 ms, VT= 0,0 IO = 1A
salle Anwendungen, Usga = 49V bei lg = 50mA, Piot =32 W
besonders for th =0,5ms, \"'T= 0,0 bal t, .s&0 oc
MNF-Verstdrker und ts = 175 °C

BbeilUop =1V, Ig = 100mA i
Gruppe 6 40..100
Gruppe 10 63...160
Gruppe 16 100...250

Silicon.pnp epitaxial | 2 SMHzbel Upyg =10V, I = 50 mA,
Y F T OB L8]

transistor designed for f =20 MHz

yse in »:\F rlamplil'ners Cop S 30pF bei Uppg = W0V, i = 1MHz

and switching Cpp =180pF bel Uppy =05V, f = 1MHz

opplications

Collector connected

to cose

Schaltanwendungen
Collector mit Gehause
varbunden

Grabe + Outlines 9
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Kenndaten

Grenzdaten

Type Typical characteristics Maximum rotings

BC 167 BC 167 BC 168 BC 169 BC 167 BC 168 BC 169

BC 168 f-Gruppen AB ABC BC Usg = 50 30 30V
B-Gruppe baj Upp =458V, lg=2mA Uppo = 4 20 20V

BC 169 Gruppe A = 125...240 Uppp = 6 5 5V

Gruppe B = 240...500 I =100 100 100 mA

Silizium-npn-Epitaxial- Gruppe € = 450...900 Piot =220 220 220 mW

Planar-Transistoren im bel t, 1, = 25°C

Kunsistoffigehduss fir | YeEeat = 200mV  bei Iy =100mA, Iy = 5mA i agn‘ 125 125 °C

NF-Ver- und Treiber- B = 550..700 mV bei UUE = 5§V, I” = 2mA

stufen sowio rausch- i\ — 300 MHz bei UCE — 5 \‘r, IC = 10 mA

arme Eingongsstulen BC 147 BC168 BC 169

Silicon npn epitaxial = 3 3

plancr transistors-in bei Upp =35V, e =02mA, f=1kHz, Rg =2k,

epoxy case for AF Af =200 Hz

input-stages, driver F< 4

stoges and |ow
noise input-stages

Grofie - Outlines 41

bel Usp =5V, 1g=0.2mA, f=230...15000 Hz, R; =2 k2

BC177
BC 178
BC 179

Silizium-pnp-Epitaxial-
Planar-Transistoren fir
MNF-Vor- und Treiber-
stufen sowie rouscharme
Eingangsstufen.
Collector mit Gehause
verbunden,

Silicon pnp epitaxial
planar tronsistor for
AF input-stages, driver
stages and low noise
input-stoges. Collector
connected to case.

Grofe - Outlines 6

BC177 BC 178 BC179
[-Groppen VI A VI AB AB
p-Gruppe bei -Upp =5V, -lo=2mA

Gruppe VI = 75...150
Gruppe A = 125...260
Gruppe B = 240...500

‘U(_‘_I‘:&“: 300111\" bei 35{: = 100 mA, '!B = § mA
Uy =600.750mV bei U= S8V, =lo= 2mA
fp =  180MHzbel U= 5V, -lg=10mA
BC177 BC 178 BC179
F= 3 3
bei U =5 Vi 1o =02 mA, =1 kHz. Rg =2k,
Af =200 Hz ;
F< 4

bei Upp =5V, | =02 mA, f=230...15000 Hz, R =2 k2

BC 177 BC178 BC179
50 30 25V

s 45 5 2V

=. 5 5 5V
= 100 100 100 mA
= 300 300 300 mW

amh — 25 °C

= 175 W75 175°C
£

g

L)
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Type

Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdaten
Maximum rotings

BC 194

Silizium-npn-Epitoxisl-
Planar-Transistor im
Kunststofgehause fir
Meodule, sehr schnella
Schalter und HF-Ver-
starker-Anwendungen

Silicon npn epitaxial
planar transistor in
epoxy case for moduls,
high speed switches
and for RF-applications

Crobe - Outlines 14

lopo < 100nA bef Ugp= 30V
Uppuy< 30 mV bei Iy =150 mA, Ip= 15mA
BT = 40..250 bei Ugg= 10V, lg=150mA
Uspp > 40V beilg = 104A
Ugpo > 5V beily = 10pA
fp  >250MHzbei Ugy= 10V, Ilg= 20mA

Schaltzeiten - Switching times
lg = 150 mA, lpy=-lg, = 15mA
ton = 25ns, tyg =150ns

40 v
25V
sY

u =
‘CBO
Ugko
Uggo i
!0 0,8 A
Piot ! 100 mW
bei t .1, =45°C

ij = 125 °C

BC 196

Silizium-pnp-Epitaxial-
Planar-Transistor for
MNF-Vor- und Treiber-
stufen, speziall ge-
signet for Module

Silican pnp epitaxial
planar transistor for
AF input stoges and
driver stages, partl-
cularly suitoble for
modules

Gribe - Outlines 33

!U“c. < S0nA bel U{'_-u = 0¥

|C-n0 < 10nA bsi UL‘“ = 20V, Tj = 100°C
U(.‘-E:m'l <018V bei t(' = 10 mA, lg= 0.5 mA
Uppeats 02V bei | =100mA, Iy = 0.5mA,

t, = 0,5ms, Vy= 001

BhelUgp =5V, lg=2mA =
Gruppe VI 140

Gruppe A 180
Gruppe 8 290
Uepo = PV beily = 10 pA
fp = 130 MHzbei Uppe = 5V, 1p = 10mA,
f = 100 MHz
F < 10dB bel Ugg = 5V, Ix=02mA,
f=1kHz, Af =200 Hz,
Rg = 2kQ

Cog = 4pF

bei Ucn-_'sv, IG-——OmA,{=IMHz

Upgg = 0V
Uogg = 25V
Ugpp = SV
l(“.\i - 200 mA
Lot = 0 m'f'_'v
bei 1,4, = 45 °C
ts = 125 =C

Im vergossenen Modul

mufy

die Verlustleistung von Fall zu

Fall bestimmt werden.

In sealed modul the power
dissipotion must be checked,
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Tybs Kenndaten Grenzdaten
Typical charactetistics Maximum raotings
BC 197 BC197 BC198 BC199 BC197 BC198 BC19%
B-Gruppen AB ABC BC U = 5 30 30V
CB

BC198 B-Gruppe bei Ugp =5V, Ig =2mA Usgo = 45 20 20V

BC 199 Gruppe A = 125..240 Uppgo = 6 5 5
Gruppe B = 240...500 G =100 100 100 mA

Silizium-npn-Epitaxial- Gruppe C = 450...900 Pigp = S0 50 50 mW

Planor-Tronsistoren im bei t .1, = 45°C

Kunststofigehduse fir | UgEsat =  200mV bei lg =100mA, Iy = 5mA ;=125 125 125°C

MNF-Vor- und Treiber- UBE = 550...700 mV bei UCE = §V, lg= 2mA

shilen sowie rogsdie frp = 300 MHz bei Upp = 8V, lg=10mA

arme Eingangsstufen.

Geeignet fir Module F e BC ;” SC;W BC-192

Silicon npn epitaxial belUpp =5V, Io=02mA, f=1kHz, Ry =2k,

planar transistors in Af =200 Hz

epoxy case for AF F< 4

input-stagas, driver
stages and low noise
inpui-siages. Svitable
for moduls

Gréfe « Qutlines 33

bei Ugp =5V, Ig=02mA, f=230..15000 Hz, Rz =2 ke

BC 237
BC 238
BC 239

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-Transistoren im
Kunststoffgehause fir
MNF-Vor- und Treiber-
stufen sowie rausch-
crme Eingangsstuien

Silicon npn epitaxial
planar transistors in
epoxy case for
input-stages, driver
stoges and low noise
input-stages

Grobe - Qutlines 39

BC 237
f-Gruppen AB

BC 238
ABC

BC 239
BC

f-Gruppe bei Upp =58V, Ig =2mA
Gruppe A = 125..240
Gruppe B = 240...500
Gruppe C = 430...900
UoRsat = 200 mY bel lg =10mA, Ip= 5mA

lp= 2mA

BE = 550...700 H‘IV bei UCF = _ﬁ\,r'

fp = 30MHzbei Ugp= 5V, Ig=10mA
BC237 BC238 BC239
F= 3 3
bei Usp =5V, 1g=02mA, f=1KkHz, Rg =2k,
Af =200 Hz
F< 4

beiUgp==5V, lg=02mA, f=30...15000 Hz, Rg =2 ke

BC 237 BC238 BC 239

Usp = 5 30 30V
lg =100 100 100 mA
Poot =220 220 220 mW
bel t;;y = 25°C
4 =1 125 125 °C
t E
-]
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Type ) Kenndaten Grenzdaten
Typical dhoracteristics Maoximum ratings
BC 307 lopo = 100nA bei Upy = 20V BC307 BC308 BC 309
BC 308 H,-E ,'—_D{.]l!;: :Ei I 10mA, 1p = 0.5mA Uepg = 80 30 25V
CEiat™ 0 i ly = 100mA, I = 5mA, CRO = 45 25 20V
BC 309 1, = 0,5 ms, Vo = 0,01 Ugpo= 5 5§ &V
T
Sillzium-pnp-Epitaxial- yEes B:c‘ém' BCQ:UE BE§WV P::: = ;g g % 2:\'\"
FJGnur—Trg.nsisforen far fbllr;ti? NS * bei t,,1, =25 °C
NF-Varstuien, Treiber- C t = 150 150 150 °C
stufen-und rauscharme | B bei Upgp =35V, Ip=2mA
Varstufen Gruppe VI 140
i3 Gruppe A 160
Silicon pnp epitaxial Gruppe B 290
plonar transistors lor
AF input stages, driver fps = 130 MHz bei Ui"}t = 5V, lp=10mA,
stages and low naise f= 100 MHz
input stages Cop = 4pF beillgy =10V, o =10mA,
f=1MHz
Grébe - Outlines 39 BC 307 BC 308
F = IDdB  bei Ugp = 5V, Ip=10mA,
f=1kHz, Af =200 Hz
BC 309
f = 4dB bei Upy = 5V, In=10mA,

f=230Hz...15kHz

65 JILIF1ATVH

Type

Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdaten
Maoximum rotings

BD 127 lepg = 50nA  boi Uepy=150V

lepg = 100wA  bei Uy =150V, 1, ., =150 'C
Silizium-npn-Planar- Uppp = 300V bei Iy, = 1pA
Leistungstransistor fir Uppp = 250V bei Iy = 1 mA
universalle Anwendungen B = 30 bei Upp= 15% I =1mA

bei hohen Betriebs-
spannungen

Silicon npn planar powar

transistor for universal
applications at high
supply voltage

Grafe - Qutlines 32

Uggn =3V

Uggg =290V

Ugpp = 8V

Lo = 150 mA

4 = 150 °C

R = 6°CW
BCF
=




Type Kenndaten Grenzdaten

2 Typical characteristics Moximum ratings

x

= e = S0nA bei Upp=150V U =350V

E BD 128 Igﬁg = 100 pA bei Ugg =150V, ty . =150°C Ut-?g = 300 V

= | Silizium-npn-Plonar- Uppgp =200V bei lg = 1A Ugpp = 8V

2 | Leistungstransistor fiir Uggp = 250V bel lg = 1mA oM = 150 mA
universelle Anwendungen = 30 bei UCB = 15V, lU =1 mA : =150 °C
bei hohen Betriebs- ﬁ]LhG = 6°C/W

spannungen

Silicon npn planar power
transistor for universal
applications at high
supply voltage

Grobe - Outlines 32

I = 50nA bei Uppy =150V Ug =350V
CBO B CB
BD 129 lepg = 100 pA  bei Ugp =150V, t,p = 150°C Ugpp =30V
Silizium-npn-Plonar- Ugpp = 300V  beilg = 1TpA Ugpp = 8V
Leistungstransistor fir Uggpp = 250V bei lp = 1mA lew = 150 :v\
universelle Anwendungen B 30 bei Upp = 15V, Icﬂl mA 1 = 150 oC
bel hohen Betriebs- Rihe = §°C/W
spannungen
Silicon npn planor power —
transistor for universal
applications at high
supply voltage
Grobe - Outlines 32
i
>
=
@
-
1
=
=
BCE
€ =3
e
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Type - Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
BD 135 L,_-BU E ‘Ig:’A :e] Uppgp = 30V BD 135 BD 137 BD 139
EBO 2 of lg; = lwA Uopp = 45 & &0y
x L] ]
BD 137 UoksstS 05V beilg = O05A, Iy = 50mA Chu= 45 & Y
BD 139 "ty =0 me, Yy = 001 ERO
t, = 0,5ms, Vi = 0,01 Uppp= 5 5§ &5V
_— 1z = 15 15 15A
Silizium-npn-Epitaxial- 8D 135 BD 137 8D 1% PI e ; s
_ . & =6
Planar-Transistoren fir Ur.‘liﬂ bell lg=20mAY =45 = €0 = B0V T'IL:-Tei t i ﬁ:’ji -
vniverselle NF-Anwen- U(‘”F' bet | = JmA 45 260 =BV ts Lﬂﬂ?’.‘; 1";; 150 =C
dungen, komplemantar | B P8 Ve =2V, 1p =150 mAY) 40..250 40160 40,160 | i 9 T
o | Iy =250 MHzbei Uy =6V, I.=50 mA. § = 30 MHz
BD136 BD 138 BD 140 ZuI:s:ign?s Anzuqsdrehmomsnl My ;6 emfkp
Silicon npn epitaxiol [Befestigung mit M 3-Unterlagsscheibe)
planar transistars for Maoximum starting torque Md,-\ = 6 emfkp
universel AF applica- [Mounted with washar M 3)
tions, complementary to [———
BD 136 BD138 BDjap | ' tp =08 ms, V=001
Gréfe - Outlinas 32
RCF

‘ i__ — b

£9 ¥3LIFIUIVH

BD 136
BD 138
BD 140

Silizium-pnp-Epitaxial-
Planar-Transistoren

fiir universelle
NF-Anwendungsn,
kemplementar zu

BD 135 BD 137 BD 139

Sificon pnp epitaxial
planer transistors for
universal AF applica-
tions, complementary to
BD 135 BD 137 BD 139

Grobe - Outlines 22

lego S 100A bei Uppp = 30V
Uggp 2 SV bel lp = 1pA
CEsat S 05V bei le =0.54A, il} " 50 mA,
ty = 05ms, Yp =000
BD 136 BD 138 BD 140
Ugpo bei 1g=20mAN =45 =60 >80V
Uppy bel 1= 1'mA =45 0 =80V

B bei Upp =2V, Ip=150mAY| 40...250 40...160 40...160
= 75MHz bei Upp =5V, |x= 50 mA, T =30 MHz

Zulassiges Anzugsdrehmoment Mgy = éemlkp
(Befestigung mit M 3-Unterlogsscheibe)

n

Maximum starting torque Mgy Sécmikp
{Mounted with washer M 3|

] hyi= 0,5 ms, Vip =001

BD 136 BD138 BD

140

U(.‘-BO = 45 &0 B0 V
Uopo = 45 & 80V

ERo
M

= /8 &5
=15 15 15
=65 65 65
casn S &5 CC

=150 150 150

v
A
w

(e
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Kenndaten

T Crenzdaten
ype Typical characteristics Moximum ratings
BF 114* B = 25 bei Upp =10V, lg=230mA Uppo =140V
fp = 100 MHz bei U :-—IOV lg=10mA Ugg =130V
Silizium-npn-Planar- €e = L5pF besi U p=10V Upgg = 5V
Tronsistor fir Video- lepp S S0 0A  bei UL.B =100V I = 50 mA
Endsiufen Piot =216 W
bel t =45°C
Silicon npn planar t s 175 «C
transistor for video powsr i
stages
GrabBe « Cutlines 10 3
* Nicht fir Neuentwicklung
L g
BF'”S B = B0 bei Upp =10V, lo=1mA Ugpp = 50V
fip = 230 MHz bel Ue l =10V, [o=1mA Uggo = 30V
Silizium-npn-Epitaxial- F = 4dB bei Upp=10V, lg=1mA, =100 MHz Ugpp = 5V
Planar-Transistor {or Cre =0.65pF bei U ,I =10V, lp=1mA g = 30 mA
HF-Anwandungen lgpo = 0.5 kA  bei Upe = 10V, 1t = 175°C Piot = 145 mW
bei fypmy = 45 °C
Silicon npn epitaxial t. : 175 oC
planar transistor for 4
high frequency
Grafe » Outlines 11 TR

v
B = & bel Ugp =10V, lo=4mA Usno 40
BF 167 Ugg = 07V bei Ugp=10V, Ig=4mA Upgg = 30V
Silizium-npn-Planar= fp = 350 MHzbei Upp =10V, Ig=4mA Ugpo = 4V
Transistor for Cre =-015pF bei Ugp =10V, lg=1mA lg = 25mA
Regelstufen in - Ptm. W 130 r:W
FS-ZF-Verstarkern Y-Parameter bei typy = 45°C
Emitterschaltung, f = 35 MHz, UCB =10V, IC = 4 mA t 175 °C
Silicon npn planor
transistor for gain R ly;ol =48 mS |¥ral = 37uS lygel =105 :ﬂS
contrel stages = 45 pF Gre =400 g =28 : .
in TV-IF amplifier Ra [¥gel = 30 45 Coa = 12pF &5
Grafie - Qutlines 11 ¢ e S
Upg =740 mV bei Ugg =10V, lg=7mA Uspo = 40V
BF173 BBE = £8 bei Upp =10V, lg=7 mA Uopgg = 25V
Silizium-npn-Epitaxial- fp = 550 MMz bei Ugg =10V, lg=35mA Uppo = 4V
Planar-HF-Transistor mit ~Cp =023 pF bei Ugp=10V, lg=1mA o = 25 mA
kleiner Rickwirkungs- Piot s 200 r:W
kapaozitat besonders Y-Parameter, A bei t,p, =45 °C
gesignet fir F5-ZF-Ver- Emitterscholtung, f=35MHz, Uop =10V, Ig=7m 4 = 175 °C

starkerstufen in Emitter-
stufen

Silicon npn epitaxial
planar BF transistor for
TV-IF amplifier

GroBe - Outlines 11

Rely;e) =4.5mS IVrel = 85 s |yl =145m$S
Cia = 45pF Pra =040 o =-22°
Re [ygqe) = 65 nS Cie =21pF




Type Kenndaten ) Grenzdalen

o Typical characteristics Maximum ratings

£

Z | BF 177 Uppr > 100V beilp = 4mA, Ry= 1k Uspn = 60V

24 Ugpo > 5V bei fiy =100 uA Uogp =100V

= | Siliziuvm-npn-HF-Planar- Upg =075V  bel Up;z= 10V, 1. =15mA Ugpo = 5§V

= | Transistor for Video-Fnd- B > 2 bei Uy = 10V, 1, =15mA ll““ T = B mA
stufen in F5-Geraten mit fp = 120 MHz bei Upg = 10V, I,-. = 10 mA bei tamb = 35°C
kleiner Bildrohre sowie fir Ciy = 18pF bei Upg = 20V, g =10mA t: = 200 °C

Referenz-Oszillatoren in
Farb-FS-Geraten

Silicon npn RF planar
transistor for video output
stoges in TV receivers with
small picture tubes and
for reference oscillators

in colour TV receivers

Grofie - Outlines 10

Uppp > 160V  beilg = 4mA, Rg= 1ka Uggo = N5V
BF 178 U;}gg > 5V beilp =100pA Uppp =160V
Sitizium-npn-HF-Planar- Ugg =075V  bei Upg= 20V, lp =30mA Ugga = SV
Transistor fir Video-End- B 20 bei Upp = 20V, |n =30mA len = 50 mA
stufen in Schwarz/Weif- ET = 120 MHz bei Upp = 10V, lL‘- = 10mA Pyt \ = 17 Wc
FS-Geraten C,o = LBpF beilUgp= 20V, Ilg=I10mA bei t,,0a ;g(:]fcc
== te 2%

Silicen npn RF planar
transistor for video output
stag=s in black and white
TV receivers

Grifle - Qutlines 10

£ ¥aLINgIvH
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T Kenndaten Grenzdalen
2 Typical choracteristics Maximum ratings
i
E BF179 A BF179A  BF179B BF179C Konal (G-Y) (R-Y1 (B-Y)
2 BF ]79 B UCEH > 140 > 220 > 25 Vv BF179A BF179B BF179C
5 BE179C gemessen bei | =4mA, Ry =1ka Uppp = 160 220 230V
= Ugpo > SV beilp > 1004A LCBo = % el
Silizivm-npn-HF-Planar- B 20 bei Upp = 15V, lg=20mA | | BBO _ & o o 0
Transistor fir Farbdifferenz- fp = 120 MHz bei Ueg= 10V, lg=10mA PL-M =17 17 17 :1‘\'
signal-Endstufen von Farb- Cg = 18pF bal Upg= 20V, Ig=10mA EEtei t = 100°C
FS-Geraten 2%

fj =200 200 200 °C
Silicon npn RF planar transistor

for chrominance output stages
in colour TV receivers

Gréfe « Outlines 10

Tyse Kenndaten Grenzdaten
YR Typical characteristics Maximum rafings
BF 184 |Upg =048V  bei Ucp =10V, [g=1mA Umgo = 2V
| B = 115 bei UCF';:'OV' lC=1mA U(_-EG = 20V
Silizium-npn-Epitaxial- | fp = 260 MHz bei Upp =10V, lo=1mA Ugpg = 8V
Planar-Tronsistor fir ge- | Cre =045 pf  bei Ul'..'-IE =10V, lo=1mA, f=107 MHz g = 30 mA
regelte HF- und ZF-Stufen | F =145 dB bei Upp =10V, |g=1mA, f= 200 kHz, Prot = 145 mW
und for Vor- und Misch- | R =300 2 bei ty, = 45°C
Stufen bis in den F = 35dB bei Upp=10V. [g=1mA, f= 1MHz, t = 75 °C
KW-Bereich Ry=5090 7
FC = 3dB bei UFE=TUV, Tcﬂl mA, = 200 kHz,
Silicon npn epitaxial R= 16710
By 'l
planar tronsistor for fo = 2dB bei Ugp =10V, lp=1mA, f= 1MHz,
controlled RF and [F stages ﬁl: -0
ond for input-stages and
mixer up to short wave Y-Parameter,
region Emitterschaliung, f=107 MHz, Upp =10V, Im=1mA
Grobe « Outlines 11 Rely;,! =045 mS Tro =590 ° Tto = =59 l
= BpE  Rely,) = 854S C,, =15pF |
¥l = 485 |yl = 3ms ‘
<L
>
==
mw
=
=
m
= § o B
G O
S 50
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Type

| Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdalen
Maximum ratings

BF 185

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-HF-Transistor for
Vor- und Mischstufen bis
in den UKW-Bergich

Silicon npn epitaxial
planar RF-transistor for
input-siages and mixer
up to 100 Mc/fs

Grofie - Outlines 11

[ B = & bei U(:\E='IEIV{ TC='| mA
| | Uur: =ﬂ,f!9\|'r bei U'.'l’;: 10 v, 1(_\ =1 mA
fe = 200 MHz bei U, ce=10V, lc=1mA
Crc =0,65pF bei UGB 1y, IC_= 1 mA
iz = 2dB bei ULB 10V, fc=|mA,l=2€KJkHz,
i R” = 200 Q
E = 4dB bei UGB=30V, |c=| mA, f= 100 MHz,
RG=]DD!!

Y-Parameter:
Emitterschaltung, f= 10,7 MHz, Ugp=10V, 1| ¢=1mA

Relyjp) =085mS |yl = 44uS |y, | = 35mS
i = 2 pF Pro =-90° Gpo = =50
| Relyg = 45uS  C,, =15pF

Emitterschaltung, f= 35 MHz, Upp =10V, lp=1mA

Relyjol = [¥ral =380uS  [y;.| = 3Ims

e fe i
Ci = 20 pf ®, =950 4, =-30°
Rely,el = 12pS  C,, =15pF

Yepo
Uero
YUrpo
p

-

Lot

1

= 3V
= 20V
= &Y

= 30 mA
= 145 mW

bei T'unh |_ 45°C

752C

£ ¥3LFETVH

BF 194
BF 254

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-HF-Tronslistor in
Kunststofigehduse for ge-
regelte HF- und ZF-Stulen
und for Vor- und Misch-
stufen bis in den
K'\W-Bereich

Silican npn epitaxiol
planar plastic transistor
for controlled RF and

IF stages and for input-
stages and mixer up 10
short wave region

Grobe - Outlines
BF194 BF254
35 40

Upg =068V bei Upp=10V, Ig=1mA

B =11s bei Upp =10V, Ig=1mA

f'i' = 240 MHz bei U()F—'lﬂ\' [C=lmA

C,, =095pF beiUgpz=10Y, lp=1mA, =107 MHz

Fe = 298 bei Ugp=10V, Ig=1mA, f= 1MHz

_ Rg =800 Q

Y-Parameter,

Emitterschaltung, F=10,7 MHz, UCE =10V, 1C =1 mA

Re Ly ) = 0,45 mS |yl = #4ps |¥fal = 35m3

= 25 pF Prg = 9° Ta T

Re [vm_, = &6us Cm1 = 1.4pF

Emitterschaltung, f =35 MHz, Upp =10V, lg=1mA

Refy;d = 1mS  [yp| = 21048 lygel = 35mS
= Bpf gy =00 Ty Sl

O 6 uS Cop. > 16pE

Upgg = 0V
Uepg: = AV
Ugpo = 5V
I 30 mA
Piog = 120 mW
| belt,,. =45°C
1 = 125°C
1
|
BF 194 BF 254
3 £ 8
T
& (] E
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Type

Kenndaten
Typicol charocteristics

Grenzdaten
Maximum ratings

BF 195
BF 255

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-HF-Transistor in
Kunststofigehause fir Vor-
und Mischstufen bis in

den UKW-Beareich

Silicon npn epitaxial
plonar plastic transistor
for input-stoges and mixer
up to 100 Mc/s

Grobe « Outlines
BF 195 BF 255
34 40

=069V  bei Upp =10V, Io=1mA
fp = 200 MHz bei Ugp =10V, Ig=1mA
Cro = 95pF bei Uop =10V, Io=1mA, f=450 kHz
E

=35dB bei Upp =10V, Ig=1mA, = 1MHz,
Ry =500

Fooo= 4dB bei Ugp =10V, Ig=1mA, f=100 MHz,
RG=.‘DDQ

Fg = 125dB ; =10V, lg=1mA, f= 1MHz

600 @

Usga = 2V
Upgg = 20V
Uggop = SV
IC = 1 mA
Piot = 180 mW
bei t,,4 = 45°C
1 = 125 oC
BF 195 BF 255

Kapazitat fir F5-ZF-Stufen
in Emitter-Schaltung

Silicon npn high frequency
epitaxial planar transistor
with low short circuit
reverse copacitonce

for emitter-grounded
TV-IF-stages

Grife - Dutlines 36

Emitterschaltung, f = 35 MHz, Ugp = 10V, Ip =7 mA

Relyj) = 5mS ygy = 6515 Yia = 175mS
= ASpE gy = -95° Gy = 25°
Re (Yol = 7518 Coa = l60F

Ugg = 750mV bel Ugg =10V, Ig=4mA Uopo = 40V
BF 196 Bm: = 80 bei UEE =10V, Ié = 4mA Uogp = 30V
Silizium-npn-Planar- = 400 MHz bei Upp =10V, I = 4 mA Upgg = 4V
HF-Transistor fir geregelie ~C,, =022pF bei Unp = 10V, lg=1mA IC = 25 mA
FS-ZF-Stufen in Emitter- F = 3dB bei Upp =10V, Ig=4mA, f=35MHz, | I = 3mA
sthaltung Rp =100 @ Prot | = 200 n';W
Silicon npn high frequency | Y-Parameter bei 'arnEb 1=2545<|CC
planar transistor for Emitterschaltung, f=35MHz, Uop = 10V, I =4 mA ) '
amitter-grounded AGC Rely;) = 4.5mS Ve = 45u5 Viag = 105 215 :
TV-1F-stages Cie = .45 pF Py =HC 9, = 20

Rely,.) = 35uS Che ="T3pF
Grobe « Qutlines 36 oe s

=
= i =10V, la=7mA Ugpp = 4V
BF 197 L;BE ?gmv ::; HGR= oV IC=?mA u = 25V
= B e CEO

Silizium-npn-Epitaxial- fp = 550 MHz bei U;i =10V, lg=S§mA Ugpo = 4V
Planar-HF-Transistor mit 'Cru =032 pF  bei Ugp =10V, Ig=7mA pe - 0% mA
kisiner Rickwirkungs- T =k

Y-Parameter




. Tobe ) Kenndaten Grenzdaten
b Typical charaocteristics Maximum ratings
E
% BF 198 Upg =075V bel Upg =10V, Ip =4 mA Uepn = 4V
= it B = 8 bel Usg =10V, lo=4mA Upgy = BV
a Slllzmm-Tpn-Plnnnr— {'I‘ = 400 MHz bej UK'I =10V, lt". = 4 mA U i = 4V
% | HF-Transistor for Crw  =023pF bei Upp =10V, I =1mA e o A
geregelte FS-ZF-Stufen F = 3dB beiUpyp =10V, 1i=4mA, i =35MHz, | I = 3mA
in Emitterschaltung Ed = 100 2 i 5 200 mW
tot — m
Silicon npn high frequency | Y-Parameter bl tamy, = 45°C
plancr transistor for Emitterschaltung. = 35 MHz, Upp = 10V, 1. =4 mA i =1 =G
emitter-grounded AG -
A §9 c Rely; | = 4,5m$ Y. = 455 Yio = M5 mS
V-IF-stages g = Te
iv - [_}DF Tpg 798¢ e =D
Grofte - Outlines 40 Retypyl = 3543 Coo = 13¥F

BF 199 Upg = 750mV el Upg =10V, I =7mA Uogo = 4V
Silizi Epitaxial B = B8 bei Upp =10V, 1p =7 mA Uppn = 2V
HADTIRIER ) A Sie, fp = 550 MHzbei Upg =10V, Jg = SmA Upgo = 4V
Planar-HF-Transistor mit e e ; “ =
i Fey iz =033 pF bei Uyg =10V, lg= 1 mA o = 25 mA
kleiner Rickwirkungs- re : 4 e = HBEA
Kapozitat fir FS-ZF-Stufen | Y-Parameter PB — 200 mW
t T + - : = i o tot 33
in Emitter-Schaltung Emitterschaltung, f = 35 MHz, Upg = 10V, I =7 mA Bet 1, = 45°C
Silicon npn high frequency | Rely;l = S mS Yio = 65 nS5 Yie = 175mS ij = 125 °C
epitaxial planar transister | C;, = 45pf Pg —=H° Pfp, = 28T
with low shert circuit Rely, = 75us Coe. = L6pE
raverse capocitance
for emitrer-grounded == i
TV-1F-stoges L 8
oo
Grofe - Qutlines 40
E
BF 223 - lcpo £ S00A bei Ugg =20V Usgg = 35V
Silizium-npn-Epitaxial = 79 = b Ugp =10 \jglges1omA FUcgg = BV
i o Upp =078V  bei Ugy =10V, Ig=15mA Uppo = 4V
Plonar-HF-Tronsistor im BE E il 3 0
2 ¥ fr = 750 MHz bei Ugp = 10V, Iy = SmA, f=100MHz | I = 40 mA
Kunstsiofigehduse fir r p : . 5 i
FS.ZE.Stufen speziell in 1Yol = 200 mS bei Uppy = 10V, o= 7mA, f= ¥MHz Pltlt = 350 mW
- fb'ﬁ";m e Rely,ed= 3BuS beiUgp =10V, Ig= 7mA, f= 36MHz | beit,;,, =25 °C
| ) Cos LVpF beiUgg =10V, Ig= 7mA, i= 36MHz| v = 140 °C
- | Shiconuipa epitaxinl C,, = 03pF beilg, =10V, Ig= ImA, f= 36MHz
o plancr RF transistor in
= | epoxy cose.
3 | Especially for TV-IF-stages E
= for colour-TV-sets

Grébe - Qutlines 35 8§ €
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Type

Kenndalen

Typical cheracteristics

Grenzdaten
Maximum ratings

BF 227 Upg = 720mV bei Ugy =10V, lg=3mA Usgp = 40V
Silizium-npn-Epitaxial- p. oo betUgy =10, lo=3mA ceo = BV
Planar-HF-Transistor im T T OMizbat Uy S0 15 = SmA gpo = 4V
Kunststofigehause fir nicht 1Yrel = X rr:S ba.] Yep = 10Y; I =3mA, f=36Mtz le = oA
geregelte HF-Stufan in Rely = 27ka be! Upg =10V, ley =3 mA, =38 MHz Ptut . = 5 mw
Modulen bis 50 MHz il Tafs it lo=Se troshe bei fyqp = 45°C
=, & L = = = 5
Silicon npn epitaxial it ? ‘B ne M T30 b k] 85
planar RF transistor in
epoxy case for
uncontrolled RF stages in
moduls up to 50 Mc/s
Grofle - Outlines 15 FEC
BF 228 lepo < OV pA bei Upp =75V Usgg =100V
Silizium-npn-Planar- :';'“L“f 90N, ‘oallg= Ealy=02nA Yoer, = %0V
Transistor im Kunststoff- U Z 3‘; v be'r Yo j 0V, o= 2mA bel Ry =11k
gehduse fir Ansteuerung | ~BE = D.r;o s bet Ngp =10V, lg= 2mA Ygpo = 7Y
ven Ziffern-Anzeigerchren T = 2 bel Ugp =10, Jego LA A T O
und far Module tot 5045'1"(":’
= el -
Siticon npn planar transistor ' I uni 5 oC

in epoxy case for Mixie
driver and moduls

Grobe - Cutlines 23

BF 229

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-HF-Transistor in
Kunststofigehause fir ge-
regelte HF- und ZF-Stufen
und fir Vor- und Misch-
stufen bis in den KW-Bereich
geeignet fir Module

Silicon npn epitaxial
planar plastic transistor
for controlled RF and

IF stages and for input-
stages and mixer up 1o
short wave region
suitable for moduls

Grobe - Outlines 15

=D,%5 pf

bai UUE=1UV. 1G= 1 mA
bBi UCE=1DV. ‘c= T mA
= 260 MHz bei Ugp =10V, 1g = 1 mA

bei Ugg = 10V, Ig

= 1 mA, =450 kiHz

ie

Rely gol=

2dB  bei Uy =10V, Ig=1mA, f=1MHz,

R = 8000

Y-Parometer
Emitterscholtung, | = 10,7 MHz, U(.?I-] =10V, lg=1mA

Rely;,1=0.45 m5

1YrL-I = 64uS I\"[ﬂl = 35ms

BoF | gy =900 Gy =T
6uS  Cpo = 16pF

P

Uggp = 0V
Uoge = 2V
Uggo = ;VA
.l - m,
Pog = S0 mW
bei 1y, = 45 °C
ts = j25 °C

 §
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Type

Kenndaien
Typical characteristics

Grenzdoten
Maximum ratings

BF 230

Silizium-npn-Epitaxial-
Plangr-HF-Transistor

im Kunstsioffigehausa fir
Veor- und Mischstufen.
Geeignet fir Module,

Silicon npn epitaxial
planar RF transistor in
epoxy cose for input-
stages and mixer stoges.
Suitable for moduls.

Grobe - Qutlines 15

Upp =08V bei Up =10V, lg=1TmA
= &  beiUpp =10V, lo=1mA
fp = 00MHzbsi Uop =10V, |o=1mA
“Cro  =095pF bei Unp =10V, -l = 1 mA, F= 450 kHz
F = 3.5dB bei f= 1MHz, R; = 809, Ugg =10V,
lg= 1mA
Fo = 4dB beif=100MHz, Ry =1009, Ugy = 10V,
lp=1mA

Y-Parameter,
Emitterschaltung, f= 10,7 MHz, UL‘E =10V, 1(.3 =1 mA

Re el = 0.55 mS

1Yl = 6465 |y | = 35mS
Cfﬂ = 25 pF é‘“—' = =ffj o “f& = —5e
Rely o= 4us or  — LEpF

Emitterschaliung, =100 MHz, Ugg =10V, Ig=1mA

Rely;ad = 7.5mS | Yool = 80048 I¥fed. =-3VmS
Cie 2Pt gre = -n° P =-N0°7
Rely,ol = 10us . = LApR -

Uppg = 30V
Uppp = 20V
Ugpo = 5§V
lC = 30 mA
1B = I mA
Plnl = 50 mW
bel t ., = 45°C
i = 125 °C

BF 240
BF 241

Silizium-npn-Epitaxiol-
Planor-HF-Tronsistoren
BF 240 geregelte

BF 241 nichtgeregelte
AMJEM-Stufen in Emitter-
schaltung

Silicon npn epitoxial
plonor RF transisiors

BF 240 controlled

BF 241 uncontrolled
AMFM stoges in emitler
grounded

Grobe - Qutlines 40

= 700mV bei Upg = 10V, I =1mA
BF 240 : Ip; = 4.5..15pA bei Ugpy =10V, I = 1mA

Upk

BF241 ; Iy = B..2BuA bei Upp =10V, | =1mA
fp =400 MHzbel Uppy =10V, =1 mA
C,, =0ZpF beilUcy =10V, lc=1mA

F < 35dB  bei Ry =200, f=200kHz, Upp = 10V,
B =
<0568 bei Upy =10V, 1= 1mA, =107 MHz

9,
< 83uS bei Ugy = 10V, Ig=1mA, {=470kHz

Oie =

Uepo = mi

Upgp = 4

Ugso = 4V

!G = 25 mA

P = 255 mW

Lot

bei 1,1, = 25°C

5 = 125 °C
£ &
Ouﬂ
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T Kenndaten Grenzdaten
ype . -
Typical characteristics Maximum ratings
BF 310 lepo < 60nA bei Upp =25V Uppg = 40V
- Upg =80mV bei ULB W0V, lp=4mA Upgnp = 30V
Silizium-npn-Planar- | Iy < 140pA  bei Upp =10V, =4 mA Ugpo = 4V
HF-Transistor mit {’l' < 550 MHz bei Ul =10V, l=1mA, f=100MHz e = 25 mA
kleiner Rickwirkungs- Crl} = 12pF  bel U 5 =10V, |L =1 mA, f= 36MHz Piot = 300 mW
kapazitat for Anwen- Copy = 16pF bei Ugp=10V, lz=4mA, f= 36MHz bty 825 °C
dungen in Basis- ts e 150 =C
i

Schaltung bis 100 MMz

Silicon npn planar RF
transistor with low
feedbodck copacitance
for base grounded
applicotions up to
100 MHz

Grofe -

Qutlines 39

BF 311

Silizium-npn-Epitaxial-
Plaaar-HF-Transistor
fir nicht geregelte
Fernseh-ZF-Verstarker-
stufen in Emitter-
schaltung, besonders
tir Farb-FS-Emplanger

Silicon npn epitaxial
planar BF transistor for
uncontrolled emitter
grounded TV-1F ampli-
fler stages, especially
for colour TV receivers

Grofle - Quilines 40

lepo = 50 nA  beilUgy =20V
g < 370 pA benUtB 10V, lg=15mA,
=0,5ms, Vop =001
Upgg =078V baiULn—H}V I =15 mA,
L t, =05ms, Vp=001
B = 40 beiULR 10V, |L~—|5mA,
—O.Srns V=001
fp ‘—?EGMszmU(B—-!DV Ib—SmAf—IOOMHz
C,p mit Guberer Masseumhillung = 0,3 pF
C.,. ohne aufers Mosseumhillung = 0,35 pF

Boi Upg = 10V, 1o =10mA, =36 MHz

C = 1,1pF bei UL.B'—IOV‘ Il =10 mA, i=23é MHz

ue




o Kenndaten Grenzdaten
& Typical characteristics Maoximum ratings
i
Z| BF314 lopo = 60nA belUpp=25V Uegp = 4V
z Upp <800mV beiloy =10V, Ip=4mA Uppg = 30V
= | Silizium-npn-Planar-HF- I“ = 140 pA  bei Upp=10V, lo=4mA = 0.5 s, Vp = 0.01
2 | Transistor mit kleiner fop < 580 MMz bei Up =10V, 1, =1 mA, i=100MHz | Uppy = 4V
Ridewirkungskapozitas Cip, =014pF  bsi Upp=10V, l;;=0mA, i= 36 MHz I = 25 mA
fir Anwendungen in F = |,PdB bei U!_.“ =10V, ll__' =1 mA, f=100 MHz, Pint = 300 mW
Besisschaltung bis in B =3000 H | 3002 bel tymn =25 9C
den VHF-Bereich te = 150 °C

i
Silicon npn planar RF
transistar with low
lesdback capacitance
for buse grounded
applications up 1o
VHF range

Grofe - Qutlines 37

Transistoren - Transistors Industrie-Typen - Industrial types
Kenndalen Gfenzdule‘n
Type Typical characteristics Maximum ratings
i = = = Qv
e | B = 100 bei -Upp = &V.-lp= D mA Urpo
ACY 16 | B = & bei U= 1 Uopo = ?33
Germonjum-pnp-Transistor i_UBE = 225 mV bef “Upp = :‘IJEI’-D ; o
fir Schalrer und gy =40my bet-Legp= QL T e
NF-Endstufen fﬁ = 10 kHz ba[ “Upp = "E;;i ; e
|als Parchen lieferbor) “lepn = 6 nA lh:Ej ‘jmi = o ! case S
=~ = B pA el Ugp = i
Germonium pnp transistor oBo
for switching and
AF powsar stoges
[matched pairs can be
deliversd)
Grofe - Outlines |
T
>
=]
=
=
m
T |
e o*f
o of
- E &




. S [ : Kenndaten Grenzdaten

= | Typical charocteristics Maximum rotings

o

r): ACY 24 ‘ B = 50 bei —UCB = 3V, -IC = 30 mA _UCBO = 70V

25 ] o B = 4 bei -Upp = 1V, —1g=150 mA Uppg = SV

m ermonium-pnp-Transistor |-, = 250 MV bei <U,.p = 5 9 e

2 e g BE el Upp= 5V, -lg= 30mA ~Uy; = 3V

m | for Schaiter und NF-End Unp =400 mV  bei -Uap= 1V, == i

® | stufen bei hohen Betriehs- ;B}:’ = 9§ kHz bei 08 D i o e
spannungen —IFI 12 Az he! _IL_'J![:E - ;g E' "‘{: oy "ot =
lals Parchen 1i cpo = 12pA bei-Ugy= bel fouse =45°C
als Parchen lieferbor) -lggo = 1B kA bei -Ugp =70V ) case 85 oC

Germanium pnp transistor
for switching and AF power
stoges for higher vaoltage
Imatched pairs can

be delivered) =_F
Grafle - Outlines 1

[ 4 &
AFY 12 i} = &5>30 bel -Upp =12V, -l =1mA Uopnp = 25V
Germanium-pnp-VHF- :T a !@ M:z bei -Ugy =12V, -1g=1mA Uggp = BY
Mesa-Transistor fir Vor-, anx ; ' 5 ?B z ga: -EUE =k Y, -10 =1mA “Ugpp =05V
Misch- und Oszillatar- T s Cpf = ; I::eI CE i 3 -|0 e i -IC = 10.A
stufen bis 240 MHz |hb be S “Ugp =12V, =lg = TaA Prot = &0 mW
] “lgpg = 07 pA  bei Uy =25V bei t ., = 45°C
TGer"Tcm"f" pnp VHE mesa | Y-Parameter ' iSRS
rensistor for inpuf-stages, | Basisschaltung, = 200'MHz, = = o=
mixers and oscillators o il UCB By IC It
up to 260 Mcfs Re lyj,l = 31 ms Relygplea. OmS |yl = 2Z7mS $ = E
GriB, 0 Cp  =95pF I s
robe - Qutlines 7 Rely,l =015 mS Cak = 1,5 ¥ £ 2 03

* B =125 bei -Upp =6V, -lg=1mA Uopng = 25V
AFY 13 fp = &) MHz bei —Uﬁg =&V, ~lg=1mA -Upgr = 1BV
Germanium-pnp-Frensistor | = 100 bei ~Upp =6 V, —lg= 1 mA Ugpo = 07V
far Vor-, Misch- und b " Cile= B ps bei -Upp =6V, -IU =] mA -lg = 50 mA
HF-Stufen bis zu 100MHz | C,, = 18 pF bei -Upp =46V, -lg=1mA Pt | = &0 mW
F = 7dB bei-Ugp=6V,-lg=1mA, {=100MHz bei t,,, =45°C
Germanijum pnp transistor -lgpg = 25 nA bei -Ugp =6V 1 = 85 9C

for input-stages, mixers

and RF stages up to Y-Parometer

Basisschaltung, T = 100 MHz, UCB =4V, _IC =1 mA

100 Mc/s
w - Rely;,) =333 mS Re(yq,) = -50 s Iyl = 21mS
GriBa - Outlines 2 Cii Al iF S = 05pF o = ghe
Re lyqp,l = 33343 Cop —28pF § 5 E
* Nicht ir Neventwicklung r L2 7
* B = 55 bei g =055V, o= 4mA Upgg = 4V |
AFY 14 B = 40 bei Upp =085V, ~lo =200 mA Upgg = 2V |
Germanivm-pnp-Drift- B = 65 bei “UL‘-E: 6V, -Il;:= 10 mA Ugpa = 06V
Transistor HF-Endstufen “Upg =280mV bei-Upp= 6V, -lp= 10 mA “len = 250 mA
klginer Leistung fp = &0 MHz bei Ugp = 6V, -lp= 10 mA Ptul._ = 200 m:'\l"
= | bis zu 30 MHz Cop = 33pF bei-Ugg= &V, I = 10MHz bai t,.e =45 °C
?—’ th. = 152 ’j = 85 °C
= | Germanium pnp driif Hlepo = 2 nA bei Ugy= 6V
T | transistor for BF little power| Lo = 3 pA  bei “Ugg= 35V
m | stoges up to 30 Mcfs
& | GraBe - Outlines 24 * Nicht for Neuentwidlung




Tyse | ) Kenndaten Grenzdaten
& Typicol characteristics Maoximum ratings
- |
z AFY 15 I“fli - 32 % :Ef—Un:— 6V, ~lg=0,5mA Uepo = 2V
mn | Germanium-pnp-Transister _J] = 130 ::1\; b:]l s s :;lt f gg mi Yegp = 12V
@ | Fir HFE- und ZF-Stafen bis | ¢ DB _ 0B Ty e A e s Ugpo = BV
# | 10 MHz und als r el Mew= SV, =lg = 05wk g = SmA
‘ Cifa = 7TpF bei-Upp= 8V, f =470kt =
Schalttransistor bie L ‘ i Prat = &5 mW
e = 1208 bej —U{_,E = &V, ~|c= 0.5 mA, f=470 kHz| bei 1,4, = 45 °C
Germanium pnp transistor [“lopn = 1 nA bei -Upp= 4V 4 = g5 oC
for RF and IF stages to cpo = LEpA beli-Upp =22V
10 Mc/s and switching rof - red B= 30..65
transistor gelb - yellow pB= 55..100 E
. X | grin-green = B0...150 a
Grabe - Outlines 2 [ violett - violst = 120...250 4 - 05
AFY 16 = i :ef ‘bjcr-; = T: x ‘lh_': =tHmA Uppg = 20V
- a1 - = == o
2 4 g™ ¥, =1 SimA P = 25V
Garmanium-pap-UHF- ip = 550 MHz bei ~Ugg = 12V, < =1.6 mA L
Mesa-Transistor for Var- _ , CE ok Epo = 035V
Misch- und 051]|Ia!nrs!ufen | e -24/CHz el _Ul g =12V Hlg=LimA “lg = 10 mA
bis 840 MMz E p =’ 7 dB be.r -U(,.L 12V, —][_. =1.5mA, f= 800 MHz Ptr-l =112 mW
' Cy'e = 3ps bei -Ugp =12V, ~lg=1.5mA, I=25MHz| bei1,, = 45°C
Germanium pnp UHF mesa |“locpo = 04 A bei “Upp =20V f = opoC
transistor for input-stoges, | v_pyrameter
mixers and oscillators | Bcs.‘lssdml'un f
: tung, f= 800 MHz, —Upp = i =
up to 860 Me/s g z, UCL 12V, ||_ 1.5 mA
Relypyl = 7TmS  |ya| = 04ms l - TS
Grabe - Outlines 7 ‘ . rh : Yl m $ n £
(R: ==-22pF W, =-120° oy = 350 : :
| elygy)=0.5ms Coy —=)5pF 5 5

AFY 29*

Germanium-pnp-Tronsistor

fur HF-Stufen vad
ZF-Verstarker bis zu 20 MHz

Germanium pnp transistor
for RF stages and
IF amplifier vp 1o 20 Mc/s

Grébe « Outlines 2

28 WILEGTIVH

B = & bei _UUE =&V, _lC= 1 mA

fT = 35 MHz bei ‘Upr =4V, _IU= 1 mA

B = 80 bei ~Upp =6V, —lg=1mA, F=1kHz
|y Cpe = % ps bei “Upp=6V,-lg=1mA

Ce = 1BpF bei-Upp=6VY, “lg=1mA
Hlepo = 3pA bei Ugp=6V

Y-Porameter
Emitterschaltung, = 107 MHz, U(.‘.F. =5 M=ty = 1 mA

Relyj,) =285mS  Rely)=133p8 |yl = 36mS
=10pF C, = 18pF @, =71B°
Re'ly o) =125uS  Cp, I =iB4pE

* Nicht fiir Neuentwicklung
1]

NMego = 2N
Uggr: = WY
gpo = 07V
"lc = 50 mA
Piot = & mW
bei 1,y = 45°C
= 85 °C
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T ) Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
ASY 24' E = 50 bei -UL‘F. =055V, “lg= 4mA ASY 24 ASY248B
= §5 bei ~Upp =0,55V, -1, =200 mA
* g~ Y2V, Al =

ASY248B “Ugpeat™ 180 MV boi -l = 20mA, ~Io =200 mA| |CBO = 0 ol
S o ey Uppy= 50 mV bei~lp = 20 mA, —lg =200 mA —ugil';g -7 * 04 O
Transistor fir schnella :'r = 2; ﬂ*z 29: ‘gcn =025V, -lg= 4mA 4(;.1;: =250 2% mA
Schalt “lcap = sl -Ugg= 6V j

alter cB Piot | = 65 65 mw
Germanium pnp drift AsY.24 " = Tu:h ;545 - 85 oC
transistor for fost switching | ~lppo = 3 wA bei Upp= 50V 1
applications ASY 248
Grobe « Outlines 13 “lgpg = 3 A bei -Ugp= 35V

Schaoltzeiten im nicht Gbersteverien Zustand
Switching time in non saturated circults

Stromkeonstante Einspeisung - Constant current
bei -Upp = 1V, ~lg = 250 mA, Fg =1ka

tr
't

= 1,1 ns
= 1.3 ps

Spannungskonstante Einspeisung + Constant voltage
bei ~Upp = TV, =1y = 250 mA, Rp =28

te =075 ps

t =007 ps E

t (na‘l
| * Micht for Neventwicklung - E\U'a

68 4311318 IVH

ASY 26
ASY 27

Germanium-pnp-Schall-
Transisioren

Germanium pnp switching
transistors

Grafe » Outlines 10

ASY 26

B = & bE[ ‘Uc-l':= 1\"" '|C=1 20 mA
B = 39 bei -Upgp= 1 =l =100 mA
_Ul"l‘:antn 150 mV bei-ly = 2mA, -lp= 50 mA
Uppeay= 400 MV bel =l =24 mA, -lo= 50mA

T = B8 MHz bei -Ugg= S5V, —-lg= 3mA
“lopo = 15 wA  bei-Upp= sV

ASY 27

B = 78 bei -Upp= 1V, =-lg= 20mA
B = 58 bei Upp= 1V, =lg= 100mA
“Uepeat= 180 mV  bei - =125mA, == 50 mA
“Uppgaat= 400 mV bei —lg =158 mA, -lg= S0 mA

= 14 MHz bei _UCE =5, HIC = 3ImA

-TU'HQ = 1,5 pA bei ‘UCB =" 5V 1

Einschalt-Zeitkonstonte des Ausgangsstiromes
bei Stromsteverung
Turn on time constant af constant base current

T = 1,5 ps bei "UCE =075V, =gy =959 mA
Einschalt-Zeitkonstante des Ausgangsstromes

bel Spannungssteverung

Turn on time constant at constant B-E vollage

T =012 ps bei -Ugp = 075V, —ipy = 1 mA

Ubersteuerungszeitkonstante
Charge storage time constant

Te 1ps bei-lp=1mA,~la=0

ASY 26 ASY 77
Ugpg = 0 25V
Uopg = 18 15V
tHgge = A AN
=len = 300 300 mA
Poop = 100 100 mW
bei = 45°C
= 8 8 °C

]




HALATEIVH 06

16 #3LTIVH

Type

Kenndatea
Typical characteristics

Grenzdaten
Maximum ratings

ASY 28
ASY 29

Germanivm-npn-Schall-
Transistoren
Komplamentar-Typ zu
ASY 26 und ASY 27

Germanivm npn switching
trangistor complementary
type to ASY 26 and ASY 27

Gréfe - Outlines 10

ASY 28
8 = 4§ bei Upp =" 1V, lo= 20 mA
B = 43 bei UUIS = M lp =100 mA
Ut‘-lﬁsnt= 150 mV  bei ll‘. 2 mA, lg= S0mA
BEent=400 mV bei Iy = 24mA, Ig= $0mA
fi = 14 MHz bei Ul..'E = §YV, IC = JImA
lpgo = LS pA bei Upgp = SV
ASY 29
8 =113 bei Upp= 1V, lg= 20 mA
B =102  beilUpz= 1V, 15=100mA
| Uopgat= 10 mY bei Iy =125mA, lo= 50mA
iEsar— 400 mY  bej iB =155 mA, 1(.‘ = E0mA
= 20 MHz bei Uy = 5V, le= 3mA
ICBO = 2pA bei UL'B = &V

Einschalt-Zeitkonstante des Ausgangsstromes

bei Stromstevarung

Turn on time constant at constant basa current

T = 1,5 us bei ~Upp =075V, =Ty =50 mA
Einschalt-Zeitkonstante des Ausgangsstromes

bei Spannungssteverung

Turn on time constant ot constant B-E voltage

T =0,12 us  bei “UCI-: =075V, Sipy = 1mA
Obersteverungszeitkonstante

Charge storoge time constant =

T = Tus bei-lyp=1mA, =la=0

ASY 28 ASY 29
UCBO = a0 25 v
Uppa = 15 5 v
Ugpo = 20 0 Vv
et = 300 300 mA
tat = 1t 100 mw
bei t,p, = 45 °C
?j = B85 85 °C

ASY 30*

e

Germanium-pnp-Drift-
Transistor fir schnalle
Schalter kleiner Leistung

Germanium pnp drift
transistor for little power
fast switching applications

Grofde - Outlines 24

B = % bei -Upp=055V, -lg= 4mA
B = &5 bei “Upp =05V, —lgp= 200 mA
:_Ul'..'l:'.snts 180 mV  bei —l“ = 30 mA, —ICHE‘UO mA
Uppeat= S0 mV bei -ly = 20mA, ~Ig =200 mA
fp = 22 MHzbel -Ugp =025V, -lg= 4mA
“lopo = 2 pA bef “'UUB=
‘-1(..110 = 3 pA bel _U(Jli = S0V

Schaltzeiten im nicht Gbersteverten Zustand
Switching time in non-soturated circuils
Siromkonstonte Einspeisung - Constant current
bel <Ugg =1V.~lg = 250 mA, Rg =1k&2

' = 1,1 us

ty = 13 pus

Spannungskonsiante Einspeisung - Constant voltoge
bei =Ugep =1V, -l¢ =250mA, Rg =212

'I'r =075 ps

i} = 0,07 pus

* MNicht fir Neventwicklung
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Typs ’ ) Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
|
AUY 28 = 33 bei Vpp =148V, =lg=35A 'UPBD = S0V
Garons . at=025V bei-lp =06A, -In=6A “Uggg = 65V
ermonium-pnp-Leisiungs- =06V bel -y =06A, -l =6A UCEU
Sechalttransistor =280 kHz bei 'U('E__' 3 V: —l:-:: =1A -1 el : ?g;:
Germonium pnp transistor i 23 u: bef -U["B ~ oY ‘T:);r[. — 2w
for powar switching = A bei "UL‘B =75V bei Vanse =45 °C
Schaltzeitan « Switchi i % ="
Grobe - Qutlines 3 Sl ea K _‘-‘” i iﬂf-‘s i :
m=5A, ri.'z—]l}{.‘rmﬁ.‘u'—i‘
b = |0 us te =5 us = 10 pus

€4 WILIETVH

BCY 58

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-Tragsistor for
univarselle Afwendungen,
besonders fir NF-Vor- und
Treiberstufen

Silicon nan epitaxial
planar transistor for
genera| purpose,
sspecially for AFinput
stuges and driver stoges

GraBe + Outlines 6

UCESMEO'SS i
Blisat— 07V bei lp=10mA, B

Uopo 2032V bBei lp= 2 mA

Uppo = 07V bei lp= 1 pA

B bei Ut‘l-: =5V, lg=2 mA, f=1kHz
Gruppe A 125..350
Gruppe B 175...350
Gruppe C 250...500
Gruppe D 350...700

= 300 MHz bei Iy
2dE  bel UGE“ 5\-’, IU=2mA, RU

F= 1kHz, Af =200 Hz
bei Upg =10V, f=1MHz

bei 1, =10mA, B =40
= 40

fp
F -

Cop S 60F

Schaltzeiten + Switching times
lg = 10mA, Iz, =lg, =1mA
ton < 150ns

tofp < 600 ns

=10mA, Upp =5V, f =100 MH=z

=2k,

Ucro 32V
i S
[ = UL
IIS = 20 mA
P = 1w
i 1 .. <45 °C
unse -
t = i,
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Type

Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdaten
Maximum ratings

BCY 59

Silizium-npn-Epitaxial-Planor-
transistor fir universelle An-
wendungen, besonders fir
NF-Var- und Treiberstufen.
Collector mit Gehause
verbunden,

Komplementar-Typ zum BCY 79

Silicon npn epitaxial planar
transistor for universal
applications, especially for AF
input-stages and driver stages.
Collector connected to case,
Complementary type to BCY 79

Grofie « Outlines &

Upgsat =012V bei ln=10mA, B= 40

UBERM= 07V bei ]C = 10mA, B =40
Uepp > 45V bei lp= 2mA
UEBU > v bei IE = ]I.IA

f-Gruppen bei Upp =5V, lg=2mA, i =1kHz
Gruppe A 125250
Gruppe B 175...350
Gruppe C 250...500
Gruppe D 350...700

;T = 300 MHz bei Upp =58V, lg=10mA
f=1kHz, Af =200 Hz

C[‘B X 3,? pF bei UUB =10V

Schaltzeiten + Switchfhg times

lg=10mA, gy = _llh = 1'mA

top < 15008, 1,4 < 800 ns

2dB bel Ugp =5V, lo= 2mA, Ry =2k,

Uopp = 45V
I = 200 mA
Pt = Iiw
bei 1oy, = 45°C
Tj = 20 °C

S6 WILIFTHIVH

BCY 79

Silizium-pnp-Epitoxial-
Plonar-Transistor for
universzlle Anwsendungen,
besonders fac NF-Vor- und
Treiberstufen.

Collector mit Gehéuse
verbunden.
Komplementar-Typ zum
BCY 59

Silicon pnp epitaxial planor
transister for universal
applications, especially for
AF input-stoges and driver
stoges.

Collector connected to cose.
Complementary typs to BCY 52

Grobe - Outlines &

Upe o= 0,1V bei ln=10mA, B=20
(Esat [}

UBI:‘-ml = 07V bei lp=10mA, B= 2
Upgo = 45V bei lp= 2mA

Ulilit.l > S5V bei ll': = 1 uA

B-Gruppen bei lg=2 mA, Upp =38V, f=1kHz
Gruppe A 125...250

Gruppe B 175...350

Gruppe C 250...500
tp = 200 MHz bel |y = 10mA, Upp =5V
Cog = 4pF beiUpp =10V

F < 6dB beilUgs = 5V, ln=02mA, R =2k

f=1kHz, Af= 200 Hz

Uggop = 48V

Ugpo = SV

C = 200 mA

Piot = 300 mW
bei toyge = 115°C

b = 175 °C




Ty Kenndaten Grenzdaten
© Typical chorocteristics Maximum rotings
I
Z | BDY 34 lopo = 100 nA bei Upy =40V Uppn = 45V
E UcaatS 09V bei lg = 2A, 13 =02A Uppgo = 4V
= Sliizium-nPn-EpilnxTuT'- Uppags 13V bE-‘I' lg = 2K, lp =024 Uppp = S8 Y
7 | Planar-Leistungstransistor B = 30...300 bel Usg = 2V, lp= 2A ll'li = 3JA

fir hochwertige NF-End- frr = B0 MHz bej UCE =10V, lC =024, I"“Il = 16 W

stufen und Schalt- f=10MHz bel tiga =40:5C

Anwendungen Cop = 35pF beilUpg=10V,f = 1MHz 5 = 125 °C
2 Ly on  <O0Sws beily — 1A, Ig = 50mA,

Silicon npn epitaxial Ip; = 50 mA

planer power transistor op < Tms beilg = 1A lg= SmA,

for AF power stoges and l];! = 50'mA
switching applicutions =

Grofie - Outlines 32

lopg S 2 pA bei Ugg= 12V Ue — 4V
BFS 50 df:;gms 1V, besi I(r;r= 100 mA, I = 20 mAl) u:‘gg = 20V
Silizium-npn-Epitaxinl- Uppn = 20V bei g =0..100 mAZ Ugpo = 34V
Planar-HE-Transistor for B =3 bai Upp= SV, lp=120 mA%) e = 04 A
VHF-UHF-Endstofen, brnx = 800 MHz bei Upg = 8V, 1=100 MHz?) Pt = 3W
Oszillatoren und Treiber- o S 45pF bei Uppg =12V, Ip=0mA, f=05MHz bai fonsa S75C
stufen bei niedriger o = 1W bei Uyp=12V, P; =0,25W, F=400 MHz t = 200 °C
Betriebsspannung n = 45%  bei Uf._'E =12V, P} =025W, f = 400 MHz
Collector mit Gehause _—
varbunden Y W= 0,5 ms, VT =001

) gemessen bei dem Strom, bei dem die Durchbruchspannung
Silicon npn ephtaxial ein Minimum ist
planar RF transistor measured at a current where the breokdewn volioge
for VHF{UHF power stages, is a minfmum
oscilloters ond driver I Maximalwert der Funktion fro =t i
stagas [or low supply Maximum of the function r E
volioge

Collector connected 10 crize

Grofe - Outlines

46 LI EIVH




Type

Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdalen
Maximum ratings

U 'l' =0,5ms, Vp=000
Silicon npn epitaxial
planar RF transistor for
VHF power stages,
oscillotors and driver
stages for low supply
yoltage
Collector connected to cose

ein Minimum ist

is g minimum
N Maximalwert der Funktion
Maximum of the function

Grofe + Qutlines 9

3

e

Z | BFS 51 lopo = 100pA  bei Upp= 15V

z UgpsatS 1V bei lg =250 mA, Iy =50mAY

= | Silizivm-npn-Epitaxial- Upgp = 20V bei lg =0..100mA?3

% | Planar-HF-Transistor fiir B = 15 bei Upp =15V, Ip=05 A1
VHF-Endstufen, Oszillatoren| fpnay 2 450 MHz bei Uy = 5V, |=100 MHz?Y)
und Treiberstufen bei Cihy = 15pF bei UPB =12V, I =0mA, f=05MHz
niedriger Betriebssponnurg &l =09W bei Upp =12V, P =125 mW, f=175 MHz
Collector mit Gehduse M = &09% bei Upgg =12V, P = 125 mW, =175 MHz
verbunden

%) gemessen bei dem Strom, bei dem die Durchbruchspannung

measured at a current where the breakdown voltogs

fT = f“ET

UCHO = 40V
Upgo = BV
UEBG - 4 V
g =075 A
Pit = SW
bl e < 75 °C
t = 200 °C

J

Eingangswiderstand und

Silicon MOS field effect
transistor p-enhancement,
for circuits with high
input resistonce and for
speciol switching
applications

GraBe « Outlines 37

66 WIALITTETIVH

Rpgg = 10101 Qbei Ung =
s bel Ugg = Upg =15V, =1 MHz

bei UGb - UDS ="15V, f=1MHz

fir speziells Schalt- i8% = 4 pF
anwendungen Cigg = 06 pF  bel Ugg=
Coss S 35 pF

bei Upg=-15V, Ugg = OV

= =10 pA

a=-15V, f=1kHz

bei U(Js = UDS ==-15V, f=1kHz
=20V, Upg= 1V
20V

lpgg =-0.5nA
A Lf(fsb-r =45V bei Upg=-15V, Ip
Silizium-MOS-Feldefiakt- In = =5 mA bel Ugg=Upg=-15V
Transistor, P-Kanal [Yeg =700 uS bei Ugs = Ups
Anreicherungstyp, fir [Yogl = 3048
Schaltungan mit grofiem Tdon — 5002 bei Ugg

Upg ==15V, = I'MHz

UGSS =140V
Upgg =30V
jD = -25 mA
Vg, | NN
bei tn, = 45 °C
t = 150 °C

}
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Type Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
BFX 33 legn < 100nA  bei Upp = 30V Uepop = S5V
g Uppaat =025V bal | =100 mA, | = 20 mA ) o0
Siliztum-npn-Epitaxial-Planar- UI'_'LE'“> 55V bei l" = 100 pA y i HLEU = 4
R : CBO si lg. = 1005 EBD = 35V
ransistor fir Antennan Uien 5 30V Balil = 5mA | =
varstarker-Endstufen bis ein- BCLU > 25 b:: d = 15? lpp= B0 mA PC :Qoﬁr; \?\.r'
schlieBlich FS-Band 111 und - i SB $ e e tat T
b e frmax = €00 MHz bei Ugg = SV, I =100 MHz bei tonse = 100°C
Cre = 2pF beilUgy= 28V, f =105MHz 4 =200 °C
Silicon npn epitaxial planar Gp'} = 20dB beilpy = 25V, lg= &imA,
RF transistor for aerial f = 200 MHz
amplifiefs up to TV-band 11| '} gemessen in neutralisierter Schaltung
and in wideband amplifiers measured in neutralised circuit
Grofe - Outlines 9
BFX 89 'jc*:m > fg\‘: gﬁf l’r, = 10pA Uggo = BV
"EOQ > gi'lg = 10mA ~ =
Stizium-npn-Epitaxisl- BLEO > 0 i d;[l = 1V, Ig= 3mA H'}“E‘S - 2‘2 ¥
HF-Transistor fir proiessionelle | ¢ A L O\ 2 -
Anwendungen bis in den {Cr_, z 1;GHZ ::[ S(E : }g : :C : L:D e lc -~ 2 mA
GHz-Bereich B Al X Sigs O ol Prot = 200 mW
F < 65dB bei Upp = 5V, Ip= 2mA, bel t 4, < 25°C
Silicen npn epitaxial planar f = 500 MHz, Rj; = S0 1 = 200 °C
RF transistar for professional
opplications up to GHz-range
Grobe + Outlines 7 § = E

H3ALIFTETIVH

1ol

BFY 27/2 N 915* B = 40,..160 bei Upp= 5V, le=10mA Uspp = 7OV
) Uppaat< 'V beily = 1mA, Ig=10mA Uppg = SOV
Silizium-npn-Planor- Upgpsar< 09V bei lp = 1mA, Ip=10mA Ugpo = SV
Transistor for nichtiber- fp > 250 MHz bei Upp =15V, Ilgo=10mA Poop = 320 mW
staverta Schalter, Ver- lgpo < 10 nA bei Uy =40V bel'a, oy, =459C
starker und Cszillatoren 5 = °C
Silicon npn planar
transistor for non-soturating
switching circuits, amplifier
and oscillator circuits
L E
Grobe - Qutlines & 3
* Nicht fir Naventwicklung 2 &:° 2
BEY 65 B =% bel U =10V, 1= 2mA BFY 65 BFY 80
Ucku< %20 mV bei Iy =02nmA, 1= 2mA Ugpo =100 100 V
BFY 80 lopo = 100 nA  bei Upy = 75V Ugpp = 90 90V
Silizium-npn-Planor- lp = <0 MHz bei UL‘L‘: =10V, lp= iU-ITIA bei RB[‘: =1 k@

Transistor zur Ansteverung
von Ziffernanzeigerdhran

Silican npn planar
transistor for Nirie driver

Grofie - Outlines §

Vgag =_ 7, -7¥

logg =200 200 mA
tor = 965 260 mW
bei ty =45 °C
,j = |75 175 °C
3
G
\o ©,
£ .




- - ) Kenndaten .23 Grenzdaten
g Typical characteristics Maximum rotings
=
> | BFY 69 i = 40 bei Upp= 1V, 1o=05mA Uegn = 2V
= [ BEY 69 A 8 = 5 bei Upp= 8V, lg= ZmA Uppg = 15V
Ll TR Uggeqr S250mV  bei |g =10 mA, 1 =03 mA Ugpg = &V
G Silizium-Epitaxial-npn- fp = S0 MHz bei Upp= 5V, lg= 2mA P = 105 mW
Planar-Subminiatur- | lepp =1000A  bei U(.'i; =25V t-(I.!atei t =45°C
Ta:ubnsmar for Kleinstgerate | 4 2y 125 =C
Silicon npn planar
transistor in miniature
cases for very small sets

Gréfle - Outlines 14 , B==0

|

= 100... ei Upp =5V, 1o=0,1 mA 3 ot =
| _ CE ( . FO 45y
BFY 86 B <20 10% bei U =5V, Io=0,1 mA | UL{;; = sy
Silizium-npn-Epitaxial- fp =z 0 MHz bﬂf Upp =35V, lc=05mA lg = 100 mA
P_lancr-Doppei:runsisior Cih = 8 pf bB'I Uop =35V, I =0, =100 MHz Plobr = 160 mW
for Differenzverstarker F = 6 dB beiUpp=5V, I-=02mA, bei t, 1, = 45°C
oy s =V kHz & 100 Hz, Rn-=2 k2 P = 210 mW
Silicen npn epitoxial . G totl+ 11 s
Khie 2700 Eml s X ‘ =
plandgr double transistor BE - 23 U‘-‘h SV IL 0.1 mA bei tuh = 4°C
for differantial amplifier i =1seC

Grofie + Outlines 30

£p
ECHC
by p

i U= - g = 2BV
(i) = 40 bei Ugp= 1 V., lg=035 mA Ueno
BEY 87 B =&  beilgg= 5V, lg= 2mA Uepo = 18V
BFY 87A UppeatS 250 mV  bei Iy =10mA, g =03 mA Upip, = SV
£ 1 = 50 MHz bei Upp= EY, lg= 2 mA Phél- = SESmE\:N
Sitizium-Epitaxial-npn- - 100 nA  bei Upy. =25V oty = 45°
Planar-Subminiatur- lcgo S0 8 Fep " D 195 oc

Transistor [ir Kleinstgerate

Silicon npn planar
transistor in minjature
cases for very small seis

£
Grafte - Outlines 15 B:_'_ra

B = 40 bei Upp= 1V, lg= 5 mA Usgo = oV
BFY 88 Upg =7200mV bei U(E =10V, lp= 5mA Upgo = & \\;
Silizium-npn-Epitaxial- bp = 850 MHz bei Ugp =10V, lg= SmA Ugno = 3.? A
Planar-HF-Tronsistor fir Cia = 02pF beilUgpg= 10V, lg= 1mA, f=100 MHz | g ; ]?;‘ :w
UHF-Verstarker und Brait- vi"—‘ 15dB  bei Uy =18 Vo lg= 2mA, f= 500 MHz Piot . _\.‘15 i
bandversiarker bis 1 GHz | F = 35dB bei Upp =18V, lp= 2 mA, f= 200 MHz bei Imzh e
F < 65dB bei UL}E=20\"' lu=i,5 mA, = 500 MHz ki = 175 °C
Silicon npn epitaxial
% planar RF transistors for
= | UHF amplifier ond wide-
E band amplifiersup to 1 Gels
ﬁ < i § ~ 8
Grafe - Outlines 11 =
8 o o




Type

Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdaien
Moximum ratings

BFY 90

Silizivm-npn-Epitaxial-
Planar-HF-Transistor fir
VHF/UHF-Anwendungen bis
in den GHz-Beraich

43L1378IVH k0L

Silicon npn epitaxial
planar RF trapsistor-for
VHF/UHF applications up
to GHz-range

Grobe « Qutlines 7

lL"Bf) < 10nA bei UCT! =15V
B > 2 bei Upp =10V, Ip= 2mA
Uspp > 30V bei I =10pA
cEo > 15V beily = 2mA
fp > 13 GHz bel Uppa = 5V, Iy =20 mA
Cro < 0BpF bei Upp = 5V, Io= 2mA
pe > 14dB bei Upp =10V, |n= 2mA, { = 500 MHz
= 28dB bei Upp =10V, lp= 2mA, i= 200 MHz
Y-Parameter
Emitterschaltung, | = 500 MHz, Upp =8V, lx=2mA
Relyj,) = 16mS Cio. =3750F  fvpel =155mS
“Try = 1027 I¥fel = 45mS B = 750
EEI’V‘,L.?= 190 5 Coo = 19pF )

Uopg = 30V
cro = 18V
Ugpg = 25V
I = 25 mA
Pyat = 200 mW
bei tymp = 25°C
t = 200 =C

BLY 78

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-HF-Transistor fir
VHF-Endstufen, Oszillotoren
und Treiberstufen bei
niedriger Betrisbsspannung
Emitter mit Gehouse
varbunden

Silicon npn epitaxial
planor RF tronsistor for
VHF power stages,
oscillotors and driver stages
for low supply voltage
Emitter connected to case

Grafie + Outlings 43

¥IL13TEIVH

501

ll:‘l::l'! < 100 pA  bei

Uk S TV beilg 05 A, Ip=100 mA )
Uego 2 AV bei lp =0.200 mAY) 3
B = 15 bei Ugiy I =750 mAT)
f’l'ma.: = 450 MHz bei Upp =100 MHz 1)

ob S 20pF  bei U'-.H I =0mA, =107 MHz
P =z AW bei Uy = 1W, F=175 MHz Y
n = /0% hei Upp =W, [= 175 MHz

'} impulsmabig gemessen - pulse.meosurement

Y gemessen bei dem Strom, bei dem die Durchbruchspannung
ein Minimum ist
measured at o current whéere the breakdown voltage
is a minimum

3) Moximalwert der Funktion
Maximum of the function

4 in nicht neutralisiertem Versiarker
non-neutralized amplifier

fip = tllg)

Upgpg = 4OV

Uppg = 20V

Upgo = : :

o] =

Pln| = 8 W
bl by e S75.9C

t = 200 °C

F
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Type

Kenndalen
Typical characteristics

Grenzdaten

Maximum ratings

BLY 79

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-HF-Tronsistor for
VHF-Endstufen, Oszillatoren
und Treiberstufen bei
niedriger Betriebsspannung
Emitter mit Gehause
verbunden

Silicon npn epitaxial
planar RF transistor for
VHF power stages,
oscilloters and driver stoges
for low supply valtage
Emifter connected to case

Grafe - Outlines 43

'} impulsm&ftig gemessen -

[l"ElJ < 250 pA  bei Upp= 15V

s IV beilp =05A, I5=100mA")
Ucpn = 20V bei |y =0..200 mAY 2
B ;__’ 15 bei U(‘|H=15V, 1(‘\=‘AI]
fruine = 400MHz bei Upp = 5V, =100 MHzY

ob S 40pF  hei Upp =12V, I =0mA, =107 MHz
Py = 1IW  bei Usp=12V, Pi =4 W, f=175 MHz ¥
n = 80% bel Upp=12V, Pr=4W, {=175 MHz

pulse measurement

) gemessen bei dem Strom, bei dem die Durchbruchspannung

ein Minimum ist

measured ot a current where the breakdown voltage

Is @ minimum

Maximalwert der Funktion

Muoximum of the function

4) In nicht nevtralisiertem Verstarker
non-nevtralizad amplifier

3

{T s [“El

UE’HL‘I = 40V
Uegp = AV
Ugpn = ; K
o] =
Piot =165 W
bei f,4ep < 75 °C
fj == 20‘0 “C

BLY 80

Silizivm-npn-Epitaxial-
Planar-HF-Transistor fir
VHF-Endstufen, Cszillatoren
und Treiberstufen bei
niedriger Betriebsspannung
Emitter mit Gehduse
verbunden

Silicon npn spitaxial
planar RF transistor for
VHF power stoges,
oscillators and driver stages
for low supply voltage
Emitter connecied to case

Grafe « Outlines 35

1} impulsmabig gemessen »

legpo = 100 pA bei Upp= 15V

UppaS 1V beilg =05A, Ip=100mAY%

Uppg = 20V beilp =0.200 mANY

B > 15 bel Upp =15V, ln=750 mA

frmax = 450 MHz bei Upg= 5V, f=100 MHz?
o = 2pF bei Ul'B'_"?V- I =0mA, f=05MHz
o =52W bai Upp =12V, Pi=1W, =175 MHz4

M = 70%  bei Ui‘l':=]2V' Pi=1W, =175 MHz

pulse measurement

2| gemessen bei dem Strom, bei dem dis Durchbruchspannung
ein Minimum ist
measured at a current where the breakdown voliage
is a minimum

3 Maximalwert der Funktion

i frn= F1lgl

Moaximum of the function £ E

) in nicht nevtralisiertem Verstarker
non-neutralized amplifier

]
i
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Type

Kenndaten

Typical characteristics

M

Grenzdaten
aximum ratings

BLY 81

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-HF-Transistor fGr
VHF-Endstufen, Oszillateren
vnd Treiberstufen bei
niedriger Betrishsspannung
Emitter mit Gehguse
verbunden

Silicon npn epitoxiol
planar RF fransistor for
VHF power stages,
oscillators and driver stages
lor low supply valtoge
Emitter connected to cose

Grobe - Outlines 35

lopo S20pA  bei
UppsatS 1V bei
Uppg = 20V bei
B

= 15 bei

f'!'llnl: = 400 MHz bei
ok < 45pF bei
Pq = 12W bei
n = B09%  bei

UI'F_ = 15y

l“ = 500 mA, 'I.“ =100 mAT)

o =0..200 mA Y2

Upp =15V, lc=1A1

Upp= 5V, =100 MHzY

Ul;'B =12V, ]l‘l =0 mA, f=0,5 MHz
Upp =12V, Pi =4'W, =175 MHzY
UUI’I =12V, Py=4 W, F=175 MHz

'} impulsmaBig gemessen - pulse measurement

%) gemessen bei dem Strom, bei dem dis Durchbruchspannung

ein Minimum ist

measured af a current where the breakdown veltage
is o minimum
) Maoximalwert der Funktion
Maximum of the function
4 in nicht neutralisiertem Verstarker
non-neutralized amplifier

Uppg = 40V

CEO

Urp
|
Ring

20

9 =
= 2
&

BSW 10

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-Transistor fur sehr
schnelle Schalter und
HF-Verstarker

lopo = 100 nA  bei

UppsatS 04 V bei

UpEant= 13V bei
-

B = 25 bei
1] > 40 bei
B = bsi

Ugg= 40V

lg = 150mA, Iy = 15 mA
lg =150mA, Iy =15 mA
Ugg= 0V, lp= 1mA
Ugg = 10V, lo=150mA
Uog = 10V, lg=3500mA

]

Il

Upgp = 9OV
Ugeo &V
s = 7
(6] L

Plot. =08 W

bei typ =45 °C

i N = = 5 I = 22W
Silicon npn epitaxial fp & 2z s :J‘_-'_I"] MH‘O Yo Jo B “.;‘ei ' = 45 oC
planar transistor for : S U‘_ i 101\-" b D s o case = e
very high speed switching | Cob = B elibon = S i
and RF amplifiers on  =100ns beilg =150mA, = 15mA,
Ipg = 1SmA, By = 400 o
Grafis + Outlines 9 t =30ns beily =150mA, lg= 15mA, 2
off C B Pt o
lp, = 15mA, Ry, = 402 r F
T — i = [P = 5V
11 leno 2nA bei Upp =20V B0
Bsw lgpo = 1nA bei Ugp = 4V UUF_'.I.I = 15V
Silizium-npn-Epitaxial- U&E=1t= 02V  beily =10mA, lg = 1mA Ugpg = SV
Flonar-iransisior im B > 5  beilUpg= 1V, lg=10mA lg = 200 mA
KunsistofigehGuse fir sehr | £, > 400 MHz bel U =10V, I =10mA Prot 50 nlw
schnslle Schalier, geeignet Cop < 3pF beiUpg =10V, lg=10 bei tymy _ﬂas_ C
fir Module 1. = 125°C
Scholtzeiten + Switching times 4
Silicon npn epitaxial o= 10:mA; Ins ==lp- = 1 mA
: ; & P i) B2
planor transistor with t. < 25ns T <50 ns
- on v off
epoxy case for very high
spaed switching, suitabla
for moduls 2
Grofie - Outlines 33 oes,
JEE




Tide Kenndaten Grenzdaten
g Typical characteristics Maoximum ratings
,% BSW 12 lepo S S0 nA bei Uy =20V Uspo = 40V
= Uppeas 04V beily = 10mA, Ip= TmA Cro = AV
m | Silizivm-npn-Epitaxial- UppeaS 08V bei ln = 10ma, Iy = 1mA Uppo = 5§V
ﬁ Planar-Transistar im = 18 bei Upp = 1V, 1(,‘ =05mA e = 200 mA

Kunststoffgehause fir B = 40 bei Upp = 1V, lp= 10mA Prot = 5 mW

sehr schnelle Schalter, fp = 200 MHz bei Uy =10V, 1y = 10 mA; bel t o, =459C

fur Module geeignst f = 100 MHz 4 = 125°C

Con < 6pF bei Uny =10V, F=1MHz

Silicon npn epitaxial ' < 40 as beil = 0K e A

planar transistor with e - 1:_ = 1 mAl B !

epoxy cose far very toef = B0 ns. bei 1,.2 =10mA, g, = 3mA,

high speed switching, [l'l =]

svitable for moduls 5

Grobe - Qutlines 33

lopo < S0nA bei Ugp = 25V Upgy = 3BV
Bsw 19 U‘J.'uj: sat ‘_‘J‘U 18V bai 'C = 10 fl'l-lk, lB — 0.3 mA Ul..'I':ll = YV
Silizium-pnp-Epitaxial- Uppea <078 V. bei lg = 10mA, Iy = 03 mA Uppy = SV
Plonar-Transistor fir sehr | § Gruppe VI 40..120 bei Ugp =1V, 1;; =10 mA Iy = 100 mA
schnelle Schalier B Gruppe A 100..300 bel u”, =1V, Ig=10mA Prar = 215 mW
Silicon pnp epitoxial & = 50 bei UfF‘ =1V I'(_T = 50 mA bsi Tamb = 45 °C
o trnsidtar for fp 2180 MHzbei Uy = 5V, lo= 10mA f =175 °C
very high speed switdhing Cuh = _5 pf be! Upp = oy, lg= 0
applications Yo <10 ns  bei |y = 10mA, ln‘—' |“2ﬂ 1 mA
togf =600 ns  bei lg =10mA, lg= lg,=1mA
Grobe - Qutlines 6 :
¢
o o
[ f
BSX 38 B Grupps A 100..300 bel Ugp = 1V, 1o =13mA Uppg = 35V
B Grur;w B 250..750 bei Upp =1V, I¢=10mA Upgop = 3V
Silizium-npn-Epitaxial- Uit S 02V bei I = 10mA, ‘D = 0,3 mA ERO = 5V
lanor-Sehalttransistormit, | Uy, tu‘_n 75V beilg = W0mA, lp=03mA loyy = 200mA
heher Stromverstarkung b =200 MHz  bei Ugg = 10V, lg= 10mA Bisi = 245 mW
Silicon npn epitaxial lgpo = 1 74 el Uop = 25V - B bel T.um_h :0;5:(:
planar switching transistor | fon < 150 ns bc—[ lg = 10mA, I, =lp,=1mA 'j i c
with high gain Toif < B0 ns bei lC = 10mA, ;= 1152 =1mA

Grofie + Qutlines é

dILTETEIVH
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Type

Kenndaten
Typical choracteristics

Grenzdaten
Maoximum ratings

BSX 53
BSX 54

Silizium-npn-Epitaxial-
Plonar-Transistor. Schalt-
transistor mit hoher Strom-
verstarkung und isoliertem
Aufbau

Silicon-npn epitaxial
planar switching transistor
with high current gain and
insulated construction

GroBe - Qutlines &

B Gruppe A 100..300 bei Upp =1
B Gruppe B 250..750 bei Uz =1 s = 10 mA
B 2 50 bei Usp= 1V, I;=50mA
fp =200 MHz bei Upp =10V, o= 10 mA

V. lg=10mA
VARl s

UCEsatS 02V bei lg =10mA, I, =03 mA
UIIEsntf 075 ¥ bei lg =19mA, Iy = 0.3 mA
lego = 1 nA bei Ugp =25V

fgn  S1500s bei lg =10mA, Iy =lp, =1mA
tagf S B00ns bei Il =10mA, tBJ = l”2 =1 mA

BSX 53 BSX 54
Uspg =35 SOV
UCE\} = 30 45 v

Ugpo = & ¥

g = 100 mA

Ping. = 1300 mW
bej by, =45°C

Tj = 178 °C

AALIFTEIVH

Ell

[
BSX 68

BSX 69

Silizivm-npn-Epitaxial-
Planar-Transistoran fir
Schaltanwendungen

Silicon npn epitaxial
planar transistors for
switching applications

Grafe - Qutlines 29

BSX 68 BSX 69
lopo = 30 =50 nA bei Uop=20V
lopy S 10 S 10 pA  bei Uop =20V, Ugy =25 mV
iy = 10 10 nA  beilUpy= 2V
CEsat=100...250 B0..200mV  bel Iy =10mA, Iy =330 jA
= 30...300 £0...180 bei Upp = 0V, Igp= 10mA
tye = M5 =175 MKz
bei Uppy= 5V, lg=10mA, F=100 MHz
o 3 < B pF
bei Uog =10V, Ip= OmA, f= 1MHz
cl,:r. = 5 s B pf
bei Upp =10V, lg= OmA, f= 1 MHz
Schaltzeiten - Switching times
bei | =10mA, |l3‘| = lll'? =1mA, emp 8, 801°C
i = 30 ns tart = 400 ns
e < 200 ns te = 150 ns
't = 40 ns

BSX 68 BSX &9

Upgp = 3. 0¥

Uops = 15 20V

Uppp = 5 3V
lear =200 200 mA
Proe = 123 125 mW

bei Limb =45°C
i = 125. }25.°€C€




P Kenndaten Grenzdaten
E P | Typical characteristics Maximum ratings
=i ‘ = =
> | BSX 72 bai y = TmA Upgp = 4V
= o 5 v bei or ~ = 150 mA Usgo = v
E 5:11z|umv-n;:n-_Lpifax“|c:T- bei Ugp =10V, I = 500 mA UI'II-II.J = 5\
& | Plonor-Transistor fir sehr = 200 MHz bei Upp =10V, 1o = 20mA, F=100MHz| 1oy = 15A
% | schnelle Schalter und bel g =50 mA, |p = 50 mA Peot = 07w
HF-Verstarker U]iLsnl—“- 13V bei I =150 mA, Iy = 15 mA bei tyny = 45°C
Silicon npn epitaxial Yor = Zns bei o= 150 mA, lgy= g =15 mA, Piot L 43 W
planar transistor for high ; RL=402 el I'-'-'Ui? =#%G
speed switching and lagg =180 ns  bei I =150 mA, Igy=lpy =15 mA, = 175 “C
RF amplifiers Rla = 40 3
Grébe - Outlines 10
L E
BSX 75 g :L': 3 152} “‘: Bm‘.n = g $
- m e B
Silizium-npn-Epitaxial- B {[f: = 500 mA {‘:LU = 5V
Planar-Transistor iir sehr | ¢ ]'T' = 20 mA | i = 1A
schoelle Schalter und L & Al o = 430 mW
HF-Verstarker 3 tat N i
: UpgsatS 2V bei |l_, = 500 mA, 1= 50 mA bei tmy, = 45 °C
Silicon npn epitaxial le_:EaLg ].—3 v bE.i I‘.: = 150 mA, |“ = 15 mA pl'rt | = 1.5W
planar tronsistor for high Yon = s bei lg = 150 mA, |1:1= II;;= 15 mA, bei {0 =457C
speed switching oppli- . R, = 40@ Tj = 175 °C
cations and RF amplifiers togi =150 s bei Iy =150 mA, I = Ipp= 15 mA,
R, = 40@ 2
L o
Grofe - Outlines 6 o
=

B 215 bellgg=1V, lo=05mA Unpy = S5V
85X80 B =80  beilUgp= 1V, I;=10mA Uopp = 18V
Silizium-npn-Epitaxial- fp =200 MHz bei UCE 0V, Ig= 10mA Uppp = SV
Planar-Transistor in ut EeatS 04V bei lg =10mA, Ig= 1mA Ig = 200 mA
Kunststofigehause fir sehr U!,'! = 08V bei lp =10mA, = 1mA Piat = 180 mW
schnelle Schalter logop < 50 nA bei Uiy =20V bei t,,,, = 45°C

) e 2 ) b z

Silicon npn epitaxial an = 40 ns bg{ lg =10mA, :I.'»I :g mi :i 3 : 1 ;i fi 125 °C

planar plostic transistar tagg = 89n b“f :[: _T Tﬂ_m;R. lhw_m:' Liz

for high speed switching Ty S ¥ns beilg=lIp;=lp,=

applications . 2
i B

Grafe - Outlines &7 Uj]: ¢

| ] = i U =1 A = 35Y

BSX 81 | B =100.750 bei Ugp= 1V, Ig=10m

B = 75 bei Ugp= 1V, I = S0mA = 30V
BSW 88 fp =20 MHzbei Ugg= 5V, o= 10mA = 5V
Bsw 89 e bei !U = 10 mA, lg= = 0.3 mA = 200 mA

bei Iy =10mA, Ip =03 mA Prgg = 230 mW
Silizium-npn-Epitaxial- bef lyy =10mA; I =Ip, =1 ma bei ty= 45°-C
Planar-Schalttransistor togr < 0Bus bsi 1(;‘ =10 mA, [[.‘.1 = 1[:2 =1 mA t = 150 °C
. in Kunststofigehause | Groppe A 100...300
2 | Silicon npn epitoxial Gruppe B 250...750
= planar swud-nr_-g 1runs.tslor Frg e
= | encapsulated in plastic
: s @
™ | Grate - Outlines 27 H]Ef' !
C BS;?E'I 35\::“ BS\;” BSX 81 BSW B8 BSW B9




dLIevH 2Ll

e Kenndaten Grenzdaten
Ype - -
Typical characteristics Moximum ratings
BSY19/2N708 |B =0 boilgg= 1V, Io— 10mA Upg = @Y
B S 15 bei Upp= 1V, lp=05mA Uppg = 1BV
Sitizium-npn-Planar- Uppang< 04 V bej | = 1mA, lp= 10mA Uppp = SV
sustdals ? < Esat B [ EBO
Epitaxicl-Transistor for Upgeat< 08B Y bei g = TmA, lpn= 10mA I = 200 mA
sehr schnelle Schalter fp > 300 MHz bel Upp =10V, o= 10mA Pro = 320 mW
und HF-Anwendungen lepn < 2Z5nA  bei U p=20V bel t . = 4% °C
Silleon npn planar Einscholtzeit « Turn-on time tj =

epitaxial transistor for
tigh speed switching
applications and RF circuits

Grofe « Outlines &

bei Im =3 mA, Iga=1mA, 1o=10 mA

Ausschaltzeit « Turn-off time
bei lp, =3 mA, I, =1mA, 1o =10mA

Speicharzeltkonstante -

bei lp, =g, = 10 mA, |g = 10mA

Yo < 4D ns

1 < 70 ns

off

Charge stornge time constont

< 25 ns

Tx

EEINER R

211

B =30..120 bei Ugp= 1V, Ilg= 10mA Ugpnp = 4OV
BSY21;2N914 B > 10 bei Upg= §V, Ip=250mA Upgg = 18V
Silizium-npn-Flanar- UCE5:11< 07 v bel Ip  =20mA, 1= 200 mA, Ugpo = ‘5 v
Epitoxial-Transistor Fir Uppsa< 08 V bei ly = 1mA, Io= 10mA e = 500 mA
sehr schnelle Schalter fp > 200 MHz bej Ugg =10 V. lg= 2WmA Fiot L 320 m\.‘-'v‘
lopg < 25nA  beilUgp =20V bei ty,y = 45 °C
o b %
Stiifon, n!p:cp!u.n::‘rr for Einschaltzait « Turn-on fime 1 = c
epitaxiol transis ; 5 AT AL " & MR
high speed switching ugh Iy = tpp i ol = a0 on n
applications Ausschaltzeit « Turn-off time
bei Iy, = lg, = 40 mA, | =200 mA totr < s
Grabe - Outlines 6 Speicherzeitkonstante + Charge storoge time constant 3
beilH|=I82=lc=20mA T8 < 20 ns | (‘6*
0.0
! r F ]
8 = 105 bei Ugp =10V, lg= 10mA Uppg = 75V
BSY 44/2N1613 B = 95 bei Upe =10V, 1 =150 mA Usgr = S0V
Silizium-=npn-Planar- B >0 bei Upp =10V, | =500 mA bei Rpp =102
Transistor fir sehr Upgeat= 07 V bel Iy =15mA, |g=150 mA Ugpgo = 7V
schnelle Schalter UpEsay=0.95 V bel Iy =15mA, 1o=150mA tot = 700 mW
T > &0 MHz beilUgp=10V, Ilp= S50mA belty 1, =45 °C
Silicon npn planar lcgo = 09 nA bei Ugp =60V Piot = 26W
fransistor for high speed el touqe = 45 °C
switching opplications f. = 200 ©
Grobe - Outlines 10 S E
B8
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T ) Kenndaien ) Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
BSY45/2N1893 (8 > 3 bel Ugp =10V, o= 1amA Uopp =120V
e B = 40..120  bei Upp =10V, I;=150mA cEp = 80V
Silizium-npn-Flonar- UpRaar< 1.2 V bei lp = SmA, I, 50 mA UI’l;U = 7V
Transistor fir sehr Uppat< 09V beilp = 5mA, Ig= SOmA ot = 700 mW
schnelle Schalter f['[' > fg M:fz bei Upp =10V, Ig= S0mA bei tomp = 45 9C
. 3 win =5 = F
Silicon npn planar cBo < : b ey TN Pti’;’ = s W:,
transistor for high speed - I‘mi" = 4?- <
switching opplications ‘j S
£
Gralbe - Outlines 10 L
D0 O
C g
BSY46/2N 2193 E = lg” i3 EB? Uena gV
=4 ai e = 50V
Silizium-npn-Plangr- B = 4 bei U Uore = B
Epitasial-Transistor fir B =2 bei e
sehr schnelle Schalt u =015V i =
o U‘,,I 13V ::: P"gf- o
Silicon npn planar f{I Eﬂ:) 50 MHz bei Upp P “ lamh ;;i.vc
spitaxial transistor for o = 08 nA  bai Uy =&y O e
Kigh:spued swirhing (.‘I’,{: > v, ' Von bei :um—t = .c_r; °C
abplications Schalizeiten - Switching times t = 200 °C
| bei Ipy = lp; = lg = 15mA
Grdbe - Outlines 10 e < 70ns .
tf < SOns @
< 150 ns TS

BSY 55 g = i—‘g :g § :L' = HI] “‘: Ueno ‘23'; :
= 3 = m = -
Silizium-npn-Epitaxial- B = 4. R 10V, |‘é = 150 mA u;;lﬂ‘g = 7V
Planar-Transistor fir Uppay< 06V bei g =150mA, I = 15mA Ie =05A
sehr schrelle Scholter UppegtS 13V bei lg =150mA, Iy = 15mA Prot = 0BW
und HF-Verstrker fp =100 MHz bsi Ugp = 10V, Ig= 50mA, bei t,,1, = 45°C
Silicon npn epitaxial =0 tot, = o “:
planar transistor for ton =100 0s  beily =150mA, Ig;= lg,=15mA, bei fouse = 450 c
very high speed switching " By, — 400 4 A
applications and tyy =0 ns  beilg =150 mA, Ip= lg,= 15 mA,
RF amplifiers Ry, =402 =
o S 10 nA  bei Uoy = 90V 3\
Grisbe - Outlines 10 o o
£ g
BSY 56 B =12 bei Upp = 10V, Ig= ImA Uppy =18V
B = 180 bei Upp = 10V, Ig= 10mA Uppp = 8V
Silizium-npn-Epitoxial- B = 190..300 bei Upp = 10V, Ig= 150mA Ugpo = 7 v
Planar-Transistor fur Uppes 06 V bei | =150 mA, Ip = 15mA g =05 A
sehr schnelle Schalter UBI—'.sn; 13V beilg =180mA, g = 15 mA Prat = 0B W
und HF-Verstarker fp = 100 MHz bel Upp = 10 V. TC = 50 mA, bei ty 0, = 45°C
f= MH P 27 W
Silicon npn epitaxial =100 bai | 50.: ]502 T I (e tgt‘ i 45°C
planar transistor for fon = s o RG — 400 Pl By eSe { e Gl °C
very high speed switching - Mt 1% “ 2 = i
app“c;imi = tyyf =350 ns  bei iRc 4;5:: mA, I, = lp,= 15 mA,
4, L ==
REamalinars lopo < 10.0A bei Ugp = 90V S E
Grabe - Outlines 10 80




Yy Kenndalen Grenzdaten

E Typical characieristics. Maximum ratings
> | BSY70/2 N 706 iUgg = 1V, lg=10mA Uegp = 25V
= g = TmA. lg=10mA Uspp = 20V
& | Silizivm-npn-Planar- ily = 1mA, Ig=10mA bei Rpp =109
i Epitoxial-Transistor fir TUpp =10V, lp=10mA Ugpo = 3V

sehr schnelle Schalter ilUpg =15V Byt = 280 mW

- bei t 1 = 45°C
Silicon npn planar Speicherzeitkonsiante - Charge storage time constant t: = |75 °C

epitoxial transistor for 3
high speed switching Ts

applications

£
Grafla - Outlines 4

1A

35ns  beily = |T32= Ig =10 mA

[y &
BSY71/2N1711 | B 23 beillgy =10V, lg=101mA Usgo = 78V
B = 75 bei Upp = lg= 10mA Uprp = SOV
Sitizium-npn-Planar- B = 100...300 bei I = 150 mA, bei Ryp =10 0Q
Schalttransistor mit hohem B = 40 bei Upp = lg =500 mA UI"]:'.O = BV
Collector-Basis-Strom- - Ul__‘li_s:.t= 07V bai IE% = 15mA, ]t; =150 mA UI-ZBG = 7V
verhdltnis Upisat=0.95 V bei lp = 14mA, ‘U = 150 mA Prot = 700 mW
s i f-l- = 70 MHz be.i Ugp =10V, I = SmA bai tompy = 45 °C
ificon npn planar lego = 0.9 nA  bei Uy = &0V t = 200 °C

switching fronsistor
with high current gain

E
GraBe - Outlines 10 (“5

BSY 9]* B = 30 beji Upp = 10 V. lp= S§mA BSY 91 BSX 25
Uppsns 1Y bei Iy =067 mA, 1 =20mA Uegp= 40 40V
BSX 25* Uppans 1V beilp =06 mA, Ig =20 mA Uppg= 25 25V
= S MHzbei Uop = 10V, Ig = 50mA Ugpo=: 5 5V
Silizium-npn-Plonar- - - BrA  Be UCB - 30V Ptnt — 700 320 mW
Schalt-Transistor CEO) = Bei 1,5 = 45°C
1 =200 200°C
Silicon npn planar | i
switching transistor
Grabe - Outlines

BSY 91  BSX25 s E
10 12 e . 9
* Micht fir Neventwicklung

c 8
BSY 92* B > 60  beilpp= 2V, lp=010mA BSY 92 :3:93
Uppet= 18V bei lp = EmA, 1o =0 mA Uepn= 60 v
BSY 93* Uppeats 12V bei Iy = SmA, lg=50mA Uppg= 4 4
r = S0 MHzbei Ugg = 10V, lg=5mA Ugip=is .5V
Silizium-npn-Planar- I < 2 nA bei Ugg= S0V Piot =700 320 mW
Schalt-Transistor 2 bei 'n"i::'n: 425;;::{
t - :
x | Silicon npn plonar i
2 switching transistor
L==3
[ =
= | Grafie - Outlines
o | BSY9S2 BSY93
s 10 12
= * Micht for Neventwicklung




SO Kenndaoten Grenzdaien
B e Typical characteristics Maximum rotings
§ 2N 2218 | B “2 NEfw ZNmZZW bei 1 w0V, 1 1 mA BCB” 2 ;g :
= = el Upp = - c= " CED =
= 2N 2219 i ‘ Bz 35 75 bei Upp= 10V, lo= 10mA RO = 3V
5 | Silizivm-npn-Epitaxial- B =40..120 100..300 bei Upp = 10V, 1o =150mA I = 08A
% | Planar-Transistor fir sehr | g > 2 3  bei Upp= 10V, Ip=500mA Prot = 07 W
scnelle Schalter und fp = 250 MHzbei Ugp= 10V, Io= 2mA, bsi tyy, = 45°C
HF-Verstarker T =100 MHz bt = 24 W
G s
Silicon npn epitaxial | UegsatS 04 V. bei lg =150mA, Ip= 15mA bei t,, 40 = 45°C
planar tronsistor for high Uy, 2 R—T =< bei lg =150 mA, lp= 15mA F =175 °C
speed switching appli- lepag = 10 nA bei Upp= S0V
cotions and RF amplifiers Yo, = 25 ns bei gy =150mA, Ig;=lp, = 15mA,
Grobe - Qutlines 10 RL="G a N
tott = 150 s beily =150mA, Igy = Iga =15 mA,
RL =400 t (]
2N 2221 B “: 25 bei Upp = 10V, lp= 1mA Uagpn = &V
Silizi . 8 = 35 bei Upp = 10V, Ilp= 10mA Uppn = 0V
ilizivm-npn-Epitaxial- L g
Pl : achily B = 40..120 bei Upp = 10V, Iy =150mA Uppo = &V
anar-Transistor fiir sehr 2 gk, C =
fp =25 MHzbel U = 10V, Io= 20mA, I =08A
schnelle Schalter und - -
HF-Verstarker f =100 M Pot S0
. . Uppent= 04V bei lg = 150 mA, lp= 15mA | bei tyyy =45°C
siticonnpaepliodlal | G otis 13V befigii— DmA, Ip= 15mA bt = LSSTW
planar transistor for F_1rgh tiis = 25 ns bei |0 = 150 mA, Iih: Ipy= 15 mA, beiit . = 45°C
speed switching appli- R =400 tj = 175 °C
cationsiond REiompliflers || ¢ =100z beily = 150wA, lp= lg,= 15mA, | £
T o
Grobe - Outlines 6 R, =402 e
bei Uog = SOV et e

e ——

fepo = 10 nA

B = % bei Upp = 10V, o= 1mA Visn &0V
2N 2222 B 275  bel uf:;; = 10V, o= 10mA Uopo = 30V
Silizium-npn-Epitaxial- B = 100..300 bei Ugp = 10V, |, =150mA Ugpo = &V
Planar-Transistor fir sehr B > bai Ul”!I;‘ = 10V, In=500mA I ; - A
sthnalle Schalter und fp =250 MHzbei U = 10V, 1o= 20mA, Pist = 430 mW
HF-Verstarkar f =100 Mtz bei 1y, = 45°C
Silicon npn epitaxial S04V beilg =150mA, Ip=15mA Pigp. =188 W
planar transister for high s 13V el lg = 150mA, 1= 15mA bei foyge = 450“C
speed switching applica- = Bns bei lg = 150mA, Iy = I, = 15 mA, Hi =il3 %€
tions ond RF amplifiers Ry, =409 .

oy =10 s beilg =150 mA, I = Ipgp= 15 mA, £
Groba - Outlines & Ry, =400 oo

lopo < 10 0A bei Ugy = S0V '
2 N 3055 UpgeatS 11V bai lp = 4A. Iy =400 mA Uppg =100V

: : e Ugg =18V bei Upp =4V, I.= 4A Upgo = &V

Diffundierter SHlizium-npn- lppo S SmA bei Upp = 2V Umpgg = 7V
Mesa-Leistungstransistar |r:;-'.| < 07 mA bei Uttl: =30V I = 15 A
tiir Schalter hoher Leistung | B vy > 20 bei U(--l‘:— 4\, il = 4A I” = TA
und fir hochwartige | 5 = 5 bei Ugp = 4V, lo= 10A Pigp, o= 115w
NF-Endstufen fp o Z80KHz bei Upp =10V, lc= 1A Bl 14,00 S 25 °C

r%_ Silicon diffused npn mesa | Schaltzeiten - Switching fimes ' T M

= | power transistar for high bei lg=4A, Ip,= Iy, = 400 mA

m | power switdhing appli- t 23 us h = 27 s

= | cotions and high fidality T'i = 24 ps ' = i E

E ! r 4 [ ¢ " £
amplifiers

5

= | Grofls - Outlines 3 5

- - G . ' Len W
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0 Kenndaoten Grenzdaten
Ype . -
Typical characteristics Maoximum ratings
2 N 3375 lopn < 100 WA bei Upp = 30V Uggp = &V
Uppsat< 1V bel lp = 500mA, 1y = 100 mA Upggn = 4V
Silizium-npn-Epitaxial- Uopn > 6V bej lg =0, mA Uppo = 4V
Planar-HF-Transistor for Uppo > 40V bei |p = 0..200 mA e = 15A
VHF/UHF-Endstuien, Uy > 4V bei I = 0,1 mA B = 10w
/ E1O £ bt
Oszillotoren und Treiber b = 500 MHz bei Upg = 2BV, 1o =150 mA bel .. =45°C
Cop < WpF beilgy= 30V 1 = 200 °C

Silicon npn epitaxial
planar RF transistor far
VHFUHF-power stages,
oscillotors and driver stoges

Grofie - Outlines 43

Ps > 3W beilUgy = BV, f
W > 4% belUpg= BV, I

400 MHz, P; = TW
400 MHz, P = 1V

2 N 3553

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-HF-Transistor fir
VHF-Ends*ufen, Oszillatoren
und Treiber

Collestor mit Gehduse
verbunden

Silicon npn epitaxial
plonar RF transistor for

VHF power stages, oscllla-
tors and driver sioges
Collector connacted to case

GroBe « Outlines 9

lero < 160 pA  bei UQE = 30V
U< 1V bei 10 = 250 mA, Jl‘. = S mA
Ul'l‘.“ > &5V bei IC = 0,3 mA
CEO = 40V bei I = 0..200 mA
UILUU > 4y bei _IE = 0,1 mA

fp 500 MHz bej Upp = 2BV, Ig =100 mA
Cog < 10pF beiUgp = 30V
P, > 25W beilpe = 28V, f=175MHz, ;=025W

n > 2% beiUgg = 2BV, f=175MHz, P =025W

Uppg = 6V
gEor = 40V
gro = 4V

la = 1A

Pror., = 6W
bei toyee = 45°C

* = 200 °C




et Kenndaten Grenzdaten
5 Typical characteristics Maximum ratings
| 2N 3632 logo > 20A  bei Ugy = 30V U 45V
A s . Upget< 1V beilg = 500 mA, 1y = 100 mA o2
= | Silizivm-npn-Epitaxial- ey . ? CEp = WV
= ! cpo > 6V bel ly = 05mA \ -
= | Planar-HF-Transistor ; gy = 4V
=] Upgpg = 40V bei |y = 0..200 mA
= | fur YHF-Endstufen, Uppn > 4Y  bel te. =006 lo = BN
Oszillatoren und Treiber ) SR A v = AW
szl v g b = 400 MHz bei Uy = 28V, | = 150 mA =T
Silicon npn epitaxiol Ci'H < 2pF bei Upp = 30V i case 200-9C
planar RF transistor for Pa = 10W  bei Ugy = 28V, f =240 MHz, Pr=3WwW !
VHF power stages, oscilla- | 1 = 0% beilgy= 2BV, f =20 MHz, Pi=3W

Grobe - Outlines 43

c
tors ond driver stoges ] Q
'3

2 N 3866 5B Sl o ld"-'“ T ;gz lg= 80mA, Vp=01| Uogg = 55V
g cpo = W ei Ugp = Upgg = 30V
Sifizium-npn Epr_lcmnf: Ugha® 1V beily = 100mA, Iy = 20 mA 0 _l 9~ e
Planar-HF-Transistor fir o e bai L = EBQ ;
2 T 800 MHz bei Upp = 5V, 1p= 25mA, lew = 04 A

VHF-, UHF-Leistungsstufan, i - 100 MHz i Pr" T '5 W
Oszillatoran und Treiber- P = 1W heilUg = 28V, P:=01W, l'é"; — 950¢
stufen @ B 1 £ & teaze

t [ = 400 MHz 1 = 200 °C

5 J

Silicon npn epitoxial n = 4% beily = BV, P=01W,
planar transistor for VHFs f = 400 MHz

ond UHF power stages,
osclliotors and driver
stages e

Grofie - Outlines 9

Dioden - Diodes Standard-Typen - Standard types

= Kenndaten Grenzdalen
b Typical characteristics Maximum ratings
AA 112 Up =085V  beilp = 10 mA Ug = 15V
lp = 12pA  beilp= 10V Uy = 20V
Gormaniom LF Biada | AC =012 pF  bei Uy =075.3V, f=107MHz |1, = 24mA
for nlederohmige | lpy = 45mA ) )
Demodulator-Schaltungen | Py =110 mW beity,;,=45°C
B = 100 °C
Germanium RF diode
for low resistance [
ractifier circuits
Grole « Outlines 17

2XAAT12P

Diodenpaar fur nieder-
ohmige Ratiodetektor- und
Diskriminator-Schaltungen

Maiched pair for low
resistance ratio detectors
and discriminators

H3ALIITEIVH

74
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Type

Kenndaten
Typical charactaristics

Grenzdalten
Maximum ratings

AA 113

Germanium-HF-Diode
for hochohmige
Demodulator-Schaltungen

Germanium RF diode
for high resistance
rectifier circuits

Grofle « Qutlines 17

2XAA113P

Diodenpoar fur hochehmige
Ratiodetektor- und
Diskriminator-Schaltungen

Matdhed pair for high
resistance rotio detectors
and discriminators

Up

In
13
AC

»

13N

30 uA
180 pA
0,08 pF

bei. Ip
b:r U"
bei U“
bei Uy

10 mA
a0V
60V
0,75.3V, =107 Mtz

Up

Upat

0
g

15

=

A
Py =110 mW beity,, =45°C

Yy
&5V
10 mA
50 mA

100 °C

AAT117
AA118

Germanium-Upiversaldiode!
ior hoha Speresponnungen

Germariium general
purpase diodes
for high reverse voltage |

Grobe - Outlines: 17

2XAATI8P

Dicdenpoar far
Phasendiskriminatoran

Matched pair for
phose discrimingtor

Up
Ir
Ip

AAN7 AAME
=12 105 V
= 4 25 pA
= 80 75 pA

bei lp = 10 mA
bei URE 10V
bei Up =100V

Y
15V
50 mA
150 mA




e | Kenndaten Grenzdaten
E Typical choracteristics Maximum ratings
>| AAT19 Up =056V beily = TmA Up, = 2V
& Up =15V beilp = 10mA Upig = 45V
m | Germaniuvm-HF-Diode n =08 nA bei Up =15V ley = 35 mA
i fir hochehmige In = 45 pA bei Up = 10V Iy = 100 mA
Demodulator-Schaltungen | Iy = 35 pA bei Uy = 30V Py = 110 mW
R = 15k bel Uy =3V, =107 MH bei = o
: : 1 HEeff : 7 MHz ei 1, 45 9C
Germanivm RF dioda ,r = i ok
! = B5% bel Uyper =3V, F=107 MH . = 9o
for high resistance ’ HEelf ‘ r’ e

rectifier circuit

Gréfe - Outlines 17

2XAATI9P

Digdenpoar fir hochohmige
Ratiodetektor- und
Diskriminator-Schaltungen

Matched pair for high
resistance ratio detector
and discriminator

B

AA 132 Ug 135V bei lp =10 mA U = 100 V
|1 — 6uA  bei Uyp=10V Uy =110V
Germanium-Universaldiode| |, = 38 uA bei Uy =80V oy = 50 mA
fiar mittlere Sperrspannung et = 150 mA
Py = 135 mW
Germanium general bei t ;= 45 °C
purpose diode for 4 = 100 °C
medium raverse voltoge ‘
Grofe - Outlings 17
AA 133 Up =130V
Up =135V bei lp = 10nA Up = 140 V
Garmonium-Universaldiode| |, = &pA  bei Ulf. = 10V Iy = 50 mA
for hohe Sperrsponnung | Iy = S5pA bel Up = 100V Tt = 150 mA
1ll = 110 A beij Uii = 130 ¥ F'\- = 135 mW
Germanium general- Bel 1, = 45 °C
= | purpose diode ] = 100 °C
> for high reverse voltoge
=
m | Grobe - Outlines 17
m
e
5
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Type Kenndaten ‘ Grenzdaten
Typical characteristics Moaximum rc:ﬁngs
AA 134 Up =135V  beilp = 10mA |u" = 55V
; I =75pA beilp= 3V Upn = 70V
Germaniem-Universaldiode ||R = ;g BA Eei Ug= 10V g 2 = 50 mA
= A bei U, = 5V = =
Garmonium general- B ¥ = ;l' X = :gg :\?V
=1l iod b Py
purpose diode bel 1., = 45 °C
; = o
GréBe - Qutlines 17 ' i3
AA 137 Up =09V bei Iy =10 mA Up = 30V
g = 13pA  beilUp=10V Upyy = 40V
Germanium-HF-Diode fir Ig ’ = 12 mA
FegelspunnunE;serzeuger Deqr einem Schwingkreis von 39 MHz paralls] liegende lFM = 25 mA
in Fernsehgeraten Dodmpfun‘gswiderslond der Dioden-Gleichrichter-An- Py = 110 mW
ordnung ist: i = @
Germanium RF diode W " bei t‘mﬂ’ m;{-cc

for AVC rectifiers
in TV receivers

Grafie - Outlines 17

Domping resistance of the detector perallel a re-
sonance circuit of 39 Mc/s is:

Ry = 12k

AA 138

Germanium-HF-Diode
for Demodulator
in Fernsehgeraten

Germanium RF diode for
rectifiers in TV recoivers

Grabe - Outlines 17

Up
%

= 07V
18 uA

bei |1.‘ =10 mA
bei Uy =10V

Der einem Schwingkreis von 32 MHz porallel liegende
Dampfungswiderstand der Dioden-Gleichrichter-An-
ordnung ist:

Damping 'resistonce of the detector parallel ‘a re-
sonance circuil of 37 Mcjs is:

Ugp =
Upn =
Iy = 12mA
lpyr = 25mA
Py =110 mW beit, ., =45°C

t;  =100°C

I
8
<

Rg = 38k
A | u 20V
AA U S 05V bei b =10m R =
139 r < 100 pA  bei Up =20V Upy= 20V
Silizivm-Kleinfldchen- Iy = 400 mA
Dicde, Universal-Diode l]-‘ = 200 mA
mit kleiner Sperrspannung Py = 65mW bei 'amb=45&c
ty = 90°C

Silicon general purpose
smoll junction diede for
low raverse voltoge

Grafe - Outlines 17
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Tibw Kenndaten Grenzdalen
b Typical characteristics Maximum ratings
AA140 AA142 |UYp <S03V beilp = 01mA Ug 30 V
4 ] » Ulp = G,SV bei |1;~ == 1 mA URH = 3V
Germaniym-HF-Diade for Up £ 1V beilp 10 mA lo = 10 mA
Demodulator-Schaltungen Up = 15V  beilp = 30mA Ip = 20 mA
Germanium RF diods g = 0ApA belUg = D1V lppp = S0mA
for rectifier circults I S 092pA beilp = 15V t = 100 °C
h , In = 4pA beilp = 10V
Grobe - Outlines I S 6uwA beilp = 30V AA 140
AA 140 AA142 n = 8% bellUgp= 3V, F=107MHz [Py = 100, mW
&7 8 HE | Tbei = 45°C
R, = 33k || 330pF | Pelitymy =
AA 142
2% AA 140 P Py = %mw
2XAA 142P B i S

Diodenpaar fiir Ratio-
detektor und Diskrimina-
tor-Schaltungen

Matched pair for ratia
detector and discriminatos

BA 147]...

Silizium-Universaldiode
Silicon general purpose
diode

Grafis - Qutlines 17

Ug

BA 147/25 I
BA 147/50 Iy,
BA 47100 |, <
BA 147150 1
BA147/230 Iy <

BA M7[300 I <

=084V

< 500 nA
< 500 nA

1 pA

< 1.5pA

2w
3 pA

bei

bej
bei
bei
bei
bei
bei

lp = S0mA
Up= 25V
Uy = 0V
Up =100V
Ui‘l =150V
Up =230V
Ujy = 200 V

BA 147/25
BA 147/50
BA 147/100
BA 147150
BA 147/230
BA 147/300

E =
Py ) =
bei tamb

tj F=

Up =
U'R =
Up =
Uk
Up
Ug
100 mA
210 mW
= 45°C
150 °C




diode for moduls.
Suitable for very high
switching applications

Grobe - Qutlines 34

y Type Kenndaten Grenzdaten
=] Typical choracteristics Maximum ratings
T .
> | BA173 FF ‘50 1; :A E*’f U-‘ = 13?:8 f\‘:’" Up = 300 V
= ” . R =0, ai Up = u = 350V
m | Difiundierte Silizium- = . =3 — A3
3 Diodsmithoher Spar: Cp 2,5 pF bes Up = 10V, f=1MHz Ip = 300 mA
m s hr = 250 ns.  beim Schalten von |l = 10 mA auf | P = 230 mW
spannung fiir schnalle I = 10mA bai i F= 1 mA \E; { = 454
Schalter und fir Forb-FS- # R |4 i ’m_l' ;5;50(?
Empfanger ]
Diffused silicon diode with
high voltoge for high-speed
switching appilcations
and television colour sets =
Grabe - Outlines 17
BA174 Up =088V  bej lp = 30mA Up = 25V
| = 9nA beilp= 25V u = 3§
T | e Py R i
g-itgzr?ﬁfﬁ:;:?; Planar Up = 35V beilp = S5uA Iy = 75 mA
Geeignet fir sehr schnelle o ; il bﬁf S Viretr— SOMA| ey e r
tor = 4 ns beim Schalten von lp = 10mA ouf | PV = 50 mwW
Schaltanwendungen '3
Y Ig = 10mA bei ip =1 mA bei t, .y, = 45°C
Silicon epitaxicl plonar f =125 °C

Silicon protective diode
for aerials

Grofte « Outlines 17

4IL131EWH

21

BA 175 = ba? Ip =100 mA
g S bei Up = 50V Ugy = 75V
SiIEzium-EpiTcxicI:Flcnar- Up = 75V beilg =100 pA 0 = 200 mA
Universal-Diods fir Cp < 8pF beif = 1MHz Uypoy=50mY|lpy = &0 mA
Medule b < 300 ns beim Schalten von Iy = 10 mA auf v = 50 mW
Silicon epitaxial planar Ug » 6V, Ry, = 1004 bei t;my, = 45;‘:
universal diode for bei ig =1mA Y =125°C
moduls
Grofie » Outlines 34
BA 176 UF < AEN bei lF =DAA Py = 250 mW
In < 1 upA beilp=20V bei ty ., = 45°C
Silizium-Diode fir Uy, <120V  beily = 1mA
Antennenschutz C‘l“ < 15 pF bei U‘li = 2V, = 30MHz




Yoe Kenndaten ‘ Grenzdaten
E Typical characteristics Maximum ratings
|

= :
> BA 177 l'_l'r.- g 10[1} v ba: lp = 120 mA Up = 5V
= I < nA  bei Up = 30V I = 100 mA
m | Diffundierte Silizium- e =055 0 bei IF = S0 mA, f = 100 MHz PV = 210 mW
ﬁ Diode, besonders als T =045 Q' bei I =100 mA, § = 100 MHz bei t 4, = 45°C

VHF-Schalier geeignat Cp = 45pF beilp= 2V, f= 1MHz ‘ 4 = 150

_ dnfenss L Cp = 2pF beilUp= 30V, f= 1MHz

Diffused silicon diode,

designed for use as

VHF switches |

Grofie - Outlines 17 |

BA 178 Up 12V bei Ip =100 mA Up = 35V

lg S 100nA bei Up= 20V Ip = 100 mA

Silizium-Planar-Diode In = 1pA baiUp= 20V, tamb = 60 °C Wil = 4D 8C

fir Bereichsumschaltung | Un = 38V bei lp = 10mA |

im VHF-Tuner | Cp < 18pF  bei Up= 3V, I=05MHz

B y Cp =13V beilUp= 80V, f=05MHz

Silicon plenaor diode i <130 bai Iy =500 mA, f= 200 MHz |

for use as band selector

in VHF tuner ‘

Grabe - Qutlines 44 |

- i
' = =45°¢c |u = 7kv
U = 9V bei lp =250 mA, ., = 45°C | Ug
BY 167 |!rl' & 1pA beilUp= 7kV Upy = 2?53 k\i\
Silizium-Hochspannungs- (P = 30ns  bei lp=Ip=10mA, ip=1mA ll ; " K
gleidrichter im Kunststoff- IFE PR e
gehdause fir Zeilen-End- ei t, <
stufen in F5-Empfangern
Silicon high voltage
rectifier in epoxy cose {or
horizental deflection
circuits in TV receivers
GroBe « Qutlines 46
Up Rp bei lp | Py = 250 mW
BZ 102/... | I F ot = 45C
= o
Silizium-Stabilisator- BZ 1020V 7 0,65..075 V 650 | SmA N 150 °C
Diodenreiha BZ 10211 V 4 13.15V | 138 2 | 5mA
Silicon diodes for voltoge | BZ 10212V 1 12 .23 Y 1750 5 mA
- | stobilization BZ 102/2V 8 243 V 2% 0 5 mA
32.37 V »s5a 5 mA
Z | Grabe - Outlines 17 BZ 123V 4
; .
= TKy = 26 = 10:4..23 + 104/°C bei 1 = 5 mA
= Iy, < 1 pA bei Up =5V
%
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Type: Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
OA127* | Up - =084V bei lp = S0mA Ug = 19V
[ lp  =1000A beilp= 10V Upy = 19V

Silizium-Kieinfidchen- [l < 50nA beiuy= 18Y Ip =150 mA
Diods, Universal-Diode Cp = 1SpF bei Up= 10V Ipar = 250 mA
mit kleiner Sperrspdannung Py = 250 mW
Silicen general purpose bei fymp, = 45 °C
small junction dicde for S =PsC
low reverse veltage
Grobe - Qutlines 17

* Micht-fir Neventwidklung
OA128* Up =084V beilp = S0mA Up = 35V

| < 100 nA bei Up= 10V

. > R R o = BV
Sitizium-Kleinfiachen- In = 500 nA bei Up = 30V 1_{lM = 150 mA
Diode, Universal-Dicda C = 10pF bel Up= 10V |I
mit kleiner Sperrspan - = 2 s
P pangung PV = 250 mW

Silicon general purpose bai tamt, = 45°C
small junction diodse for i = WwseC
low reverse voltage
Grofie « Outlines 17

* Nicht fir Neuentwicklung

¥ILITRTVH

1l

OA129*

Silizium-Kleinflachean-
Diode, Universal-Dicde
mittterer Sperrspannung

Silicon general purposa
small junction dicde for
medium reverse voliage

Grobe + Outlines 17

Up =084V
lg = 20nA beilp= 10V
I 6 nA bei Up= 65V
10 pf bei Up = 10V

* Micht {ir Neventwicklung

bei lp = 50 mA

Up = 75V

[Upay = 75V
Iy = 150 mA
gy = 250 mA
Py = 250 mW
bei tamk = 45°C

H = |75/°C

OA130*

Silizium-Kleinfliichen-
Diede, Universal-Diode
mittlersr Sperrsponnung

Silicon general purpose
small junction diode for
medium reversa vollage

Griafie - Outlines 17

Up =084V beilp = 5 mA
) = 4nA beilUp= 10V
Iy = 15nA bei Up =120V
Cr = §pf beilp= 10V

* Micht for Meuentwicklung

Up =135V

Yy =V
b = 150 mA
1 igg '“&

v = m
bei ty ), = 45 °C

4 = 175 °C




Tith Kenndaten Grenzdalen
g Typical characteristics Maximum ratings
=10 _ .
> | OA131* Up =084V  bellp = 50mA Up = 290 V
=2 = Ig = &nA belUp= 10V Upypy =20V
E Sl_hzqum-l(l_s-mﬂu&e.n- |R = 40 nA bai UH = 900 V |].‘ =150 mA
_r-;'“-: Diode, Universal-Dioda Crp = 5pF bej Ull = 10V [l"li = 950 A
hoher Sperrspannung Py = 250 mW
Silicon general purpose bel t,, = 45°C
small junction diode for ~ 4 = 175 °C
high reverse voltage |
Grobe - Outlines 17
* Micht fur Neuentwicklung
OA132* Up =084V  bei lp = 50mA Up =30V
e e I = &pA beilp= 10V Unat = 320V
Silizium-Kleinflachen- In = 50nA bei Uy =280V Ip ) = 150 mA
Diode, Universal-Dicda C = 5pf * g2 = 250 mA
her Sperrspannun T AL
haher'Sp 8 Py = 250 mW
Silicon general purpase bel t, . =45°C
smal| junction diede for t = 175°C
high revarse volloge
|
Grafle » Qutlines 17
| * Nicht for Meventwicklung
|

Silizium-Kapazitéts-Variations-Dioden - Silicon voltage variable capacitor diodes

T Kenndaten Grenzdalen
¥m | Typical characteristics l Maximum ratings
BA 101* ‘ Cp = 15pF  belUp =10V, f=30MHz |Up = 25V
. iy =189  beiUy =10V, f=30MHz |Upy= 25V
MNachstimmdiode fir | g = 7nH P\" =250 mW bei ,mnh=45ac
UHE-Fernseh-Tuner lg = 10nA  beiUp =10V t;  =176°C
AFC diode for UHF-TV tuner | '
- I il 1
GiBe - Outlines 17 Micht fir Meventwicklung
Cp = 10pF bei Up= 2V, = 30MHz Up = 30V
E 14 R !
BA121 Rs =099 bei Up= 2V, =100 MHz UR}\Iz v
Nachstimmdiode [or a = é&o bei Up= 2V, f= 30MHz |Py =250 mW beit,,, =45°C
VHF- und UHF-Fernssh-Tunar Ly = 5nH f =150 °C
. = Pl = }
AFC dicde for VHF ond t’]l' i VA Eef = fg :,"A
UHF-TV tuner r = =20 BLUYRT
Gréfe - Qutlines 17 ‘
%_ |
& Cp = 55pF beilUpg= 2V, f= 30MHz |Up = 30V
o BA124 | Ry =059 beilp= 2V, i=100MHz |Upy= 30V
i MNachstimmdiade for VHF-Tuner | g = 150 bei Up= 2V, f= 30 MHz Py =250 mW bei toun=45°C
AFC diode for VHF tuner Up =085V bei lp =6&0 mA S 150 9C
= In = 3nA beiUp=i0V
GraBe - Qutlines 17
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Tyis Kenndaten Grenzdaten
| Typical characteristics Moximum ratings
BA 125 Cp i 4 pF hei Up= 2V, f= 30MHz |Up = 30 ¥
il 1 B = 05@  beilp=2V, 1= 3MHz [Upy = BV
VU Tonor Q =20 bei Up= 2V, = 30MHz |Py = 250 mW
I Up =085V bei Iy =60 mA bei t, .1, = 45°C
AFC diode for VHF turier Ik = 3nA  beiUp=10V = 150°C
Grofie - Qutlines 17
| |
BA 149/ ... ' Up =085V baf | =60 mA Ugp = 50V
Diode far Abstimm- g S 100A  bej g =30V ';Jll}l S22
schallungen vornehmlich Re-G Jof i = Iy e
im UHF-Bereich s ouppsnba) M(?OG MRE L2y bei T4y, = 45°C
N Max. t: =150 °C
Diode for tuning in the BA 149/ ... E... Ry 07 = 5
UHF region BA M9[... V... Ry 0.6 13 @
Grofie « QOutlines 17 Cq-Gruppen bei f = 10 MHz, Up =2V
Min.  Max.
BA149/6..2 Cp 58 63 pf
BA 149/ 6...6 CT 6.] &7 pF
BA149/7..0 Cp 45 7)1 pF
. BAMYI7.4 Cy 69 7.5 pF '
BAVST.8 Cp 73 79 of ‘
BAW9/8.2 Cp 77 83 pf |

BA 15 Up =085V bei lp = 60 mA Ugp = 25V
A 150 g = S0nA bei Up =25V Upat = BV
Diode fir Abstimm- Cp = 55 pf bei Up= 2V, f= 30MHz | Py = 200 mW
schaltungen vornehmlich T < 13ps bei Up= 2V, f=100 MHz bei tymy =45 °C
im VHF-Bereich Q =1000 bai LIR =20V, = 30 MHz Tj = 150 °C

Q =150 bei Uy = 2V, {=100 MHz
Diode for tuning in the
VHF region
Grabe + Outlines 17
]
BB 102/... Up < 02V bei lp = 60 mA | Up = 5V
f lp < 100nA bei Up = S0V Pr = 250 mW
Diffundierte Silizium- RS <139 bai UI =2V, =100 MHz 'j = 150 =C
Kopaozitats-Variations-Diade Cp =138..202pF bei Up = 2V

Diffused silicon voltage-
variable capacitance diode

Graba - Cutlines 17

CT in Gruppen sortiert + selected in groups:

BB 102115
BB 10216
BB 102/17
BB 10218
BB 102)19
BB 102/20

13.8...
14.8...
15.8...
16.8...
17.8...
18.8...

152 pF
16,2 pF
172 pF
182 pF
19,2 pF
20,2 pF
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Type

Kenndaten
Typical choracteristics

Grenzdaten
Maoximum ratings

BB 104

Silizium-Epitaxial-Planar-
Zweifachdiods mit gemeinsamer
Kathode im Kunststoffgehause,
Besonders zur Abstimmung von
zwei getrannten Kraisen und fir
Gegentaktanwendung im
UKW-Bersich geeignet

Silicon epitaxial planar diplex
diode with common cathode

in epoxy cose.

Especjally for tuning separated
resonant circuits and for
push-pull applications in range
of FM-radio frequencies

Grofle -

Qutlines 45

Mit griner Farbe gekennzeichnet
Marked with green colour
Cp = 34.37 pF  bel Up= 3V, f=1MHz

Mit blauer Farbe gekennzeichnet
Marked with blue colour

Cp = ¥..42pF  bei Up = 3V, f=1MHz
Cp = TdpF bei Up =30V, f=1MHz
CplUp= 3V E

2 = = 2,65
Cp Uy =30V /
kg =030 bei Cpy = 38'pf, | = 100 MHz

l»‘
b

= 30V
= 100 mA
= -55...+100 °C

Ip < 100nA bei Up =28V Up = BV
BB105A Cp = 17pF bei Up = 1V, f =500 kHz Upn = "3V
Silizium-Planar-Diode Cp = 23.28pF bei Up =25V, f = 500 kHz AR = &0 °C
fir Frequenzabstimimung Cp lUp=3V) =
fir UHF-Tuner bis 790 MHz CT EU“ —25V)

5 5 = 060 bei Cp =9 pF, f = 470 MHz

Silicon planor diode =
for tuning UHF frequencies
up 1o 790 MHz
Grafe < Outlines 44

Ip < 100nA bei Up =28Y Up = 28V
AR 1058 Cp =17.5pF bei Up = 1V, [ =500kHz Upy = %0V
Silizium-Planar-Diode Cp =2.23pF bei Ugp =25V, f= 500 kHz Finily = &0 °C
fur Frequenzabstimmung C’I' WUp= 3V -l
for UHF-Tuner bis 860 MHz C:['. U =25V) =

Bg = 078 bei Cp = 9 pF, f = 470 MHz

Silicon planar diode
for tuning UHF frequencies
up 1o B&D Mbiz

Grofie - Outlines 44
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Type . Kenndaten
Typical characteristics Maoximum ratings

BB 105 G lp <100nA  bei Up =28V Uy

) ) Cp =175pF  bei Uy = 1V, f =500 kHz Uiy
Silizium-Planar-Diode Cp = 1,B..28pF bei Up =25V, f= 500 kHz %
fur Frequenzabstimmung CrlUp= 3Vi -
fir VHF-Tuner. Mit grinem = T ey
Farbpunkt gekennzeichne| ol Tolde) f

Rg = 090 bei Cp = 9 pf, f = 470 MHz
Silicon planar dicde for
tuning VHF frequencies.
Marked with a graen
colour dot
Grofle + Outlines 44
|

BB110 In = 1nA beilUp=30V : =

Silizium-Plancr-Diode
fir Frequenzabstimmung
im UKW-Bereich

Silican planor diode
for tuning FM frequencies

Grobe - Qutlines: 44

L

By, <048 beiC

g = 5nA bei Up=30V, t;=60°C

grioner Farbpunkt
C'I‘ = 27 [>3]] pF bei Up= 3V, f=1MHz
Cr = NpF bei Up =30V, f=1MHz

| ohne Farbpunkt
| Cp = 291>33) pF bei Up =30V, f=1MHz

C'I.' = 11 pF bei UI{= 3V, f=1MHz

Ko =004 %/°Cbei Up = 3V

=30 pF, f=100 MHz

Dioden fiir industrielle Anwendung - Diodes for industrial application

Type

Kenndaten
Typical characteristics

AA 135

Germanium-Gelddraht-Diode
mit kleinem Durchlabwiderstand
Schaltdiods

Germaonium gold bonded diode|

with low forward resistance

Grabe - Outlines 17

YILIEAETVH

aFl

AA 136

Germanium-
Universal-Kleinflchen-Diodea

Germanium general purpose
small junction dicde

Grabe - Outlines 17

Ul" =55V bai IF = 100 mA
IR = 2pA bei U"_ =15V
Ip = 35 pA bei Up = 10V
* Nicht for Neventwicklung

Up =038V bei lp = 10 mA
Up =055V bei Ip = 100 mA
IP.' = 25 pA bel UR = 10V
g = 6pA bei Up = 50V

Ug = 80V
Uy = 60V

1”
ear
By
e

| T

]

Maximum ratings

=100 mW bei!




T Kenndaten | Grenzdalen
;o yPe Typical characteristics | Maximum ratings
<
I .
>| OA182 Up =035V  beilp = 10 mA Up = 80V
= Up =055V  bei lp =100 mA Upar=100V
= | Germonium- Ip = 25 pA bei Up = 10V lp =150 mA
% | Universal-Klelnflachen-Diada Ig = 4uA  beillg = IV Iy = 500 mA
| Py =100 mW bei tamp=457C
Germanium gensral purpose L5 =100 °C
small junction diode
Grabe - Outlines 17
I |
AAY 4] Lll_- =055V bel lyp = 100 mA UR = 25Y
i I = 124A bei Up = 1.5V Upy= 30V
Germanium-Planar- lg = 20 pA bei Up= 200V Iy = 500 mA
Scholtdiode Cp = 28 pF bei Up= 1V Py = :$ ;ng'\" beitnmh:--l!&“(_‘.
f, =
Germanium planar beim Umschalten von |p = 300 mA ‘ 1
switching diode aui Up = 10 V ist:
Grabe + Outlines 17 at switching from I = 300 mA I
tolp=10Vis: |
nach ~after 3,5 ps I = 40 pA |

AA U =[,95 mA bei |, = 10 mA UR = 25V
F ' I :
8 g = BpA beilp= 10V Upy = 20V
- i = = 2
Germanium-5Schaltdiode lp = 60 pA bei Up zYV :?H | 3‘0::
& siding died bei Umschaltung van TF = 30 mA Py = BOmW beit ;= 4500
Germanium switching diode auf Uy = 10V ist T e =

Grabe - Outlines 17 at switching from |p = 30 mA to Uy = 10V Is:

nach -ofter 0.5 us  lp = 130 pA
35ps g = A

d3L1IEIvH
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Tyve Kenndaten Grenzdaten
5 Typical characteristics Maximum ratings
I | BAW 24 Up S 11V beilp =150 mA, 1, =10ms, V=0, Upy = 25V
| (S =095..1.25V bei |y =300 mA, 1 =10ms, Vip =01 F = 500 mA
& | Silizium-Epitaxiol-Planar- «A4 ¥ beilp =500mA, t,=10ms, Vp =0, t. = 10ms
= Diode fiir sehr schnalle 10V bei lp =100 mA \’ = 01
= | Schalter und fir Anwen- 2%V bai |Rt = 10 pA ;I,_,T = ‘2 A
dungen in Kernspeichern 6pF  bei Uil = ‘O, f=1MHz ' = < 1us
Silicon planar eptiskii 25ns  bei lp= Iy =10...400 mA, =0 n Py o 400 m:'\"
dicde for use as very high bei t = 45:‘ C
speed switch and cora ' S8
driver
Grofe - Outlines 18
BAW 25 Up S LIV bei lp =150 mA, t, =10ms, Vq =0, Upy = 85V
S . W Up =0,95..125V bej I, =300 mA, I =10ms, Vp.=0,1 Ip = 500 mA
Silizium-Epitaxial-Planar- Up = 1.4 'V bei lp =50mA, t; =10ms, Vip=0,1 t = 10 ms
Dmde_ fir schnelle Schalter Ug = 45V bei Iy =100 mA \PT = 0.1
und {or .‘-\nwendungen in Uy Z 55V bel Ip = 10pA Ty = 2A
Keraspeichern Cp = SpF beilp= 0V, f=1MHz, Ugp=50mv | t < 1ps
< i lp=lp= =01 = ; =
Silicon planar epitaxial fre S Zns bei Iy =g =10..400 mA, =0 =g Py s 49 rl'l:’\l"
diede for use as high bei 'un_nh = ASD C
speed switch and core f - c
drive.;
Grobe - Ourlinesbia

Up 105V bei lp =150 mA, 1,=10ms, Vo =0,] Upy = 25V
RAW 26 uf1 > 10V bei lp =100 nA Ip = 500 mA
Silizium-Epitaxial-Planar- Up = 28V bei lp = 10pA t\}] f 01? ms
Diode fir schnelle Schalter | Cp < &pF beiUp= 0V, i=1 h._»\b-!z, Uy = 50 mV Vg = _2 i
und fir Anwendungen in 55 < 15ns bei Ip= "R =10 m:t'h 'r: l] mAOI ; ;I’S :: s
i = 1 = = s =0,1 "
Kernspeichern Bop 13ns bel I}‘ Il{ 50 m < It i S o :HW
Silicon planar epitaxial bsi tymy = 45. °C
diode for use os high t - sC
speed switch and core
driver
Grofte - Cutlines 18
Up =108V bei Iy =200 mA, ty=10ms, Vp=0,1 Upn = 4V
BAW 27 U]t= 11>125 V bei lp =500mA, t,=10ms, Vp =01 Ip = 500 mA
Silizium-Epitaxial-Planar- I < 100 pA bei U“ =40V, P 100 °C :}I : 0!? ms
Dicde fir sehr schnelle g = 100nA besl Up =40V Vg ; ,? x
Schelter und fir Anwen- CT £ SpF bei Up= 0V, f=1MHz, Uyp =50 mW s iy
dungen in Kernspeichern [ < 15ns  bei lp=Ig=10mA, iy =.I mA t e us
T tie = 13ns bei lp=Ip="=50..400mA, i,=01"-Ip Py —— 400 m:'\f
> | Silicon planor epitaxial bei t,y, = 45 °C
E diede for use gs very high t = 200 °C
T | speed switch and core
& | driver
@ Grfie: + Qutlines 18




i Type j . Kenndaten | Grenzdaten
z Typical characteristics | Maximum ratings
T
= BAX 20 " Bjml' 9”‘12! Bﬂn e BAX 20 BAX21 BAX 22
5 s =100 mA Up =25 50 100V
& | BAX 21 ¥ s it
B : I 5 100 nA bei Uy = 25V Upy=35 75 125y
= | BAX 22 e ey 2l e WY ly = 75 mA
Silizium-Epitaxial-Planar- CH' : 4 nF bez ll:l“ ;Dﬂﬂf\; ™ I,f“ ] = e
Universal-Diade & R e{ It ; e ¥ w vy
tee = 250 ns  bei . =10 mA ouf Up = 4V, bei t, = 45°C
Silicon epitaxial planar R =1004, 5 W= 200 °c
general purpose diode gemessen bei ip = 1 mA
Grobe - Qutlines 18
1
BAx 25 | B\A;D?S B:I;ﬁ ZﬁA ; BAX 25 BAX 26
Po= m hei Up = 1V Ug = 15 Y
BAX 26 lg = 2  1W0nA  beiUp=3V Ugy = 15 30V
Schottky-Diode Cp = 08 1 pF bei Up= 0V, i=1MHz by = %0 100 mA
fiir extrem schnalle e S 05 05ns  bei Ip =10mAoufUp=6V, Py = 120 mW
Scholtanweandungen Ry, =100 bei t, ., = 45°C
Schottky diade for s b= e
extremea fost
switching applications
Grafle - Outlines 17
.
- Kenndaten Grenzdaten
ype Typical chorecteristics Maximum ratings
BAY 67 Ug < 1V bel ljp =200 mA |Up = 3V
lp S 100nA bei Up= 35V Upy= 3BV
Difiundierte Silizium-Diode zum | Cp = 0.8 pF  bei Up= 10V p =200 mA
Umschalten von HF-Signalen e = 52 beilp = 10mA Py =250 mW bei 1, =25°C
rf =132 bei EI." = 50 mA ti =175°C
Diffusad silicon dicde for
RF signal switching
Grofie - Outlines 17
i
I |
>
=
Le=)
n
=
" |
& i




! Tyise Kenndalen Grenzdaten
z Typical characteristics Maximum rotings
R 4
> BAY 68 Up = 1V  beilp =100mA Upag = 35V
= In < 100 nA bei Up = 25V Io = 75 mA
m | Silizium-Epitaxial-Planar- Cp = SpF bei Ul'{ = DV, f=1MHz Ira = 225 mA
i Diode fir sehr schnelle e = 10 ns beim Schalten von lp =10 mA F\; = 440 mW
Schaltanwendungen auvf Iy = 10 mA, R, = 1002 bei t = 45°C
e beiip = 1 mA 4 =
Silicon epitaxial pldnar gemessen b4 in A i pe
diode for fast switching
applications
Grofie - Qutlines 18
lg < 100nA beilUp= 50V lo = 75 mA
Silizium-Epitaxial-Planar- Cp £ S5pfF beilUp= 0V, f=1MHz lpag = 225 mA
Diode fir sehr schnelle {5 = 10 ns beim Schalten von lp =10 mA Py = 440 mW
Schaltanwendungen auf IR = 10 mA, Ry, = 1002 bei by = 45°C
™ gemessen beiin = 1 mA t: =
Silicon epitaxial planar "R i 3 e
diode for fast switching
opplications
Grébe - Outlines 18

=

* Cp = S§pE bei Uy= 2V, [ =100 MHz s = 30V
BAY 70 || E: =158 bei Uili = 2V, =100 MHz UIr:M = 30V
Siliziem- Q = 700 bei Uli = 2V, f= 30 MHz Py = 250 mW
Kapazitats-Yariations-Diode Q = 100 bei Up = 2V, f= 200 MHz bei ty,, = 25°C
fir Nadhstimm- und Up =085V beily =60 mA 4 = 175 °C
Abstimm-Schaltungen IR = 3nA bsei U“. =10V

Silicon varicap for tuning
and AFC

Grofle + Qutlines 17

* Nicht fir Neuentwidklung

* Up =085V bel Iy =100 mA | Up = 30V
BAY 77 lp = 200A bej Up= 30V lag = £00 mA
Silizium-Speicher-Scholtdiode Cp = 7pF bei Ug= 0V, f=1MHz Py = 200 mW
|ty =23ns bei |p =100 mA, bel tymy = 45°C
Silicon snap off diode I = 100 mA, RL='|DU$1 t = 175.2C
= t =08ns  bellp =100mA,
5 Grabe - Qutlines 17 I =100 mA
= | tg = 33ns  beilp =100 mA
=3
= |
g |

* Nidht for Meuentwicklung




T Kenndaten Grenzdolen
ype ¢ L g : x
E Typical characteristics Maximum ratings
x| BAY 86 | Sr oo to e o Up = BV
2z - A 5 = =
@ | Diffundierte | ® = P e o
T | Silizium-Universal-Diode o - o
= lpy = B0 mA
= | Diffused silicon Py = 250 mW
general purpose diode bei t,mn ]=?5-'-E 5C
t = o
Grofe « Qutlines 17 i c
BAY 87 Up =082V bei 1 =100 mA | Up = 100V
| 1g = 80nA  beilUp=100V | Fo—
Diffundierte i et - Utar 'y
Silizium-Universal-Diode 'o f adulad
lpy - = 800 mA
Diffused silicon Py = 290 mW
general purpose diods bei tampy = 45°C
Grofie - Quilines 17 '] = W%
BAY 88 'I‘le‘ =0‘$§ VA :ei :_E = 100 mA Up = 300V
B i =300 =
Diffundierte = > S0 R S Vi 3-553 VA
Silizium-Universal-Dioda 0 2
lpyr = 800 mA
Diffused silizon Py = 250 mW
general purpose diode bei t, ., =45°C
'S = L o
Grofie « Outlines 17 ' 75 °C
=

BAY 89 llJI_- j 01.?{2) V& :ef :Jl,- = g mA LIR = sV
Diffundizrta I # S Vg S0 Ugy = 60V
Silizium-Universal-Diods i S ol
Py = 150 mW
Diffused silicon bel 1y = 45°C
general purpose diode t = |25 °C
Grofe - Qutlines 17
BAY 90 Up =082V  beilp =100 mA Up = 800V
| = 200 nA bal Uy, =800V =
Diffundiarte k R i Uy 1000 V
Silizium-Universal-Dicde e il ol
Py = 190 mW
Diffused silicon bei t, = 45°C
general purpose dioda Y = 125 °C
Grabe - Qutlines 17
BAY 91 Up =082V  beilp =100 mA Up =150V
i | = 810 nA bei Uy, = 1500 ¥ U =
s - : i ol gy M 2000 V
— | Diffundiarte
Gy o Cundiedg . lpyy = 80D mA
= | Silizium-Universal-Dioge Py = 1730 mW
i Diffused silicon bei 1,4, = 45°C
general purpose diods t; = 25°C
S| Grate - Qutlines 17
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Tiiia ‘ Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
BAY 92 | Up = 1V bei lp = 100 mA Up = &00 V
I =025 pA  bei Up =600V Ups = 650 V
Diffundierte Silizium-Diode C'I‘ = 25pF bei Up = 10V, f=1MHz Ip = 100 mA
mit hoher Sperrspannung for ter = 330 ns' beim Schaltenvon Ip = 10 mA IFar = 200 mA
schnelle Scholtanwendungen| auf Ip = 10 mA, Ry =100 2 Py = 730 mW
Diffused silicon diede with gpgnen Golitpeshimns el Tam_h ngsczc
high reverse voltage for '] i
high speed swiitching
agpplications
Grabe - Qutlines 17
| ;
BAY 93 Up & 1V beilp =10mA Up = 20V
lp < 100n0A beilUp=10V Upy = 25V
Silizium-Epitexiol-Plangr- | Cp < SpF bs&l Ug =0, f=1MHz 0 = 75 mA
Schaltdiode tie < 15ns bei lp =10mA, IR =10 mA lpu = i’j‘_; m‘AV
r = 440 m
Silicon epitaxial plenar bej t = 450C
switching diede b aml|=1 175 °C

GroBe - Outlines 18

Up, U fir TN 4001 = 50V Uy fir
1 N400L.I N 4007! R N2 = 100 v YN0 = 50V
Diffundierte Silizium- 1N 4003 = 200V 1N 4002 = 100 V
Gleichrichter fir universelle 1N 4004 = 400V 1 N 4003 = 200 V
Anwendungen, kleiner 1N 4005 = &00Y 1N 4004 = 400 V
Leistung | 1N 4006 = 80OV 1M 4005 = 600 V
s ” 1 N 4007 = 1000 V 1 N 4006 = 800 V
itusad silicon rectifiers =
for general purpose, low Uif =1V bei Il" =1A, tamb = 25.75°C 4 L
power applicotions i S 10pA beity = 25°C lo = Lern
IR S S0pA beitg,, =100°C fent = 1A
Graba - Quilines 19 iFp = 30A
3 i = =
1N 4148 (IN914) Up 5 1V beilp ~T0nA Uy = 78V
L = - R: = = : n UR_“ = 100 ¥V
Silizium-Epitaxial-Planar- Up = 7By bei lp = SpA a = 75°mA
Schaltdiode Cp = 4pf bai Up = 0, f=1MHz o = 95 A
o . s S 4 ns bel I =leAuufUR-=6V, RL='[DUR Py — 440 mW
Silicon epitoxial planar gemessen bei ip =1 mA bei t =459C
switching diode no o= 45%  bei f=100MHz, Ugp.eq =2V ; b 75 oC

Grabe + Outlines 18

Ry, =5k, C =2pF




T | Kenndaten Grenzdaten
— yRe Typical characteristics Maximum ratings
L~
= . = A
= 1N 4149 ‘ Up = 1V be: Ip = 10mA Up = 75V
= it < 25 nA bei UR = 0V Upa = 100 Vv
m | Silizium-Epitaxiol-Planar- dn = 75V beily = 5uA 0 = 75 mA
m | Schaltdiode Cr = 2pF bei Up = 0,f=1MHz Ipar = 225 mA
<L (N0 e 'm S 4ns beilp = WmAaufUp =6V, R =1000 | Py = 440 mW
S'Tf‘c":’ ("'p”_“"'c’l planar | gemessen bei ip = 1 mA bei t .1, = 45°C
switching dicde " 2 4% beif =100MHz, Ugpy =2V, 4 = 175 =C
= 5kp =
Grobe - Qutlines 18 R 2t
|
|
1 N 4151 Up € 1V beilp =50mA Up = SV
g < 500A  bei Up=50V Upy = 75V
Silizium-Epitaxial- [Cr < 2pF  bei Up= 0, f=1MHz Iy = 150 mA
Planar-Schaltdieds by S 4ns bei Iy =10 mA, Ip =10 mA [l"'ht = 450 mA
e = gemessen bai ip= 1'mA Py = 440 mW
Silican epitaxialplonar: |4 2 gop et Ip =10mA, Up =6V, R =100 0 bai t,,—45°C
switching diode | h = oC
Grabe - Outlines 18

i = 30V
'I N 4152 UI = 590...670 mV bei ]i" = 1 mA LJR =
Up =740..880 mV bei Ip =20 mA g = AV
Silizium-Epitaxial-Planar- g = 5 nA bei UR =30V I[T T
i Cr< 2 pF beiUp=0 F=1MHz Al
Schaltdiede TS R % L e
Yoo £ 4 ns hel lgp = 10 mA, IR' 10 mA | Fy B
Silicon epitoxial planar L gemessen bei ip= 1 mA . bei Tam}: '—200 b
switching diode ty € 2 ns beilp =10mA Up=6V, Ry =1000 1
|
Grabe « Outliries 18
I
5 | = 50V
N 4153 Uy = 590,670 mV bei lp = 1 mA Up = ;;V
1 Up =740_.80 mV bei |p =20 mA Upy = Y
itaxiol- . lp = 5 nA bej Up =50V I = m
Silizium-Epitoxjol-Planar: n i Up 2 ool
i Cip = 2 pF bei U"=0.f-—‘1MHz AL
Ty £ S 4 ns bei lp =10mA, Iy =10mA Py = 440 mW
itaxi = R pssian skt L1 oA bsit,, . =45°C
Silicon epitaxial planar | gemessen beiip 'Lm.=' s
switching dicde fip: = 2 ns bei IF =10 mA, Ull =6V, RL =100 Tj
i~
>
& | Grabe - Outlines 18
m
5
=
&
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T Kenndaten Grenzdaten
JBs ‘ Typical characteristics Maximum ratings
B £ 1V bei 1 =80 mA U = 25V
1N 4154 'I:. £ 100 nA bei J“ =325V U!IIR}I = 3BV
Silizium-Ephtaxial- Cp = A4pF bei Up= 0, f=1MHz lg = 75 mA
Planar-Schalidicda ‘ tey S 408 bei lp =10 mA, IR=10 mA I]".\I = 225 mA
- o gemessen beiip = 1 mA Pyr = 440 mW
Silicon epitaxialplanar |} = < 2ns  bei lp =10mA, Ug =6V, R =1000 bei 1y, = 45°C
switching dicde o = y MY ot oC
Grafle » Oullines 18
1N 4446 Up = 1V bellp = 20mA Up = 75V
lg = 25nA beiUp= 20V Ugy = 100V
Silizivm-Epitaxial-Planar- Up = 75V beilp = S pA o = 75 mA
Schalidiode Cp = 4pF bei Ug= 0, f=1MHz leu = 225 mA
4, - = < 4ns  bei lI" = 10 mA auf UR=-6V, RL_H Py = A40 mW
Silicon epitaxial planar gemessen bei i = 1 mA bei b = 45°C
switching diode n = 4% beif =100 MHz, Ugpegr= 2V, t; = 175 °C

Grabe - Outlines 18

R, = 5kR, Cp, = 20 pF

= 75V
444 l 1N 4447 Ug
N ! Up = 1V bellp = 20 mA Upy =100V
1 N 4449 ' to = 75 mA
Ly gy = 25 mA
Sitizium-Epitaxial-Planar- | Up £ 1V bei lp = 30mA Py — 44D mW
SHahdieds g € 250A beilp= 20V bei 1y T?fﬁctc
. . . i =4
Silican epitaxial planar | Up = 75V ha" r 5 pA b
switching diode | Cp S 2pF beilUgp= 0,f=1 MHz
Y € 4ns beily = 10 mA ouf UR=K6V, Ry, =100 @
Grofie - Outlines 18 gemessen bei i = 1 mA
] = 459 belif = 100 MHz, Upypars = 2V,
‘ Ry, = Sk, Cp = 20 pF
|
lUp € 1V beilp =100mA Up = 75V
TN 4448 11 2 < 25nA beilp= 20V Upn = 100 V
| g8 15 bai Ly I, = 75 mA
Silizium-Epitaxial-Planar- Up = 75V beilp = 5 pA 0 .
Schaltdiede G = 4 pF bei Up= 0, f=1MHz tl“.\l = m
b < 4ns bellp = 10 mA auf Up =46V, RL=IDDQ Py = 440 mW
Silicon epitaxial planar | gemessen bei iy = 1 mA bei 1, = 45°C
switching diode 0 > 459%  bei f =100 MHz, UHI-‘MI =9V, 4 = 175 °C

Grébe - Outlines 18

RL=5k51, CbimpF
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Silizium-Zenerdioden - Silicon zener diodes

Ty ) Kenndaten ; | Grenzdaten
| Typical characteristics | Maximum ratings
BZX 51 Uy = 86204V  bel I, =10 mA [l = 25mA
BZX 52 ry =90 bei 1, = 10 mA Py = 250 mW
BZX 53 | TKy bei 1, =10 mA, 0..100°C Bl tyuy — 45°C
t = 150 =
BZX 54 BZX 51 < £10 - 10-5°C ! iy
Silizium-Referenz-Elamente, BIX 52 < & .5:10%/°C
Z-Dioden mit kleinem | BZX 53 < + 2.105°C
Temperaturkosifizienten BZX 54 < & 1 -10%C
zum Erzeugen hochkonstan-
ter Bezugssponnungen
Silicon reference-diodes,
Z diodes with small
famperature coefficient
for voltage regulation
Grofie « Outlines 17
BZX 67IC... Uz, rp | betily | Py = 13w
Silizium-Leistungs-Z-Dioden == | STl . bei tymp = 45°C
zur Spannungsstobilisierung BIX 67/C12 N4 127 V 49 | 50 mA v =107 W
Silicon pewer Z-diodes BZX &7/C13 12574 M | 52 50 ik 34 feage = 45°C
for voltoge stabilizalion :?x‘ :;::g :: 138... 158 v 50 50 mA 4 = 150 °C
% : 153,17 vV 60 25 mA
fie - | 1 i
Grafie - Outlines 42 BZX 67/C 18 168..19 V |  gan 25 mA

HILITTETVH

£91

BZX 67/C 20
BZX é7|C 22
BZX &7/C 24
BZX é7/C 27
BZX &7/C 30
BZX 67/C 33
BZX 67/C 36
BZX &7/C 39
BZX &7/C 43
BZX &7/C 47
BZX &7/C 51
BZX &7)C 56
BZX &7]C &2
BZX 67|C &8
BZX 67/C75
BZX 67/C 82
BZX &7/C
BZX &7/C TOD
BZX &7/C 110
BZX &7/C120
BZX &7/C130
BZX &7/C 150
BZX 67/C 160
BZX 67/C 180
BZX 67|C 200

18,8... 21
208... 73
228... 256
254... 28,6
28.4... 31,6
31,3... 35
34 .38
B i)
40 .. 46
a4 .50
48 ... 54
2 .60
58 .. 66
64 ... 72
P I 1
77 .88
85 .. 9%
94 ,..106
104 ..116
14 .07
125 .40
138 ..155
153 ...170
168 ...190
168 ...210

C oLt e T ea T et <<<<<

25

25

25

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

5

mA
mA
mA
mA
i
mA
mA
mA
mA
mA
mA
maA,
mA
mA
mA
ma
ma

5 mA

5

ma

5 mA
5 mA
5 mA
5 mA
5 mA
5 mA
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Tyie Kenndaien Grenzdaten
YP Typical characteristics Maximum ratings
BZX 71/C... Up <1V bei I = 100 mA Py =400 mW
bei t,n, = 509C
Silizium-Z-Dioden Yz 2 Bty =8mh |4 =175 °C
Zur Spunnungssrnbilisiarung T T
e = BZX 71/C5V1 48... 56 V <éiq
{thcmr Z-le:iEI:_r : BZX 71/C 5V 6 $3..6 V¥ < 550
or voltoge stabilization | BZX TNIcBV 2 58.. 44V <350
Grafle - Outlines 18 | BZX TI/C6V 8 64..72V < Ba
BZX 71jCT Vs Fadans LYY < 7N
BZX 71jCBV 2 fidiee BTN < TR
BZX 71/C 9V B.5:. Bb M <loa
BZX 71/C 10 9,4..10,6 V ‘ <150
BZX TI/C 11 10,4..11,6 V <20
BZX 71jC 12 N4..027 v < 250
BZIX 71jC13 12,5.14 ¥ <IN
BZX 71/C 15 13.8..75,5 <3 a
BZX 71/C 16 15307 v <40 Q
BZIX 71fC 18 168...19 V | <450
BZX 7i/C 20 188..21 v <50 Q
BZX 71/c 22 208.8 ¥ | <550
BZX7Nic2H | 28,256V | <8 Q
pbelly=5mA | rpbeil; =5mA |1, =Py,
BZY 85/C... | Ugkaily~Swk | epbeily o [ W
Silizivm-Z-Dioden zur | BZYSBSIC2V7 2% .99 Vv 70 © Py = 400 rr;W25 -
Sponnungsstabilisierung bei t,mn
BZY 85/C 3 28 ..32 ¥ 0 f =180 °C
SHicen Zdiadss fon BZYSS/C3V3 | 3] .35 V 70 e
voltage stabilization |
BZY B5/C3V 6 34 .38 ¥ 70 0
Grafe - Qutlines 17
BZY 85/C3 V9 37 .41 ¥ 70 a
BZY 85/C4V 3 40 ... 46 ¥ ‘ N 9
BZY 85/C4V7 44 .50 ¥ | 40 Q
| BZY8B5/C5V1 A48 Sy || B 0
BZY 85/C5V & 52 ... 60V 0 o
BZYBS/C&V 2 58 .. b6 M | 48 0
BZYBS[CEVE 54.. 72 V¥ | 45 0
BZYB5/CTVS 70 79 N | 4 Q
BZY 85/C8 V2 7782 V| 45
BZY 85/C9 V1 85 .. %8 V 48 2




Tond Kenndaten Grenzdaten
E Typical characteristics Moximum ratings
g | Upbeily =5mA | rybeil, =5mA |1, =Py,
= | L s fiee=0mA
" BZY 85/C 10 9.4 ..00,6 V 52 @ i Aty
& bei t,, = 25°C
BZY 85/C 11 104 ..01,6 V [ 6 0 t, =1s°C
BZY 85/C 12 1.4 .28 V¥ 72
| BzY 85/C 13 126 .14 v | 9 0
| BZY 85/C15 ‘ 13.8 ...155 V n a
| BZY85/C16 Ba.7 v | 13 0
| BZY 85/C 18 168..19 V ‘ 18 o
BZY 85/C 20 ! 188 .21 Vv | 20 Q
BZY 85/C 22 M8 .28 V % 0
BZY 85/C 24 ‘ 228 .256 V | 28 0
BZY 85/C 27 254 286 V W o
BZYB5/C30 | 284 .31 V 3% 0
- BZYS5/C33 | 313 .35 V 40 0

BZY 85/D Uy bei I, = 5mA [ * bei l; =5SmA | 1, = PyfUy
o — ' Ipar — 300 mA
Silizium-Z-Dioden zur BZY 85/D 4V T 41 .52 V o o Py =400 mW
Spannungssiobilisierung bei 1, = 25°C
| BIYBS/D5V & 50 ..63 V a1 a9 o= 50 °C
Silicon Z-diodes for | 8ZY 85D £V 8 6§ & i .5
voltoge stabilization [ ZY 85/ v &0 ... 7. " -
) BZY B5/DBV 2 73 ..%92 ¥ 28 Q
Gréfle - Outlines 17
BZY 85/D 10 88 .11 ¥ 7 0
BZY 85/D 12 167 ...134: ¥ 15 .2
BZY 85/D 15 13 | G165V 25 Q
BZY 85/D 18 £ [ G ¢
BZY 85/D 22 | 196 ..244 ¥ 45 0
|
= Pl = Silizium-Diode
BZY 87 Up=065.075V bel lp=5mA ium- )
: i ry o= 5 2  bei lp=5mA B.C,mﬂb fraia o
Grofe - Qutlines 17 i richtung
X bei IF = 5 mA
2 Silican diode
E operation in forward
= dirsction at TI" = 5§ mA
~
S




T | Kenndaten Grenzdaten
E ype | Typical charocteristics Moximum ratings
> | BZY 92/C ... ‘ Ug-Bereich | r, | gemessenbeily | Iy = PylUy
E - T == | = = — lFM i - Y3
m | Silizium-Z-Dioden zur | Py = 10w
= BZY 3 37 ..41 V|35<7 0 100 mA y .
= Spannungsstabilisierung AT | s | m i = 150°°C
= BZY92JCAV3 | 4D ..46 V| 35<7 n 100 mA
Silicon Z-diodas for | | L
voliags:stabilization BZYSACAVT | 44..50 V|2 <5 @ 100 mA
BZY Vi| 48..54 o | A
GriBe - Outlines 23 njcs A =GRV S5SS | ki
BZY92IC5VE | 53..60 V|1 <2 o 100 mA
BZY92/C6V2| S8 ..66 V|1 <2 0 100 mA
BZY92[CEVE| 64..72 V|1 <2 @ 100 mA
BZYRICTIVS | 7,1 .79 V|1 <2 o 100 mA
BZY92/C8V2 | 77 ..88 V|1 <2 n 160 mA
BZY92ICIV | 85..96 V|2 <4 @ 50 mA
BZY92/C10 | 94 .106 V|2 <4 o 50 mA
BZY 92/C 11 104 ..016 V|4 <7 0 50 mA
BZY92/C12 | 114 ..127 V|4 <7 @ 50 mA

] Uy -Bereich | o | gemessenbeily | I, = Pylly
R R B o ¢
BZY 92/C13 125..140 V| & < 11 !2\ 50 mA A " i
| | | fy =1s0e°C
BZY92ICIS | 138..158 V| <1l @ 50 mA
|
BZY92CI6 | 153..70 V| 6< 15 B 25 mA
BZY92)C18 | 168..190 V| 6 < 15 s!‘ 2% mA
BZY92C20 | 188.210 V| <15 @ 25 mA
BZY 92/C 22 208 ..230 V| <15 & 25 mA
BZYRIC2 | 28.256 V| 7215 @ 25 mA
| | |
BZY 92|C 27 254 ..286 Y| T <15 8] 25 mA
| BZY9R4C30 | 284..316 V| 8 <15 n‘ 25 mA
|
BZYS2C33 [ 313.35 V| 8<is @ 25 mA
BZY92C36 |34 .38 V 2i<40 @ 10 mA
i |
=
>
=
%
3
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* Nicht for Neuentwicklung

Tyie ‘ Kenndaten Grenzdalen
Typical charaocteristics Maximum ratings
OA ]26! e - | Uy bei IZ =3 mA | r, bei !?,_: 3 mA Iy, = .\.0"
Silizium-Z-Dioden zur OA 12¢/5* 44 ... 56 V ‘ s @ |, 2;’& @
e > == m
Spannungsstabilisierung | OA 1266 54 .. 66 V @ o ‘bei b = 45°C
Silicon Z-diodes for OA 126/7* G o T N 9 0 4 =175cC
voltage stabilization | l
OA 126/8* | 74 . B ¥V 35 'R
A 4 i |
Grafle - Qutlines 17 | OA 126/9* 84 ... 96 V 65
| OA 126/10* | 24 1086 ¥ 0 o
1
| OAI2611* | 104 .16 V 15 0
| OA 12612 1.4 ..126 V 21 @
OA 126/14* 124 ..161 V 32 '
I QA 12518 159 ..200 Vv 50 ¢
| Up =08V  beilp =100 mA
OA 126/5...6 '
g < 100nA  beily = 1V
| OA126/7..18 |
-
o g < 10nA  beilly = 1V

H3LIFTETVH

L74|

Dioden-Kombinationen - Diode combinations

Gearmanium point contact
diedes quad circuit for ring-
modulatars and rectifiers

Grabe - Qutlines
AAY18 ©OA14Q
20 16 (4 x)

* Micht for Meventwicklung

T Kenndoten Grenzdaten
ype Typical characteristics Maximum ratings
AAY 18 fiir Einzeldiodea fir Einzeldiode
OA ]54 Q A for single diode for single diode
lp = 6mA  beilp = 1V Up = SV
Gearmanium-Spitzen-Dinden- In = 7nA bai Uy SN Upy= S8V
Quaortett fur Ringmodulatoren g = 10pA be? Ug =10V 0 = VmA
und Glaichrichtar lg = 30 pA bei Uy = 40V lpy = 75 mA
o =100 il &5
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Type

Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdalen
Maximum ratings

AAY 46

Germanium-Spitzan-
Dioden-Quartatt fir

Ringmodulatoren und
Gleichrichter

Garmanium point contact
diode guad circuit for
ringmadulaters and
rectifier

Grabe - Outlines 21

fir Einzeldiode
for single diode

Up =135V bei Ip =10mA
Ige = 6uA beai Up=10V
Ip = 80 pA bei Up =0V

Unterschiede der Dioden bel
Difference between the diodes

Up = 1V AlpS5%

Ul;- = 02V A!F < 8%

fir Einzeldioden
for single diode

-UR = &Y
URM = 0V
IIJ = 20 mA
IF)[ = 75 mA
tease = 80°C

AAZ 14

Germanjum=-
Spitzen-Dioden-Quortett in
Ringschaltung fir Medulatoren

Germanium paoint contoct
diodes quod connected os ring
cirguit for modulaters

Grobe - Qutlines 22

ngf&rre“dump{fmg =6 Neper bei f =200kHz
Carrier suppression

fiir Einzeldiode: for single diode:

I[;! = 10 mA hei UF = 1¥
lg = 16pA  beilp =10V
7
2
7o—
L =7

Ug = 25V
Upy= 30V
Py = 40mW beiyp,=45°C
fenge= 80°C
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Type

Kenndalen
Typical characteristics

ings

BAY 78

Silizium-Epitaxial-Planar-
Dioden-Guartett fir Ring-
modulatoren und
Brickenschaltungen

Silicon epitoxidl planar
diode quaortet for ring
circuits and Graetz circuijts

Griba - Outlines 21

"

Up™ =
Ug
[n <
CT =
'TT

1V bei lp = S0mA
06V  beilp = 1mA
50 A bei Up = 50V

25 pF  bei UR = 0, f=1MHz
= 4 ns  beim Schalten von lp = 10mA

auf I = 10 mA
gemessen beiip = 1 mA

Grenzdalen
Maximum rat
Upy= 75V
Il =100 mA
Iy =200 mA

Py =200 mW bei tambh=45°C

t = 80 °C

cuge

OA182B

Germanium-Kleinflachendioden-

Quartett in Graetzschalting
for Brickengleichrichter

Germanium smoll junction
diodes quad connected os
bridge rectifier

Grofie - Outlines 22

3 mA bei 4V, i=5Hz
5V bel 40V, f = 50 Hz

_— =

Up = 65V
Upy= 70V

ly =150 mA

Iy = 500 mA

Py =400 mW bei 1
[ = g0°C

case

amb

=A57C
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Type

Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdaten
Maximum ratings

OA 182R

Tragerrestdampfung

e

» » >35,5Neper bei [=3kHz Up =70V
Carrisr supprassion Yo i
Germanium-Kleinflachendioden . _. . | M
b fir Einzeldiode: 0 =100mA
Quariett in Ringschaltung : * | ”
£= for single dioda: Far = 150 mA
fir Modulatoren Py =100 mW bait = 45°C
Up =055V beilp = 100 mA ¥ TGRS amb
Germanium small junction g =25uA  beilp = 10V feagp= 00°C
diodes guad connected os ring 1“ = 4 A bai U“ = 30V
circuit for modulators
Grofe - Qutlines 22 H
2
Jo—
I———oz
.
et

H3LIEN8TVH
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Photoelektronische Bauelemente - Photo-electronic devices

Type

Kenndaten

Typical choracteristics

Grenzdaten
Maximum rotings

BPX 26

Photoslemanten-Zzile,
40 Silizium-Photoelemente
in Plonartechnik

Silicon planar photo voltaic
readout assembly (40 elements)

Uy,
U
g

| T =+0.3%%/1°C

= 440 mY bei £ = 5000 Lux
SOmV  bei Ry = 10kQ,
SuA bei E = 5000 Lux
bei E = 5000 Lux

- [l FIEs

a

E = 5000 Lux




m Tyoe ‘ Kenndaten Grenzdaten
= Typical charocteristics Maximum ratings
= 1f
» BPX 27 . | U, > 250 mVy bej E = 1000 Lux
= U = 100 mV bei Ry = 10kQ, E=1000 Lux
™ | Photoslementen-Zeila | lie = 10pA bel E = 1000 Lux
g 9 Siliziem-Photoslemente | s = 10 nA/Lux
in Flanartechnik A = B50 nm
= I -l Ky = 2mVieC
Si t«;ﬂn planar Elhmo veltaic TKp = 0,1 %/°C
readout assembly Co = 200 of -
{? elements) | Cr 2 bt Up =0
25
AN
Bl
WeS - M7 |
T — ¥ -
el ==E S TE | >
= -—r-vj;- [ f T |
Ll =
= ) 51 I
15°1149%5 4 ||
¥ |
—tn L
25 |

P ccmm—— e

Bpx 23 lg = 100nA bei Upp =3V, E=0 Upgg = #V
lg = 500 pA bei Upp =3V, E= 100 Lux Uggp = 5§V

Lichtelektrisches lC = &mA bei Ugp =3V, E= 1000 Lux g = 100 mA

Steveralement lg = S0mA bei Upp =8V, E=10000 Lux Piot = 320 mW
H = 5 pAflux bej t = 45°C

Pheto-eleciric control 2 = 850 nm 1 sui\ 175 °C

devi - i =

evice > 2 ps bei lg = 50mA

Grobe « Outlines 47

BPX 37 lL-EO = 100 nA bel UCE =20 V, E= 0 Lux UGEF) = DV
o = WmA bei 5V, E=10000 Lux, R, =0k@ Ugpo = 3§V

Silizivm-npn-Planar- o < 1nus bei (0..0,8] - lC' E= 1000 Lux, RL=I kg2 IC = 50 mA

Photatransistor ty S 10ps  bei (1..0,2)- o, E= 1000 Lux, Ry, =1 kg Piot = 300 mW

Siticen npn planar Lichtquelle: Wolfram-Glihlampe mit 2850 °K Farbtemperatur : A Iﬁ“’;“ ??SHGEC

photo-transisfor Light source: tungsten filament lamp !

. at 2850 °K colour temperatura
Grofie - Qutlines 42

¥3L13797WH

£8l




1 Tiiie Kenndaten Grenzdaten
» Typical characteristics Maximum ratings
7] -
> BPY 70 } = B3 nm Up = 1V
= Uy = 150mV bei E= 100 Lux t = -J5...4100 °
= L il et
: BPY 71 Ul >30mV  bei E~ 1000 Lux "
= | BPY 72 Uy, > 480mY  bei E= 10000 Lux
Ky = -2mvfc
Silizium-Photoelemente Tk = 0,1 %/°C
E o,
Silicon solor cells 1 = "
BPY 70 BPY 71 BPY 72 :
A= 36 1B 0,3 cm?
k> 20 10 1,5mA
s > 2 1 0,05 pAflux
L
P ———
Iy = 100 mA belt = 459C U = 40V
N aml GRL
BPY 78 g S 1uA beiUpp =40V, Ryx =T ke Uppy, = 4V
Silizium-Fhoto-Thyristor |“ < 1pA  bei U““ =40V, Rpg =T k2 | Il"(.#L = 300 mA
for Lichtschranken und lh'liT < 20pA bei UTI =15Y, RL = k@, Rg[{ = oo ll"I{L = 2A
optisch gesteverte Schalter E=0bux tit, = 210 mW
Iy £ 2mA bei Rg =2 ke bei t,,., < 45 °C
Silicon photo-thyristor Up = 1V beilp = WmA t = 150 °C
for light barrisrs and Ul" < 2V bei | - 900 mA
light controlled switthes Er =1000 Lux bei Upp =40V, Ry =1k, Ry =27 k2
Grobe - Outlines 50 Lichtquelle : Weliram-Glohlompe mit 2850 °K Farbtemperatur
Light source: tungsten filament lamp
at 2850 °K colour temperature
5
z
o=
=
=
m
e
il R
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Tyse Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum rotings
EPY 79 Uy =450mV  bei E=10000 Lux Up = 10V
lg 220pA  bei E=10000 Lux S = 100 °C
Silizium-Photo-Element s 2 20nAflux
. 8! . IR < 10pA  beilUp= 5V, E=0Lux
Silicon photovoltaic call Up = 10V bei Iy =100 uA, E=0 Lux
Gréfe - Outlines §1 bei t,,.1, =25° und
Lichtquelle: Waoliram-Glihlampe mit 2850 K Farbtemperatur
at typy =25°C ond
Light source: tungsten filaoment lamp
at 2850 °K colour temperature
%)
CQY 10 UF — !.3\" bei |l.1 =50 mA ||_1 = 100 mA
Up = 4.15V beijlp =104A ipg = 25A
Gallismarsenid- o= 29 bei lp = 2pA bel = 1us
Lumineszenz-Dioda C, = M0pF bei Up = 0
L =YI00A
Gallivm orsenide electro AL = 350 A

luminescent diode

Gesamte Strahlungsleistung
Total radiation power output
0,5..1,5W bei I'l"' = 100 mA

Halbleiter-Sonderbavelemente - Semiconductor special devices

Tiie Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
BRY 49 I =100mA bei t .. =45°C BRY 49 BRY 50 BRY 51
BRY 50 g SO0IwA bei Upp=Upp, Rog=5ke8 |Upgp; = 30 70 120V
'R S OlwA bei Ugp=Uppy, Rgg=5ka |Upg,= %0 70 120V
BRY 51 IGkrR S 1#A bei -Ugg = §V duprae= 50 S 50 Vs
_ lgk = 20pA bei Up =15V, Ry =]k@ lpop, = 03 03 03A
Kleinleistungs- Iy < 2mA lfp, = 2 2 2A
Thyrisforen Up £ 1V beilp = 10mA rnt.. =210 210 210 mW
" ] UF < 2V bei 1!,« =200 mA bei tinik < 45 =C
smail power thyristors fon S025ps  beilp = SmA, R =1ka, o =15 1% 150°C
i . Rope = 5ka
Grabe - Outlines 52 Gl
i tuff S Sps  bei Rl_'rl\' = lka




T8 Kenndaten Grenzdaten
§ YR Typical characteristics Maximum ratings
5| BSV56 A BSV 56 A BSV 56 B BSV 56 C Upp = 35V
B Rpg = 47.3)) 47..9) 4.12 k0 Ugp, = &V
E st 56 B bai Ul " =3V, lp=0 et = oA
ﬁ st 56 c n 0.56...075 0,68...0,82 D,47..0,8 Piot = 400 mW

bei Um. 0V | bei ty, < 25°C
Silizium-Unijjunction- IEpn = 0,02 =02 = 012 A t = 125°C
Transistaren, basondars bei Lll:], =30V |
zur Ansteuerung von Ip = 2 < & =- 25 A
Thyristaren bei ULI =25V, Ugp S 1; UHII
Iy = o = 4 mA
Silicon unijunction bei Uur =20 V, Rygy= 'IDU ﬂ
r‘ransisfers. espc.ir.inllv for Uprcat 15 2 2 9 2y |
controlling thyristors i bei Upp = 10 }\; I[Z - 50 mA‘lz
Srofie - 1 Bamod = 2 mA, |
Grafbe - Outlines 53 bm“Um 18V, Iy =50 mA
U”“‘I = 4 = 4 = 3 Vi |
f > 200 = 200 > M0 kHz

e —

BSV 57 A
BSV57B
BSV57 C

Silizium-Unijunction-
Transistaren, besonders
zur Ansteuerung von
Thyristoren

Silicon unijunction
tronsistors, especially for
contralling thyristors

Grobe - Outlines 54

JALITHIVH

681

BSV 57T A BSV 57 B BSV 57 C
R“B = 4F.9,1 47..21 4,12 kg
bei Upp =3V, I =0mA
n =0,56...0,75 0,68...0,82 0,47..0,8
bai Upp =10V
lgne S 0,02 <02 2012 A
bei Ulﬂlll =30V
Ip s 2 < 6 < 25 A
bel Upp —35"' Ugm =1~ Upp
Iy 4 Z 4 mA
bei Ulm 2 V. Ry = 100 @
Esat = 2 2 2 v
bei U =10V, I =50 mA
lhgmeda — 12 12 12 mA
bei Upp =10V, I = 50 mA
| Ui, 2 4 " il = A
f = 00 = 2000 = 22 kHz

Upg = 3BV
Ul"l:l = 4V
ILM - ]5 A
ot = 300 'mW
bei T”"]I < 25 G
I S
B5,E




Tyiic Kenndaten Grenzdaten
§ LA Typical characteristics: Maoximum ratings
=
> st 53 A B:V 58A BSVSBB i UGKO = 40V
o BSV 58 B Ugko= 40 =240 V beilggy =100nA Uggo = 5V
oy UKGO = 5 = 5 V  bei lKUU =500 nA UGAU = 40V
— = i
L rommierbare Silizipm- | DGA0 = 40 240V beilg,g = 100A Ugag = 4OV
# | Prog are Silizium U S 4 o v i — 10nA | =Y

Unijunction-Transistcren, KAO f E beilgyg = 10n L, B bl
besonders zur Ansteverung | P S 1 s 8 pAbeiVg =10V, RG=10kQ | lpp, = 2A

on Thyristoren Vp  =02.05 02.16 V beiVg =10V, Ry= 1MR | lgp = 20 mA
o Vp  =02.06 02.06V beiVg =10V,Rg=10k2 [Py, = 300 mW
Programmable silicon Iy = 25 < 50 pnh bei Vg =10V, Rp= 1 MR bei t,mp S 25 °C
unijunction tronsistors, Iy S B 570 pA bei. Vg =10V, Rg=10ke |t = 125 °C
especially for controlling gk S 100 <1000 nA beilggp=40V
thyristors UF < 15 <15 V bei IF = 50 mA

Uy =626 V¥

Grobe - Outlines 55

AHY10A _ AHY10A AHY 108 Up = 0V
Up bei lp =05 mA =10 =10 v Py = 130 mW
AHY 10B lp bei Up= 8V 0,7..1 5.2  mA bei toues < 33 °C
Germanivm-Magnetdicde lp bei Ug= 12V 1,5.2 mA 4 = 100:°C
for Schaltanwendungen Ep beliUp= BV, By=-1kG 075.] L.15 VG
E, beilUz=12V,By= 1kG 1,5.2 e}

Gearmanium magnetic diods U.\l bei UB = BY; E'!l = 0kG 375.425 375.425 V
for control applications

Kunststoffgehause
Plastic case

Abmessungen - Oultlines
4XZX2 mm

¥3L1318TVH

161
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Type

Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdaten
Maximum rotings

CGY 11

Gallivmarsenid-Gunn-
Effekt-Dicde fir
Mikrowellen-Oszillataren
im CW-Betrieb

Gallium arsenide gunn
effect diode for micro
wave ascillators
countinuons wove

Grofie - Qutlines 58

Up = 8VY

I =160 mA bei Up=8YV
F=82.12,4 GHz3)

Py = 5mwW

n = 15%

') Bei Betrieb in Sperrichtung kann die Diode zerstdrt werden.
The dicde can be destroid when operating in inverse
direction.

%) Mit der Betriebsspannung ist die Diode iber den gesamten
Frequenzbersich durchstimmbar. Beirieb bel anderen Fre-
quenzen moglich,

The diode con be tuned over this frequency range with
the supply veltoge. Other frequencies are possible.

Up = 12V

Py = 15W
bei ty,.. 545 °C

ts = 150 °C

i

¥3L1379TVH

€61

CGY 12

Galliumarsenid-Gunn-
Effekt-Diode for
Mikrawellen-Oszillatoren
im CW-Betrieb

Gallium arsenide gunn
sfect diode for micro
wave oscillators
countinuans wave

Grabe - Outlines 56

Up = BVI

Iy = 160mA bei Up=BY

f=82.124GHz3

Pn = 10mW

n o= 15%

11 BeiBetrieb in Sperrichtung konn die Diede zerstort werden,
The dicde con be deslroid when operoting in inverse
direction.

| ) Mis der Betriebsspannung ist die Diode Ther den gésamten

frequenzhereich durchstimmbor, Betrieb bei anderen Fre-

quenzen moglich.

The diode con be tuned owver this frequency range with:

the supply voltoge. Other frequencies ore possible,
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Zubehdr
Nr.
:lulh- Zubehér l Werkstoff ‘ fiir die Typen
e 009 012
| [
009000 | Kihlschelle St AC 122, AC 12230, AC131,
vernickelt AC 131/30, AC 170, ACIT1,
ASY 24, ASY 24B
009001 | Befestigungs- Woalzzink OC 602 spex, OC 604 spex 007013
schelle
009002 | Befestigungs- St AC 116, AC 117, AC123,
schelle vernickelt AC 124, ACY 24, AFY 14, ASY 30
009003 | Isolierscheibe | Glimmer 50 um | ALZ 10, OD 603, OD £03/50 5. 014
loval) E”. < 0,6°CW
009004 | Isolierscheibe | Glimmer 50 pm | AD 138, AD 149, AUY 28 009 027
Rip = 03°C/W
009005 | lsclierbuchse Makralan AD 138, AD 139, AD 149, 009028
rot AD 152, AD 155, AD 159, AD 160,
AD 144, AD 165, AUY 28
686 208
009006 | Befestigungs- 5t ALZ 10, AUZ 11, AUZ 11 D,
flansch verzinkt 0D 603
009007 | lsolierring Hp 2041,3 ALZ 10, AUZ 11, AUZ 11D,
OD 603
007008 | Befestigungs- Kunststoff ALZ 10, AUZ 11, AUZ 11D,
flansch T 442 0D 603
009009 | lsoliarscheiba Glimmer 50 pm | ALZ 10, AUZ 11, AUZ 11D,
(rund) th = 06°C/wW | OD 603
009010 | Zwischensockel | Lupolen AC 122, AC 12230, AC 150,
1800 H AC 160, AC 170, AC 171,
AF 106, AF 134, AF 135, AF 136,
AF 137, AF 138, AF 139, AFY 12,
AFY 13, AFY 15, AFY 16,
AFY 29, ASY 24, ASY 24 B,
BC 107, BC 108, BC 109, BC 129,
BC 130, BC 131, BF 115, BFY 27,
BFY &6, BFY 80, BSX 25, BSX 38,
BSX 53, BSX 54, BSX 75, BSX 79,
BSY 19, BSY 21, BSY 70, BSY 93

Isalierkappe

Isolierbuchse

Isolierschaibe

Spannplatte

Isolierscheibe |

Anschlufischaibe

Lupolen
1600 H

Makrolon
schwarz

Glimmer 50 pm
Ry S 0,6 °CIW

St

varnickelt

Glimmer 70 pm
Rip = 1.5°C/W

Cu
versilbert

AC 122, AC 122/30, AC 150,

AC 160, AC 170, AC 171,

AF 134, AF 135, AF 136, AF 137,
AF 138, AFY 13, AFY 15, AFY29,
ASY 24, ASY 24B

AD 138, AD 139, AD 149,
AD 152, AD 155, AD 159,
AD 160, AD 164, AD 165,
AUY 28

AD 139, AD 152, AD 155,
AD 164, AD 165
AD 159, AD 160

AD 159, AD 160

AD 138, AD 149, AUY 28
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Passive Bauelemente

Passive electronic components

Seite « Page
Drehkondensatoren .o.vvvivns 3 iievvennss Varigble capaocitors
Schraub-Trimmer ....ovveninny. L St R 3 v.. Screw frimmers
Keramlk-Rahririmmer .,........ I oo Tubular ceramic trimmers
Elektrolyt-Kondensatoren . ... 3 & WG Elektrolytic capacitors
Tantal-Kendensatoren ......c..o 12 s.iiicei.. Tantalum cepacitors
Kunststoffalien-Kondensatoren . 14 ......o000 Plasticloil capacitors
Keramik-Klelnkondensatoren .. 20 ...... Small ceramic copcicitors
Durchfihrungsfilter P I ., Leading-in filter
Dickfilmschaltungen . . 24 AT e, Module circuits
Kohlaschicht-Widerstande ..... & ........o. Corben film resistors
Einstall-Regler vovvviiviiniiennn 40 iiiiiian.. Trim-potentiometers
Schicht-Drehwiderstande ....... 42 cisenssens Fllm potentiometers
Schicht-Schisbewiderstéinde ... 43 ... Push-bulton potentiometers
Widerstands-Schalter .......000 44 (oo, Resistance switch
Drehschalter ...ooviiiiiienine # Giiiiiin i Rotary switch
Kleinst-Kippschalter ..oovvweeen 45 Liivie Miniature toggle switch
kit e[y o L SRR 7. < Y 1T 3 17
Einbau-Metzschalter ........... M e vevnee Malns Switch
Schalter mit Rastschlof ..., ver B8 G Switch with snoap Lodk
Buchsenainsalz oivcviiviaiiae 81 wiismweavsaisesaias: Jock Insert
Gedruckte Schaltungen ..ceisee 82 sisuseesssaienns Printed circults
Baugruppen Assemblies
Schiebetasten ..v.iivvevvnnine 83 siiiiivesss Push-button switches
Fornsah-Tuner ....ovveivennsnas 8 susiiamesvnnass TelYISTON-tuner
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Drehkondensatoren - Variable capacitors
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526  Schraub-Trimmer - Screw frimmers

F.

Z | Nennspannung - Rated 1) (cre ' MR B i 500 V—

] - porail

= | 'emperaturberejch - Range of temperature ........ —325...+85°C

| Verlustfoktar - Dissipation factor <2510+
Isclationswiderstand + Insulation resistance ...... > 1058 M@

Fir gedruckte Schaltungen

MNermal-Ausfihrung « Narmal version - —
For printed circuits

Type TKg
13176 13002 13010 G5a 13124 G5a 13125
108f2C Cy AC Cy AC CJ\ ] acC CA AC CA AC
787 —100 <04 =3 S05| 245 s 14| 265 215 =5 S LS [T 58 pF
783 —100 sS07| 24 | 08| 246 s15| = S5 265515 =7 pF
791 0 =05 =3 SE05| =45 212 =255 <15 =255 512 =6 pF
792 + 50 =07 =3 s07| =4 SN2 248 s ls| 245 | <12| =5 pF
TK
Tolasranz
Talerance m q:ﬁ
+ 100

526  Keramik-Rohrtrimmer « Tubular ceramic trimmers

Keramikrohrchan aus Keramikmaossen der IEC-Gruppe 1B, tropaenfest, tauchlotfahig [chne Kunststoff)
Ceramic tubes made of ceromic compounds |1EC group IB tropicolized, may be dip soldered (without plostic)
Nennspannung - Roted voltage .ovvvieveiiinninnss 500 V—
Temperaturbereich + Range of temperature ,....... =25...485°C
Verlustfaktor + Dissipation faclor ..oveevrnevnnnes ca. 10- 104
Isolationswidersiand » Insulation resistance ...... > 10105 Ma2
Ausflihrung Keramik Cy AC
Version Ceromic
pF pF
GSa 13262 N 750/18 <13 =52
99110 N 75018 < 0.3 |
:I:: I N 750/1B =3 =7
3 29115 N 750/18 <15 =5
=
m
&




527  Elektrolyt-Kondensatoren - Electrolytic capacitors
Fior Rundfunk und Fernsehen - For broadcasting and television
Bauform Anwendungs-Klosse Abmessungen
Varsion Application class Dimensions
Typ EMS
TR s HPF
Jiresahigan Temperatur-Beraich
Anschlufidrahten Temppermur iy ¢ 4,5 % 11 mm
wire terminals —950C ., 4B5°C ?:5 Ilimam
on one side '. 5 :-: 16 mm
Anwendung 1 8.5 16 mm
Typ EMA  ahnlich DIM 41316 Application & B‘_; 3 fé mi
3 i s
axiale Anschlufdrihte —~40°C e
. - auf Anfrage ¥ p gl
axial wire terminals
an ragquest
Typ EFA DIN 41314
e
g Temperatur-Bereich
‘—@—' Temperotur range
=25°C ... +70°C &
D # 15mm
IN 41317 s
Ty‘rp £ D zulassige @ &5 %X 20 mm
mit Kunststoffsockel for mittlere relative B85 % 20 mm
gedruckie Schaltungen Luftieuchte & 10 % Wmm
with plostic base for nedium relative th 10 X 25 mm
printed wiring permissible B 10 % 30 mm
air humidity th 12 X 35mm
< 759 D 14 X 30 mm
th 16 % 30 mm
Temperatur-Beraich @ 16 X 40 mm
Typ ESS DIN 4] 320 Temperatur range ¢ 18 X 40 mm
mit Standschelle fir gedruckte bis +B85°C B 20 % 40 mm
Schaltungen aul Anfroge @ 25 X 50 mm
with matal base for on: request
printed wiring bzw. —40°C
aul Anfrage
on request

6 BAUTEILE

Nennspannung Kapazitats-Bereich Toleranz
Rmﬁdvvoimga Capacitance range Tolerance
0.5 uF ... 470 uF
i2 nach-Spannung
according to
3,6,10 +50%...—20
16, 25, 35, 50 voltage % %
€3, 100 Kapazititswarte nach E3 gestuft
Capacitances groduated
as per E3
0.5 uF... 10000 puF
j@ nach Spannung 4 V=100 V-
3,6, 10, 16, 25 according to #5095 ...-20%
35, 50, 63, 100 voltage
160, 250, 350,
2003, A5 Kapozitatswerte nach E 3 gestuft 150 V-...450 V-
+509...=-10%

Caopocitances graduated
as per E3

BAUTEILE 7




Bauform Anwendungs-Klasse Abmessungen
Varsion Application class Dimensions
Typ ERS
Befestigung mit Ringschelle
Fixing by means of ring clip
g{
Typ EGZ ‘
Befestigung mittels Gewinde- HSF
zoplen am Becherbaden Temperatur-Barelch ¢ 25 % 30 mm
Fixing by means of threaded Temperatur range B 25X 40 mm
bolt at the bose of the cop =250C ... +70°C @30 X 40 mm
@30 X 45mm
zulassige ¢ 30 % 50 mm
__ mittlere relative ¢ 30 %X &0 mm
Luftfeuchte 30 % 70 mm
permissible G35 X 50mm
TyeE3R medium relative ® 35 % 60 mm
Mit zentraler air humidity ¢35 % 70 mm
Schraubbefestigung < 75% ¢ 35 % B0 mm

With center screw

Typ ESL
Mit Schréinklappenbefestigung
With twist prongs

Typ EST DIN 41318
Létstift-Auvsiihrung im
Rastermab fir gedruckte Schal-
tungen

with pin base for

printed wiring

Tempearatur-Berelch
Temperatur range
bis +85°C
auf Anfroge
on request
bzw., —40°C
auf Anfrage
on recguest

h 40 X &0 mm
B 40 X 70 mm
¢ 40 X B0 mm
¢h 40 ¥ 100 mm
¢ 40 % 120 mm
th45 % P0mm
@ 45 X 100 mm
@ &0 % 100 mm

MNennspannung Kopazitéts-Bereich Toleranz
Rafad\;alluga Copacitance range Tolerance
220 uF ... 22000 uF
6, 10,16, 25, Kapazittswerta noch E3 gestuft -
as, 50, 63, 100 +50%...—20%

Capucitances groduated
as per B3

250, 330, 450

Elnfach-Kapozitdten
8 pF ... 200 pF

2fach-Kopazitaten
z. B, 848 pF ... 100-+200uF

fach-Kapozititen
z.B. 50+50+4 uF

4fach-Kapozitaten
z. B. 200+100+50+25 pF

AMach-Kapozitalen
200-+75+25 200 uF
300/330 ¥ 325/350 V

+509%...—10%

8 BAUTEILE
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527  Elekirolyt-Kondensatoren, Spezialausfihrung 527  Elekirolyt-Kondensatoren, Spezialausfihrung
Electrolytic capacitors, special types Electrolytic capacitors, special types
Typ EST/S Typ EST/SR

Die Kondensatoren dieser Typénreihe sind mil einem Ventil versehen,
das bei Auftreten eines Uberdruckes im Kondensatorgeh&use, hervor-
gerufen durch kurzzeitigpe Uberlastung bzw, Erwarmung des Konden-
safors, anspricht, chne zerstért zu werden. Das Ventil 6ffnet sich, um
sich nach Herstellung des Druckausgleiches bzw. nach Abkiihlung des
Kondensators wieder zu schliefen (Ansprechen der Sicherung ete.),
Uber dem Yentil ist eine Schaumstoffscheibe angebracht, die evil. aus-
tretende, geringe Elektrolytmengen autfangt.

Die Langenmafe der Becher von Seite 8 erhihen sich durch dos 5-Ventil
um 4 mm.

The capacitors of this type series are provided with a valve which
responds, without being destroyed, In the presence of excess pressure
in the capacitor case caused by short-term overloads or averheating
of the capacitor, The valve opens and closes once the pressure has
been equalised or the copaciter has cooled down (response of fuse,
ote.).

A foam rubber cushion is plocad obove the valve o catch the small
quantities of electrolyte which may escope.

Due to the S valve the con is 4 mm longer than stated on page 8.

S-Vent,

=

Typ EST/S

Die Kondensateren dieser Typenreihe sind fir den Foll vorgesshen,
daf der Kondensator durch einen groben Fehler im Gerat oder in
Bauteilen des Gerats mit Sicherheit zerstort wird,

Mit fortschreitender Zerstorung des Kondensators wird der in Form
vori Dampf oder Flissigkelt oustretende Elsktrolyt, ouch bei nicht so-
fortigem Ansprechen der Sicherung, bis zv 20min in dem vorgesehenen
Isolierbecher aufgefangen.

Infalge seiner konstruktiven Ausfihrung ist der Kendensator aufierdem
villig isoliert.

Die Abmessungen der Becher von Seite 8 erhdhen sich dadurch im
Durchmesser um 2 mm und in cler Lénge um @ mm.

This line of capacitors 1y provided for cases where the capacitor will
definitely be desiroyed due to grave defects In the equipment or ils
assemblies.

With progressive destruction of the copocitor the electrolyte, which
escapes os steam or liquid, is collected in the insulating can for up
to 20 min. even though the fuse may not act immediately.

Furthermore, due to its design the copacitor is insulated completely.
The dimensions of the cons on poge 8 increase by 2 mm in diometer
and ¥ mm in length.

Typ EST/SR

10 BAUTEILE
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527 Tantal-Elekirolyt-Kondensatoren - Tantalum electrolytic capacitors

electrolyt in sealed metal
case with oxicl wire
terminals

- }—

') Auf Anfroge - On request

Anwendungs-
Bauform Klasse MNennspannung Kapazilaten Toleranz Abmessungen
Version Application Rated voltage Copacitances Tolerance Dimensions
class
¥f-<
TSF

nach DIN 44 350 bzw, & 0,33 pF...330 uF
Mil-C-25 455 32X 64 mm
according to DIN 443350 —g0sC 10 0,33 uF... 220 uF
or MIL-C-24 455 $1259C +209 D45 x11,2mm
Sinterancde mit festem : p 15 0.33 uf,..150 uF (£10%) 1
Elektrolyt in Matall- I rc'._}enIIEErd > L B 7.1 X165 mm
becher dicht verltet, mit Topiotizs 20 0,33 pF...100 F
axialen AnsdiluBdrahten 87 X 19,1 mm
Sinter anode with solid 33 L A

Reststrom -

Leakage current 1 . <0,02 - Cy -+ Uy (nA) oder 1 pA

Nennsponiung
Rated voltoge

Verlustfoktor
Dissipation factor

= 100 uf

> 100 uf ’

10102
6-102

Anwendungs-
Bauform Klasse N p g Kopazilaten Toleranz Abmessungen
Version Application | Rated voltoge | Capacitances Tolerance Dimensions
closs
\p‘_

Typ Il
nach VDE 05£0/16
according te VDE 0540016 FRF
i it Temperatur- 3 47 wF..100 pf
Sinteronode mit festem j B B
Elektrelyten in Kunst- Bereich O35%X & mm
harzumhillung (Tropfen- temperature é 2,2 pf... 68 uF +509
form) AnschluBdrahte ”‘”‘99 . §= —209, G4 X 65mm
einseitig herausgefihrt —55°C...+85°C 10 1,5 pF... 33 uF :
Sinter anode with solid zuldssige M= +20%0 | ®5 % 7.5mm

Vodirolvin, Tasin mittlera 16 1,0 pF... 22 uF
s i Luitfaudhte K= +10%" | 55X 8 mm
ancapsuloted, (drop- — L
shoped| wire termincls permissible (el SETURR o6 XN b
unilaterally fixed medium alr ST e
humidity 35 J pF. 0p
— | o
Reststrom - Leakoge current R .. <005+ Cy « Uy (pAl oder 2 pA

1} Auf Anfrege » On request Verlustfoktor « Dissipation factor < 10 « 102
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For radio and telavision

Code KS

Kunsistoffolien-Kondensaforen - Plasticfoil-capacitors
Fir Rundfunk und Fernsehen -
Palystyrolfolie « Polystyrene foil « Kurzzeichen -

Bauform
Version

Anwendungs-
Klasse
Application
closs

max. Ab

%
r

max, dimensions

mm

Rated'\ralluge

V-

Kopaozildls-Bereich
Copacitance range

Toleranz
Tolerance

mit axialan Anschluf-
drdhten

with axiol wire terminals
nach DIN 41387 oder
Form AM

occording to DIN 41387
or form AM

R I | S

ISG
nach DIN 40040
—10°C....F70°C
zulassige
mittlere Luft-
feuchta
permissible
medivm relative
air humidity
= 65%
zulassige
Transport-
temperatur

permissible
transport
temperoture

—=40°C

nach DIN 41380

D22X 7.
$30x B..

B 55X 12
D 75X 17

$33% B..
BH40 %12,

B 11,8%32
?13,9 % 32

2 pF... 5400 pF
2 pF... 22000 pF

2 pF ...22000 pF
2 pF ...15000 pF

Bauform
Versien

Anwendungs-
Klasse
Application
class

max. Ab en

Y]
I

mox. dimensions

mm

Rated voltage

V-

Kapazitats-Bereich
Copacitance range

Toleranz
Talerance

mit einseitig herausge-
fihrten Anschlufidrahten
wire terminals protruding
on one side

Form B
& s —— ]

15G
nach DIN 40040,
—109C...+70°C
zulassige
mittlere Luft-
fauchte
permissible
medium relotive
air humidity
= 6%
zulassige
Transport-
temperatur

permissible
transport
temperature
—40°C
noch DIN 41380

DTT X 121 K 32
Q72X Hl4IxR32
D BO0X 17.. H14,0%X 32

g8 s

1000 pF ... 22000 pF
1000 pF ... 15000 pF
500 pF... 10000 pf

+ 209
+ 109,
+ 59
+259%




524
Kurzzeichen « Code TKS

Kunststoffolien-Kondensatoren - Plasticfoil-capacitors

Bauform und Kurzzeichen

Anwend

Y]

gsklasse I pannung
Version Application class Rated voltage
nach DIN 40040
9 N 5242.001 HSG
nicht umhillt —950C...+70°C
not encapsulated 250 V=
relative Luftfeuchte oder
im Mittel + relative 125 Ve
—_—rn mediuvm air humidity
S65%
9 N 5242.002 HSF
umhiilit =255C".. +70°C QV—=
encapsulated d
relative mittlere 3?0 :,L
Luftfeuchta « relativa
— medium air humlidity
S75%
9 N 5242.004 HSF
umhillt 25°C ... +70°C 250 Y —
encapsulated e
relative Lultfeuchte 1;5 SM
im Mittal « relative
L = medium ajr humidity
=75%
9 N 5242,005 HSF
umhidllt —1250C .., +70°C b
encapsulated 28K
. odar
relative Luftfeuchte 250 V'm
im Mittel « relative
ey medium air humidity
V =75%
16 BAUTEILE

Kapazitat
Ccpzciiﬂnca Abmessungen Eigenschaften
i i Data
Toleranz Bereich Dimensions ¥i
Telerance Ronge mm
Prifsponnung
Test voltoge
= 700V -~ 1s
;_ ;% 100 pF... 880 pF| ©55%12.. ¢ 7,3% 12| Zeitliche Kapa-
T % 820 pF ... 4700 pF| & 6,6 % 17... tﬁ 12,1 X 22 | zitats-Konstanz @
:]g;}g 5600 pF... 39nF| ¢ 11 X32.. ¢ 21,8 X32| Temporary So
T capacitance % %
je nach Kapazitar constant e
according 1o capacity 0,35 >4
+ >
g
ge
2
13 ‘0-
+ 1% |100pF...P0000pF| GEX25.Q18x28 ;g
& o
= £
Bl
Z .2
2o
o
=
§z
& 200 pF Prifspannung _%Q
1% 100 pF... 40000 pF | 8% 33...h24 ¥ 45 | Testvoliage | & £
< 200 pF 500 V~, 2 min g _?
* 2% =9
g8
B g
EC
o
& 5
&
20
= 200 pF 5 5
£19% — o R
20 pF ... 20000 pF | b 8% 25... ¢h25 X 45
< 200 pF
+ 29
i | '

BAUTEILE
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Kapazitat

Bauform und Kurzzeichen Anwendungsklasse Nennspannung Capacitance Abmnuu.ngan Eiger[i;chaﬂnn
Version Application class Rated voltage Tolarane Bereich Dimensions afa
nach DIMN 40040 Tolerance Range mm
9 N 5242.006 HSF
umhillt —350C ... 470°C
encapsulated &3V — - 5n§.p;F96ﬂ.{]WEo pF @0 X 24
relative Luftfeuchte oder 1% 80
im Mittel - relative 30V~ 32160 pF 10316 < 24 2
medium air humidity g2
<75% 8 g
a
>a
9 M 5242,007 HSF 58
umhillt —95°C...+70°C s ge
encapsulated 125 V= = 500 pE};mBU;)U pF @10 x 24 oo
relative Luftfeudhte oder = 1% = BF ey ; 25
im Mittel + ralative 75 Vs 16000 pF 10216 X 24 ;E_ b
medium air humidity o
bl
e
9 N 5242,008 GsC 125 V— o
im Keramik-Rahr —dDOC .. +705C ader 50 pF ... 200 nF o g
in ceramic tube 75V~ =
relative Lultfeuchte P = 500 pF 'E z
im Mittel - relative i + 1% L an
! %22, th 1P X 45 n
'=ﬂ:u==‘ medium air humidity oder < 500 pk S0pF... SOnF |@B5X 22, 0] 9 o
<759 125 ¥V~ + 59 ‘o
s
9 N 5242.009 | | 500 Y — e '_g
im Keramik-Rohr oder 500 pF... 20 nF p-i
in ceramic tube 250 Vi~ g g
o &
iy O
5 AnschluB- | o 2
9 N 5242.018 GSF B dréihte im |2 3
& 12 ster 4o &
=AECusrEAN N 12%12X36 Turcr‘n[nuls =1ke)
180 V= 4+ 18, F ... 100 nF in scraen
9N 5242.020 relative Lultfeuchta oder & 1% 200 pF ... n
im Mittal « relative 75V~ i " )
—_—r mediuvm air humidity BT A1 DIER 2
=75%
18 BAUTEILE BAUTEILE 1%




522 Keramische Kleinkondensatoren
Small ceramic dielectric capacitors
B . |
Anwendungs- Gruppe | - Type | Gruppe 11 « Type |
Apﬁllll::;taion Keramik [ Toleranz |Abmessungen| Kapezitat |Spannung i""'f?rm Teleranz |Abmessungen| Kapozitét | Spannung | Keramik
e Ceramic| Tolerance | Dimensions | Capacitance| Voltage sreen Tolerance| Dimensions | Copacitonce| Voltoge | Ceramic
mm pf V= mm pF Y=
p2x 5.0 3...180 125 RDP - G2x 5.1 150...8200 125
160 ¢ 2 160
2% 10..20 4...800 500 ¢ 2 + 209, G 2x10...20 | 200...5800 500
@3 % 10..30 3..1240 400 = a4 3¢10..30 | 150...15000 400
500 ¢ 3 500
o b — —_— —
nach « acclto R840 T v 03
DIN 40 040 M4 X 16...40 11...1800 700 B4 + 509/ 4% 14..40 | 500..27000 500
HPG ~ 20% | @4 % 16..40 | 600...15000 700
=25, | |
+85°C P 100 £0.5 pF
zulassige £l pF | HbG: - + 509/
mittlere NPO 290 of BEx 5.1 3...180 125 @2 — 209, @d2x 5.1 150...6200 125
relative NQ 33 o HDH
Falichta NO 75 hee ®3% 8.3  38.1300 400 ¢ 3 + 209 | ¢3%10..30 | 200...17000 400
i + 1% 500 500 DK 700
pﬂl’n’llli.'ifblﬂ N 150 + 2% + 50 %}I DK zmo
medium N 220 X - 20% DK 4000
relative I 230 + 6% DK 10000
humidity N 470 +£10%
S65% +20 % SDP -
Temperatur- N 750 i@ noch D4 1...48 250 ot 4 (] 50...1000 250
Bereich NI000 | Bauform + 50 %/
Temperature :;?DJE according - 0%
run-?gsn - to version b5 o 8 +1009/| B5 BB ¢ 12
£ hBERG hi1z2 @is 0.5...240 400 — 209, Bl p18 50...10000 400
aul Anfroge 500 SDR - 500
on request @5 P8 12 1...145 400 F100%/| &S5 @B 12| 50.4700 400
500 — 20, 500
Héhere Spannungen
auf Anfrage SEFK -
Higher voltages
Y Y Y ‘ on request ® vy Y Y | Y

20 BAUTEILE BAUTEILE 21



A 1

Gruppe | - Type |

Gruppe Il « Type ||

) i(lussa > x o Bauform 1.k
Rescciion Keramik| Toleranz |Abmessungen| Kopazitat |Spannung A Toleranz Abmessungen| Kapazitat | Spannung | Keramik
prt) Ceramic| Tolerance | Dimensions [ Capacltance| Vollage Tolerance| Dimensions | Copacitance| Voltoge | Ceramic
mm pf V= mm pF Ve
NO75S | %109 7 %8 10..47 500 TEFK +100%/| 78 gl'é ;ggn
N 750 209 9 X2 - 20% X2 125...9300 500
10 % 16 B @ 10% 16 DR 4000
L DK 10000
DDNK £ 209 K00
P00 '3 % 8...30 3...600 500 —Cﬂ:—- + 50Lf 3% 8..30 | 200...19000 500 DK 2000
NPO +10 % — 209% DK 4000
nach « accito | NO 33 DDEK
DIN 40040 NO75 | £20% — s
HPG N 150
—250C... N 220
+85°c 3 ﬁg + 50%/ 500
BUEK ik
zulassige N750 | £05pF BUBK D% | p32x8 1000 o0 | Bianio
mittlere N000 | £ pF |@32x8 2..70 400 +1009y| P45X7 sob b it
ralative N 1500 +10 9%, 500 qm _ s Pa5x9 2000
Fauchia 2%
permissible
madibm =
(atl DPJ r 400 Ve~
:‘T”‘G‘:‘v‘?\’ W75 o8 @12 &iu58 i 22:/;, @8 $12 | 270..1000 g§ ;Uogo
<65% N 1500 ' 400 Ve ! OB
—— ~ 209 DK 4000
+20 %
¢ 3%14 iy RDP) L s & L
N 1500 ¢ 4x16.30 2280 ﬁ:r |
¢ 420,421  30...150 Lk RDPL
£109% 3 kVms
N1000 | Sgpor |@45x30 33 5 KV~ ‘=r=1=' - - - - -
5k~
¢ 8x30...88]  80..170 I
22 BAUTEILE BAUTEILE 23
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Die Keramikkondensatoren der Anwendungsklasse
FPF werden folgenden Prifungen unterworfen, da-
Kapozitatsabweichung,
und lsolationswiderstand gemessen.

bel warden

Oberflache: umhdllt und impragniert

Verlustfaktor

The ceramic capacitors of application class FPF are
subjected to the following tests, whereby capaci-
tance deviation, dissipaotion foctor and insulation
resistance are measured.

Finish: impregnated and resin coated

Bedingungen - Conditions

. relative
Prifung - Test Temperatur Luftfeuchte Daver Spannung
temparature relative duration Voltage
humidity
Temperatur und Tauchzyklus —55°C|+25°C/+85°C — 5 Zyklen/cycles
temperature and +45°C 4+359C e 2 Zyklenfcycles
immersion cycle H.O NaCl-Lésurig
getoucht in + immersed in = salution
Feuchtezyklus - moisture cycle +25°Cf+65°C 5% 10 Tage/days

Elgktrische Lebensdauer
electrical life

1000 Std./h

bei/at Upy =125 V—1
250 V=
Bei/at Upj =250 V—;
375 V— +125 Vss
Bai/at Upy =500 V— 1B:
750 Vi— +230 Vss

belfat Uy =500 V—|I;
1000 V—

Feuchtelagerung « damp storage +40°C 90..95% 21 Tege/days
Prifspannung - Test voltoge 3-Uyg.cals
Hahenfestigkeit 1+ Uy, 0. 553, ca. 115 mbar Gruppe/Type |1B

Lo air pressura 1.5+ Uy, co. 5, ca. 116 mbor Gruppe/Type 11
Lieferbara Bauformen: SDPU O 4 250V -
SDPT 500 V—
ROPT @ 2 IB=280V-—
I =125V~
ROPT ¢ 3 S0V-—
Abmessungen siehe Seite 20...23
522 Durchfiihrungs-Filter - Leading-in filter
Bauf Dampfung Teleranz Abmessung Kapozilal Spannung Keramik
bdasii Type Attenuation Tolerance Dimension | Copacitance Voltage Ceramic
Version
bei 600 MHz mm pF V=
+100%
C::@:}—- Dufi = &0d8 0% G 8 X82 1000 500 DK 4000
r— ]




541 Dickfilmschaltungen - Module circuiis
»
i Yorzugs-
g Abmessungen Anwendung Widerstand
& Bauform Prefarendiac Anschlisse klasse Bereich Kapozitals-Bereich
:—:' Version dimensions Terminals Application Resistance Capucitance range
m mm class ronge
co.
40 %125 %1 15 Temperatur- 12..1Ma Keramikkendensatoren
X i Beraich i i
30 % 12,5% 17 1 e re;mur Balastbarkeit Ceromic copocitors
253 12,5 %1 r:‘nga Load 1 pF...33000 pF
WKIZEX1 7 S:Wljen
]““” (il = 15G der Wider- Tantal-Elektrolyt-
15x12,5%1 5 —10°C... +70°C | standsschicht kondensatoren
Tantolum capacitors
ahne Umhillung HLF i o lhel 0.5 uF ... 50 ?
without protection —25°C... +110°C Festatonce taver it sl
G AR (< 250 p Coulomb]

Max. Belastborkeit des Moduls -

Weitere Angoben ouf Anfrage -

*] Standard-Abmessungen mit Umhillung z. B.
Standord dimensions with encopsulated e. g.

Max. lood of the module circuit

Further details on request

2 K145%35 mm

1 Wiem?

Bestickung mif Halbleitern méglich « Also aveilable with semiconductors

Einige Dickfilm-Schaltungen (Modul) - Some Modular Circuits

300mm
330 020
330 01
330 966
330 967
330 968
330 969
330 980
330

330 990

£ M3lnve

NF-Treiberverstrker

NF-Klginleistungsverstarker

NF-Verstarker mit Tarzett fir 2 V—,1 W...1,5W

R-Modul fir Zahldekade

Gatter fur Zahldekade

Doppel-Nand-Gatter for Zahldekade

Zahldekade mit Anzeigerdhra

Doppel-MNand-Gatier

PAL-Flip-Flop

Flip-Flop

AF driver amplifier

AF smoll power amplifier

AF amplifier with tria for 2V—, T W..15W

R-modul for counter decade

Gate for counter decade

Double nond gate for counter decade

Counter decade with Indicating fube

Double nand gate

PAL flip-flop

Flip-flop




330011  NF-Treiberverstirker 330020 NF-Kleinleistungsverstérker

AF driver amplifier AF small power amplifier
e . 5 - ?a'_?s‘l
20k
) T a0k [ %2
Engang |, | ]
o—i} ic 4 L0kO ) fi it AC 122
Tuf
' 240 \[L"g'_"k'
e | - 'j = |
R 04 10V | P e
ot by 8° & i 22 uF
=5 500 uF I I
|
& l i
Kurzdalen « Short data I..__ e e e Y

gemessen - measured  bel tg,, = 25°C

Betriebssponnung - Supply voltage LAY Viraliaban:+ Siiol ik

Stromauinahme « Current input ca. 12 mA gemessen + measured bei 1, = 25°C

Verstarkung - Amplification Betriebsspannung « Supply valtage 6 12V
E:H:L:nil;” THEMIA eaBende Uhivie: Wi=nin Spannungsverstérkung - Voltoge amplification = 200 = 230
Point 5§ connected to point 9 ond obove R = 350 0 &40 Klirrfaktor bei 1 kHz co.ns can e
to point 3 Distartion per centage ot | kHz -
Punkt 8 und Punkt 9 mit R = 37 k@ verbunden S 125 Bandbreite - Bandwidth 30 Hz ... 18 kHz 30 Hz ... 18 kiz
Point B and point ? connected with R = 37 k0 Rulastron:» Cirrantof zero:signal condiiiion 15 25 mA

Eingangswiderstand + Input resistance = 8k Elehnsiderandts Insul reristcnce 5 Dka

Eigenrauschen - Self noice

Eingang kurzgasthlossen Ruoq =302 Upupon S 17V Ausgangsleisiung « Pawer output 0.8 1AW
Input shorted Ripern = 25°CMW, Ry porm = 22°C/W,  t; mox, 909C
Temperaturbereich « Temperatur range 0...60°C |~20...+75°C)

Bandbreite ist abhangig von der Aufbenbeschaliung
Bandwidth is dependent on the external connection

28 BAUTEILE BAUTEILE 29



330021  NF-Verstérker mit Terzett
AF amplifier with trio

330977 PAL-Flip-Flop
PAL flip-flop

- e
Symmetrierung ! ~ +.HJJ ,:Qp_. 2%}
bei Uy =75V | 1 "‘J 20
B 1kl 7 1 | 3900 7
Iy hé 3 co 0,9 Uy | 3 .._II.._I
= | | E].?QEE i
. AIE ' |
R [ )
g e’ [i— | |
| " L b
12 b 4 7 | 50
s 2,240 I 10| 85w 844 |
7 I 8] ,
15173 =—] 470k =
Suf 7 70k s Ra g 1B - “iel e
1L ! S W0 pF== g L TG
i -
| : ! Ty 5
! L] L 7 iﬂm & o— |
i
.l 1 g | ] ]
[ T S a
Kurzdalen - Short doto Kurzdaten - Short data
gemessen + measured  bei t ., = 25°C gemessen « meosured  bei t, 4 = 25°C
Ausgangsleistung - Power output 1 1.5W Batriabsspannung + Supply velioge 24V 12V)
Batriebsspannung + Supply voltage ? G..10 Y Leistungsavinohme « Power input co. W
Eingangsspannung - Input volloge Ansteverungsimpulse « Level contral pulse co. 70...100 V ([ss)
oo P = 50 mW 2,6 2.5 my
ol Font = e Impulszeit « Pulse fime 11 ps, f= 14,6 kHz
Ellirrfﬂfclor bei iz gl < R e e z. B, Ober Differenzierglied an Punkt §
g e paresyjieaw.ol f 8. 4. oboye difference link on point 5
ite + idth |—3.dB 75Hz...17 kHz 7 al 2 " -
Bc.ndbrene Hegrpwidihit ] i 2 Jotie il Temperaturbereich « Temperature range 0... 60°C (—20..,+80°C)
Ruhestrom + Current of zero signal condition cd. 4 ¢a. ImA
Eingangswiderstand « Input resistonce > 18 > 2k
Ri tiorm = 25 °CIW, Ry thesin = 22°C/W
tymy = — 1006 S0 9C, 1) max. $0°C
30 BAUTEILE BAUTEILE 31




330990 Flip-Flop

Kurzdaten - Short data

gemessen - measured bei t, = 25°C
Betriebsspannung - Supply voltages -6V OV +12V
Betrieb auch mit + Operation also with oy oV +12 ¥V
Leistungsoufnahme « Power input ca. 100 m\W

Ansteverirequenz + Control frequence max. 500 kHz (1 MHz)

Mennlast « Rated power
5kQ | | 200 pF noch + U oder 0 V oder 3 Flip-Flop
Stérabstand =2V beiFlanken < 20 ns

Ngice distance = 2V at flank < D ns

Steuarsignal z. B.
Control signal e.g.

7'V, negative Flanke < 20 ns

330980 Doppel-Nand-Gatter

Double nand gate
o0 (+121)
3 o—— K
—0 2 (4]
(E1) 4 o—fd—
5 o— o
Yot 3k2 [];,5 ool
440 o1 (&)
g 1282 4 1 (0v)
b—————————a § (~5V)
G A4 2485 12

Kurzdaten - Short data

32 BAUTEILE

gemessen « measured bei {p =25°C
Betriebsspannungen - Supply voltoges —&Y oV 12V
Minlere Leistungsauinohme « Medium power input
e Gatter + pro gate B0 mW
bei Avsgangssignal - ot oulput signal 10 10 mwW
bei Avsgangssignal + at output signal ske 50 m\wW
Eingongsspannung » Input valtagse
bei Ausgangssignal « at autput signal 30¢ e Ay
bei Ausgangssignal + at oulput signal sle = 1.5V
Ansteverfrequenz (schaltungsobhdngial
Control frequence [dependent on connection) bkl
Transistor-Verlustleistung - Transistor dissipation max. 100 mW
Temperaturbereich - Temperotur range D...40°C (—20... +50°CQ)
BAUTEILE 33




330969 Zahldekade mit Anzeigerdhre

Counter decade with indicating tube

J

Yhaeli

X
Mo T Medisetaung

Bindrspeicher

Dekadierung
H

¥
Moaw! I

ASTERIEETINY

o +60y

Abmessungen » Dimensions ca. §3 » 53 % 18
Madule | 4 % Flip-Flop 330 990

I 1 % Gatter A 9944

Il 5% Doppel-Nand-Gotler A 9945

IV 1% R-Madul A 7938
Widerstand R, = 11 W
u [40'Y
[
Ru = ‘—.2—-—'
mA

330968 Doppel-Nand-Gatter fiir Zahldekade
Double nand gate for counter decade
% Wik k0
A (+12v)
2 ¢ e
22,2 52 2 {4)
25 I ™ L
4 a (vl
A SR P
o 22 (4y)
# l I 1) F05 42 505 k2 ¢

 — L 1

BBy 17 2x8F 228

Anschlisse + Connectings

Fir olle Anschlisse Dicden vorhonden.
For all connectings diodes prasant.

firdie Ziffern
for the numerals

fir die Ziffern
for the numerals

Anschluf 28 und Dioden D,, Dy entfallen.

Connecting 28 and diodes D?, DS escape.

fir die Ziffern
far the numerals

Anschluf 26, 28 und Dioden 03. Dd' D? und
D, entfallan.

Caonnecting 26,28 and diodes Ds. D“. D? and
DE ascape.

34 BAUTEILE

BAUTEILE 35




| i | A A A A .

e

—

=

=

2

8po> JRDjO3 M
) 1 —— Aq paiow
oW oL ool 8'0 oExg @ ool 5E z £L40 dAL b
oW Z'e " Bl g0 zxg o 052 o ¥l Tesh dAL Bunuipiazuusy
R 20 9IxX9 @ 0e? 8z L0 2130 dAL Aaib
1Apoq jo Jnoje)
ll_HTl nouB tsquojpunis
, %BolF  %5F
TWZP B 0L La TLxLED 005 0EL §'0 PLvD dAL siuswanbas
TWE “UoBol £a X9Z D 052 ozt £E°0 6080 dA | e
uvaBuniapiojuy
UWE0 G0 2'0 LX9TQ o5l 0zz AL £020 dAL o1 |uyomsB
—— 404 150Fy NIT

wi iy —A 050 FF NIQ M
muww“ﬂv @' spos| suoisuswiqg sbojjoA B3UDSisAL | D02 199 usjsis
1599 24 XOW Buypisdo 'xow | |owiay) poo| i o Hy
mu_um_ua @ aoip | usb B ods | pUBisISPIM | (DULOpN i
=ABUREHAR -gn|psuy - ‘Xpw | -5galjag "XoWw | -JUMOMN isojuus N

S10JSISBL W|l} UOGUDD PBXI4 . SPURISISPIM-IPIYIS|YOY OIS

=
9B
g =
3 T L eLE &
o 2 5 2R g oB
== L |oo._u
@
2 2 | |
o 5 il 2 mmmm_m =)
B nmy Y wld o
23 8 %3 _
L 5.
S 2 59 T s
-_— = —_
£ 3 cm 2 T o ¥ -
.UG o = hAnI - 5
M9 = oS =
B .5 B AR
= .
- — 5 H- A= &
ENE & w2 = R
T T @ N
2.0 @ = i i &
=E s
e oz & 0o s
—
@
~0 P~ =
0 =
x: o 3
™ ™ 3




37131NvE 8E

48 3T13LNVE

DIN 44052 for
erhonta
Anforderungen

for more striengent
requirements

£2% 4§59

Grundlarbe: grau
Colour of body:
gray
Kennzeichnung
durch Farbeode

Marked by
colour code

—_—i
Typ 0207
Typ 0309
Typ D414

B e

Typ 0517

0.2

0,25

0,33

0.5

170

78

100 b 2.6%7
150 @ 2.6%9
250 B 37412
350 ® 6x16

Typ G207
Typ 0309
Typ 0414

A
p\\
ity

Form 5,

Als stehende Auslihrung fir gedruckte Schaltungen.
Also supplied for vertical mounting on printed circuit boards.

510 Kohleschicht-Widerstande - Fixed carbon film resistors

Fir erhdhte Spannungsfestigkeit - Far higher voltage stability

marked by colour code

Max.
At Boufor Ah:"enuﬂg
Type Version U
dimensions
mm
Grenzdaten:
= i —70°
Limiting values; Max QAN B Nagup C
mitaxialen Draht- al reine Impulsbelastung: u = 1700V
arisdhlGessd Impulse load only: Imp =
G df : Qre i i
];;:: ec]::hnneungrjur(h I bl Impulsbelastung mit Gleich- undfoder
zeic u
S iacol a Wechselspannungskomponente:
with m:ic(l iretarminals Typ SF 820 @ 820 Impulse load with BC andjor AC component:
ha w T
colour of body - grey Typ SF 830 7 8X30

PUpag | Y=+ [Vegr] - Y2 5 700V
¢} reine Wechselspannung: < 1900 V (=ff] - RMS
AC voltage anly:

d) reine Gleichsponnung:

DC veltage only: S 1000V




513 Einstell-Regler - Trim potentiometer

-
[ =3
g entsprict Bauform Abmessungen Mennlost Achse/Schleifer Widerstands-
€ | Type | occarding 1o Versioa Dimensions Naminal load ) isr.fliari Bereich
m DIN rm Slider insulated | Resistance range
3 lin. log: against shaft
A [ B ] 0 w W
Hortpopisrousithrung + Loaminoted-paper version
Anwendungsklasse - Application class I1SG
840 = - = =; — | 025 — nein - no 100 Q... 5 Ma
B49 = 2,34 B 2.5 10 0.05 —_ nein + no 1008R... 5MR
887 chnl. 44149 2,3, 4 98 1n2 1.2 0,1 — nein - fio 100 a.. sMa
BE7T B 44149 2,3, 4 9.8 10,7 1.2 0,65 — nein + no 100 2... 5MQ
834 44151 1,2, 3,4 7 18 5 0.25 — nain « no 1., SMe
886 44151 1,2,3
B96 — 2,3
B95 — 2
897 — 2,3, 4
899 — 3
——
Keramikausfithrung - Ceramic version
Anwendungsklosse - Applicotion class GND
850 — 23,4 8 25 10 0,3 —_ nein * no .. SMe
851 44 144 2,3 4 9.8 1nz2 1,2 0.5 = nain + no 100Q... 1Ma
851 8 44146 3 28 12 12 0.5 = nein - ne wea.. 1Mma
as2 —_ 2, 3.4 15 17 17.5 08 - nein = no 100 2... 5MQ
In folgenden Boulormen lieferbar + Ayailable in the yersions shown af right
PRl .
: Anel ]} AR}
©] ; AR
= g i
£ ®
nur - only @ @
Typs 840
o
>
E
=
m
-




513  Schicht-Drehwiderstdnde - Film potentiometers

Abmessungen Nennlast Widerstands-

Type | occording to Dimensions Neominal load Art Bereich
mm Version Resistance

DIN lin. log: range

A | B € | o W w

entspricht

JTEALNYY ¥

833 44153 14 17,8 8.5 0 0.2 0,1 Einfachregler 100 2 ... 10 M2
44 1e4 ofien bzw. geschlossen
Single control

apen respactive closed

834 = 16,5 19.8 16.5 20 0,2 0.1 Doppelregler 100 @ ... 10 M2
offen bzw. geschlossen
gameinsame Wella
Dauble control

open respeclive closed
with common spintle

875 — 208 a3 15,5 40 0,2 0.1 Doppelregler 100 @... 10 M@
offen
gemeinsame Welle

|

| Double control

| open

t with cammon spintle

Typ 834 und B75: Gleichlovfobwelchung

< 4 .dB oder = 10 d8
Synchron variation

Bei linearen Kurven ouch
< 3d8
Al linetir curves also

B g T““‘T

a0 WLJ

515  Schicht-Schiebewiderstinde - Push-button potentiometers

Mennlost - Mominal load

84l [w-ﬂu-—s—m—o-rg

—_— ==

87 lin. log.
W 04 W 0,2'W
> ———— a .=
= S i \ Widerstandshereich + Resistance range
= 100 ©... 10 MQ
m ‘_:: _l 1 |
i { N i “i1} = |
Fi N R




515  Widerstands-Schalter - Resistance switch

: -
=
z
E In 20 bzw. 10 Raoststellungen werden 1 X 19 oder 2 % 9 Widerstands 0.05 W, Klasse 0,5, 1 ader 2 DIN 41400
= roch Wahl (5,1 @ .., 560 kQ) geschaltet, d. h. der Widerstandswert wird stufenweise geandert.
In 20 resp. 10 located positions are 1 % 19.or 2 % 9 resistars 0.05 W, closs 0.5, 1 or 2 DIN 41400 to be switched
(values from 5.1 2 to 560 k@), i. e. the resistance valus is variated in steps.
Kantoktdruck 50...60 p
Contaci pressure
Anwendungsklasse GPF |—40°C/ +85°C [ < 759%]
Application class
max. Betriebsspannung &0 Var
max. operating voltags
Schaltleistung 20 W bzw. 30 VA
Switth power
—
460 Drehschalter - Rotary switch
Typ 952
Scholtebenen - Wafers: 1,2, 3, 4 oder §
pro Schaltebene 11 Schalistellungen - per wafer 11 switch positions
Schaltleistung - Switching power 27,5 VA bei Wecdhselstrom - ot AC
7.5 W bei Gleichstrom - at DT : -
Priiffspannung + Testing voltoge 1000 V'~ = =
Ubergangswiderstand + Contact resistance <3m2 = ;
s =
Betriebstemperatur - Operating temperature —409C ... +85°C
461  Kleinst-Kippschalter - Miniature toggle switch
g 1- oder 2polig - Single or double pole circuit breaker
g Belostbarkeit + Load capacity TA, 0V-
ﬁ Belriebstemperatur - Operating temperature —25°C...+85°C
&
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460  Netziaste Typ 901 - Piano Key Mains Switch Type 901

fir grobBa Einschaltsiromstébe « for high transient current pulses

Die Netztoste 901 ist spezisll ir Forb-Fernsehgerdte
geeignet, kann jedoch auch fir ondera GerGte var-
wendet werden. Die spezielle Kontakianardnung er-
moglicht eine Bslastung mit den sehr hohen Einschalt-
stromspitzen bei  Farb-Fernsehgeraten, Kein Fest-
schweiffen der Kontakte, Guberst geringsr Kontakt-
obbrand.

Die Netztnste 901 kann einzeln elngebaut werdan, Ist
aber audh fiir den Anbau on Taslenoggregate ge-
eignet,

Diz Mefztoste 901 ist von VDE, Semke und SEV ge-
proft und zugelossen.

Mennlast: 2A250 YV~ oder 1 Af220 V~ mit Ein-
schaltstromstdBen bis zu 100 A, inner-
halb von co. 2 ms

Lebensdover: > 30000 Schaltungen

115000 Schaltzyklen) mit Nannlast

Konfaktdruck: > 50p

The piano key mains switch is highly suifable for
colour TV sets, but moy also be used in other units,
The speciol contact arrangement ollows loading with
the very high transient current peaks in colour TV
sets. Contacts do not automotically weld, negligible
burning of contacts.

The moins key switch P01 may be fitted seporataly,
but is alse suitable for maunting on key ossemblies.

The mains key switch 201 has been tested and ap-
proved by VDE, Semko and SEV.

Nominal load: 2A/250V AC or 1A[20V AC

with trapsient current pulses up
to 100'A within approx. 2 msec

Life: = 30,000 switching operations
{15,000 switching cycles}

at nominal legd

Confact pressure: > 50p

Kontaktibergangswiderstand: < 10 m2

Prifspannung: 2000 Vi~

Tastendruck: < 2,5kp

Die MNetztoste 701 kann auf Wunsch zusatzlich mit
einem [2-fachen] Schwodhstrom-Umschalter versehen
werden.
MNennlast: 0,1 A /250 V-oder 1 AJ12V-
Kontaktdruck: > 40p

Kontokilbergangswiderstand: < 15m@

Llebansdauar: = 30000 Schaltungen mit Mennlast

Contact transit

resistance: < 10mR
Test voltoga: 2,000V DC
Key pressure: < 25kp

On request the piane key mains switch 01 moy be
provided additionally with o {lwo-way] low-voltage
reversing switch.

Nominal load: 01 Af250Y DCor 1 Af12V DC

Contact pressure: = 40p
Contact transit
resistance: < 5 msk
Life: > 30,000 switching operations

at nominal lood
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Einbau-Netzschalter - Mains Switch

Diese Einbou-Netzschalter sind fir Fernseh- und
Rundfunkgerdte geeignet. Sie kénnen jedoch
ouch fir andere Gerdte verwendet werden.

Die spezielle Konstruktion der Typen 15162 und
15164 ermoglicht eine Belastung mit den sehr

Thess mains switches has been designed speci-
fically for TV and radio sefs though it may be
used for other ssts too.

The special construction of the types 15152 and
15164 ollows loading with the very high

hohen Einschalistromspitzen bei Forbfernseh- transient current peaks in colour TV sets.
geraten,
Die Einbau-Metzschalter sind von VDE, SEV und The moins switcheés has beén fested and
Semko geprift und zugelassen. approved by VDE, SEY and Semke.
Type 15142 15144
Nennlast » Rated load: 2AJ250 Ve~ 4 AJ250 WV~

oder 1 Af220 M~ mit Einschalt-
stromstében bis zd 100 A, inner-
halb von 2 ms

or | A220 V~ with transient
current peaks up to 100 A within
approx. 2 msec.

> 20000 Schaltungen 110 000 Schaltzyklen) mit Nennlast
> 20000 steps (10000 swirch cycies] at rated lead

Lebensdover - Life:

ader 1 A/220 V~ mit Einschalt-
siromsiéBen bis zu 100 A, inner-
halb von 2.ms

or 1 Af220 V~ with transient
| currant peaks up to 100A within
| approx. 2 msec.

ontaktibergangswiderstand: < 10 m2 < 10 mQ
Contact transier resistance:
Prafspannung - Test voltage 2000V~ 2000V~
Betatigungskrafts < &00p < B0 p
Switch pressure:
Kontoktdruck: > Bp > Bp

Cantoct pressura:

&y A7131NY4E




IALNva o8

455

460
Typ 760

Schalter mit RastschloB - Switch with snap Lock

nen Kembinationen zusammengestellt werden,
ing to the brick principle.

Schaltschritt - Switch stop = 45°

Schaltleistung - Switch power

Prifspennung - Test valtege
160 V—(vRCi

Isolationswiderstond - Insulation resistance
> 10 M

=40 =C... +100°C

Abmessungen aul Anfrage - Dimensions on request

Der Schalter bestehend ous Schaltebene, Rastschlofl und Federleiste kann im Baukostenprinzip in verschiede-

The switch consisting of switch plane, snop lock and socket connector can be combined In various ways accord-

entsprechend B Schaltutellungen, umloufand schaltbar - fe. 8 switch positions

27,5 W~ 1AC) bei 250 mA~ [AC)
7.5 W—(DC) bei 250 mA— (DC)

Betricbstemperalurbereich - Range of operating tempernture

Buchseneinsatz + Juck insert

1§ 3113Lnve

Dieser Buchseneinsatz ‘st zur Verwendung in der
Nacdhrichtentechnik (Ubertragungs- wnd Mebtechnik)
bestimmt, z. B. zum Trannen von Leitungszigen und
fur Mebstellen.

Zu dem Buchseneinsatz possen Lleitungs- bzw. Ver-
bindungsstecker nach DIN 41 £28,

Gehause: Mekrolon

Buchsen: Sn Bz, versilbert

Betriehstemperatur: —40 2C ... +90 °C

Isolatianswiderstand yon Kontokt zu Kontokt:
> 1M

Obergongswiderstand: < 20 mQ
Moximaler Betriebssirom: 6 A
Schaltleistung: 100 W/250 VA

Abmessungen auf Anfroge - Dimansions on request

This jack insert Is intended for use in telecommuni-
cotion |transmission and measuring techniguel, e.g. 10
separate communication lines and for test positions.

Connection or junction plugs os per DIN 41428 fit
the jack insert.

Casing: Makrolon
Jacks: Sn Bz, liverad

Operating temperature: from —40°C... +70°C

Insitleiting resistance: fram contact to contact:
>0 M0

Transit resistance: < 20 mD
Max. operating current: 6 A
Switch power: 100 W/250 VA




445 Gedruckte Schaltungen - Printed circuits

Vorielle

Vermeiden von Scholtfehlern,
geringerer Platzbadarf,
gleichbielbende elekirische Warte,
Ubersichtlicher Aulbou,
Varringerung der Kosten,

Ausfihrung

einseitig oder zwelseltig gedruckte
Laiterplatten kompl. mit Lichern und
Konturan nach lhren Unterlogen,

einsgitig und zwelseilig gedruckte
Leiterplatten  mit  durchplattierten
Léchern, Die Leiterziige und Durch-
plattierungen kénnen entsprechend
Ihrer Bestellung blei-verzinnt, ver-
silbert oder vergoldet werden,

Malerial
1. Phenol-Hartpapier
2. Epoxyd-Harlpapier
3. Epoxyd-Glashartgeweba

Diese Materialien sind einseitig
odaet zweiseltig kupfetkaschisrt mit
ainer Aufloge von 35bzw. 38 um Cu.
Auf besonderen Wunsch 70 bzw.
76 nm Cu Auflage

Druckvorlagen

MNach  |hren  Druckvorlagen oder
nach Gbersondten Skizzen wnd den
dazugahérigen Anguben,

Gedruckte Schaltungen als Bavelement fir die gesamte Elektronik

Printed circuits ps components for the entire alectronics

Advantages

Avoidance of wrong connections
smoller spoce requirement
constant electrical values
mounting perceptible ot a glance
reduced cost

Design

Canductor plates, printed en one
sicle or both sides, complete with
holes ond centours in occordance
with your specifications.

Conductor plates, printed on one
side or both sides with plaofad-
through holes. The conductor trocks
and through-platings can be sup-
1 gccordance with your orders
. 'silvered or

either
gilded,

Matarial
1. Phenalic Laminated Paper
2. Epoxy Lominated Paper
3. Epoxy Gluss Laminales

These matarials are copper coated
sither on one or both sides with
o caating of 35 or 38 yu copper. On
request we can provide 70
or 74 pm copper coating.

Master drawing

In oecardance with your mastar
drawings or in occordance with
sketches submitted nond the cor-
respornc
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728  FS-Tuner - TV tuner

2
= Kandle Bild Ton
> Type =
c Channels | Picture  Sound
w
-
im
3 englische Norm Handabstimmung + Manuel fine tuning
UHF-)3f4-Transistar-Tuner 164 43 ks ; 5
/ ' British Standard | automatische Scharfabstimmung (AFCH
Kapazitats-Diodenabstimmung und
142 Diodenumschaltung
: - Capacitance diodes tuning and
Dlodan-A[lbnndwufjler diodes switching
Integrated tuner with CCIR
variable copacitance diedes
17 Kapozitats-Diodenabstimmung
copocitonce diodes tuning
Tasten-Kambinationen 152 Allbandwahler - Integrated tuner 144-56000
Push-button units Zentraltaste - Master alignmeant 628
Antriabs-Aggregate Potentiometer-Kloppentasta 655
Driving aggregates Potentiometer switching unit
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Zahlenfaktoren fiir dB-Angaben

Erlduterungen zur nchenstehenden Tabell

In der Tabelle gellen die
@ Zahlen in Nermalschrift

fiir das Umrechnen von Leistungsverhditnissen:
it 1 Py
+10'Ig(-v-)dﬂ in
\ ' I's

Beuchte: Die Zilfern1 und 2im Index stehen hier nichl fiir Eingang und Ausgang, sondern
bezeichnen nur zwei zu vergleichende Pegel,

(wenn I’y = I'a)

® Zahlen in Kursivschrill

{iir das Umrechnen von Spannungs- bxw. Stromverhditnissen [nur zuldssig, wenn sich
die Spannungen bzw, Strime aul glejche Widerslandswerle bezjehen):
ay | y
420 1g (—]ds " (—
g e
(wenn ay = aa)
Hierbel bedeuten it entweder /1 oder 7} sowie dozu 1o entweder [a oder {7a,

Beispiele zu negativen dB-Werten

Wenn in den oben angegebenen Bexiehungen iy < np (bzw. 17y < Fa) isl, dann erhéll
man negative dB-Werle,

Als Zahlenfaklor ergibl sich jeweils der Reziprokwerl der in der Tabelle angegebenen

Fakloren; Zahlenfalktor fir
Leistungs- Spannungs- bew.
verhdlinis Stromverhdlinis

1 1 1
— 3dB = A - =050 — = 0,7
+ 3 dB 2.0 1,41
1 1 1
- 6df = —— ~» —— =025 — o .50
4 6 dB 4.0 0
1 1 1
—10dB= —— A —— =010 -—— =03 ¥
+ 10 dB 10,0 3,16
1 1 1
- 20dB = ——— A — = 0, — = 0,10
+ 20dB 100 10,0

Beispiele zum Yerwenden der Tabell

1. Pir die Angabe 28 dB (Ur ein Leistungsverhdlinis wird der Zahlenfaktor gesucht, In der
Zeile zu 20 dB und der Spalte zu 8 dB steh! in Mormalschrift das Ergebnis: 631,

2. Fir die Angabe 7,5 dB fir ein Spannungsverhdlinis findet man in der Zeile zv 0,5 dB
und in der Spalle zu 7 dB in Kursivschrifi den der dB-Angabe enlsprechenden Zahlen-
faklor: 2,37.
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Zeilzn in Kursivschrifi: fir Spannungs- bzw. Stromverhélinisse

Zeilen in Normalschrift: fir Leistungsverhalinisse



Symmetrierglieder

Ubersicht

Ez werden Uburgang:glledor behandelt, die zwischen einem gegen nErdea elokirisch
symmetrischen Anschlufl und einem einpelig an »Erdes gelegten Anschlufl einen stsrungs-
freien Ubergang vermitteln sollen,

Die dafir dbliche Bezsichnung uSymmetrierglieder« Irifit str 9g nicht tir alfe
hier erwdhnten Obergangsglieder zv, soll aber trotzdem auch in di Beirrag allg in
verwendet werden.

Die Bilder 1 .., & zeigen die vorkommeanden Falle:
® Eine erd-symmelrische Spannungsquelle soll mil einem erd-unsymmelrischen Var-
braucher zusammengeschallet werden (Bilder 1 und 2), oder

® eine erd-unsymmelrische Spannungsquelle ist mil einem erdusymmetrischen Verbrau-
cher zu verbinden (Bilder 3 und 4).

=1 s
o [0 9] 6]
I | i
2 Lo I = W, l'
7 : |
| B TR
.mi____d E:,_;'[ =
Bild 1 a.-w:

Filr die erd-symmelrische Quelle sind hier — wie auch in den folgenden Bildern — zwei
einander gleiche, miteinander in Reihe liegende Einzelquellen gezeichnel, Dementspre-
chend ist auch die erd-symmolrische Belastung als Reihenschaltung von zwei gleichen Wi-
derstanden dargestellt,

In den Bildern 1 und 3 ist jeweils eine Doppelleitung als Verbindung zwischen Quelle und
Belastung gewdhlt, in den Bildern 2 und 4 dagegen ein Koaxialkabel,

Weil es sich bei der Verbindung des elekirischan Mittelpunktes der erd-symmatrischen Seite
mit der nErde« nicht um sine leitende Verbindung zu handeln braveht — oft ist sie nur
kapazitiv vorhanden — wurde sie als gestrichalte Linie eingefragen. Ausden Bildern1... 4
kann man ersehen, dafi beim direklen Zusammenschallen von Quelle und Belastung ein
unerwlinschter Strom Uber diese Verbindung flielt

Aulgrund dieses Stromes wird zumindest die Symmetrie der erd-symmetrischen Seite be-
eintrdehligh. Im Extremiall ergibt sich aber fir die an den geerdeten Pol der erd-unsymme-
frischen Seite angeschlossene Héllle der erd-symmetrischen Quelle oder Belastung efn
Kuraschlufi.

6 TECHNISCHER ANHANG

Mit dem Zwischenschallen eines Symmetriergliedes kann man das verhindern. Hierfir
bestehen im Prinzip 2wei Maglichkeiten :

® Sperren der Verbindung zwischen dem elekirischen Mittelpunkt der erd-symmetrischen
Seile und der Erde bzw. dem geerdeten Pal der erd-unsymmelrischen Seite. Dies kann
erlolgen:

unter Ausnutzen der Resonanz mit einem Sperrkreis (Bilder 5 und 6) oder

mil einer Drosselspule (Bild 7),

Bild 5 Bild & Bild 7

® Anschlull des geerdefen Pols der erd-unsymmetrischen Seite an einen kiinstlich herge-
stellten elekirischen Mittelpunkt zwischen den beiden Anschlisen der erd-symmefrischen
Seite. Da zwischen diesem Mittelpunkt und dem slekirischen Mittelpunkt der Anordnung
der erd-symmetrischen Seite keine Spannung auftreten kann, bieibt eine Verbindung zwi-

e

Bild 8 Bild %

schen diesen Mittelpunkten stromlos. Zum Gewinnen eines kilnstlichen Mittelpunkies zwi-
schen den Anschilssen der erd-symmelrischen Seite dient z. B, eine mitlelangezapite Dros-
selspule, deren beide Hallten sehr fest miteinander magnelisch verkoppall sind (Bilder 8
und 9). Dieser mit Mittelabgrifl versehene Symmetrierzweig bedeutel insgesamt eine zus
siitzliche Belastung der Generatorseite. Falls sich das Symmetrierglied innerhalb eines

TECHMNISCHER ANHANG 7




schmalen Frequenzbereichs nicht als nennenswerte Belastung auswirken darl, kann man
die Drosselspule mit einem Kandensator zu einem Sperrkreis ergdnzen,

Ein Vergleich zwischen den Bildern 8 und 10 sowie zwischen den Bildern 9 und 11 zeigt
deren prinzipielle Obercinstimmung. Die Bilder 10 und 11 wurden eingefiigt, um darauf
hinzuweisen, dall es sich in den Bildern 8 ... 11 fir den Anschlull der erd-unsymmelrischen
Seile um die Phosenumkehr der Spannung einer Hellte der erd-symmetrischen Seife
handelt,

&
I
iy |
b £ .
Bild 10 Bild 11

Wie aus dem vorstehenden Text und den dozu gehdrenden Bildern folgt, wirken sich die
Symmiefrierglieder unabhéngig davon aus, ob der Verbraucher oder die Quelle erd-
symmelrisch auigebaut ist,

Auvsgefiihrie Symmelrierglieder

Die Bilder 5...11 sind Prinzipschalipldne, Darlber hinaus stellen die Bilder 8,..11 Schali-
plane lUr solche Symmelrierglieder dar, die aus Transformatoren bew, Obertragern be-
stehen bzw, hiermit ausgestattat sind,

Fiir die aus Leitungssiicken aufgebauten Symmelrierglieder spielen die Bilder 5... 11 die
Rollen von Ersatzschallpldnen,

Symmelrierglieder mit Ubertragern bzw, Transformatoren

Alle hierfir in Betracht kommenden Ubertrager bzw. Transtormatoren haben in sich
geschlossene Ferritkerne und bifilar gewickelte Spulen. Die Wicklungen sind daher mit-
einander fest verkoppelt. '

Symmetrierglieder, die aus Wicklungen aul Ferritkernen bestehen, verwendel man vor-
zugsweise fiir geringe Leistungen, d. h, beispielsweise zwischen erd-symmetrischen Emp-
f en-Anschiii und den als Koaxialkabel ausgefiihirten Antennen-Mieder-
fihrungen, Fur sehr hohe Frequenzen sind solche Symmelrierglicder wegen der sich dabei
auswirkenden Kapazitdlen nich! geeignel,

Bild 12 stellt ein Symmetrierglied dar, mit dem der (einseitige) Strom, der sonst liber
den an den M | des Konxialkabels angeschl Pal der erd-symmelrischen Seite
und »Erde« flieBen kénnte, durch die daliir hohe Wicklungs-Induktivitd) gesperrt wird.

B TECHNISCTHER ANHANG

Fiir die einander enlgegengesetzt gleichen Stréme jedoch, wie sie dan in Bild 12 eingelrage-
nen Pleilspitzen enlsprechen, sind die Impedanzen der beiden Translormalorseiten inner-

halb eines sich sehr weil nach oben ersireckenden Freg bereiches vernachltssigbar,

Die Bilder 13 und 14 zeigen den »Guanella-Ubertrager« mit zwel verschiedenen Wick-
lungsanordnungen. Es handell sich um einen Deppeliberfrager, dessen vier, paarweise
bifilar ausgeflihrie Wicklungen mit einem gemeinsamen Ferritkern verketet sind. Wie in
den Bildern mil Z bzw. 4 + Z angedeutet ist, sind die Widerstands-Transformationen {ir
Bild 13 mit 1:1 und fir Bild 14 mil 4:1 (symmetrisch : unsymmetrisch) gegeben.

#ed 47

Bld 17

Bild 15

Bild 14 Bild 16

Bild 12

Bild 13

Bezllglich ihrer Wirkungswelse als Symmelrierglieder stimmen die Anordnungen nach
Bild 12 ... 14 grundsdizlich Gberein. Als Ersatzschallung kemmi, wenn man ven der Wider-
stands-Translormation (Bild 14) absieht, die Schaltung nach Bild 7 in Betracht. Man kann
aber auch die Schallung nach Bild 12 als Ersatzschaliung der beiden Obergangsglieder
nach Bild 13 und 14 auffassen,

In den Symmetriergliedern gemdl Bild 15 und 16 handelt es sich wm Ubertrager, wie sie
allgemein einem Ubergang zwischen Gegentak! und Eintak! entsprechen. Der bililaren
Wicklung wegen sind die Windungszahlen beider Wicklungszeilen einander gleich. Bild 17
zeigt ein Symmelrierglied, wie es den Ersatzschaltungen der Bilder 8, 9, 10 und 11 genau
entspricht,

Symmelrierglieder mit Leitungsstiicken
Die Anardnungen nach Bild 18 und 19 entsprechen der Anordnung des Guanella-Uber-
tragers in der Schaltung nach Bild 14, Die das Symmetrierglied bildenden Lelungssticke
sind wie die Wicklungsteile im Falle des Bildes 14

von der erd-symmelrischen Seile her gesehen in Reihe und

von der erd-unsymmetrischen Seite aus betrachlet einander parallel geschallel.
Man wahlt die Ldnge dieser Leltungsstiicke mit { == J » 4/, wobei & == 0,95,
Bild 20 zeigl eine Phasenumkehrschaltung, in der statt des Uberlragers in der Anorfi-
nung nach Bild 17 eine 4/2-Leitung das Phasenumkehrglied darstellt, Die Lange der kreis-
6rmig gezeichnelen Umwegleitung muBl unter Berticksichtigung des Verkirzungstaktors &
siner halben Wellenldnge entsprechen, (VerklUrzungsfakior & bei Koaxialkabel == 0.67.)
Die Kreisform, in der die Umwegleitung gebogen ist, hat lir ihre Funktion keine Bedeutung.
Die Anordnung gema Bild 20 161 sich sehr einfach verwirklichen, Dieser Vorteil wird mit
einer StaBstelle erkauft: Der symmelrische Eingang wird nicht mit 4+ Z sondern nur mit
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2+ Z abgeschlossen, Man erreicht beim Ver einer Umwegleitung die Anp 9
inder Waise, wie Bild 21 das erkennen 1661, Hierbel mul die Umwegleilung die Lénge {
des anderen Leitungstiickes um, méglichst genau 4/2 Ubertreffen. Die zusétzliche 4)2-
Leitung hat ndmlich die Phasenumkehr fir die daran angeschlossene eine Hdlfle der erd-
symmelrischen Seite zu besorgen,

47
22 @ L 22
4 7

¥
Lakedf2

(374

Z 5

Bild 18 Bild 19 Bild 20 Bild 21

Als Ersatzschaltung der Anordnung nach Bild 20 und Bild 21 kann man Bild 17 avffassen.

Bild 22 betrifft das Verwenden eines Afh-Sperrioples als Sperre fir den unerwlnschien
Strom (I ~ 0,95 - 3/4), Die hierzu gehdrende Ersatzschaltung ist mit den Bildern 5 und &
gegeben. Es handell sich dabei um eine Sperrkreiswirkung. Der Sperrtopf ist — ebenso
wie auch sonst das Koaxialkabel — im Schnint dargestelll. Mit den Schraffuren soll die
Schnitlzeichnung elwas verdeutlicht werden,

Bild 22 Bild 23 Bild 24 Bild 25

Bei elwas gréferen Abweichungen von der Frequenz, zu der Afk gehort, arbeitel diesss
Symmeirierglied unbelfriedigend, weil dabei die Sperrwirkung des Sperrtaples erheblich
abrimmt,

Einen so verwendeten Sperrtopl bezeichnet man nach dem Erfinder dieses Symmeltrier-
gliedes auch als Lindenblad-Topf oder im Hinblick auf seine Form als Bazaoka, was
urspriinglich eine Panzerabwehr-Walfe mit einem dicken zylindrischon Rohr bedeulel.

10 TECHNISCHER ANHANG

Man bemifil das Verhdltnis Auflendurchmesser des Ir leilers zu | durch des
Topfes mit etwa 1: 4, Ein so erreichter hdherer Wellenwiderstand des Sperrioples ergibl
die Auzdehnung seiner Wirk keit Uber ein gréferes Frequentband als dies mit elnem
kleineren Wallenwiderstand erreichl wird. Das gilt auch fiir alle folgenden mit Af4-Leituns

gen avfgebauten Symmelrierglieder,

Bild 23 veranschaulicht eine Symmetrierschleife. Diese schafft fir den Anschlufll des ge-
erdeten Pols der erd-unsymmetrischen Seite einen gegen Erde spannungslosen Punkt der
erd-symmetrischen Seite, Der erd-symmetrische AnschiuB wird von der aus den beiden
Halbkreisen bestehenden Schleife iberbrickl, Die eine Seite der Symmetrierschleife besteht
aus dem Kabelmantel bzw. aus einem diesen umhillenden leitenden Raohr, Die anders
Seite ist die spiegelbildlich angeordnete Nachbildung der leitenden Oberfldche der sinen
Seite. Jedes der beiden Enden der Symmetrierschleife ist mil je sinem der erd-symmetri-
schen Anschlufipunkie verbunden. Die diesen Anschliissen gegeniiberliegende Schleifen-
Milte hat wegen der Erd-Symmelrie der Anordnung gegen Erde keine Spannung, Daraus
folgt, daB der Koaxialkabelmantel auch bei dessen Erdung stromlos bleibt, Die in deor
Darstellung von Bild 23 gewdhlte Kreisform ist fur die Funklion der Symmelrierschleile
belanglos,

Bild 23 146t erkennen, dall die erd-symmetrische Seile doppelt belastet ist, namlich auler
mil dem Eingang des Koaxialkabels auch mit der diesem Eingang parallelgeschalieten
Schleile. Um die mit der Symmelrierschleile gegebens zusdtzliche Belastung klein zu
halten, bemiBl man die Schleife so, dafl sie fiir den erd-symmetrischen Anschluf einer an
ihvem Ende kurzgeschlossenen A/4-Leitung gleichkemmit.

In diesem Falle kann das mit der Schleife erreichie Unterdricken des xu sperrenden
Stromes auch allein aus der Sperrwirkung der A/4-Leitung erkldrt werden, Bei gréferen
Fraquenzabweichungen jedoch zeigh sich der EinfluB der hier gegebenen Symmetrierung:
Sie {st an sich frequenz-unabhdngig. Aufgrund dessen bleibt dabei der zu sperrende Strom
auch bei grofleren Abweichungen der Frequenz von der zu A4 gehbrenden Frequenz
unterdriickl. Zufolge der mil der Frequenzabweichung sinkenden Sperrwirkung der fir
Resonanz geltenden A/4-Leitung nimmt dann nur die zusdtzliche Belaslung zu.

Die Anordnung nach Bild 23, fiir die als Ersalzschallungen wieder Bild 17 in Frage kommt,
wird EMI-Schleife genannt. (EMI ist die Abkiirzung des Namens »Eleciric and Musical
Industries Ltd.« einer brilischen Firma, die erstmals diese Symmetriereinrichtung fir eine
Antenne herausbrachle.)

Die Anordnung gemafi Bild 24 kann man sowohl als langgestreckte Symmetrierschleife
wie auch als an ihrem Ende kurzgeschlossene i/4-Leitung auflassen. Beides ist richlig: Mit
der symmetrischen Anordnung des leitenden Rohres (links) und des den Kabelmantel um-
schlieBenden leitenden Rohres (rechis) ergibt sich eine (langgestreckte) Symmetrierschieile
und gleichzeilig eine A/4-Leitung. Eine solche Anordnung wird gelegentlich Pawsey-
Symmetrierglied genannl.

In Yerbindung mit einem Dipol bildet das in Bild 24 links eingetragene Rahr mit dem sich
waagerecht nach links erstreckenden Dipolarm eine Einheil.

Der andere Dipolarm wird dementsprechend mit einem senkrechien Rohrstick kombi-
niert, in das das Koaxialkabe! eingezogen isl (Bild 25),

TECHMISCHER ANHANG 11



Man kann ein solches Symmetrierglied auch mil einem zusdtzlichen Koaxialkabelstiick
verwirklichen, wobei die gu! leitende Verbindung zwischen den beiden Kabelmédnteln stalt
mit unmiltelbarem Verléten (wie in Bild 26 gezeigl) auch gemdl Bild 25 mil einer Schelle
misglich ish

Z z Z
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Bild 26 Bild 27 Bild 28

In den Bildern 27 und 28 wird gezeig!, wie man die an ihrem Ende kurzgeschlossene Af4-
Leitung raumsparend austihren kann: In der Anordnung nach Bild 27 besteht sie einer-
seits aus dem Mantel der Koaxialleitung und andererseils aus einem zylindrisch gebogenen
Blechstreifen, der an seinem (im Bild unteren) Ende mit dem Kabelmantel in gut leltender
Verbindung stehl. In der anderen Anordnung (Bild 28) ist der Kabelmantel bzw. ein
diesen ersetzendes |eitendes Rohr aulgeschlitzt und so geforml, wie es der Schnitt C-D zelgt,
Der Innenleiter wird dabei so von der einen Hélfle des geschliitzten Stiickes umschlossen,
dafl sich damil innerhalb dieses Abschnifies derselbe Wellenwiderstand % ergibt, wie er fiir
das weltergehende Koaxialkabel gill, Man bezeichnet eine Auvsfiihrung nach Bild 28
manchmal avch als Halbschalen-Symmetrierglied.

Bild 29 (Schnittzeichnung) macht deutlich, wie man eine 2/4-Leitung nach Bild 24 mit einer
Abschirmung ergénzen kann. Diese Abschirmung wirkt sich zusdizlich als A/4-Sperriopf aus.

s

Bild 29 Bild 30

Bild 30 (Schnittzeichnung) veranschaulicht, wie der Sperriopl nach Bild 22 mit einem
Symmetriertapf (Lindenblad-Symmetriertopf) zu einem eigentlichen Symmetrier-
glied ergdnzt wird.

12 TECHMISCHER ANHANG

Widerstandsschaltungen als Symmetrierglieder

Mit Widerstandsschaltungen kann man Ubergdnge zwischen Erd-Symmelrie und Erd-
Unsymmetrie nur unter Inkavinahme befrachilicher Yerluste (Ddmplungen) erreichen,
Widerstandsschallungen sind aber rech! einfach aufzubaven und innerhalb breiter Fre-
gquenzbereiche verwendbar,

Bild 31 betriflt eine besanders einflache Symmelrierschaltung, Mit ihr wird die Symmelrie
der erd-symmeltrischen Seite bewahrt. Eine Anpassung besteh) aber nur zwischen der erd-
symmelrischen Seite und der Symmetrierschaltung, jedoch nich! zwischen dieser und der
erd-unsymmeltrischen Seite.

Mit einem Parallelwiderstand zum Eingang der erd-unsymmetrischen Seite kann man eine
befriedigende Anpassung erreichen, Fithrt man aber die Symmetrierschaltung, so wie in
Bild 32 angedeutet, symmelrisch aus, dann bleibl die Symmetrie fir die erd-symmetrische
Seite nicht gewahrl,

47 iz
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Bild 31 Bild 32 Bild 33

Anpassung und Symmefrie lir die erd-symmelrische Seile erreichl man gewissermaBen mit
einer Kombination der Widerstandsbemessungen nach Bild 31 und 32, Das Bild 33 enthdll
die sich so ergebenden (abgerundeten) Werle,

Widerstandsschallungen wird man als Symmelrierglieder nur filr Mefschallungen und
zwar nur da verwenden, wo die hohe damit gegebene Ddmplung nicht stort, In derarfigen
Féllen aber sind solche Schaltungen vorteilhaft,

Weitere Bezeichnungen

Héulig werden spezielle Glieder 1ir den Ubergang zwischen Erd-Symmetrie und Erd-
Unsymmetrie »Balun-Glieder« bzw. »Balun-Leitungen« oder »Balun-Transformato-
ren« genannt. Das erweck! den Anschein, als handle es sich beim Vorsatz »Balune um das
K ichen einer besonderen Austiihrung. In Wirklichkeit ist Balun nur eine Abkirzung
von balanced to unbalanced und sollte exaklerweise lediglich in diesem Sinne gebraucht

werden.

ichnung Bazooka all in fur jede Art von kurzgeschlos-

Manchmal findet man die B
sener A/4-Leitung. Genaugenommen |s das aber ausschlieBlich eine der Bezolchnungen

fir einen Sperrtopf,
TECHNISCHER ANHANG 13



Einfache Phasenschieher

Ubersicht

Unter einem Phasenschicber wird hier eine Schallung baw. Anordnung verstanden, mit der
avs einer Wechselspannung eine dagegen in der Phase gedrehle Wechselspannung ab-
geleitet werden kann. Dabei sind durehweg Woechselspannungen mil zeitlich sinusfsrmigem
Verlaut vorausgesetal,

Mit diesen Phasenschiebern 1881 sich im allgemeinen eine bestimmte Phasendrehung nur
fir eine eintige Frequenz arreichen, :

In diesem Beitrag werden nur einfache Phasenschieber-Schaltungen behandelt, Briicken-
schaltungen bleiben hier ebenso wie das Deppel-T-Glied und das Uberbritckle T-Glind
auler achy,

Yorausselzungen

Insbesondere hinsichilich der nachstehand gezoiglen Zeigerdisgramme sind durchweg
vorausgesetzi;

® cine belay bhdngige Einga g G bzw. Uin, d.h fir dos Ver-
wenden der Phasenschieber eine speisende Quelle mit einer gegen die Eingangsimpedanz
des Phasenschiebers vernachldsigharen Ausgangsimpedanz und vor allem

® cine Lostimpedanz, die grof} is gegen die Ausgangsimpedanz des Phasenschiebers,
In diesern Sinn fiigi man die hicr beschriebenen Phasenschieber auch hdufig zwischen zwei
Verstirker bzw, Verstarkerstufen ein. Wenn die Phasenschieber-Ausgangsspannung an
einem zum Phasenschieber gehérenden Wirkwiderstand abgegritien wird, kann dieser
oft die Rolle des Eingangswiderstandes der nachfalgenden Schallung Uibernehmen,

Phasenschieber mil einer Reaklanz und einem Wirkwiderstand

Bild 1 stellt die Schaltung eines solchen Ph hiebers dar, Die Sp ng U/ ac . von der
eine dagegen in der Phase gedrehle Wechselspannung I'ng abzuleiten ist, liegt an
der Reijk haltung einer Kag (7 mit einem Wirkwiderstand . Die in der Phase

gedrehte Spannung wird am Widerstand I abgegriffen.

Bild 1 Bild 2

Bild 2 zoigt hierzu ein — fiir eine bestimmite Einstellung gellendes — Zeigerdiagramm.
Der Strom [ eilt der Spannung I/ yi; voravs, Die am Widerstand R abgegriffene Span-

nung Uy st mit dem Sirom J in Phase. Mit dem Andern des an # eingestellian Wider-
14 TECHMISCHER AMHANG

standswertes kann die Phase von [/ng gegen die Phase von [lag im Bersich zwischen
etwa 07 und nahezu + 90" gedreht werden, Der Betrag der Ausgangsadmittanz )" dieser
Schallung aus R und O ist unter der Vorausselzung, dall der Ausgangswidaritand der die
Schallung spelsenden Quelle vernachldssigt werden darl, gegeben mit

[F]=| yiw- O + (1) RY) |

Ysg

174l
7

big

|

Bild 3 Bild 4

Die Bilder 3 und 4 entsprechen den Bildern 1 und 2, wobei lediglich die Rollen ven It
und €' miteinander vertauscht sind. Hiermit ergibt sich fir [71; gegen [Ty die Méglich-
keit einer Phasenverschiebung zwischen fast 0° und nahezu —70°,

Als Ruaktanzen dienen in den Schaltungen gemdB den Bildern § ... 8 Induktivitdten an«
stelle von Kapazitdten. In den Spulen, mit denen die Induklivitdten verwirklicht werden, sind
die Verluste héher als in den Kondensatoren, die als Kapazitdten dienen. Deshalb befragen

e M\ s

Vg

I

Vg

Bild 7 Bild 8

Bild § Bild 6

die Phasenwinkel zwischen 7 yj3und [5¢; hier weniger als 90°, Diein den Bildern 6 und 8

getrag Spannt =Dreiecke sind in Wirklichkeit etwas stumpiwinklig. Das
bedeulet, dafl in diesen Schaltungen zwischen [Ty und T4 eine Verschiebung von 90°
noch weniger zu erreichen ist, als mit dem Ver d

4 Y

eings K s,

Phasenketten
Mit den vorstehend behandelten Phasenschiebern kann eine Phasenverschiebung ven
genau 907 nicht erreicht werden.
Diese erhdll man aber z. B, mit der Kellenschallung zweier gleichartiger Phasenschiebar
nach Bild 1 oder 3 oder 5 oder 7, wobel man als Reaklanzen meistens Kapazildien bevor-
zugl. So lolgen z. B, zweigliedrige Kettenschaltungen nach Bild 9 und 12 aus den Schaltun-
gen nach Bild 1 und 3.
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Eine Schaltung nach Bild % bezeichnet man als R(-Phasenketle erster Art, wihrend
man eine Schallung nach Bild 12 R('-Phasenkette zweiter Art nenni,

— gL i y -l 1 A==
- o e = —,—
|IdE'|J’InE"| [ & T | {5 f ;
Uy LA | Lo | 1!|,c1 j.-'lx gy Ay =20
| ' f ' | el
_ L
Bild 9 Bild 12
Iy L1y
Yo Iy (—il—f =Rrdh rlf=1 (szr =R Cef=1 4
Ity i Moy
Iz
i I
) o i &
Iy
4
Bild 10 Bild 13
Iy In
Yot ﬂp

. \\\ /
1 . ‘ iy
wp =0 Rrdh w-CR=05 N 4 L =5t weR=2
Y Y ¥ :
Bild 11 Bild 14
Fir diese zweigliedrigen Ket haltungen gilt allgemein (wenn die Schallungselemanta

im Léngszweig alle mit Zy und diejenigén in den Querzwelgen alle mit Zy bezelchnel
sind):
Lfm:t }'.’2“

Uin 28 40 4y Zg+ 2y
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Daraus folgt fiir eine zweigliedrige J('-Phasenkeite erster Art (Bild 9):

Dout REowte?
—— =
U BP0 —1—j3-Rea-C

und fir eine solche Phasenkefte zweiter Art (Bild 12):

Pout =¥
O RYe? (=1 —j-3- R (!

Es gehéren
zu Bild 9die Zelgerdiagramme Bilder 10 und 11
zu Bild 12 die Zeigerdiagramme Bilder 13 und 14

Solehe Zeigerdiagramme enfwickell man vom Ausgang der Schallung her: Man beginn!
dabei mit der Ausgangsspannung und dem hierzu gehdrenden Strom,

bty ——=t—ds —=|

Waat

Bild 15

Wie aus den Bildern 10, 11, 13 und 14 zu entnehmen ist, =ind mil zwei Gliedern Phasen-
drehungen bis zu 180" noch nicht méglich, ebwohl man damit weil iiber 90° hinauskom-
men kann, Eine Phasendrehung von 180" erreichl man erst mit drei Gliedern der Ketten-
schallung,

Bild 16

Bild 15 zeigt eine solche, gemdB Bild 12 (bzw. Bild 3) avlgebaute Keltenschaltung, Dazu
bring! Bild 16 ein Zeigerdiagramm fir den Fall

=051

w e (!
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Flir eine aus drei Gliedern gebildele Phasenkette gill mit den Bezeichnungen in Bild 17
allgemein:

Uout zztl
Ui 232452 Zy+ 62y 2 + 72,1

Daraus folgt fiir die dreigliedrige RO'-Phasenketie erster Arf:

Ty Rl 0®
U R0 0 — 54 (1R w0 =6 R-w-()

und fiir die dreigliedrige R(-Ph kelte zweiter Art:
Lont al 1
Uin 1 =5aRS e mP et — o e 00 (B8 02 = )

In den Nennern der rechts vom Glelchheitszeichen stehenden Briche ish jeweils ein Imagi-
nirteil enthalten. Daraus eckennt man die Phasenverschiobung zwischen [y und 17},

Bild 17

Der Wert des Imaginérieils wird Mull:

s 1
{ur die Phasenkelte erster Art, wenn i ow- (0 =1 I 6,d h,wenn'o = ————
R-'-|6
b , J = |'e
fiir die Phasenkelte zweiler Art, wenn Bt w» (' = l 6,d. h., wennw = e

Das Wegfallen des Imaginarteils bedeutet fiir beide Arterl dreigliedriger Phasenketten
eine Phasenverschiebung zwischen 7y, und [7jy von 1807, Man bezeichnet die dazu ge-
hérende Kreisfrequenz w deshalb oft, wenn auch nicht ganz zutreffend, als Resonanz-
Kreisfrequenz u;, Fir diese ergibl sich in beiden Féllen:

Uaue 1

Cin 29

Man beachte, dall die Resonanz-Kreisfrequenz w, fir die Phasenkelle zweiler Arl bei
gleichen Werten von R und ' sechsmal so hoch ist wie die fir dle Phaosenketle erster Art,
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Phasenschicher mit Reihen- und Parallelschaltung von Wirkwiderstand und
Kapazitit

Aus einem solchen Phasenschieber besteht beispielsweise die eine Seite der Wien-Brijcke,
Bild 18 zeig! die Schaltung, Die Bilder 19 ... 21 enthalten hierzu Zeigardiagramme.

Bild 18

()

4 B==f
Soanung

Gesomt=Spanaung Uyn

e £ I?r'f)"“f
fy=8y=f =Gl kbl o+ G50y
e Ugg e ~ e Ve
Gesaitstron [ mf”ﬂf i
! ! 0
Ty Yo Seioiiy I dys
af G 1R, w2y
i, b a=15
_I{? £ £2
Bild 19 Bild 20 Bild 21
&I»‘ s - __l — s
4I—¥ :
0.2
e |
Frlh! 1 - /] U
ool =@ 08 6 6 2 ONZ & 6 4 07,
T T 1 14 1, @ +—1-
ot [T T el @ ==
oLt} ]
<icomd Li._ . 60"
| LT ) I W B s e

Bild 22

Diese Phasenschieber-Schaltung wird hiulig verwendel, wenn einer bestimmien Frequenz
die Phasengleichheit der ahgegriffenen Spannung [/ mil der angelegten Gesamlspans
nung {ae zugeordnel sein soll, Dafir wihll man meistens Ry= Hy= Rundl)j ==
= (7, Hiermi! gilt lir Phasengleichheit (Bild 19):

1 :
wy = J'I'.—-U und allgemein, wenn
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gesatzh wird:

U 1 |Wpal 1

= Unal = |m:.'

®

fanip = — —

Uag S4i'w

(~]

Man beachte die prinzipielle Obereinstimmung der Zusammenhdnge mit denen, die for
einen Resonanzkreis gellen (siche Bild 22).

Woeitere Phasenschieber-Schaltung mit je zwei Widerstidnden und Kondensatoren

Bild 23 enthdlt den Schallplan. Diese Schallung enlspricht dem einen Zwelg der Sulzer-
Briicke, Wie bei der Wien-Bricke nutzt man auch hier aus, daB sich fir eine Frequenz

A 5
e
|.1r;.l £y I
O G
1
Bild 23
F=Re=k Y Yia Lag
GGt y
0 =ity

x=15

'_‘..-"' o Qi
: kv

Bild 24 Bild 25 Bild 26

Phasengleichheit zwischen g und Uyg eraibh Mit i) = R, = Rund € = ¢, = O
werden beide Spannungen phasengleich, wann -

=

tig L

Bild 24 zeigl hierzu das Zeigerdiagramm. In den Bildern 25 und 26 sind die Zeigerdia-
gramme [irw = 05w, uvnd o = 2- wy dargesiellt,

Phasenschieber mit indukliver und kapazitiver Reaklanz

Hierbei handell es sich um Schallungen, bei denen die Phasenverschiebung zwischen der
Eingangsspannung (hier 17 y¢;) und der Ausgangsspannung aul Werle zwischen etwa 0° und
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fast 180° gebracht werden kann, Bild 27 stelll die zumeist verwendele Schaltung dar, Die
Bilder 28 und 29 enlhalten zwei dafiir geliende Zeigerdiagramme. Das Bild 28 betrilll den
héulig vorkemmenden Fall der 90°-Phasenverschiebung zwischen Ausgangs- und Eingangs-
spannung, Ertritt dann ein, wenn die Beziehung gilt:

=wh
w0
ard)-
Ly Uig
) ! ‘
Al - -0
| Iy 8 Je
| £ = |l
1 | - LI
o 53
Bild 27 Bild 28 Bild 29

Dies sl jedoch nicht der Resonanzlall, denn weder der Eingangs- noch der Ausgangs-
widerstand ist reell, d. h,, weder die Eingangsspannung I/ 4 noch die Auvsgangsspannung
Upg ist mit dem Strom [ phasengleich. Bild 29 10t erkennen, daB guch grofere Phasen-
verschiebungen zu erreichen sind. In beiden Zeigerdiagrammen sind gleiche Belrdge der
Eingangsspannung und voneinander abweichende Werle der als einstellbar eingetragenen
Induktivital L veravsgesetzt,

Ph hieber mil R haltung

o T hall

Bild 30 zeigl eine auvs einem Generator gosp Sie besteht
aus einer mit Verlusten behalteten Spule und aus einem dazu vergleichsweise verlustireien
Kondensatar, Im Resonanzlall heben sich die Induktive Komp te der Spul

und die Kondensatorspannung gegenseitig aul, Dabei stelll die Reihenresonanzschallung

r Yy
_U.\i =0k e iriey
Uye
Ype Ver
Bild 30 Bld A Bild 32 Bild 32

fir den Generator einen reallen Widerstand dar, Deshalb eill im Resonanziall die Kondens
satorspannung g der Generaterklemmenspannung Uy um genau 90" nach
(Bild 31). Bel Abweichungen von der Resonanz heben sich fur den Generator die induk-
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live Komp te der Spul wng und die Kondensalorspannung gegenseitig nur
leilweise aul. Daraus folgen Abweichungen von der 90°-Phasenverschiebung der Konden-

wtorspannung gegen die Generatarklemmenspannung :

® Bel einer Kreisfrequenz w, die die Resonanz-Kreisfrequenz g Ubersteigl, Uberwlegt
die induklive Komp te der Spul nnung (Bild 32). Daher eilt die Kondensator-
spannung der Generalorklemmenspannung um mehr als 90° nach,

® Bei einer Kreisfrequenz o unter der Resonanzkreisirequenz iy ist die induktive Kom-
ponente der Spulenspannung kleiner als die Kondensatorspannung. Folglich ellt hierbei
die Kondensalorspannung der Generatorklemmanspannung um weniger als 30° nach
(Bild 33),

Statt den Generator gemdfl Bild 30 unmittelbar an die Reihenresonanzschaliung z4 legen,
kann man die Verbindung zwischen Generator und Reihenresonanzschallung z. B, auch
entsprechend Bild 34 herstellen. Dabei liegt die dort links eingefragene (kieine) Spule
ehenso wie die Reihenresananzschaliung an den Generatorklemmen. Sorg! man daliir,
dafll [7x¢ in der Schallung nach Bild 34 mit [7 y¢; in der Schallung nach Bild 30 Gberein-
stimmt, so gelten die Zeigerdiagramme nach Bild 31...33 lur den Fall des Bildes 34 ebenso

Bild 34 Bild 35

wie fUr den des Bildes 30, Hierbei ist es belanglas, ob die zwischen A und G liegende, der
Reihenresonanzschallung parallelgeschaltete Spule allein oder als angezapiter Teil siner
grafieren Spule aullrit, wenn nicht die Spannung an der grafieren | Spule sondern nach
wie vor die Sp g an dem hen A und G liegenden Spulenteil zugrunde geleg!
wird. Das heifit: Fiir wiederum gleiche Spannung {7 4 treffen die in den Bildern 31...23
enthaltenen Zeigerdiagramme auch fir den in Bild 35 rechts cingetragenen Teil der
dartigen Schaltung zu. Hierbei ist die 2wischen A und G eingefigte Bandlilterkopplung
mit ihrer Induktivital und ihrem Verlustwiderstand als zugehdrend zu dem (gréfieren)
Spulenteil zwischen A’ und A autzufossen, Bei genigend loser Ankopplung der in Blld 35
rechls eingelragenen Resonanzschaltung werden hiervon Induktivitdl und Verlustwider-
stand zwischen A und G nicht wesentlich beeinflullf. Dies bedeutet, dal die Sp ng [faq
mit der Spannung {74'(; praktisch phasengleich ist. Es gelten damit die Phasenwinkel
zwischen (/¢ und [, wiesie in den Bildern 31...33 eingelragen sind, ebenso zwischen
Un'c und Upg. Die so mit loser Ankopplung erreichbare frequenzabhdngige Phasen-
verschiebung wird vielfach in Bandlillern avsgenuizi,
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Angaben zur Qualitiit von Halbleiter-Bavelementen

Qualitdt

Die Qualitd! eines technischen Erzeugnisses ist der Grad seiner Eignung, dem vargeschanen
Verwendungseweck zu gentigen, Diese Eignung wird von Qualitdfsmerkmalen bestimmt,
Hierzu gehéren z.B.: Vollkommenheitsgrad der Auslithrung, Einhalten der technischen
Daten, GleichmadBigkeil, AusschuBquote und Zuveridssigheil,

Das Abgrenzen stimllicher in Betrachl zu ziehender Qualitdlsmerkmale flihrt zur Aussage
{iber die Qualital des Erzeugnisses. Es ist im Einzelfall zu priifen, welche Forderungen im
Interesse der Wirtschaftlichkeit und gemdB den fechnischen Méglichkeiten vertretbar sind.
Im allgemeinen mul hieraws — je nach Yerwendungmweck — ein Kompromifl geschlossen
werden.

Qualitédtsvereinbarungen

Jeder Hersteller von Halbleiter-Bauelementen isl in der Lage, die lUr cinen bestimmilen
VYerwendungszweck gewiinschte Qualitdt der Erzeugnisse zu liefern, Den Anforderungen
entsprechen dann die entstehenden Kosten und damil auch die Preise,

Deshalb missen Yereinbarungen ein méglichst objeklives Beurieilen der Qualitdl erlauben
und den Interessen der Anwender sowie denen der Hersteller entgegenkommen,

Das Herstellen von Halbleiter-Bauelemeanten geschieht als Massenproduklion. Daher ist es
wirtschaftlich nicht tragbar, jedes einzelne Bauelement auf Einhaltung der propagierien
Grenzen aller Qualitdtsmerkmale zu Uberpriflen. Moderne Massenproduldion ergibt aber
eine hohe GleichméBigkeit des Fertigproduktes. Deshalb genlgen Slichprobenprifungen
zum Beurtellen der Qualitd), Bei diesen werden die lir den jeweiligen Verwendungs-
zweck wichligen Parameler im allgemeinen nach der Gut-Schlecht-Melhode (Attribut-
prifung) beurteill. Schlecht bedeutel dabei: Vorhandensein von Fehlern.

Die Qualildlsvereinbarungen bezichen sich aul das Festlegen der zu dberpritfenden
Qualitdtsmerkmale, der Fehlerklassilizierung, sowie der Melmethoden und der Stich-
probenvorschrift bzw. des Stichprabenplans, Stichprobenvorschriften sind Vorschriften
fiir das Entnehmen der Stichproben und das Bewerten ikrer Ergebnisse. In Stichproben-
pltnen werden Slichprobenverschriften mit gleicharligen Beurteilungen zusammen-

gelalit.
Fiir die Halbleiter-Bavelemente von AEG-TELEFUNKEN werden emplohlen:

#® ein Einlach-Stichprobenplan in Anlehnung an 5TD-105 D*), Prifstufe Il (Werknorm
AEG 1415),

*) MIL-STANDARD
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® cin Doppelt-Stichprobenplan in Anlehnung an STD-105 D, Prifstufe I (Werknorm
AEG 1415, Beiblall 1) und

@ Stichprobenpldne fir zerstorende Prifung und ldentitdispriifung in Anlehnung an
STD-105 D, Priitstulen 53 und 54 (Werknorm AEG 1416),

Fiir die Stichprobenpriffungen wesentliche Begriffe

Ausgangspunkt fir das Beurteilen der Qualital ist das Los (der Posten), ndmlich die
Menge der Bauvel te, deren Qualitdl gemeinsam beurteilt wird,

Die Anzahl der Bauelemente eines Loses heifit Losgréfle V. Man wihll sie z, B, enl-
sprechend der Ferligungscharge, der Bestellmenge oder der Lielermenge.

Vorausetzung fir das Anwenden aller Stichprobenpline sind reprtisentative Stich-
proben. Diese sollen ein méglichst zutreffendes Abbild der talsachlichen Beschallenheil
des Loses geben. Man erhdll sie mit wahllosem Entnehmen einer geniigend grofien Anzahl
van Bavelementen aus méglichsl vielen Stellen bzw. Schichlen des Loses (jedes Bauelement
im Los mull die gleiche Chance haben, als Stichprobe entnommen zu werden),

Die Anzahl der Bauelemenle der Stichprobe heifll Stichprobenumiang 1. In den Stich-
probenplénen sind fir ein bestimmies Qualititsniveay Mindest-Stichprobenumfang und
Losgrafe einander zugeordnet,

Die Annahmezahl ¢ il die grafile fir die Annahme eines Loses zuldssige Anzahl von
Fehlern bzw, fehlerhafien Bauvelementen in einer Stichprobe,

Wird bel der Eingangskonirolle des Verbrauchers eine Stichprobenpriifung mil verein-
barten Werten ftir den Stichprobenumfang # und die Annahmezahl ¢ durchgefihet und
tberschreitel die gefundene Fehlerzahl die Annahmezahl ¢, so ist je nach Vereinbarung
ein Verweigern der Annahme des gesamien Loses oder die Forderung nach Aussortieren
der Fehler im Los die Folge.

Wenn in einer Stichprobe mit dem Umiang i bei cinem bestimmien prozentualen Feh-
leranteil ' des Loses ¢ Fehler bzw, lehlerhalte Bavelemente zugelassen sind, hat das Los
¢ine besimmte Annahmewahrscheinlichkeil /. (die Wahrscheinlichkeit angenammen
zu werden, Zahl zwischen 0 und 1). }

Die Annahmekennlinie (Operations Charakteristik, OC) veranschaulichl den
Zusammenhang zwischen

® dem prozentualen Fehlerantell p' im zu beurleilenden Los und

® der Annal hracheinlichkeit £, fir das Los

bei einer Stichprobenpriffung mit festgelagten Werten fir
@ den Slichprobenumlang & und

@ die Annahmezahl r,
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Bild 1 zeigl als Beispicl drei Annahmekennlinien auvs dem Einfach-Stichprobenplan
AEG 1415, Diese Kennlinien gallen fir den Stichprobonumfang n = 32, 50, 80 und fiir die
Annal hi ¢ = 1, Es handell sich samit um drei verschiedane Stichprobenverschrilien,
Man erkenn! aus diesem Bild:

® Die Annahmewahrscheinlichkeit L nimmt (bei gegebenen Werlen fir 1 und ¢} mil
zuneh dem pr lem Fehleranteil p* im Los ab, So zeigt z. B, die Kurve fiir
=232 e="1inBild1:

Prozentualer Fehleranteil p' 1% 2% 454 e
Annahmewahrscheinlichkeit . 0,95 087 064 0728

® Die Annahmewahrscheinlichkeit L sinkt auch bei festem prozentualem Fehleranteil p*
bei gleicher Annahmezahl ¢ mit vergréBeriem Stichprobenumiang 1/, denn die Anzahl der
Fehler bzw. fehlerhalten Bavelemente steigt mit dem Stichprobenumfang an. Aus den
Kurven in Bild 1 kann man z. B. fir den Fehleranteil p’ = 4%, und die Anpahmezahl
¢ = 1 entnchmen:

Stichprobenumiang no a2 50 BO

Annahmewadhrscheinlichkeil .. 0,64 0,41 0,18

Anohmenahescha
=

01 2345678900021 %K %
prpzentunier Fellerantel o' in Log —=

Bild 1

Der Verlaul der Annahmekennlinien fiir gleichbleibende Annahmezahl ¢ wird mit zu-
nehmendem it immer steiler. Mil Yergréfiern des Stichprobenumfangs n ndhert man sich
der Vollpriiffung, (Prifen sdmilicher Bavelemente im Los, d. h. i = N). Hierbei hal die
Annahmekennlinie einen exaki rechiwinkligen Verlauf, denn es gilt dann nur noch
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L=1 d h. Annahme des Loses, wenn die Fehleranzahl hiichsiens gleich der Annahme-
zah! ¢ist und

Li=0 also Les nicht angenommen, wenn die Fehleranzahl gréfier als die Annahmezahl
¢ st

Gutgrenze, AQL

Die Gulgrenze, der AQL-Wert [acceplable quality level = annchmbares Qualitan-
niveau), ist der Fehlerprozentsatz, der in den einzelnen Lieferlosen héchstens enthallen
sein sollte; Lose, deren prozentualer Fehlerantail p’ gleich oder kleiner als der AQL-Wert
ist, werden mil groBer Wahrscheinlichkeil aufgrund von Stichprobenpriffungen ange-
nommen, Diese Annahmewahrscheinlichkeil balrdgl igstens 0,9. D h bedeutel
z. B. AQL = 4%, dafl Lose mil einem prozentualen Fehleranteil p’ = 49 eine Annahme-
wahrscheinlichkeit L = 0,9 haben, wenn Stichprobenprifungen durchgeliihrl werden.
(Demgegentiber wiirden bei Vellprifung olle Lose angenommen, wenn p' = 4% ver-
einbarl war,) Uberschreilet der prozentuale Fehlerantell 5’ im Los den AQL-Werl, 0
nimmt die Annahmewahrscheinlichkeil je nach vereinbarter Stichprobenvorichrift
(Stichprabenumiang 1, Annahmezahl ¢) mehr oder weniger stark ab (siehe Annahme-
kennlinien),

Annahmekennlinien und AQL-Werte im AEG-TELEFUMKEN-Stichprobenplan

Wiirde als Guigrenze (als AQL-Werl) genau der Prozentwerl p' verwende!, zu dem sich
fir bestimmie yi- und c-Werte exak! L. = 0,9 ergdbe, so wire dazu das Fesllegen sehr
vieler verschiedener i-, 0- und AQL-Werte erforderlich.

Zum Yereinfachen des Prifens verwendel man deshalb in den Stichprobenplénen nach
STD-105 D flir u, ¢ und AQL nur bestimmte Werle (fir n und AQL nach einer geomelri-
schen Reihe mit einem Faktor von elwa 1,6);

Festgelegte AQL-Werle
01% 015% 025% 04% 065% 1.0% 1.5% 25% 4.0% 65%

Festgelegte Stichprobenumféinge i
2 3 5 8 13 '
20 a2 50 80 125
200 315 500 800 1250

O (B Bliery

0 1 2 3 5 T 10 14 21

Die Annahmezahlen ¢ sind so gewdhll, dafl ein YergréaBern von ¢ ym sine Stufe bei gege-
benem i den ndchst grifieren AQL-Wer! bzw, bei gegebanem AQL-Wert den néchst
haheren Wert vonu ergibl.
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Ausnahme: Ubergang von ¢ = 0 auf ¢ = 1. Dafiir folgt bei gegebenem it das VergréBern
des AQL-Werles bzw. bei gegebenem AQL-Wer! das Vergréfiern von i elwa auf das
Vierfache.

Beispicle:
nw=32% =13 AQL = 2,5%; =0 AQL = 4%,
AQL = 25%: g=2 = 32; fe=3a i = 50
w= 13 0=0 AQL = 1% e=1 AQL = 4%
AQL = 2,5%: ¢e=10 n=>5; =1 n =20

Mit den so testgelegten Werlen von i und ¢ erhdlt man Annahmekennlinien, die fir die
festgeleglen AQL-Werle Annahmewahrscheinlichkeiten von £ = 0,9 ergeben.

Bild 2 enthdll Annahmekennlinien fir AQL = 1% aus dem AEG-TELEFUNKEN-Sfich-
probenplan,

fiar Bl i e ]
L] | All= 190

i a - - - - - - i ? SR PR L - W PR _...._J.-._.
] 1 2 & U] ] ) 7 8 4 ] M 2%
pragentuater Faerantelt i im Log ——w=

Bild 2

Steilere Annahmekennlinien bedeuten cine g e Aussage, aber auch einen erhéhlen
Prulaufwand. Aus diesem Grunde haben sich Hersteller und Yerbraucher aul diese, einen
KompromiB darstellenden Kennlinien geainigl. Sie ermaglichen ein recht gules Beurleilen
der Qualital,

In den Qualitdtspriffeldern der Hersteller werden die Stichprobenpriifungen normaler-
weise mil einem niedrigeren AQL-Werl, d. h. gemifl einar steileren Annahmekennlinie
vargenommen, Damit wird ein Uberhéhter Fehleranteil in der Ferligung leichter bemerkl,
3o dafl soforl dagegen eingeschrillen werden kann.
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Stichprobentabellen

Die Annahmekennlinien sind unler der Voraussetzung errechnet, daf} dic Losgrifien N
mindestens 10mal so graB wie die Stichprobenumfdnge n sind, Damitwerden die Annahme-
kennlinien unabhdngig von den LesgréBen, Man hal sich jedoch im Interesse der Verein-
heitlichung und der Wirtschaftlichkeit daraul geeinigt, in Stichprobentabellen bestimmie
Stichprobenvorschriflen, d. h. bestimmte Werle von n und ¢, bel gegebener Losgréfe
und gefordertem AGIL-Wer! lestzulegen.

Bild 3 zoig! als Beispiel die Stichprobentabelle aus dem Einfach-Stichprobenplan AEG 1415,
Wenn nichts anderes vereinbart ist, werden bei AEG-TELEFUNKENM die Stichprobenpri-
fungen nach dieser Tabelle vorgenommen,

Normale Priifung, reduzierte Prifung

Dic reduzierte Prifung bedeutet gegeniber der normalen Priffung ein Verringern
des Prifaufwandes. Sie kammi in Belrachl, wenn die Ferligungsqualitét der Lose erfah-
rungsgemdal den Anforderungen entspricht, Bedingung fir das Anwenden der reduzierien
Priifung ist, dafl mindestens 10 aufeinanderfolgende Lieferungen die Bedingungen der
normalen Priilung erfillen. Enthdlt bei reduzierter Prifung eine Stichprobe mehr als die
zugelassene Fehlerzahl, so geht man auf normale Priifung zuriick,

Das Bild 3 enthélt Angaben iber die Losgrofien: Links fur normale Prifung und rechls
fir reduzierie Prifung.

Einzel-, Gruppen-, Summen-AQL
® Der Einzel-AGL-Werl ist sinem einzigen Parameler oder Fehler zugeordnel,

® Der Gruppen-AQL-Wert belritfl zu einem AQL-Werl zusammengelafite Gruppen von
Paramelern oder Fehlern,

® Der Summen-AGQL-Werl bezieht sich auf die Fehler bzw. lehlerhallen Bouelemente
allgemein ohne Rieksicht aul die Art des Fehlers.

Beispiel: Fur die Lieferung eines Ni-Si-Planar-Transistors (Losgréfie N = 2000) ist
normale Priifung nach der Stichprobeniabelle Bild 3 fur den Stichprobenumfang n = 125
und die lolgenden fiinl Parameter-Gruppen vereinbart,

Messung Gruppen-AQL  Annahmezahl ¢
Gruppe 1 Total-Ausfdlle 0,45 1
Gruppe2 Tgpo.fapo Voo Uceanin  0.65% 2
Grupped g I 1,5% 5
Gruppe b [, Rine 2,5% 7
Gruppe 5 Hochtemparatur-Messungen #,0% 10
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Ohne Fesllegung eines Summen-AQL-Werles wéren hierbei insgesam| 25 Fehler zuldssig.
Dem entspriche ein Gesami-AQL-Wert von elwa 15%,, Fir das Beispiel kommt zum Be-
grenzon ofwa ein Summen-AQL-Werl von 4,0% in Frage. Das bedeutel: die hochstzu-
|éssige Zahl der irgendwie fehlerbehaltelen Bauvelemenle in jeder Stichprobe darl nich!
heher seln als ¢ = 10,

Schlechtgrenze, RQL (LTPD)

In den Angaben zur Qualitdt ven Halbleiter-Bauelementen lindel man mitunter die Be-
zeichnungen R@L (rejoclable quality level) eder (frither) auch LTPD (lot tolerance
percent deleclive),

Lose, deren prozentualer Fehleranteil j' zumindest der {in Prozen! angegebenen)
Schlechigrenze gleich ist, werden mil grofer Wahrscheinlichkeit zuriickgewiesen, Der
Schlechigrenze ordnet man die Annah hrscheinlichkeil L = 0,1, d. h. die Zurlick-
weise-Wahrscheinlichkeit 0,9 zu,

Z. B, bedeutel RQL = 15%, daf Lase mil cinem prozentualen Fehleranteil p' = 15%,
aulgrund von Slichprobenprifungen mil einer YWahrscheinlichkeil von mindestans 0,9
zurickgewiesen werden. Die genaven Werle kann man wieder aus Annahmekennlinien
mil entsprechenden - und c-Werlen eninehmen,

Priifschéirfe und Prifunschirfe

Es wurde erwdhni, dafi eine sieilere Annahmekennlinie eine scharfere Prifung darstelll.
Als MaB fir die Steilheil der Annahmekennlinie dien) die Priifschérfe. Das ist das Ver-
haltnis der prozentualen Fehlerzahl o' filr die Annahmewahricheinlichkeit L = 0,9 zu
der prozentualen Fehlerzahl p' fiir die Annahmewahrscheinlichkeit L = 0,1 bei joweils
Bestimmien Werten fir den Slichprobenumfang i und die Annahmezahl o,

Die Prifschirle kann maximal den Werl 1 annchmen, und zwar fiir den Fall der Vall-
prifung, wobei die prozenlualen Fehlerzahlen p' fir £ =09 und I =01 Uberein-
stimman.

Viellach wird auch der Kehrwert der Prifschirfe, ndmlich die Prifunschirfe ver-
wendel. Die Priifscharfe steigh mit i und © und entsprechend nimmt die Prifunschdrfe ab,
Z. B. gilt gemaf Bild 2: y

Erlaubte Arbeitsbereiche fiir Leistungstransistoren

Ubersicht Uber die Begrenzungen

Die wichligsien Begrenzungen des Arbeilsbereiches sind gegeben mil
® der hochsizulassigen Verlustleistung im Daver- und Impulsbetrieb
® dem héchstzuldssigen Betrag des Colleclor-Gleichstromes

® dem hochstzuldssigen Belrag des Colleclor-Spitzensiromes

® den hochstzuldssigen Spannungen im Hinblick aul den arsten Durchbruch und aul
Stromkenzentrationen

® der hochsizuldssigen Verlustarbeif bei Betrieb im ersten Durchbruch und collectorseitig
eingepréglem Strom mil gleichzeitigem Schulz vor zweitem Durchbruch.

Stichprobenumlang 1 50 80 125
Annahmezahl o 1 2 3
P el =09 1% 1.4%, 1.4%
p' fur =01 71.5% 6,5% 5.4%
PriMfschérfe 0,13 0,22 0,26
Prilunschérfe 7.5 46 38
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Mormaler Transistorbetrieb

Bel normalem Transislorbeirieb (basisseitig in den DurchlaBzustand gesteverte Tran-
sistoren) kann man zwischen einem Gleichstrom-{Daverlast-)Arbeitshereich und erwei-
lerten (dynamischen) Arbeitsbereichen unterscheiden.

Der Arbeitsbereich fir Daverlast ist begrenzt mit der héchstzuldssigen Verlustleistung, die

vom thermischen Innenwiderstand iy, von der Gehd oder Umg peratur
sowle von der zuldssigen Sperrschichilemperatur abhdngl, Weitere B:gran:ungen sind

mil dem héchstzuldssigen Wert des Collector-Gleichstromes und mit dem zur Yermeidung
von Stramb trati hochstzula Werl der [Tgg-abhangigen Verlustleistung
gegeben. In Bild 1, in dem logarithmische MaBstdbe fir beide Koordinalen gewéhlil
wurden, Ist dieser Arbeitsbereich mit Schraffur hervorgehoben, Das Bild zeigl die grofi-
magliche Belastbarkeit eines Transistors bel feee = 45"C und fjx. Innerhalb der Gren-
zen dieses Arbeitsbereiches kann die fir jede héhere Gehdusetemperalur zuld Tran-
sistorverlustleistung mit Hille des thermischen Widerslandes errechnel werden.

Die erweiterien Arbeitsbereiche sind zundchst generell begrenzt mil dem hichstzuldssigen
Spitzenwerl des Colleciorstromes und mit dem fir den jeweiligen Colleclorsirom gelienden
Wert von {7 oo, Der hiermit umgrenzte Arbeitsbereich ist nur fir extrem kurze Impulss
zuldssig (in Bild 1 maximale Impulsdauer 100 ps). Fir langer davernde Impulse wird der
Arbeitibereich eingeschrinkt (Bild 1).

Allz diese Begrenzungen beruhen letzien Endes aul dem Auswirken der Temperatur.
Begrenzungen des zuldssigen Temperalurgelilles zwischen Sperrschicht und Gehéduse und
damil kleinere Belastharkeil werden bei héheren Belriebsspannungen wegen eintrelender
Stromkonzenirationen und dadurch gebildeter Grilicher Uberhitzungsstellen mit kleinen
thermischen Zeilkonstanten nolwendig. Diese Begrenzungen sollen einen zweiten Durche
bruch und ein eventuelles Zersiéren des Transistors verhindern, Bilden sich Stromkonzen-
trationen, dann gelten héhere thermische Innenwiderstdnde {lr den Transistor. Kleinste
Laostanderungen konnen sa die erwihnten Zerstérungen zur Folge haben, Bel Einhaltung
der in Bild 1 angegebenen Grenzen tritt im Transistor keine Stromkonzeniration und keine
Erhéhung von Ity oul. Man erkennt jedoch, dall die zuldssige Belastbarkeil mil zu-
nehmender Collectar-Emitter-5pannung stark abnimml,

Erster Durchbruch

Die belastungsreduzierenden Stromkonzentralionen sind eine Folge des beginnenden
ersten Durchbruchs, Dieser is! stets ein Lawinen-Durchbruch. Er beginnt mil einer ge-
steigerlen Zunahme des Collectorsirombelrages beim Erhdhen der Collector-Emitter-
Spannung (Bild 2). Sein Eintrelen hangt van der Anst ung der B -Sirecke
ab. Eine gesteigerte Zunahme des Colleclorsirombelrages bei gleichgehallener Ansteve-
rung der Basis-Emillor-Sirecke bedeutel einen Anstieg des Collector-Basis-Stramverhdalt-

nisses,
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Der erste Durchbruch ist vollstdndig, wenn der Collectorsirom ohne Zunahme der

Eall Emitter-Sp g ansteigl (senkrechie Tangente),

Ein Betrieb im ersten Durchbruch ist nur maglich, wenn der Collectorstrom begrenz! baw,
eingeprégl wird,

Jeg:v'w.v deyersten Durchbruchs

Urf positiv

'fa—_ﬁ'
b ‘erster Durchbruch

Folgende Spannungskenngréfien, die hier in der Reihenfolge abnehmender Betrdge
avlgefihrt werden, sind beim Belrachlen der Durchbruchserscheinungen wichtig:

Ugpp  Collector-Basis-Spannung fir nicht angeschlossenen Emifter, d. h. fur I =0

Doy Collector-Emilter-Spannung  fir gesperrte Basis-Emitter-Diode (Ucn/lnE
negativ),

Uaps  Collector-Emitter-Spannung lir Kurzschlud zwischen Basis und Emitler, d. h. fir
Uur =0,

Uarn  Collector-Emitter-Spannung tir Widersland zwischen Basis und Emiller,
Uy Collector-Emitter-Spannung fir nichl angeschlossene Basis, d. h. for Ty = 0.

Die hochstzu-

In den Dalenbliittern sind die jeweils hochstzulassigen Werle angeget
|dssigen Werle der Spannungen hangen viellach vom jeweiligen Colleclorstrombetrag ab.
Sie misssen bis in den hichsten, noch in Betracht kommenden Colleciorsirombereich

bekannt sein,

Zweiter Durchbruch

Der zweite Durchbruch ergibt sich avlgrund innerer Stremkonzentrationen und dadurch
hervorgarufener rtlicher Oberhitzungen. Die thermischen Zeitkonstanten dieser Hitze-
stellen sind so klein, dali infoige thermischer Instabilitél auch bei kurzen Stromimpulsen ein
starker drilicher Temperaluranstieg erlolgen kann, Beim zweiten Durchbruch gehl die
Collector-Emitter-Spannung schnell bis auf einen kleinen Resibetrag zuriick (Bild 3).
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Die sehr kleinen thermischen Zeilkanstanlen der &rilichen Hitzestellen kénnen dazu fih-
ren, dafi ein in den zweiten Durchbruch geratener Transistor avch wéhrend der durch den
Durchbruch hervorgerulenen schnellen Abnahme der Collector-Emifter-Spannung und
frotz Begrenzung des Collectorstromes wegen der Entstehung von Schmelzkandlen zer-
stert wird,

Fir den zweilen Durchbruch sind zwei Fdlle zu betrachien, Das sind :

® Zweiter Durchbruch bei einem Uber die Basis gesperrten oder nicht angesteuerien
Transistor. Dieser Fall irilt vor allem ein, wenn ein Transislor, der im Collectorkreis sine
grofie Induklivitdl enthdll, plétzlich durch Abschallen der Basl ung oder durch
Anlegen einer Sperrspannung an die Basis-Emiller-Strecke gesperr! wird.

e Zweiter Durchbruch bei einem im DurchlaBzustand belindlichen Transistor.

Zweiter Durchbruch bei gesperrtem Transistor

Es handelt sich dabei um den zweilen Durchbruch eines in den ersten Durchbruch gera-
tenen Transistors. Man bezeichne! diesen Durchbruch auch als zwellen Durchbruch bei
Collector-Einstromung oder als zweiten Durchbruch im Rlickwaris-(Reverse-jhetriab.

Ry =008

iriustorbelf ——e

Bel affener Basis ist die Sicherheil gegen diesen zweiten Durchbruch am héchsien, Die
ihn auslasenden Stréme haben die gréfiten Belrdge.
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Wird die Basis-Emiller-Strecke kurzgeschlossen (7 op g-Kennlinie) oder mil einem Wider-
stand iberbriickt (7 o p-Kennlinie) bzw. mil einer Spannung gesperrt (I/gpy-Kenn-
linie), so reichen oft weil niedrigere Stréme zum Auslésen des zweilen Durchbruchs avs.
Bild & zeigt, wie die zum zweiten Durchbrueh erforderliche Energie mil dem Collector-
strom unler mehreren Bedingungen zusammenhiingl, Die Bedingungen sind

einerseits In =0 mit HRy=0 bzw, Ry=35000

andererseits |[Upgl=1Y mit Ry =0£, 500 und 100 Q

Ry ist hierbei der Ausgangswiderstand der die Sperrspannung licfernden Quelle,
|€yug| =1 V bedeutel eine Sperrspannung von 1 V an der Basis-Emilter-Diode, Wahrend
Bild 4 lir einen Germanium-Legierungstransistor gill, stelll Bild 5§ einen solchen Zu-
sammenhang fir einen Silizium-Transistor dar, Die Yerlustarbeil (Energie), um die es
sich hier handell, ist mit 0,5+ L+ I? gegeben, worin L die abruschaliende Induktivitat
und I den zu unterbrechenden Colleciorstrom bedeulen,

Verlustarbeit ——

lst ein kurzzeitiger Betrieb im ersten Durchbruch nichl vermeidbar, dann darl jedoch die
in den Bildern 4 und 5 gezeigle maximal zuldssige Yerlustarbeit nicht iberschritlen werden.

Zweiter Durchbruch bei ei basisseitig in den DurchlaBzustand gesteverten
Transistor

Das bei leigender Collector-Emitter-Spannung [7cgg| nach Bild 1 vorgeschriebene
Reduzieren der Verluslleistung soll verhindern, dafi ein basisseitig in den Durchlai-
zustand gesteuerter Transistor in den ersten Durchbruch kommt und &riliche Hitzestellen
enlstebien. Wird diese Begrenzung z. B. inlolge kurzzeitiger Speisespannungierhohung
dbersehrillen, so kann ein erster und frolz Coll strombegr g auch ein zweil

Durchbruch einlrelen, Die Grénzkurveén des Arbeitsbereichs (Bild 1) missen deshalb un-

beding! eingehallen werden,
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Feldeffekt-Transistoren (FET)

Yorbemerkung

Bel allen Feldelfekl-Transistoren beslehl der gesteuerte Strom aus einer Majorildtsirdager-
Drift. Die Bahn dieses Siromes wird Kanal genannl. Man hat zu unferscheiden awischen

M-Kanal-FET (Elekironenleilung) und
P-Kanal-FET (Lécherleitung).

Die Anschlisse an den Enden des Kanals werden mit 5 und D, oder auch mil E und C, der
Steverelekirodenanschluf wird mit G bezeichnel. Diese Buchstaben bedeuten:

S Source (Quelle, Zullufielekirode) bzw, E Emitter
D Drain  (Senke, Abllulelekirade) baw. C Collector
G Gate (Tor, Steverelekirode)

Manchmal ist noch ein weiterer Anschlul, ndmlich an das Subsiraimaterial (an das
Halbleiterplattchen, in dem sich der Stromkanal befindet) vorhanden, Er wird bezeichne!
mit

B Bulk

Als Substratmaterial dient meistens Silizium. Seltener wird fir HI-FET stalt dessen Ger-
manium verwendet,

Die Schaltzeichen der FET sind noch uneinheitlich, Sofern Werl auf eln fir alle FET
gemeinsames Kennzeichnen der Anschlisse gelegt wird, versieh! man den Emitterstrich
des Schaltzeichens (wie bei den bipolaren Transistaren) mit einer Pleilspitze, Diese weis!
beim N-Kanal-FET (wie bei NPN-Transistoren) nach aufen und beim P-Kanal-FET {wie
bet PNP-Transistaren) nach innen.

Sperrschicht-FET und Isolierschicht-FET
Diese FET-Arten unlerscheiden sich beziiglich des Steuerungsprinzips:

Eeim Sperrschichi-FET (junction-FET) isi dem Sieuerelekirodenanschlull eine dem
Stramk | enlgegengesetzl dotierte Zone zugeordnel, die den Stromkanal umschlieBt,
So ergibt sich die diese FET-Art kennzeichnende Sperrschichl. Man legt an die Steuer-
elekirode gegen den Stromkanal eine Yorspannung, mit der diese Sperrschicht im Beirieh
gesperr] bleibl, VergroBert der Augenblickswer! der stevernden Spannung diese Vor-
spannung, so wird die Sperrschichidicke vergréfert. Das hal einen verringerlen Quer-
schnilt und deshalb einen erhhten Widerstand des Stromkanals zur Folge.

Beim Isolierschicht-FET (IG-FET, insulated-gote-FET) ist der Sleverelekirodenan-
schlull mit einer gul leitenden Schichl verbunden, Diese Schichl Uberdeckt den von ihr mit
einer lsolierzwischenschichl elekirisch getrennten Stramkanal., Es gib! zwei Gruppen
solcher FET. Sie unterscheiden sich beziiglich des Stromkanal-Leilwertes, der bei fehlender
Steuerspannung avllril:
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Die Stromkanal-Leitwerte der FET vom Verarmungstyp (depletion type) werden mil
der Spannung der Steverélekirode gegen den Emitter vermindert: Das von dieser Span-
nung hervorgerulene elekirische Feld verdringl die den Siromdurchgang durch den
Kanal besorgenden Majoritétsirdger mehr oder weniger aus diesem Kanal, Im FET vom
Verarmungstyp flieBl auch bei der Spannung (gs = 0 ein Strom. Dieser kann nur mil
einer Spannung [7gs, die eine zur Spannung [715 enlgegengesetzie Polung aulweist, xu
MNull gemacht werden.

Die Stromkanal-Leitwerle der FET vom Anreicherungstyp (enhancement type)
werden mil der Spannung der Steverelekirode gegen den Emitter erhiht: Das von dieser
Spannung verursachle elekirische Fald bewirkl, dafl Majoritdtstrdger aus dem Subsiral in
die Kanalzone hineingezogen werden. Im FET vom Anreicherungstyp kommt ein nennens-
werler Kanalstrom erst zustande, wenn eine Spannung {'gs mil gleicher Polarital wie
U 1y angeleg! iat,

Mach den wesentlichen Kennzeichen verwendel man auch die folgenden Bezeichnungen:
stalt Verarmungsiyp selbstleitender Typ: llicher Kanalstrom bei /g =0
{normally on, nermal leitend)

stalt Anreicherungstyp selbstsperrender Typ: kein nennenswerler Kanalstrom bel
15 = 0 (narmally off, normal sperrend).

Die lsolierschichi-FET sind meistens MOS-FET (metal-oxid iconductor-FET).

Sperrschicht-FET

Bild 1 zeigt links ein Schaltzeichen lir einen N-Kanal-Sperrschicht-FET und rechls ein
Schalizeichen fir einen P-Kanal-Sperrschicht-FET,

Eild 1

Bllld 2 enthdll die Steuerkennlinie [pill'gs) eines M-Kanal-Sperrschicht-FET fiir
[ =5V, In Bild 3 ist {0r denselben FET die Ausgangskennlinienschar 1n({pg) mit
I'as als Parameler aulgelragen. Der Bereich, in dem der Strom [y bel kenstantem Werd
der Spannung {'gs von dem weiteren Anstieg der Spannung [7pys nur wenig abhédng!,
wird Abschnurbereich (aktiver Bereich) genannt. Diesem Bereich ist somil der in
Bild 3 rechts von der Abschniirgrenze liegende Teil der Kennlinienschar zugeordnet,
Der Teil links ven der Abschniirgrenze, in dem die Kennlinien nahezu linear ansteigen,
heif.l ohmscher Bereich, weil hier der Kanalwidersiand von der Sparnung [/ s einiger-

maflen unabhdngig s
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Die Abschnlirspannung [y, (pinch off voltage) ist der Wert der Spannung ' 5, bel

nolig (Bild 5). Bild & enthalt die hierzu gehorenden Ausgangskennlinien Tl ps) fie
konstanle Werle von {735, Wie beide Bilder erkennen lassen, wird der Kanal fir positive

dem — liir einen gegeb Wert der S¢ ng ['1yg — der Strom Ty einen geg

dem Arbeitsstrom sehr kleinen Werl, %, B, 10 nA, annimm! (siehe Bild 2, worin T toe
U135 = 5V eingelragen wurde), Die in Bild 3 eingezeichnele Abschniirgrenze erhdlt man
mit der Beziehung £/ sy = Uga — 7} avs der Abschnlirspannung [y und der jeweils
vorhandenen Gale-Source-Spannung [/; 5.

SR

oy g
X §

F 4 | .UME_W._.I
2 %02 . Loy |
3 i s ) e 4 A |

] i) _'__4__3___.1.._.1..,_.*_... I S -
100 0 2 & 6,8 8 12 % 5 180

g — >

=l =85 -4

Bild 2 Bild 3

Der Drain-Source-KurzschluBstrom /s 5 ist der zwischen Drain und Source flieflende
Strom bei Kurzschlufl zwischen Gate und Source ('is = 0) und bestimmtem Werl der
Spannung IMy5.

Mit T1igs gilt fir den Drainstrom [y im Abschniirbereich folgende Maherungsgleichung:
g Y 6
Ip =~ fl_nsq-(1 — —)
In dieser Gleichung ist s &~ 2.

MOS-FET, selbstleitend (Verarmungsiyp)

Bild & zeigl ein daliir geeignetes Schallzeichen, dem ein MN-Kanal-Typ zugrunde lieg!,
Der Drainstram [y hal positive Werle fiir positive Werle der Spannimg [Ty, Weil es

Bild &

sich im MN-Kanal um Elekiranenleitung handelt, missen zum Verarmen des Kanals die
Elektronen zuriickgedringl werden, Dazu sind negalive Werte der Spannung s

38 TECHNISCHER ANHAMNG

Werte von I7(;5 mil Elektronen angereicher).

==l
L A i
[ [ R/ 4B a1
Upg =67 [ A =
| | | | IEF g Ug
56 T
/_ - e
7 | L]
=5 4= = 0 24 F8NRNH WKL
Uy — Upgpirerte
Bild 5 Bild &

Zum Belreiben dieser MOS-FET im Verarmungsgebiel benotigl man eine Gale-Source-
Vorspannung, deren Polung der Drain-Source-Spannung enlgegengeselzt jst. Man ge-
winnl diese Spannung (entsprechend der Gittervorspannung einer Réhre) mit einem
Source-Yorwiderstand /s und schliefl das Gale ber einen hohen Widerstand Rg
(z.B,10% €1 ... 1012 () an den Minuspol der Speisespannung an (Bild 7).

Beim Bemessen des Widerstandes fs hal man die Steuerkennlinie des MOS-FET, ndmlich
In(lTs) vy deren Strevung zu beachten, Selbstleitende MOS-FET werden z. Z. nur
mil N-Kanal hergestelll.

MOS-FET, selbstsperrend (Anreicherungstyp)

Bild 8 enthiilt ein Schaltzeichen fir einen P-Kanal-Typ. Dar unterbrochene Balken soll
andeuten, daf ein Stromdurchgang zwischen D und 5§ Hir Uy = 0 nicht gegeben ist. Ein
leitender Kanal entstehl erst beim Anlegen einer geeignelen Vorspannung Gale gegen
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Source. Diese Spannung muB so gepoll sein, daB sich eine Inversionsschichl unter der

Isolierschichl bilden kann.

Bild 8

Beim P-Kanal-Typ mufl die Spannung {5 zum Erzeugen einer P-lnversionsschicht und
damit eines leifenden Kanals negative Werle aufweisen, Die Bilder 9 und 10 zeigen fur
ginen solchen Typ die Zusammenhdnge zwischen g, Mg und Ty,

T T

T !
2 4 F &8 W MW

¢ 3 2 o oF

g —* =g ="
Bild 9 Bild 10

Wie bei bipolaren Transistoren mull auch hier die Polung der Gate-Source-Vorspannung
mil derjenigen der Drain-Source-Spannung Ubereinstimmen, Demgemdl entsprichl der
Gate-Spannungsteller (/| 4 Ha) (Bild 11) dem ublichen Basis-Spannungsteiler der
bipolaren Transistoren,

Bild 11

Bild 12 zeigl eine zwelte Méglichkeil zum Gewlinnen der Gate-Source-Vorspannung, Wie
dort rechts eingetragen, kann man zu diesem Zweck das Gate mit dem Drain tber einen

A0 TECHMNISCHER ANHANG

Widerstand iy mit hehem Wer! verbinden. Hierbei stelll sich wegen des verschwindend
geringen Gatestromes 1735 = ['1y5 ein, Dozu gehért die in Bild 12 links eingelragene

P, s 3P

i 200 0 O

g)S | arbeitspunkt 2o ||
T 4 QAT

3l G
‘.fg 2 doet—=}

f

&0 1 hi 8

g ——=

Bild 12

gekriimmie Kennlinie. Sie beruht auf der in Bild 10 enthallenan Kennlinienschar, 17y und

I sind willkiirlich angenommen,

Zusammenfassung

Die folgende Tabelle gibl noch einmal einen kurzen Uberblick Uber die gebréduchlichen

FET-Typen.

Sie enthdll neben der Typ-Bezeichnung und des dazugehdrenden Schaltzeichens Angaben
iiber die Polaritdl der Drain-Source- und der Gate-Source-Spannung.

Drain- Gatespannung
Typ spannung berogen aufl Source
bezagen aul

Source I'n o o min
D) N-FET-Verarmungstyp + 0 -
@ P-FET-Verarmungstyp - 0 +
N-MOS-Verarmungstyp + 0 —
® N-MOS-Anreicherungstyp + - ]
@ P-MOS-’Anrnl:horung:lip — - 0

®

Bild 13
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Flipflops

Vorbemerkung

Dieser Beilrag betrifft avsschlieBlich manolithisch-integrierle Schaltungen, Solche Schal-
fungen enthallen im allg i keine Kond ingdnge, Deshalb ko sie mit
Impulsen oder mit ldnger andavernden Signalsp ngen ang t werden. Man ver-
meidel es hier, von stevernden Eingangsimpulsen zu sprechen. Stall dessen sind die Aus-
drilcke Signalsp ungswerte und Signalsp gspegel oder kurz Signalwerte und

Signalpegel gebrduvchlich,

Grundsiitzliches

Flipflop ist eine {bliche Bezeic g fir bistabile Schallungen, Mit den beiden Silben
{lip und flop soll angedeutel werden, dafl am Ausgang der Schallung lediglich Wechsel
zwischen zwei stabilen (Signal-) Zustdnden erfolgen kannen.

Bistabile Schallungen sind spezielle (digitale) Folge-Verkniupfungsschaltung (auch
kurz Folgeschaltungen genannt). Diese unterscheiden sich von (digitalen) Verknlp-
fungsschallungen insofern, als bei thnen fir igst eine Kembinalion der Eingang

Signalwerte (Eingangs-Signalzustdnde) mehr als eine Kombinalion von Ausgangs-Signal-
werlen (mehr als ein Ausgangs-Signalzustand) maglich st

O T Signalzustand nicht nur von

Bei Folgeschallungen hangt der sich
der Kombinalion der gerade anliegenden Eingangs-Signalwerte ab, sondern ist auBerdem
eine Folge des Eingangs-5i lzuslandes, der vor dem Einwirken der (neven) Kembination
der Eingangs-Signalwerle vorlag .

Basis-Flipflops

Die Basis-Flipllops sind die einfachsien Folgeschaltungen. Sie treten auch als Teile kom-
inzelne in einer Folgeschallung enthalt Basis-

plizierter FlipHlops sul, Dabei wird das
Flipllop olt Speicher genannl.

Einteilung der Flipflops
ledes Flipflop kann man in eine der drei folgend charoklerisierten drei Gruppen ein-
gliedern:

® Einspeicher-Flipflops: Einfachsle Flipflops, die nur eine einzige Basis-Flipllop-
Schaltung enthalten,

® Getaktele EInlpnicher-Fllpllops. Einspeicher-Flipflops mit einem van Taktimpulsen

\ ten Ausld ng.

® Mehrapeicher-Flipflops: Flipllops mil zusakzlichen, dem Hauptspeicher vorge-
tzten Zwisch ichern und von Taklimpulsen gesteverten Ausidse- oder Direki-
eingdingen. Die Zwu:hnmpe]cher werden auch Yorspeicher genannt,

Die Bezeichnung »Doppel-Flipflope betrifll nicht etwa eine weitere Flipllop-Gruppe,
sondern bedeutel, dall zwei Flipll in ginem g i Geha thalten sind,
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Flipflop-Schalizeichen

Das Schaltzeichen bestehl im wesenllichen aus einem Rechteck oder aus einem Quadral,
Dem Eingang ist die linke Quadrat- bzw, Rechleckseile zugeordneol. Dem Ausgang ent-
sprichl die rechie Seite. Eingangs- und Ausgangsseile sind iber eine gestrichelle Linie mil-
einander in Yerbindung., Diese Linie halbiert das Quadral oder Rechteck (Bild 1, Ein-
speicher-Flipilop, und Bild 2, getaktetes Einspeicher-Flipilop).

Handell es sich um ein Mehrspeicher-Flipflop, so wird dies gemiB Bild 3 mil einem Trenn-
nungsstrich parallel zur Eingangsseile angedeutel, Die gestrichelie Mittellinie erstreckt sich
dann nur von diesem Trennungsstrich bis zur Ausgangssaite,

Direkr-Eingiinge mr-l Efrgang Forgmeicher Hptspeicher
1 ! /
——1 o—t4 ] o— ! Jﬂf b——o
Ausgiinge o—T - ot T i
i —_— et O f—"
Einspeicher ~Fipfiop (Master) (Siave)
Bild 1 Bild 2 Bild 3

Flipflop-Eingénge
Bei Flipllops hal man dreierlei Arlen von Eingdngen zu unterscheiden, namlich:

® Unbedingt bestimmende Eingénge (Direkteingéinge): Die daraul gegebenen
Signalwerte konnen den Ausgangs-Signalzustand (die Ausgangs-Signalwerte) ittelbar
beslimmen,

® Bedingt! bestimmende Eingtinge (Vorbereitungseingiéinge): Die hieraul gegebe-
nen Signalwerte kénnen den Ausgangs-Signalzustand nur beslimmen, wenn an einem
weileren Eingang (dem Ausléseeingang) der freigebende Signalwert liegh.

® Ausléseeingtinge (Befehlseingiinge): Der daraul gegebene Signalwert bestimmi,
ob sich die Signalwerle, die auf die — dem Auslésesingang zugeordnelen — bedingt be-
simmenden Eingange gegeben sind, aul den Ausgangs-Signalzustand auswirken oder
nicht avswirken kénnen., Yiellach wird der Ausl Taktei I, Ein

Takleingang kann jedech auch ein unbedingl bestimmender Eingang sein.

Staht die Funkt der Eingdnge mit Schaltzeichendelails zu k ichnen, ist es giin-
stiger, in die Schaltzeichen an den Eingd Buchstaben (gegeb falls mit Indizes) ein-
zutragen und Arbeititabellen (Funk bellen) bzw. Logiktabell Wahrh feln)

beizuftgen, die diese Buchsiaben enthalten. Indizes kann man fir die Buchstaben ver-
wenden, die die beding! besti Eingange ke hnen, Diese Indizes sind Hin-
weise aul die hierzu gehérenden Auvsléseeingdnge. Unmillelbar aul den Hauplspeicher ein-
wirkende dtzliche Direkieinga wearden enlsprechend Bild & eingelragen,
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Bild 4

Flipflop-Ausgiinge

Ein Flipflop hat im allgemeinen zwei Ausgdnge, Diese werden z. B. mil @) und Qa2 be-
zeichnet, Weil Flipflops bistabile Schaltungen sind, dirftan an jedem ihrer Ausgénge ei-
gentlich nur die e d tgegengesetzien Signalpegel auffreten, Es gibl jedoch Flipflops,
bel denen fir bestimmte Eingangs-Signalkembinali auch ei der gleiche Signal-
pegel an den beiden Ausgangen aufireten. Diese Ausgangs-Signalzustdnde sind im allge-
meinen unerwiinschl.

Synchroner Betrieb

Allgemein bezeichnel man als Bitzeil die Zeilspanne ven dem Zeilpunkl, in dem sich aul-
grund eines Taktimpulses die Kombinalion der Eingangs-Signalwerte aul den Ausgangs-

zustand voll ausgewirk! hal, bis zu dem Zeitpunkl, in dem der unmittelbar lolgende
Taklimpuls einsetz!,

Im' Zusa hang mil Wahrheitstafeln und Arbeitstabellen fiir synchronen Belrieb
kommt es nicht aul die Daver der Bilzeil, sondern lediglich aul das Unlerscheiden zwi-
schen zwei aufeinanderfolgende Zeilabschnitle an:

Deer eine Zeilabschnitt (die Bitzeil [;) endel mil dem Beginn des Taklimpulses.

Der darauf folgende Zeitabschnill (die der Bitzeit {5, folgende Bilzeil {5, ,,) beginnt mil dem
Zeitpunkt, in dem sich der Ausgangszustand nach Beendigung des Taklimpulses ent-
sprechend der in der Zeit fy an den Vorbereitungseingangen vorhandenen Signalwerte-
kombinalion eingesielll hal,

Zwei Arien von Basis-Flipflops

Ein Basis-Flipllop enlstehl, wenn man zwel invertierende Verkniiplungsschaltungen so
zusa hallet, daB jeweils der Ausgang der einen Schaltung mit einem Eingang der

Higrmil bezeichnel man einen Belrieb, bei dem an einen Ausldsegingang gegeb
(periodische) Impulse (Taktimpulse) das Auswirken von Signalwerten an den Vorberei-
tungseingdngen aul die Ausgdnge ermoglichen. .

Die Taktimpulse haben dabei — aufler ihrer Auslésewirkung — keinen Einllufl auf den
sich ai lienden A tand. Deshalb sind die Eingdnge fir die Taktimpulse in den

fir synchronen Belrieb gellenden Wahrheilstaleln und Arbeilstabellen nicht enthallen.

In diesen Tafeln bzw. Tabellen mull man jedoch zwischen dem Zeitabschnitl vor einem
Taktimpuls und dem Zeitabschnitt nach Beendigung der vom Taklimpuls ausgelésten
Signalwertednderung am Ausgang unlerscheiden

Asynchroner Betrieb

Bei diesem Betrieb sind die an den Ausgangen des Flipllops einirelenden Wechsel von
Signalwerlen an kei (sie bestim den) Tak! gebunden. Die Signalwerlewechsel an
den Ausgéingen werden bel Asynchron-Belrieb unmiltelbar von den Signalwertewechseln
an den Eingdngen veranlall,

Asynchron-Belrieb kommt auch fir Flipflops mil Takleingang in Betracht. Hierbei wirkt
der Takteingang als Signaleingang.

Die in di Belirag enthallenen Arbeifstabellen gestatten das Ablesen der Zusammen-

hange zwischen den Signalwerten an den Eingdngen und Ausgdngen der Fliptlops sowohl
fur synchropen Betrieb als aych fir asynchronen Belrieb.

Die Bitzeiten

Der Begrift der Bitzeit bezieht sich auf den synchronen Belrieb eines Flipflops.
44 TECHMISCHER ANFHANG

anderen Schaltung verbunden ist, Die derart vorg ene Rilckkopplung fihrt zu Kipp-
vorgdngen, die das bistabile Verhalten bewirken,

Da es zwei grundsiilzlich verschiedene inverlierende Verknilplungssehallungen, ndmlich
die H-MAND-Schaltung (identisch mit L-MOR-Schallung) und die L-NAND-Schaltung
(identisch mit H-MOR-5chaltung) gibf, existieren auch zwei verschied Basis-Flipflop
je nachdem, ob das Basis-Flipllop aus zwel FI-MNAND- oder avs zwei J-NAND-Schaltungen
aufgebaul st

(Bemerkyng: Flipflops aus Kombinationen von /{-NAND- und L-NAND-Schallungen und
zusdfzlichen Invertern sind keine Basis-Flipllops.)

A —— Je-

& i 4 il 143

& : dr

Bild 5 Bild &

Das aus H-NAND-Schaltung fgebaule Basis-Flipflop wird hier als //-Basis-Flipflop
bezeichnel, Es ist in Bild § dargesielll,

Das auvs [~-NAND-Schallungen aufgebaute Basis-Flipflop wird hier als 4-Basis-Flipflop
bezeichnel, Es ist in Bild & dargestelll,
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H-MAND- bew. L-NAND-Schallungen sind in den Bildern 5 und 6 sowio in den folgenden
Bildern dadurch gekennzeichnet, dafl in das von der Informationstechnik her bekannte
MNAND-5ymbol entweder If oder L eingelragen st

Jede der beiden Arten von Basis-Flipflops hal die Eigenheil, dall einer der Kombinationen
der Eingangs-Signalwerte zwel Ausgangs-Signalwertekombinali zugeardnel sind,
So gehbren:

tir das H-Basis-Fliptlop zu der Kombination HH am Eingang sowehl H L als auch LH
am Ausgang und

fir das L-Basis-Flipllop zu der Kombinalien LL am Eingang sowohl LH als auch ITL
am Ausgang,

Elekirische Funktion eines [{-Basis-Flipllops

Die Wirkungsweise eines Basis-Flipllops wird beispiclsweise am [f-Basis-Flipllop belrachs
tet (Bild 5):

Zundchs! werden als Eingangs-Signalwerte angenommen: /1 an S und £ an R, Da es sich
bei diesem Flipllop um eine Kombination aus JI-MAND-Schallungen handelt, ist sofor! zu
erkennen, dafl L an R am Ausgang @) der unleren H-NAND-Schaltung den Signalwerl
H hervorruft, Da dieser Signalwert gleichzeitig mit I an § am Eingang A der oberen
H-NAND-Schallung liegt, ergibt sich fur den Ausgang Qo der Signalwer! .. Das Ergebnis
ist; Die Eingangs-Signalwertekombination H' an 5 und L an R hal die Ausgangs-Signal-
werlekombination f an @; und L an @3 zur Folge.

Entsprechend erhdll man fiir die Eingangs-Signalwertekombinalion L an § und if an R die
Ausgangs-Signalwertekambination £ an Qy und I an Qg

Als weilere Kombinalion der Eingangs-Signalwerte kemmen die fiir die Bezeichnung
dieses Basis-Flipllops enticheidenden Signalwerte H an § und /' an R in Frage, Man
erkennl, dall in diesem Falle sowohl Il an @y und I, an @y alt auch L an @y und I an
Qs maoglich sind, Welcher dieser beiden Ausgangs-Signalzustédnde eintrill, hdng! ven der
vorhergehenden Eingangs-Signalwertekombination ab.

Die letzle mogliche Kombinalion der Eingangs-Signalwerte ist L an S und L an R, Wegen
der verwendeten /-NAMD-Schallungen verursacht diese Kombination den Ausgangs-

Das hingl im Einzelfall davon ab, entweder welcher Signalwerl am Eingang zuerst
gedander! wird oder bei exakt gleicher Andering der Eingangs-Signalwerle, welche der
beiden /I-NAND-Schallungen schneller umschallet,

Aus dem Vorsiehenden folgt: Der Wechsel der Eingangs-Signalwerte van Lan 5 und L an
R auf Jf an S und [T an R mufl vermieden werden, wenn vorhersehbare Ausgangs-Signal-
zustdnde angestrebl werden, Diese Talsache ist gul aus den im lolgenden beschriebenen
Arbeitstabellen erkennbar,

Arbeitstabellen

Die in diesem Beilrag enthallenen Arbeilstabellen fiir die Zusammenhédnge der Signal-
wertekombinationen sind so aulgebaul, wie das nachstehend beschrieben und mil Bild 7
fiir das If-Basis-Flipllop sowie Bild 8 fur das L-Basis-Flipllop veranschaulicht wird.

-.‘-._:t'h'-c—,]

Bild 7

In den linken Spalten stehen die den sinzelnen Zeilen zugeordnelen Kombinalionen der
Eingangs-Signalwerte. Die unteren beiden Zeilen enthalten die den darlibersiehenden
Spallen zugeordnelen Kombinationen der Ausgangs-Signalwerte, Die diesen Spalten und
Zeilen gemeinsam zUQEOI‘drI!ieI"I Quadrate, von denen einige schraffier! sind, betreflen
samil die Zusammenhdnge zwischen den Eingangs- und Ausgangs-Signalwerten. Mil den
schrallierten Feldern sind die Ausgangs-Signalwerle gekennzeichnel, die bei den jeweiligen
Kombinationen der Einga Signalwerte méglich sind, Fur den Wachsel van einer Kom-
bination der Eingangs-Signalwerle auf eine andere solche Kombination, geht man ven

Signalzustand / an @ und If an Qa. Hier ist also die Rickkopplung ohne Bed V9.
Diese Einstellung verdient besondere Beachlung, weil der g te Ausgang id im
Widerspruch zu der Bezeichnung bistabil steht: Es ist ein drifter méglicher Ausgangszu-
stand, der allerdings nur so lange bestehen bleibl, wie die Signalwerte L an S und L an R
anliegen. Andert man die Eingangs-Signalwertekombination in

H an S und 1, an R, dann enlsiehl wieder 11 an @ 'und L an @3,

dnderl man sie in

I, an S und i an R, dann entsteht wieder L 'an Q) und /1 an Qa,

dnder! man sie in

M an'S und M an R, dann ist unbestimm), ob I an @; und L an Qg oder L an @ und
11 an Qg enisteht.
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dem schraffierten Quadrat aus, das in der Zeile der urspringlichen Kombination der

Eingangs-Signalwerle enlhalien ist und dem dabei vorhand A Signalwert ent-
sprichl: Man durchldult dann die Spalfe, in der sich dieses Quadral befindel, bis zu der
Zeile, die zur neven Kombination der Eingangs-Signalwerte gehdrt,

Gelangt man hiermit witder in eln schraffieries Quadral, so zeig! dies an, daf die Kombi-
nation der Ausgangs-Signalwerle erhalten bleibi: Die Spalte wird nicht gewechsell.

Gelangt man dabei aber in ein nicht schralliertes @uadral, 0 mufl man in der Zeile, die

20 der neuen Kombination der Eingangs-Signalwerte gehdrl, enlsprechend dem einge-
fragenen Pleil in das dart schralfierte Quadral Uberwechseln. Es gilt dann die in der Spalte
dieses Quadrates angeget Kombination der Ausgangs-Signalwerte.
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@ Beispiel lir die Arbeitstabelle nach Bild 7 (/{-Basis-Flipflop):

Urspriingliche Kombination der Eingangs-Signalwerte:

LanS HanR
Lan Qy, H an Q4
HanS;HanR

Daozu gehérende Kembinalion der Ausg Sighalwerle:

Neve Kembination der Eingangs-Signalwerfe:

Beim Obarqnng von der Zeile for L an S und If an R zu der Zeile fir [ an 5 und H an
R gelang! man von einem schraffierten Quadrat wieder zu einem schraflierien Quadral,
das in derselben Spalte liegt.

Deshalb bleibt es bei der A Signalwertekombinalion L an @y und il an Qa.

® Weiteres Beispiel fir die Arbeitstabelle nach Bild 7:

Urspriingliche Kembinalion der Eingangs-Signalwerte: Mans LanR
Dazu gehérende Kombination der Ausgangs-Signalwerle: I an @y, I dn @a
Meue Kombination der Eingangs-Signalwerte: Lian S, 1 an R

Auvsgehend vom schraffierten Quadral in der zur urspringlichen Kombination gehérenden
Zelle gelang! man in der rechten Spalte in ein der neven Kombination zugeordneles, nicht
schraffiertes Quadrat. Der dorl beginnende Pleil weist in das in dieser Zelle enthallene
schraffierte Quadrat.

Die Kombination der A

gs-Signalwerte (@) Qu) wechsell daher von H L auvl LH.

@ Drittes Beispiel fir die Arbeitstabelle nach Bild 7:
Urspriingliche Kombination der Eingangs-Signalwerte: LranS, LanR
H oan S, I an R

Hans HanR

Dazu gehtrende Kombination der Ausgangs-Signalwerle;

Meve Kombination der Eingangs-Signalwerte:

Ausgehend van schralfierlen Quadral in der der urspringlichen Kombination zugeord-
nelen Zeile gelang! man in der miltleren Spalle in ein zu der neuen Kombinalion gehé-
rendes nicht schrallierles Quadral, Yeon dort gehl je ein Pleil nach rechls ebense wie
nach links, Dem cn#ipre;:hnn die Ausgangs-Signalwertekombinationen I f; und LI (Mehr-
deutighkeit, die unerwinschi ist).

Aus der belrachletlen Arbeilstabelle (Bild 7) ist d dl zu enlneh , dall man beim
H-Basis-Flipliop den Ubergang von der Eingangskombination L1, aul die Eingangskom-
bination ## vermeiden mufi: Zu der Eingangskombinalion L gehort zwar eindeutig die
Ausgangskembination /{1, Als Ergebnis des Ubernungs ven der Eingangskombinahien L4

aul die Eing } bination M ke sich.am Ausgang aber entweder H L oder L]
einslellen, Das kann man auch damil ausdriicken, daB man in das nichl schralfierte
Quadral, von dem zwei Pleile gehen, ein Fragezeichen eintrdgt (und die Pleile dann
wegldfit),

Die Logiktabellen der Basis-Flipflops

Ebenso wie man aus den Arbeitstabellen der Verknuplungsschaltungen Logiklabellen
(Wahrheitstaleln) gewinnen kann, lst das auch bei Flipllops mglich,
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Je nach der Zuordnung von i und I zu 0 und 1 gibl es zu jeder der beiden Arbeitstabellen
zwei Logiktabellen und umgekehrt. In d

Sinn geharen
bei Zuerdnung M ~ 1 und L ~ 0: Bild 9 zv Bild 7 und Bild 10 zu Bild 8
bei Zuordnung ff = 0und L = 1: Bild 10 zu Bild 7 und Bild 9 zu Bild B,

5|8

t g B

el
g1
alo

o aia|e

Schaltungsbeispiele
Bild 11 zeigt den Schallplan eines /i-Basis-Flipllaps, Bild 12 den eines L-Basis-Flipllops.
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Bild12

Da es sich um manolithiseh: integrierte Schallungen handell, sind in thnen keine Konden-
satoren enthalien,
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SqyRa-Flipflop

Dieses Flipllop ist ein Einspeicher-Flipllop mil zwei bedingl bestimmenden Eingédngen
S7 und Ry und einem auslésenden Eingang T. In Bild 13 isl dessen Schaltungsfunktions-
plan aufgezeichnet: Einem [-Basis-Flipllop sind zwei [{-AND-Schalt 30 vorg 5
dafl sich die Signalwerte If an S oder Ry bzw. I an S+ und Ryp nur auswirken kénnen,
wenn gleichzeitig H an T liegl.

Bild 13

Bild 14 enthill die dazu gehdrende allgemeine Arbeilsiabelle, Sie zeigl lir M an T die fir
das [L-Basis-Flipllop gellenden Zusammenhidnge, wahrend fir L an T mit beliebigen

T8 [8
by v
5y friﬂ’; o
A R

m

Bild 14 Bild 15 Bild 16

Kembinationen von L und ff an S und Rop keine Wirkung aul das [-Basis-Flipllop ausge-
ibl wird. Dies kann man zum Yereinfachen der Arbeitabelle ausniitzen (Bild 15).
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Bild 16 zeig! die zu dem SpRp-Flipllop nach Bild 13 gehérende Arbeilstabelle fir syn-
chronen Belrieb unter Verwendung der Bilzeiten ty und {y . Dabel st £y, die Bitzeil vor
einem Taktimpuls und fy; ;4 die daravl folgende Bitzeil (siche Abschnift iber Bitzeiten).

Aus dieser Arbeiistabelie ist nicht ohne wellerss zu erkennen, was es mil der Kombination
H an S und H an Ry fir i an T aul sich hat, und welche Bedeulung L an T zuzumessen
ist. Man hillt sich im Falle der Kombination & an Sqund i an Rep lor & an T mit dem Ein-
iragen der Buchsiaben M. D. in das entsprechende Feld, M, D, bedeutel, dafl das Flipfiop
beim Aulireten dieser Kombination in einen »nicht definierten« Zustand geraten kann.

JpKp-Flipflop

Das JpKp-Flipllop ldft die Eingangs-Signalwertekombination i1 an Jrp und IT an Ky, die
heim Basis-Flipllop mit den Eingangen R und 5 zu einem nicht definierien Ausgangszustand
flihr), auch zu.

[ T
o A9
L
L

=
~i=~]=

2= |r~ -:'c%r-—'rh
g

o
r~|= = |

Bild 17

Bild 17 zeigl die Arbeilstabelle eines JpKp-Flipflops fir synchronen Belrieb. Man erkenn,

Bild 18

daf die EingangsSignalwertekombination H an Jp und H an Ko immer zum Wechsel
des Ausgangszustandes fiihrt und damit ein definiertes Verhalten zeigh
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In Bild 18 ist der Schallungsfunktionsplan eines gebréuchlichen JpKqp-Flipllops dar-
gestalll. Bild 19 gibt die dazu gehérende allgemeine Arbsitstabelle wieder. Hieraus
ist zu erkennen, dafl der Ausgangszustand mil einer bestimmten Eingangs-Signal-

Bild 19

werlekombination an den beding! bestimmenden Eingdngen nur beeinfluft werden kann,
wenn der Tak! in der Form L ..H .. L.. am avsiésenden Eingang T auftrilt. Beim
Ubergang von L an T aul i an T wird die Eingangs-Signalwertekambination zundchst im
Vorspeicher gespeichert; beim Ubergang von I an Taul L an T wird die im Vorspeicher
gespeicherie Information in den Hauplspeicher weilergegeben und fGhrt dann zu einem
entsprechenden Beeinfl des Ausg land

Bezeichnet man die Eingangs-Signalwertekombination fir Jp und Ko mit Eingangszustand,
so gill falgendes:

@ Mit dem Eingangszustand 7 an Iy und L an K+ erreicht man (von jedem anderen Ein-
gangszusiand ausgehend) den Ausgangszustand Jf an @ und L an Q.

® Das dem Entsprechende gilt auch fir die Zusidnde LH am Eingang wnd Ausgang,
® Mit dem Ubergang des Eingangszustandes aul HI wechsell der Ausgangszustand,

@ Beim Dbergang des Eingangszustandes aul LL bleibt der bestehends Ausgangszustand
erhalten.

Dyp-Flipflop

Diescs Flipflop wird auch Delay-Flipflop eder Verzégerungs-Flipflop genannt. Bild 20
zeigh den Schaltungsfunklionsplan eines solchen Flipflops. Es hat einen beding! bestimmen-
den (D) und einen auvslésenden Eingang (T). Aus der Arbeitstabelle Bild 21 kann man
ablesan:

® Flr jede mégliche Eingangs-Signalwertelkembination, die mit den Signalwerten L und
H fir die Eingtinge Doy und T gekennzeichnel is), kann jeder der beiden Ausga gseustdnd
auftreten, Walcher Ausg ustand ichlich aultrit, hdng! vom vorhergehenden

Signalzustand der Schaltung ab.
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® Wechsell der Takt bei [ an Dpven L an T aul H an T und wieder aut L an T, dann
geht der Ausgangszustand immer auf L an @y und H an Qg tber.

i

Bild 20

Bild 21

LT
Tr ﬁ'.' f"r
Liarft
LR K

Bild 22

o Wechselt der Takt bei 7 an Dip von Lan T aul i an T und wieder aufl L an T, dann
geht der Ausgangstustand immer auf i an Qy und L an Qy iber,

Aus diesen Tatsachen 4Bt sich die Arbeitstabella fir synchronen Betrieb (Bild 22) avf-

stellen,
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Nulistellentfilter

Definition und grundsiitzliche Eigenschaften

Ein Mullstellenfilter st eine als Vierpol aufzufassende Schallung, deren DurchlaBgrad Jir
Igst eine bestimmte Freg stell auf Null absink!, Hierzu gehéren schmale Ein-

briiche der DurchlaBkennlinie,

Mit Mullsteltenfillern erreichl man also (im Idealfall) ein vélliges Unlerdriicken des Durch-
gangs ven Signalen mil bestimmien Frequenzen und ein wirksames Absenken des Durch-
lafigrades in der nachsten Umgebung jeder dieser Frequenzen.

Dem enlsprechen zu beiden Seiten der Mullstelle grofie Flankensteilheiten der Durchlafi-
kennlinie und deshalb in den hierzu gehérenden Freguenzabschniflen sehr erhebliche
Phasendrehungen. Die Frequenzabschnitte, in denen diese Phasendrehungen aufirelen,
sind jedoch nur schmal, Deshalb stéren die mit den Nullstellenfiltern sich ergebenden
P drehungen isl nur wenig.

Anwendung

Man verwendet Nullstellentfilter z. B. an Stelle von Sperrkreisen oder Saugkreisen bzw,
Absarptionskreisen, falls ein sehr wirksames Absenken des Durchlafgrades gefordert
wird, wobel sich nur innerhalb schmaler Frequenzbereiche davon herrithrende Phasen-
drehungen ergeben dijrfen,

Als Anwendungsbeispiele seien die Nullstellenfilter genannt, die man in Fernsehempléngar
zum Unlerdrilcken der Machbar-Bild- und Nachbar-Tontrager einbaut,

Hier in Betracht gezogene Fille

Alle nachfolgend beschricbenen Mullstellentilter sind als Bestandlelle von Zweikreis-
Bandfillern gedacht (Bild 1), wobei die lnduktivitdlen Ly und Ls der beiden Resonanz-
kreise entsprechend Bild 2 mit in die Mullstellenfilter einbezogen sein kéinnen, Die Kapa-

-— = — ey

S R
Fter | -l'

Bild 1

zitaten €'y und (g sowie die Damplungs- bew, Resonanzwidersidnde 1) und Ry dieser Krei-
se konnen lir die Funktion der Mullstellenfiller stets auBer acht gelasien werden, weil
innerhalb der schmalen Freq bschnitte, in denen die Nullstellenlilter sich auswirken,
der Durchlafigrad der Zweikreis-Bandlilter als konstant angenommen werden darf. Die
Kapazitaten und die Resonanzwiderstande dar beiden Kreise des Bandlillers liegen, wie

Bild 1 zeigl, dem Eingang baw. dem Ausgang des Mullstellenfilters parallel, weshalb sie
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avch dem Ausgang der verangehenden Schaltung bzw. dem E der
Schallung zugnordnal werden diirfen, Das gilt uur_h fir die Indukdivitalen der zwei Eand—
fillerkreise, falls diese Indukhivitdten nichl fiir die Mullstellenfilter selbsl ausgenutzl werden,

Mullstelien- o= T8

GBS Filter i Z

(L, und L, in das Nullstellen-Filter mit einbezogen)
Bild 2

Die behandellen Mullstellenfilter sind enlweder Brickenfiller oder T-Filler mit Saug-

kreisen in @uerzweigen bzw, mil Sperrkreisen in Langszweigen.

Das besondere Kennzeichen eines jeden dieser Filter (st ein zusdizlicher ohmscher Wider-
stand, der Komp wird, Er dien! zur Kompensalion
der Resonanzkreisdamplung der Saug- bzw. Sperrkreise bei der Mullstellenfrequenz,

viderstand (/) g

Die Schaltpléne

Die hier gezeiglen Schaltplane betreffen in gewissem Sinn Ersatzschallungen: Darin sind
die in den Spulen aufiretenden Verluste, soweil sie fir die Fillerfunktion beachiel werden
i mil Widerstanden beriicksichligt, die mit den Spulen-Induklivitdten in Reihe

liegen,
Im Gegensatz zu sonstigen Ersatzschallungspldnen, sind Zeichen lir Spulenkerne Uberall
da eingetragen, wo belonl werden soll, daB einzelne Induklivilalen milelnander ver-

koppelt sind.

Briickenfilter

Bild 3 zeig! das Prinzip. Die Briickenschallung besteht hier aus einer mil der Spule des
Bandlilter-Eingangskreises gekoppelten, mitlelangezapiten Wicklung, einem Parallel-
resonanzkreis (Sperrkreis) und einem chmschen Widerstand {dem Kompensationswider-

Bild 3
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stand fy). Diese Schaltung soll von der Spannung {74y eine Teilspannung UV 3o iiber-
tragen, dafl diese fiir die Nullstellenfrequenz f, den Wert Null annimml,

Setel man gleiche Teilspulen voraus {1y = ) Und mackt den Widerstand Ry gleich dem
Resonanzwiderstand £y, des aul f, abgestimmien Sperrkreises, so ist die Bricke fir diese
Freq bgeglichen. Zwischen den Punkien 4 und 3 besteht keine Spannung. Das bedeu-

tel bei an Masse geleglem Punki 3, daB die Spannung U/ p bei der Frequenz f, tatsdchlich
auf Null zurtickgeht,

Ohne den Zweig mil der Wicklung 'y, und dem Widerstand Ry ergébe sich mit dem auf
Jo abgestimmien Sperrkreis Cp Ly zwar fir diete Frequenz auch sine Spannung Upn
mit niedrigem Wert, jedach kénnte sie wegen des Resonanzwiderstandes Ry niemals den
Wert Null annehmen, sondern nur einen Werl, der aulier von Ry auch noch von dem
Werl des die Punkte D und B verbindenden AbschluBwiderstandes abhinge,

1

S

_ Bild 4
Mil dem Wert Hir
tJn = Spulenglte der Sperrkreispule,
Ly = Induktivitat der Sparrkraisspule und
g = Nullstellen-Kreisfrequenz
kann man den Resonanzwiderstand Ky, bestimmen nach der Beziehung
Rp = Qp Tig * Lp
Hieraus folgt als Bedingung fir das Erreichen der Nullstelle (mitedy = wp):
Ry = Qp-wo: Ly
Meistens wird man (bei iy, = wp) die Wicklung 1-3-2 bifilar ausfihren (Bild &4).
Falls wg und iy ungleich sind, missen sich die Widerstidnde ligg und Ry verhallen wie
wuftoy . d. b,

1wy
By = H;. r—_—
'y
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Sind zwei Mullstellen gelorderl, so verwendel man fiir jede MNullstelle sinen Sperrkreis.
Diese Sperrkreise werden, um die davon herrUhrende Koppelddmplung klein zu hallen,
gemdB Bild 5 eingefigt.

T-Filter mit nicht gel Iten Resonanzkreisspulen (liberbriicktes T-Filter)

PP

Bild & veranschaulicht die Schallung mit dem zum Errelchen der Nullstelle bendtiglen
Widerstand Ry. Die Kapazitéten (' und ('g sowie die Dampfungs- baw, Resonanzwider-
stdnde Iy und Ry der Bandlilter-Resonanzkreise kdnnen, wie bereils angedaulet, hier

—{ 3
R=

R D - ;
l

Bild &

aulier acht gelassen werden, Ebenso darf man beziiglich des Mullstellenflters die Spulen-
Verlustwiderstande der Bandfiltsrspulen vernachlassigen (weil fir die Nullstellenfrequenz
o klein gegen wy = Ly und @y - La). Deshalb geniigl es, statt der mi Bild & gezeiglen
Schaltung die gemdl Bild 7 vereinfachle Schaltung zv betrachlen.

Bild 7 Bild 8

Die aus dem Kompensationswiderstand R sowle aus den Induklivitdten Ly und Ly
(Bild 7 oben) bzw. Z1 und Za (Bild 8 oben) bestehende Dreieckichaltung kann munin
aine elekirisch gleichwertige Sternschaltung umrechnen. In dieser aus £°, 27 und Z !
gebildeten Sternschaltung (Bild 2 oberer Teil), isf:

R Z1 Ryl dn
TRt Zi+2zs  Bi+)cw-(by kL)
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Setzt man hierin (L1 + Lg) = Ly, so wird nach Erweitern des Bruches mil
(R — jrw Leds
By oy (Rg—jrwe Ly

&=
* R4 w?- L2

Dies kann folgendermaBen umgeschricben werden:
R](2 s by
Hg? + o L2

- Ryt o Ly Le
T ORiE el L?

+i

L] A

Demenisprechend erhélt man filr Z°':
R+ Za - Rij-w+ Lo

i = und
R+ 21+ #2 Ry + o (L + La)
P 7 = Ry Lg- {Jr . R:{"! v m.' Ls
Ri® +wd e Le? Ry 4 w¥+ L2
sowie lir Z''":
i ZyEn —1»3-!4-!.-_:_
L = —— und
Ry + 2y + £y R+ 1w (L + La)
° e Rygtw? Ly-Ly @ Lyt Ly Ly

RIS T 0% L8 | Ry FHE L
Unter der Voraussetzung, dafl Ry grofl gegen w + Ly ist, darl man schreibens:

we Ly (Ly + Lg)

° i ——— i L
e jrwedy
wd s La o (L + La)
° ey 2RISR s
g
e Ly« Lo wds Ly« Lo Ly + La)
] e - +i . 5 ! =
Iy Rk=

Bild 9 Bild 10
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Damil erhéll man anstelle der Schallung nach Bild 6 die Schaltung, die mit Bild 10 dar-
gestellt {st.

Wesenllich hierin ist allein der negative Wert des Realteils von Z°*", denn der Imaginérteil
ven Z'" kann in dem Querzwelg gemeinsam mit s und Ly weggestimmt werden. Damit
bleiben im Querzwelg nur

w2 Ly Lg

tg und —
4 -R‘K
wirksam, Die hiermit gegebene Realfeil-Differenz ist mil entsprechendem B von
Ity fiir die Nullstellen-Kreisfrequenz wg avf Null zu bringen. Daliir gilf:
we?+ Ly + La wo? -+ Ly + L
PP/ B N ) Ripm -2 2 2
Ry Ty
[T we* L L
oder mit S ik =} Ry =—°—4—2"Qg
Ty L'g

In dem fiir fyz gewennenen Ausdruck liegen avfgrund der Bandmitienfrequenz des Band-
filters mit der Eingangs- und A kapazitdl dia Werte van Ly und Ly fest, Lg wehit

man zusammen mit (g so, dal}

o s
B L rJJol“

Js wird an der ausgefihrien Spule Ly gemessen. Der Werl von Ry kann hiermit aus
der zuletzt gewonnenen Bezichung ausgerechnet werden,

B, N
le:
E
ggas-- [ :
e GL? 02 04 OF a8 1 125 167 25 § o

Wty ——-—

Bild 12

Die bisher betrachiete und mit Bild & veranschaulichte Schaltung befriedigt jedach noch
nicht, Sie ermoglich! zwar, wie gezelgl, die bensligle Nullstelle, die mit dem Quer-
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zwelg gegebane Kopplung likrl aber mil den avigrund von €'y und Cg realisierbaren
Werten von Jiy und Qf nicht zu der hier verlanglen Bandbreite, Um sie zu erreichen,
muBl man dem aus (g und Lg (und rg) bestehenden @uerzweig einen Kondenpsator pa-
rallelschalten (€'} in Bild 11). Damil ergibl sich neben der Reihenresonanz noch eine
Parallelresonanz des mit der Parallelschaltung gegebenen Querzweiges (Bild 12),

An sich ist, wie die Gleichung fiir fiyg erkennen lait, der fiir diesen Widerstand geforderte
Woert der Kreisfrequenz wy, proportional. Dies stérl erheblich, Doch kann man das mit der
Spule L leichen: Mit p dem Kernmaterial mach! man (g in dem hier interessie-
renden Frequenzbereich der Freq ungefdhr umgekehrt proportional. Damit wird es
zum Erreichen zweier Mollstellen zuldssig, als Guerzwaig die Parallelschallung zweier
Saugkraeise (z. B. fir MNachbar-Bildirdger und MNachbar-Tonlriger) zu verwenden
(Bilder 13 und 14).

Bild 13

aipy frhes
g L

Querzney- —=
Impendanztiefrag
=
n

¥ |
0§z s a& 48 1 125 | 167 I3 § @2

(e gy ——=

Bild 14

Die fiilr die Parolielschaltung der beiden Saugkreise gegeb Parallelr Kreis-

frequenz g

» / 1 W }
Jp= ——— - —_—
I It + fe2  \'Ca Csa |

lieg! hier wieder im DurchlaBbereich. Damit verhdlt sich die Schaltung innerhalb des
CurchlaBbereiches wie ein T-Filter,

Bifilar-T-Filler
Dias Filter (Bild 15) ist auch hier wieder zwischen Ry, €'y und Ry, o eingeligt, Flir fig und
Lg wird ein bililar gewickelles Spulenpaar (entsprechend Bild 4) verwendel.
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Man darf dann vorausselzen, dall diese belden Spulen wegen der bifllaren Wicklung
und wegen des g Kerns miteinander vallkommean verkoppelt sind, Hat hierbei
die einzelne Wicklung (L) oder Liy) bei offen gelassener zweiter Wickliing die Indulktivi-

Bild 15

1ét L', so ist fiir einen Strom, der die beiden mileinander verkoppellen Wicklungen Ly
und La durchilieft, die Induktivitdl 4 < L° wirksam (Bild 16), In diesem Bild is! die voll-
kommene Yerkopplung der beiden Spulen mit dem elhgetragenen gemeinsamen Kern
angedeulet.

N = ot
S aaa="="a0 s Tn A oAy Ao !
A~ -
1]
i . g i )
Bild 16 Bild 17

Zu der Schaltung nach Bild 16 kann man eine Ersatzschallung angeben, die aus nicht
ieinander verkepp Spulen bzw. Induklivitdten aufgebau! ist

Diese Ersatzschallung muf fUr einen zwischen A und C fliefenden Stram die Induktivitit
4+ L' im Falle zweler gleicher Einzelspulen 2+ L' + 2+ L' aufweisen, Fur einen Strom
zwisthen A und B oder zwischen C und D darf jedoch nur eine Induktivital von &' wirk-
sam sein. Die mil Bild 17 veranschaulichte Ersalzschaltung mil der negabiven Indukti-
vilat — L' erfiilll diese Forderung. Wird nun dieser Schallung der in der urspriinglichen

a2 5 oz o A
o T A —{} = Ao o-—{ r } <
L e s s  F [;l"-" 3* )
Bild 18 Bild 19 Bild 20
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Schaltung (Bild 15) enthalt Widerstand Ry wieder zugefiigt (Bild 18), dann kann die
aus 2+ L' (links), —L' und Iy, gebildele Dreieckschaltung in eine Sternschallung umge-
rechnel werden (Bild 1%). Hierfiir gellen die Beziehungen:

jrwe2+-L'-Rg Ry 2 fjra- L 2 Ry 2 mr &t

Z =~ - =

Bg+l w2 L —jrw- L R+ jrw-L' 2R +2-jrw+ L
g —lrwe B w2 L R A
am =

Rg+irw 2L —frw- L' Ry +jrow L

= —Jjrw+ L'+ Ry _ —ireL'-Rg (=]rw-L')-(— Rg)
Rg+jrw-2-L'—=}j-w-L' Ry +jrw- L' —Rg—jrw- L'

Zy

letzt ist noch zusammenzulassen:

2wl 12

Zy+ o2 w2
Ry~ jrwm- L'

Frjrw2- L=

- 2'(»3-L'z+|'w'l‘L'-RI;—'ME'2'L'3

g +jro-t

_RH'E'i'm‘L' 2-Ryi+2-jrw- L'
Ry +irw- L' 2 R+ 2 j-we L'

= /) (siehe oben)

Insgesamt ergibl sich so lir den oberen Teil der in Bild 15 dargesteliten Fillerschaltung
die mil Bild 20 veranschaulichte Ersatzschallung.

Rechnel man auch noch den Widerstand rpp, (Bild 15) in den Resonanzwiderstand der
Parallelschaltung mit (' und Ly um, dann ergibt sich insgesamt die mit Bild 21 gezeigle
Filterschaliung,
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Fiir die Umrechnung gilt hier:
RD — QD gt Lp = (g * LI;}E TLp

Der Werl Null fir die Impedanz des Querzweiges wird mit Abstimmen an Ly erreicht,
wenn

Ry = HRy
gewdhlt ist.
Die Einflisse von — Ry und —I" (ibersieht man besser, wenn man die in Bild 21 gezeigle
T-Schaltung (Sternschaltung) in eine Dreieckschaltung umrechnet (Bild 22). Matiirlich

muB fiir das Erreichen der Mullstelle auch hier die Bedingung Ry = Ry erfulll sein: Es
sind némlich 4 - Ry und —4 + Iy einander parallelgeschallet,

Beziglich der Resananzirequenz it lestzustellen, dali
als Induktivitdt der Parallelschallung

4 L' (=4- Lyp) L
—_— = —hr——  sowie
4L (—h- L) T'—Fky

g =
/

Hieraus ist ersichilich, dal L' graBer sein muB als Ly, Auerdem zeigh Bild 22, dafi der
als Léngsgliod wirksame Sperrkreis aus negativen Imagindrteilen bestehl. Ein solcher
Sperrkrels ho! tir Frequenzen Uber der R freq indukti und Nir Freg

unter der R frequenz kapazitiven Charakler.
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Reflexions-Verzdgerungsleitungen fiir PAL und SECAM

Grundsétzliches ber diese Yerzégerungsleitungen

Die Aufgabe der hier zu behandelnden Verzdgerungsleitungen ist es, das Farbartsignal fir
die Daver einer Zeilenperiode, d. h. lir rund 64 s zu speichern. Dabei darl die Ddmplung
gegeniber ihrem Minimum bei 3,4 MHz und 5,2 MHz um elwa 3 dB ansteigen. Innerhalb
des so eingegrenzten Frequenzbereiches soll sie im Ubrigen niedrig sein und von der
Frequenz nur wenig abhdngen. Bild 1 zeig!l den lypischen Frequenzgang der Ausgangs-
spannung einer Ublichen (Glas-)Verzégerungsleitung mil der dalir geltenden Toleranz-
grenze (gemessen in der Schaltung nach Bild 7);

Mz e

Patarisutinarichlung des Sohersiiingas
| =s

] Hellentig
Transversahvelen

Bild 1 Bild 2

Um den Speichereffek! zu erzielen, nutzt man die Laufzeil eines vom Farbarisignal hervor-
gerufenen (mechanischen) Transversalwellenzuges (Bild 2) aus, Den Transversalwellen-
2ug erzeugl man, wie schon angedeutet, in einem Glaskérper. Am Anfang wie auch am
Ende des Ginsk&rpers befindel sich je ein als Scherschwinger arbeitender piezoelekirischer
Wandler, Der Eingangswandler wird mit dem elekirischen Farbartsignal erregl. An dem
von den Transversalwallen beainflufiten Ausgangswandler ist das um rund 64 jus verzégerte
und gedtimpfte elekirische Farbartsignal verligbar,

Mit Reflexi zu erreichende Vorleile

Urspriinglich wurde der Glaskéirper stabiarmig ausgebildel (Bild 3). Dabei mufiie die
Glasstabldnge auf das der Verzégerungszeit entsprechende Mall abgeschliffen werden.

Falsariangiatiung

1B

1 denrhaiuniaaihar
i ! (Sehieitn)

(el samhiing:

Lingang

Bild 3

Wehrend des Abschleifens igl in diesem Fall eine elekirische Konirolle der Laufzeil nicht
moglich. Man half sich damif, dafi man den Glasstab aufeine im Mittel um 100 ns 2u kurze
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Lauvfzeil bemaB und zum Feinabgleich eine zur jeweiligen Glasverzégerungsleilung
passende elekirische Verzagerungsieilung nachschallete.

A 3 U I e y

g |~ i i — iinsiotagen ,l
1]
S

= m efiattieende Ficte
A ' FhdE
i P SchaltA-8
Bild &

Nutzt ‘man fir das Durchlaulen des Wellenzuges Reflexionen aus, so kann man den
Abgleich durch Abschleifen einer refleklierenden Fldche vornehmen und ihn dabel Gber die
beiden Wandler laufend konirollierén. Die Laufzait kann damil so genau bemessen wer-
den, dafi die zusdtzliche elekirische Verzdgarungsleitung entidiit,

. igrfsatinng=
/| A

Bild 5

Im Gbrigen ergeben sich mit dem Ausnutzen der Raflexion ginstigere Glask8rperfarmen
{linke Teile der Bilder & und 5 im Vergleich mit Bild 3), Die zum Abgleich abzuschlei-
fenden Flachen sind in den Bildern 3 ... 5 gekennzelchnet,

Erwiinschte und unerwiinschie Refl

Reflexi Ireten im Glaskérper an den an Luft angrenzenden Begrenzungsfldchen aul:
Die Luft hat einen wesentlich geringeren Schallwellenwiderstand als das Glas. Will man
Reflexionen an den Begrenzungsfldchen des Glaskérpers vermeiden, s muB man ihn
dort in ein Material cinbeften, dessen Schallwellenwiderstand mit dem des Glases aus-
reichend Ubereinstimmi, und das auBerdem auch eine hohe Damplung aviweist. Als
derartige Malerialien eignen sich spezielle Gieiharze.

Ein an einer Glaskdrper-Stirnfliiche angebrachier Scherschwinger ergibt lir die von ihm
im Gldskirper bewirkten Transversalwellen eine Richtwirkung, wie sie baispieliweise
mit der in Bild & eingel Richil linle veranschaulicht wird. Die aul die Flanken
der Richtkennlinien-Hauplkeule und auf ihre MNebenziplel entfallenden Wellenanteile
treffen auf Begrenzungsfléchen des Glaskorpers, Das kann in der Weise ausgenutzt
wearden, wie dies im rechten Teil des Bildes 4 angedeutet ist: Man ordnet die Scherschwin-
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ger an den Eingangs- und Ausgangsfliichen so an, daB sie mil der Ebene der zur Reflexion
ausgenutzien Glasfldche abschlieBen, Hiermil ergeben sich aufgrund der Spiegelung der
Wellen Verhdltnisse, wie sie sonst nur mil einem doppell so dicken Glasksrper und einem
doppelt so groBen Scherschwinger zu erreichen waren, Das macht es méglich, die Giefi-
harzumhiillung auch an den anderen Begeonzungsiidchen des Glaskérpers einzusparen,

piecpeiekinscher
Handier
(Sehersehwinge:
hier als Sendar)

Bild 6

Die auf den Ausgangswandler aufireflenden Wellen werden dort nicht véllig absorbiert,
alse nicht restlos in elekirische Leislung umgewandell, Die nicht absorbierton Anteile wer-
den reflekliert, So ergibl sich in der Anordnung nach Bild 4 ein Wellenzug, der dem dort
eingelragenen Wellenzug enlgegen |dult. Anteile dieser Wellen werden am Eingangs-
wandler wiederum reflektiert und faufen mit den vom Eingangswandler neu erzeuglen
Wellen zum Ausgangswandler. Dorl treflen sie mit einer Verzégerung vom Drelfachen
der beabsichtiglen Verzégerung 7, d. h. mil einer zusitzlichen Verzégerung von 271
ein. Das stért im allgemeinen kaum: Selche mehrfach reflektierlen Signale sind im Ver-
gleich zum Hauptsignal stark gedamplt.

Der Glaskérper nach Bild 5 ist mit drel von GieBharz avsgelillten Aussparungen vnrschan
Diese wirken dem Auflreten von Star-Reflexi 1 enlgeg B dars une
Storungen ergdben sich aufgrund von Reflexionen an der in Bild 5 mit € bezeichnelen
Wandmilte. Die so entstehenden Bildpunkte trdten — einer zusdtzlichen Yerzégerung van
2 Yt gemdl — eine halbe Zeilenlinge spiter aul,

Meli- und Grenzwerte

Gemessen wird in den Schallungen nach Bild 7 bzw. Bild B. Aus den Messungen folgen die
in den Bildern % und 10 gezeigten Zusammenhdnge., Die kennzeichnenden Mellwerte
und die geltenden Grenzwerte sind in der nachiolgenden Tabelle enthallen,

S hFa ]

Bild 8
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Bild 10
MeBwerte gemessen in der Schallung
nach Bild 7 mit Typen
famty = 25°C, [ = 4433619 Hz, YL 2 bil, (Aufbau enlspr, Bild 4)
Ry = Ro=100102 YL 10*) (Aulbau entspr. Bild 5)
Phasenlavfzeit v (63,943 + 0,005)us
At bezogen aul 25°C
zwischen +10°C und + 60"C maximal + 0,005 s
48
Befriebsdamplung 20+ lg — (10 + 3) dB
2:17a
Starabstand am Ausgang:
Echomit3 - r minimal 22dB
sonstige Echos minimal 27 dB
Grenzwerte
Eingangsspannung Spitze zu Spitze 10V
Belriabstermperaturbereich —20°C... +70"C
*) bei YL10: L= Lp=25uH

Schaltung mit der YL 10
Bild 11 enthall den Schaltplan eines mil der VL 10 aulgebaulen PAL-Decoders.

Die Verzégerungsieitung YL 10 ist an den Treiber-Transistor Uber den Eingangs-
Transformater 1'ry mit dem Ubersetzungsverhdlinis 4: 1 angekoppell. Das direkte (un-
verzdgerte) Signal wird am einstellbaren, vom Colleclorstrom des Treibers durchliosse-
nen Widerstand fty abgenommen. Damil erhdll man einen gulen Frequenzgang und
vermeide! das Eindringen des 27-Echosignals in den Weg des nich! verzdgerien Signals,
der #ber den Kond tor g 2um Millelpunk! von Ity + K fUhrt, Die Werle dieser
beiden Widerstdnde missen bis auf elwa 2% Ubereinstimmen. Mit Ry = Hy = 200 )
stellen diese beiden Widerstdnde gemeinsam den Widerstand fta (Bilder 7 und 8) mit
100 (2 dar. Sind die Fertigungs-Streugrenzen des Ausgangstransiarmators 'rg fir die
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beiden Teilwicklungen der Bililarspule so lesigelegl, dafl die Asymmelrie weniger als 59
betrdgt, dann kann man auf die beiden Widerstande Rg und My verzichlen, mufl dalir
aber den Ausgang der Laufzeitleitung mit 100 [} abschliefien, Das unverzbgerie Signal
wird in diesem Fall an die Mittelanzapfung der Bililarspule gefihrl.

8107 BC 107 5C107

Bild 11

Ry 3901 Ry 8211 s 47 nF

Re 2200 Ryg  A904) t'g  10nF

Ry 100 €2 linear Ryy 350102 'y 10 nF

Ry 1001} Ry 820 Uy 10 nF

Ry 89k Ryy 3900

Ry 20 kQ2 Ry 2900 11 BC 107

Rq 200 02 Ta BC107

Iig 200 (2 'y 10 nF Ty BC 107
Try Eingangstransformator lir die YL 10:

(Ubersetzung 4: 1, ousgangseitige Indukiivitgl einstellbar: 1,9 wH ... 31 wH

Tra Ausgangstransformater fUr die VL 10:

Bifilarwicklung, elingangsseitige Induktivild! einstellbar: 1,9 uH ... 3,1 uH
Die mil Ein- und Ausgangstransformator ergénzie Austihrung der Verztgerungsleitung
WL 10 hat die Typenbezeichnung VL 11,
Die dem eigentlichen Decoder nachgeschalteten Trennstulen mit den Transistoren T's
und 1"y sollen die Ausgangsspannung verstdrken und eine rlckwirkungsireie Trennung
der daran anzuschliefenden Synchrondemodulateren ermiglichen.
Die Eingonasimpedanzen dieser Trennstulen beeinflussen jedoch den Laufzeitabgleich
betrachilich. lhre Eingangskapazitédten sollen méglichst gleich sein, um die Symmelrie des
Ausgangstransformalers nicht zu verschlechlern. Mil der Stremgegenkopplung aufgrund
der Widersténde Hip und Kyy in den Emilterleitungen werden die Eingangskapazitdten
geringer. Damit geht aber auch die Verstarkung dieser Stulen zuriick.
Das Ausgleichen dar Pt lauf des verzbgerien und des unverzogerien Signals ge-
schicht mit der einstellbaren Ausgangs-lnduktivitdl La.
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Europamaske

Die Zellen werden aul dem Bildschirm nahexu waagerecht geschrieben und zwar mil
Elektronenstrahlen, die dabei die waagerechlen Lochreihen der Lochmaske passieren
missen,

Hieraus lalgen Interferenzen zwischen den Zeilen und den Lochreihen, Sie treten als
Muster (Moiré) in Erscheinung. Diese Muster kann man mil dem doppelten Abstand
twischen der Mille einer dunklen Parlie und der Mille der benachbarten hellen Partie
kennzeichnen und den Abstand »Moiré-Wellenldnge« nennen.

Dabei gehart zu fehlender Interferenz die in keiner Weise stbrende Moiré-Wellenldnge
unendlich. Diese wiirde man erhallen, wenn man als Wert des Yerhdlinisses

Abstand zweier Zeilen-Mittellinien

Lochabstand in Strahirichiung auf Bildschirm projiziert

1
T mil n = ganze posilive Zahl wihlen wilrde, Doch ergeben schon geringere Abwei-

n
chungen von: groffldchige Moirés, Diese stéren besonders stark, wenn die Moiré:

Woellenldngen in die GroBenerdnung der Bildschirm-Ab gen k A

il 1 At v

D]y

a2 a3 04 08 a6 ar i A
Abstand zweier Zelen -Mitellinien
Locubstand Bild 1

Moirés mil kleinen Moiré-Wellenlangeh stéren weniger. Die minimalen Wellenldngen
(Bild 1) sind viermal §o grofl wie der Abstand zweier Zeilen-Mittellinien. Sie ergeben
sich Ur den Werl des Verhdlinisses

Abstand zweier Zeilen-Mittellinien

Lochabstand in Strahlrichtung auf Bildschirm projiziert
gleich (2 -1 — 1): 8, d. h. gleich 0,125; 0,375; 0,625; 0,875 ...
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Man hal demgemdfl {ir die Norm mil 625 Zeilenperioden je Bildperiode die Zahl o = 4
und damit das Verhdlinis 0,875 gewahlt. Hierzu gehért fir die 63-cm-Réhre ein Masken-
lachabstand von etwa 0,77 mm, Der Lochdurchmesser betragt in Bildschirmmitte ungeldhr
0,33 mm und sinkt zu den duBersten Ecken des Bildschirms hin kentinuierlich auf 0,27 mm,
Diese Verringerung ist im Bild nicht erkennbar, bring! aber gréfiere Landungstoleranzen
und damit bessere Farbreinheil,
Lochmasken mit diesen Abmessungen des Lochabstandes und der Lochdurchmesser be-
zeichnet man als Europa-Mask Im Geg tz dazu gellen fir die Amerika-Maske
bei 63-cm-Bildschirmdiagonale in der Blldschirmmitte 0,7 mm Lochabstand und 0,3 mm
Lochdurchmesser,
Fiir die im wiedergegebenen Bild zu erreichende Aulldsung ist dieses Vergrobern der
Loch ke bedeutungslos. Das sieht man leicht ein, wenn muan beachtet, daBl der fir den
63-cm-Bildschirm zur Geltung kommende Strahl-Halbwertdurchmesser bel niederen
Strahlsirémen etwa 2 mm und bej betriebsmdBig maximalen Strahlstrémen rund 3 mm
belrdgl, Das Verhdlinis des Abstandes der Zeil ten zu dem in Strahlrichtung auf den
Bildschirm projizierten Abstand rweier woagerechler Lochreihen stimmt mit dem Ver-
hélinis der

Zahl N der senkrecht unlereinander angeordnelen Leuchtstofftripel zup

Zahl Ny der geschriebenen (sichibaren) Zeilen
Uberein.
Die folgenden drei Tabellen geben eine gewisse Ubersichl liber die Zahlenwerle und
das Mairé-Problem,

Sendenorm USA, Japan Europa England Frankreich
Zeilenperioden je Bildperiade 525 625 405 819
auvsgelastete Zeilen 39 40 28 82
weglallende Zeilen (3% Uberschreiben) 16 19 12 24
sichtbare Zeilen N 470 566 365 73
Typ Diagonale Tripelzahl Bildschirm- in Lochmaskenmitte
hihe Tripelabstand Lochabstand Loch ©
em N cm wm m Lm
Amerika 63 535 39,6 740 698 300
56 545 34,6 635 600 235
Europa 63 495 39,6 804 772 331
56 495 33,7 680 654 282
Lochmaskenlyp USA, lapan Europa England Frankreich
Ny 470 566 365 713
amerikanisch Np iNg= 115 0,96 1,48 0,76
Nop = 540 Moiré-Giite sehr gut schlechi sehr schlecht sehr schlocht
europdisch N i Nyg= 1,05 0,875 1,46 0,69
Nip = 495 Moiré-Gilte schlacht oplimal sehr gut brauchbar
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Lochmasken-Authiingung mit Kompensation des Einflusses
der Lochmasken-Temperatur

Die Aufhéingung an sich

Die Elekironenstrahlen milssan die ihnen zugeordneten Leuchistolfpunkte des Bildschirms
treffen. Diese Zuordnung erfolgl iber die Lacher der Lochmaske. Dabei besteht als
sLandungstoleranz« eine hachst zulassige Abweichung von elwa 50um. Diese Toleranz
wird yon der Bildréhre, von den {ibrigen Bauelementen des Emplangers und hei dem

Einstellen der Farbreinheil bereils teilweise in Anspruch genommen,

Zeitimnonl | Fentiierfeder
{dimetalizungs)

Frontulamen- Gosrand Lnmasenrahinet

Lochmaske 2i kempensievendes
f - Aginddern des Mitefpunktes
o Locvimasken -{rwdimony

Jentrierinanf

~Bimerailzige
aly Zenteier foder

Die Lochmaske mull wahrend der Bildréhrenfertigung mehefach in den Frontplattenteil
der Bildrithre eingesetzt und aus ihm herausgenommen warden, wobei sich die Lage der
Loch ke in dem Frontplatlenteil der Bildréhre nicht nennenswert dndern darl, Deshalb
befestigt man die Lochmaske in dem Frontplalienieil der Bildréhre mit Zentrierfedern,
die am Lochmaskenrahmen belestigl sind und in Zentrierkndple an der | ite des
Randes des Frontplal ils eingreifen, Eindeutigkeit erreicht man mit einer in dieser Art
ausgelihrien Dreipunkt-Belestigung (Bild 1).
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Lochmasken-Temperatur
Die Lochmaske absorbiert den mil ungefahr 0,83 geget Anteil der Elekironen-
sirahlen, In ihr wandelt sich die dementsprechende elekirische Leistung in Warmeloist

um, Daraus folgt ein Erwérmen der Lochmaske. Der hierzu gehdrende Daverzustand ist
nach etwa 30 Minuten erreichf,

Wechselnder Bildinhalt hat auf die Lochmasken-Temperatur nur wenig Einflul, da vor
allem der Lochmaskenrahmen als Wérmekapazitdt zur Geltung komml,

Einfluk der Lochmasken-Temperatur

Mit steigender Lochmasken-Temperalur dehnt sich die Lochmaske aus, Die Lochverschie-

bungen, die hieraus folgen, sind in den AuBenbezirken der Lochmaske besonders grofi

(bis 100 (tm in den Ecken).

Die Farbreinheil stelll man bei belriebsmédBig erwirmter Lochmaske ein. Ohne Kom-
lion des Einfl der Lach b Ausdehnung wilrden sich deshalb wihrend der

ersten halben Stunde nach dem Einschalten des Gerdtes aul den AuBenbereichen des
Bildschirms Farbunreinheilen ergeben,

Prinzip der Komp tion des Temperalurei
Man kampensier! den Einflufl der Lochmaskén-Ausdshnung damil, dad man den Abstand
zwischen Lochmaske und Bildschirm mil wachsend Ausdeb der Lochmaske dem-
entsprechend verminder!, Dieses Vermindern des Abstandes erreichl man mif dem Aus-
filhren der Zentrierfedern als Bimetallzungen. Hieraul wird spiéler eingegangen.
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derdochmasie

Bild 2 veranschaulicht das Prinzip der Komp Hlon mil zwel Zustdnden der Lochmas)
Diese ist einmal im kalten Zustand und einmal im erwiirmien Zustand elngelragen, Die
Darstellung beschrdnk! sich auf ein einziges Maskenlach und auf einen einzigen von ihm
durchgelassenen Elektronen-Tellstrahl.

Man erkennt, dall dieser Elekironen-Teilstrahl den Bildschirm bei kaller und warmer
Lochmaske an derselben Slelle Iriff, wenn die seifliche Lochverschiebung mil Verlagern
der Lochmaske gegen den Bildschirm auspeglichen wird. Man kann leicht einsehen,

o dafl sich die Avsdehnung der Lochmaske und die damil verbund Verschiebung der
Lécher — ausgehend von dem Wert Null in der Lochmaskenmitte — nach auBen hin
proportional dem Abstand von der Lochmaskenmitte erhaht und

® dafl — entsprechend dem nach auBen zunehmenden Abweichen der Elektronensirahl-
richtungen von der Richtung der Bildrohren-Ldngsachse — dos Yerlagern der Lochmaske
gegen den Bildschirm mil der Entlernung von 'der Lochmaskenmilte an Einflufl gewinnt.

Mil dem Verlagern der Lochmaske wird samil — unter der Voraussetzung, daB die Loch-
maskenmilte stets (d.h. unabhdngig von der Temperatur der Lachmaske) mit der Bild-
rohren-Liangsachse thereinstimmt — der Einllufi der temperaturbedinglen Lochver-
schiebungen ausgeglichen.

Kompensation und Dreipunkt-Authéngung der Lochmaske

Wie Bild 1 erkennen [401, wird die Lochmaske bei Dreipunki-Aufhdngung im Abstand «
von der Loch } itte festgehalt Daravs lolgt ein A dern des Loch kan-
Miltelpunkles boi Anderungen der Lochmaskentemperatur,

Um dieses Auswandern des Lochmasken-Mittelpunkies zu kompensieren, miite man die
Lochmaske gegenldufig zu diesem Auswandern im selben Ausmall gegen die Verbindungs-
linie der beiden zueinander symmelrischen Zentrierstellen verschicban,

Eine zweile Moglichkeil, das Auswandern des Lochmasken-Miltelpupkles wenigstens
naherungsweise auszugleichen, bestehl darin, die obere Zenlrierfeder so auszubilden,
dafl sie die Lochmaske gegen den Bildschirm stdrker verlager! als die beiden anderen
Zenirierfedern.

Die Bimetallfedern

Bild 3 zeigl eine Feder, wie sie in Bild 1 lediglich mit ihrer Malerialdicke erscheint.
Withrend Bimelallstreifen sonst im allpemeinen aus zwel Uberei d a d und
sa mitel der flach varbund Melallstreifen bestehen, sind hler die beiden Metalltelle
miteinander hochkant verschweiBl, Mit den so ausgebildeten Federn erreicht man das
notwendige Verlagern der Lechmaske. {In Bild 1 ist das ein Verlagern in der Richtung

senkrecht zur Zeichenebane,)
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Bei der Auswahl der beiden Melalle der Bimetallfedern sind aufier den zu bewirkenden
Verlagerungen der Loch ke der hier p de Grad der Elastizitdt und die beim Ferti-
gen der Bildréhre avfirelende Temperalurspitze von elwa 450°C 2y beachien.

Zentriloch

q

Teennbinie 2wiscten
dfen el Metalian

Bild 3

Am Beispiel einer 83:cm-Rohre zeigt Bild 4 die zum Kompensicren des Einflusses der
Lochmasken-Temperaturdnderungen aul die Lage der Maskenlécher netwendige Ver-
schicbung der Lochmaske.
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9 H-Zeilenendstufe mit Hochspannungskaskade

Ubersicht
In Farb-Fernsehgeriten ist die Belastung der Hochsp gsquelle etwa finfmal so grofl
wie in SchwarzwelB-Emplingern. Man muB deshalb verhindern, daf Strahlsiromanderun-

gon dio Bildbreite — aber auch die Bildgeomelrie und Bildschirfe — besinflussen, Es ist
daher im allgemeinen erforderlich, die Hochspannung des Farb-Fernsehempldngers zu
stabilisisren oder einen Strahlstromausgleich (z. B. mit einer Ballastréhre) varzusehen

bzw. den Hochsp gsg alor 5o zu b dal} sein Innenwidersiand geniigend
gering ish,

Die bisher dafiir verwendelen Schallungen sind recht aufwendig. Mil Spannungsverdrei-
fachern fir die geforderten hohen Spannungen (Hochsp gskaskaden) sind relativ

einfache Schaltungen moglich,

|m falgenden handell es sich um eine Horizantalablenk-Endstule, aus der die Hochspannung
mitlels Spannungsverdreifachung gewonnen wird. Durch den hinreichend geringen
Innenwiderstand und die besondere Arl der Regelung kann man hier auf die Ballastrohre
verzichten und kommi mil einem einfachen (nich! stabilisierten) Netzleil aus.
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Ry 560 kQ2 Riq 200 02 einst. Abgritf o 251F 350 V
Ry 130 kQ2 Ry 240 'y 150 pF
Ity &7 kil g 20 M0 Ca 240 pF
Ry 1,2 MG Ry 5MQ linear (o 330 nF
s 1,2 MQ2 Rig 24,6 MQ 1n &8 nF
Ra VDR ZZ 06 Rip 1,5k} 1 3 nF 10 kV
Rq 1 kQ) flag 100
Ry 500 k(2 linear rin E400 C3
Ity 2T k1 W 'y 33nF Dy BAY B6
Rip 2,2k0 &4W Cg 33nF Dg BAY B6
Ryy 7,2 MO 'y 4,7 nF
Itya 47 0 Uy  6BpF Riiy PL 509
R %40 Cs 1nF Hidig PY 500
Zeilenablenktransformator ZT e8/14 X
Hochspannungskaskade HV &9
Zellenablenkspulen von AEF 66
Kissenenlzerrerspule L5F 6%
Belriebsdaten

Strahlstrom 0,1 mA 1.5 mA
Speisespannung 'y 215 Y 265V
Hachspannung Iy 24,7 kY 22,7 kY
Fokussierspannung Utox 49 kv 4,0 kY
Anodenruhestrom Ky ' 175 mA 335 mA
Schirmgilterstrom Hiy Tgp 19 mA 26 mA
Schirmgitter-Yerlustleistung Ry Pga 42w 57w
Kathodenstrom Spitze zu Spitze Ry Tyss 500 mA 880 mA
Anodenstram Spitze zu Spitze Rip Tiss 460 mA 805 mA
Mindest-Anodenspannung fidy Unmin nv 64V
End-Anodenspannung iy Uaena 114V B4V
Anodenverlustleistung Jid) Py 163 W 23,5W
Ricklauldouer feid 12 s 12us
Bildbreite-Anderung Ab —3 mm 43 mm

Besonderer Wer! wurde auf das Einhallen der Stabilital des Rasters auch bei sehr geringem
Strahlstrom sowie bei Spitzenstrahlsirom (Weifibalken) gelegt.

Die Schaltung und ihre Besonderheiten

Diese Schaltung (Bild 1) erfordert wegen des Verdreifachens der Spannung als Spitzen-
waert des Zeilen-Rickschlagimpulses am Zeilentransformator lediglich 8,2 kV, Damit er-
hoht sich die Belriebssicherheit erheblich.

Dem sinustérmigen Riickschlagimpuls wird hier nach eine gedamplle Schwingung mit
einer Frequenz ungeldhr vom Meunfochen der dem Rlckschlagimpuls zugeordneten
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Frequenz iiberlagert {nounte Harmenische, »9 Hu-Schaltung), Man erhdlt diese Spannung,
indem man gine Teilwicklung des Zeilentransformatars aul eine elwa der neunten Harmo-
nischen des Zeilen-RUckschlagimpulses nnl:pr&:hcndn Frequenz abstimmt, Mit dieser zu-

I s &

saizlichen, zusammen mit dem Rilckschlag g enceicht man, daf}
die Impulsspitzen merklich verbreitert werden, Bild 2 zeigt das im Prinzip.
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Als Folge dieser Impulsform verldngert sich die Stromflufizeil fir das Machladen der
Kaskadenkondensaloren. Die so gewonnene »steilerew Eingangsspit nnung fir die

Hechspannungskaskade machl es méglich, den Luftspalt des Zellentransformalors bei
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Bild 3

gleichen Werlen fir den Innenwiderstand der Hochspannungsquelle klein zu halten
(20,2 mm gegen 21 mm), Das fihrt 2u einem varminderten Spitzenwert dus Anoden-
stromes der Zellenablenk-Endréhre (Bild 3) und ergib! eine Abnal
in dieser Réhre um etwa 2,5 W.

der Verl g
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Aul eine plétzlich aufirelende starke Sirahlstroménderung (z. B. Weillbalken) reagiert
die normale Regelung mit dem VDR-Widerstand ftg zu langsam. Der momenlane Mehr-
bedarf an Energie wird deshalb zuerst dem Ablenkkreis entzegen. Die Felge ist eine
(symmelrische) Yerringerung der Zeilenamplitude innerhalb des Weillbalkens (Bild 4).
Abhille schafll eine zusdizliche »schnelle Regelungs am Steuergitter der Zeilenendréhre,
Yerwende! wird dazu eine anndhernd ségezahniérmige Steuerspannung, die man durch
Gleichrichtung der negaliven Zeilen-Rickschlagimpulse erhéll .Die fUr diesen Zweck ein-
gesetzle (Selen-)Diode I}y (E 400 C 3) ist fUr eine Spitzenspannung von 800 V ausgelegl,

Bild 4 Bild 5

ﬁnderungun der Linearitd! des Ablenkstrames kénnen ein Verziehen des gesamien Raslars
hervorrufen. Zum Yermeiden dieses Fehlers genigh jedoch ein Tangenskondensator ((1y).
Verzeichnungen, die ohne Tangenskendensalor enistehen, zeigt Bild 5 im Vergleich zu
Bild 4 (beide Bilder ahne Schnellregelung).

Ein Verziehen des sichibaren Rasters innerhalb der Rosterkanien kann auch von Syn-
chranisationsfehlern, die bei Ansteverschaltungen mit der Réhre POF 802 entstehen kénnen,
hervorgerufen werden, Dabei dndert sich die Phasenlage des Ansteuerimpulses aulgrund
der Stromverieilungssteuerung in der Ansteuerrihre, M8 dem Kondensalor 'y vam Gilter 1
der Zeil dréhre zum neg (350 ¥-) Zeilenimpuls lafl sich dieser Fehler ver-
hindern (Meulralisation), Mil dem Widerstand Ry in Rethe zu (!4 werden unerwiinschle
Schwingungen unlerdriickl,

EBei sehr kleinen Strahlstrémen machi sich eine starke Zunahme des Kaskaden-lnnenwider-
standes bemerkbar, Ursache dafiir ist eine Spitzengleichrichtung der bei geringen Sirahl-
strémen zu wenig gedamplien Oberwellenschwingung (neunte Harmonische) am Anfang
des Hinlauts, Abhilfe schalit eine dureh Integration mit Ky und (' aus dem negaliven
Zeilenimpuls g d hnférmige Spannung. Sie wird Gber ('1|, dem Lade-
kondensalor fir die erste Diode des Spannungsverdreilachers, der Kaskade zugefthrl,
Man erreich! damil, dal die Gleichrichtung wahrend der Hinlaufzeit erst spéter (gegen
Hinlaufende) einsefzl.
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UKW-Eingangsstufe mit dem Transistor BF 314

Yorbemerkung

In der UKW-Technik halte man fir die Eingangsstulen anfangs vor allem die Grenz-
emplindlichkeit bzw, das RauschmaB zu beachten, Bel den heute allgemein hohen Emp-
fangsfeldstdrken ist stalt dessen das Grofsignalverhalten, und zwar insbesondere der
Mehrdeutigkeitsempfang, in den Vordergrund gelreten.

Beim gemeinsamen Einwirken zweier ader mehrerer starker Eingangssignale entsiehen
aufgrund des nichilinearen Yerhaltens der Transistoren in der Eingangsstufe (und in der
Mischstufe) Oberwellen und Intermedulationen der Eingangssignale, Diese ergeben beim
Durchstimmen entspreshend viele (unerwiinschie) Emplangsstellen (Mehrdeutigheits
emplang).

Ein Vermindern des Mehrdeutigkeitsemplangs 1481 sich Uber einen hoheren Aulwand
in der Vorselektion erreichen. Ein weileres Miftel, den Mehrdeutigkeitsemplang abzu-
schwichen, ist damit gegeben, daB man die Nichilinearitéten der Eingangssiufe herab-
selzt, Das heiflt aber, dafl man einen (Ur diesen Anwendungszweck besonders geeignelen
und passend geschalteten Transistor verwenden mufl. Mit den Sperrschichl-Feldefleki-
Transisloren (den FET) konnte man so erstmals das Grofisignalverhallen von UKW-
Transister-Eingangsstulen flich verbessern. Dabei wurden die Nachteile der FET —
Motwendigkeit einer MNeulralisation, erhihle Abhéingigkeil der Verstirkung von der
Speisespannung und Mehrkesten — in Kaul genommen.

Mit der Entwicklung eines speziellen bipolaren Transistors (des BF 314) und einer dalir
geeigneten Eingangsschallung wurde eine Maglichkeit zum Verbessern des GroBisignal-
verhallens von UKW-Eingangsstulen mit Bipolar-Transisioren erschlossen,

MNachstehend ist zundchst aufl den Transistor BF 314 eingegangen. Daran anschlieflend
wird ein Vergleich mil einem fir UKW-Vorstulen gebréuchlichen FET gezogen.

Der Transistor BF 314 in der UK'W-Eingangssiufe

Oberwellen und Intermodulalionen ergeben sich in besonders grofem Ausmall, wenn der
Transistor von dem Signalgemisch bis in den stark gekrimmien Anlangsteil der Kennlinie
ausgestevert oder sogar zeilweise gesperr! wird, Die Gefahr eines solchen Sperrens wird
mit Vergrafern des betriebsmaBig zuldssigen Aussteuerbereiches herabgesefzl. Bej Er-
{illung der zusdtzlichen Forderung nach emnem maoglichst geringen Rauschmall konnen
Transistoran in Basisschaltung die gréfte Signalleistung verzerrungsarm verarbeiten.
Fiir die Basisschallung wihll man den Ausgangswiderstand der Schallung, Uber die der
Transistor gesteuert wird, grofl gegen den Transistar-Eingangswiderstand (Stramsteue-
rung der Basisschallung), Dabei ist der Spitzenwert des Signalsiromes, mit dem der Tran-
gloich dem Collector-Gleichstrom.

sistor voll ausgest 1 wird, naherung
Ein fir diesen Zweck geeigneter Transistor soll bis zu einem Colleclarstram veon etwa
10 mA einen nach Betrag und Phase maglichst konstanten Stromverstdrkungsaklor ky,
Hir Basisschaltung und ein niedriges Rauschmal (z. B. kleiner als & dB tir fo = 5 mA)
avfweisen. Das erfordert eine hohe Grenzirequenz und einen kleinen Basis-Bahnwidar-
stand. Diese Eigenschalten hat der NPMN-Silizium-Planar-Epitaxialiransisior BF 314. Die
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Bilder 1 und 2 zeigen seinan Siromverstirkungsfaktar (Betrag und Phase) fir Basis-
schallung.
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Bild 3 ‘
In Bild 3 ist — mit dem Collector-Gleichsiram als Parameter — das Rauschma8 als Funklion F
derjenigen an der Signalquelle verligbaren Signalieistung aufgefragen, mit der der

Transistor gerade ausgest 1 wird,
Fiir diese Signalleistung ' g 1,4 gilt:
1 |
Fgumux = -a' ‘To2- R
worin Mg den Realleil der Ausgangsimped der den Transister stevernden Signal-
quelle bedeutel,
Bild & ver haulicht die Eingangsschaltung mit dem Transistor BF 314. Der Signal-

] id Bxti b

generalor ist an den stand des en Ej kreises
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Der Quellwiderstand fig = 250 0 wird mitlels der Induktivital Ly (= 2,5H) erreichl.
Die Rauschabstimmung erfolgl an Ly(= 310 nH).

Spehtrum-
Analysistyeriit

Bild 4

Die LeistungsverstdrRung V7, einer selchen Schallung (Verhdlinis der Leistung im' Las-
widarstand Jiy, zur vertlgbaren Generatorleistung) st
R
Vpoa b st}
kg
Das bedeutel, dafl bei r baren (Collector-)Lastwiderstanden von Ry, > 2,5 kil das
erreichbare VerstarkungsmaB gréfier als 16 dB werden kann.

Oberwellenvergleich mit einem FET

Fir den Vergleich mit dem Transistor BF 314 in der Schaltung nach Bild 4 wurde der FET
in einer symmelrischen neutralisierten Zwischenbasisschaltung mil einem Quellwider-
stand von 600 () betrieben (Bild 5).
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Bild 5

Fiir beide Schallungen stimmien Uberein:
® Signalquellen-Urspannyng: 200 mV  (bei einem Signalguellen-Innenwiderstand

von 60 (1)

@ Signallrequenz: 95 MMz, in MHz-Schritten bis 105 MHz variier! (wobei der Eingangs-
kreis aul 100 MHz abgestimmi blieb)

® Transistor-Gleichstrom? Tebew. Iy =35 mA

o Lastwidersiand; Eingang des Spekirum-Analysiergerdles mit L =500
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® Ankopplungs-Damplungsmal: a=3.dB
® Leerlaufgite des Eingangskreises: 200
® Eingangskreisgiile bei Belastung mil dem Generator: 100

Die Dalen des zum Vergleich herangezogenen FET vom Typ HL 283 (enlspricht BF 245)
sind bei einer Drdin-Source-Spannung Ups = 10V:

Drain-Source-Kurzschlufistrom (Mg = 0) Ipss =10 mA
Abschnlirspannung (pinch-ofl-Spannung) Uy=3V
Verstarkung und Rauschmall stimmien in beiden Schallungen praklisch Gberein, Ver-
schieden waren die Selektionen und die Amplituden der Oberwellen. Dies zeigt Bild 6.
Darin gelten die oberen Endpunkte der dicken senkrechien Striche fir den Transistor
BF 314 und die oberen Endpunkte der darlber hinausragenden diinnen Verldngerungen
fiir den FET. Es zeigl sich:
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Bild &

In der Schaltung mit dem Bipolar-Transistor BF 314 fallen die Oberwellen geringer aus
als in der Schaltung mil dem FET, wobei die Amplitluden mil der Verstimmung stdrker
abnehmen,

Der zweite hier genannle Effek! rihr! daher, dafll die Anp g des Transistors an den
Eingangsresonanzkreis beim Bipolar-Transistor weil weniger realisiert ist als beim FET,
was liir die Schaltung mit Bipolar-Transistor eine geringere Ddamplung und deshalb eine
héhere Seleklion zur Folge hat.

Die hier relativ hohen Rauschmofe ergeben sich aus der YWahl der Eingangsankepplung.
Macht man diese Ankopplung lester, so kann man das Ravschmafl auf elwa 5 dB herab-
driicken, schwdch! damil aber die Eingangsielektion.
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Anwendungen der Unijunction-Transistoren BSV 56 und BSV 57

Allgemeines

Unijunclion-Transistoren sind Siligjum-Halbleitor-Bavelemente mit drel Anschlissen, Zwei
von ihnen (die Basisanschlisse By und Ba) liegen einander gegeniber und bilden sperr-
schichifreie Kontakte zum M-delierten Grundmaterial. Der dritte Anschluf (E) befindet
sich zwischen By und Ba und bildel den Konlakt zu einer P-dolierien Zone innerhalb des
Grundmalerials, Der so entstehende PN-Ubergang dient zum Injizieren von Léchern in
das N-Material. Deshalb wird der AnschluB E Emitter genanni. Bild 1 zeig! das Schall-
zeichen,

o fasis 2
Emitter
Basis1
Bild 1
Die Bezeichnung Unijunction-Transistor oder kurz UJT ist nicht ganz korrekl, da es sich
im Grunde gar nicht um einen Transistor handelt, Es ist ein Bauvel t, das einen negali

ven differentiellen Widerstand zwischen den Anschllssen E und By in einem bestimmien
Strom- bzw. Spannungshereich aufwels!, wenn eine pasilive Gleichspannung an Ba gegen
By liegt, Treffender Ist deshalb die auch flir dieses Bauelemen! verwendele Bezeichnung
»Doppelbasisdiode, die im hier folgenden Tex!t ausschlieBlich verwendel wird.

Ersatzschaltplon und Kennweria
Bild 2 zeigl die Ersatzschallung einer Doppelbasisdiode mit der Diode I, dem Wider-
stand Hpo und dem vom Emitterstrom [ g abhdngenden Widerstand Hjyg

Man nennt die Summe Ry + Rpe = Rupp Interbasis- bzw. Zwischenbasiswider-
stand und die Spannung ['nani (oder kurz U) dementsprechend Interbasis- brw.
Zwischenb P 9

Das Verhdltnis Ry /Run = i heilt inneres Spannungsverhiitnis.

In Bild 3 st der Zusammenhang 2wischen [Tzp) und I (mit einem fir leleine Werte
von I'p stark vergroferten Strommalstab) gezeigh. Darin sind von besonderer Bedeutung:

{p die Hekearspannung = [T 4 ¢ - Unp (I7g = Diodenschleusenspannung),
Ip der zu [Tp gehbrende sehr geringe Emilterstrom,

iy die Talspannung,

Iy derzu [Ty gehérende Emiltersirom,
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Diese Kannlinie kemm! wie folgl zustande:

Ist die Spannung Ty kleiner als [7p = U/ + 5 * i, dann ist die Diode gesperrt, Es
flieBt nur ein Reststrom [ Uber die Diode und den Widerstand Rpi. Die Doppelbasis-
diede hat in diesem Fall zwischen E und Bj einen Eingangswiderstand von einigen ML),

Bereich des negativen
{1y difrentiien Wicesstandes

A—Sitigungstersich —

Iz

a +
; ,
,L)i-—- ——-fp - lf ff =
%80, 1y g g tark betrioten

Bild 3

Sobald ITppy um die Schleusenspannung 75 der Diode (Em ifler-Sperrichichl) Ober
i - [Tpy angestiegen ist, selzt der Emillerstrom ein, womif Licher in das N-Material tiber-
gehen, Daraus folg! ein starkes Abnehmen des Wertes Ry und damit auch der Spannung

Bild 4

[7gg1 (Bereich des negativen differentielien Widerstandes). Erst bei sehr grofiem Emilter-
strom wird eine Sélligung erreicht, die durch eine Anndherung der Kennlinie an cine
normale Dieden) linte gel ichnel st (Bild &),

T atureinfluB und d K ti

¥

Temperaturdnderungen wirken sich b s aul die Héckersy g Up auvs, MaB-
gebend ist dabei entsprechend der Glaichung {'p = U + 4 * Upp die Diadenschlsusen-
spannung I/g, weil y Uber einan grofien Temperaturbereich konstant ist, Da némlich die
beiden Widersidnde Ry und Rpg gleiche Temperaturkoeffizienten haben, dndert sich
1= Rpi/{(Rp1 + Rpg) bei Temperaturzunahme nicht,
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Die Dibdenschl p g sink! bei stelgender Temperatur, Dagegen steigh hierbei der
Wert des Inlerbasiswiderstandes Ry = Hfpy <+ Kpg um elwa 0,8%/°C. Daraus folgt
in einer Schallung nach Bild 5 ein Ansteigen der Spannung [7up und damit die Méglichs
keit einer Temperaturkompensation:

Bel steigender Temperalur wirkl der Abnahme der Diod hi pannung (enl-
sprechend der Gleichung fiir {7p) die Zunahme der Spannung 11153 enlgegen.

Flir die Temperaturkompensation sind Widerstdnde Ro = 150 (1 ... 600 () zu verwenden,
Der Widerstand K1 wird daflr nich! gebraucht; er dienl in einigen Anwendungen als
Arbeitswiderstand, dessen Wert klginer als 50 £2 sein soll,

Impulsgenerator

Die Schaltung (Bild 6) besteht aus dem Zeilglied ¢y mit Rg sowie aus der Doppelbasis-
diode mit den Widerstdnden Ry und Rg. Vor gen fir das Funklionieren der
Schallung als Impulsgenerator sind, dafl [y hoher st als die Héckerspannung U7'p und
daB die Widerstandsgerade von Ry die Kennlinie der Doppelbasisdiode im Bereich des

BSYS6C (BSV57C)

Bild &

negativen differentiellen Widerstandes schneidet. Nach dem SchlieBen des Schallers S
wird der Kondensator (7y ven der Speisespannung 7y Gber den Widerstand Ry auige-
laden, Sowie damit die H&ckerspannung der Doppelbasisdiode liberschritlen wird, enf-
ladt sich der Kondensator 'y iiber die Rejhenschaltung der Emitier-(Basis 1)-Strecke mit
dem Widerstand Ry auf die Spannungssumme, gebildet aus der Schleusenspannung der
»Diode« und dem Spannungiablall an Ry, Der Strom wird dabei so klein (wegen der
Wahl von Itg), dafl die Doppelbasisdiode wieder gesperr! wird. AnschlieBend beginni
das N fladen des Kond lars (7.

Am’ Widerstand Ry enttehl so eine Folge kurzer Impulse, wie sie zum periodischen
Starien von Thyristoren und Triacs in Betracht K t. Am Kondensator 'y tritl eine
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Sdgezahnspannung aul, Ist fq grofl gegen Ji1, so gill bei Vernachla igen der Talsp
der Doppelbasisdiode und der Restspannung an /) fiir die Periodend t der Sd hn;
spannung und damit auch der Impulsfolge:

1
le R;g-(‘l'fn_l

-

Madn benufzt z, B. filr Ty = (10...25) V; Ry =270, Ra=5600), Ra= 10 kil.

BC177  BSVe6E (BSV57R)

Bild 7

Wenn der Anstieg der Ségezah am Kond

9

1 linear ausfallen soll,
ersetzt man den Widerstand Rg dur:h eine Konstantstromschaltung (Bild 7). Fir 17y =
(10... 25) V und die in Bild 7 eingetragene Bestickung gelten folgende Werte:

Ity = 56002, Ry=1k{, R;=10k0, g =100k linear, R7 =10 k(,
'y beispielsweise 100 nF.

Zeitschalter

Der hohe Eingangswiderstand der Doppelbasisdiode unferhalb der Héckerspannung und
die zeilliche Kanslanz des Héckerspannungiweries erméglichen es, relativ genave Lang-

A5V 568 BAXZ0

y

Bild 8

zeilschaller zu bauen, Bild 8 zeigl hierzu eine Schaltung, Der darin vor h Wider-
stand Ha dient 2ur Kompensation von Temperatureinflussen,
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Mach dem Einschallen der Speisespannung beginnt tiber Ry -+ Ry das Aufladen des
Kondensators (1. Wenn die Hackerspannung erreicht ist, kippl die Doppelbasisdiode in
den Durchlabzustand und bringl das Relais zum Ansprechen. Das Relais hall seinen Anker
selbst und unterbricht den Doppelbasisdiaden-Siromkreis, Der Relaisstrom {lie8t Uber den
guschl Selbsthaltekontak! und den Widerstand Hp5. Mit Drilcken des Tastschallers S
wird der Relaisstrom unterbrochen und der Relaiskontakt auf den Doppelbasisdioden-
Stramkrels umgelegl, Nach dem Loslassen des Tastschalters beginnt der Ablauf von neu-
am. An Rq 1481 sich die Verzdgerungszelt (d. h. die Zeil zwischen Loslassen der Taste und

Ansprechen des Relais) einstellen, Die Diode /)y dient als Freilauldiode zum Schutz der

Doppelbasisdiode vor Abschalt-Uberspannungen am Relais.
Fir eine Speisespannung von 10V (fir genave Verzégerungszeitspannen slabilisiert) und
eine Verzégerungszell von bis zu 100 Sekunden sind zu bemessen:
Ko = 1500, Ry =10k, Hy= 500 kidlinear, H; =510, el 1004,
'y = 250 4F (12/15 V; Tantal).

Pl hnitt-Steverung von Thyristoren und Triacs

Dia mit Bild 9 dargestellte Schallung dient zum Einstellen der StromfluBwinkel fir eine
Thyristor-Antiparallelschallung bei Wechselstrom-MetzanschluB (220 ¥, 50 Hz), Die fir
die Doppelbasisdiode bendtigte Spannung wird millels des Brickengleichrichiers (/) aus

SVSEC T
4IN4004  BZYS2C20 (BSVSIC) o -

Feild

ST Lagt

Bild 9

der Metzwechselspannung als 100-Hz-Halbwellenspannung gewonnen und mil der Z-
Diode 1) stabilisiert. Den Stromfluwinkel stellt man an R4 ein. Werfe der Schallungs-
elemente:

Ty = 470 0, ftg = 10KEY, Ry = 100 kE2 linear, fg = 20 k2 (4 W),
'} = 100 nF.

Der Impulstranstormalor ist den verwendeten Thyristoren entsprechend zu bemessen.
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Programmierbarer Unijunction-Transistor BSV 58

Schaltzeichen und B teh

Wie Bild 1 zeig!, siehl das Schaltzeichen dieses Vierschichi-Bavelemenls genauso aus wie
das fiir einen Thyrister mit denseitigem Steveranschluf. Die Bexeichnung »Uni-
junctionsTransistore bezieht sich hier nicht auf das Bauvelemen!, das drel Sperrschichlen

Anade 5 sy

i

A Steveranschiul
G (Gate)

r Bild 4
Kathode
hat, sondern auf das Verhalten einer Schallung, die aufler diesem Vierschichl-Bauelemen!
noch zwei Widerstdnde enthdll., Fiir diese Schaltung gilt ein dhnlicher Zusammenhang
zwischen der Anoden-Katheden-Spannung und dem Anodenstrom wie fUr eine Doppel-
basisdiode (echler Unijunclion-Transistor) im Hinblick aul Emilter-{Basis 1)-Spannung und
Emitterstrom. Die Bilder 2 und 3 zeigen die bezlglich ihres Verhallens im Prinzip Ubarein-
stimmenden Schaltungen. Bild 2 stelll eine Doppelbasisdiode allein dar. Bild 3 enthdll den

Byr—°
i +
i %
Ueag
Bild 2 l 5, Bild 3

Schaltplan der Schallung, die die Eigenschalten eines Programmierbaren Unijunction
Transistors (PUT) hal. wProgrammierbar« ist eine solche Schallung insofern, als der
Hockerpunkl, bei dessen Erreichen die Anoden-Kathoden-Strecke des PUT in den Durch«
laBzustand kippt, aufier mit der Wahl der Speisespannung auch mil der Wahl des Ver-
héltnisses des Widerstandes Ry zu dem Gesamtwiderstand (g + Itg) festgelegl werden
kann, Das Widerstandsverhdlinis Ry /{1 + Hg) entspricht dem inneren Spannungsver-
hiltnis 7 der Doppelbasisdiode,

Funktion

Das Vierschicht-Bauelement BSV 58 wird mit der Spannung [V o (Steuveranschluf gegen
Anode) gestever!, Bei positiven Werlen dieser Spannung isl die Anoden-Kathoden-Stecke
gesperrl. Sie gelang! in den Durchlafizustand, wenn die Spannung U 4 negativ wird
und ihr Belrag den Wert der Schleusenspannung der Strecke Steveranschluf—Anode
bberstaigh,

In der Schaltung nach Bild 3 gelang! die Anoden-Kathoden-Sirecke samil in den Durch-
laBzustand, wenn die Anoden-Kathoden-Spannung {7 43¢ die Spannung am Widerstand
£ty um die eben g te Schi nung Uberschreitel, Mit dem Eintreten des Durch-
lafBzustandes der Anoden-Katheden-Strecke fliell ein Anodenstrom [ 5. Der Leitwert
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dieser Strecke und damit gleichzeitig der Leitwer! der Sirecke SteveranschluB — Kathode,
der den Widerstand K1 Uberbriicki, wird mit steigendem Anodensirom héher, Folglich
sinkl der an Ry auftretende Sp gsantell. Das bedeute! eine Zunahme ven —1g A
und deshalb eine weilere Leitwerlerhéhung fir die Anoden-Kathoden-5irecke des PUT,
Hierzu gehéri ein negaliver Werl des differentiellen Widerstandes dieser Strecke. Ist der

s ]
f{{MmMmszwﬁ-j;

Sk
=K kurzgeschiessen Bild 4

—

Leitwert der Anoden-Kathoden-Sirecke so weit gestiegen, dall demgegenit der Leil-
werl des Widerstandes i) keine Rolle mehr spiell, so steigl die Anoden-Katheden-Span-
nung wieder lelchl an. Diesen Zusammenhang zeigl Bild & Man erkennl die Ahnlichkeil
mit der Uppy (1iz)-Kennlinie einer Doppelbasisdiode,

Schaltungsvergleich

Ein Vergleich der Bilder 2 und 3 erweckl den Anschein, als seien in einer PUT-Schaltung
im Vergleich zu einer Schaliung mit Doppelbasisdiode zwei zusatzliche Widerstande ein-
zusetzen. Dies triffl jedoch in der Praxis meistens nicht zu, denn auch fir Doppelbasis-
dioden wird — zum Kempensieren des Temperatureinflusses— mindestens ein Wider-
stand und in vielen Fallen (wenn eine passende Belastung anderer Arf fehlt) auch noch ein
zweiler als Lastwiderstand bendligh.

Doppelbasis-[18,
divde

Bild 6

Bild 5 ! A1

In den Bildern 5 und 6 sind zwei Schallungen zum Ansteuern eines Thyristors einander

gegenlibergestelit. Beide Schaltungen enthalien gleich viele Bauelemente.

Der PUT bietet gegeniiber der Doppelbasisdiode lolgende zwei Vorteile:

1, Das Spannungsverhélinis 5 ist beim PUT in weilen Grenzen wihlbar und erméglicht
damit ein gutes Anpasten an gegebene Yerhdlinisse,

2, Beim PUT kann man fir die Widerstande Ry und flg weit hshere Widerstandswerle
wiihlen als fir 1ty und Ry bei der Doppelbasisdiode, weil iy beim PUT nicht von dem
Sirom durchilossen wird, der mit dem Kippen in den DurchlaBzustand einsetzl.

Im folgenden sind drei A jungsbeispiele fir programmierbare Unijunction-Tran-

sistoren beschrieben.

TECHMNISCHER ANHANG 82




Impulsgenerator

In der Sehallung nach Bild 7 beginni nach dem Schiiefien des Schallers § das Aulladen des
Kandensators ('} Uber den Widerstand /4. Sobald die Kondensatorspannung die Summe
aus der Spannung am Widerstand 1ty und der Schleusenspannung der Strecke A—G des
BSY 58 erreicht hat, kippl dieser in den DurchlaBzustand. Als Felge davon entldd! sich der
Kendensator (') Uber die Reihenschalling der Anoden-Kathoden-Strecke des PUT mit
dem Widerstand K3 bis aul die PUT-Reslspannung, y

B5v568

Bild 7

Mit dem Unterschreiten des Hallestromwertes kippt der PUT in seinen Sperrzustand
zuriick, wamit dm Spiel von nevem beginnt. Fir Speisespannungen [T =10V ... 30V

1l tal 4

gill beispielsweise folgande Dimensionierung:

Ry = 4300, Ia = 27 k&, Ry = 47 £}, Rymin = 200 kQ), Oy = 15 nF,

Wie in Bild 7 angedeulel, kann am Kondensalor 'y die Sagezahnspannung bzw. am
Widerstand Ny die mit den Enlladesirom-Impulsen bewirkle Spannungs-Impulsfolge ab-
gegriflen werden, Die Folgelrequenz ist mit dem Kehrwer! dor Periodend ! gegeben:

1
ta Ry Cyein . worin
1—y
8

R ——
Ry + Ry

Langzeitschalter

Wegen des hohen Eingangswiderstandes des PUT lir Spannungen unterhalb des Hicker-
punkles kann man fir das R('-Zeitglied einen Widerstand mil sehr hohem Wert verwan-=
den. Bild 8 zeigt eine Schaltung mil dem BSV SBA, in der das ausgenulzt isl, Es ist jedoch
daraul zu achten, dal der Lecksirem der Kondensaloren kleiner blelbt als der klelne

Héckerstrom des PUT. Wenn der PUT bei Erreichen der dementsprechenden Spannung am:

Kendensator €'y in den DurchlaBzustand kipp, tritt an dem Widerstand g infolge des

Kandensalor-Entladestromes eln Spannungsimpuls auf, mit dem der Stromdurchgang.

durch den Thyristor BRY 49 gestartet wird.
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BSV 38 A B8R 49

Bild 8

Fiir eine Speisespannurig von [Ty = 20 V gelten beispielsweise folgende Werte:

Ry = 40 M0, Rg = 110 Q, Ry = 1,1 ML), Ry = 1,2 k1),
Rs = 51 kQ, Ry = § k2, By = 22 k), Rg = 510 01,
€’y = 10 uF, (g = 10 nF.

Mit dieser Schallupg lassen sich Zeilverzégerungan bis 2u etwa & Minulen erreichen, Der
verinderbare Widerstand Iy dienl zum Einnnllun der gewlinschten Verzbgerungszeit,
Um eine zu hahe Sp tiegs-Geschwindigkeil (di//dt) beim SchlieBen der Taste
und damil ein vumnllgu Starten du.\ Thymrou zu verhindern, lieg! ein Kondensator

((’a) parallel zur Anoden-Kathaden-Strecke,

ung fiir zwei Thyristoren in Antiparallelschaltung

St HNuBwinkelst
rom

Es handelt sich hier um eine Schaltung, in der der Lasistrom-Mitlel- bzw. Effeklivwer! bei
Speisung aus dem Wechselstromnetz (220 V, 50 Hz) einslellbar ist (Bild 9). Vermindert
man den Widerstandswer! von f4, so wird nach dem Mulldurchgang der Spannung

4<IN4004  BZY92C20  BSY5A

——
e Ay ,9;
£,
2200 b Lost
s U N
0y iy
= Bild 9

innerhalb der mil diesem Mulldurchgang beginnenden Halbiperiode die Kondensator-
spannung eher erreichl, bei der der PUT in den DurchlaBzustand kippl (gréfierer Strom-

fluBwinkel). Bemessungsbeispiel:
Ry =47 k), Ry = 27 ki), Ng =10 k), HRq = 250 kd linear,
Rp = 20 k2 (4 W), €y = 68nF.
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Schaltungen mit dem Photothyristor BPY 78

Allgemeines

Der Photolhyristor BPY 78 ist ein in Planarlechnik ausgefiihries Vierschichl-Halbleiter-
Bavelement, das sich van einem gewdhnlichen Thyristanin zwei Punkten unterscheidet:

® Der Pholothyristor kann auller dber seinen kathedenseiligen SleveranschluB (Kalhoden-
gate) avch mil einfallendem Licht durchgeschaltel werden.

@ Der Photothyristor ERY 78 is! ein abschaltbarer Thyrister, d. h., er ist mit einem zweilen
(anodenseitigen) SteveranschiuB (Anodengate) ausgestatiet.

Anode A
Licht l\: S Anodengate Gy

.
-

HKathedengate Ge
Hathode K

Bild 1

Bild 1 zeigt das hier verwendete Photothyristor-Schaltzeichen mil den vier Anschliissen.
Wie bei anderen Thyristoren mull, wenn man aul das Ausnulzen des' Anodengate ver-
zichlet, der einmal gestartele Stromdurchgang zwischen Anode und Kathode mil dem
Unlerschreiten des lir diese Thyristorstrecke gellenden Haltestromwertes unterbrochen
werden, Das geschich) bei Belrieb des Photathyristors an einer Wechselspannung mit dem

Last
3
& S\Q‘
= 1r ’&' BPY78

Bild 2

Nullwerden des Stromes am Ende der Halbwelle aulomalisch, Bei Belrieh an Gleichspan-
nung mull man das Unterschreiten des Haltestromwertes miltels eines negativen Anoden-
Kathoden-Sp gsimpulses erzwingen.
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Verwendel man beim Photathyristor BPY 78 den anodenseiligen Steveranschluf (Anoden-
gate) als Elekirode fir den Lastsiromkreis und verbindel den Anodenanschiull Uber einen
hohen Widerstand mit dem pesitiven Pol der Speisespannung, dann gentigl 2um Sperren
des Stromdurchganges zwischen Kathode und Anodengalte ein Sperrimpuls geringer Lei-
stung aul den Anodenanschiull (Bild 2).

Der anodenseitige Steueranschlufl des Phalathyristors BPY 78 wird bei den im folgenden
behandelten Schallungen nicht benulzl,

Um ein Slarten des Photothyristors durch Netzstérungen oder — bei hiherer Tempe-
ratur — durch Sperrstrom zu verhindern, wird das Kathodengate Uber einen Widerstand
von maximal 100 k£l an die Kathode angeschlossen. Von der Héhe des Widerstandswertes
héngt die fiir das Einschalten erforderliche Beleuchtungsstdrke ab. Sie ist dem Viderstands-
werl ndherungsweise umgekehrt proportional. Bei einem Widerstandswer! von 27 kL)
reicht eine Beleuchlungsstidrke ven 2000 Ix aus, um den Photolhyristor BPY 78 sicher
einzuschalten,

Lichtrelois

In der Schaltung nach Bild 3 liefer! der MNetztransformator eine Ausgangsspannung mil
sinem Effektivwert von 24 V. Bei ausreichender Beleuchlung wird der Stromdurchgang
durch den Photolhyristor gesiariel, wobei das Relais seinen Anker anzieht. Sefzl die Be-
leuchtung aus, so wird der Strom durch den Photothyristor beim niichsten Nulldurchgang

Bild 3

der Wechselspannung unlerbrochen und ein erneules Einschalten unterbleibt. Folglich
(It der Relaisanker ab. Mit dem Kondensator (') wird das Schwirren des Relaisankers
verhindert, Dor Widerstand 1ty begrenzt den Ladesirom des Kondensators,

Ry =220, Ho =47 ki, (17 = 10F/35V, Hel 500 Q.
Dieses Lichtrelals kann beispielsweise als Lichtschranken-Empf
werden, Bild & ceigt eine solche Anwendung:

gsteil verwendet
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Lichlquelle und Empl 41 sing gebaul, Der von der Lampe ausgehende

Lichtstrahl wird von der der Lichiquelle gegeniberliegenden Seite zum Lichirelais (Photo-

thyristar) zurickgespiegelt. Die Schaltung des Emplangsgerdtes stimmt mit der Schaltung
nach Bild 3 iiberein,

| ia e
&kusmmg

Spigel

2y |!
S04z

Bild 4

Warngert!

Das Gerdl soll beim Aulirelen von Lich! eine elekirische Klingel in Belrieb setzen (Bild 5).
An der Ausgangswicklung des Netztransformators stehi eine Spannung mil einem Effekiiv-
werl von rund 5 V zur Verfiigung, Die Diode BAY B7 parallel zur Klingel dient als Frei-
lauldiode, R = 100 k(}, Klingel 501,

Lichtschrankengerdt ohne Melztransformator

Bild & enthdll den Schallplan eines solchen Lichtichrankengerdtes, das unmittelbar an das
Wechselsiromnetz (220 V, 50 Hz) anzuschliefien ist. Da die hechstzuldssige Sperrspannung

des Photathyristors BPY 78 wesentlich geringer ist als der Scheitelwert der Metzwachsel-
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spannung, wird der Photothyrislor hier an einer Teilspannung betrieben und dient zum
Einschalten eines gesigneten Thyristors, Dieser liegt in Reihe mit dem Relais, dem eine
Freilauldiod: parallelgeschaltet ist.

Ry=10 kLY (5 W), Ra = 68000, Ity =22 k(), Rel Mir220Y Woechselspannung.

T Rel 14005
200
e TG8N400
£
Bild 6

Lichischranke mit Yerzégerung

Es handelt sich um ein Lichtschranken-Empfangsgerdt, das aus dem Wechselsiromnelz
iiber einen Transformator mil einer Wechselspannung ven 24 Y (Effektivwert) gespeist
wird (Bild 7). Solange day Licht der zur Lichischranke geh&renden Glihlampe auf den
Photethyristor félll, wird dieser wihrend jeder posifiven Wechsel Halbwell
durchgeschaltel. Die Anoden-Kathoeden-Spannung des dur:hgos:hqileinn Pho!olhyr!slors

frﬁ BAXZD [1]*5
pa e
2 '*.I )
200 =2 =
a 5 -
e aer s §‘§ BRY49
JF_,Q s Ry
Bild 7

ist niedrig (um 1 V). Der Kondensator (71 kann sich doher wédhrend der Beleuchlung des
Pholathyristars weilgehend Uber die Yiderstdnde Ny und R4 entladen. Der Thyrister
BRY 49 bleibl gesperri. Wird nun der Lichisirahl unterbrochen, so verharrt der Phato-
thyristor wihrend dieser Zeil im Sperrzustand. Als Folge davon wird der Kondensator (/4
iiber den Widerstand K1 und die Diode von den positiven Halbwellen der Wechselspan-
nung rasch bis auf anndhernd 34 V avlgeladen. Es enlsiehl so am Widerstand Ry eine
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Spannung von ungefdhr 0,7 V. Damit wird wihrend jeder positiven Wechsalspanpungs-
Halbwelle der Thyristor in den Durchschaltzustand versetzt, d. h. der Stromdurchgang
durch ihn immer wieder gestariel.

Sobald die Unterbrechung des Lichistrahls der Lichtschranke avlgehoben iit, wird der
Photathyristor von neuem beleuchiet. Damit beginnl der Stromdurchgang durch ihn und
dax Enlladen des Kand s (') Uber die Widerstands-Reihenschallung (Itg + Ry) setz)
wieder ein. Wenn damil die Spannung am Widerstand R4 unler elwa 0,4 V abgesunken ist,
unferbleibt das Einschalten des Thyristors, womit der Relaisanker abldllt.

Der Relaisanker ist somit wihrend der Unferbrechung des Lichtschranken-Lichistrahls
angezogen und fdlll nach dem Ende der Lichlstrahl-Unierbrechung mif einer Verzégerung
von einigen Sekunden ab, Diese Schaltung kann man daher zum automatischen Offnen
und Schliefien von Tiren mit Publikumsverkehr (Geschdfle, Fahrstihle) gut ausnutzen,

Iy =220Q, Ra =100k, Ry =1M0Q, Ry=22k2, Ry =220,
7y o= 10F/35 Y, (g = 10 tF/a5V, Rel 500 (2.

Alarmgerét

Das Alarmgerdl (Bild8) gibl mil einem lauten Pleiflon Alarm, wenn enfweder der er-
schilferungsemplindliche Konlakl Sg auch nur voriibergehend unterbricht oder ein
Lichtimpuls den Photethyristor trifft. Mil jedem dieser beiden Yorgdnge wird der Stram-
durchgang durch den Photothyristor gestartet und damit der mit dem Unijunction-Tran-

sisfor (WIT, Doppelbasisdiode) BSV 56 C (zusammen mil Ry, A5 und C'g) arbeilende
Sdgezahnomzillator an die Baltterlespannung gelegt. Der Sdgezahnoszillator betreibt den
Lautsprecher, Der damit ausgeléste Alarm wird erst durch Offnen des Schalters Sy
beendel.
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Das avs Ky und (7 bastehende RC-Glied verhinder!, dafl der Photolhyristar bereits beim
Sehliefen des Schalters 1 startet; Ohne dieses RC-Glied wiirde die kritische Spannungs-
Ansliegsgeschwindigkelt Uberschritten.

Falls das Gerdl mit dem Schaltkontakt Sy und der Baiterie eine Einheil bildel, kann es
gOnstig sein, fir Sy einen Schalibuchienkontakl zu verwenden, der sich schlielf, wenn
man den Stecker aus der Buchse herauszieht.

Ry =10£1 Ry=1MQ, Ra=22k0, Rq=10k0, Rs=2200Q),
€y = 11F, ('3 = 220 nF, Lautsprecher 130 (1, Balleriespannung 9V,
Ruhesirom bei gesperriem Phololhyristor etwa 10 pA,

Nachfiihrsteverung

Das Prinzip dieser besonders einfachen Lichtstrahl-Machfilhrung besteh! “darin, dafl ein
Lichtstrahl bei ruhender Anordnung In die Licke zwischen zwel mit einem Abl'rﬂnd von
nur wenigen Millimetern neb geordneten Phelathyristoren friff, Dabei ist
die Lampe, von der dieser Lichisirahl ausgehl, mil einer geeigneten Hallerung auf der
Achse eines kleinen Gleichsirommotors befestigh. Die Pholoihyristoren sind anliparallel
geschaltet (Bild 9) und liegen in Reihe mit dem Molor an einer Wechselspannung.

e Y57

Bild 9

Wird die Anordnung mit den beiden Phatothyristoren in der Drehebene des Lichtstrahls
bewegt, so frifit der Lichtstrahl je nach Bewegungsrichtung auf den einen der beiden
Phetothyristoren. Dieser wird leitend und veranlaBl damil, dal der Maotor von Wechsel-
strom-Halbwellen nur eines Vorzeichens angelrieben wird. Bej richtiger Polung dreht der
mit der Lampenhalterung gekeoppelte Motor den Lichisirahl wieder in die Licke zwischen
den beiden Photolhyristoren. Wird durch eine enlgegengeseizie B gung der Phalo-
thyrister-Anordnung der andere der beiden Photothyristaren vom Lichtstrahl getroffen, so
wird der Molor von Wechselstrom-Halbwellen des anderen Vorzeichens durchilossen und
dreht sich deshalb in entgegengesalzier Richlung.

Ry = Ha = 22 ki), Translormator-Ausgangsspanniung je nach Molor 5 V...23 V.
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Die Magnetdoppeldiode AHY 10

Die Magnetdiode

Magnetdioden bestehen aus Intrinsic-Germanium oder -Silizium und haben die Form eines.

kleinen Quaders, an dessen einem Ende ein PM-Ubengang eigdiffundiert ist, an dessen

anderem Ende sich ein sperrschichifreier Kontaki befindel, und der an einer sich zwischen

diesen beiden Enden ersireckenden Quaderseite eine durch Zerstéren der Kristallstrukiur
Istandene Rekombinati aufweist.

Die Magneldiode wird in DurchlaBrichiung belrieben, wobei der DurchlafBwiderstand
wegen der ausgedehnten Inirinsic-Zone in der GréBenordnung von einigen Kiloohm liegt.
Durchdringt ein Magnetield die Magnetdiade parallel zu den Endildchen des Quaders und
parallel zu der zur Rekambinalionszone gehérenden Seitenflédche, so werden die Sirom-
bahnen innerhalb der Magnetdiod twaoder aus der Rekombinati e heraus- oder
in diese hineingedring!. Werden die Strombahnen so gedndert, dafl der Strom grafiten-
teils avBerhalb der Rekombinationszone verldull, dann vermindert sich der DurchlaB-
widerstand. Ein Yerdndern der Strombahnen in der Arl, dali der Slrom vorwiegend
innerhalb der Rekombinationszone verldull, hat ein Erh&hen des DurchlaBwiderstandes
zur Folge. Gesteigerte Rekombination der Ladungstrdger ldngs des Siromweges reduziert
némlich die fir den Siromdurchnun§ verfigbaren freien Ladungsirédger, Dies kommi
einer Zunahme des spezifischen Widerstandes gleich.

i
l Atarnndeld

Strom N

Gormaniampiitehei apientl

Bild 1

Bild 1 veranschaulicht das Yerlagern der Strombahnen an einem Germanivmplittchen.
Dessen Mafiverhdlinisse wurden fiir die Zeichnung so gewdhlt, dafl die Zusammenhdnge
einigermalen gut Uberblick! werden kénnen, Strom- und Magnetleldrichtung wurden Hir
Bild 1 so angenommen, dafl die Strombah zur Rekombi hin verlagert wer-
den (erhéhler DurchlaBwiderstand der Magnetdiods).
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eines fiir die AHY 10 verwendelen — stark
Die Lange dieses Halbleiter-

Bild 2 Ia01 die tatstichlichen MaBvert

vergrofiert dargestelllen — Ger quaders er)
stiickehens belrdgt 3 mm.

tedimel vy tand
stand

Temperatureinflul auf den Mag
Der Durchlafwiderstand einer Germanium Magneldiade sinkt bel einer Temperaturer-
héhung um jeweils etwa 17 °C immer aul die Hdllie seines varhergehenden Werles, Dieser
Zusammenhang gill ndherungsweise unabhdngip von dem Magnetfeldeinflull auf den
DurchlaBwiderstand der Magnetdiode.

Eild 3

A 1 1diad

Komp tion des Temperatureinfl in einer o pp
Schaltet man zwei Magnetdioden in Reihe und ordnet sie so an, daB das sie gemeinsam
durchdringende Magnetfeld in der einen Diode ein Erhdhen und in der anderen Diode
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ein Vermindern des DurchlaBwiderstandes bewirkl, so bleibl die Temperatur auf das Ver-
héltnis der beiden Djoden-DurchlaBspannungen im Prinzip obine EinfluB. In dieser Art ist
die Magneldoppeldiode AHY 10 avfgebaut (Bild 3). Eine solche Doppeldiode ist ein
Spannungsteiler mit einem Teilerverhdlinis, dos von einwirkenden Megnelleldern stark,
von der Temperatur jedoch kavm beeinflult wird.

Natirlich muB man boachten, dafl ein Temperaluranslieg um jeweils elwa 17°C den
Leitwert der Magneldoppeldiode ehenso wie den einer Magneleinzeldiode verdoppell.

Kennlinien der Magnetdoppeldiods

Bild & zeig! links fir eine | ile gegebene Gesamdt g (Speisespannung [Ty) den

Zusammenhang der sMittelpunktspannunge [73p mil der Dichle des die beiden Dioden
gemuinsam durchdringenden Magnetfaldes,

//'

&
I
/”’T ‘ :.:j.,

<

- a ——
e e S s Tl
Mognotaditionte —=

i

Bild 4

Rechts in Bild 4 Ist ein Schaltzeichen der Magneldoppeldiode mit den Zdhlpleilen fir die
eben erwihnten Spannungen {7y und {7y dargestelll,

Beeinfl AA d Idiad.

der

Anord gen Tum

Bild 5 zeigl schemalisch, wie das Spannungstellerverhdltnis der Megneldoppeldiode
AHY 10 mil einer sich gegen sie verschigbbaren Davermagnetanordnung beeinflufit wer-

L

Typnsie

AN10 Fests
Bild 5 Bild &
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i

den kann. In Bild & isl angegeben, wie man die Magnetdappeldiode AHY 10 mit einer um-
laufenden Davermagnetanardnung je Wmdrehung zweimal im gleichen Sinn von einem
Magnetield durchdringan lassen kann,

Schallungen mit der Magnetdoppeldiode AHY 10

It der Schaltung nach Bild 7 wird ein Transister ven einer Magneldoppeldiode gesteu-
erl. Die der Basis des Transistors vorgeschaltete Z-Diode {13 mufi so gewahlt werden, dafi

Afrig

ihre Z-Spannung ctwa gleich dem Ruhewerl der Spannung Uy ish, d. h. im Prinzip gleich
der Hélite der Speisespannung. Wenn eine hohe Flankensteilheit des Ausgangssignals
verlangt wird, stevert man mit der Magneldoppeldiode einen Schmitt-Trigger (Bild 8).

Alrn

I i
- D
[

[t ﬁ + ‘

Fir die elektropische Kommuftierung cines Gleichsirommators enthilt Bild 9 einen
Schallplan, Darin sind jeder der drei Feldspulen (Stdnderwicklungen) des Motors zuge-
ordnel:

tnharde ki tel. Tdisd

@ cine unler dem Einflufl des Ldulermagnetieldes g PF ;

® «in Vorstufentransistor und
® cin Endiransistor, in dessen Colleclorzuleitung eine der drel Feldspulen (i, g, tea)
liegh
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Die Arbeitspunkte der Yorstulent an mrdun tther den Transistor 7'; an dem aus
Ko und Rg gebildeten Spa gsteiler g gestellt,
80107 MIOA BCT77 BSres . AKYIOA BCTI7 BSY4E AHYIOA BCTIT BSV4G

auu 10 zeigl — schematfisch — ﬂil Anordnung der drel Feldspulen und der drei Magnel-

ppeldioden im Z irken mit dem Davermagnel-Laufer.
W I Fidyie
- i
o Ufer~Trebwiniat ‘ ‘ it
) e M0y L) [ 1=
AR08 \atron }(
P £ 3§- ’ ' Uigg
: yd [N !
_.J § Q - |._ EJ\"-?,
b N il o
*&_. e wy ‘ N1 |m
(== i 05 W o Je
ARF 104 Lditer ~dretwinkel —e
Bild 10 Eild 11

In Bild 11 isl, als Funktion des Léufer-Drehwinkels, der Verlaul der Mittelpunktipannung

7y Idealisier! aulgetragen, |dealisier! wurde der §

e

1
] Taul T

s |nsclern,

als dafiir das Sinusgesete zugrunde gelegt ist. (Wie aus Bild & hervorgeh), kann sich lur
[Tt hier kel reiner Sinusverlauf ergeben.) Mit [1yq ist die Mittelpunkispanpung be-
zeichnel, die dem Fehlen ainer Magnetfeldeinwirkung entsprichl, 17gey ist die Mitlelpunii-
spannung, bei deren Unlerschraiten die Tronsistoren #'a, T'4 und T in den Durchlaf-
zustand gul‘ungan‘ Wie aus Bild 11 hervergeht, missan {ir die Schaltung nach Bild 9

A Idimd {oali d

mil Uber
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Kennlinien ausgesuchl werden.
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